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Abkürzungen 
siehe unten 


Betriebsdaten 
Durchlaßbereich 
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Änschlußreihenfolge 


Sperrbereich 


gültiger Tabellenkopf 6beiT 


D = Dioden und Gleichrichter 
E = Esaki-(Tunnel-)Dioden 


max. Verlustleistung| *) oder charakte- | max. Temperatur 


W= Wat ristische Zeiten [] = Lager- 


T = Transistoren bei 25° C; ei 
Z = Zener- und ähnliche Dioden (Verbindliche Angaben ins, mins i = Bern 
FM = Feldeflekt-Systeme nur in den Daten- oder ps Gare a 
kleine Buchstaben: blättern der Hersteller!) (auße: 
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Typ ist veraltet bzw. nicht für « 


Erstbestückung erhältlich 
fette Buchstaben: bevorzugter Typ für kommerzielle Geräte 
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Die Kristalldioden- u. Transistoren-Taschentabelle (KTT) 


enthält die kennzeichnenden Daten der wichtigsten in- und ausländischen 
Dioden und Transistoren und ihrer gängigen Sonderformen nach dem 
Stand von 1972. Die zunehmende Verbreitung überseeischer Halbleiter- 
typen im westeuropäischen Raum machte es erforderlich, die zum Typen- 
vergleich benötigten Daten aller Halbleiter aufzunehmen, von denen ver- 
bindliche Angaben zur Verfügung standen. Dabei konnte auf viele ältere 
Typen nicht verzichtet werden, weil sie auf lange Sicht noch in Geräten 
aller Art zu finden sein werden und weil ihre Schaltungen in der Literatur 
vielfach zu Standardschaltungen geworden sind. Auf diese Weise muß- 
ten rund 16400 Typen von ca. 190 Herstellern, mit über 500 Gehäuse- 
formen, berücksichtigt werden. 


Um den Umfang nicht über den Rahmen eines Taschenbuches wachsen 
zu lassen, mußten bei der Neubearbeitung des Gesamtstoffes mit seinen 
fast 246 000 Einzeldaten verschiedene Konzessionen räumlicher Art ge- 
macht werden. So wurden alle Typen alphanumerisch geordnet, um auf 
ein Gesamtregister verzichten zu können. Hieraus ergab sich die Not- 
wendigkeit, angesichts der Vielfalt der zu berücksichtigenden Halbleiter- 
eigenschaften mit verschiedenen Tabellenköpfen als Varianten einer 
gemeinsamen Kopfaufteilung zu arbeiten. Durch überlegte Aufteilung 
der Spaltenfolge konnte dabei die Übersichtlichkeit so weit gewahrt 
werden, daß auch der gelegentliche Benutzer die gesuchten Angaben 
schnell findet, wenn er sich einmal mit der Gliederung der Tabellenköpfe 
und mit den Schlüsseltabellen vertraut gemacht hat. 


Anmerkungen für den Typenvergleich sind auf Seite 9 zu finden. 


Die vorliegende Tabelle kann und soll die Datenblätter der Hersteller- 
firmen nicht ersetzen, deren jeweils neueste Ausgaben allein verbind- 
lich sind, jedoch gibt sie eine sehr weitgehende Übersicht über die vor- 
handenen Typen und ihre Hersteller und erleichtert so die Arbeit in Labor 
und Werkstatt oder beim Studium der Schaltungsliteratur. Für diese Auf- 
gaben dürfte sie derzeit die inhaltsreichste europäische Datensammlung 
in Buchform sein, die wegen ihres günstigen Preises durch regelmäßige 
Nevauflagen auf dem neuesten Stand gehalten werden kann. 


Die 10. Auflage wurde wiederum erweitert und in allen Teilen überprüft. 
Trotz der Umfangserweiterung von 282 auf 344 Seiten mußten zur Auf- 
nahme von über 3000 Typen zusätzlich fast 600 ältere Datenzeilen ge- 
strichen werden. Auch die Schlüsseltabellen und Hilfstexte wurden auf 
den neuesten Stand gebracht und eine Tabelle der Anschlußreihenfolgen 


neu aufgenommen. Herbert G. Mende 


Heben Sie die älteren KTT-Bücher von der 6. Auflage an auf, wenn 
Sie gelegentlich auch Daten älterer Typen suchen! Das Alttypen- 


register $. 34%3—344 nennt die Auflagen, in denen gesuchte ältere 
Typen letztmalig ausgedruckt waren. 
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Einleitung und Erläuterungen 


Gemeinsamer Tabellenkopf (als Gedächtnisstütze auf jeder Seite wiederholt; maß- 
gebend ist jeweils der Tabellenkopf, dessen Kurzzeichen 
in Spalte 1 dieses gemeinsamen Kopfes steht). 


Aufbau s.S.5 J 


Form s. S. 320 ff. 


(außer E-Kopf) 


gültiger Tabellenkopf 


[Strom zE Spg. 
Bariabedales en 
Durchlaßbereich 
Strom |S; 


Sperrbereich 


ßBbeiT 


15 
Bemerkungen 


Hersteller nach$.339 


[ FRE FEIN 
— 


Grenzwerte 


nach $. 


Abkürzungen 
siehe unten 


Grenzfrequenz! 


[MHz]*) Fette Zahlen 
k= kHz verweisen auf $. 331, 
G= GHz Anschlußreihenfolge 


D = Dioden und Gleichrichter 

E = Esaki-(Tunnel-)Dioden max. Verlustleistung| *) oder charakte- | max. Temperatur 

T = Transistoren bei25°C; W = Watt ristische Zeiten = Lager- 

Z = Zener- und ähnliche Dioden (Verbindliche Angaben inuis, ms, ns j = Sperrschicht- 
FM = Feldeffekt-Systeme nur in den Daten- oder ps bzw. temperatur 

kleine Buchstaben: blättern der Hersteller!) US-Bänder k = Kanaltemperalur 


Typ ist veraltet bzw. nicht für (außer Z-Kopf) 
Erstbestückung erhältlich 


fette Buchstaben: bevorzugter Typ für kommerzielle Geräte 


Allgemeingültige Abkürzungen: Abkürzungen in Spalte 15: 


A = Ampere Spalten 6 bis 14 = = gleich, identisch 
kV = Kilovolt fg = Grenzfrequenz — = entspricht weitgehend 
Mv = Mischverlust I = Strom # = (Ersatztyp) mit abweichenden Daten: 
mA = Milliampere N = Verlustleistung+) [| = abweichende Form 
nA = Nanoampere t = Temperatur & = und andere 
pA = Picoampere U = Spannung Ers: = Ersatztyp: ....-- 
pF = Picofarad B = Stromverstärkung ers. = ersetzt. 
Rz = Rauschzahl m = Volterr Kpl:— Komplementärtyp: 225 
v = Volt < = kleiner als od. max. kpl.:= komplementär zu .... 
mKf = mit Kühlfläche > = größer als od. min. bi = blau, bn = braun, ge = gelb, gn = grün 
oKf = ohne Kühlfläche < = maximal gr = grau,or = orange, rt = rol, rs = rosa 
Index F = Flußrichtung >= = minimal sw = schwarz, vi = violett, ws = weiß 
Index Sp = Sperrichtung CW =  -Dauerleistung H = ae 207 gold aaa 
i = auc aare im Han 
FET = Feldeffekt-Trs. (continous wave) eh eis Suarleiie im’ Handel 
7 =  intrinsic standoff ratio eN = Equivalent Noise nV/yAz 


bei Unijunction-Systemen = inneres Spannungs- 
verhältnis, Ein-Aus-Verhältnis 
+) Wegen Verwechslungsgefahr mit P= Paar wurde N statt P gewählt. 


| Achtung: gleichlautende Buchstabenpaare haben in den Spalten 3,4, 5 und 15 unterschiedliche Bedeu- 
| tungen! (vgl. die Schlüsseltabellen auf den Seiten 3, 5, 6, 320 ff., 331 und 339 ff.) 
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Einleitung und Erläuterungen 


Tabellenkopf D für Dioden und Gleichrichter 


Besonderheiten: 

Die Spalten 6 und 7 kennzeichnen in der Regel einen charakteristischen Kennlinienpunkt, 

der im Betrieb jedoch unerreichbar sein kann. 

Spalte 7: fette Zahlen bedeuten Sperrwiderstand inkQ Spalte 9 oder 10: Wattangabe in [] = Output 

Spalte 10: fette Zahlen sind Spitzenwerte 

Spalte 11: Nenn- bzw. max. Richtstrom in mA; fette Zahlen sind Spitzenwerle 

Spalte 12: Nenn-Gleichspannung oder periodische Spitzenspannung bei Dauerlast ın V; fette Zahlen 
sind Spitzenwerte. Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz 


Tabellenkopf E für Esaki- bzw. Tunneldioden 


Besonderheiten: 
Spalte 5: Gipfel- oder Höckerspannung Spalte 9: Talspannung in mV (UT) 


in mV (Uy) Spalte 10: negativer Widerstand in 9; 
Spalte 6: Gipfel- oder Höckerstrom mW-Angabe = Verlustleistung 


in mA (I4) er Spalte 11: Serienwiderstand in 2 (R,) 
Spalia 7: Flußspannung A (ur) Spalte 12: Sprungverhältnis IH/IT 
Spalte 8: Talstrom in mA (IT) Spalte 13: in [] Betriebs- oder Meßfrequenz 


Tabellenkopf T für Transistoren 
Besonderheiten: 


Spalte 2: fette Typen = npn-Systeme und n-Kanal-Typen; magere Typen = pnp-Systeme und p-Kanal-Typer 


Spalte 6: Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben), Arbeitspunkt; 
in () = Emitterstrom; in [] = Basisstrom 


Spalte 7: Kollektorspannung Uceg im Arbeitspunkt; in () = Ucp, in [] = Ugg, fett: Uce sat. 
Spalte 8: Kollektorreststrom, typıscher oder Grenz-Wert in. A (in mA oder nA, wenn angegeben) 
Fette Zahlen bedeuten Kollektorrestspannung bzw. Ucg sat. in V;in[] = Emitterreststrom in nA 
Spalte 9: magere Zahlen = Stromverstärkungsfaktor in Basisschaltung (« = hyp) 
bzw. Leistungsverstärkung in dB; in [] = Vorwärissteilheit in m$ 
mageres „„=" hinter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung A in Basisschaltung, 
fettes „=“ hinter fetter Zahl bedeutet Gleichstromverstärkung B = hfg 
in Emitterschaltung (Kollektor-/Basisstrom-Verhältnis) 
fette Zahl ohne = kennzeichnet die Stromverstärkung B = hye 
u ist der Spannungsverstärkungsfaktor älterer Typen; 
W- oder mW-Angaben beziehen sich auf die erreichbare Ausgangsleistung 
n = intrinsic standoff ratio bei Unijunction-Systemen 
Spalte 10: Verlustieistung Nc+g bei 25 °C in mW (W, wenn angegeben) 
in () = Kollektorverlustleistung, in [] = Emilterverlustleistung 
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte (kurzzeitig bzw. mit optimaler Kühlung) 
Spalte 11: maximaler Kollektorstrom in mA (in A, wenn angegeben), 
in () = max. Emitterstrom, in [] = max. Basisstrom; 
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte 
Spalte 12: maximale Kollektorspannung Ucg. in () = Ucp. in [] = UBE 
fette Zahlen bedeuten absolute Spitzenwerte 
Spalte 13: Alpha-Grenzfrequenz in Basisschaltung in MHz (auch kHz, GHz), 
fette Zahl in Emitterschaltung; 
in [] = Meß- oder übliche Betriebsfrequenz 
in mageren () = Maximale Schwingfrequenz 
in fetten () = Grenzfrequenz für ß = 1(f4) bzw. min. Transilfrequenz (fr) in MHZ, 
ersatzweise: typische oder maximale (Ab-)Schaltzeiten 
Spalte 15: rb = innerer Basisbahnwiderstand Fbb" 
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Einleitung und Erläuterungen 


Tabellenkopf Z für Z-Dioden (Zener-, Referenz- und ähnliche Dioden) 
Besonderheiten (übrige Spalten wie bei D): 


Spalte 6: fette Zahlen bedeuten max. Zenerstrom in mA 
Spalte 10: fette Zahlen bedeuten Verlustleistung in Walt (sonst mW) 
Spalte 11: nennt den Zenerstrom in mA für die Spalten 12 und 13 


Spalte 12: mittlere oder Nenn-Zenerspannung; die zugehörigen Toleranzangaben sind in Spalte 15 
bzw. in den Anmerkungen 50), 51), 58), 60) usw. zu finden 


Spalte 13: maximaler dynamischer Zenerwiderstand, dynamischer differentieller Widerstand in Q 


Spalte 14: Temperaturkoeffizient der Zenerspannung in %/?C bzw. in [| = mV/?C; 
Angaben ohne Vorzeichen = + TK 


Tabellenköpfe F,M für Feldeffekt-Systeme s. S. 6 


Abweichende Bedeutungen der Tabellenspalten, z. B. bei Vierschichtdioden, 
gesteuerten Gleichrichtern und anderen Sonderformen, sind in den zugehörigen 
Anmerkungen verzeichnet [z. B. 1), 18), 19), 24), 25), 81), 86)] 


Schlüsseltabelle zu Spalte 3 = Aufbau (Ab) 


GaAs-System 

Legierungstypen aller Art (alloy und micro alloy junction) 
GaSb-System 

geschweißte Spitzentypen (z. B. gold bonded) 

nur bei Sc: SiC-System 

Diffusions- und Drift-Typen 

Aufbau in (MESA-)Epitaxialtechnik 

lonen-Einpflanz- bzw. Implantations-Dotierungstechnologie 
Feldeffekt-System, falls nicht in Spalten 1 und 15 angegeben (s. $. 6) 
flexibler Dünnfilmaufbau 

Germanium-System 

Systeme aus gezogenen Einkristallen (grown junction) 

Aufbau in Hometaxial- oder Epibasis-Technik 

System auf intermetallischer Grundlage, auch MOSFET- System 
Flächentyp mit Sperrschicht (junction) 

Aufbau in kombinierter Ätz- und Legierungstechnik 

Aufbau in integrierter oder Laminartechnik 

Aufbau in Mesa-Technik 

Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik, P'= passivierte Oberfläche 
Spitzentypen (point contact) 

Silizium-System, 5’ = Metall-Silizium-System 
Oberflächengrenzschicht- und andere Typen (surface barrier, alloy) 
Unijunction-System 

Vierschichten-Aufbau (pnpn) 

System mit geschweißten Elektroden (welded contact) 


z<c"No Vzra=--Iogn”neman von> 


BEEEEEEEZEEEZEEEEEE EEE 


Schlüsseltabellen zu Spalte 4 = Ausführungsform s. S. 320 ff. (Fo) 
Allgemeingültige Bezeichnungsschlüssel s. S. 12 


Schlüsseltabelle zu Spalte 15 = Hersteller- und Lieferfirmen s. S. 339ff. 


Einleitung und Erläuterungen 


Tabellenköpfe F, M für Feldeffekt-Systeme 


Besonderheiten: 


F = Sperrschichtsystem, auch allgemein Feldeffekt-System 
M = Metall/Oxyd-Oberflächen-Feldefiekt-Transistoren (MOS, MOSFET) mit isoliertem Gate (Tor, Gitter) 


Spalte 2: magere Typen = p-Kanal; fette Typen n-Kanal; in ( ) unbekannte Polarität 


Spalte 6 Gate-(Tor-, Gitter-)Strom IG in mA für Gatespannung nach Spalte 7; fett: IGmax in mA; 
in []Gate-Sperrstrom Ioss in pA; auch rgsin D 


Spalte 7 Gate-Source-Spannung in V; fett: max. zul. Uss; in ( ): Gate-Drain-Spannung in V; fett: max. 
Up; in []: Gate-Source-Abschaltspannung Ugsior = Abschnür- oder pinch-off-Spannung Up in V 


Spalte 8: max. Drain-Reststrom Ioort in nA; fett: max. Durchlaß- oder Drain-Source-Widerstand rdı on in 
bei lomaz, in []: ID(on) in mA 


Spalte 9: Kurzschlußleitwert gs (= gm) ın m$; fett: Vorwärtssteilheit ya1s oder Yu bzw. | 9215 | in mS 
Spalte 10: Gesamtverlustleistung in mW 


Spalte 11: Drain-Source-Strom los in mA; 
fett: Sättigungsstrom (bei C-Typen = Leckstrom) loss in mA; in [ ]: Isom in nA 


Spalte 12: Drain-Source-Spannung Uos; fett: max. zul. Durchbruchspannung Uoss (C-Typen) bzw. 
Uosx (B-Typen) in V; in [] Drain-Gate-Durchbruchspannung Uos in V 


Spalten 13 u. 14: wie bei Transistoren 


Spalte 15: A = Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor (JFET), JUGFET mit pn-Gate 
B = MOSFET Verarmungs- oder depletion-Typ, ohne Signal leitend (on-type) 
C = MOSFET Anreicherungs- oder enhancement-Typ, ohne Signal gesperrt (off-type) 
Kapazitätsangaben beziehen sich auf die max. Eingangskapazität Cjs, oder — in []: — 
auf die Gate-Drain-Kapazität Cgd 


Schlüsseltabelle zu Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw) 


A-Verstärkung: AA = Differentialverstärker 

B-Verstärkung; b = bilaterale Typen (Doppelbasis-, Doppelanoden-) 
Begrenzer-(Clipper-)Diode; C’ = Triggerdiode; c = Schwarzpegeldiode (dc-restorer) 
Demodulator, Detektor, Meßdiode, allgemein Dioden 

Esaki-(Tunnel-)Diode; e = exponentielle oder logarithmische Kennlinie 
Gleichrichter, Meßgleichrichter, Regelspannungserzeugung 

für geätzte bzw. gedruckte oder Hybrid-Schaltungen 

Hochfrequenzanwendungen; H' = Oberwellenerzeugung, Frequenzvervielfachung 
Videoverstärker (sH = schneller Schalter, auch Booster-Diode); h = hochohmig 
wegen symmetrischen Aufbaus auch für inversen Betrieb (bi-directional) 

Diac, iY = Triac 

Infrarot-, JO = z.B. Lumineszenz- oder Laserdiode 

Kapazitätsdiode, Varactor; K’ = Speichervaractor 

Leistungstyp 

für Mischstufen; M’ = Modulator (z. B. PIN-Diode) 

Niederfrequenzanwendungen; n = niederohmig im Durchlaßbereich 

für Oszillatoren 

Poar, Angaben je Einzelsystem 

Quartett, Q’ = Ringmodulator; Angaben je Einzelsystem 

Referenzdiode, Referenzelement; r = rauscharmer Typ 

Schalteranwendungen, Impulsbetrieb, sY = abschaltbarer Thyristor 

für Treiberstufen; t = für hohe Temperaturen; t" = für oder mit Temperaturkompensation 
Universaltyp, verschiedene Anwendungen 

VHI- und UHf-Anwendungen, VO auch für Gunn-Diode 

für Wechselrichter, Zerhacker, Gleichspannungswandler, Chopper 

für Zählkreise, Rechner, datenverarbeitende Schaltungen 

Thyristoren (steuerbare Gleichrichter, Thyratronschaltungen, Servostufen) 
Z-Dioden und nichtlineare Widerstände; Z’ = Stabistoren, Stabilisatoren 
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Anmerkungen 
Mn u U En a a a 


Anmerkungen 


1) Bei Vierschichtdioden bedeuten Spalte 6 = max. Haltestrom [mA], Spalte 7 = mittlere 
Schaltspannung [V], Spalte 8 = max. Sperrstrom [nA], Spalte 9 = max. Schaltstrom [A], 
Spalte 12 = Talspannung in V 

2) OC 615 V für UKW-Vorstufen; OC 615 M für UKW-Mischstufen 

3) Vorherige Serie in Gehäuse Gu mit 500 mW Verlustleistung 

4) Typ wird nach Farbencode gekennzeichnet 

5) (auch als) USAF-Typ (United States Air Force) 

6) (auch als) JAN-Typ (Joint Army-Navy) 

7) (auch als) USN-Typ (United States Navy) 

8) (auch als) USA-Typ (United States Army und Signal Corps) 

9) Kollektor an Gehäuse oder Bolzen 

10) Basis an Gehäuse (bei FET: Substrat bzw. bulk an Gehäuse) 

11) Emitter (bei FET: Gate bzw. Tor) an Gehäuse oder Bolzen 

12) Katode an Gehäuse oder Bolzen (bei FET: Source bzw. Quelle) 

13) Anode an Gehäuse oder Bolzen bzw. Kühlfläche 

14) Gehäuse mit 8-Stift-Sockel 
15) Gehäuse mit 4- bis 7-Stift-Sockel 
16) Spezialgehäuse; auch Gleichrichtersäulen, Kombinationen in gemeinsamem Gehäuse und dgl. 
17) Feldeffekt-Transistor mit hohem Eingangswiderstand (z. B. 1..500 MQ); auch FE-Diode 
18) Bei Thyristoren bedeuten Spalte 8 = max. (Tor-)Steuerstrom [mA] und 
Spalte 9 = zugehörige oder max. Steuerspannung [V] 
19) Bei Thyristoren, Vierschichtdioden und ähnlichen Systemen bedeuten Spalte 6 = 
Fluß- oder Haltestrom [mA], Spalte 7 = Flußspannung [V], Spalte 8 = Steuerstrom [mA], 
Spalte 9 = Steuerspannung [V], Spalte 10 in [] = zulässige Steuerleistung [mW], 
Spalte 13 = meist Freiwerdezeit 

20) Tetroden, besonders solche mit 2 Basisanschlüssen ‚oder Zwei-Basis-Trioden (mit Emitter) 

21) Zwei oder mehr Systeme in einem Gehäuse 

22) Tetroden, besonders solche mit 2 Emittern, oder Trioden mit 2 Emittern bzw. Toren; 2-Tore-FET 

23) Engere Toleranzen der kennzeichnenden Daten als beim Grundtyp 

"24) Bistabiles Bauelement, Binistor, Thyristor. Hier bedeuten Spalte 8 = Injektorstrom [mA] und 
Spalte 9 = Injektorspannung [V] 

325) Bistabiles Bauelement, Transwitch. Hier bedeuten Spalte 6 = Torstrom [mA] zum Einschalten, 
fett: max. Haltestrom [mA]; Spalte 7 = zugehörige Zündspannung [V], fett: Flußspannung [V]; 
Spalte 8 = Torstrom [mA] zum Ausschalten, Spalte 9 = zugehörige Ausschaltspannung [V] 

226) Unistor, nichtlinearer Widerstand 

2?7) Für Radiogeräte ausgesuchte Transistorsätze 

28) für Wasserkühlung 

2°9) für Gebläsekühlung 

300) in Ölbad 

311) NR-(backward)Diode, inverser Gleichrichter, Uni-Tunneldiode 

32!) Se-, Cd$-, PbS-, GaAs- und andere Fotobauelemente, hier nicht aufgenommen 

33}) Silizium-Fotobauelemente-G r up pen, hier nicht aufgenommen 

34)) Temperaturabhängige Widerstände, hier nicht aufgenommen 

35)) Umgekehrte Polung gegenüber dem vorangehenden bzw. dem Grundtyp 

36)) Ausgesuchtes Paar aus Grundtypen entgegengesetzter Polung 

37)) Ausgesuchte Paare oder Sätze gleicher Polung 

38) (Umsteck-)Patrone, auch für Steckanschluß (meisl ungenormte Gehäuse) 

39) siehe die entsprechenden 1 N...- oder 2N...-Typen 

40) Koaxiale, dreipolige Ausführung, z. B. nach Form Fr oder LO 

41) Komplementäre Transistorpaare 

41) „Ausführung mit Muttergewinde (z. B. '/,”), meist TO-13 (S 16,5 9x S 26,4 mm; 3 Lötfahnen) 

4) TTransistorpackungen für aufeinanderfolgende Empfängerstufen; Transistorkombinationen, 
tDarlington-Typen 

44) für Parametrische Verstärker 


Anmerkungen 


45) Avalanche-Diode oder -Transistor mit Stromverstärkung über 1 nach Kollektordurchbruch 

46) Selengleichrichter, hier nicht aufgenommen 

47) Gehäuse vom System isoliert, evil. mit Schirmanschluß bzw. (bei FET:) Substrat oder bulk verbunden, 
bei Dioden: durch Überzug isoliertes Gehäuse 

48) Transistor- oder Kontakt-Schutzdiode 

49) Nichtlineare Widerstände, hier nicht aufgenommen 

50) Typen ohne Buchstaben: U, + 20%, A-Typen: + 10%, B-Typen: + 5% 

51) Typen ohne Buchstaben bzw. B-Typen: U, + 10%, A-Typen: + 5% 

52) Einphasen-Halbwellen-Netzgleichrichter 

53) Dreiphasen-Halbwellen-Gleichrichter 

54) 6-Phasen-Stern-Gleichrichter 

55) Einphasen-Halbwellen-Gleichrichter mit Mittelanzapf 

56) Einphasen-Brücken-Gleichrichter 

57) Dreiphasen-Brücken-Gleichrichter 

58) JR-Typen mit Angabe T 5 haben U, + 5%,T 10 entsprechend + 10% 

59) Handelsbezeichnungen gängiger Typen für Bastlerbedarf 

60) Typen ohne Buchstaben: U, + 5%, A-Typen: + 2% 

61) B-Typen sind den A-Typen elektrisch ähnlich, haben aber 2 Drahtanschlüsse; 
F-Typen in Gehäuse Ft mit knapp halber Strombelastbarkeit 

62) Verbindliche Unterlagen fehlten bei Drucklegung 

63) A-Typen mit 25 A Flußstrom 

64) ausgesuchte Exemplare 

65) Referenz-Verstärker; Kombinationen aus Zenerdioden und Verstärkertransistoren in gemein- 
samen Gehäusen, auch FET mit integrierter Schutz-Z-Diode 

66) Lichtgesteuerte pnpn-Schalter und -Thyristoren, s. a. Fotohalbleiter 

67) andere Bolzenform 

68) Daten für 100 mWicm® Sonnenstrahlung 

69) für Lochkartenlesegeräte 

70) Betrieb nur in Durchlaßrichtung 

71) Fotoelement mit Sperrverhalten 

72) (Pressfit-) Gehäuse mit Rändelung zum Einpressen oder Einlöten; z. B. DO-21 

73) hierzu Unter-Typen unterschiedlicher Stromverstärkungen, Sperrspannungen oder anderer Daten, z,B. C 
bei Kapazitätsdioden - 

74) Bipolares System; Doppelanodentyp; doppelt begrenzend 

75) Speicher-Schaltdiode (snap-off-diode) bzw. Stufen-Speicherdiode (step recovery d.) 

76) geringe Rückwirkungskapazität durch IS-Technik, (IS = Integrated Screening = Abschirmschicht) 
bzw. Ausnutzung des Schirms als Ausgangs-Dämpfungsdiode 

77) gegen Strahlungen widerstandsfähige Ausführung 

78) stoßspannungsfest; System mit definiertem Durchbruchsverhalten (controlled avalanche) 

79) zwei oder mehr Systeme in gemeinsamem Kühlblock 

80) veraltete bzw. nicht für Erstbestückungen geeignete Typen 

81) bei Unijunction-Systemen bedeuten: Spalte 6 = [Höcker- bzw.] Emitter-Spitzenstrom [A], Spalte 7 = min. 
Talstrom [mA], Spalte 8 = max. Emilter-Sperrstrom [4A], fett: Emitter-Restspannung [V], Spalte 9 = n (in- 
trinsic standoff ratio), Spalte 10 = Zwischenbasiswiderstand [k2], Spalte 11 = Bz-Strom [mA] 

82) Aufbau in DHD-Technik (Double Heat-sink Diodes) 

83) Aufbau mit Vielfach-Emittern in Overlay-Technik bzw. integrierter Struktur 

84) Halbleiter-Metall-System (Hot Carrier Diodes vu. a.) 

85) Schottky-Diode 

86) abschaltbarer Thyristor und TRIAC-System. Es bedeuten: Spalte 6:= (Rest-) oder Abschaltstrom [A], fett: 
Haltestrom [mA], in [] Flußstrom [A]; Spalte 7 = (Rest-) oder Abschaltspannung [V], fett: Flußspannung [V]; 
Spalte 8 = Steuer- oder Zündstrom [mA]; Spalte 9 = Steuer- oder Zündspannung [V]; Spalte 10: in [] max. 
Steuerleistung [mW] 

87) Bauelemente mit integrierter Schaltung, hier nicht aufgenommen 

88) für geregelte Stufen 

89) Transistorquartett für eisenlose Endstufen 

90) Drahtabstand 0,6 mm (vor 1967 = BFY 69 B; BFY 69 A mit 1,5 mm Drahtabstand wurde BFY 69. 
A-Typen sind seit 1967 rauscharme Ausführungen). 
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Anmerkungen 


91) Thyristor mit eingebauter Triggerdiode, oder Quadrac 
92) Zwei oder mehr Dioden mit gemeinsamer Katode 
93) Zwei oder mehr Dioden mit gemeinsamer Anode 
94) System mit reversiblem Volumendurchbruch 
95) System auf Schraubfuß oder Gewindestift 
96) Anschlußreihenfolge beachten! (z. B. BEC oder BCE statt EBC) 
97) Daten für induktive Last 
98) unterschiedliche Polaritätsangaben (pnp : npn) bei verschiedenen Herstellern 
99) magnelfeldgesteuert 
100) „programmierbarer" Unijunction-Transistor. Tabellenkopf:D, aber: Spalte 8 = Höckerstrom [A], Spalte 9 
= Talstrom [A], in (): bei ... V, Spalte 11: fett = Anodenstoßstrom, Spalte 12 = Gate-(Emitter-)-Katoden- 
spannung, in (): Gate-(Emiltter-)-Anodenspannung [V] 
101) mit Hilfskatode 
102) besonders für Hybrid-, Dick- und Dünnfilmschaltungen, z.B. als Chips 
103) Strahlungsoszillator (z.B. Gunn-, Laser- oder Lumineszenzdiode) 
104) elektronenoptisches Koppelglied, z.B. aus GaAs-Diode + Fototransistor (ausnahmsweise hier aufge- 
nommen) 
105) Typengruppe mit unterschiedlichen Paarungstoleranzen 
106) Impatt-Diode für Mikrowellen-Oszillatoren (Impatt = Impact ionization and avalanche transit time) 


Anmerkungen zum Typenvergleich 


Für den Werkstattgebrauch erschien im gleichen Verlag die „Transistoren-Vergleichs- 
tabelle‘, in der zu jedem gegebenen Transistortyp eine Reihe möglicher Ersatztypen auf- 
geführt wird. 

Die hier vorliegende KTT enthält dagegen die kennzeichnenden elektrischen Daten von 
Transistoren und Dioden mit gelegentlichen Vergleichshinweisen (Spalte 15), weil es bei 
Halbleiterbauelementen im Gegensatz zu Röhren kaum Typen verschiedener Hersteller 
gibt, die in allen Daten wirklich übereinstimmen. Für annähernde Übereinstimmungen 
sind jedoch die Grenzen fließend, und selbst elektrisch identische Typen können in 
einer gegebenen Schaltung unterschiedliches Verhalten zeigen, wenn ihre Gehäuse 
und damit ihre Temperaturabhängigkeiten voneinander abweichen. 

Daher wurden in die vorliegende Tabelle alle Daten aufgenommen, die für Typenver- 
gleiche zu bestimmten Aufgabenstellungen benötigt werden. Die einfachste Methode zum 
Auffinden eines geeigneten Ersatztyps besteht darin, daß man zunächst einen Papierstreifen 
unter die Zeile des zu ersetzenden Typs legt und die Daten, auf die es besonders an- 
kommt, auf den Papierstreifen überträgt. Man braucht dann nur noch mit dem Streifen 
Zeile für Zeile auf übereinstimmende Daten abzutasten, um die in Betracht kommenden 
Typen herauszufinden. Dabei läßt sich die Sucharbeit auf wenige Seiten beschränken, 
wenn man daran denkt, daß z.B.alle IN-Typen amerikanische Dioden und Gleich- 
richter kennzeichnen, daß alle 2N-Typen amerikanische Transistoren und gesteuerte 
Gleichrichter bedeuten, daß deutsche Germaniumtypen seit 1960 mit A beginnen, während 
Siliziumtypen als ersten Buchstaben ein B haben, usw. Bei ungenormten Typenbezeich- 
nungen wird man von vornherein alle Typen übergehen können, die einen anderen 
Tabellenkopf als der Mustertyp verwenden (vgl. den Kennbuchstaben in der ersten Spalte). 
Der Tabellenkopf und die zugehörigen Hinweise auf den Seiten 3 bis 6 bestimmen jeweils 
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Anmerkungen 


| | nn 


die genaue Bedeutung der Spalten 3 bis 14. Die beiden wichtigsten Tabellenköpfe (D = 
Dioden und Gleichrichter, T = Transistoren) wird man nach einiger Übung bald aus- 
wendig kennen, zumal der auf jeder Seite wiederholte gemeinsame Tabellenkopf als 
Gedächtnisstütze dient. Auch die Buchstabengruppen der Spalten 3 (Aufbau; vgl. S. 5) 
und 5 (Anwendung; vgl. S. 6) sind so gewählt, daß sie sich leicht merken lassen. Die Spalten 
6 und 7 kennzeichnen einen Arbeitspunkt bei Transistoren bzw. einen charakteristischen 
Kennlinienpunkt der Flußrichtung bei Dioden und Gleichrichtern, die Spalten 8 und 9 die 
entsprechenden Sperrwerte bzw. — bei Transistoren — den Reststrom und die Verstär- 
kungsdaten. Die Spalten 10 bis 14 geben die zulässigen Grenzwerte (Verlustleistung, Richt- 
oder Kollektorstrom, Betriebsspannung, Grenzfrequenz und Temperatur) an. Abweichun- 
gen von dieser Regel ergeben sich bei den Tabellenköpfen E, F, M und Z sowie bei einigen 
Gruppen (vor allem Thyristoren) aus den Anmerkungsziffern der Spalte 15, die auf den 
Seiten 7 bis 9 erläutert sind. 

Man gewöhne sich daher an folgende Prüfgänge vor dem Lesen von Datenzeilen: 

1. Gültigen Tabellenkopf feststellen (Tabellenspalte 1), 

2. Anmerkungen prüfen, soweit in Spalten 4,5 oder 15 eingetragen. 

Bei Typen, für die mehrere Hersteller angegeben sind, können Aufbau, Gehäuseform, 
Sockelschema und elektrische Daten voneinander abweichen. Grundsätzlich wurden daher 
bei den Grenzdaten (besonders für Verlustleistung, Ströme und Spannungen) im Zweifels- 
fall die (niedrigeren) Werte angegeben, die der betreffende Typ in jedem Fall vertragen 
müßte. Verbindliche Angaben können jedoch nur die Druckschriften der Hersteller ent- 
halten. 


Die in Spalte 15 angegebenen Hersteller sind lediglich unbewertete Beispiele, ohne An- 
spruch auf Vollständigkeit. An erster Stelle steht in der Regel die Abkürzung des Herstellers, 
aus dessen Druckschriften die Angaben der übrigen Spalten entnommen wurden. Die da- 
rauf folgenden Nennungen haben eine zufällige Reihenfolge, soweit sie nicht mit besonderen 
Hinweisen (abweichende Daten oder Gehäuse) verbunden sind. Gegenüber den amerikani- 
schen DATA-Büchern können die wichtigsten Daten eines Typs unmittelbar in einer Zeile 
gefunden werden, wie bei jenen aber muß sich der Benutzer mit Hilfs- und Schlüsseltabellen 
vertraut machen, bevor er wirklich mit einem Blick die Bedeutung der einzelnen Daten er- 
fassen kann. Hierzu seien einige praktische Beispiele aufgeführt. 


er 


. Eine Typenzeile, für die praktisch keine Daten vorlagen [62)], z.B. BFX 42 auf S. 53, läßt 
doch erkennen, daß es sich hier um einen strahlungsfesten [77)] Silizium-Planer-Transi- 
stor (T; SP) in TO-46-Gehäuse (LM) von Fairchild (Fd) handelt. 


. Bis auf die Angabe des Kollektorreststromes vollständig sind die Daten des schnellen 
Schalttransistors (sH) BFW 92 (fett, d.h. npn-Typ), der von MBLE, Mullard, La Radio- 
technique-Compelec und Valvo angeboten wird. Es ist ein Silizium-Planar-System in ei- 
nem TO-50-Gehäuse entsprechend DIN 50 B 3 (Jz) mit der Anschlußreihenfolge (3 =) 
B-E-C, das bei 2 mA Kollektorstrom und 1 V U., eine „Gleichstromverstärkung“ (fett 
mit =) von 20 bis 150 aufweist. Seine Verlustleistung bei 25°C beträgt 130 mW, der maxi- 
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Anmerkungen 


male Kollektorstrom 25 mA, die Kollektorspannung U., max. 15 V, die höchstzulässige 
Junctiontemperatur 125°C und die Transitfrequenz mindestens 1 GHz. 


. in der folgenden Zeile ist die Transitfrequenz nicht bekannt. Hier handelt es sich um den 


BFW 96, einen nicht mehr lieferbaren (m) MOS-Feldeffekt-Transistor deson- bzw.Verar- 
mungstyps (B), der von Mullard und Valvo hergestellt wurde und (bei abweichenden 
Daten) durch den Typ BSV 81 ersetzt werden kann. Das n-Kanal-System ist in einem TO- 
72-Gehäuse (entsprechend DIN 18 A 4) mit der Anschlußreihenfolge Source/Drain/Gate/ 
Gehäuse-Substrat untergebracht und verträgt eine Kanaltemperatur von 125°C. Dieser 
schnelle Schalter (sH) hat einen Gate-Source-Widerstand von 1 T{}, bei 2 V einen Drain- 
Source-Widerstand von 200 £} bei maximalem Drainstrom, einen Leitwert g 21 s von 
über 1,3 m$, eine Gesamtverlustleistung von 200 mW, 30 mA Sättigungsstrom und 30 V 
Durchbruchspannung. 


Auf S. 95 finden wir abschaltbare Thyristoren (sY) der Typen GCS-10 bis -40 der Electronic 
Control Corp. (EC). Hier besagt die Anmerkung 86), daß bei abschaltbaren Thyristoren 
und Triac-Systemen die Spalten 6 bis 9 andere Bedeutungen haben als bei dem an sich 
gültigen Tabellenkopf D für Dioden und Gleichrichter. Anmerkung 95) in Spalte 4 sagt 
aus, daß es sich um Systeme auf Schraubfuß handelt, der aber nach Anmerkung 47) in 
Spalte 15 vom Halbleitersystem elektrisch isoliert ist. Die Anschlußreihenfolge 2 bedeutet 
hier Kathode/Anode/Gitter. 


Besondere Tabellenköpfe gelten auch für alle Typen, die in Spalte 1 mit E bzw. e oder Z 
bzw. z beginnen, wobei Kleinbuchstaben wie immer für veraltete oder nicht mehr für 
Erstbestückungen geeigneteTypen stehen. Neben den andersartigen Bedeutungen derSpal- 
ten 6 bis 12 sind bei diesen Systemen weitere Spalten „zweckentfremdet‘‘ worden. Bei den 
Esaki- oder Tunneldioden (E, e) wird die Anwendungsspalte zur Angabe der Gipfel- oder 
Höckerspannung benötigt, während bei den Z-Dioden (Z,z) die Frequenzspalte13für den 
dynamischen Zenerwiderstand und die Temperaturspalte 14 für den Temperaturkoeffi- 
zienten der Zenerspannung vorbehalten blieben. 


Es kommt vor, daß eine Typenbezeichnung zwei- oder sogar dreimal hintereinander 
aufgeführt ist. In diesen Fällen muß man die oft weitgehend gleichlautenden Zeilen genau 
vergleichen, um zu erkennen, ob es sich um verschiedene Systeme mit zufälligen Doppel- 
benennungen, um Daten für ein System verschiedener Hersteller, oder nur um Ände- 
rungen eines Typs (z.B. T aus t, D aus d usw.) handelt. 


Diese Beispiele zeigen bereits, daß die Benutzung der KTT kaum schwerer als das Lesen 
von Börsenberichten oder Kursbüchern ist, wenn man sich einmal mit den Anwendungs- 
beispielen und ihren Ausnahmen vertraut gemacht hat — eine kleine Unbequemlichkeit, 
die in den genannten Fällen in Kauf genommen wird, um den Raumbedarf der Tabellen 
und damit ihre Kosten in erträglichen Grenzen halten zu können. 


Typenbezeichnungsschlüssel 


Europa alt: bei einzelnen Firmen: 

OA... Dioden FD... Flächendioden 

OAZ... Z-Dioden GD... Germaniumdioden 

OC... Transistoren GFT... Ge-Flächentrioden 

OD... Endstufen-Transistoren GSD... Ge-Spitzendioden 

OY... Gleichrichter MC... Si-Transistoren 
RL... Richtleiter 

in den USA: Ss Si-Dioden 

IN.» Dioden und Gleichrichter, in Japan = 1$... Ifass Flächentransistoren 

2N... Transistoren und Thyristoren, in Japan = 2$.... TS». Spitzentransistoren 

3N... Tetroden, Binistoren v. a. 2er Z-Dioden 

N... Vierschicht-Dioden u. ähnl. ZL... Leistungs-Z-Dioden 


Nachfolgende Ziffern sind laufende Typennummern oder kennzeichnen (z. B. bei vielen Dioden und 
Gleichrichtern) elektrische Daten. 


Typenschlüssel nach Associations Internationale Pro Elektron, Brüssel (seit 1960): 
1. Buchstabe: 


Ars. Germaniumbasis (0,6....1 eV) Gas Gallium-Arsenid (>1,3 eV) 
Bis Siliziumbasis (1...1,3 eV) Diss Indium-Antimonid (<0,6 eV) 
R Besondere Werkstoffe für Foto- IN... Ge-npn-Transistor] 


widerstände und Hall-Generatoren (CdS, PbS u.a.) 


2. Buchstabe: 
-A-. Diode, .B.. Abstimmdiode 
Nf-Transistor (Rth > 15 K/W) 
Nf-Leistungstransistor (Rth < 15 K/W) 
Esaki-(Tunnel-)Diode 

Hf-Transistor (Rth > 15 K/W) 
Hall-Feldsonde 

Hall-Generator in offenem magn. Kreis 
Hf-Leistungstransistor (Rth < 15 K/W) 
Hall-Generator in geschl. magn. Kreis 


Photo-Halbleiterbauelement 
Strahlungserzeuger (z.B. Lumineszenzdiode) 
steuerbarer Gleichrichter (Rth > 15 K/W) 
Schalttransistor (Rth > 15 K/W) 

Thyristor (Rth < 15 K/W) 
Leistungs-Schalttransistor (Rih < 15 K/W) 
Vervielfacher-Diode 

Leistungsdiode, Leistungsgleichrichter 
Z-(Zener-, Begrenzer-, Referenz-)Diode 


krrinmon> 
BERTERETE 


Bei japanischen Typen haben die 2. Buchstaben folgende Bedeutung: .A. = HI, pnp; .B. = Nf, pnp; .C. = Hl, 
npn;.D. = Nf, npn. 


3. Buchstabe: Kennzeichen der kommerziellen Verwendung. 


Nachfolgende Ziffern sind laufende Typennummern. 

Weitere Zeichen bei Z-Dioden kennzeichnen die Toleranz (C=+ 5%; D=.+ 10%) und den mittleren Wert 
(z. B. 6/8 — 6,8 V) der Zenerspannung. 

Ein P als Endbuchstabe hinter Ziffern kennzeichnet ausgesuchte Paare. 


Silizium-Gleichrichtersätze, die wegen des sehr reichhaltigen Angebots nicht in die KTT aufgenommen 
werden konnten, werden meist nach DIN 41 762 bezeichnet. 
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Dioden und Transistoren AO...AA 133 
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AA 134...AC 06 BS Dioden und 


12 3 14 Is le Mm I1a Is 
| | 

K Typ ‚Ab \Fo Aw Be lu | IN Una "ae Bemarkungen 

| | mA 'V Imw ImA |V MHz |°C 

| mat 1 
D AA 134 U 1,3515 10 135 50 55 . 4100| Tf;ers.OA 174 
D AA135 GG PU ı ons 2 100 150 20 [10] 100i Tf # OA 180; Co 
D AA136 GG PU ı 0m8 50 10 150 50 [10] 100 Tf# OA182D 
D AA137 G CpD 10 0913 10 110° 2357307, 100 Tf 
D AA 138 G CD 10 0,9 18 10 110 25 15 . 100 Tf 
D AA 139 Gi- #639. 10 0,5 100 10 65 200 20 “ 9%; TI 
D AA1L0,142 Gp Sv DP 10 1 4 10 10 10 30 . 100; Tl; AA 142:34mW 
D AA143 Gb KW HD2 03% 2% Bo 70 25 85; In 
D AA1dL Gb Cv UD10 0% 20075 60 0 . 85j In 
D AAY 11 Gb BED 0 3 6 5 B 35 60 751 Mu,MB 
DAMYI2 Gb Ci U 10 0% 1110 i 115 100 . 75 Mu 12) 
D AAY13 GB Cs 30 05235 25 65 50 25 O,5us 90 In 
d AYlk Gb E U 20 1 6 10 5 130 10 . 90 SH 
d AAY1S Gb Es 80 1 30 10 : 200 25 . 90 SH 
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DAY GEH 5 1 6 1% B 75 25 [100] 100j SH 0,6 pF 
DAB Gp E Hs 50 1 6 "0 2 50 100 [100] 100j SH 
D AM 30 Gb E s 10 0,4550 30 > 110 30 150ns 75; Va<1pF 
D AAY322 Gb Ef s 10 04570 30 £ 110 30 SOns 85j Va< 1,5 pF 
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D AAY3 Gp >BB’VM 2 05 10 0,5 Mv:5,5dB . . <40G 100} Mu,Va; Rz = 8,5dB 
D AAY 39 Gp >BBVMS 053 05 Mv:42dB. . <18G100j Mu,Va,MB;Rz=6dB 
D AAY39A Gp >BBEVMS 053 05 Mr:SsB . . <18G100j Mu,Va,MB:Rz=7dB 
D AAY4O G Ds VMi0 0525 05 : »...2.<12G100j Mu: Rz=8 dB 
D AAYAi GP Cv sX 100 0458 20 135 300 25 dus 100j TI2,8 pF 
D AAY42 G Br UD10 0825 50 ö 75 50. 90j Mu 0,8 pF 
d AAYA Gp Sr Da10 0830 10 160 75 25 i00ns .  SHO,2PF 
D AAY4S Gp 16)Q@ 10 1356 10 100 20 60 « 80 Tf 
d AAYA47 Gb Cv s 10 0,5 <10 10 B 50 45 200ns 85 Co 1,5 pf 
D AAY4S G By sD10 0,5 100 10 - 50: 40: &ns. a, CE 
D AAY49 Gb Cv nX 20 0,6 <5 10 150 40 250ns 85 Co 
D AAYSOR Gp Do’VM9 053 0,5 Mwv:4,4dB/O2erg.  <12G100j Mu,Va;-R:35) 4) 
D AAYSIR Gp Dp VM9 053 05 Mv:5.2dB/Olerg. <18G 100j :35) 4) 
D AAYSUR Gp Dp VM9 053 05 | O,lerg.  <18G 100j :35) 4) 
D AAY 53 Gp Be DV2 1 300 40 : 5 36 L1G] 60j 
D AAY SL Gp Be DU2 1 30040 t oo 3% . 60; 
D AAYSS G BeDHS 1 3 0 > 50 36 [400] 60j 
DIAAYSER. IGp KBETVM: 3W O,lerg. <4G 100j Mu,Va;-R:35) 4) 
D AAYSIM Gp BB"VM2 052 0,5 Mv:5,5dB/0,03erg. [26-40G]100 MB;-M: 37) 
D AAZ10T GE CH X10 rs: 10 0 10 2% . 100; Ti; Tm 
d AAZ12 Gb Ei s 30 0,252,0 10 = 100 30 SOns 75  Va,Mu 
D AAZ13 Gb E s 10 053% 8 2 Bois, %, 75  Va.Mu 
DAZU  G 16) xXa10 1 15 10 oo 10% . 80 TI 
D AAZ1S Gb Ef sU 10 0351 10 a 55 75 350ns 60 Va,MB,Cs 
DAZ1I Gb Es 10 035% 10 i 40 50 350ns 60° Va,MB 
D AMZIB Gb Es 10 03% 3 10 i 65 20 TOns 60 Va,MB,Cs 
DACMBET SV Lo iY . 22450025 [100] 2A -+200.  125j Cs.68 
D ACMRBIR SV Lo’ iY . 2,2+50 025 [100] 2A +200. 125) Cs 68, mKf 
D ACRDT SV Lo if . 22450025 L[100) 2A +40. 125j Cs 68 
D ACOEDIR SV lo iY ., 22450025 [100] 2A 4400. 1251 Cs 68. mkt 
DACKB SV 7)Y 104 1.9 +50 +3 6A +200 .  100j NE18)86) # Co 
D ACO6BRIBSRSV 72) iY . . +50-43 I<sm$A +200. 0586) 
D ACO6BS SV 104 1,9 +50 +3 | NE 18) 86) # Co 
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Transistoren AC 06 BT... AC 141 K 
3 ja Is 16 je 5 o In f2 ha 14 [ıs 

I I 
(RR IFo| Aw I I |Isp Uss/B IN Mic | Umox FE Imax | \Bemerkungen 
kl ‚ma IV 8 wA| IvI= Imw mA MHz °C 2 
AC0O6 BT SV 7, 1,8. 4100 03 (500) 6A +20. 125j Cs11) 
ACO6D SV Y 10a 19° +50 43 6A +400 .  100j NE 18)86) # Co 
ACO6DR/DSR SV E . +5043  ([<5W SA 340. ; Cs) 
AC06DS SV Y iA 4,9 450 +3 +400 .  100j NE 18)86) #4 Co 
ACO6DT SV ü 1.8100 03 [500] PN +400.  125j Cs11) 


AC1OB SV 10A 1,55 +50 +3 10A +200 . 100j NE 18) 86) # Co 
AC 10 BR/BSRSV i . . +50 +3 [<5W] 10A . P Cs 86) 
AC 10 BS SV 10A 1,55 +50 +3 10 + . 100j NE 18) 86) # Co 
AC10O BT SV i » 1,3 +100 0,3 [500] 10A . 1255 Cs 11) 
AC10D SV 10A 1,55 +50 +3 . 10A . 100} NE 18) 86) # Co 


ACI1ODR/DSR SV i ö n (< em) 2 . e Cs 86) 

AC 10 DS SV R + + 100} NE 18) 86) # Co 
AC 10 DT i . r (500] . 125j Cs 11) 

AC 105 8% 75j Tf;Ers:AC117 
AC 106 . . 75; Tf;Ers:AC117 


AC 107 A ; 75j 
AC 107 M } e 75j 
AC 108 } = 75j 
AC 109 75= 75j 
AC 110 Y 110= 7 75j 


AC 113 30-280 = 200 = 85j 
AC 114 >45= 110 B 85j 

AC 115 >55= 110 ‚ 85j 

AC 116 55-140 150 75j Tf4) 

AC 117, >60= 400 75j TE —R: {lz] 


AC 120 50= 600 SH; —R: [Lz] 
AC 121 100= 600 SH; P 73) 
AC122 40-300 225 i T14)73) Cs 1 
AC 122/30 85 225 | Tf4) 

AC 123 55-140 150 i Tf4) 


AC 124, R >42,5= 400 i TW—R: [iz] 

AC 125 80-170 500 i Va; # Tm 

AC 126 130-300 500 i Va; #Tm 

AC 127 65-200= 280 ji Va;kpl:AC132;SH 
AC 127/01 - MBi1 


AC 128, K 65-175 = 550 i Va;P;-K:[Ks] 
AC 128/01 J MBi 

AC128P . » 60-175 . Va; kpl: AC 176 P 
AC 129 >12 12 6 Tfgrau 4) 

AC 130 >25= 100 Va 


AC 131 120= 150 Tf; Kpl: AC 186 
AC 131/30 i 120= 150 i Tf 

AC 132 135= 500 i  Va;kpl:AC127 
AC 132/01 2 a MBi 

AC 134 . 45 130 B i AC 


AC 135 Ga s 130 . i AC 

AC 136 Ga . . - 110 . . - . AC 62) 

AC 137 Ha , Fi . 170 = f 3 . AC 62) 

AC138,-H Ga 720 . ji  AC,-H:(50V)mK173) 


AC 139 Ga (0) = n0 ; 90j ACH AC128;P 

AC 141 Ga (0) = n0 : 9 ACH2NELT;P | Kr 
AC1HIB Ga (6) 720 £ 90| AC#AC172 2) 
ACI4H Ga (400) (0) = ; 90; AC 

ACAWHIK Ga (400) (0) = : 90| ACAACIBIK; P 


Typ 


”---44. 77000 00000 00000 


T 
T 
T 
T 
T 


Duba anmnoo an"- 
“un 


444 44444444 


44444 4444 44444 
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AC 141 HK...AC 250 
3 a Is j6 |7 le lo oo In 2 Is 


Dioden und 


I1a 15 


Imox |Umax fa errungen 


mW mA IV MHz |°C 
T ACAIHK Ga 16) NL (400) (0) 860 12025 . TsiAc 
T AC142 Ga Kr NL (400) (0) 720 120020 . 90; AC#2N217;P mkf 
T AC1H2H Ga Kr NL (400) (0) 720 1200 30 . 90) AC 2) 
T AC12K Ga 16) NL (400) (0) 860 1200 20 . 90| ACH ACIBIK:P | 
T AC12HK Ga 16) NL (400) (0) 40-110= 860 1200 30 . 90j AC 
T AC150 GG lmeın2 6 4,5 55-140 60 100 (30) 15k 75j Tf4) 
T ACISır G Lg NU2 1.6 30-450 75 50 (32) 15 751 SH4)r «= rauscharm 
T AC132 G Lg NU10 056 30-150=600 300 (32) 1,5 75j SH; P 
t AC153 G Lw NU 300 (0) 10 50-250=600 500 (32) (1,5) 90 SH; —K: mKf;P 
t ACISK G KDNTI 2 


3 = 110 1A 32 15k 9j SH73) 


AC160A Gi ImrN 03 45 5 35.100 30 10 (15) (2) 75 Tir,ge;Fz:3dB 
AC160B Gi LmrN 03 45 5 80-250 30 10 (15) (2) 751 Tfgn,vi;Fz:3dB 
AC 161 Gi lg rNi 6 1575230 150 10 9 3 85 Co47)73) 

AC 162 Ga Lg NT10 2 10 110= 100 200 (32) (1,7) 75i SH 

AC 163 Ga lg NTi0O 2 10 160= 10 200 (32) (1,7) 751 SH 

AC 164 Ge Kr N 02 08 >40 = 40 10. | 

AC 165 Ga Kr rent 5 %= 1390 50 20 (0,3) 85 Al 

AC 166 Ga Kr NT135 1 50-315=200 500 20 (0,5) 85 A) 

AC 167 Ga Kr NT135 1 45-250=200 500 20 (0,5) 85 A) 

AC 168 Ga Kr NT 135 1 s0-200=20 50 20 (1) 85 Al 


AC 170 Ga lg N 2 ‘* 15 73= 9 200 (10) (1,7) 901 TI 
AC 171 Ga Lig N 2 6 15 120= 9 200 (10) (2,3) 90 Tf 
AC 172 G Kr rN (0,5) (5) 10 45-110 200 10 32 20k 90} Va;Fz:3dB 


AC 173 Gi Kr NT2 1 6 50.250 200 300 32 (1,5) 90 Cs47)73)1 

AC 174 Ga Kr NB 250 1 . 40-160=600 600 16 (2) 85 Cs 

AC 175 Ga KkN 10 2 35 90 TI; Kpl: AC 117 

AC 176 Ga Lg N 30 (0) 10 90; SH; Kpl: AC 153 
ACIIK Ga KDN 30 (0) 10 90; SH: Kpl: AC 153K 
AC1ITP G NL (300) 0. 90 Va: kpl: AC 128 P 
AC 177 Ga Kr NT 30 1 . 45.220=20 500 20 (0,5) 85ji Cs 

AC 178 G KEN 10 2 6 185= 180 700 (20) 10k 901 TI 

AC 179 G Ks N 150 2 10 185= 180 700 (20) 20k 90 TI;41) -+ AC178 
AC180.K.L Gi |Kr. NB 60 1 4 50-250 300 1500 16 (2) 100j Cs]47) 1\-LIKD] 
AC 181,K,L Gi |KD NB 60 1 8 50-250 300 1500 16 (3,5) 100j 73 1 -K [Ks] 
AC 182 Ge KNI 6 -50 200 150 18 . ; s 

AC 183 Ga KrNn 0, >isslash = 16). IC 

AC 184 Gi Lo’! NT 300 1 10 50-250=225 500 (32) (2,5) » Colys) 

AC 185 Gi Lg’ NT 300 1 20 50-250=225 500 (32) (45) - ce] 


AC 186 G LmN 150 2 10 120= 150 700 30 20k 90j Tf: Kpl: AC 131 


AC187,K Ga KDNLSO (0) 7 165= 800 1A (25) (3) 90 SH 
AC 187/01 ©  AC 187 mKf [©KD] MB 1 | Co, Va, Tf 
AC1B8,K Ga KDNLSO (0) 5 165= 800 1A (25) (1,5) 90 SH 


474423 444433 A449 4724 044444 04-774 044744 AHA 


AC 188/01 =  AC 188 mKf [*KD] MB1 

AC 191 Ga Kr rn 1 6 5 30.500 430 250 15 . 90| AC, mKf 73) 
AC1N Ga Kr NT 1 6 14 30-500 430 250 15 . 90 AC, mKI173) 
AC193 Ga Kr NL (400) (0) 14 130-400=1W 1A 15 %j AC,mKf, # AC 180 
AC193K Ga 16) NL (400) (0) 14 130-400=1W 1A 15 . 90; AC,mKf, AC188K,-P 
AC 194 Ga Kr NL (400) (0) 25° 130.400=1W 1A 15 . 90 AC,Kpl:AC193; P 
ACIIYHK Ga 16) NL (500) (0) 25 130-400=1W 1A 15 . 90| AC,Kpl:AC193K; P 
AC 230 Ga Kr N 05 2 . 20-40= 50 10 (10) . 60| Al;Kpl:AC 330 
AC 240 Ga Kr N 3 2 . 30.50= 50 10 (10) . 60 Al;Kpl:AC 340 
AC 241 Ga Kr N 3 2? . 50-80= 50 10 (10) . 60; AJ;Kpl:AC 341 
ACU2 Ga Kr N 3 2 80-150= 50 10 (10) . 60| AJ;Kpl:AC 342 
AC 250 N 2 40-120=50 Al:Kpl:AC 350 
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Transistoren AC 251...ACY 38 
la Is | 17 |10 ın ı2 13 114 115 
|Fo |AwIr Ur Is Usp/B N IImax Umas fo \'ma Bemerkungen 
mA |V Ina lV/- mw mA v._ |MHz °C | 
T 10 r T u FE 
0,5 
3 


T 7 


us’. ij  Al;Kpl:AC 351 
(4) . i Al; Kpl:AC 230 
2%) . ji  AJ;Kpl:AC 240 
(24) .» i  AJ;Kpl:AC 241 
(24) . i Al;Kpl:AC 242 


32) . ji AJ:;Kpl:AC 250 
(22) - i  Al;Kpl:AC 251 
(16) j 
(16) 
(16) 


(16) 


an... 
am 
>» 


PER er 


25-45= 160 
35-65= 160 
55-120= 160 
20-42= 150 


35-65= 150 
55-90= 150 
70-120= 150 
30-70 90 
50-100 90 


80-120 90 

40-150= 120 
50-300= 120 
50-300= 120 
50-120= 120 


50-150= 120 
50-150= 120 
50-250= 120 
17-40= 150 
30-60= 150 


45.85= 150 
65-110= 150 
45-110= 150 
20-60= 100 
100= 800 


65 160 
65 160 
120 160 
60 260 
9” 260 


75 260 
70= 100 
60 400 
20-55 200 
45-150 


45-145 

60-200 

70= 

= 

75-250 Co 47) 73) 


O=+=0W DunnN 
on @ 


un 


ONAS aaa Hoaaa 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 


PEN 


oo ooaoaaa ooaaoo 


ACY 39... AD 1203 Dioden und 


n 2 Is 14 Jıs 


Ur | ‚Is Us,/B IN Imax Umox fg tmox Bemerkungen 
Iv Inalvy- | mA V  |MHz |°C 


2 
ACY 39 ? soo ' ) '90j 
ACY 20 i 1 500 (0,8) S0j 
ACY 41 i 2 500 (0,6) 90j 
ACY AL i k 500 WM 
ACZ 10 j . 300 : 


AD 51..54 . . . s R 5A 
AD 103 0,5 3mA>20= 22,5W 
AD 104 0,5 3mA> 12,5= 22,5W 

AD 105 0,5 3mA>12,5= 22,5W 

AD 130 [0,6)5mA>20 = 30W 


AD 131 [0,6)5mA> 20 = 30W 
AD 132 [0,6)5mA > 12,5= 30W 
AD 133 3mA>20= 30W 90; 
AD 134 3mA>20 30WV . 90j 
AD 135 3mA > 12,5= 30W . 90) 


AD 136 0,4 >20= 9W 90; 
AD 136 ° 04 75= 9W 90; 
AD 138 3mA >50= 12W 90; 
AD 138/50 I3mA>50= 12W 90; 
AD 139 25 > 30= 13W 901 Va; 9) ers. OC 30; Tf 


AD 140 - 30-100= 35W . i Mu 

AD 142 100 (30-170=) 30 W . AC9) # AD149 

AD 143 100 (30-170=)30W . ji AC9)#OC26,AD150 
AD 145 160 (30-170=)30W A i AC9) 

AD 148 150 30-100= 11W SH 9); ers. TF 80/30 


AD 149 150 30-100= 30W i SH 9), Va; Tf, Co; P 
AD 150 150 30-100= 30W SH 9); ers.TF 80/30; Tf 
AD 152 30 50-150= 6W Tf 

AD 153 100 30-100= 33W Co 9) 73) 

AD 155 20 >40= 6W (32) 189), P 


AD 156 5 >50= 6W (32) 1Sk 90j SH9);P 

AD 159 ImAuB= 9W (40) (0,3) 90 Tf9) 

AD 160 1mAls= IWW (40) (0,3) 90 TI9) 

AD 161 0)25 75-190= 3W (32) 8) 90 SH41)73), Va,Tf 
AD 161 P 50-190= (32) 10k 90j Va;kpl: AD 162 P 


AD 162 P -  50-190= (32) 10k 90) Va; kpl: AD 161 P 
AD 162 7 50-250= 6,5W 2A (32) (1,5) 90 SH 73), T1; P,Va 
AD 163 150 12,5-60= 30W 3A (100) (0,35) 90| SH 73) 

AD 164 <20110= 6W 2A (25) I1k 90j 

AD 165 15 110= 5,3W 2A (25) 20k 90j 


AD 166 1mA 40.250= 27,5W 5A 40 (3) 100j 
AD 167 1mA 100-250= 27,5W 5A 100j 
AD 169 30 35-160= 6W 2A 
AD 251-254 . . 25A 
AD 262 -30= 10W 4A 20 (0,45) 100; 


AD 263 >» 20= 10W 4A 40 (0,45) 100j 

AD 501 . * 50A 100 . 5 
bis bis 

AD 1001 100A 100 

AD 1002 100A 200 


AD 1003 100A 300 

AD 1004 £ En : 100A 400 z 

AD 1202 (30) 14 20 40 j 1,5A (45) 02 75i 

AD 1203 (30) 14 20 40 : 1,5A (60) 02 75j Tm9)P 


1444 


90; 

90j 

90; SH: rs: AUY22 
90; SH 9); P 


90, 
90, 


©0000 0000 


= 2737 43=-=--a 


ao aoanoo 


ooo 


AND Ma==0 OZNNND DU-ND NDUNND- 


en 


7 
r 

t 

! 

Hr 
U 
T 
T 
T 
T 
T 
bu 
T 
T 
nr 
T 
T 
T 
T 
En 
T 
T 
iz 
T: 
T 
T 
T 
IR 
d 
T 
T 
d 
d 
d 
d 
d 
(U 
T 


oovu vu va ovoo 


18 


Transistoren AD 1501... AF 109 
7 ie 9 lo |n 2 [a 1 |ıs 


U Is Us/B | N Imox |Uma mox| fg |'max | Bemerkungen 
HA V/- Imw mA |V wie Ic & | 
+. F 17504 100 ' Fu 
bis bis 
d AD 1504 R . 5 E . 150A 400 . 3 Sk 
d AD 2001 . R . . . . 200A 100 . « Sk 
bis bis 
d AD 2004 F . . . 200A 400 . . Sk 


T ADY18 re; SE ; N er Br \77)) 

T ADY2 Mi NL 1A 100 15-50= 30W 10A (30) 0,25 85j SA,SC,In 
Mi NL 1A 100 20-60= 30W 10A (80) 0,25 85} SA,SC,In 

Mi NL 1A 100 50-100= 30W 10A (80) 0,25 85j SA,SC,In 

Mi NL 1A 100 20-60= 30W 7,5A (100)0,25 85j SA,SC,In 


Nc Ls (5A) 200 40-120=100W 25A (80) 0,1 %j Va9) 

Mi NB 500 2 150 30-100=30W 3A (32) 12k 90} SH9);P, 73) 
Mi NL. . 45W 6A (80) - . Co 

Nt NL 15A 2 . >50= 150W . 30% 1. 1105 RT 

Na®’NL 150A 0,3 . > 15= 85W Le 1105 RT 


Nq’NL 150A 0,3 >»15= 3W . 0% . RT 

Ne LN 5A 2 200 22= 45W 15A (50) 0,08 90} Va9) 
Ne LN 5A 2 200 <25= 15A (80) 0,1 90 Va9) 

U 5591 » 0,15300 1N 65 1,6G 100j Ti 20mW 
Sh 55 1 » 0,15 300 1Nn 65 1,6G 100} Tf20mW 


Ss Lit Z’ 20-2003-30 — 400 30 [0,1] 125 Ak 65) 
SP LI” AA [2nA] [0,5]. <0,15 [>8] [0,14] 200i Ak 21) 37) 
SP U” AA [2nA] [0,7]. <0,3 [>8] [0,14] 200j 

F AE2213N SP LI” AA [2nA] [1] . <0,6 [>8] [0,14] 200j 

F AE2MUN SP LI)” AA [2nA] [1,5]. <1,5 [>8] [0,14] 200j 


oaoooao aaaga oooao 


VVvVi 


AE221SN SP LI)” AA [2nA] [2,5]: 1-3 [>8] [0,14] 200 
[62 


AENI6N SP LI” AA anal B3,5]- 2-6 
E AEY11 Ga Lm 55 0 17 1 7 (310) 75j 
E AEY12 Ga Lm 55 15 ‚8 0,4 (200) 75j 
E AEY13 Sh’’ 50 2 . . - 6 70 


Sh’’ 50 2 P D 8 70 
Sh’’ 50 2 . . E 10 70 

> BB’ 31) ge x ® s R 1-18G 150 
Dw 65 . h N R ® 
Dw 70 ,, 5 


Dw 75 

Dw 75 

Dw 80 

Dw 80 B . . R 

Dp 31) E ä 5 5 12-18G 100 Mu,RT;-R:35) 
Sh’’ 75 . . . 100 SH 0,6-9pF 
Sh’’ 75 Ber 5 s 100 SH 0,9-1,2pF 
Sh’’ 75 . A « 100 SH 1,2-1,5pF 
Sh’’ 75 . ; . 100 SH 1,5-1,8pF 


GK. ee : We FE PS 39) 


8] [0,14] 200j 


v„anoana naooo0o naoo0 a 


as . . . B . . > . PS 39) 
Kh HM 0,5 . 14 75; Tf4) 
 ) (180) 755 Va,Tf 


Gi KhH 05 : (22) 75j Ti; Ers: AF 137 
GM Lm’HV 1 (220) 75j SH, Tf, Va 
GM Lb H 2 (330) 90| SH '9) 

GM lb H 2 (30) 90) SH 9) 

Gd Lm HV 2 = (200) 75j SH, Va 


AF 109 R...AF 252 Dioden und 
ı la la Is Is le Io 10 I" 14 115 


K |Typ \Ab |Fo |AwIr U I, Us,/B N Imox |Umox \'mox Bemerkungen 
| ee | mA |V °c| 


’ T 7 r T 1 
AF109R ji Lm’VM 1,5 5 10 (20) [200] 90 TI,SH 47), Va 
AF 111 = e » 50 75j In 
AF 112 LA = e r i In 
AF 113 LA . i ı JIn 
AF114 Lf 0 i SH,Va; Ers: 


AF 115 Lf >W0= SH,Va; Ers: 

AF116 if >W= SH,Va; Ers: 

AF 117 Lf >W= SH,Va; Ers: 

AF 118 Lf 130 Va, SH 

AF 121 Lm 80= i SH; Ers: AF 200, 201 


AF121 Lm (2) so 135) 
AF121S Lm (3) [83-100] 105 
AF 121/07 Lm”HU . 
AF 122 Ly MO 3 
AF124 Lm’VA (1) 


AF125 Lm’VM (1) 
AF 126 
AF 127 
AF 128 
AF 129 


AF 130 
AF 131 
AF 132 
AF 133 
AF134 


AF 135 Lm’ HM 1 
AF136 Lm’ HM 1 
AF136T Im’H (1) 
AF 137 Lm’ HA 1 
AF137T Im’H (1) 


AF 138 Lm' HA 1 
AF 139 Lm’HV 1,5 
AF 166 LE He 
AF 170 LF MO1 AC/2N1639, 
AFI72 LH 1 ACY/2NI638, 


AF 178 LI MO1 12 10 i Va, Tf, Mu, MB 
AF 179 Li B s . . . ji Mu1,8pf 

AF 180 Li (10) 10 Va, Mu 

AF 181 Li 9 Va; TfO,4pF, 
AF 185 Li Va 


AF 187 
AF 188 
AF 189 
AF19 
AF 193 


AF 200 
AF 201 
AF202 
AF2O2L 
AF202S 


AF 239 
AF239S 
AF 240 
AF 251 
AF252 


-—-...4 


- 4... 
au. an 
r areen 


>60 
150 


150 


Tfrt/bn 4) 
In 


In 
In 
In 
In 
Tf; ers. OC 615 


Tf; ers. OC 615 
Tl; ers. OC 614 
Tm 
Tf; ers. AF 105; 
Tm 


Tf; ers. AF 105a 
SH, Tf, Va, # 
ACY/2N11B80, 


- + 444 44444 


u 


o°© 


u“ 
{=} 


_ 
[ 


wwwsa anna ananan anaam nu: 
2 


erh 
Dun 


oz 
Ama au 
un 
z 


> 


ZLEIII IIIII Zr 
000. 


wwWwww 
a Prr 


©: 


(650) 90 Tf,SH 47), Va, MB 

(780) 90 SH, # Va 47), MB 

(650) 901 SH 88), Va, MB 
(20) (750) 90; TI; Rz:4,8dB 
(20) (650) 90) Tf: Rz: 5,2 dB 


00 


! 

T 
T 
T 
T 
7: 
T 
T 
. 
T 
Ti 
AL 
T 
T 
PR 
T 
T 
T 
T: 
T 
IL 
Ar 
T 
Yu 
! 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T: 
Al; 
T 


AAS 
Button 
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Transistoren 
3 


la Is le 
Ab |Fo |Aw; 
| ma IV 


'9 


I} 


10 X 12 113 14 


1} 
Is Us,/B N 
HA V/- mW mA 


fa 


Inax Umox 


AF253...AH 47 


Imax Bemerkungen 
MHz \°C 


47-4 4444-4 


AFY 40,-R 


AFY 41 
AFY42 
AFZ 10 


AFZ 11 
AFZ 12 
AG 0512 
AG 1012 
bis 

AG 6012 


AH 101 
AH 102 
AH 103 
AH 104 
AH 105 


AH 106 
AH 131 
AH 132 
AH 133 
AH 134 


AH 235 
AH 236 
AH 237 
AH 238 
AH 239 


AH 240 
AH 241 
AH 242 
AH 243 
AH 244 


AH 245 
AH 246 
AH 247 


T 
GP 


G 
GP 
GP 


GP’ 


GP’ 
GM 


GM 
GM 
Gd 


G 
Gi 


GM 


GE 
G 


Gd 
GM 
GM 


GM 
GE 
GM 
Gi 
Gi 
Gd 
Gd 


Ss 

Ss 

S 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 


Sv VvU2 
U 
Sv VU 1 
I WW. 
Jh’ vA2 


li’ MO2 
lb H 10 
lb H 10 
im H 1 
Im H 1 


Ks H 1 

le H 05 
Lm HV 1,5 
Li HV 10 
Lo sH 100 


im H 1 
40) vo 2 
Lm VA 2 


Lm VA 3 
Im h (5) 
Lm HV 5 
Lm MO? 
Ke HO 10 


LE HV (1) 
Lm H (1) 
LG 25A 
LG 25A 


LG 25A 


Sh”’ KA . 
Sh’ KA . 
Sh’ KA . 
Sh’ KA . 
Sh’’ KA . 


Sh’ KA. 
BB’ KH’. 
BB’ KH’. 
BB’ KH’. 
BB’ KH’. 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 


BB’ 45). 
BB’ 45). 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 
BB’ 45) . 


BB’45) . 
BB’45) . 


Et T 
<5 > 10= 


anan una 


>10 = 


0,5 28= 


5s0o= 


25= 
>25 


40 


100 :25m\W 


150:40mW 
350:100mW 


wwwww wwwWww 


15-30mA70-90V . 
15-30mA70-90V . 
15-30mA70-90V . 
15-30mA70-90V . 
15-30mA70-90V . 


15-30mA70-90V . 
15-30mA70-90V . 
15-30mA70-90V . 
30-50mA80-110V. 
30-50mA80-110V. 


30-50mA80-110V.. 
30-50mA80-110V. 
40-60mAB85-120V.. 


- 


ann. 


100:15mW 


mann 
wu 


(25) (> 170) 90; 


(780) 90; 
(780) 90j 


(550) 90j 
(330) 90j 
(400) 90j 
(220) 75 
(50) 85j 


(40) 75j 
(13) 85j 
(480) 75j 
(500) 90; 
(350) 90j 


(5) 85j 
(3.56) 90j 
(600) 90; 


(500) 90; 
(700) 90; 
(650) 90j 
(650) 90j 
@5) 75j 
(140) 75j 
(180) 75j 
: 150 

150 


150 


r 
(20) (550) 901 Tf;Rz:4dB 
13 Fi Tr1 


Tf; Rz: 5,5 dB 
Va, ers. AF239, MB 6 
SH,Tf6,Va 


SH, Tf6, Va 

SH 9) 

SH 9) 

SH, Tf; ers. AF 106 
Tr 


Tf 

Tf73) 4); ers. AF 101y 
SH, Va, Tf 

SH 9) 73) 

Va 9) 


Tf 62) 

Tf 62) 

Tf 

SH; ers. TV 44 
SH 


SH 

Va;-R: 15V 
Va 0,17 pF 

SH 47) 

Tf; Ers: AFY 14 


Mu 1,1pF 


Cs 0,2-0,5 pF 
Cs 0,2-0,5 pF 


Cs > 30 mW 
Cs > 30 mW 
Cs > 30 mW 
Cs > 30 mw 
Cs > 60 mW 


Cs > 60 mW 
Cs > 60 mW 
Cs > 60 mW 
Cs > 90 mW 
Cs > 90 mW 


Cs > 90 mW 
Cs > 90 mW 
Cs > 140 mW 
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AH 248...ASY 50 


1 
K 


44477799494 7477440 0 
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T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
T 
T 
t 
D 
D 


2 
Typ 


AH 248 
AH 249 
AH 250 
AH 251 
AH 252 


AH 253 
AH 254 
AH 255 
AH 256 
AH 257 


AH 258 
AH 271 
AH 272 
AH 273 
AH 274 


AH 275 
AH 276 
AH 277 
AH 278 
AH 301 


AH 303 
AH 305 
AH 321 
AH 325 
AHY10A 


AHY10B 
AHY10C 
AHY10D 
AL 100 
AL 102 


AL 103 
ALZ 10 
AM 005 
AM 015 
APY 10 


APY 11 
AR 16 
bis 
AR24 
ARA25P 


ARA46P 
ASY12 
ASY 13 


ASY 14-1/-3 


ASY 24,B 


ASY 26 
ASY 27 
ASY 28 
ASY 29 
ASY 30 


ASY 31 
ASY 32 
ASY 48 
ASY 49 
ASY 50 


3 


fr Fo 


oon O>>>> > 


\4 


BB’ 45). 
BB’ 45) . 


Aw 


4 7 is 
Up Ip USB IN 
\ImA |V |uA|V/- mw 


10 In 
Incx |U, 


mA |V 


R 3 


mox 
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Dioden und 


14. 15 


Imox Bemerkungen 
< 


40-60mA 85-120 


60-90mA 90-120V 


60-90mA 90-120V . 
60-90mA 90-120V . 


60-90mA 90-120V . 


15-40mA 55-80V 
15-40mA 55-80 
15-40mA 55-80V 


15-40mA5S-80V I 


15-40mA 55-80V 
15-40mA 55-80V 
15-40mA 55-80V 
15-40mA 55-80V 
n=0,5%1.2 


Dry ge re er er 


100 40-250= 
100 40-250= 


100 49.250= 
2 9 
20nA 50 
50nA 150 


oo nnomm © 


300 50 
300 1000 
15000= 


10000= 
>20= 330 
>20= 330 
20-100= 110 
= 100 


>30= 125 
>50= 125 
30-80= 125 
50-150= 125 
100 150 


>30= 125 
>50= 125 
(>30) 600 
1,7 30-125= 150 
12 15-80= 200 


10W 


“Je sow 
(12) 20 


aww Dwwww 


Su 


40-60mA85-120V . 
40-60mA85-120V . 
50-75mA85-120V.. 
50-75mA85-120V. 


50-75mA85-120V . 
50-75mA85-120V.. 


T T 
9-10G 


10-11G . 


11-12G 
8-9G 
9-10G 


10-11G 
11-12G 
8-9G 
9-10G 
10-11G 


11-12G 


Cs > 140 mW 
Cs > 140 mW 
Cs > 140 mW 
Cs > 200 mW 


12-13,5G. 
13,5.15G. 
15.146,56. 


16,5-18G 


12-13,5G 
13,5-15G 


15-16,5G.. 
16,5-18G . 


[+00] 


(100) 
(100) 
[15] 
(15) 


(4) 
() 


3) 
“ 
150 


50 
bis 
1000 . 
30 


40 
32 
60 
(80) 
20 


(30) 
(25) 
(30) 
(25) 
25 


(30) 
(25) 
(64) 
(100) 0,5 
(20) 0,5 


), 1; 
Tr, 


1 V/KG 4) rı 


AC9)P, #2N 


AC9)P; 4 2N 2% 
Tr 

Py 

Py 

s. Fotohalbl. 


s. Fotohalbl. 


Va; kpl: ASY 26, 
Va; kpl: ASY 27, 
Tr 


Va 
Va 
SH;73) ers.TF66/60 
SA 


SA, In 


Transistoren ASY 52...AU 113 


ASZ 1015 Gı Mk Ls 1A 1 20mA 20.55 20W 6A 60 0,25 90} Tm9) 
ASZ 1016 Gi Mk Ls 1A 1. 20mA 45.130 20W 6A 48 025 90| Tm9) 
ASZ 1017 Gi Mk Ls 1A 1. 20mA 25-75 20W 6A 48 0,25 90} Tm9) 
ASZ 1018 Gi Mk Ls 1A 1. 20mA 30-110 20W 6A 60 0,25 90 Tm9) 


AT 220 Gd Mi’ LC 7A . .» 430 . 1A. 5 [90] AC 


Ur 13 4 15 6 7 ie [10 n I2 113 Is |ıs 
I | I f I | 
K Typ Ab |Fo Awilr Ur Iso] [Us/B IN [me [Umelfg © \fmen|Bamerkungen 
| ma |V nal V-  |mW ma |V MHz 1°C 
T ASY52 G ".tBHUN8 0, 34, % 7 > 20 150. (60) 05 751 SA 
T ASYS53 G LBU 5 (0) 8 15-80= 100 . (20) 0,5 755 SA; kpl: ASY 50 
T ASYS4 G LB H 100 0,2 2,4 15-95= 200 . (30) 6 75j SA 
T ASYSS5S G LB H 100 0,2 2,4 25-125= 200 . (20) 11 75; SA,Jn 
T ASYS6 G LB Hs 10 (0) 4 25-.60= 200 . (16) (2) 755 SA,IJn 
T ASY57 G LB Hs 10 (0) 4 30-80= 200 . (16) (3,7) 75j SA,Jn 
T ASY58 G LB Hs 10 (0) 4 40-100= 200 . (16) (7) 75; SA,In 
T ASY59 G LB Hs 10 (0) 4  60-150= 200 P (16) (12) 755 SA,Jn 
T ASY60 G LB Hi 100 0,150,7 25-125= 200 a (20) 11 75; SA 
T ASY61 G LB Ar 4 4,5 2,5 20-100= 100 . (30) 5 75j SA; kpl: ASY 54 
T ASY& G LB H. 3 452 >235= 1080 . (20) 8 75j SA; kpl: ASY 55 
T ASY7O G lg sN 5 5 5 30-.150= 800 300 (32) (1,5) 85j SH 73) 
T ASY7 Ga Lı nX 3 si" 3 > 235= 115 400 (5) (>4) 85j Va OC 139 
T ASYT7U Ga Li nX 3 5 3 s>R= 115 400 (5) (> i 
T ASY75 Ga Li nX 3 5.3 >65= 115 400 (5) (> 
T ASY76 G Li s 300 (0) 4,5 25-130 500 300 32 
T ASY77 G Lisg 300 (0) . 25-130 500 300 60 
T ASY80 G li s 600 (0) . >40 500 300 40 ) 
T ASY81 Gil As 1 6 5 20-100 150 300 ..35:4 '2 85j Co 10) = SFT 243 
ı ASZ1O Gi Kes 4 0,253 70= 150 250 30 (20) 75j Tf;Ers: ASY 30 
t ASZ 11 Gi Et s 3 5,3 F 200 20 (3) 75j Va;Ers:ASY31 
t ASZ12 6). SE 8 3 3. 3. >a3mir, 200 20 (5,5) 75} Va;Ers:ASY32 
T ASZ 15 G Mh Ls 30 14 100 >20= 30W 6A (80) 0,25 90} = 
T ASZ 16 G Mh Ls 1A 1 100 45-130= 30W 6A (60) 0,25 90j 
T ASZ17 G Mh Ls 1A 1 100 >25= 30W 6A (60) 0,25 90j Va=0C35, Co 
T ASZ18 G Mh Ls 1A 1 100 >30= 30W 6A (80) 0,25 90 VaO0C36,Co 
T ASZ20 Gd Lf sH (1) (6) 2 >0,97 100 15 (40) (40) 755 Mu 
t ASZ21 Gd Lm sX 30 1 2 250= 120 30 (20) (300) 75j Va, Mu 
T ASZ2 Gd . 5 s . . s . R . . Mu 
t ASZ23 Gd Lf sO 1 24) 2 . 100 100 [2] ins 755 Va,Mu 4pF 
tı ASZ3O Gi Khs %4 0253 70= 30 250 30 20) 75; Tf;Ers: ASY 24 
4 
T 
3 
u 
"; 
u 
Bi 
u 
T 


AT 270 Ga Kr s 10 0,5 0,2 25-130= 430 250 30 5 90 AC, mKf; # SFT226 
AT 275 Ga Kr s 10 05 0,2 25-130= 430 2350 20 >5 90j AC,mKf: # SFT228 
AT 605 Sdö Mi ls 2A 10 2 20= S0W 4A 250 . 150 AC9) 

"T AT 620 Sdö Ma LN 15A 2 40-200= 25W 4A 25 (0,75) 1751 AC9) 

TT AT 630 Ga Ma LN 1,5A 2 100 40-200= 10W 4A 235 . 100j AC 9) 

IT AT/S11 TE Aa 5 120 10% 10 . AT 

IT AT/S12 Gatet. - 72; Be. 120 100 18 10. AT 

I ATZ10 Gd KosN 2) 1 50 21 15 25 (35) dus 55 Mu 

tt AU 101 G Mi L (10A) (0) 10mA14-50= . 10A (120) (0,4) 90j Va 

t! AU102 G Mi T (10A) (0) 10mA >8= . 10A (40) (0,4) 90| Va 

TT AU 103 Gd Mi sA 10A 1 10mA >16= 10W 10A 155 (20) 90 Va9) 

TT AU 105 Gi Mi sL 5A 2 500 50-200= 27,5W 10A (130)(5) 100j SH 9) 

TT AU 106 Gd Mi HsL6A 1,3 0,3 15-00= SW 10A (320). 90 AC9) 

T” AU 107 Gd Mi HsL700 2 1 35-120= 30W 10A (200) . 501 AC9) 

T’ AU 108 Gd Mi HsL700 2[200mA]35-200= 30W 10A (100) . 9% AC9) 

T’ AU110 Gd Mi HsL1A 2 0,5 20-90= 30W 10A (160). 100| AC 9) 

T’ AU Gd Mi HsL6A 1,3 0,3 15-800= 5W 10A (320). 90 AC9) 

T AU12 Gd Mi HsL6A 1,3 0,3 15-40= SW 10A (320). 9% AC9) 

T AU13 13 0 10A (250) 1,515 90j 
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AUY 10...BA 112 
14 Is I6 
jFo | \Awilr 
| mA 
AUY 10 a 
AUY 17 
AUY 18 


AUY 19 
AUY 20 


AUY 21 
AUYMA 
AUY? 
AUYNA 
AUY27 


AUY28 
AUY 29 
AUY 30 
AUY 31 
AUY 32 


AUY 33 
AUY 34 
AUY 35 
AUY 36 
AUY 37 


AUZ 11,D 
AY 102 
AY 103 K 
AY 104 
AY105K 


AYY10-120 
B10 A-A 
bis 

B34 B-B 
B4OC... 
BSBOC... 
B-177 
B-178 
B-179 


8403 
B-1013 
B-1013 A 
8-1013 B 
B-1017 


B-1274 
B-1274 A 
B-1274 B 
B 5000 
BA 100 


BA 101 
BA 102 
BA 103 
BA 104 
BA 105 


BA 108 
BA 109 
BA 110,-G 
BA 111 
BA 112 


---44 4444-4 044444 


4444 - 


3A 


t 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
Tr 


000409 00000 O-H-H--4 AH44 1 


24 


| U, I, 


7A <0,77 1mA > 320 


ls Io 10 


Us,/B N 
nA |V/- mw 


"2mA>40= 6W 


150 20-100= 11W 
150 20-100= 30W 
150 20-100= 30W 


3mA12,5-60=30W 
0,4 12,5-60=36W 
3mA12,5-60=30W 
0,35 12,5-60=36 W 


so 33= 30W 
ImA20-100= 30W 
> 45SWw 
45W 

1517 


45W 
150 12,5-40= 30W 
0,45 35-260= 15W 
0,45 100= 15W 
0,25 30-110= 30W 


6 20 60= 6W 


<1 500 > 200 
<1,5100 > 50 
1 500 250 


0,7 100 85 


25w 
25W 
25w 


5w 

7 
: (5w) 
25 25W 


50-120 60W 
50-120 60W 
50-120= 60W 
30.250= 25W 
10 


250 


Rs=0,50 . 


Dioden und 
1 12 hs 


Imax |Umax Imax en 
mA |V K je c 


— 
60 (120) 75j 


B IM 


Va,Mu 

62) 

SH 9) 73) 
SH 9) 73) P 
SH 9) 73) P 


SH 9) 73) P 
AC9)97) A ASZ16,17 
SH 9) 73) P 
AC9)97) # ASZ 15,18 
62) 


Tf9) 
SH 9) 73; P 


45 (0,35) 100j 
(64) Ik 90j 
(80) I1k  90j 


(65) 0,2 100j 
(65) (0,3) 100j 
(80) 0,2 100j 
(80) (0,3) 100j 


(90) 10us 
(50) (0,3) 
(100) - 
(60) 

(80) 


(60) .» & 

80 (0,35) 90j 
(70) (2,5) 100j 
(70) (3)  100j 
(100) (0,4) 100; 


(50) 2 >3) 75j 
90j 
90j 
90; 
90j 
75j 


90j 
100; 


AC #AD136,AUY18 
AC # AD136,AUY18 
AC9) + AD130-132 


Tf,-D:2 MHZ 
AC, # 1 N 4785 
AC, mKf 

AC 

AC 


Mu, Va 12), MB 
A) 


A) 


In 56) 
In 56) 
Bx 
Bx 
Bx 


Cs, s. Fotohalbl. 


Tf10..35pF 
Va 20. .45pF 
| SH<260pF 
| SH<20pF 
| SH<10pF 


j SH<35pF 
Va 20. .45pF 
Jn,8/i2pF; -G: 23) 
In,Br45. .65pF 
In,Br80/120pF 


150 
150 
150 


8,8G 
2.9G 
3,2G 


Transistoren BA 113...BA 181, A-C 
2 3 ls |s je |7 Is jo lo In I2 ha J14 15 


K Typ Ab Fo Awlr Ur [ss /Uso/B IN HuorlUmaffa |IfmaxiBemerkungen 
| Ima |V Ina V/- mW ima V IMHz ec 
? Tragen u Hose 


+ 


D' BA1ı3 sd Cr K 60 '091 2 ; . 5 0,5] .  1n, 1300-1500 pF 
D BA114 Sa Cr DZ"34 08. ,% : 20% % 90; RT,MB 

d BA 117 S Ef GR 100 111 1 260.7.200° „ =. 150} SH; auch 70) 

d BA 119 Sd Ef KV 100 1,10,1 10 F 100 50 [30] 100j SH45...65 pF 

d BA120 Sd Ef KV 100 1,1 0,0510 ? 100 50 [30] 100j SH8...12 pF 

D BA 121 Sd_ Cp’KV 60 0,85 3nA 10 2350 . 25 130] 150 Tf8...12 pF 

D BA123 S  Eg’ KN 60 0,50,5 10 2 - 911. 10,5] 150 In1,6-2,4 nF 

D BA124 S _Cp KV 60 0,85 50nA 10 250 . 20 [30) 150 Tf45-65 pF 

D BA 125 S Cp K_ 0509 2 SOnA 10 250 12. 30 % 150} Tf 30-50 pF 

D BA 127 Ss Ef DG30 1,5 20 60 2500 100 0 . 125 SH 

D BA128 Ss BD 5 1 015 ö 1050 . 125j SGS5prF 

D BA 129 Ss ByD 50 1 0,01180 : 225 180 1235| SG6pF 

D BA 130 $. MBy»D# 101 1 01 35 2 75: 259% 125i SG2pF 

d BA131 S  Dv’sG 100 1,1 1 600 10 50 60 . 125j SH bn 

d BA132 Ss  DvsG 100 1,1 1 800 10 50 80 . 125j SH rt 

D BA133 Ss  DvsG 100 0,8550nA 1000 100 50 1000 . 125j SH 10 pF 

D BA 136 SE Cv sv 10 1 0,1 30 160 10 50 . 125j SH 0,9 pF, Va 

d BA 137 SE Cv s 10 1 0,2 120 ; 100 100 . .. SH<5pF 

D BA 138 SP Cv K 10 1 0,1 30 100 30 . 125j SH 4) 3,8...5,5pF ‚Va 
D BA 139 SE Cv KV 10 1 0128 100 28 1G 125j SH2...12,5 pF 
d BA140 SE Cv KV 100 1 0128 = 10 28 1G 125j SH2...19,5 pF 
d BA14 SP Cv KV 050 3 5 28 : . 30 20G . 4n37)2,2...12pF 
D BA142 SP Cu KVIN 3 5 28 : . 30 10G . 1n37)2,2...20 pF 
D BA143U,V SP Sz sV 100 1 100 15 ; 100 20 [<1G]. Jn<2prF 

D BA144 Ss 8. D’%0 3725 5% ; so 50 . 150} MuSpF 

D BA 145 sd Co'sH 100 1 10 300 ; 10 30 . 75 Va4pf 

D BA147,,.. S Cp U 50 <1<0110 HOSE 258 > 150j Tf,-/50:50V usw. 
D BA 148 Sd Co'sH 100 1 10 300 - 300 300 . 125j Va4pF 

D BA149,/. Sd Cp KV 60  0,850,1 50 20 0,55050 [500] 150j Tf4,5-6,5 pF 

D BA 150 Sd Cp KV 60 0,850,00525 20 025025 [100] 150j Tf45-65 pF; Va 
D BA152 S By sV 100 1,1 0,0110 g 45, 2 .__. &s2pfir,<1Q 
D BA154 Ss BED 30 1,5 0,0110 30: 50% & 175j| Mu2pF 

D BA155 Ss BED 50 1,5 2,5 50 ; 100 150 . 175; 

D BA 156 S BED 3 0,8 2,5 50 : 30 - : 175j 

D BA 157 Ss Cr sC 100 <11 400 : 100 400 300ns 

D BA158 S CoD 14 155 600 x 250 600 300ns 150j 

D BA 159 S Co’D 1A 155 100 . 250 1000 500ns 150j 

D BA 161 SP Sz KV. 2 35:08 : 0,50 30 1,45G . 

D BA 162 SP Sz KV. „5: 28 $ 1n 30 1,45G . 

D BA 163 SP Sz KH. #05 70 : 15014 . £ 

D BA 164 s BD 10 ı 2 55 P SE 5: 125j 

D BA 165 S By sV 100 1 0,0110 100 15 . £ 

D BA 166 S CAD 10 147510 } so 20 . 150j 

D BA 167 Ss: JCA.D7 100 1.71% 20 3 50 25 200ns 150j 

D BA 169 Ss CAD 10 071 2 ; IS: T3OHE- 200; 

D BA 170 Ss Cv sU 80 1 35 “15 300 150 20 250ns 150j In; ers. S 587, Tx 
D BA 173 Sd_ Cp sH 100 1 0,25300 250 100 300 5S00ns 150j Tf2,5 pF 

D BA 174 SP<Ey sH 30 1 0125 2 115 25 %4ns 125j Tf21N 4154, 4009 
D BA 175 SP<Ey U 100 1 0, 50 &2 250 50 300ns 125j Tf,<8pF 

D BA 176 Sd Cv 48) 400 1,5 1 20 su 70 4000 ; ... T<15pF48) 
D BA 177 sd Cv sV 10 1 0,130 250 10 50 . 150| Tf,2...45 pF 

D BA 178 SP Su sV 100 1,2 0,1 30 i 100 35 [0,2] 100 Tf<1,8pF 

\D BA180,A-C S CAD 4 15.100510 150 50° 10% . 175j Tx73) 4) 

D BA181,A-C S CAD 4 aemzs“ 4450. 12507 2084: 175j Tx 73) 4) 


25 


26 


BA 198 

BA 199/250 
BA 199/350 
BA 199/450 
BA 199/550 


BA 206 
BA 207 
BA 208 
BA 209 
BA 210 


BA 211 
BA 212 
BA 213 
BA 214 
BA 215 


BA 216 
BA 217 
BA 218 
BA 219 
BA 220 


BA 221 
BA 222 
BA 224/150 
BA 224/220 
BA 224/300 


BA 243 
BA 244 
BA 360 
BA 41O 
BAV 10 


BAV 11 
BAV 12 
BAV 13 
BAV 14 
BAV 15 


BAV 16 
BAV 17 
BAV 18 
BAV 19 
BAV 20 


BA 182...BAV 20 
|3 


4 


00000 uzuus 90000 


Dioden und 


ho In Iz2 Is Js Jıs 
U Is, Us,/B N Imox Umox\fg  \tmax|Bemerkungen 
V IuAlV/- mW |mA V  |MHz Be 4 
100 1,2 0,1 20 R 100 35 60  Va0,8pF, Tf, Cs, MB 
10 0,9 0,05300 500 200 300 700ns 175j Tx 3,5 pF 
10 0,9 0,05350 s00 200 400 700ns 175j Tx 3,5 pF 
10 0,880,05400 x 200 450 700ns 175j Tx,5G 3 pfF 
200 1,2 0,1 50 250 200 500 . 200 Tx .. 15920 
200 1,2 0,1 100 250 200 100 2001 Tx -. 15921 
200 1,2 0,1 150 250 200 150 200; Tx . 15922 
200 1,2 0,1 200 250 200 200 . 200; Tx +. 15 923 
100 1,2 0,1 20 E 100 35 [1] 100) Tf85) 1,2 pF 
40 1 0250 400 50 . 175j Tx 
40 1 0,2 100 400 100 175j Tx 
40 1 0,2 150 5 400 150 . 1755 Tx 
100 1 0,4 175 250 150 200 S5Ons 200j Tx .“ 1 N 3070,5 pF 
so 0752 100 2 250 150 SOns 200} Tx 1,5 pF 
so 0752 150 250 200 50ns Tx 1,5 pF 
so 0752 200 a 250 250 Sons. Tx1,5pF 
“0 1 0215 so0 400 250 300ns 150 Cs 2,5 pF 
40 1 0,2 15 500 400 350 300ns 150; Cs 2,5 pF 
“0 1 0215 500 400 450 300ns 150| Cs 2,5 pF 
“0 1 0215 500 400 550 300ns 150j Cs 2,5 pF 
& En F 20 1] 150j Tx 5-9 pF 
8 ER R ...20 [1] 150 Tx 7-11 pF 
2 u: ’ . 20 {1] 150} Tx 9-14 pF 
10 1 0,02520 s0 75 75 Ans 175j Tx 1N 914, 4148 
10 1 0,02520 50 100 75 4ns 175j Tx = 1N 916, 4149 
20 1 0,02520 50 100 75 Ans 175j Tx 1 N 914A,4446 
20 1 0,02520 500 100 75 4ns 175j Tx = 1 N 916A,4447 
100 1 0,02520 50 100 75 Ans 175j Tx = 1 N 914B,4448 
30 1 0,02520 500 100 75 4ns 175j Tx 1 N 916B, 4449 
10 0,9 0,0550 400 200 60 175j Tx 4) 
15 1.1510 7 10 200| Va,MB 
so 1,5 0,2 30 75 30 200; Va, MB 
so 1,5 0,2 50 75 50 200} Va,MB 
so 1.3 0,5 100 100 100 200| Va, MB 
10 0,7 1,5 10 200 10 200} MB 2,5 pf 
100 0,9 0,2 30 200 30 200} MB 2,5 pF 
10 09 0,2 50 = 754 04 » 200} MB2pfF 
0,01 150 0,1 150 500 100 150 4Ons 200j Cs, ers. SFD 86 
0,01 220 0,1 220 500 100 220 4Ons 200| Cs, ers. SFD 89 
0,01 300 0,1 300 500 100 300 40ns 200| Cs 1,5 pF 
100 <1 01 15 rp=0,702 100 20 [1G] 100 In,sw, j< 2pF 
100 <101 15 rp=0,42100 20 [1G] 100j In, on, 2,5 nH 
. 2 R ’ - 5 : Cs 49) 
s 1nA 20 R 30 [220] 75 TKiOpF=C10 
20 1 0,160 500 600 60 &ns 200j MB, Mu, Va & 2,5 pf 
. u % 50 . 4 L-Bd. 150 Li85) 
10 0,7701 50 500 350 90 10ns 175j Tx 3,5 pF 
10 0,70, 35 500 400 50 10ns 175j Tx 3,5 pF 
500 1,2 0,2 100 3 500 120 10ns Tx 2,5 pF 
500 1,3 0,15 100 500 140 20ns .  Tx4pF 
500 1,3 0,2 100 h 500 150 15ns .  Tx4pfF 
10 <1 0,1 20 400 250 25 <50ns 175j In,3 pF 
100 <1 0,1 50 400 250 60 <50ns 175j JIn,3 pF 
10 <1 0,1 <50ns 175j In, 3 pF 
0,1 <50ns 175j In, 3 pF 


Transistoren BAV 21...BAW 48 
3 j4 Is 6 | ie [ jo ın 2 fs [14 [15 
Us,/B ‚N Im \Umar fg \tmax Bemerkungen 


Ab FoAwlr Url, 
| [mA ıV \uA |V/- ImwW mA |V MHz |°C 


BAV 21 r U 100 101 200 400 250 250 <50ns 175) In,3pF 
BAV 24 d su 2% 10140 500 300 50 Tx 4) 3 pF 
BAV 25 VD. Aare >: ? B 10 Li 85) 
BAV 26 VD. rr A R 10 Li 85) 
BAV 27 VD. . . . . 10 ji Li 85) 


BAV 28 VD. e . . B 10 Li 85) 
BAV 29 VD. . 5 . - 10 ji Li 85) 
BAV 30 VD. . N B “ 10 Li 85) 
BAV 31 VM. s F . . 10 Li 85) 
BAV 32 VM. . s F . 10 Li 85) 


BAV 33 M. er h 10 Li 85) 
BAV 34 VM. ae‘ ö 10 Li 85) 
BAV 35 s a ; 10 Li 85) 
BAV 36 : KIT : 10 Li 85) 
BAV 37 \ Ka e: R 10 Li 85) 


BAV 38 F wu i , 10 Li 85) 

BAV 40 i 300 MB 92) 93) 21) 
BAV 41 ‚050, ; 300 MB 93) 21) 
BAV 42 2 300 MB 92) 21) 
BAV 43 ; ; 300 MB 36) 21) 


BAV 45 f 5 50 i MB1,3pF 

BAV 54/30 200 i Cs, ers. SFD 43 
BAV 54/70 200 ji Cs, ers. SFD 143 
BAV 54/100 , 200 1,9ns 200j 

BAW 10 : 200 . > 


BAW 11 . 200 
BAW 12 . B . 200 
BAW 13 ‘ D . 200 
BAW 14 . . 200 
BAW 16 . 200 


BAW 17 f . 200 
BAW 18 ‚2 5nA 150 . 200 
BAW 19 . ‚8. . . 75 
BAW 21 0,1 70 100 
BAW22 e » e . . . 
BAW 23 
BAW 24 
BAW 25 
BAW 26 
BAW 27 


BAW 28 
BAW 29 
BAW 31 
BAW 32 A 
BAW32B 


BAW32C 
BAW32D 
BAW 32 E 
BAW 33 
BAW 36 


BAW 43 
BAW 45 
BAW 46 
BAW47 
BAW 48 
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" 
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BEIN Tran Danan aan 
x xnn 


150 Tf82) <6pF 
150 i TTB2)<5SpF 
150 ji TI82)<6pF 
150 i TR) <SpF 


400 Fd 2,5 pF 
. . Fd 84) 0,85 pF 
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BAW 19...BAX 30 
a la Is |6 


| 
Ab 'Fo A Imax Bemerkungen 
| MHz |°C 
T 1 ı FRE: 

&0 ns 150j SG,Tx5pF 
1,150,1 150 e 60 ns 150j SG,Tx5pF 
1,15 0,03 50 e : 1501 SG, Tx8pF 
<1 0,05 200 a S SG 
1,120,2 20 . 8ns 1501 SG,Tx5PpF 


3,605. SG 

6ns 150j SG,Tx4pF 

&ns 125) Va 93) 102) # BAY 36 
« e Tx 21) 10 pF 


P Tx 21) 10 pFf 
235n . SG 
on . SG 
850ps . SG 
uns Va, Mu, MB4 pF 


uns Tx4pF 


Dioden und 
114 15 


BAW 49 
BAW 50 
BAW 51 
BAW 52 
BAW 53 


BAW 54 
BAW 55 
BAW 56 
BAW 57 


BAWS7N 

BAW 58 

BAW 59 Sx nU 
BAW 60 Sx nU 
BAW 62 CA sD 


BAW 63 CA 102)10 
BAW 63 A SH’ 102)10 uns Tx4pF 

BAW 63 B SH’ 102)10 8 uns Tx4pF 

BAW 64 9) Fi m 2x BAW 63 
BAW 65 N) Fi. 2x BAW 63 A 


BAW 66 . - 93) Fi 2. 2x BAW 63 A 
BAW 67 Fi 2. 2x BAW 63 B 
BAW 68 Fi =. 2x BAW 63 B 
BAW 75 200 SH 82) ers. BAY 60 
BAW 76 200 SH 82), ers. BAY 63 


BAW 77 1755 Tx4) 
BAW 84 175) Tx 3,5 pf 
BAW 85 175j Tx 3,5 pF 
BAW 86 1755 Tx3 pF 
BAW 90 150; Li 

BAW 91 150j Li 

BAW 9 150j Li 


BAW 93 150j Li 56) 
BAW 94 150} SG 


BAW 95 D 150j Va, Mu, MB 85) 
BAW 95 E ER 150j Va, Mu, MB 85) 
BAW 95 F . |Rz<748 2002000150 Va, Mu, MB 85) 
BAW 96 eg i L-Bd. 150j Li8S) 

BAW 99 0,1 25 : Ans 125j RT2PpF 

BAX 11 u: 2 Er x 
BAX 12 0,1 90 6Ons 200j 
BAX 13 0,05 25 i uns 200j 
BAX 15 02 10, =. 300 ns 200j 
BAX 16 ? 9 0,1 100 7Ons 200; 
BAX 17 20110 . 120 ns 200j Va, Mu & 4) bn/vi 
BAX 18 04175 z 100 ns 200| Va, RT & 4) bn/or 
BAX 20 100 35 100ns 200 TI 6pF 

BAX 21 100 75 100ns 200j Tf6pF 

BAX 22 100 125 100ns 200 Tf6pF 


BAX 25 > <5nA 3 0,5ns 100j Tf85) 0,6pF 

BAX 26 > 10nA 3 0,5ns 100j Tf85) 1pF 

BAX 27 > 40nA 10 ins 100j Tf85)4pF 

BAX 28 01 25 ins 175j SH 12) 21)92)<4 pF 
BAX 30 0,1 25 ins 175j SH 13) 21)93)<4 pF 
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Transistoren BAX 32...BAX 89 A 
lo Jun 2 ia I Iıs 


N max Bemerkungen 
a 


"  Fd 77) 62)SG 
Ins 150 Fd2pF,SG 
Ans 150 Fd2pF23)SG 
2ns 150 Fd2PF23)SG 
5Ons 150 FdSpF,SG 


50ns 150 Fd5pF23)SG 
50ns 150 FdS5PpF23)SG 
2ns 150 Fd2pF,SG 

2ns 150 Fd2pF23)SG 
2ns 150 Fd2pF23)SG 


Sons 150 FdSpF,SG 
Sons 150 Fd5pF23)SG 
Sons 150 Fd 5 pF23)SG 
10ns 175 Fd 21) 55)SG 
1Ons 175 Fd21)55)SG 


1Ons 175 Fd21) 56)SG 
10Ons 175 Fd 21) 56)SG 
10ns 175 Fd21)SG 
10ns 175 Fd21)SG 
10ns 175 Fd21)SG 


10ns 175 FdS6)SG 

10ns 175 Fd56)SG 

10ns 175 Fd3pF,SG 
175 Fd3 pF,SG 
175 Fd 92) 3 pF,SG 


175 Fd93)3 pF,SG 
175 Fd92)3 pF,SG 
175 Fd93)3 pF,SG 
175 FdN)3PpF,SG 
175 Fd93)3 pF,SG 


175 Fd92)3 pF,SG 
175 Fd 93) 3 pF,SG 
175 Fd 93) 3 pF,SG 
175 Fd92)3 pF,SG 
175 Fd93)3 pF,SG 


175 Fd 92) 3 
175 Fd 93) 3 
175 Fd92)3 
3 
3 


BAX 32 
BAX 33 
BAX 34 
BAX 35 
BAX 36 


BAX 37 
BAX 38 
BAX 39 
BAX 40 
BAX 41 


BAX 42 
BAX 43 
BAX 44 
BAX 45 
BAX 46 


BAX 47 
BAX 48 
BAX 49 
BAX 50 
BAX 51 


BAX 52 
BAX 53 
BAX 54 
BAX 55 
BAX 56 


BAX 57 
BAX 58 
BAX 59 
BAX 60 
BAX 61 


BAX 62 
BAX 63 
BAX 64 
BAX 65 
BAX 66 


BAX 67 
BAX 68 
BAX 69 
BAX 70 
BAX 71 


BAX 7 
BAX 73 
BAX 74 
BAX 78 
BAX 79 


BAX 81 
BAX 82 
BAX 83 
BAX 84 
BAX 85 


BAX B6 A 
BAX 86 B 
BAX 87 
BAX 88 
BAX 89 A 


aaa aaaCAeaeh SAsacncasa TASara eh 


175 Fd 93) 
175 Fd92) 
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Tx3pF 
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BAX 87 BAY 77 


Dioden und 


1 
R \s 9 ıo In 2 Is 15 
| 
Ab I \Aw A Ur Is, Us,/B N max ‚Umaox & Imaz Bemerkungen 
| 1 ma |V_ IaA IV/- Imw mA |V  |MHz Is: 

D B S CAsD 22 1 0,0310 : 75 4% 2n . Tx2pF 
D BAXO0A S CAsDS 10,120 : 75 4 5SOn .  Tx6pF 
D BAXOB S CAsD 50 1 0,150 R 755 50 SOns .  Tx6pF 
D BAX0C S CAsDS 1 0120 : 75 45 &Ans .  Tx4pF 
D BAXS1A S CAsD 10 1 0150 ; 75 50 4ns .  Tx3pF 
D BAXM1B S CAsD 0 1 0,150 R 75 50 Ans .  Tx3pF 
D BAX9C S CAsD 10 1 0,150 R 75 50 4ns .  Tx3pF 
D BAX 9 S CAD 50 1 0,020 i 25 50”40n8 6 1% 
D BAX 93 Ss CAD 50 1 0,02520 “ 75 50 6n . Tx 
D BAX 9% Ss CAD 7 101 %0 : 75 50 50ns .  Tx 
d BAY14 Si Fn . 100 0,860,01450 400 500 500 . 150| T13) 
d BAY15 Si Fn . 100 0,870,02600 400 500 650 . 150; T1 3) 
d BAY16 Si Fn . 100 0,88 0,075 700 400 500 800 . 150) Tf3) 
D BAY 17 Sdö Cv GZ80 1 0,0112 400 250 15 Aus 150) In, Co1,2 pF 
D BAY 18 sd Cv GZ80 1 0,0150 400 250 60 Aus 150j In, Co1,2pF 
D BAY 19 Sd Cv GZ 80 1 0,01 100 400 250 120 ius 150j In,Co1,2pF 
D BAY20 Sd Cv GZ80 1 0,2150 400 250 180 ius 150} In, Co 1,2 pF #5431 
D BAY21 Sdö Cr U 800 1 0,03300 400 100 350 Aus 150j In, Co1,2 pF 
D BAY23 Si Cd“G 8 3 1 1000 250 50 1000 . 150, In 
D BAY2%4 Sa C“G 8 3 1 1500 250 50 1500. 150j In 
D BAY25 Sd Cd“G 8 3 1 2000 250 50 2000 . 150j In 
D BAY2%6 sd Cd“G 0 3 3 300 250 50 3000 . 150j In 
D BAY 31 SP Cs 7 1 0,0215 200 100 15 Ins 135j SA > 6 pF,In 
d BAY32 SP Er U 100 1,5 0,1 150 . 250 150 2,5145 190 Va; Ers: BAX 16 
D BAY33 SP EL U 100 2,5 0,1 150 . 130 150 250ns 190 Va<15pF..BAX16 
D BAY3KA/P Sa Eo hK 260 0,226N00 . De ._ 4n80...120 pF 
D BAY3S SP Cv eK 0,62 0,022062 0,02 . . 5 » 100 Jn 100 pF: 44 pF/V; 
D BAY 36 Sp [Co =) 70, :48:0,3:20 200 100 30 äns 100 SA < 6pF 
D BAY 37 Er I , 8 K a 3 5A) 
D BAY 38 SP EL HX50 1 50nA50 300 115 50 dns 190j Tf, Va2pF, In 
D BAY 39 SP Ef sX 50 1 01 75 . 450 75 160ns 190j Va < 7,5 pF 
D BAY4O rn dr SE u. % F SER: , 5A) 
D BAY4I SP EI s 20 1 50nA20 500 600 40 A45ns 150 SH <S5pfF, Tx [CA] 
D BAY42 SP EF s 200 1 SO0nA 30 50 600 60 15ns 150 pF, Tx [CA] 
D BAY43 SP E s 20 1 50nA4O 500 600 80 15ns 150 pF, Tx [CA] 
D BAY44 Ss Ef U 100 1,1 0,1 50 250 200 50 (1] 150j SH 10pF# Co 
D BAY4S Ss Ef UG10 1,1 0,1 150 250 190 150 [1] 150 SH5PpF# Co 
D BAY4 Ss Ef UG 100 1,2 0,1300 250 150 300 [1] 1501| SH4pF # Co 
D BAYS2 SP Cvs 20 1 0,0510 200 100 10 15ns 165j SA, In 
d BAY57 Ss Ei 37 EI ITIE . ° 20 25n . SH < 10 pF 75) 
d BAYS58 Ss E£ sı 100.7 17703: 16 . « 20 20ns . SH 75) < 20 pF 
d BAY6O SP Ef sX 30 ROT 725 250 100 25 4ns 125 SH, Tf.2. 1N4009, Vq 
D BAY 61 St AcCA US’10, 1. <575 400 200 75 Ans 200 SH4),Tx # 1N4148 
d BAY63 SP Cv sX 10 1 0,1 50 250 115 50 4ns 200j SH; Ers: BAW 76 
d BAY64 SP LQ sX 10 0,9 10 30 . 100 30 Sns 150) Va21)2,5 pF 
d BAY&& sd GDKH'. - 0,1 100 12W 400 100 30G 150j Va=M35BYY<25p 
D BAY 67 Sö Cp Hs 60 1 0,130 250 10 30 . 175| TI < 1 pF 
d BAY68 Sd Cop s 10 1 0,1 30 230 150 30 4ns 1755 Tf<10pF 
d BAY69 Sö Cp s 10 1 0,1 50 230 150 50 4ns 175j Tf< 10pF 
D BAY7O Si Cp K © 1 25nA 10 250 & 30.4. 175; Tf5pF 
D BAY 71 SP Cv ns 10 0,8 0,1 50 250 115 50 Ans 175 Fd2pF # Co,5G 
D BAY SP Cv ns 10 0,7 0,1 125 250 375 125 25ns 175 Fd5pF,SG 
D BAY73 SP Cv ns 10 0,75 5nA135 250 225 125 3us 150 Fd8pF,SG 
D BAY74 SP Cr n 10 0,7 0,1 50 250 200 50 2ns 175 Fd3pF,SG 
D BAY 77 10,1 30 200 200 30 2ns 175j Tf12 pF 
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Transistoren 
3 


| 


4 |s |6 


Ab 10 ‚Aw Ir 


[mA 


Ir is |9 ho m 
\Ur Is UspjB IN 
Iv |uA |v/- mw 


Imax |Umax| f, 
mA v 


BAY 78...BBY 27 


2 is [14 Js 


IMHz c 


sp 
sp 
sp 


"BAY 78 

BAY79/CIF 

BAY7I/F4F 
ID: BAY7I/FAG SP 
BAY 82 sp 


BAY 86 Sd 
BAY 87 Sd 
BAY 88 Sd 
BAY 89 Sd 
BAY 90 Sd 


BAY 91 Sd 
BAY N Sd 
BAY 93 sp 
BAY 94 sp 
" BAY 95 sp 


BAY 96 sp 
BAY 97 sp 
BAY 98 sp 
BAY 99 sp 
BB11A,B 


BB 14 
BB 18 
BB 100 

 BB100G 

BB 102/.. 


' BB 103 
BB 104 
BB 105 A 
BB105B 
BB 105G 


BB 106 
BB 107 
BB 109G 

 BB110 

| BB 113 


BB 117 
BB 121 
BB 122 
BB 141 


275) Q 50 
BB’ KV 
BB’ KV 
BB’ 

Ve 


cv 
cv 


>SB KV 200 


7 "0nA50 "200 
750 
750 
750 
250 


250 
250 
250 
250 
250 


250 
230 
370 
440 
440 


10W 

200 

250 

250 
0,8-3,2 10 


12 0,68-0,82 4,7-9,1 
6 0,56-0,9 4-10 
1 '25 250 
1 30 250 
1 R 
1 


. 
22098 ©- - - 
a mu una u 


0, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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o=-.u 


0, 
0, 
0, 
0, 
0 
0 
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,1 
‚1 
‚1 
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0,1 20 
28 
28 


"100' "50 


“ en 


"ins '80 ' Tf 

=9 [>68G] 175j Tf 0,22-0,47 pF 
=24 [> 68G] 175j Tf 0,47-1 pF 
>24 [> 100G] 175j Tf >0,47-1 pF 
5 0,6ns 150 Fd1,3pF 


175j Tf; ers. OA 127/8 
175j Tf; ers. OA 129/30 
175j Tf; ers. OA 131/32 
150j Tf; ers. BAY 14 
150; Tf1,2 pF 


150j Tf1,2 pF 

150; Tf2,5 pF 

175j TIS pF 

200 Tf82).. 1 N4154 
200; Tf82) 1 N 4151 


175j Va 12) 28-39 pF 
1255 SH <4pF 
200| SH <4pF 
200} SH < &pF 
125j Co 10) 81) 


125j Sc 81) 25a 

100j Co 81) 250 mw 
175j Co4)8...12 pF 
175j Co 4) 3,6-6,8 pF 73) 
. Tb,fe 14-20 pF 


125 SH 4) 27/33 pF # Co 


dus 
us 
Ius 
Aus 
dus 


1us 
350ns 
10ns 
2ns 
Ans 


25G 
uns 
50ns 
50ns 
(10) 


10,1] 


100 
60) 
60; 
60j 


100 
125 
100j 


60j 
150j 


SH, Va 4) 21) 34/42 pp 
SH. Va; 2,3/11 pF, Tf 
SH, Va; 2/11,5 pF, Tf 
SH. Va: 1,8/11 pF,Tf 


Va4...20pF 

SH 14-300 pF 92) 

SH 4,3-32 pF ge 

Tf, 29-33, gn: 27-31 pF 
Tf,Va 21) 13-260pF 


MB ws, 2,2-5 pF 
In 2-11 pF 

In 2,2-13 pF 

In 37) 2,2-12 pF 
In 37) 2,2-16 pF 


Cs 49) 

Fd 6,8 pF + 20% 
bis 

Fd 47 pF + 20% 
In 8-12 pF 


Fi 6,8 pF 


Fi10 pF 
Fi15 pF 
Fi 22 pF 
Fi 33 pF 
Fi47 pF 


SH 12-16 pF 
SH 16-20 pF 
SH 20-24 pF 
SH 36-40 pF 
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BBY 28...BC 148, A-C Dioden und 


112 3 | le I Is Io 10 In 2 Is 114 Iıs 


lab |Fo law IB | | 
K Typ \Ab Fo |Awlr Url, Us,/B | u WUseille: Maas] Bairrerkungaii 
| 71 ma |V nal mw Ima IV MHz |°C | 
Ber 5 By Kiosa.', ' ne 170] 150) In 2,2-3,2 pF 
BC 100 SM Li U 10 (20) 0,06 40 = 590 150 300 (10) 175j Tf9) 

BC 107 U rN (2) (5) 10nA 100-600 300 30 (150) 175j Tf, Va 9), SH, Co 
BC 107 A K4rN. 2 0,2nA 125-260 300 100 (300) 175j In, SH, Cs 


BC 107B UrN? 0,2nA 240-500 300 100 (300) 175j In, SH, Cs 


BC 108 N 0,01 5 0,01 100= 260 100 (50) 175j SH, Va, Tf9), C: 
BC 108 A rN 2 0,2nA 125-260 300 100 (300) 175j In, SH, Cs 
BC 108B rn 2 0,2nA 240-500 300 100 (300) 175) In, SH, Cs 
BC 108 C rN 2 0,2nA 450-900 300 100 (300) 175j In, SH, Cs 
BC 109 rN (2) 1nA 240-900 260 100 (300) 175j SH, Va 73), Tf 9) 


BC 109 B rN 2 0,2nA 240-500 300 100 (300) 175j In, SH, Cs 

BC 109 cC rN 2 0,2nA 450-900 300 100 (300) 175j In, SH, Cs 

BC 110 NU 2 ‚680,1 90= 300 50 (100) 1755 SH 9), Ti 

BC 111 » N: 02 5. >6% 30 50 (50) 125] Cs 

BC 112 rN 2 1 0,275 100-280= 50 50 (150) 125j Va4) 73) Rz < 


BC 113 NU 1 0,2 350= . . 125j SG 
BC 114 rN 1 0,2 350= . . 125; SG 
BC 115 i’ NT 0,5 200= . 125) Fd 
BC 116 ’ NT 0,1 100= . . 125j Fd 
BC 117 i NT 1nA 50= . . 125j Fd 


i ; 125j SG 

1,5 40-120= (40) 200} SG 25 pF 
1,5 20-60= (40) 200| SG 25 pF 
0,01 50-400 (30) 125j SH 73) 
0,01 50-400 (30) 125j SH 73) 


0,01 50-250 (30) 125j 
0,05 > 25= i 5 125j 
0,05 > 25= £ 125j 
BC 127 0,02 > 125= B . 125j 
BC 128 0,1 300= j : 125j 


BC 129 1nA 125-500 (300) 125j Tf73)47).2. BC 
BC 130 1nA 125-500 (300) 125j T173)47).2. BC 
BC 131 1nA 240-900 (300) 125j TI 73) 47) =. BC 
BC 132 » 100.500 (20) 125j SG 

BC 134 »  150-400= . (200) 1255 SG 3,5 pf 


BC 135 .  50.200= i (200) 125j SG 3,5 pf 
BC 136 1,5 30-85= (60) 125j SG 25 pF 
BC 137 . 23= 5 (60) 125j SG 10pF 
BC 138 i 1,5 35= (40) 2001 SG 25 pF 
BC 139 0,8 40-90= (200) 200) SG 6 pf 


BC140,C,D 100 40-300= (60) 200j SH 9) 73);P, Ti, 
BC 140-6 1,4 40-100= (50) 175j In 9), Kpl: BC 
BC 140-10 1.4 63-160= (50) 175j In 9) 
BC 140-16 1,4 100-250= (50) 175j In 9) 
BC 141 0,01 40-300= (60) 175j SH 73) P; Va 


BC 141-6 40-100= (50) 175j In 9), Kpl: BC 
BC 141-10 63-160= (50) 175 In 9) 

BC 141-16 100-250= (50) 175j Jn 9) 

BC 142 20-80= . 200 SG, Tx 12 pF 
BC 143 20-40= ö 200| SG, Tx 13 pF 


BC 144 20-55= i 200 SG, AC 12 pf 

BC 145 30-90= (80) 125j SG 6 pF 

BC 146 . 220 (150) 125j Va 

BC 147,A,B (300) 125j SH 73), Tf, Va, AC 
(300) 125j SH 73), Tf, Va, AC 


o wu 


Powu vuun 


BC 118 NU 0,5 80= 
BC 119 
BC 120 
BC 121 
BC 122 


o0-- 


un 


BC 123 
BC 125 
BC 126 
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Transistoren BC 149,B,C...BC 200 
ı |2 a» I Is |6 iz ls b lo In Iız 2 114 15 


K |Typ ‚Ab Fo Awlr Ur, Ip Us,/B N Imas Umas fa \max Bemerkungen 
| | | mA v juA| VV- ImW ImAa V  IMHz 1°C | 


T'Be1a,B,C'sp "5: nr2 5102 140.900 220 '100' 20 " (300) 125j SH 73), T1, Va,AC 
T BC 150 SP St rN 2 4,5 ..200-1000= 200 100 18 (160) 100j Al 
SP St rN 2 4,5 . 200-1000= 300 100 25 (160) 100 A) 
BC 152 SP St NT 1 220= 360 500 35 (180) 100} A) 
BC 153 SP Lz’ NA 1 5 0,5nA130= 50 . 40 (120) 125j SG 
BC 154 SP Lz’rN 1 5 0,5nA330= 50 . 40 (120) 125 SG 
BC 155,A-C SP Sx NA 0,5 1 0, 85-900 50 50 5 (50) 125j Tf4),-A--C:73) 
BC 156,A-C SP Sx NA 0,5 1 0,1 85-900 50 50 5 (50) 125j Tf4),-A-..C:73) 
BC 157 SP $z NT2 5 2 50500 220 100 45 (200) 125; SH 73), Tf, Va 
BC 158,A,B SP Sz NT 2 5 2 50-500 220 100 20 (200) 125j SH 73), Tf, Va,MB 
BC 159,A,B SP Sz NT 2 5 2 240-500 220 100 20 (200) 125j SH 73), Tf, Va, MB 
BC 160 SP Lo U 100 1 01 40.250= 32W 1A 40 . 175; SH, Tf73), Va 7 
BC 160-6 SP Lo TU 100 1 1,4 40-100= 750 1A 40 (50) 175j Jn9),Kpl:BC140,5H7 
BC 160.10 SP Lo TU 100 1 1,4 63-160= 750 1A 40 (50) 175 In9)SHi 
C160-16 SP Lo TU 100 1 1,4 100-250=750 1A 40 (50) 175j In9)SH 1 
BC 161-6 SP Lo TU 100 1 1,4 40-100= 750 1A 60 (50) 175j In9),Kpl:BC141,5H1 
BC 161-140 SP Lo TU 10 1 1,4 63-160= 750 1A 60 (50) 175j In9)SH 1 
C161-16 SP Lo TU 100 1 1,4 100-250=750 1A 60 (50) 175j In9)SHi 
< 167 SP Sw NT 2 5 0,2 125-500 180 100 45 (300) 125j SH 73), Tf 96) 
C 168 SP Sw NT 2 5 0,2 125.900 180 100 20 (300) 125j SH 73), TI 96) 
BC 169 SP Sw NT 2 5 0,2 240-900 180 100 20 (300) 125j SH 73), Tf 96) 
BC1T0A SP Sw NU 1 1 0,1 35-100= 200 100 20 . 125 In 
BC10B SP Sw NU1 1 0,1 80-250= 200 100 20 . 1251 In 
BC170C SP Sw NU1 10,1 200-600= 200 100 20 . 125 In 
BCIIA SP SwrN 2 5  0,2nA 125-260 300 100 45 (300) 175 In. BC 107 A 
BCI11B SP SwrN 2 5  0,2nA 240-500 300 100 45 (300) 175j In. BC 107 B 
BC1i2A SP SwrN 2 5  0,2nA 125-260 300 100 20 (300) 175 In BC 108 A 
BC172B SP Sw rN 2 5  0,2nA 240-500 300 100 20 (300) 175j 
BC172C SP SwrN2 5  0,2nA 450-900 300 100 20 (300) 175j 
BC173B SP SwrN2 5  0,2nA 240-500 300 100 20 (300) 175j In.-. BC 109 B 
BC173D SP SwrN2 5  0,2nA 450-900 300 100 20 (300) 175j In. BC109C 
BCIWA SP Sw U 2 5  0,2nA 125-260 200 100 64 (200) 125j In 
BC174B SP Sw U 2 5 0,2nA 240-500 200 100 64 (200) 125j In 
BC 175 SP . NR 45. 5W0= 560 500 35 (180) 175) A) 
BC 177 SP U NT2 5 2 50-500 300 100 45 (200) 175i SH 73), Tf, Va # Co 
BC 178,A,B SP LI NT2 5 2 50-500 300 100 20 (200) 175j SH 73), Tf, Va # Co 
BC 179,A,B SP LI NT2 5 2 240-500 300 100 20 (200) 175j SH 73), Tf, Va # Co 
BC 180 SP St NU1 10. 220= 360 500 45 (180) 175 Al 
BC 181 SP Sw UA 50 5 01 >60= 300 100 25 (150) [150] Tx 1 
BEC1BsI A 5S Sw UA 50 5 0,1 >100= 300 100 25 (150) [150] Tx 
BC 18, A SP Sw rNT2 5  15nA 125-500 300 100 50 (150) [150] Tx, T173) 1 
BC 183,A-C SP Sw rNT2 5  15nA 125-900 300 100 30 (150) [150] Tx 73) 1 
C 184,B,C SP Sw rNT2 5  15nA 240-900 300 100 30 (150) [150] Tx 73) 1 
C 185 SP Lo N 100 10 0,4540-90= 700 500 40 (300) 200 SG 8 pF 
BC 186 sp. AUIeN 2 2 0,5 40.200= 300 100 25 (50) 1751 Mu 
BC 187 PUN 2 5  0,5100-500= 300 100 25 (50) 175j Mu 
CiI%A SP UN 2 5 0% 170= 300 100 64 (200) 150 In6pF 
BCI0B SP UN 2 5 0,6 290= 300 100 64 (220) 150 In6pF 
BC 192 SP Sw NU 50 5 0,1 60-180= 200 500 25 (100) 125j In; Kpl: BF170& 
T BC 19% SP Ky sH 1 10 0,1 25-250= 100 800 25 (250) 125; TI96) 
T BC1% SP<Lx’ AT 2 5 75-500= 50 100 25 . 125; 1173) 
T BC 197,A,B SP< x’ rN 2 5 5 220= 73)50 100 45 (>85)125j Tf96),-A, B:73) 
T BC198,A,B,CSP < Lx’ rN 2 5 5 220= 73)50 100 20 (>85)125i Tf96),-A/C: 73) 
T BC19,B,C SP<Lx' rN 2 5 5 400= 73)50 100 20 (=85)125j T196),-B, C: 73) 
T BC200 SP <SswN 02 0,5 so= 50 SO 20 (90) 125j Mu, Va,MBS5pFä4 


4444 44444 44444 44444 HA HAHAHHAH AHA HH HH HH HH HH 


BC 201...BC 238, A-C 


Dioden und 


a 1a Is e | 1 n j2 ha Jia Is 

I 

‚Ab |Fo \Awı I u us, uefß IN Imax |U Uman/fo max Bemerkungen 

ma vwAlV/- mW Ima |V |MHz Iec 

BC 201 sP 'Sz rN 0,25 0,5 2nA40-630 260 So 5 100) 125j SH gn 73) 4) 
BC 202 SP Sz rN 0,25 0,5 2nA40-630 260 50 20 (100) 125j SH bI73)4) 
BC 203 SP Sr rN 0.25 0,5 2nA40-400 260 50 30 (100) 125j SH ar 73)4) 
BC204,... SP SA rN 2? 5 0,0550-500= 300 100 45 (200) 125 Cs 73)[BC177) 
BC205.... SP SA rN 2 5 0,1 50-500= 300 100 (25) (200) 125j Cs 73)[BC 17: 
BC26B SP SA rN 2 5 0,05240-500= 300 100 20 (200) 125ji Cs[BC179B]4 
BC207,A,BSP SA rN 2 5 15nA 125-500 200 100 (50) (300) 125i Cs73)[BC107] 
BC208,A,B,CSP SA rN 2 5 15nA 125-900 200 100 (30) (300) 125i Cs73)[BC108] 
BC209,B,C SP SA rN 2 5 15nA 240-900 200 100 (30) (300) 125j Cs73)[BC109] 
BC210,A SP UN 150 1 20-120= 450 700 (50) (100) 175) Sc;-A:[Li] 8 p 
BC2AH,A SP Li rN 300 1 0,5 40-150= 800 1A (80) (200) . Cs; -A: (100 V 
BCM? SP SW N 2 5 0,6 60-300= 300 200 50 (200) 150j Tx5pF3 
BEMZAB S SwrN 2 5 15nA >60= 300 100 30 (200) 150j Tx, T173)1 
BCM2K SP Sw N 2 5 0,2560-300= 300 200 50 (200) 150j Tx 10 pF 1 
BCM2L SP SW N 2 5 02560-300= 300 200 50 (200) 150j Tx 10 pF6 
BC213 SP LmrN 10 5 0,5nA400= 600 50 25 2001| RZ 9) 1;Rz=2 
BCH3 SP SW N 2 5 0,6 80400= 300 200 30 (200) 150} Tx5pF3 
BCM3ACS SwrN2 5 >80= 100 30 (200). Tx73) 
BCM3K SP Sw N 2 5 0,25 80-400= 300 200 30 (200) 150j Tx 10 pF1 
BCM3L SP Sw N 2 5 0,25 80-400= 300 200 30 (200) 150j Tx 10pF6 
BC2M44 SP LmrN 10 5 0,5nA400= 600 50 25 200| RZ: Rr=1,5d 
BCH4 SP SW N 2 5 0,6140-400= 300 200 30 (200) 150 Tx 5 pF3 
BEMLA-CS SwrN2 5 >140= 100 50 (200). Tx,73) 
BCM4K SP Sw N 2 5 0,25 140400= 300 200 30 (200) 150j Tx10pFi 
BCMHUL SP Sw N 2 5 0,25140-400= 300 200 30 (200) 150j Tx10pF6 
BCHSA SP LI AN 150 10 0.1 40-120= 400 500 (50) (200) . Cs 
BC215B SP LI AN 150 10 0,1 100-300= 400 500 (50) (200) . Cs 
BCM6 SP Lm NU1O 1 01 30-120= 600 600 20 . 175j RZ1 
BC2I6A SP Lm NU1O 1 0,0530-120= 600 600 30 .  175j RZ 
BCHB SP LmU 10 5 0,1 50= 30. 30 200; RZ1 
BCMHBEA SP LmU 10 5 0,0550= 30. 4.2001 RZ 
BC219 SP Li NA 50 1 0,05100= 0. 30 . 200 RZ 
BC20 SP SAN 1 5 035100.225= 200 50 25 (80) 125j SG3pF 
BC21 SP SCN 10 5 1 S0115= 300 500 30 (150) 125 SGB pF 
BCM SP SCN 10 5 0,8 S0-110= 300 500 30 (250) 125j SG 11 pF 
BCMI3A SP Sw N 50 2 0,3 100-300= 360 400 30 . 150 Txt 
BC23B SP Sw N 50 2 0,3 200-450 = 360 400 30 . 150| Tx 1 
BCM O3 SP SwN 1 5 07 150450= 250 30 30 150j Tx 
BC 225 SP Sw N 10 5 02590-170= 200 100 40 (70) 125 SG4pF 
BC26 SP Lo N 100 10 1 130-180= 800 100 40 (40) 200j SG 25 pfF 
BC26 SP LmNUi 10 0,1 120= 800 600 20 .  175| RZ 
BCM6A SP Lm NUI 10 0,05120= 800 600 300°. 175 RZ 
BCB1A SP Sw N 50 5 0,25100-300= 625 400 30 . 150j Tx 
BCBIB SP Sw N 50 5 0,25200-450= 625 400 30 . 150j Tx 
BC22A SP Sw N 50 5 0,3 100-300= 625 40 30. 150 Tx4 
BC22B SP Sw N 50 5 0,3 200-450= 625 400 30. 1150| Tx4 
BC34 SP ImU 10 5 01 9-1B0= 300. 30 . 2001 RZ 
BC234A SP Lm U 10 5 0059-10= 30 . 45 . 2001 RZ1 
BC235 SP LmU 10 5 01 150-400= 30. 30 .  175j RZ 
BC235>A SP Im U 10 5 0,05150400= 30. 45 . 175 RZA 
BC236 SP SAN 300 10 2 >30 300 50 120 . 125j Cs 
BC 237,A,B SP Sw NT2 5 . 125-500 220 100 45 (300) 125j 1196), SH, In, MB7. 
BC 238 SP Li NT 10 100,5nA 90= 700 500 28 200; RZ9) 
BE23B,A-C SP SW NT2 5. 425:900 220 100 20 (300) 125j Tr. SH, In, Va 73 


Transistoren BC 239...BC 280 


ı |2 7 Is io | In I2 ha 114 15 
| | I } | | N 
K [Typ Ab Fo Awls Ur Ip Us,fB IN mas Umelfe [fm Bemerkungen 


| | ma IV IuAlV/)- mW ImAa IV ImHz 1°C 
T'2c29 Ip "u nr os "700 "soo 40 ', Aa RZ 1 


BC 239,B,C SP Sw NT2 5 240-900 220 100 20 (300) 125j T196),SH, In, MB 73) 
T BC250A SP swU 1 5 0470 300 100 20 (180) 125j In 
5 BC30B SP SswU 1 5 04 150 300 100 20 (180) 125j In 

BC250C SP SswU 1 5 04 350 300 100 20 (180) 125; In 

BC2SIA SP Sw U 2 5 0,5 125.260 300 100 45 (200) 125j In 

BC251B SP Sw U 2 5 0,5 240-500 300 100 45 (200) 125 In 

BC2SIC SP sw U 2 5 0,5 450-900 300 100 45 (200) 125j In 

BC222A SP SwU 2 5 0,5 125-260 300 100 20 (200) 125) In 

BC252B SP Sw U 2 5 0,5 240-500 300 100 20 (200) 125j In 

BC222C SP Sw U 2 5 0,5 450.900 300 100 20 (200) 125j In 

BC2533A SP Sw ru 2 5 0,5 125-260 300 100 20 (200) 125j In 

BC233B SP Sw ru 2 5 0,5 240-500 300 100 20 (200) 125j In 

BC233C SP Sw ru 2 5 0,5 450-900 300 100 20 (200) 125j In 

BC234 SP SswN 5 5 1 50-600= 250 30 55 . 1450| Tx 

BC254 SP LmU 2 10 0,5 150-300 300 100 18 (120) 175j RZ9)1 

BC254A SP’ Lm U 2 10 0,5 150-300 300 100 25 (120) 175 RZ9) 1 

BC2355 SP SwN 1 5 41 50-60= 6235 30 55 . 150j Tx 

BC255 SP LmU 2 10 0,5 235-470 300 100 18 (120) 175j RZ9)1 

BC255A SP LmU 2 10 0,5 235-470 300 100 25 (120) 175 RZ9)1 

BC 256 Ss mtl 1:5 125-500 300 100 6 (130).  1n73) 

BC256A SP Sw U 2 5 0,5 125-260 300 100 64 (200) 125j In 

BC256B SP Sw U 2 5 0,5 240-500 300 100 64 (200) 125j In 

BC 257 SP Sw NT2 5 2nA75.260= 220 100 45 (130) 125j SH 73) Kpl: BC 167 

BC 258 SP Sw NT2 5 2nA75-500= 220 100 25 (130) 125j SH 73) Kpl: BC 168 

BC 259 SP Sw NT2 5 2nA125-500=220 100 20 (130) 125j SH 73) Kpl: BC 169 

BC 260 Ss LmU 1 5 . 70350 300 100 20 (180). 1n73) 

BC20A SP LU Ui 5 0470 300 100 20 (180) 175j In9) 

BC2408 SP U U 1 5 0% 150 300 100 20 (180) 175j In 9) 

BCA0C SP U U 1 5 04 350 300 100 20 (180) 175j In 9) 

BC1A SP LI U 2 5 0,5 125.260 300 100 45 (200) 175j In 9) 

BC21B SP U U 2 5 0,5 240-500 300 100 45 (200) 175j In 9) 

BC264C SP U U 2 5 0,5 450-900 300 100 45 (200) 175j In 9) 

BC22A SP U U 2 5 0,5 125.260 300 100 20 (200) 175j In 9) 

BC22B SP U U 2 5 0,5 240-500 300 100 20 (200) 175j In 9) 

BC2C SP LI U 2 5 0,5 450-900 300 100 20 (200) 175j In 9) 

BC23A SP U rU 2 5 0,5 125-260 300 100 20 (200) 175j In 9) 

BC23B SP LU rU 2 5 0,5 240-500 300 100 20 (200) 175j In 9) 

BC23C SP U rU 2 5 0,5 450-900 300 100 20_ (200) 175i In 9) 

C24 SP Sw NU10 30 . >25 300 2-12 +30. [150] Tx, Cs:A;73) 31 

BC26A SP LI U 2 5 0,5 125-260 300 100 64 (200) 175j In 9) 

BC26B SP LI U 2 5 0,5 240-500 300 100 64 (200) 175i In 9) 

BC27° SP LÜnN2 5 02 125-500 375 1A 45 (150) 175 AC # BC 1079) 

C28 SP LI NA2 5 0,2 125-900 375 1A 20 (150) 175 AC # BC 1089) 

BC29 SP Ü rN2 5 0,2 240.900 375 1A 20 (150) 175j AC # BC 1099) 

cC20 SP U Ns 2 5 02150900 375 1A 20 (150) 175j AC 

BC 271 SP LI NL 10 10 0,25100-200= 300 1A 25 (175) 175| AC #2 N 3441 A 

BC22 SP LI rU 10 10 0,3 125-300=300 1A 45 (175) 175| AC #2 N 3442 A 
T BC2%... SP . NT2 5 . 50500 300 100 45 (130) 125i Cs 73) Kpl:BC 277 
T Bears. sp_ Nriames 50-500 300 100 25 (130) 125j Cs 73) Kpl:BC 278 
T BC26,B SP . ıN?2 5 240-500 300 100 20 130) 125i Cs Kpl:BC 279 
T BEMTABSP . NT2 5 125-500 300 100 45 (150) 125 Cs 73) Kpl:BC 274 
T BEMBA-CSP . NT2 5 125-900 300 100 20 (150) 125ji Cs 73) Kpl:BC 275 
T BC29,BCSP . rN2 5 ._ 240.900 300 100 20 (150) 125i Cs 73) Kpl:BC 276 
T BC280 SP LI NU1 5 0,7 180-600= 360 100 40° . 2001 AC,SG 2,8 pF 


BC 281...BC 332 C Dioden un 
17 7 


3 ls Is ls | | 1a |ıs 


1 \Fo |Aw Ir tmox| Bemerkungen 


| 


mA |V 

Nr ZI 3600 20 45 , "200 sG5pF 
BC 282 UN 50 5 100 600 30. 20 SG 5,5 pF 
BC 283 UN 5 5 00 600 30 2001 SG 7 pF 
BE 284 UN 10 10 500 200 40 (80) 200| SG 16 pF 
BC 285 UNS 3% 360 100 120 (80) 2001 SG4pF 
BC 286 lo N 500 2 800 1A 60 (100) 2001 AC,SG 12 pF 
BC 287 lo N 50 2 20.200= 800 1A 60 (200) 200 SG 13 pF 
BC 288 lo N 2A 2 0,6 30.200= 800 5A 40 (80) 2001 SG 45 pF 
BC289,ABP UN 1 5 1000-600=360 100 40. 2001 SG 73) 9) 
BE2.ABSP U ent 5 200-1000=360 100 40 . 2001 SG 73) 9) 
BC291,ADSP LI Ns 1 5 . 100-300= 360 200 45 . 2001 SG73)9) 
BC292.A.B SP U rNt 5 . 100.600= 360 200 45 . 2001 SG 73) 9) 
BC293 SP lo N 2A 2 0,6 30.20= %0 5A 60 (80) 200| SG45 pF 
BC24  S Li N 150 10 04 100-300= 600 600 60 . . AC,Tx 
Bea SP WNA 5 10= 20 . 30 . 125 SG 
BC297(P) SP LI’ NU2 5 02 125-500 220 200 45 (150) 175 AC # BC 177 
BC28 — S Lo N 10 1 0,7775-500= 375 1A 25 (150) 175j| AC12pF 


BC 300 SP Lo 


0,2540-240= 6W 1A 80 (120) 175| AC 4 2N 240 
BC 301 SP Lo 


150 10 0,2340-240= 6W 1A 60 (120) 1755 AC  BFX69, 
BC 302 Ss Lo N 150 10 0,5 40.240= 850 1A 45 (120) 175j AC10pF 
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T 6BC303 SP Lo Ts 150 10 0,65>4= 6W 1A 65 (>60)175ji AC # BFX74, 
T BC30% S Lo N 150 10 0,5 40.240= 850 1A 45 175) In, SH, Tf30 p 
T BC307 S SwNT2 5 75-260= 175 100 45 (150) 125j T173)Kpi:BC237 
T BC308,A,BS S$Sw NT2 5 75-500= 175 100 25 (150) 125j Tf73)Kpl:BC23 
T BC309,A,B S SwrT 2 5 .  125-500=175 100 20 (150) 125j T173)Kpl:BC239 
T BC310 Ss loN 20 1 04 1A 70 (90) 2001 SG 12 pF 

T 8C31 S koN 20 1 05 1A 70 (200) 2001 SG 13 pF 

T BC312 S loN 320 12 150 10 . 200| SG 6 pF 

T BC313,A SP Lo nN 300 1 0,5 40-150= 800 1A (60) (200) 200j Cs, A: (80V) 1 
T BC34 S SAN 23 10 1,5 30= 180. 120 (50) 125j SG3PpF 

T BC315 S SwWN 2 5 0,6 100-350= 300 100 35 (200) 150j Tx 

T BCHTABS SwN 2 5 0,5 110-450= 310 150 45 (100) 135j Mo 73) Kpl:B 
T BC3HBABS Sw N 2 5 0,5 110-800= 310 150 30 (100) 135j Mo 73) Kpl:B 
T BC39B.CS SwN 2 5 0,5 200-800= 310 150 20 (100) 135j Mo73)Kpl:B 
T BC30,A.8B$S SwN 2 5 05 110-450= 310 150 45 (100) 135j Mo 73) Kpl:B 
T BC31,ABS SwN 2 5 0,5 110-450= 310 150 30 100) 135j Mo 73) Kpl:B 
T BC32B CS SwN 2 5 0,5 110-800= 310 150 20 (100) 135j Mo 73) Kpl:B 
T BC323 S Lo N 500 1 0,1550.250= 800 5A 60 (100) 200 SG 80 pF 

T BC32%4 Ss Lo N 50 1 1 2080= 800 1A 55 (100) 2001 SG 25 pF 

T BC325 Ss UN 001 5 0,35404120= 360 50 60 . 200; Tx9 pF 

T BC326 Ss U N 001 5 0,35100-500= 360 50 60 . 200 Tx 9 pF 

T BC327 SP Sw NT SO 1 0,1 100-530= 600 800 45 (100) 150j 141) 1, T1,SH, 
T +BC337 SP Sw NT 50 1 0,1 100-530= 600 800 45 (100) 150j Cs, MB 
T BC328 SP Sw NT 50 1 0,1 100-530= 600 800 25 (100) 150j 141) 1,11, SH, 
T +BC338 SP Sw NT 50 1 0,1 100-530= 600 800 25 (100) 1501 } Cs, MB 
T BC9B S  N?2 51 20 250 30 60 150j Tx3 pF 

T BC39C S.SWN 2 5 1 40 250 30 60 150j Tx 3 pf 

T BC30BS wN?2 51 20 250 30 45 . 150j Tx3 pF 

T BC3O0CS wN 2 5 1 40 25030 45 . 150) Tx3 pF 

T BEC3MHA SS wN?2 51 1% 250 30 60 . 150 Tx 3 pF 

T BC3HB S Su N?2 5 1 2% 250 30 60 . 150j Tx3 pF 
TI:BEBICHS; SwEN.2  5_1 559 250 30 60 . 150j Tx3 pF 
TEBCINA 5 SWuNa ie 725 250 30 45 . 150j Tx3 pF 

T BC32BS wN?2 51 20 25030 45 . 150j Tx3 pF 

T mcoıı2c 5 swN 205.1 5a 250 30 45 . 150j Tx3 pF 


Transistoren BC 333...BC 406 


3 | Is |6 |7 Is bo 10 in I12 5 I14 15 
Ab |Fo Aw Ur [Is\UsfB IN men Umeulle |imen|Bemerkungen 
| |ma IV IualV/- Imw [ma v mit |°c 
so "25 750) 7135) Mo4pf 
310 50 (50) 135j Mo4pF 


310 50 (50) 135) Mo4pF 
310 (50) 135) Mo4pf 


BC 337, 338 s. unter BC 327, 328 


BC 340-6 sp TU 50 (100) 200 In 9), Kpl: BC 360 
BC 340-10 SP 50 (100) In 9) 
BC 340-16 SP Ei (100) i In 9) 
BC 341-6 sp 50 (100) i In 9), Kpl:BC 361 
BC 341-10 SP so (100) In 9) 


BC 342 i = (100) i Mo20pF 
BC 343 i > (100) i Mo 20pfF 
BC 344 > (100) i Mo20 pF 
BC 345 (100) i Mo20 pF 
BC 347,L,A,B 0,25 10.450= (125) Mo 73) Kpl: 


BC348,L,A,B 0,25 40-450= (125) i Mo 73) Kpl: 
BC349,L,A,B 0,25 40-450= (125) Mo 73) Kpl: 
BC350,L,A,B 0,25 40-450= (125) i Mo 73) Kpl: 
BC351,L,A,B 0,25 40-450= (125) i Mo 73) Kpl: 
BC352,L,A,B 0,25 40-450= (125) i Mo 73) Kpl: 


BC 354 0,6 63-630= (200) i Mo4,5pF 

BC 355, A-C 0,6 63-370= (200) i Mo 73) 4,5 pF 

BC 357 0,25 100-500= (200) Mo 141) 

BC 358 0,25 100-500= (125) Mo 

BC 360-6 0,4 40-100= (250) i In 9), Kpl: BC 340 


BC 360-10 0,4 63-160= (250) In 9) 


BC 360-16 (250) 200 In 9) 
BC 361-6 (250) In 9), Kpl: BC 341 
BC 361-10 (250) In 9) 

BC 362 5 > (50) i Mo 1, Kpl:BC 365 


BC 363 & > . Mo 1, Kpl:BC 366 
BC 364 x > - i Mo 1,Kpl:BC 367 
BC 365 Y = . Mo 1, Kpl:BC 362 
BC 366 R > . Mo 1, Kpl:BC 363 
BC 367 e i Mo 1,Kpl:BC 364 


BC 370... . i AC73) 9) 
BC 377, 6-8 
BC 378, 6-8 
BC 381 

BC 382,B,C S 


BC 383,A,B S 


oo: : 


Tx5pF73)1 


i Tx5pF73)1 
i Tx5pF73)1 
Tx5pFi 

i Tx5pFi 


Mo 

Mo } +) 
SG6pF 
SG 20 pF 


ji SG5SpF 
i SG 


220; 330 i Va 73) 
«220-600 ji Va 73) 
BC 409,B,C SP . 300-600 i Va 73) 
BC 405 5 . 195= . . SG 
BC 406 Ss . 290= 5 . SG 


ZZE2Z ZEZZZZ ZZ 
EX-2-7-7-7-} 
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BC 413, B, C...BCW 33, R Dioden und 


3 


K |Typ fe Fo Au 
mA 


BC 413,B,C SP m 300 "100 30 "7250y 150; Tr, Va 73)1 
BC4IWB.CSP Sw = 100 45 (250) 150) Ti, Va 73) 1 
BC415,A-C SP Sw 100 35 (200) 150) TI, Va 73) 1 
BC 416. A-C SP 15nA 180-800 100 45 (200) 150) Ti, Va 73) 1 
BCHT SP 75.260 100 50 (150) 125j Va 


BC418,A,B SP 125-500 100 25 (150) 125j Va 73) 
BC419,A,B SP 125-500 100 20 (150) 125) Va 73) 

BC 429 u. Be 1A 45 (100) .  Tx10pF2 

BC 430 20.2 50160= 200 25 (100) . Tx10pF2 

BC 440, 4-6 .  40-250= 1A 40 (50) 200j AC 73) Kpl:BC 460 


BC 441, 4-6 .  40.250= 1A 60 (50) 200j AC 73) Kpl:BC 461 
BC 460 40-250= 1A 40 (50) 200} AC; Kpl:BC 440 
BC 461, 4-6 40-250= 1A 60 (50) 200| AC 73) Kpl:BC 441 
BC 477... a 0, 1 50-220= 150 (90) (20) 200j SG 73) 

BC 478,A,B 0,1 110-450= (40) (20) . SG 73) 


BC 479, B » 0,1 200-450= (40) (20) . SG 73) 
BC 507 » 0,07230= (70) . 

BC 508 .»  0,07350= (60) 

BC 509 - 0,07 195= (60) 

BC 510 , -  0,07195= (40) 


BC 512,A,B -  60-400= 45 
BC 513,A,B 80-400= 25 
BC 514,A,B 140-400= 20 
BC 582,A,B SP 45 
BC 583, A-C SP 20 


BC 584,B,C SP 20 
BC 1073 Gd 
BC 1073A Gd 
BC 1073B Gd 
BC 1274 Gd 


BC1274A Gd 
BC1274B Gd 
BCW 10 
BCW 11 
BCW 12 


BCW 13 
BCW 14 
BCW 15 
BCW 16 
BCW 17 


BCW 18 
BCW 19 
BCW 20 
BCW 21 
BCW22 


BCW 23 
BCW 24 
BCW 25 
BCW 26 
BCW29,R SP 


BCW 30,R SP 
BCW31,R SP 
BCW32,R SP 
BCW33,R SP 
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fmox | Bemerkungen 
ee 


444444 


50-120= 
50-120= 


o0000 VOoV 
mmnmnnm nn 


40-120= (30) 


40-120= (30) . 

> 150 (30) 175j 

40-200= . 200j 

40-200= $ 200j 

120-260= (150) 1255 Va,RT 1,-R:3 102) 


215-500 (150) 125j Va, RT 102) 1,-R:3 
(300) 1251 | Yu. RT.MB 
(300) 125i Tohyı "R3 
(300) 125j szR: 


wnnu vovnuu vwwmwuu vun 
Zzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz ZZZZ, zZ7Z 


4444 I444944 0 AH444 HA AA HH 


vuruun vuouu vuwan nanan nam. « 


Transistoren BCW 34...BCY 51 
8 9 110: "sl 2: ia har lız 


| 
\Ur I, ver | IN oax Umaz fo Wake Bamerkingen 
mA ıv |W-= [ma ıv [MHz IX ” 


" (150) 1755 
175; AN Tx 6 pF 


175j 
1751 } 41) Mo, Tx 6 pF 
150 Tx12pF3 
150j| Tx 6,5 pF3 


200 SG 
200| SG 
125j 2,5 pF 12: Va, 


x - 


BCW 34 
BCW 35 
BCW 36 
BCW 37 
BCW 38 
BCW 39 


BCWUu 
BCW 45 
BCW4U6A,BSP 
BCWATA,B SP 
BCW4WBA-C SP 
BCW49B,C SP 


BCW 50 Ss 

BCW 51 sp 
BCW 52 SP 
BCW56,A SP 


BCW57,A SP 
BCW 58,A.B SP 
BCWS59,A,BSP 
BCW 60 sp 


BCW 61 sp 
BCW 69 sp 
BCW 70 sp 
BCW 71 sp 
BCW7 sp 


BCW 85 
BCW 86 
BCY 10 
BCY 11 
BCY 12 


BCY 13 
BCY 14 
BCY 15 
BCY 16 
BCY 17 


BCY 18 
BCY 19 
BCY20 
BCY 27 
BCY 28 


BCY 29 
BCY 30 
BCY 31 
BCY 32 
BCY 33 


BCY 34 
BCY 38 
BCY 39 
BCY4O 
BCY4u 


BCY 43 
BCY50 
BCY 50i 
BCY 50r 
BCY 51 


oo 


1255 . BC 107 | RT,73)1 
1255 = BC108fers. | 
1255 .— BC 109) BSW34HH. 


200; SG 

a Tx5pF 
150-350= . Tx5pF 

0,75 110-220= 1255 MB, Va,RT1 


0,75 110-220= 125j =. BC 177 | MB, Vol, 
0,75 110-450= 125| -. BC 178 | RT1 
0,75 10-45 125ji .. BC179 

0,02 170-500= 125 SH 102) 73) 4,5 pF 


0,02 170-500= 125 SH 102) 73) 4,5 pF 
1255 MB 102) 7 pF1 


w nuuuAa Hannunu 


“ 


200-450= 


150-350= 
150-350= 


---44 44444 4444444474444 44 70444444 
z2 DCECcZ ZZZ2Z ZCEZ 122 ZZ 22 2ZZZZZZ 


SHI)Ers:BFY12 

i SHI)Ers:BFY13 
i SHI)ErS:BFY14 
ji SHI)ErS:BSY18 

SH,Tg 


vun wunuo 
ao 


{7} 
a 
oo00o 


1nA 15-60 
1nA 25-80 


1nA 10-40 
1nA 15-35 
1nA 25-60 
1nA 35-80 
1nA 15-35 


1nA 25-60 
0,1 20= 
0,1 30= 
01 45= 
0,25 45-90= 


0,25 75-150= i 
5nA 60-300= ? SA 9), In 80) 
5nA 60-300= z SA 47) 

5nA 60-300 ) . i SA 9) 

0,05 60-300= ; ji SA 9), In 


u unnunue vunun nunnu ug 
un OADDHRN nanan aannamn aaa Dann vuuuu vunuu u: 


AHH-H- 477707077 HH Hrn 


zy2ZZz zzzzz 


u. 
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BCY 51i...BD 107 A 


Dioden und 


11 3 la is is 89 10 mn 12 13 14 15 
IK Typ Ab Fo Awl: U: I, Us,/B N HU ® Ir Bemerkungen 
ma |V nA V/- mW ma Vv MHz °C | 

T BCYSi SP ImN 1 5 00560-300= 217 10 (25) . 175j SA 47) 

T BCYSir SP LmrN 0,1 1,5 0,0560-300= 260 10 (25) . 175j SA 9) 

t BCYS4 Sa L N 10 6 2,5 20-120 350 250 50 (2) 150} Va 

T BCY55 SP Lm AA 1 5 0.01150-600 300 30 45 (50) 175j Va 37)47) 79) 

T BCYS6 PU +rN? 5 0,1 100-450= 300 100 45 (85) 175} Va; Rz:1,5dB 

T BCY57 PU +rN? 5 0,1 200-800= 300 100 20 (100) 175j Va; Rz: 1,5 dB 

T BCY58 SP ıUU rN2 5 0,01125-700 iW 200 32 (300) 200) SH 73), Va, AC, MB 
T BCYSA SP U rN?2 5 0,2nA 125-250 390 200 32 (300) 200j In 

T BECYSB SP U rN?2 5 0,2nA 175-350 390 200 32 (300) 200) In 

T BCYSSC SP U rN?2 5 0,2nA 250.500 390 200 32 (300) 200) In 

T BCYSD SP U rN? 5 0,2nA 350-700 390 200 32 (300) 200} In 

T BCY59 SP U rN?2 5 0,01125-700 1W 200 45 (300) 200} SH 73)T1, Va, AC, MB 
T BCYSA SP U rN?2 5 0,2nA 125-250 390 200 45 (300) 200) In 

T BEHDIEHSP UHAN?2 5 0,3nA 175-350 390 200 45 (300) 200) In 

T BCYS9C SP UrN?2 5 0,2nA 250-500 390 200 45 (300) 200) In 

T BCYS$D SP U rN2 5 0,2nA 350-700 350 200 45 (300) 200j In 

T BCY65.. SP Lm UT 20 (0,7)0,2nA 225-540 1VV_ 200 60 (300) 200 SH 9) 73) #2N2483 
T BCY6 SP LmrN?2 5 0,2nA290= 1W 200 45 (300) 200| SH 9) 

T BCY 67 PP U rN?2 5 2nA 180-630= 770 50 45 (180) 200} SH9).Kpl: BCY66 
T BCY& s UeN?7 5 06 >600 300 100 20 175) Tx, Cs Rz<5dB 
T BCY70 SP UsA 10 1 0,01 >50= 1W 200 45 (250) 175j Va9) 

T BCY71 SP UsA 10 1 001 >100= 1W 200 45 (300) 175j Va 9) Kpl: BCY 56 
T BMA S UN 10 1 0,25100-600= 350 200 45 (300) 200| Mu Rz< 2dB 

T BCYN2 SP UsA 10 1 0,01 >50= 1W 200 25 (200) 1755 Va 9) Kpl: BCY 66 
T BT SP U NT2 5  2nA 170-500= 1W 100 60 (180) 200 SH73)9)Rr=2dBi 
T BCY78 Sp u: INT 2 5 2nA 125-500 300 200 32 (200) 175j SH 73), Tf, Vat 
T BCY78A SP LmU 2 5 0,8 125.250 300 200 32 175j Int 

T BCYBB SP LmU 2 5 0,8 175.350 300 200 32 175j Int 

T BCYBC SP ImU 2 5 0,8 250-500 300 200 32 175) Int 

T BCYBD SP LmU 2 5 0,8 350.700 300 200 32 . 175) Int 

T BCY”9 SP U NT2 5 2nA125-500 300 200 45 (200) 175j SH 73), Tf, Va 

T BEYDATTSP In U 2 5 0,8 125-250 300 200 45 175| In 

T BCY79B SP tmU 2 5 0,8 175.350 300 200 45 175, In 

T |BENTICHTSP Clm U 5 0,8 250-500 300 200 45 . 175, Int 

T BCY8ss Ss Sw N 10 1 0,2 100-400= 300 200 60 (200) 150j Tx1 

T BCY86 Ss SswN 2 5 0,2 250.600= 300 200 50 (200) 150j Tx1 

T BCY87 SP LI” AA 0,05 (10)5nA 100-450= 150 30 40 (10) 175j Va 21) 37),MB 

T BCY88 SP LI” AA 0,05 (10) 0,02100-450= 150 30 40 (10) 175j Va21)37),MB 

T BCY8®$ SP LI” AA 0,05 (10) 0,01100-450= 150 30 40 (10) 175j Va 21) 37),MB 

T BCY9%0 a Ei 6 15 10-35 2500 50 40 (35) . T99) 

T BCY91 ed un 6 15 25.60 250 50 40 (32) T99) 

T BCY92 sp Au Oleg 6 15 40-100 250 50 40 (40) T99) 

T BCY9 u TE 6 15 10-35 250 50 70 (25) T99) 

T BCY% sp FL ur 6 15 25.60 250 50 70 (32) T9 9) 

T BCY9 Sp d 071 6 15 40.100 250 50 70 (40) T99) 

T BCY% sPpP-uU U.1 6 15 10-35 250 50 9 (25) Tg 9) 

T BCY 97 sp zu Ur°4 6 15 25.60 250 50 9% (2) . T99) 

ı BCZ10 Sa Kp N 1 6 1nA25 210 50 25 1 150} Va 

t BCZ11 Sa Kp N 1 6 01 35= 210 50 25 1,5 150) Va; Am; CV7044 
t BCZ12 Ss Kp Nt 1 6 0,0115 210 50 60 1 150} Va 


BCZ 13,14 
BD 106 A 
BD 106B 
BD 107 A 


10 15-40 a 
0,5 50-150= 11,5W 2,5A 36 
0,5 100-300= 11,5W 2,5A 36 
0,5 50-150= 11,5W 2,5A 64 


< 


(0,5) 150j 
(100) 175j 
(100) 175j 
(100) 175j 


500 


DONDG 


t 

E 
% 
T 


Mq NL 500 
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Transistoren BD 107 B...BD 178 


ı 12 E 4 Is je |7 je jo 10 no02 ja I lıs 
K Typ |Ab 


|Fo Am I |Ur| sp, \Us,/B IN) Hass Unssifs 
| | mA N" mA IV/= Imw mA IV [MHz ® 
T BD107B sp 'Ma NL 500 "2 "0, 100-200= 11,5W 2,5A 64 ETTE 175) In9)P 


im Imor| Bemerkungen 


T BD1090 SP Ma NL 1A 2 0.0130-300= 18,5W 3A (60) (50) 175; SH 73) 

T BDItt SP Mi Hs 500 10 0.02100= 10W 10A 60 .  150j Fd 

T BD112 SP Mi NL 100 10 00M140= 20W . 60 .  150j Fd9) 

T BDIl3 SP Mi NL 50 5 0.09= 10W 104 60 .  150j Fd 

T BDIIS SP Lo AL 50 100 550 60= 6W 150 220 (145) 200 Va 9), Cs, MB 

T BDM6 5S Mi NLI 2 1 3060= 10W 3A (80) . 1150| AC 

T BDMT 5 Mi NLS 2 1,5 30.110= 30W 5A (100). 150j SG 

T BD121  5S Mi NLI 10 0,65>30= 45W 5A 35 (60) 175j Mu 

T BDI3 5 Mi NLT 10 0,65-30= 45W 5A 60 (60) 175j Mu 

T BDI% S MaNLOS 5 09 >35= 15W 2A 45 (60) 175j Mu,RT,Va,MB 
T BD127_ SM Sa NL 50 20 00670= 8,9W 150 300 (20) 175i T196) 

T BD128 SM Sq NL 50 20 0.0850= 89W 150 350 (20) 175j Tf96) 

T BD1299_ SM Sqa NL 50 20 >40= 16W 150 350 (10) 175j Tf 96) 

T BD100  Sd Mi NL4A 4 500 20.70= 100W 15A 60 (0,7) 200 SH; P:-2.2 N 3055 
TED 5 KENLOS 12 09 >40= mW 3A TO) (eo) 125 

T BO12 Ss  KENLOS 12 09 -W= AW 3A (45) (60) 1251 541) 2 Mu, Va;MB 
T BO133 SP KEULSIO 12 04 Mm Aw 3A 10) (6 125 MBe0pF2 

T BD135 SP Sa NU(1SO) (2) 0,5 40:250= 4W 1A 45 (75) 150 TI,Va | syn 

T BD136 SP Sq NU(150) (2) 0,5 40-250= 4W 1A 45 (75) 150j Tf,Va |4N)96).C5 2 
T BD SB Sa NULSO m 05 Mom kw 1A 60 75) 1501 Tiyaysmas).cs2 
T 8D138 SP Sqa NU(150) (2) 0,5 40-160= 4W 1A 60 (75) 150j Tf.Va 

T BD139 SP Sa NU(150) (2) 0,5 40-160= 4W 1A 80 (75) 150 If 141)9),Va.In, 
T BD10 SP Sq NU(150) (2) 0,5 40-160= 4W 1A 80 (75) 150 Tf ICs 

T BDit  Sd Mils 2A 4 1 3070= 117W8A 120 . 2001 AC#2N3442 
T BDi2  Sd Mi LU4A 4 4,1 35= 117W15A 40 (1,3) 200 AC # 40251 

T BDiü  5S Mi Hs 5A 20 . >5= 8W 250 400 (12) 135j Va,Mu9) 

T BDis S Mi Hs 500 10 1,5 >4s= 15W 5A 60 (100) 175j Va. Mu 9) 

T 8BD151 S KGNLIA 2 05 30-40= . . 30... Mo’, Kpl:BD154 
T BDI2  5S KENLIA 2 05 3-10= . . 4... Mo2,Kpl:BD155 
T BDI3 S KGNLIA 2 05 0M0= . .» 60 .  \ Mo2.Kpl:BD156 
T BDIS4  5S KGNLIA 2 05 040= . . 30 2... Mo2.Kpl:BD 151 
T BDISS S -KGNLIA 2 05 3040= . . 4 .  ." Mo2.Kpl:BD152 
T BDI6 SS KENLIA 2 05 3-0= . .» 60 .  . Mo2.Kpl:BD153 
T BD1S7  Sd KGL 50 10 0,1 30:240= 20W 1A 250 . 150 Cs,Mo2 

T BDIS8  Sd KG'L 50 10 0,1 30.240= 20W 1A 300 .  150j Cs.Mo2 

T BD1I9  Sd KG’L 50 10 01 30-240= 20W 1A 350 . 150j Cs.Mo2 

T BDO 5 Mi Hs... 16. 10W SA (250).  150j Va9)62 

T BDid  5S Ma NLISA2 . >50= 15W 4A 55 (0,75) 175 AC 

T BDI2 5 MaNL1SA2 . >320= 15W 4A 20 (0,75) 175 AC 

T BDIa 5 MaNLISA2 . -20= 15W 4A 40 (075) 1751 AC 

T BDISs 5S KGNL10 2 0,5 W= 20W 1,5A45 150| Mo2, » Va [SH] 
T BD16 5 KGNL150 2 05 = 20W 15A45 . 1150| Mo2.# Va[SH] 
T BD17 SS KG’NL150 2 05 4= 20W 1.5A60 .  150j Mo2, # ValsH] 
T BDI8 5S KG’NL150 2 0,5 W= 20W 1,5A 60 150j Mo2, # Va[SH] 
T BDI9_S KGNL150 2 05 = 20W 15A80° . 150j Mo2. + ValsH] 
T BD10 S KG’NL150 2 05 = 20W 15A80 . 150j Mo2. + ValSH] 
T BDII  S  KGNLS50 10 1,5 W= 20W 500 90 (6) 150j Mo2 

T BDIR 5 KG’NL 50 10 1,5 40= 20W 500 120 (6) 150 Mo2 

T BDI3 S KG’NL 50 10 1,5 = 20W 500 160 (6) 150j Mo2 

T BDIS S  KGNL 10 2 08 = 30W 3A 45 (6) 135j Mo2 

T BD1%6  S KGNL150 2 08 W= 30W 3A 45 (6) 135j Mo2 

T BDIT7T  S KG’NL150 2 0,8 40= 30W 3A 60 (6) 135j Mo2 

T BD18  S KGNL150 2 08 40= 30W 3A 60 (6) 135j Mo2 
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BD 179...BD 582 Dioden und 


3 a Is |6e I le Io ho In 12 13 


K |Typ ‚Ab Fo \AwIr u; Ip |Us,/B IN ne lU.n fg max Bemerkungen 
Il ma IV Imalv/- mw Ima iv ° 

T'BDI9 S 'KGNL1O0 2 08 W=  30W3A 80 (6) 135j Mo2 

T BDI0  S KG’NL 150 2 08 W= 30W 3A 80 (6) 135j Mo2 

T BD 2 S Mi NB3A . 1 20-70= 78W 10A 45 (1) 200| Va 9),MB 

T BDf2 S Mi NBA . 1 2070= A7WISA 60 (1) 200) Va 9),MB 

T BDI3 SS Mi NB3A 1 20-710= 117W15A 80 (1) 200j Va9),MB 

T BDISs SS KENLSO 2 1 4= KoW 4A 30 (5) 135j Mo2 

T BDI6G SS KENLSO 2 1 = 40W 4A 30 (5) 135i Mo2 

T BDEB7 OS KGNLSO 2 1 = 0W 4A 45 (5) 135j Mo2 

T BDIB  S KGNL SO 2 1 4= 0W AA 45 (5) 135i Mo2 

T BD19 OS KGNLSO 2 1 4= 40W 4A 60 (5) 135j Mo2 

T 8010 S KGENLSO 2 1 4= 40W 4A 60 (5) 135j Mo2 

T BD  S KHNLIA 2 1 %= 65W 6A 30 (4) 135j Mo 

T BD1%6  S KHNLIA 2 1 %= 65W 6A 30 (4) 135j Mo 

T BD17 5 KHNLIA 2 1 %0= 65W 6A 45 (4) 135j Mo 

T BDIB  5S KHNLIA 2 1 30= 65W 6A 45 (4) 135 Mo 

T BDI9  5S KHNLIA 2 1 %= 65W 6A 60 (4) 135j Mo 

T BD SS KHNLIA 2 1 30= 65W 6A 60 (4) 1351 Mo 

TBM ETGN. .. ah ee Ya 

T BD2R SE Ti NL re RR va) 

TED28- ETN. „0.0. AM. 5, Ya) 

TED DO SETGN. . . MIN Den . Va62) 

T BDO  S KHNL2A 2 1,1 %0= 90W 10A 45 (4) 150j Mo 

T BD S KHNL2A 2 11 30= 90W 10A 45 (4) 150j Mo 

T BD07 SS KHNL2A 2 11 30= 90W 10A 60 (4) 150j Mo 

T BD08 S KHNL2A 2 11 30= 90W 10A 60 (4) 150) Mo 

T BD: - 5: KENB... .ı% » = ABA 5 1 Tier 

T BDaM SS Sr NL ee ea a ea 

m \BDAa3.r Sa #sr NL oe. oe ENT US ‚orieaı 

T BD26 SP KEUL er 1ow isads (129 Value 

TAABDI227, EISPIL KEIUL. m. u 5 10W 1.5A 45 (125) . Va 

T BOB SP KU. ... 10W 1,5A 60 (128). Va yıyg 

TRBO220, FSB KEUL SM. u. 10W 1.5A 60 (125) . Va 54) 62 

T. BDAWI -.SP -KE UL. 4. ©. 10W 1:54 80 (125). Va yyygn 

TEED231 SuSE KEUL., Dle % 10W 1.54 80 (128). va y 462 

1. BDan. U SM KEUL. u. . 7W 250 250 (15) . Va 

IT BD23“ SE aKE UL Aa: 25W 2A 45 (9) .  SH,7 ValSHIY 4) 

Tr 4BD 23 m SEM KE UN. Me an: SW2A 46 0) .  SHZValsHi} t 

T BD23S SE KE UL ten. 3wW 2A 0 0) .  SH.7ValsHl} 4 

T. 5D236- SE KEUL A. . : ZW 0 0) . Shi z vatsııd 4) 

M.BDSM . SERKEUN,. "2ER 25W 2A 90 (0) . SH.“ ValsH]} 

T' 'BD238 SE @KE UN, . 2308: WA 0 0). SHL- Valshıs 4) 

T BD36A S Sa L 500 2 1 50-450= 10W 2,5A 36 (100) 125j In2 

T BD36B S Sa L 500 2 1 100-300= 10W 2.,5A 36 (100) 125j In2 

T BDA S Sa L 500 2 1 50-450= 10W 2.5A 64 (100) 125j In2 

T BD207B S $q L 50 2 1 100-300= 10W 2.5A 64 (100) 125 In2 

T BD40 SP Sa Hs 50 . 2mA. BSWIA 10 . .  Tx2 

T BD40O Sid Sa Hs 0. . >U0= 15W 1A 325 > 12 

TERDSISı WISEMEFL. . an. Dee KW3A 45.»  Mo629)4 

7: 'BO'S76 2 SE MER a. ur “W3A 5 .  .  Mo62)%4 

TABDSTZ BasE KEUS. Nee kow 3A 60. Mo62)4 

TABD'S78. FHSEsAKE ie. en “oW 3A 60 .  . Mo62)4 

T BDIS79:. —.SE WEF I. “oW 3A 0 .  .  Mo62)4 

T\BDSS0 WESSEIIKFSE. Sr “oW 3A 0 .  .  Mo6)4 

TED SE KL... 40W 3A 10 .  . Mo62)4 


BD 582 SE’RKE IR, a 4OoW 3A 100 . % Mo 62) 4 


Transistoren BD 585...BDY 43/40 
3 ja Is lb 7 lo In h2 Jıs 


I 1 
\Ab | |Fo | Awl |Ur Ir. u IN Imox [Umen| fa 
mA | [uA | I\v/- mW mA |V_ MHz 
BD 585 se x Re WFT ERTEEER .."Mo62)4 
BD 586 z Er BA AST u } Mo 62) 4 
BD 587 f er AO. F Mo 62) 4 
BD 588 i ee AO . 3 Mo 62) 4 
BD 589 : we: KA 5 ; Mo 62) 4 


BD 590 . . . . AA . . Mo 62) 4 
BD 591 . - . - AA . . Mo 62) 4 
BD 5 > R “ E AA : . Mo 62) 4 
BD 595 . P . : BA “ 2 Mo 62) 4 
BD 596 . . . . BA . 4 Mo 62) 4 


BD 597 . . . P BA . . Mo 62) 4 
BD 598 . . . . 8A . . Mo 62) 4 
BD 599 . . . . 8A . . Mo 62) 4 
BD 600 . . . . BA . . Mo 62) 4 
BD 601 s . . = 8A 100 . Mo 62) 4 


BD 602 s . . . 8A 10 . . Mo 62) 4 
BD 605 . . . . 10A 45 . . Mo 62) 4 
BD 606 . . s . 10A 45 R Mo 62) 4 
BD 607 . . ß . 10A 60 . . Mo 62) 4 
BD 608 . . . B 10A 60 . . Mo 62) 4 


BD 609 . . er 10A 80 . e Mo 62) 4 

BD 610 “ . B E 10A 80 . Mo 62) 4 

BD 710 . . - = . . [100] GE 31) 62) 

BD 1428 A » 0,5nA> 80= . . 25 (150) . UB 21) 0,8 pF 
BDW 32 - 3244 800 . 1A 8 . A Tr1),ers.ER900 


BDX 14 1mA25-100= 29W 4A 55 (0,8) 200j Cs, kpl:2N 3054 
BDX 18 5mA20-70= 117W15A 60 (0,8) 200} Cs, kpl:2N 3055 
BDY 10 10 10-50= 75W 2A (50) (1) 175j Va9) 

BDY 11 4,5 10-50= 75W 2A (100) (1) 175j Va9) 

BDY 12,B,C 10nA 30-150= 15W 2A 40 (30) 175; SH 9) 73) 


BDY 13,B,C 10nA 30-150= 15W 2A 60 (30) 175j SH 9) 73) 
BDY15A 0,1 50-150= 11,5W 2,5A 36 (100) 175j In 9) P 
BDY 15B 100-300= 11,5W 2,5A 36 (100) 175j In 9) P 
BDY15C 200-600= 11,5W 2,5A 36 (100) 1755 In9)P 
BDY16A 50-150= 11,5W 2,5A 64 (100) 175j In9)P 


BDY165B 100-300= 11,5W 2,5A 64 (100) 175j In 9) P 

BDY 17 10= 115W 10A 60 Va 9) 

BDY18 Ss 10= 115W 10A 70 i Va 9) 

BDY 19 Ss 10= 115W 10A 80 Va 9) 

BDY 20 Ss >= 117W 6A ji Va9) =. 2N 3055 
5 
5 


a aan 


BDY23,A-C 50-180= 85W 6A ji Cs 73) 
BDY24,A-C 50-180= 85W 6A i Cs 73) 
BDY235,A-C S 50-180= 85W 6A i Cs 73) 
BDY26,A-C 5 50-180= 85W ji Cs 73) 
BDY27,A-C S 50-180= 85W i C573) 


BDY28,A-C S 50-180= 85W i Cs 73) 
BDY 34 sp 30-300= 16W i Tf 

BDY 38 s >30= 117W i Va 9) 
BDY 39 Sd 20-70= 75W ji SH9)P 
BDY4i s 30-250= 25W i T173) 96) 


TBDY42/250A-DSM Mi 250 >10-25= SOW 5 i Tf,-A..D: 73) 9) 
TBDY42/400A-DSM Mi >10-25= 5S0W \ i Tf,-A..D: 73) 9) 
TBDY42/550A-DSM Mi >10-235= 50W 3 ji Tf,-A..D:73) 9) 
TBDY42/650A-DSM Mi >10-235= 50W . i Tf,-A..D:73) 9) 
T BDY43/40 SM 500 4 2mA 20-120= 60W i T19)73)4) 
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BDY 43/70...BF 115 Dioden und 


| 7 so» o In h2 Is 14 [ıs 
K Typ ‚Ab |Fo [Awilr Ur I, Us,/B IN ‚max |Umax! fg Imox Bemerkungen 
c 


| \ Ima |v juAlv/- mw ma IV MHz 
" BDY4370 SM Mi NL 500 4 2mA 20-120= 60W 6A To "sk 200; T19) 73) 4) 
BDY 43/100 SM Mi NL 500 4 2mA 20-120= 60W 6A 100 15k 200| T19)73)4) 
BDY 44/40 SM Mi NL 500 4 2mA 20-120= 90W 10A 40 15k 200j T19)73)4) 
BDY44/70 SM Mi NL 500 3 2mA 20-120= 90W 10A 70 15k 200) T19)73)4) 
BDY 44/100 SM Mi NL 500 4 2mA 20-120= 90W 10A 100 15k 200) Tf9)73)4) 

500 

500 

500 

500 


BDY4S/40 SM Mi NL 4 2mA 20-120= 120W 15A 40 15%k 2001 T19)73)4) 
BDY45/70 SM Mi NL 4 2mA 20-120= 120W 15A 70 15k 200| Tf9)73)4) 
BDY 45/100 SM Mi NL 4 2mA 20-120= 120W 15A 100 15k 200 Tf9)73)4) 
BDY4s SM Mi NL 250 20-800= 75W 2A 400 (6) 150; TI9) 


250 20-100= 100W 2,5A 400 (4) 150j Tf9) = 2N 3902 


80W 3,5A 200 (4) 150j Tf9) 
100W 3,5A 300 (5) 150; Tf9) 
100W 3,5A 400 (5) 150j Tf9) 
150W 30A 100 . 200; Tf9) 
60W 12A 60 (20) 200} Cs 


‚5 2,2 20.60= 60W 15A 120 (20) 2001 Cs 
2,5 20-70= 115W15A 60 (10) 200} Cs 
5mA20-70= 115W 15A 60 (10) 2001 Cs # 2N 3055 
3mA20-70= 115W15A 120 (10) 200} Cs # 2 N 3055 
1,4 20-60= 175W25A 80 (10) 200 Cs 


4 
1,4 20-600= 175W25A 125 (10) 200 Cs 
0 07 >4= 15W 10A 60 (100) 175j Va,MB 
BDY 60 s Mi NL1IA 2 07 4W= 15W 5A 60 (100) 1755 Mu, RT 
1 


BDY47 SM Mi NL 1A 


5 

5 
BDY48200 SM Mi NL1A 5 
BDY 48/300 SM Mi NL1A 5 
BDY 48/400 SM Mi NL1A 5 
BDY4W SM Mi UL 10A 4 
BDY53 s Mi L 2A 1 
1 

4 

4 

4 


BDY 54 s Mi NL 2A 
BDYS55 Ss Mi NL 4A 
BDY55 Sd$ö Mi L 4A 


BDY 56 Sö MiL 4A 
BDY 57 s Mi NL 4A 


BDY 58 s Mi NL4A 4 
BDY 60 SP Ni sU 500 1 
1 


BDY 61 Ss Mi NL1A 2 09 38= 15W SA 60 (100) 175j Mu, RT 
BDY 61 SP Mi sU 500 


BDY& SP Mi sU 500 
BDY& Ss Mi NL 1A 


0 09 >45= 15W 10A 60 (100) 175j Va,MB 


0 09 >45= 15W 10A 30 (100) 175j Va 
2 09 35= 15W 5A 30 (100) 175j MB, Mu. RT 
BDY 63 SP NIL 5A 4 100 30-150= 3,5W 10A 80 (40) 200) Tx 1 
BDY 64 SP NmL 15A 4 2mA20-150= 4Ww 30A 100 (30) 200 Tx 1 
BDY 65,66 SP Li L 200 5 500 50.300= 1W 1A 100 (30) 200} Tx; -66: 2W [95)] 
4 
4 
4 


BDY 67,68 SP Nx L 2A 50 20-80= 2w 5A 80 (30) 2001 Tx 7;-68:: 1 
BDY 69 SP NIL 6A 50 20-80= 3,5W 12A 80 (30) 200) Tx 1 

BDY 70 SP EI »E. #1A 50 30-20= 1W 2A 80 (30) 200 Tx 

BDY 71 SH Mu sT 500 4 1mA 80-200= 29W 4A 55 (0,8) 200 Cs9) / 2N 3054 
BDY72 SH Mu UL 500 4 1mA 60-180= 25W 3A 120 (0,8) 200} Cs 9) «2 N 3441 
BDY73 SH Mi UL 4A 4 5mA 20-70= 117W15A 60 (0,8) 2001 Cs9) v 2N 3055 


BDY 74 SH Mi sA 3A 4 1mA 50-150= 117W10A 120 (0,8) 2001 Cs 9) # 2N 3442 
BDY76 SH Mi sl 10A 4 5mA 40-120 150W 20A 60 (0,8) 2001 Cs 9) 
BDY 77 SH Mi sL 8A 4 2mA 40-120= 150W 16A 120 (0,8) 200} Cs 9) 
BDY 78 Sd Mu HU 500 4 1mA 25-100= 25W 4A 55 (8) 2001 Cs 9) 
BDY79 Sd Mu HU 500 4 1mA 25-100= 25W 4A 120 (8) 2001 Cs 9) 


BDY80,A-CSH Ti UL 500 5 10mA 40-240= 36W 4A 35 (0,8) 150j Cs 9)4 
BDY81,A-CSH Ti UL 500 5 10mA 40-240= 36W 4A 50 (0,8) 150i 


BDY82,A-C SH Ti UL 500 5 10mA 40-241 36W 4A 35 (0,8) 150j ar -c:73) 
BDY83,A-C SH Ti UL 500 5 10mA 40-240= 36W 4A 50 (0,8) 150j 5 
BDY 87 Sd Ma’Ns 4A 2 0,5 2500 35W 8A 20 . 200 SH 9)43) 67 
BDY 88 Sd Ma’Ns 4A 2 0,5 2500 35W BA 0 . 200 SH 9) 43) 67 
BDY 89 Sd Ma’Ns 4A 2 0,5 2500 35W 8A 60 . 200 SH 9) 43) 67 
BDY 90 s Mi Ns SA . 0,5 30-120= 40W 10A 100 (70) 175j Va 9), MB 
BDY 91 Ss Mi Ns 5A 0,5 30-120= J0W 10A 80 (70) 175| Va 9), MB 


BDY92 s Mi Ns 5A. 0,5 30-120= 40W 10A 60 (70) 175j Va9),MB 


BF 109 SM Li Hs (10) (10)0,1 >20= (1,2W) 40 135 (80) 175j Va9) 
BF 110 SM Li Hs 10 10 20nA>20= 600 30 90 (200) 175j SH 9), TI 
BF 111 SP Lo Hs 60 20 200 >20= 3W 80 (200) (120) 175j SH 9) 
BF 114 SP Li sA 10 10 0,1 20= 565 40 135 (80) 1755 Tf9) SH 
BF 115 SP Lm HM(1) (10)5 80 145 30 32 (190) 175 SH, Va47) # Tf,Co 


4444 4444474444470 


Transistoren BF 117... BF 208 


3 la Is jo ılz is 9 0 Im 2 fr 14 115 
Typ [Ab |Fo 'Awil [Ur Iso, Us|B N mon Umas| fa Ha isakongen 
el Ima |V IuA v/- Imw  |ma v  |MHz [°C 
ı BF sP Li sH 30 10'001 »25= 1270 100° 4140 '(80) '175j In9) 1 
t BF118 SP Li Hs 30 10 0,05>25= 2100 100 240 (120) 175j In 9) 1 
t BF119 SP Lo Hs 30 10 0,05» 25= 5W 100 160 (110) 175j In9),1 
T BF120 SP U Hs 10 10 2 2= 30 50 220 175, In1 
T BF121 SP Ss HA4 0. 31 20 25 30 (350) 125j In 0,1% pF76) 
T BF123 SPS HS 10. 26dB 330 25 25 (550) 125j Jn 0,23 pF 76) 
T BF125 SP Ss HA7 10. (65) 2330 25 25 (450) 125j In 0,23 pF 76) 
T BF127 SP SH %4 10. 26dB 330 25 30 (350) 125j In 0,14 pF 88) 76) 
t BF131 SP U H 10 10 . 100-400=300 100 25 (150) 175j SA 73... 
t BF133 SP LmH 10 10 . »35= 300 100 20 (270) 175i SA,E 


t BF134 SP LmH 10 10 20 20 12 (900) 125j SA.ı. SE 3001 

T BF137 Ss loH 0 % 680 100 160 (95) 175j In, Va 

T BF1#,D SP Li Hs 10 10 800 50 135 (100) 200) Co;-D:150 V 

T BF152 S SAH 3 10 200 12 (600) 125 SG 1,2 pF 

T BF153 S SAH 3 6 200 . 12 (300) 125 SG1,2pF 

T BF154 $% SCH 10. 160 30. 20 (200) 125j SG 3,5 pF 

T BF155 55. Um, Has 12 175 100 40 (400) 175j SGO.%4pF 

T BF17... S LG H 30 10 80 . 150 (50) 200} SG 73),-B:175V 

T BF158 S AHL 0 20 . 12 (600) 125 SG 1,2 pF 

T BF159 u Te 20 . 20 (600) 125j SG1,2pF 

T BF160 Ss SAH 3 10 20. 12 (400) 125j SG1,2pF 

T BFi61 SP Lm VM15 2 260 20 50 [800] 175j Fd 9) 0,27 pF 

T BF162 S AHA © .. 40 (400) 125j SG 1,2 pF 

T BF16 S SAH %& 10. 40 (400) 125j SG 0,8 pF 

T BF164 S AH % 10. >320= 20 . 40 (400) 125 SG 

T BF165 % 8A. Her 10 03 >20= 30 . 15 (200) 125j SG 

T BF166 S: SA, HL 255, 42 20-50= 15 . 40 (400) 175| SGO 

T BF167 SP ImH () do). 5 130 25 (40) (330) 175j Va yeTr, SH 47), In 
t BF168 SP ImH M (0). 240 25 (20) (550) 175j Va 76), Tf 

T BFIS,R SP LI) HA2 5 0,02200-500= 300 50 (50) (200) 175i Cs,-R: [SA] 

T BF173 SE Lm Hs 7 10.9 200 25 40) (550) 175j TI # SH47), Va, In 
T BF174 SP Li Hs 0,1 10 O,1nA 62= 3W . 150 (40) 200i Fd 9) 2,6 pF 

T BF 175 S. simöHr 255 12, 170: 155.40 (500) 175i SG 

T BF176 SP Sz Hs 1 101 65= 250 0 . 125j SG 

T BF 177 SP Li Hs 15 10 . >20= 600 40 (75) (80) 175 Va,SH1,5pF,Tf 

T BF178 SP Li Hs 3020 . »20= 1700 50 (145) (80) 175j Va, SH 1,3 pF,Tf, Co 
T BF179,A-C SP Li Hs 15 10 . >20= 1700 50 (200) (120) 175j Va, SH 1,3 pF,Tf,Co 
T BF 180 S Lm’VA2 10 0,0145= 200 20 20 (675) 175j Cs, Va88)MB 

T BFi81 S Lm”’OMV2 10 0,0130= 200 20 20 (600) 175 Cs, Va,MB 

T BF182 SP Lm’MV 2 10 1nA 70= 200 20 20 (650) 175j Cs,Va;Rz:7,4dB,MB 
T BF183 SP Lm’OvV3 10 1nA 70= 200 20 20 (800) 175j Cs, Va 

T BF184 SP Lm’HA 1 10 . 70.750 145 30 (30) (280) 175j T1,SH47), Va # Co 
T BF185 SP Lm’rH 1 10 . 33-440 145 30 (30) (230) 175; Tf,SH47), Va # Co 
T BF186 SP Lo Hs 40° 20 50 >20= 2750 60 190 (120) 200j Va 9) 

T BF189 SP Lm HA 1 10 0,5 65-330=167°° 30 30 (270) 175j Co47).z. BF115 

T BF194 SP $z Ho (1) (10). A15= 160 30 (30) (300) 125j Va 0,95 pF; SH,Tf 

T BF195 SP S$z rHolt) (10). 67= 160 30 (30) (220) 125 Va 0,95 pF; SH,Tf 

T BF19% SP 5x H ( (0. 250 25 (40) (400) 125j Va,Tf88).2. BF 167;96) 
T BF197 SP Sz Hs (7) (10). 200 25 (40) (550) 125i Va, Tf.2. BF 173; 96) 
T BF198 SP SswH 4 (10). 130 (25) (40) (330) 125j Tf BF 167; 96) 

T BF19 SP SwHs 7 10 200 25 (40) (550) 125j Ti. BF 173; 96) 

T BF200 SP Lm”VA . i 150 20 20 (650) 175j T188), Va, Cs, MB 
T BF206 S ZılmıHl.2. 40 20 20 2 . 175| Cs 

T BF207 S ImH 4 10 150 25 30 (250) 175| Cs3 

T BF208 ImH 7 (350) 175j 
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BF 209...BF 262 


Dioden und 


- 
1 |2 . 4 \s '6 7 ls b oo In 2 hs Js fıs 
ei ‚Fo \Awlr Ur Isp Usp[B N Imox Umox| fa  \fmox|Bemerkungen 
| 1 ma IV IuAlV/)- mW ma IV |MHz |°C 

Sa em ee aor tagt Tages 
T BF212 S ImTH2 20. SS 0 0% 2% . 175 Cs 
T BR213 Ss im 27 10., ME 200° 207 20° ..% 479 Cs 
T BF214 S ImH 1 10. 90390= 165 30 30 . 175 Cs,AC3 
T BF21S S ImH 1 10. 40i6s= 165 30 30 (150) 175 Cs,AC3 
T BF22 Ss ImH 2 7. 260= 1755 20 50 (400) 175 SG 
T BF223 ESS HS 10. . 350 40 25 (850) 140| TI 
T BF22%4 SP Sw HU7 10 10 8= 360 50 30 (850) [150] Tx 3 
T BF223 SP Sw HV4 10 10 75= 360 50 40 (700) [150] Tx88)3 
T BF226 S ImH 1 10. 3M16S= 165 30 30 (150) 175 Cs3 
T BF227 SP<LXH 3 10. 10= 50 25 25 (600) 125j Tf;1,2 pF 
T BF228 SP<LWTX2 10 09 >0= 50 50 80 (50) 125 Tf 
T BE229 SP<LWWHMI 10. M5= 50 30 20 (260) 125| TI88)1,6pF 
T BF230 SP<IWVMi 10. 7= 50 30 20 (200) 125j Tf;1,6pF 
T BF23M SP ImHA4 10 01 0= 30 . 12 . 175 RZ1 
T BF232 SP LmMO4 10 01 = 30 . 12 . 175 RZ1 
T BF22 SP LmHA7T 10 . >30= 370 30 25 (600) 175j SH47) 
T BF233 SP LImHs 4 10 01 0= 30 . 12 . 175 RZ1 
T BF233 S SAH 1 10 . 40-350= 300 30 30 (150) 125 Cs 
T BF23 SP SA HA1 10 1nA35.750= 170 30 20 (250) 125j CsIBF 184] 
T BF235 SP SA HAT 10 1nA34-140= 170 30 20 (250) 125j Cs[BF185] Rz:2dB 
T BF235 SP LmHA4 10 01 50= 30 . 12 . 175 RZ1 
T BF236 Ss SCH 1 10. 34165= 300 30 30 (150) 125j Cs 
T BF27 SP Sw HA1 10 0.1530= 250 30 30 . 150) Tx3 
T BF238 SP Sw HA1 10 0,1560= 250 30 30 . 150 Tx3 
T BF240 SP ImU 2 4505 35= 300 100 15 (90) 175j RZ9)1 
T BF240 S WHI 0%. 255 25 40 (400) 125 Tf88)In=4,5-151A 
T BF241 S sw Hi 102. 25 25 40 (400) 125j Tfle=8-284A: Va, In 
T BF21 SP Lm HA2 4,5 0,5 60-120= 300 100 30 (125) 175i RZ9)1 
T BFWIA SP’ LmsH 2  4,54nA 60-120= 300 100 60 (125) 175 RZ9)1 
T BF242 SP Lm HA2 4,5 0,5 60-120= 300 100 30 (140) 175j RZ9)1 
T BEW2A SP LmsH 2 45 4nA60-120= 300 100 60 (140) 175j RZ9)1 
T BF243 SP Lm HA2 45 0,5 60-120= 300 100 30 (170) 175 RZ9)1 
T BF23 S HAI 9 . 0= 20 50:32 (0) . Tx3 
T BF244 SP LmrN 2 4,5 5nA250-600= 300 100 30 (170) 175j RZ9)1 
F BF244 SP SwiH 10 30 5,5 360 7-11 [30) (700) [150] Tx 17) 73) A 30 
F BE24S SP SwiH 1030. 55 360 7-11 [30] (700) [150] 1x 17)73) A 31 [Lm*] 
F BF246 SP SswiH 10 23. 2 360 300 [25] (450) [150] Tx17)73)A30 | 
F BF247 SP SwiH 1025. 25 360 300 [25] (450) [150] Tx 17)73)A 31 [Lm*] 
T BF248 Ss U H 10 10 0,6 30-300= 400 600 25 (250) 175 Tx6pF 
T BF249 Ss LH 10 10 0,6 30-300= 400 600 25 (250) 175j Tx6pF 
T BF250 Ss UH 01 5 03 75= 400 600 15 (20) 175 Tx8pfF 
T BF2S1 S ImH 4 10. 30.80= 150 . 30 (600) 175j SG 0,3 pF 
T BF252 S, mh 27 10 30-55= 150 . 30 (400) 175j SG 0,37 pF 
T BF254 SP Sw UI 10. 15= 220 30 20 (260) 125j Va, Ti. BF184 
T BF25 SP sw UI 10. 67= 220 30 20 (200) 125j Va,Tf.. BF185 
T BF255 SP Lm’MO25 120,5nA 70= 175 20 40 (2,56)175j RZ7 
F BF256 SP Sw HU1O 30. 5 250 12 +301G [150] Tx73)A,31 
T BF257 SP Lo Hs 30 10 00525= 5W 100 160 (90) 175i | ypoyy 
T BF258 SP Lo Hs 30 10 0.0533= 5W 100 250 (9) 175 |" g 
T BF259 SP Lo Hs 30 10 0.0523= SW 100 300 (90) 175; J > Tx In 
T BF260 S Lm’MO.  . . 7%= 150 50 45) (700) 175j AC96) / 40469 
T BF261 S Lm’Hs .  . . M= 150 50 (40) (700) 175j AC96)88) BF167,MB 
T BF26 SP Lm’VM25 2%445nAMD= 175 20 50 . 175 RZ7 
T BF262 Si H RER 10 20 20 . 125 RT,Mu3 
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Transistoren BF 263...BF 342 
4 Is |6 | ls Io 10 In f2 Ja I Jıs 


% ‚Aw I Ur Ip UsofB | N ‚Imox Unar f, |'mo« Bemerkungen 


mA IV jeA| V/- mw ana 112 IMHz G 
r 


BF 263 i Jz 2 P . P 120 ' 20 "20 B '125j RT,Mu3 

BF 264 Jz : j a E 12020 20 . 125j RT, Mu 3 

BF 266 Lm’’ 12 95nA 50= 175 . w . 1755| RZ7 

BF 267 f s » 60-26 dB 130 30 1755 RZ9,RzZ=3 dB 
BF 270 10°. 30.45= 150 40 1755 SG 0,2 pF 


BF 271 10. 150= 250 30 175j Sc9,SG 

BF 272 10 0,0525-50= 150 35 175 SG 0,3 pF7 
BF 272 10 &0nA 50= 150 30 [800] 175j| RZ7 

BF 273 16,6. 26dB 260 25 175; RZ9 

BF 273,C,D 10 0,1235-120= 200 25 125j SG 73) 0,6 pF 


BF 274,C,D 10 0,1270-250= 200 25 175j SG 73) 0,6 pF 
BF 275 12 95nA 70= 175 . . 1755 RZ7 

BF 287 10 0,0740-60= 250 200} SG 0,21 pF 
BF 288 0,07 65-90= 250 200} SG 0,24 pF 
BF 290 0,07 50-160= 250 200} SG 0,21 pF 


BF 290 0,1 50= . . 200} RZ9) 1 
BF 291 0,05 90= r s 200; 
BF 291 0,4 60-300= 200j 
BF 292 0,35 30-70= 200j 
BF 293 0,4 50-300= . 200; 


BF 294 30= . 200 
BF 297 30-150= 150; 
BF 298 30-150= 150j 
BF 299 30-150= 150j 
BF 302 . ; . 35-.200= 175j “ BF 185, 195 


BF 303 = . - 100-210= 175j # BF 184, 194 
BF 304 + . . » 30-.200= 175j BF 185, 195 
BF 305 . . . > 20= (150) (100) 200j 
BF 306 2 . . . > 39= (500) 175j # BF 173, 232 
BF 308 .  40-60= (800) 175} 


BF 309 70-105= (800) 175j 

BF 310 (10) 0,06 > 28= (450) . 

BF 311 10 0,05> 79= (150) . ? 

BF 314 . Bl (580) 150j Tf; Rz: 1,9 dB 
BF 315 60= (500) 200 SG 


BF 316 ._ 50= (700) 175j SG 0,15 pF 
BF 317 60= (500) 125i SG 
BF 320, A-C . 08-5 i [150] Tx 73) A, 30 
BF 321 A-F 2 1 7. 60-380= z 125j Cs 73) 
BF 322 10 30-300= (250) 175j In6pF 


BF 323 10 30-.300= (250) 175j In6pF 

BF 325 10 25 150 Tx 3 

BF 329 6 .. N= 125j AC 0,16 pF 

BF 330 10. 115= 1255 AC 

BF 332, B 10 60-220= 125j AC 73) 0,85 pF 


BF333,C,D 10 .  35.220= 125j AC 73) 0,85 pF 
BF 334 R 65-220= 125j Va 88), MB 3 
35-1235= 1255 Va,MB3 
20-60= 200| RT,Va1,MB 
20-60= 200} RT, Va1,MB 


20-60= 200| RT, Va 1,MB 
30= ® 150} Tx 31,75 pF 
30= 150; Tx 3 
45-150= 150 Tx 3 
60-150= 1505 Tx3 
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BF 343...BFR 20 Dioden und 


ı |2 13 la Is |6 9 [10 ji 12 3 114 15 
| 

K |Typ \Ab | Fo Aw @ IE Us,/B Isar lÜsaulfor. (sskldsmerkungen 

| | Imw mA |V MHz |°C 


= 0 7% "(8o) 150) Tx3 


10. 90-220= 150 50 20 (500) 175j AC 0,85 pF3 
10. 40-115= 50 20 (500) 175j AC 0,85 pF3 
—6 100 6-15 60 40 [500] [150] Tx; A 31 
61 2% 50 15 (1600)150| Tx 1,5 pF1 


50= . 35 (850) . SG 62) 
» ..  50= . 35 (750) . SG 62) 
5 3 27.200= . (300) 135j Mo 0,22 pF 
0,4 25-.1235= (250) 135j Mo 1,7 pF 
0,4 70-.220= E 1355 Mo 1,7 pF 


(850) 


(16) 150; 
(16) 150j 
(60) . 


(60) 
: (60) 
0,85 75-750= (800) 
0,85 34-140= (800) 
65.220= 2 


35-1235= 
40-250 
30-200 
> 30= 
30= 


> 60= 
> 30= 
> = 
80= 
50= 


50= 
. 50= 
1 0,25 80= 
24 0,1nA 75= 
24 0,1nA 75= 


10 0,01 40-120= 
10 0,01 100-300 
10 0,01 100-300 
10 0,01 40-120 
10 0,01 100-300= 


10 0,01 40-120= 
10 0,1 30-150= 
10 35nA 200= 
10 45nA 35= 

1 00150= 


5 0,1nA 190= 

5 0,1nA 350= 

100,1nA 100= 
0,4 40.65= 
0,4 40-65= 


0,15 150-350= . 
0,15450-530= . 
0,13 60-90= 

0,13 40-80= 

0,13 90-250= 
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Transistoren BFR 21...BFS 50 
| Ir ie I lo m 2 Is Ina ls 


\Ur Is Uss/B \N mo Umax fa \fma« Bemerkungen 
v|BAW- imw jmA iv mhz ® 


o,1300.70=" . "500 70 (9) sG 
> 6 200 10-40 +30 .  i25k MB, Va: B47 
74 150 410 425. 125k MB 102) A 29 
[200] 1,3. 1,545 150 1-5 +25 . _125k MB 102) A 29 
150. 4095= 300 (1.36) ° SG 83) 2,1 pF 


10... .80150= . : (1,46). SG 

3 .. 0,0525-50= . z (850) . SG 

[nA] (8) . 3-6,5 300 2-25 : Tx: A 

0 . 10 »25= 3,5W 200 (1,1 G)150j MB, Va 15 
0 . 10 >25= 3,5W 200 (1,26) 150} MB, Va 15 


200 20 100 > 30 5Ww 400 (1,2G6)200| MB 47) 15 10 pF 
01. 06 20= . 10 (0) . SG 1 199): 
0, 0,6 240= 10 (0) . SG ; 
oo. 0,18110=- . ons . 


BFS13E,F,G 
BFS 14E,F,G 
BFSI15SE,F,G 


BFS 16 E,F,G 


BFS17,R 
BFS 18,R 
BFS 19, R 
BFS 20, R 


BFS 21, A 

BFS 22, A 

BFS 23, A 
BFS 26 E,F,G 
BFS 27E,F,G 


BFS 28 
BFS 29 
BFS 29 P 
BFS 30 
BFS 30 P 


BFS 31 
BFS 31 P 
BFS 32 
BFS 32 P 
BFS 33 


BFS 33 P 
BFS 34 
BFS 34 P 
BFS 36 
BFS 36 A 


BFS 37 
BFS 37 A 
BFS 38 
BFS 38 A 
BFS 39 


BFS 40 
BFS4O A 
BFS 41 
BFS 42 
BFS 43 


BFS 44 
BFS 45 
BFS 46 
BFS 46 A 
BFS 50 


0,1 130= e 310ns . 


1 0,01 20-50= (16) 

10 0,1 35-.1235= (200) Ka MB & 
10 0,1 65.225= (260) l - Sn IK] 

10 01 > 4= (450) , z 


Ünall<e). >: \ MB, Mu, Va; A:79) 
soo 5 (700) MB. RT, Vai 

500 (500) MB.RT. Va 1 

10 (550) 125j SG 

10 £ (400) sG 341) 96) 
UnAy, = ; [200] . Va22)88) B:MB 
10 ‚25 50-500= : Tx 

10 25 50-500= ö Tx 

10 25 50-500= E 

10 25 50-500= 


10 ‚25 70-500= 
10 ‚25 70-500= 
10 25 30-400= 
‚2 
‚2 


= 


10 5 30-400= 
5 60-400= 


25 60-400= 
25 100-450= 
‚25 100-450= 
100-300= . = 
100-400= . . ? Fi 102) 


100-300= . ... Fi102) 
100-400= . = © Fi102) 
0,25 100-300= . 3 ..Fi102) 
. 50.300= . € 2. Fi102) 
0,2540-40= . .» -.Fi102) 


0,25 100-300= . C . Fi 102) 
10 .  50-300= . . h Fi 102) 
10 0,2540-120= . R e Fi 102) 
150 ji Fi102) 
Fi 102) 


Fi 102) 
Fi 102) 

Fi 102) 1,7 pF 

Fi 102) 1,7 pF 

TI 9) 83) -- 4,5 pF 


10 


10 
10 
10 
0,01 
0,1 


0,01 
0,1 
10 
10 
10 


10 
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4KTT 49 


BFS 51...BFV 22 


1 


K| 


I 


AHHHHAm HH 44444444 HHSHAT ET nn T Amon AA Aa 


50 


T BFSSI 


2 


Typ 


BFS 55 
BFS 57 
BFSS57P 
BFS 58 


BFSS8P 
BFS 59 
BFS 60 
BFS 61 
BFS 62 


BFS 67 
BFS 67 P 
BFS 68 
BFS 68 P 
BFS 69 


BFS 70 
BFS 71 
BFS72 
BFS 73 
BFS 74 


BFS 75 
BFS 76 
BFS 77 
BFS 78 
BFS 79 


BFS 80 
BFS 85 
BFS 86 
BFS 87 
BFS 88 


BFS 89 

BFSWOA 
BFS9OB 
BFS MA 
BFS91B 


BFS 92 
BFS 93 
BFS 94 
BFS 95 
BFS 96 


BFS 97 
BFS 98 
BFT 12 
BFV 10 
BFV 11 


BFV 12 
BFV 13 
BFV 14 
BFV 15 
BFV 16 


BFV 17 
BFV 18 
BFV 19 
BFV 20 
BFV 21 
BFV22 


a2 Fo an I 


wuunnu vunuu vnmunuu 


\s 


GE ZIIIT ETIILI ZILIT 


\6 
'mA 


25 


Iv 


5 
15 
1 


10 
10 
10 
10 
10 


10 
10 
10 
10 
10 


10 
10 


8 


Dioden un 


j14 Iıs 


fmox |Bemerkungen 


c 


Ei: 
> 


BER: 
...ın 


gE 
Ei 


wur awwmn 0 
n 
> 


4,7-7,5 
.  25.150= 
20 20= 
1 20= 
25-150= 


235= 
5 30-110= 
0,5 = 

5 = 

5 100= 


0, 35 40-500= 


0,25 100-300= 
0,35 40-160= 
. >235= 
0,4 30-.150= 
0,4 100-300= 


0,4 100-300= 
0,25 150-500= 
1,5 40-120= 
0,25 150-500= 
0,5 20= 


1 30-.120= 
1 60.220= 
0,35 60-240= 
0,5 40-120= 
0,5 100-400= 
0,5 100-300= 


15 
15 
15 
13 


(100) . 


(60) 
(60) 
(60) 
30 
30 
50 


" (450) 


1299) 


(150) 
(150) 
(150) 
(580) 


(50) 


[400] 
(116) 
(116) 
(16) 
(16) 


(90) 


(65) 
(65) 
(85) 
(65) 
(150) 


(150) 
(150) 


"200; 


Tf 9) 83) < 15 pF 
200 SH 47)9 

150} Tx 0,75 pF 

150j Tx 0,75 pF 

150) Tx1pF 


150} Tx 1 pF 

. Fit 
Fit 

. Fit 

175} T147)9 


150 Tx; A 
150 Tx; A 
150 Tx; A 
150 Tx; A 
125j Tf1 


(200) Tx;A35,...2N3821 
[200] Tx:A35, - 2N3822 
[200] Tx:A35, - 2N 3823 
[200] Tx:A34, =. 2N 3824 
[200] Tx:A29, - 2N4865 


[200] Tx;A29, 2.2 4857 
[200] Tx:A29, - 2N4858 
[200] Tx;A29, — 2N4859 
(200) Tx:A29, -,2N4860 
[200] Tx:A 29, =. 2N4861 


[200] He A35, +. 2N4416A 
175j 

150) 7 

175j TI 

175| Fi 


1755 Tx1 
200; Tx1 
200; Tx1 
200; Tx 1 
200; Tx1 


200} MB, RT, Va 9) 

200} MB,RT, Va 9) 

200} MB,RT, Va 9) 

200} MB,RT, Va 9) 
Fit 


(1,96)150| SH 3 pF3 


(200) 
(200) 


(250) 


(150) 
(150) 
(150) 


175) Tx 
175; Tx 


175) Tx 
175; Tx 21) 
175) Tx 
175j Tx 21) 
150 Tx 


175j Tx 
175) Tx 
175; Tx 21) 
175) Tx 
175j Tx 
175 Tx 


Transistoren BFV 23...BFW 17 A 


4 Is |6 7 ie | lo In I2 ha 15 
fs HA IV Is, |Uso[B IN |Imax |Umox| fo Bamsrkungen 
c 


pw 
oa 


EN V /uAlV/- Imw mA |V MHz 

Im'sH'30 "0,5 '0,5'40.150- 360 '200 "12 400) 200) Tx 

LM sH 30 0,5 0,5 30-120= 200 12 (400) 2001 Tx 

Sy sH 0,01 0,6 30-120= 30 45 . 175; Tx 102) 
bis bis 

0,35 25-.75= 500 (75) (175) 200 Tx 102) 


‚3 25-90= 1A 30 2 Tx,-A:40 V 
‚2 60-150= 30)» x Tx,-A:50V 
DI du . Tx 102) 
20-200 123 « . Tx 102) 
20-150= 0 . i Tx 102) 


N 

4 

‚3 80-300= 30 F i Tx 102) 
100-500= 50 E ji Tx 102) 

‚4 40-300= 30 Mo, Tx 73) 

nn 

‚7 

RN 


BFV 23 
BFV 24 
BFV 25 
bis 

BFV 55 
BFV 56, A 
BFV 57, A 
BFV 58 
BFV 59 
BFV 60 


BFV 61 

BFV 62 
BFV 63,A,B 
BFV 64,A,B 
BFV 65, A 


BFV 66, A 
BFV 67 
BFV 68, A 
BFV 69, A 
BFV 70 


BEV 71 
BFV 72, N 
BFV 73, N 
BFV 75, N 
BFV 76,N 


40-300= i Mo, Tx 73) 
30-120= Mo, Tx 73) 


5 50-300= i Mo, Tx 73) 
‚3 20-120= F ji Mo,Tx 
100-500= : Mo, Tx 73 
‚4 20-200= E i Mo, Tx 73) 
,3<90/>100= 400 . Tx 2x 36) 41) 21) 


‚35 120/100= 400 . ; Tx2x36) 41) 21) 
‚1825-70= 350 : Tx 21) 
4 80-300= 400 ji Tx 2x 36) 41) 
300 : . o 1x21) 
300 } . . T%21) 


400 > Tx 21) 
x j; Tx 21) 
i Tx, Mo 21) 
j Tx 21) 102) 
30-120= ji Tx, Mo 73) 


15-120= j Tx, Mo 73) 
30-120= i Tx, Mo 73) 
40-300= i Tx, Mo 73) 
40-300= s Tx, Mo 73) 

ji Tx, Mo 73) 


‚4 30-300= . Tx 73) 
‚15 2-3= A a Tx 73) 
0,4 40-300= Tx 73) 
0,2 30-120= ‘ Tx 21) 
0,18 30-150= . i Tx 21) 


0,4 80-300= i Tx21) 


222 20-20 2902--=- =-2-op9 


o 


© 92-229 wwa2 
nun nn» 


020 ooo00 ©: 


oo 


ana 
oo oo 


0,4 80-300= 
0,35 25-150= 


1 


nun vmuuu wmunnun wunun wwonuno vmnumu wmnnuu wmunuun womnou 0 vunul 


Va; A 47), MB 
Va;A 47), MB 
Va;A35 


Va 35,MB 
(1200)200; Va 9) 83) 
(1200) 200} RT 7, Va, MB, Mu 
(1200)200j Va 9) 83) 
BFWITA . KR 5W 150 (1100) 200| RT 7, Va, MB, Mu 
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BFW 19...BFW 87 
1 |2 
K IP 


3 


‚Ab |Fo 


ls Is je 7 Is | |" & 
Imox |Umox 


Awls Ur Is UsfB N 
\ Ima IV ImAlV/-  Imw 
T T T 


[ma ıV 


ik 


Dioden und 


15 
| 


Imax 


I14 


Bemerkungen 


KA IG 


BFW 19 
BFW 20 
BFW 21 
BFW22 
BFW 23 


BFW 24 
BFW 25 
BFW 26 
BFW27 
BFW 29 


BFW 30 
BFW 31 
BFW32 
BFW33 
BFW 34 


BFW3S 
BFW 36 
BFW 38 
BFW 39 
BFW 40, A 


BFW UI 
BFW42 
BFW43 
BFW 44 
BFWUS 


BFW 46 
BFWAUT 
BFW 51, A 
BFW52,A 
BFWS4 


BFW 55 
BFW 56 
BFEWS57 
BFW 58 
BFW 59 


BFW 60 
BFW 61 
BFW 63 
BFW 64 
BFW 66 


BFW 68 
BFW69 
BFW 70 
BFW7I 
BFWT3,A 


BFW 74 
BFW75 
BFW76 
BFWT6EA 
BFW77 


BFEWTITA 
BFW78 
BFW79 
BFW 80 
BFW 87 


4444-7 4444-7 4494-44 444793 HHANT 74444 AHA 44444 HA za 44-444 


52 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


sp 
sp 
sp 
s 

sp 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


sp 
sp 
sp 
S 

sp 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


sp 
Fi 

sp 
sp 
sp 


sp 
sp 
s 

sp 
sp 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


sp 
sp 
sp 
sp 
sp 


170 
«0 
80 


0,3 20-120= 
0,01 240= 
0,01 240= 
0,01 330= 
0,01 330= 


lo sH 
Lo sH 


0,74 80= 4 
10 20-120= 800 


100 10-150= 7W 
100 15-200= 7W 
1 5 0,35150= 

1 5 0,35300= 

[100] {-6] . 


1100] [-6] » 
[100] Kl; 
100 
100 
100 


100 


250 5 
225 5 


0,1nA 40-200 360 
1mA 10-100= 7W 
.  75= 

0,01 100= 

0,5 W= 


0,5 W= 
0,5 W= 


<0,540= 


<0,570= 
<0,570= 
<0,5 55= 
0,5 90 

0,4 80-320= 


Lm’’ VU 0,5 
Sg’ gV 0,5 
BB’ VU 0,5 
Li sH 15 
TI sH 150 


(30) 
30 
60 


vonwun vunun un. 


300 


2 (500) ' 200j 


Mo, SG 

SG 9), Rz: 3 
SG 9), Rz: 
SG 9), Rz: 
SG 9), Rz: 


Mo, SG 
Mo, SG 
Mo,SG 

i TEC 
Tx 


Va 47) 83) 
Tx 

Tx 

Mo, SG, Tx 
Li 


Li 
Li 
Li 
SG 21), Rz: 2,2 dB 
SG, Tx 21) 37) 
150j Li 
150; Li 
Fd, Kpl: BFX 98; SG} 
.  Fd, Kpl: BFX 98: SG 
200j Mo, RT, Mu, MB 


(250) 200j Va 9)83) = 2 N 3924 
(500) 200j Va 9) 83) = 2 N 3553 
200| Mo, SG 21) 37) 

200} Mo, SG 21) 37) 

200} Tx; A: Rz=100 dB 


200} Tx;A;Rz=40dB 
200} Tx;A;Rz=20dB 
125j Mu,Tx 
125j Mu,Tx 
125j Mu, Tx 


1255 Mu, Tx 
200j Va; A 47) 
175j Fd 88); SG 
175j Fd 88): SG 
200j Fd; SG 


200j SG: Kpl: BFX 48 
(500) 200) Fd 10 pF 
(900) .  SG,Rz:2,6dB 
(400) 200j Fd 
(1,16) 175 Fd < 6 pF 


(1,16) 175) Fd < 6 pF 
(1,16) 175) Fd < 6 pF 
(1,36) 175j Fd 1 pF 
(1,5G) 175j Fd 0,85 pF 
(1,36) 175) Fd 1 pF 


(1,56) 175j Fd 0,85 pF 
175j Fd 1.2 pF 

(1,56) 175j Fd 40) 1 pF 

(70) 150) Li 

(100) 125j Mu 


(160) 200j 
(160) 200j 


Transistoren 


BFW 88...BFX 68 


1 ]2 3 14 15 17 ‚7 oo mn 2 13 I14 Jıs 
K Typ Ab |Fo 1A" IE Up Is UspfB IN \Imax Umaxlfa |max| Bemerkungen 
| IL Ima |V jnAlW- mW mA IV |MHz |°C 
r r Pre 1 
T BFWB88 Ip TI m Iso 5 ‚0,4 40-130= 300 500 60 (100) 125j Mu 
T BFW89 SP TI sH 150 5 0,4 80-320= 300 500 40 (100) 1251 Mu 
T BFW9O SP TI sH 150 5 0,4 40-120= 300 500 40 (100) 125j Mu 
T BFW91 SP TI sH 150 5 0,4 W= 300 500 20 (100) 125j Mu 
T BFW92 SP iz sH 2 1 20-150= 130 25 15 (1G) 125i MB,Mu,RT, Va3 
m BFW 96 SI) Lm’” sH 1T2 2 200 > 1,3 200 30 30 . 125k Mu,Va;B35a #BSV81 
T BEW 97 S Tb’ sH 3 1 0,4 20 2350. 15 (600) . Fit 
T BFEW98 S JA sH 100 5 0,3 10 3,5W400 18 (1G) 200 MB,RT, Va 95) 15 
T BEW9BG S JE sH 100 5 0,3 10 3,5W 400 18 (1G) 200 RT 
T BEW9S SP Lm’ rH 5 6. >= 0 2% 12 (36). SH9 
T BFX 10 S Li HP 150 5 0,2240= 50 . 30 (250) 200j SG 21) 
T BFX11 SP Li rAAQ, 5 0,01170= 1,4W 50 45 (130) 2001 SG 8 pF,20uV/°C 
T BFX12 SP LI sA 10 0,351nA20-60= 1,2W 100 (20) (210) 175j Va 9) 
T BFX13 SP U sA 10 0,351nA50-250= 1,2W 100 (20) (230) 175j Va 9) 
T BFX15 SP Li AA 0,1 5 001230= 1,2W 10 60 (80) 200j SG 13 pF,2,5uV/°C 
T BFX 16 SP Li AA 01 5 2nA350= 750 1 45 (60) 200 SG,0,5uV/°C 
T BFX 17 SP Li HY10 1 2 = 800 1A (60) (250) 200j Fd 9) 
T BFX 18 SP U H 235 12 O1nA7S= 175 . 30 [60] 200j Fd 88) 0,27 pF, SG 
T BFX19 SP U H 25 12 O01nA70= 175 30 [200] 200) Fd 88) 0,27 pF, SG 
T BFX20 SP UV 25 12 O01nA70= 175 30 [450) 200j Fd 88) 0,27 pF, SG 
T BFX21 SP LU Vv 15 12 O1nA70= 175 . 30 [800] 200j Fd 88) 0,27 pF, SG 
T BFX29 SP Li sA 10 10 75nA 50-200=500 600 60 (100) 175| Va 9) 
T BFX 30 SP Li sA 10 0,4 75nA >50= 500 600 65 250ns 175j Va 9) 
T BFX31 SP ILmrH 25 . OAnATS= 175 . 30 [60] 200 Fd 88) 0,27 pF,SG 
T BFX 33 SP Lo VA 80 (15)0,1 >25= 2850 400 30 (800) 200j Tf 
T BFX34 SP Lo sH 2A 0,150,0280= 870 2A 60 600ns 200j Fd, SG 9), Va, Tf1 
T BFX35 3 HM 360 . 40 (200) 200} Mo,SG,Tx 
T BFX36 SP Lit rAA0,1 , 800 50 60 (100) 200 SG, 5 pF; 10uV/°C 
T BFX 37 SP U rU 0,1 (0,6)0,01 17 3600 1 60 (60) 200 SG, Kpl: BFY 77 
T BFX 38 SP Li sN 100 5 0,82130= 800 1A 55 33ns 200| SG 9) 
T BFX39 SP Li sN 100 5 0,8265= 800 1A 55 33ns 200j SG 9) 
T BFX40 SP Li sN 100 5 082130= 800 1A 75 160ns 200j SG 9) 
T BFX4 SP Li sN 100 5 0,8265= 800 1A 75 160ns 200) SG 9) 
\|T 8rxa2 SP LM 77). win! E : E € ... Fd62) 
T BFX4 sp HV . >11dB 100 (30) (500). Va62) 
T BFEXU Ss LH 10 1 0,6 40-120= 360 125 15 (500) 2001 MB,Tx 
T BFX4S SP Sz U 10 (0) <1 100-.400= 125 200 20 (175) 125j Va 
t BFX4T SP Lm’HV 2 5 01 15sdB 175 40 (30) (1G) 200 Va7 
T BFX48 SP LI U 10 [0,77]0,1nA160= 360 50 30 (550) 2001 SG 88) Kpl: BFY 75 
T BFX4 a N 3 EE 1 ee 25W. 36 (1,36). RT. Va 95) 62) 15 
TER = Een 25Ww. 36 (1,36). RT 62) 
T BFX50 Ss U H 150 (10)0,3530= 600 1W 35 (60) 200 RT 
IT BFxX 51 Ss U H 150 (10)0,35 600 1W 30 (50) 200 RT 
IT BFX 52 Ss U H 150 (10) 0,3560= 600 1W 20 (60) 200 RT 
T BFX53 SP Jz UV25 1 0015-1235= 30 25 12 (1G) 150 Tf;Rz:4,2dB 
T BFX55 SP Lo VL 50 2 0,0540-160= 3700 400 40 (500) 175j SH 9) 
T BFX57 S Lo UN3 . 01 30.60= . 100 125 (50) .  SG6pF 
T BFX59 SP Lm VA 10 20 0,3nA 120 : 100 20 (800) 175j SH47) 
T BFEXS9F SP Lm’ VT 10  100,3nA 30-200 370 100 (30) (1G) 175 SH47)7,Rz=3,4dB 
T BFX 60 SP Lm’HA 7 10 >50= 230 25 25 (550) 175j SH47) 
T BFX62 SP LmvV 2 0. = 150 12 (30) (650) 200| SH 47) 
m BFX 63 3 Lt AU +50 —30 1 2,5 250 2 +30[1] 125k vn Ers: BSV 81 
T BFX66 SP U rA 10 5 0,018000= 500 100 &0 200j Fd 43) 21), SG 
T BFX67 SP U rA 100 10 . 70000= 500 100 60 200 Fd 43) 21), SG 
T BFX 68 Lo U 10 0,01 80= ; SG 9), Rz: < 8dB 


53 


BFX 68 A...BFY 33 Dioden und 


ı 2 a 4 Is je I7 le Io lo In f2 ha I Iıs 
| | | 

K Typ |Ab |Fo Awılr Ur |Ip|UsofB N Ina Umax fo |mox Bemerkungen 
| | | ma |V IuAlV/- mW ma |V  |MHz I° | 
T ae A tet 
BFX68A SE Lo U 01 10 800 (80) . 2001 SG9),Rz: <7dB 
BFEX9_ SP lo U 01 10 3 w 05). 200| SG9),Rz:<12dB 
BFX69 A SE Lo U 01 10 SW . (80) . 200) SG9).Rz:<7dB 
BEX70 SP Lie AA 01 5 600 500 80° . 2001 SG47)21) 
BEXTI SP Lie AA 0.1 5 0,0125-150= 600 500 80° . 2001 SG47)21) 
BFX72 SP Li* AA 01 5 0,0125-150= 600 500 80° . 2001 SG47)21) 
BFX3 SP U HO3 1 200 50 (30) . 2001 SG47),Rz:< 6dB 
BFX% SP Lo AUS 10 wo. 35 . 200 SG9) 
BFXTWA SP Lo AUS 10 800. 60 ._ 2001 SG9) 
BFX7S5 5 10)H 1 10 . 70:280= 80° 30 20 (230) 125 MB,RT 
BFX%  5S A0)H 1 10 . 33-110= 80 30 20 (230) 125j MB,RT 
BFXB OO SP ImrH. 3.9 16 415 [1000 .  Fd; B4,9pF 
BFX73 SP Li U 150 1505 125= 500 500 60 (100) 200j Fd 36)41) 21), SG 
BFX 80 SP L+rU 01 5 0,01210= 800 1 60 (40) 200) SG 36) 41) 21) 
BFX8I SP Le U 30 1 03 W4= 650 100 20 (350) 200| SG 36)41)21) 
BXR SP WrUt 25 1806 Tr auge: .. FdiB 
BXB SP WrUt 25 18035 ; aa: “ FdiB 
BFX&4  S Li H 150 10 0,3590= 800 1A 60 (50) 200 Fi.Mu,Tf,Tx 
BFX85  S Li H 150 10 0,35790= 800 1A 60 (50) 200; Fi.Mu,Tf,Tx 
BFX 86 s Li H 150 10 0,3570= 800 1A 35 (50) 200| Mu, Ti, Tx 
BFX87° SP Li sA 10 10 0,05>40= 600 600 50 (100) 200j Va 9) [-+ Lo] 


BFX 88 SP Li sA 10 10 0,05 >40= 600 600 40 (100) 200} Va 9) [-- Lo] 


BFX89 SP Lm”VA2 1 0,0125-100= 200 25 30 (1G) 200j Va 47), T1, SH, MB7 
BFX 90 SP Ur 1 180. 2001 SG 9), Rz:3 dB 
BFX 91 SP Lo rA 1 2.180 . 2001 SG9),Rz:3 dB 
BFX92 SP U rNH 0,5 30 (50) . 175j SG 9), Rz:4 dB 
BFX92A SP U rNH O5 50 60 . 200) SG 9),Rz:3dB 
BFX93_ SP LI rNH 0,5 30 (50) . 1751 SGN), Rz:3dB 
BFX93A SP LI rNH 0,5 50 60 . 2001 SG 9),Rz:2 dB 
BFX9%,A SP U U 01 800 (60) . 1751 SG 9). -A: 73) 
BFX95,A SP U U 0,1 800 (60) . 175 SG 9),-A:73) 
BFX9,A SP Lo U 0,4 800 (60) . 175j SG 9), -A: 73) 
BFX 97,A SP Lo U 01 800 (60) .  175j SG 9), -A: 73) 
BFX98 SP lo U 25 50 150 (80) 200j SG 2,6 pF 
BFX9 SP Li® AA 0,1 5 2nA30-90= 600 500 (100). 2200| SG 21)47) 
BFY10 SM Li’ H 105. 25-50= 300 50 (45) (60) 175j Mu 47) 3pF; Va 
BFY 11 SM Li’ H 105 . 40-125=300 50 (45) (60) 175j Mu 47) 3pF; Va 
BFY12_ Sd Li sH 10 10 1 >20= 550 100 40 (200) 150j SHiers.BCY13 
BFY13 Si Li TL 10 12 1 >20= 550 30 80 (150) 150j SHiers.BCYi4 
BFYi4  Sd Li TL 10 12 1 >12= 550 30 110 (>80)150j SHiers.BCY15 
BFY 15 SP LE HL 9 1 >8 60 . (40) (50) 150j SA,SC=TK250 
BFY 16 SP Li HL20 9 1 >20 60 . (40) (100) 150j SA,SC =TK 251 
BFY 17 SP Li H 10 9 001>35 600 .__ (40) (200) 175j SA,In,SC = TK 254 
BFY 18 SE LmH 10 9 001>35 235 150 (40) (400) 175j SA,SH,Jn,SsC | 
4 


BFY 19 SP Lm HV 10 ‚5 25nA >25 300 100 (30) (300) 175j SA,In,SC = TK 257 


AHA AHHHH AHA dd AHA OH HH HA AAHHZ HH 


BFY22 SP Li’ HN10 9 001>10 600 100 (40) (245) 175j SA 20), In 

BFY22 SP 5x U 02 0,5 15nA3090 50 50 5 (20) 125j Ind)ge 

BFY 23 SP Sk U 02 05 15nA70-220 50 50 5 (20) 125j Ind)rt 

BFY23a SP S<x U 02 0,5 15nA >200 50 50 5 (20) 125j In4)gold 

BFY 24 SP Sx rU 0,2 0,5 15nA45-130 500 50 5 (20) 125j Ind)bl 

BFY 27 SP Lm Hs 10 5 0,0140-160=320 . (70) (250) 200 Ti. 2N 915 

BFY 28 SP Lm H 10 9 005>35 30  . 30 (300) 175j In 

BFY 29 SP 5x U 02 0,5 15nA30-90 50 50 45) (20) 125j In4)or 

BFY 30 SP Sx U 0,2 0,5 15nA 70-220 50 50 (45) (20) 125j Ind) ws 

BFY 33 SP Li U5 10 1nA 40-120= 2,6W 500 (50) (80) 200) SH #2 N 1613 #AC 
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Transistoren BFY 34...BJY 10 


ı |2 3 \5 
K [Typ Ab Fokus 


F 10 in 12 13 14 15 


| '9 
u Te Un IN no Umsslfa, nen] 


Bemerkungen 
mA |V 1gA | IV/- ImWw mA V se °G L 


ı |BFY 34 Sp io Tuis 170 Tına 101202 2,6Ww "500 1175)" (80) 1200) SH 2 MIET ZA 
t BFY37 SP LmH 10 10 0,1 » 35= 260 100 (20) [10,7] 175j SA 9), In 

T BFY37i SP LmH 10 10 0,1 > 35= 130 100 (20) [10,7] 175j SA47) 

t BFY39-1/3 SP Lm H 10 10 100 (30) (150) 175j SA 9) 73), In,# Va,Co 
T BFY39i SP LmH 10 10 100 (30) (150) 175) SA 47) 73) 

t BFY4O SP LH 50 10 800 (30) (60) 200j SA, In 9) 

ı BFY4I SP Li H 50 10 600 (90) (60) 200 SA, In 9) 

t BFY43 SP LH 10 10 > 100 (90) (60) 175) SA, In 9) 

t BFY4U SP Lo HL (150) (10)0,5 20= 1A 60 (210) 200 Va 

T BFY4S SM Li TN 10 10 0,1 >3 30 90 (200) 175j SH 9) 

t BFY46 SM Li UH10 10 0,4 >75= 70 500 50 (100) 200 SH 9). 2 N 1711 
t BFY4T SP Sk U 10 0,5 15nA180= 75 so 5 (80) 125j SH 73) 

t BFY4B SP Ss U 10 0,5 15nA180= 75 so 20 (80) 125j SH 73) 

ı BFY4 SP Sx U 10 0,5 15nA180= 75 so 30 80) 125j SH 73) 

T BFYSO SP Li H 50 6 0,5» 30= 4W 1000 (80) (60) 200) Va,Jn, MBL[-* Lo] 
T BFYSI SP Li H 50 6 005>40= 4W 1000 (60) (50) 200| Va, In, MB[--Lo] 
T BFYS2 SP Li H 50 6 005>60= 4W 1000 (40) (50) 200j Va, In, MB [-»Lo] 
T BFYSS SP Li H 50 10 0,01> 40= 4W 1000 (80) (60) 200j Va, MB [-»Lo] 

T BFYS6 SP Lo sW 150 0,160,5nA70= 800 500 45 350ns 200j SG, Kpl: BFX 40/1 
T BFYS6A SP Lo sW 150 1 0,5nA40-200=80 . 55 350ns 200j SG 9) 

T BFY57 SP Lo U 30 [0,755)0,1 60= 800 50 125 (50) 200j SG Dr 

T BFY6& SP Lo HL 50 5 03 20-120=600 . (30) (550) 2001 SG 9 

T BFY64 SP Lo sU 50 092. 150= 700 300 40 (250) 200 SG 2. Kpl: BFY 72 
T BFY6S sP U sT 2 10 0,1 >30= 565 50 90 (50) 175j Tf 

T BFY66 SP Lm VU 3 1 001 =20= 20 . (30) (600) 200| Tf2.2 N 918 

t  BFY67 SP Li H 10 10 0,01 > 35= 1700 1000 30 (60) 200j Va 9).. 2N 1613 
T BFY6TA SP Li sO 150 10 75nA >40= 1700 500 40 (60) 200j Va 9) [Lo] 

t BFY6TC SP Li sO 150 10 0,02 >30= 1700 500 25 (60) 200 Va9)[--Lo] 

T BFY68 SP Li sH 10 10 0,01 >75= 170 1A 30 (70) 200 Va9)[--Lo] 

T BFY&8A SP Li sO 150 10 75nA >100=1700 500 40 (70) 200| Va9)[--Lo] 

T BFY6,A SP 5x NH 0,5 1 0,0540.200 60 (30) (20) 150j 7173)4)90) 

t BFY7O SP Lo H (150) (24)05 20= 2850 1A 40 (210) 200j 

T BFY7 SP Li sU 150 0,150,3nA 100= 800 300 28 8Ons 200j 47 Kpl: BFY 64 

T BFY7U SP LU sU 10 5 0,3 40-180= 360 . (60) (360) 200 SG 9) 

T BFY7TS SP LI sU 10  0,790,01114= 360 50 30 (360) 200| Fd, Kpl: BFX 48 

T BFY76 SP LIrNHO1 5 02 14= 360 50 45 (45) 2001 SG9),Rz:< 1,9 dB 
T BFY7T SP LU rU 0,1 ([0,5710,23975= 360 1 45 (60) 200, Fd, Kpl: BFX 37 

T BFY78 SP LU rV3 1 04 50= 300 50 (25) (900) 200 SG 9).Rz:< 6dB 
T BFY79 SP LI UR% 10 25nA > 30= 30 ._ 30 (550) 200i ss 47) 88) 

T BFY80 SP LU xXT2 10 01 >30= 280 50 90 «50) 175j TI 

T BFY8I SP Lie AA 0,1 5 10nA290= 500 1 45 (60) 200i ee 25 uv/°C 
T BFY82 SP Lie AA 1 5 10nA 105= 500 10 45 (350) 2001 SG 3,5 pF; 25 1V/°C 
T BFY83 SP Li? AA 0,1 10 25nA75 60 20 60 (70) 2001 SG 11 pF:25uV/°C 
T BFY84 SP Lie AA 3 10 10nA55= 380 5 12 (900) 2001 SG 3 pF; 25 1uV/°C 
T BFY8S SP Li’ AA 01 5 10nAS0= 130 100 45 (30) 125 Tf15)21) 

T BFY86 SP L’ AA 01 5 10nA50= 130 100 45 30) 125j T115)21)23) 

T BFY87 Ss 5 U 05 1 0, 40.520 50 025) (50) 125) Tf90) 
TBFYBA S $x rU 05 1 0, 55-520 50 (5) (50) 125, Tf 

T BFY88 SP Lm HV 5 1 50nA >30= 175 25 (40) (900) 175j TI 

T BFY9O SP LmrV 2 1 10nA 25-125= 200 50 (30) (1,3G)200j Va 83), T1,SH,MB 7 
T BFY9M SP Lir PA 0,01 5 2nA 60-240= . 45 (60) 200j In21)37)2.2N2915 
T BFY92 SP Li’ PA 0,01 5 2nA 60-240= . 45 (60) 200j Jn21)37) 2 2N2917 
T BFY9 SP Li HL 100 28 100 5W 44W 1A 40 (500) 200} SH 9)83) # 2 N 3553 
T BFZ10 ss Hk Be Fr r RR, . Mu, SC 62) 

D BIY10 u VORM ee ; 40 100 (106).  Tf106) 
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BLX 10...BLX 79 Dioden und 
ı I2 a Is Is je Ir 14. 15 


K Typ Fo Aw I; Umax 
| | | ImA 


Imax Bemerkungen 


T sehe lee 
20-120= 11235 2A 80 
20-120= 1125 2A 
20-120= 11235 2A 120 . 
= 70W . 28 Va 47), MB 62) 15 
88W . 28 Va 47), MB 62) 15 


20-120= 15W 5A 80 3 Tr 
20-120= 15W 100 De 
20-120= 15W . Tr 
> 20= 75W 80 R Tr 
> »0= 75W 100 2 te 


75W 120 “ Tr 
soWw 80 Tr 
60W 100 Tr 

soWw Tr 
150W Tr 


150W Tr 
150W . Tr 
187W 

187W . Tr 
187W n Tr 


Tr 
Tr 
Tr 
Tr 
Tr 


Tr 
2A Tr 
2A x Tr 
2A 3 Tr 
5A ‘ Mi 


5A $ Tr 
5A : Tr 
5A . Tr 
5A Tr 
5A Tr 


10A Tr 
10A . Tr 
10A 
30A 
30A 


30A 
4OA 
4A 
187W 40A 
300W 60A 


300W 60A 
300W 60A 


WWWND Damun nunmum. 
° cr) 


er 
o 


WW. 


-. 
uO 


DR BEPPEN DNN NN NNNND N 


. . Va 9) 1 62) 
AW . a Va 47) 15 62) 
45W . . Va 47) 15 62) 


8W.. . . Va 47) 15 62) 
60W . a i Va 47) 15, MB 62) 
50W 10A 

30W 5A 

30W 5A 


vonuu vunuu vonuu wunuun vunnu wunmuu vnmwuu wunuu wwnnun wwunun vornun 
_ 
Uhl 


T 
N 
T 
ar 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T: 
M 
u 
T 
T 
Lr 
T 
T 
T 
T 
ie 
Wr 
23 
T 
if 
T 
T 
T 
> 
T 
T 
T 
. 
7 
I 
DB: 
T 
T 
T 
T 
Tr 
”y 
ip 
T 
A; 
1 
T 
id 
A 
AR 
u 
T 
T 
Yu 
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Transistoren BLX 80...BLY 80 
a 14 Is le [7 je jo ho In I fa Js Jıs 


K |Typ \Ab \Fo Aw IF Ur IIs,| \Us,/B N Imox Umas|fo I'max Bemerkungen 


BLY 78 SP Nu VL 750 (15)100 > 15= 8W 1A (40) (450) 200) Tf83) 11) 
(15) 250 > 15= 16,5W2A (40) (400) 200j ar an 11) 
1 


Nu VL 
Re VL 


BLY 79 
BLY 80 


I Ima |V HA V/- ImW mA _|V IMHz |\°C 
TBLxs 5 er) NL 2,5A 1,25. = 2=' ETITUETSET UNTER Tr 
T BLX82 S M NLBA 25. > 150W 20A 60 (20) . Tr 
T BLX83 S Mi NL 20A 2.5 150W 20A 80 (20) . Tr 
T BLX8%4 S Mi NL20A 25 150W 20A 100 (20) . Tr 
TBLX85 5 Mi NL20A 2 150W 20A 60 (10) . Tr 
TBLX6 SS MiNLWA 2 . > 150W 20A 80 (10) . Tr 
T BLX897 5 Mi NLA 2 . =7= 150W20A 100 (10) . Tr 
T BLY1o SP Mi sH 20 9 1 >8 10W . (40) (50) 150j SA,SC 
T BLY11 SP Mi sH 0 9 1 > 10W (40) (100) 150j SA,SC 
T BLYiI2 SP Mi HL 100 9 100 > 10A (50) (60) 150j SA,Jn 
t BLY14 SP No’HL 500 (10) 500 3W 1A (80) (200) 175j Va 
ı BLY15,A SE Mi HL 500 10 100 >2 11,5W 2A (90) (200) 175) In <30pF,.2 N 3553 
T BLY16 SE Mq HL 1A 10 10 >1 11W 1500 64 (250) 175j In 9) 
T BLY17 SP Ne HL (1,5A) (10) 10mA 30W 1,5A (40) (50) 175j Va 
T BLY20 SP Nu HL (500) (10) 14,5W 2A 45 (200) 200j Va 47) 
T BLY21 SB Nu HL (00) (10) ı = 14,5W 2A 70 (200) 200 Va47) 
T BLY22 SP Nu HL 150 100 7,5W 11.6W 1,5A 40 (500) 200j SH 47) 83)#2 N 3375 
TBLIY3B SL. VL : 13.5W3A 40 (400) . SH83)2.2 N 3632 
T BLY2S SP No’LU 2A 5 10 >40 30W 5A 80 50 200j Fd47) 
T BLY26 SP No'LU 2A 5 10 >40 30W 5A 60 50 200j Fd47) 
T BLY2? OS Nu HL 100 10 1,2 10-50= 12W 1A 80 (150). Cs 
T BLY28 S  Nu HL 100 10 09 15.40= 12W. 80 (125) . Cs 
T BLY2?_ SP No’UL 2A 0,350,1 50= 2A 80 (46) .  FA4T)4OpF 
T BLY30 SP No’UL 2A 035 > 2A 8 (50) . Fd47)4OpF 
TBLY3 S Lo HL20 5 SW 500 33 (250). MB,Mu,RT 
TBLY% SS to HL200 5 SW 500 20 (250) . Mu,RT 
TBLY3S 58  NuHL1A 5 12W 2,5A 33 (250) 90 MB, Mu 
TBLY S NUHL1A 5 12W 2.5A 20 (250) 90| Mu, Va 
T BLY37 SP JA VL 500 5 10W 750 36 (800) 200j Va 47) 15 
T BLY38 SP JA VT20 5 5,5W 500 18 (1G) 200j Va47) 15 
TBLYa  5S Li HL3A 10 125W10A 100 (W) . Li 
T BLY4,A S Mi sl 1A 10 koW 3A 100 (25) 175j Tx:-A: [Mu] 
T BLYW,A S Mi sl 1A 10 40W 3A 100 (25) 175j Tx:-A: [Mu] 
T BLY4)A S Mi sl 1A 10 4oW 3A 200 (25) 175 Tx:-A:[Mu] 
T BLYS0,A S Mi sl 1A 10 4oW 3A 200 (25) 175j Tx:-A: [Mu] 
T BLYS3 SP JA VL 500 5 15W 1,3A 18 (800) 200j Va47)15 
T BLYSA S JA’ HL 500 5 8W 750 18 (800) 150 Mu 95) 19, Va 
T BLYSSs  S Nu HL 20 5 . 10= 10W 1A 20 (250) 150j Mu, Va 
T BLYS7 SP Nu OL 550 5 100 5-150= 11,6W1A (36) (250) 200| Va47)83) = 2 N 3926 
T BLYSe SP Nu OL1A 5 250 5-150= 23W 1,54 (36) (200) 2001 Va47)83) = 2 N 3927 
T BLYS®? SP Nu OL 250 5 100 10-100= 23W 500 (65) (500) 200j Va47)83) = 2 N 3375 
T BLY6O SP Nu OL 250 5 250 10-150= 23W 1A (65) (400) 200 Va47)83) = 2 N 3632 
T BLYS SP Lo VW. 22 01:1W 5W 500 18 (700) Tx 1:ers. XB 411 
T BLY62 SP JA VL I NESW MW 2A 18 (500) .  Tx1S;ers.XB412 
TBLYS SP JA WE. I 5HSW 175W5A 18 (500) .  Tx1S:ers.XB413 
T BLY6 SP NoULSA . . S0=  50W . 60 (60) . FA4M)B3) ,, 
T BLY65 SP No UL 5A . 50=  50W . 60 (60) Fd 47) 83) 
T BLY6 SP No ULAA . . = 30W . 60 (50) .  Fd47)83) 
TBLYe8 SP Mi UL 1A . . = 12,5W. 80 (50) . Fd83) 
T BL SP MUS. . 0= 3W . 80 (50) Fd 83) 
T BLYTa SP Nu VL 230 5 1mA 10100=11,6W 1,5A 40 (500) 200| Fd47) 10 pF 
T BLY76 SP JA HL2500 5 . 10= 5W 500 36 (16) 200 MB,RT, Va 15 
T 
T 
T 


(15) 100 > 15= _7,5W 1A (40) (450) 200j 


57 


BLY 81...BRY 41-200 Dioden un 


en la is Is le Ir le 


19 oo fu e Is I14 
| 
Us,/B N max |U Baxlle \Imax | Bemerkungen 


K Typ |Ab Fo /AwIr |Ur Is 
| [mA Iv Ina |V/- mw ma v IM °C 

T BLY81 S 15.5W2A " (40) "400) 200j 11) 

T BLY82 Ss N’ L 3A 107% 10= 125W 10A 80 (40) 150j 

T BLY83 Ss IE TA Sun, 10-220= 12W 2,5A 33 (250) 150j vi MB, RT 95) 19 

T BLY8B4 S JAETEZETAU 5, er 12W 2,5A 33 (250) 150| Mu, MB, RT 95) 19 

T BLY85 Ss JA L 70200 5 . 10= 10W 1A 20 (250) 150j Mu 95) 19 

T (BLY 86) ® . . B a . a 10W . 300 (60) SG 95) 15 62) 

T BLY87,A SP JA’ HL 50 5 0,5 5= 16W 1250 18 (700) 200; MB, RT, Va 95)83)15 
T BLY88 SP JA’ HL 50 5 03 5= 29W 2,5A 18 (700) 200| MB,RT, Va 95)83)15 
T BLY8A SP JA’ HL50 5 .„ $5= 29W 2,5A 18 (700) 2001| PH, MB 95) 15 1 
T BLY8 SP JA’ HL 50 5 03 5= 44W 3,5A 18 (700) 200| MB,RT, Va 95)83)15 
T BLY89A SP JA HL 50 5 05 5= 20W 4A 18 (300) 150} MB, Mu 95) 19 

T BLY9% SP JG HLIA 5 . 10= 130W 10A 18 (500) 200| MB,RT, Va 95)47)15 
T BLY91 SP JA’ HL 500 5 0,5 5= 16W 750 36 (500) 2001 MB,RT, Va 95)83)15 
T BLYMA SP JA HL 50 5 . = 16W 750 36 (600) 2001| PH, MB 95) 15 I 
T BLY92 SP JA’ HL 50 5 0,5 5= 29W 1,5A 36 (500) 200} MB,RT, Va 95)83)15 
T BLYNRA SP JA HLSO 5 .„ 5= 29W 1,5A 36 (600) 200} PH, MB 95) 15 

T BLY9 SP JA’ HL 50 5 03 5= 4AW 2A 36 (500) 2001 MB,RT,Va 95) 83) 15 
T BLY93A SP JA’ HL50 5 . = 20W 2A 33 (300) 150j Mu, MB 95) 19 

T BLY9%4 SP JG HLiA 5 10= 130W 6A 36 (500) 200} MB,RT, Va 95) 15 

T BLY9 SP Re VA 10 5 10-100= 5W 1A (55) (500) 1755 TI 

T BLY9% SP Re VA 20 Sn. 10-100= 10W 2A (55) (400) 175j Tf 

T BLY97 Ss 3a E..200.5 .- 10m 10W 1A 33 (250) 150} Mu 95) 19 

D BN 4000 SV MY 6 122 3 [100) 5A 50 . 105j Bn 19) 

D BN4oNR SV Mu Y 6 ru | [100] 5A 200 . 105j Bn 19) 

D BN4% SV MuY 6 122 [100] 5A 400 . 105j Bn 19) 

D BN 4006 SV Mu Y 6 2 (100) 5A 600 . 105j Bn 19) 

» BP 100 5 a He ERSEN . . . . 5 s.Fotohalbl. 

— BPX .... . = E: ee We . . . » : s.Fotohalbl. u. 33) 
— BPY... s YA es “ . . & “ s.Fotohalbl. 

D BR 100 Ss Co ic 10 10 AU:6- 150 2A 32+4. 125 Va,MB 

D BRY1O . . . . . . s . . . . . AE 62) 

bis 

D BRY18 r a er a Mia ß . N R r AE 62) 

D BRY2O SYP Li sY100/10 1,5 0,3 0,4-0,7 1,3W 300 40 100ns 125j SH 13) 19) 86) 

D BRY21 sv iv . « “ . “ . 80 . 62) SHB6) = BRY 20 

D BRY23 SV UN 2,54 27 10,261 3Ww 850 100 Zus 150) SG 13) 19) 

D BRY24 SV: 1 2527.02 4 3Ww 850 200 3us 150j SG 13) 19) 

D BRY25 SV. A a325 72, 0244 3Ww 850 300 3us 150) SG 13) 19) 

D BRY26 SV Lir 12,57 32. ».0,251 3W 850 400 3us 150j SG 13) 19) 

D BRY28 vuYyY% 2 18:2 3Ww 600 100 . 150j SG 13) 19) 

D BRY29 SV ZE Vs13i 208: 51.2 3W 600 200 . 150j SG 13) 19) 

D BRY30 SV. 2512713 2 40:61,2 3Ww 600 300 . 150j SG 13) 19) 

D BRY31 sv 7 Ma 2.068 132 3W 600 400 . 150j SG 13) 19) 

D BRY32 SV LMY 07 1,2 0,5 0,8 2250 175 50 1,5us 125j SG 13) 19) 

D BRY33 sv ıLMY 07 1205 0,8 2250 175 100 1,5us 125j SG 13) 19) 

D BRY34 SY LM Y.075 12 0,5:0,8 2250 175 200 1,515 125j SG 13) 19) 

D BRY35 sv. Bert 1,6 0,1 1 3,5W 1000 100 3us 150j SG 13) 19) 

D BRY36 SV LE ad 1,6 0,1 1 3,5W 1000 200 3us 150j SG 13) 19) 

D BRY37 sy. Ei Na 1,6 0,1 1 3,5W 1000 300 3us 150) SG 13) 19) 

T BRY39 SV Lm’sT 10 2 10 50= 2775 50 70 (300) 150| MB 9) 21) 36) 43) 

D BRY39 SU Lm’ st . 5 50 5 250 70 8Ons 150j MB 100) 12) 

D BRY39 SV Lm’TY 1 1,2 10 70 250 . 70 8us 150) Va 19)21)- 13) 

D BRY4O SV By sD 10 1,5 . 300 - 40 30 . > Fi 19) 

D BRY41-100 SV Li iY 25 234:3 1A 100 . R Tr 86) 25 A/yıs 

D BRY41-200 SV Li iY 25 25.3 1A 200 Tr 86) 
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Transistoren BRY 41-400...BSM 02 
3. ls le 8 9 ü R h2 ha 14 Iıs 


Rx - 


} | v |uA v/- 
BRY41-400 sv U; Sn £ 1A 400 Tr 86) 


BRY 41-500 SV ii 1200) 1A 50 . Tr 86) 35 A/uıs 
BRY 42 sv . [RW] 4,5A+ 250 10 us 125j Jn 13) 19) 


BRY 43 sv [2W] 4,5A+400 101 125j Jn 13) 19) 
BRY 44 sv [2W] 4,5A+500 10y4s 125j Jn 13) 19) 
BRY 45-100 SV (200) 3A 10 . P Tr 86) 35 A/yıs 


BRY45-200 SV 3A 20 . = Tr 86) 

BRY45-400 SV . 3A 40 . . Tr 86) 

BRY 45-500 SV [200] 3A 500 . . Tr 86) 35 A/us 
BRY 46 SV 70 50 +20/-15. i Jn 19) 22) 100 V/us 


300 30 Sys i 7119) 22) 50 V/us 
BRY 50 sv 300 70 Sys j Tf19) 22) 50 V/us 
BRY 51 sv 300 120 Sys j TF19) 22) 50 V/ys 


BRY 52-50 SV s = 6A. 50 ; . Tr 86) 50 A/us 
bis bis 

BRY 52-600 SV i E a 6A 600 . . Tr 86) 50 A/yıs 
BRY 54/100 SV \ 16A 100 . ji Cs 13) 19) 1 
bis bis 200 A/yıs 

BRY 54/600 SV E a 1,6A 600 . i Cs 13) 19) 1 


Ab |Fo Awlr M Isp \Us,/B IN Imox Un Ina Bemerkungen 
| i | mw [man BE 


EN 
aa» 


Awww w 
Pr 


BRY 49 sv 


000 
27} 


DO 00 DO 000 0000 Ooo voo| 


BSA 01 
BSA 02 
BSA 11 
BSA 12 


BSA 21 
BSA21R 
BSA 31 
BSC 01 
BSC 02 


BSC 03 
BSC 04 
BSC 05 
BSC 11 
BSC 12 


BSC 13 
BSC 14 
BSC 21 
bis 

BSC 26 
BSG 01 


MD 4) 2,5pF 
MD 4) 1,8pF 
MD 4) 7,5pF 
MD 4) 7,5pF 


MD 4) 0,6pF 
MD 4) 35) 
MD 4) 2pF 
MD 2...4pF 
MD 1...2pF 


.s1pF 

° Apr 
..IpF 
..3pF 
».1,6pF 


..0,8pF 
.0,4pF 
MD 6. .12pF 
bis 
MD 0,2..0,4pF 


25nA 20 ’ .. MDAÄ,5pF 
BSG 02 25nA 40 ; MD 1,5pF 
BSG 03 0,05 75 2 . MD 2pF 
BSJ 36 0 0,2nA 100= ji RZ9)I 
BSJ 63 = 2 j RZ1 


BSJ 67 ‘ RZI A2N 914 
BSJ 68 : RZ1 

BS)J 79 Ina 6 60= : RZ1 

BSM 01 ’ ß - . = MD;Mv:5dB 
BSM 02 . . . - . . . MD;Mv:4,2dB 


w 
o° 


vwnnu vun vnnmun vunnun nnuun 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 

T 

T 

au 

T 

D 
D 
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BSM 11...BSV 60 Dioden und 


14 |ı5 
t 


‚Imax | Bemerkungen 


Fr 
D BSM11 s 
BSM12°S  Bh rM 325 (9G] 
BSM2UR S . VM. ER 250 . [166] . 
BSM 31 S ..vM. ER: 200: 5. 1286]: 
BMA OS. VM. ae: 100 135G] 
BBMSIÖ325S . Mg. ee 25 2.2.2.6] .  MD;Mv:6dB 
BSM 61 S Bh VM. A: N: [13G] . _ MD:!Mv:5,5dB 
BSS 19 SP <TksH 4 25 50 120 (50) . Tx2pF 
BSS 20 SP <TksH 4 225 50 160 (50) Tx 2 pF 


BSS 23 SP U sH 10 


1 500 1A 40 300ns 200 Tfi 
BSS 27 Ss Lo XT 150 1 

1 

1 


80 1A 45 40 ns 200} MB9)18PpF 
80 1A 30 45 ns 200} MB9)18pF 
80 1A 30 50 ns 200} MB9)18PpF 


BSS 28 Ss Lo XT 150 
BSS 29 S Lo XT 150 


BSV 01 Ss" 8 NND, nr - 96] . MD 

BSV 11 S CvD. Se Tr : 2002... 16] .  MD:Mv:28dB4) 
BSVIS SP Lo Ns 100 1 0,1 40.250= 5W 1A 40 (50) 200 SH9)73), Va,Tf 
BSV16 SP Lo Ns 100 1 0,1 40-250= 5W 1A 60 (50) 200 SH9)73), Va, Tf 
BSV 17 SP Lo Ns 100 1 0,1 40-160= 5W 1A 80 (50) 200 SH 9) 73) 1 
BSV19 SP UsX . ‚ : 1w 1A (60) SOns . SH 62) 

BSV 21 Ss Us 30 05 0,2 40-150= 360 200 12 (400) 200 Tx 

BSV22_ S) Lm” W 1T2 30 200. 160 30 30 . _125kMu,Va;B;35a+BSVBl 
BSV23_ 2 5$ Tb U 10 1 06 20= 300 200 20 (200). Fit 
BSVı4OS Ts 10 1... 300 200 15 (200). Fit 

BS v3 5S Tbs 10 1 0,2440= 300 200 12 (400) . Fit 

BSV2 2 5S Tos 10 1 0,2440-120= 300 500 12 (400) . Fit 

BSV27 O2 5S Tbs 10 1 0,2440-120= 300 500 15 (500) Fit 

BSV3 S Ts 2 1 05 30= 300 100 100°.  125j Fit 

BY 2 S Tis 10 1 0,5 40= 300 100 200 . 125j Fit 

BSV 33 S Ts 30 05 0,5 40-150= 250 200 12 (400). Fit 

BSV35 S  SH'109)10 1 0,2440-170= . 400 15 (300) Fi 

BSV3SA S SH 10)10 1 0,6 20= „500 20 (300). Fi 

BSV36 SSH’ 102)20 0% 0,2530-150= . 50 6 (60) . Fi 

BSV 37 Ss SH’102)30 0,5 0,1540-150= . 100 12 (400) . Fi 

BSV38 5 SG U [250] [iO]. 25 300 50 2353 . 150 Tx;A18pF 
BSV33P S SK U [250] [10]. 25 150 50235 . 150 Tx;A1BpF 
BSV39? 2 5S SG U [500] [6 . 70 300 8-100 25 . 150 Tx:A18pF 
BSV39P S SK U [500] [el . 70 150 8-10 25 . 150 Tx:A18pF 
BSVSI SP Ss XT2 10 01 >30= 250 200 80 (50) 150j TI1 

BSVS,R S SHs 10 1 0,2540-120= 150 50 12 (400) 125j MB,Va 102)1.-R:96) 
BSV5),P S SG s 10 0,2540-120= 300 200 15 .  150j Tx,-P:[SK] 
BSVSu,P S SGs 10 0,25 20-120= 300 200 12 . 150j Tx,-P:[SK] 
BSV 55 S 5SGs 30 0,5 05 40-150= 300 200 15 . 150) Tx 

BSVSA S SG s 30 0,5 0,5 30-120= 300 200 12 . 150j Tx 

BSVSSAP S SK s 30 0,5 0,5 30-120= 150 200 12 150) Tx 

BSVSP S SKs 30 05 0,5 40-150= 150 200 20 . 1150| Tx 


1 

1 

0 

() 

0 

0 

BSVS6A SU Lo sST 2A 4 0,020,56-0,75 >4712 30 (0,2) 125j Tf81) 

BSV56B SU Lo sT 2A 4 0,2 0,68-0,82 4,7-9,112 30 (0,2) 126 TI81) 

BSVS6C SU Lo sT 2A 4 12 047-8 412 12 30 (0,2) 125j Tf81) 

BSV57A SU Sw sT 1500 4  0,02.0,56-0,75 30 (0,2) 125j TI81) 

BSV57B SU Sw sT 1500 4 0,2 0,68-0,82 4,7-9,112 30 (0,2) 125 Tf81) 
4 
1 
1 
1 
7 


BSVS7C SU Sw sT 1500 12 047.08 4-12 12 30 (0,2) 125j Tf81) 
BSV 58 A SU Lm st 50 0,15-1 25 (10V) 300 150 40 . 

BSV58B SU LmsT 50 
BSV 59 s U s 150 
BSV 60 SP Lo LU 20 


Tf 100) 


‚5 
‚5 2.5 50(10V) 300 150 40 . Tf100) 
0 1 30-120= 360 500 30 (250) 2001 SG 

0,1 = 6,2W3A (45) (50) 200) TI9)175PpF 


AHH90-F A441 AHA HATT TTAHH HHHHH 4444344 004-4 HH-H00 0000 
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Transistoren 


r- 


BSV 61...BSW 41 


19 10 13 14 


HA|V/-  Imw °C 


| 
| Io Us,/B In fa \fmax|Bemerkungen 
f 


v 
T BSV 61 s ds ı 1 0,2580-300= 80 500 9 (500) 125j MB, RT 

T_BSV 62 Ss 10): 1 1 0,2517.50= 80 50 12 (400) 125 MB, RT 

T BSV63 Ss 10); 1 1 0,2530-120= 80 50 12 (400) 125j MB, RT 

T BSV64 SP los 2A 2 1 40= 2W 5A 60 (100) 200) MB, Mu, PH, Va 1 
T  BSV 68 SP Lm xXT 2 20 50= 300 100 100 175 MB, Va 9) 1 10 pF 
T BSV69_ SP Lo sX 10 105 50= 3W 1A (45) 4Ons 200 Tf9) 110 pF 

T BSV7I Ss 102)s 10 0,5 0,3 20-120= 80 50 6 _ (675) 125 MB,RT 
TBVu O9 SU US. To na 110. . RT 81) 62) 

T BSV75 so Us or “RT BI) 62) 
TBSV% O9 SU US ; 2. son > - RT 81) 62) 
TBV7T S Us 50 1 . 3%= 800. 40 . 200 SG 

FBSVB OS U s [250] [11125 . 350 50 40 . _150j MB,Mu,Va;A;11)29 
FBV9O9S Us [250] [7] 40 . 350 20 40 . 150 MB,Mu, Va;A:11)29 
FBSVO 2 S U s [250] [5] 60 . 350 10 40 . 150} MB,Mu, Va;A:11)29 
M BSV 81 SI Lm’ sw [10) [5] 50 . 200 50 30 .  125k Va; B;47 

T BSV86 SP Sr As 150 0,1 100-300= 220 400 30 (100) 150| MB, Va1 

T BSV87_ SP Sr As 150 0,1 40-120= 220 400 30 (100) 150j MB, Va 1 

T BSV88 SP Sr As 150 0,1 35= 220 400 25 (100) 150j MB, Va 1 

T BSV89_°S  Lm sH 100 0,3 2545= 20 . 10 18ns 150j SG 

T BSV90 S  Lm sH 100 0,3 25:55= 220 . 13,5 18ns 150 SG 

T BSV91 S  _Lm sH 100 0,35 25-45= 20 . 15 18ns 150j SG 

T BSV92_ 5  LmsH 100 0,3 25-40= 220 . 15 18ns 150 SG 

T BSV95 S Lo sH 500 0,3520-50= 220 . 50 4Ons 150j SG 

T BSV96 SP Sr As 150 0,1 100-250= 220 300 30 (75) 150 MB, Va 

T BSV 97 SP Sr As 150 0,1 40-120= 220 300 30 (75) 150j MB, Vat 

T BSV 98 SP Sr As 150. 0,1 30= 220 300 30 (75) 150j MB, Vat 

T BSWIO SP Li sH 1 10 0,160= 600 800 65 (200) 175j Tf9) 10 pF 

T BSWIt SP Sy sH 10 1 04 50 200 15 (400) 125j Tf3 pf 

T BSWi2 SP Sy sH 10 1 _0,0540-150= 50 200 20 (200) 125j Tf#BSY19-2N708 
ı BSW13 SP Sy’ sX 10  0,350,5 40-300= 160 50 15 40ns 125j SH <SpF2 

T BSWi6 SP $z TX 80 . 800 30 9Ons . SG21) #8x BSX32 
T BSW1T SP 52 TX 30 . 30 120 . SG 21) 3,5 pF 62) 
T BSW18 SP $z TX 30 . 30 120 .__..5G 21) 3,5 pF 62) 
TB WM SP U sH 10 1 100 30 (200) 175j Tf9)6 pF 

T BSWwIA S Us 10 1 100 30 (150) 175; TI 

T BSW20,A SP Sw sH 10 1 20nA10-300= 280 100 (35) (150) 150j T1;A;73)7 pFi 

T BSW21,A SP U sH 2 4,5 0,5 75.2235= 300 200 25 (300) 175ji Cs -A: 50V 

T BSWA SP U sH 2 45 0,5 75.228= 300 200 25 (300) 175j Cs F [BSW 44] 

T BSW23 SP Lo s 150 10 1,6 40-120= 600 600 40 (200) 2001 Mo,SG,Tx 

T BSWw%4 SP LI s 150 10 1,6 60-120= 400 600 40 (20) 200 Mo,SG,Tx 

T Bw 5 . sH 30 01%. 6=- . 200 12 20ns . Fd4,5pF62) 

T BSW26 SP LI XT 500 2 0,6 20= 500 1A 40 85ns 200 Tx9)1 

T BSW27_ SP Li XT 100 2 0,6 20= 800 1A 50 85ns 200j Tx9)1 

T BSW28 SP Li XT 100 2 0,6 20= 800 1A 50 . 200 Tx 9) 1 

T BSW29 SP Li XT 100 2 0,6 20= 1W 1A 30. 200 Tx9)1 

T BSW32 SP SwsT 10 5 1 4= 250 30 90 . 150j Tx4 

T BSW33 SP $z s 10 (0) 0,0560-180=125 100 32 (300) 125j Va 

ı BSW34 SP 5z s 10 (0) 0,0560-300=125 100 45 (300) 125j Va, Ers: BCW4. 

t BSW35 SP $z s 10 (0) 0,0550.200=125 100 60 (300) 125i Va, Ers: BCW4. 
T Bsw36 SP LU sST 50 1 12 50= 800 500 32 (150) 200 Tx 

T BS W377 _ SP U sT 30 1 04 W= 360 200 12 (400) 2001 Tx 

T BSWw38 SP U s 10 0,5 0,2540= 360 300 12 (400) 200) Tx 

T BSW39 SP Lo Ns 10 1 30nA30= 790 1A 80 (50) 200 T173)1 

T BSW40 SP Lo Ns 10 1 30nA30= 790 1A 80 (50) 200 T173)1 

T BSW4 SP LI TX 10 10 0,5 >30= 1W 300 25 (250) 200j Va 9) 
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BSW42,A...BSX 38 Dioden un 

12 » ja Is le | je | lo In Iız IP 1a ıs 

K Typ Ab \Fo Awls U Ip Us,/B IN |Imax [Umax |Imox [Bemerkungen 
| I Ima |v InAlv/- ImW ma ıV N |°C 


T BSW42,A SP "SA UH2 0,1 75-225= 300 200 25 (300) 1255 Cs[BSX51] 
BSW4L3,A SP SA UH2 ‚5 0,1 180-540= 300 200 (300) 125j Cs[BSX52] 
BSW 44, A SA sH 2 75-225= 300 200 (300) 1255 Cs[BSW21] 
BSW45,A SA sH 2 \ 75-225= 300 200 (300) 1255 Cs[BSW22] 
BSW 49 Li s 500 16-50= 1A (200) 150) Li 


BSW 51 Li HA 150 >W= 800 (250) 175; Va9)= 2 N 22181 
BSWS52 Li HA 150 >100= 800 (250) 1755| Va9)=2N 22191 
BSW 53 Li HA 150 >4W0= 800 (250) 1755 Va9)= 2 N 2218A1 
BSW 54 Lı HA 150 >100= 800 (250) 175| Va9) = 2 N 2219 A 1 
BSW 58 $Sz HX 10 >= 500 (400) 125) Va 


BSW 59 Sz HX 10  >60= 500 (500) 125} Va 

BSW 61 U HA 150 ‚01 >4W0= 800 (250) 175} Va9) = 2N 2221 
BSW 62 U HA 150 ‚01 > 100= (250) 175; Va9)=2N 2222 
BSW 63 U HA 150 >W= (250) 175; Va9)= 2 N 2221 A 
BSW 64 U HA 150 ‚01 > 100= (250) 175j Va9) = 2N 2222A 


BSW 65 Li 10 - 30= (80) 200| Va9)135pF 
BSW 66 : (100) 1 >= (80) 200) Va 97) 

BSW 67 (100) >40= (80) 200) Va 97) 

BSW 68 (100) > 40= (80) 200) Va 97) 

BSW 69 () >30= : 85j Va 


BSW72 150 0,1 40-120= 200 125) In; 
BSW 73 150 0,1 100-300=200 . 125j In 
BSW 74 150 0,01 40-120= 200 . 125j In 
BSW 75 0,01 100-300=200 . 125j In 
BSW 82 0,1 40-120= 200 125j In 


BSW 83 0,1 100-300=200 125j In 
BSW 84 0,01 40.120= 200 . 125) In; 2221 A 
BSW 65 0,01 100-300=200 . 125; In 2222 A 
BSW 88 -  100-750=230 (200) 150 Tf96) # BSX 81 
BSW88 A 0,2 100-300=230 (200) 100} Tf25 


BSW88B 0,2 (200) 100; Ti25 

BSW 89 . (200) 150; Tf # BSX 81 
BSW89 A (200) 100; Ti1 
BSW59B (200) 100; Ti 

BSW9 (150) 200} Cs 


BSW 93 50ns 200j SG 9) 

BSX 12 13ns 200} SG 9) 

BSX 12 A (450) 200} RT, Va 1 

BSX 19 15 12ns 200} Va... 2N 2368 
BSX 20 15 12ns 200 Va.“. 2N 2369 


BSX 21 80 (60) 175j Va9) 
BSX 22 10 (100) 175; SA, In 
BSX 23 30 (100) 175j SA, Jn 
BSX 24 (20) (200) 175j SA, In 
BSX 25 0,05 > 30 .. (40) (50) 2001 Ti. BSY 91 


BSX 26 0,4 0,39 30.-120= 360 40  225n3 200) SG 9) 
BSX 27 0,19. 80= 300 11 Ins 200} SG 9) 
BSX 28 0,18. 70= 360 30 6,5ns 200} SG 9) 
BSX 29 0,5 0,05 30-120= 360 12 35ns 200j SG 9) 
BSX 30 10 <1,6 30-120= 800 . (60) --60n5 200 SG 9) 


BSX 32 0,36. 60= 40 40ns 200 SG 9) 
BSX 33 0,16 0,5nA 70 40  300ns 200 SG 9) 
BSX 35 0,07. 70= 300 6 17ns 200 SG 9) 
BSX 36 03. 60= 360 40 13ns 200 SG 9) 
BSX 38 0,1 > 15= 260 100 (20) (350) 175j Va, Tf 
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Transistoren BSX 38 A...BSY 10 


7 ı8 jo In 2 fa [4 Jıs 


I 1 I I 
|Ur Is, Us,/B N \Imox Umax fg \tmax Bemerkungen 
IV_ mA v7 mw \ma vIMHz |°C 
BSX38BA S FR 7 "0,2" 100.3002 345 100° 30 "(200)" 200; 
BSX38B S 0,2 250-750= 345 100 30 (200) 200j 
BSX 39 01 > 20= 260 (350) 175j 
BSX 40 25nA>40= 600 (100) 175; 
BSX 41 i 25nA >100= 600 175j In 9) Kpl: BSY 54 


BSX 44 ‚4 0,45 30-150= 200 200} AC,MB,Mu,Tx & 
BSX 45 10 40-120= 5W ( 200} SH 9) 73) Va, Tf1 
BSX 46 10 40-120= 5W 200; SH 9) 73) Va, Tf1 
BSX 47 [30] 40-160= 5W 200 SH 9) 73) 1 

BSX 48 0,12 > 17= 1w 200j SH 9) 


BSX 49 0,07 >25= 1Ww 200 SH 9) 
BSX 51,A,B 1nA 30-90= 300 175j Cs,-A:50 V; [SA] 1 
BSX 52,A,B 1nA 75-225= 175j Cs, -A: 50 V; [SAJ 1 
BSX 53 50nA >65= 175; T147) 
BSX 53A,B 0,2 100-300= 175; T173) 


BSX 54 50nA >65= 175j T147) 
BSX 5S4A,B 0,2 250-750= 175j Tf73) 
BSX 59 0,5 >30= 200} Va 9) [+ Lo], MB 
BSX 60 0,5 >30= 800 200| Va 9)[--Lo],MB 
BSX 61 0,5 >30= 800 200} Va 9)[-- Lo], MB 


BSX 62.. 10 60-100= 4,3W 175j SH 9) 73) 

BSX 63.. 10 60-100= 4,3W 175j SH 9) 73) 
BSX 66 0,01 40-90= 260 175) Va 9), Co 
BSX 67 0,01 60-350= 260 175j Va 9), Co 
BSX 68 0,2 30-300= 125 125j Va, Tf1 


BSX 69 0,2 60-180= 125 125j Va, Tfl 

BSX 70 0,01 40-120= 500 (100) 200} Va 9) 

BSX 71 0,01 100-300= 500 (100) 200) Va 9) 

BSX 72 0,1 40.25 = 500 (250) 175; Tf8pF 

BSX 73 i 10nA 40-120= 700 (250) 200| Tf.. 2 N 2218 


BSX 74 10nA 100-300= 700 (250) 200| Ti. 2 N 2219 
BSX 75 so 40.250= 430 (250) 175j 
BSX 79 SOnA >65= 230 (200) 200 
BSX 79A,B 10,2 100.750= 345 (200) 200j 
BSX 80 S0OnA 80= 230 (300) 150j 


BSX 81 50nA >65= 230 (200) 150; 

BSX 81 A,B 0,2 100-750= 230 (200) 150; T173)6 
BSX 82 e 250 {N 125k Va 10);847 
B5X 83 . 350 ons 175j Fd;C 

BSX 84 R 350 0,5nA 30 90ns 175j Fd;C 


B5X 85 i R . inA 30 18ns 175j Fd;C 21) 
BSX 86 i- . . 1nA 30 18ns 175j Fd;C 21) 
BSX 87 k (40) 40ns 200 SG 9) 
BSXB7A . (40) 30ns 200j SG 9) 
BSX 88 . 75ns 200| SG 9) 


BSX 88 A S = e 70ns 200} SG 9) 
BSX 89 75ns 175j SG 9) 
BSX 90 e 4Ons 175j SG 9) 
BSX 91 = 45ns 175j SG 9) 
BSX 92 (400) 200} SG, Mo, Tx 


BSX 93 0,25 40-120= 360 (500) 2001 SG, Mo, Tx 
BSX 95 i 0,01 40-120 700 (100) 200} Va 9) 

BSX 96 0,01 50-200 700 (100) 200} Va 9) 

BSX 97 0 0,0140-100= 400 ) (300) 175j Co<8pF 
BSY 10 i 5 . 45-80= 300 (60) 175j Mu 47)5pF; Va 
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BSY 11...BSY 84 Dioden und 
ls j4 Is l6 I7 Is 


he n h2 Is [14 


15 


| fü | 
\Ab ö Awile er Isp|Uso[B IN  |mox|Umaxifa  Ifmax! Bemerkungen 
| ImA uA |V/- mW mA IV IMHz |°C 
T "SM Li’ 10 5, N go125= 300 | 50 <(60)' (60) 175; Mu 47) 5pF:; Va 
T BSY17 SP LmsX 10  0,351nA 20-60= 300 200 12 (300) 200j SH 9) # 2 N 743 
T BSY18 SM Imst 20 0,4 0,5 >20= 235 150 15 (400) 175) SH9)ers.BCY16 
T BSY19 SP Lm Hs 10 1 0,0330-120= 320 200 (40) (300) 200) Tf,In;=2N708#Va 
T BSY20 SP Lms 10 1 00330-120= 320 . (40) (300) 200j Tf 
T BSY20 SP Lm Hs 10 1 0,5 20-60= 300 50 (25) (300) 175j In=2N706B, #MD 
T BSY21 SE Lm Hs 10 1 0,0530-120= 360 500 (40) (300) 200| In=2N914, #MD;Tf 
T BSY22 SP Lm Hs 5 1 0,0140-200 360 200 (45) (300) 200j In, # MD.2N 916 
T BSY23 SE Im Hs 10 1 05 > 25= 300 200 30 (300) 175j In=2N834, #MD 
T BSY24 SE Li UH20 9 005>10 600 . (40) (50) 150) SA,Jn,SC = TK25 
T BSY25 SE Li sH 20 9 005>20 600 . (40) (100) 150j SA,In,SC = TK253 
T BSY26 SE LmsH 10 0,3525nA >20 300 . (20) (200) 175} SA,In,SC = TK255 
T BSY27 SE Lm sH 10 0,3525nA >40 300 . (20) (200) 175j SA,Jn,SC = TK256 
T BSY28 SE Lm HV 10 (0) 0,05 >20= 300 (15) (300) 175j SA,Jn,SC = TK258 
T BSY29 SE Lm HV 10 (0) 0,05>40= 30 . (15) (300) 175; SA,Jn,SC = TK259 
T BSY34 SP Li sT 30 10 0,07>10= 2600 500 (50) 4Ons 175j SH 
T BSY35 5... 48GhE 1 6 0,3210-30 250 50 (75) . 150j In 
t BSY38,A SP LmsX 10  0,350,1 30-600= 300 100 15 (200) 175j Va9)PH, In, MB 
t BSY3VA SP LmsX 10  0,350,1 40-120= 300 100 15 (200) 175) Va 9) PH, In, MB 
T BSY40 SP LU XH 10 0,5 0,0120-60= 300 100 20 (150) 175 Va 9) 
|\T BSY4 SP U XH 10 0,5 0,0150-200= 300 100 20 150) 175j Va9) 
|\T BSY4% SP Li Hs 5 10 0,01 30-150 70 . (75) (60) 200| Tf. 2 N 1613 
T BSY4S SP Li Hs 1 5 0,0130-100 700 . 80 (50) 200| Tf-—2N 1893 
T BSY4 SP Li Hs 10 10 0,01 40-120= 700 1A (80) (50) 200| Ti 2N 2193 
T BSY47 Ir . i re SA 62) 
T BSY48 a a ; i er: 5A 82) 
T BSY49 gs x ; : I, 5A 62) 
T BSY50 A a, EI r f Er 5A 62) 
T BSY SI SP Li U 10 10 3nA7S= 800 750 (60) (150) 200 In, # 2 N 697,C5 
\T BSY52 SP Li U 10 10 3nA135= 800 750 (60) (150) 200) In, # 2N 1420,C: 
T BSY53 SP Li U 10 10 1InA65= 800 750 (75) (175) 200 In, #2 N 1613, Cs 
T BSYS54 SP Li U 10 10 1nA135= 800 750 (75) (175) 200| In, # 2 N 1711,C5 
T BSYS55 SP Li U 410 10 10nA >35= 800 750 (120) (150) 200) In, # 2 N 1893, Tf 
T BSY56 SP Li U 10 10 10nA >75= 800 750 (120) (150) 200) In, Tf#Co 
T BSY58 SP Li sT 30 10 0,12>10= 2,6W 600 (40) (400) 175j SH 
T BSY59 SP Sy sT 100 0701 >60= 280 500 30 (100) 150j SH 12pF 
T BSY61 SP Sw sX 10 1 0,5 30-300= 200 200 15 (200) 125j SH 
T BSY 62 SM LmsX 10 10 0,5 0= 235 200 15 (400) 175j SH 9) # 2N 706 A 
T BSY63 SM LmsX 10 10 05 0= 235 200 15 (400) 175j SH 9) # 2N 708 
T BSY68 sm Li TX% 3 <20>20= . so 80 . 150j Va 9) 
T BSY70 SP Lm sH 10 1 05 >20= 300 20 (200) 175j TI9).. 2 N 706 
T BSY71 SP Li sH 5 10 10nA 70-300 80 . 50 (70) 200; TI9). 2 N 1711 
t BSY72 SP LI rN 10 10 01 >70= 150 30 18 (100) 200j In 47) 
t BSY73 SP LI sN 10 10 0,1 >30= 150 100 18 (100) 200j In 47) 
t BSY74 SP W’ sN 10 10 0,1 >70= 150 100 18 (100) 200) In 47) 


0,05 >45= 150 250 32 (100) 200) In 47) 
0,05 >90= 150 250 32 (100) 200j In 47) 
BSY 77 SP L/’ sN 10 10 0,05 >45= 150 250 64 (100) 200| In 47) 
0,05 
0,05 


t 

! 

t 

ı BSY78 SP W’ sN 10 10 >90= 150 250 64 (100) 200) In 47) 

T BSY79 SP LI Ts 10 10 0,05 >30= 150 30 (120) (100) 200j In 47) 

T BSY80 SP LY sN 10 10 0,1 >120= 150 100 18 (100) 200j In 47) 

T BSY81 SP Li sN 10 10 0,1 >35= 800 1A 18 (100) 200 Jn 9) 

T BSY82 SP Li sN 10 10 0,1 >75= 80 1A 18 (120) 200} Jn 9) 

T BSY83 SP Li sN 10 10 10nA >35= 80 1A 35 (100) 200| Jn 9)# BSY4O 

T BSY84 SP Li sN 10 10 10nA >75= 800 1A 35 (120) 200} In 9) [2N2297] 


on 
> 


Transistoren BSY 85...BTW 19-500 

2 a3 Ja Is le 17 Is Io 10 10 2 {13 1 Jıs 

Typ Ab |Fo |AwIr UlR,| Us,/B IN Tax ‚Umox 15 \fmas Bemerkungen 
mA ki uA |V/- Imw ma NZ IMHz IBE 1 

BSY 85 0 70 '1onA >35='800 1A 64 (110) '200| In9) #2 N 2193 A 

BSY 86 i 10 10 10nA »75= 80 1A 64 (130) 200j In 9) 

BSY 87 i 10 10 10nA >35= 800 (100) (100) 200j In 9) # 2 N 1889 


BSY 88 i 10 10 10nA >75= 800 (100) 1120) 20] In 9) # 2N 1890 
BSY 89 1 5 0,012-150= 30 . 7,18 


BSY 90 10 10 10nA > 140=800 (60) (150) 200j 
BSY 91 i 10 50nA >30= 800 (40) (50) 200j 
BSY 92 i 2 20nA>50= 800 (60) (50) 200j 
BSY 93 2 20nA >50= 360 (60) (180) 200j 
BSY9S A 0,35 50nA >50= 150 (20) (200) 140 


BT100A-300R SV 1,4 250 —5/+10 [100] 200 10,1 100j MB,RT, Va & 19) 
BT100A-500R SV 1,4 250 LEO, [100] 400 iO is 100} MB,RT, Va & 19) 
BT 101/500R SV 2,3 10 2 400 125j Va 18) 13) 
BT 102/300 R SV 2,3 50 2,5 . 20 . 125j Va 18) 13) 
BT 102/500 R SV 2,3 50 2,5 . 10A 400 . 125j Va 18) 13) 


BT 103 SV >16>200 >3 2,5A ikV . . In 86) 400 V/us 
BT 104 sv <16 <100 <3 £ 1200 . In 86) 320 V/us 
BT 105 SV <16 <100 <3 . 600 . In 86) 200 V/us 
BT 106 SV 2,3 50 . ä 1A 650 . Mu, RT, Va 19) 

BT 107 SV ZUm10® . 65ALO . i RT, Va 19) 


BT 108 sv ZEUN , ’ 65A40 . i RT, Va 19) 
BT 119 Er R . . . . - 630 2, 2 Jn 62) 
BT 120 SV R E B = . E 700 4, . Jn 62) 
BTR 403 SV . . s ü . 3A 400 . s Bn 86) 62) 
BTR 406 sv i F F . 9 . SA . Bn 86) 62) 


BTW 10— BTW 24 3.a.$. 

BTW 10-100 SV Mu iY 1,55 50 
bis 

BTW 10-500 SV Mu i 1,55 50 
BTW 11-100 SV 1,9 50 
bis 

BTW 11-500 SV i 1,9 50 
BTW 12-100 SV 1,9 50 
bis 

BTW 12-500 1,9 50 
BTW 13-100 1,9 50 
bis 

BTW 13.500 \ 1,9 50 
BTW 14-100 1,55 100 
bis 

BTW 14-500 1,55 100 
BTW 15-100 i 1,55 100 
bis 

BTW 15-500 i 1,55 100 
BTW 16-100 1,55 100 
bis 

BTW 16-500 1,55 100 


BTW 17-100 i 1,55 100 
bis 

BTW 17-500 2 1,55 100 
BTW 18-100 1,9 100 
bis bis 

BTW 18-500 i 1,9 100 . 50 . 5 Tr 86) 13) 
BTW 19-100 i 1,9 100 3 . 10 . . Tr 86) 13) 
bis bis 

BTW 19-500 x 1,9 100 3 - 50 . . Tr 86) 13) 


00000 00000 00000 „44 A444 


10 . . Tr 86) 13) 
bis 
50 . ö Tr 86) 13) 
10°. ° Tr 86) 13) 
bis 
50 . r Tr 86) 13) 
100°. e Tr 86) 13) 
bis 
50 . . Tr 86) 13) 


10 . B Tr 86) 13) 
bis 
50 . Tr 86) 13) 
10 . s Tr 86) 13) 
bis 
50 . . Tr 86) 13) 
10 . Pi Tr 86) 13) 
bis 
50 . R Tr 86) 13) 
100 s Tr 86) 13) 
bis 
50 . . Tr 86) 13) 
10 . = Tr 86) 47) 
bis 
50 . > Tr 86) 47) 
10 . 5 Tr 86) 13) 
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5KTT 65 


BTW 20-100...BTW 47/1600RM Dioden unc 
la ja Is le 
|Ab Fo Aw 
| | mA 


BTW 20-100 SV u i ..  Tr86) 13) 
bis 

BTW 20-500 SV } £ .  Tr86)13) 
BTW 10-50 SV h : \  Tr86) 
bis i 
BTW 10-600 SV 


BTW 11-50 SV 
bis 
BTW 11-600 SV 
BTW 12.50 SV 
bis 
BTW 12-600 SV 
BTW 13-50 SV 
bis 
BTW 13-600 SV 
BTW 14-50 SV 
bis 
BTW 14-600 
BTW 15-50 SV 1,55 100 
bis 
BTW 15-600 SV ei 1,55 100 
BTW 16-50 1,55 100 
bis 
BTW 16-600 SV 1,55 100 
BTW 17-100 SV f 1,55 100 
bis 
BTW 17-600 SV 
BTW 18-50 SV 
bis 
BTW 18-600 SV 
BTW 19-50 SV 
bis 
BTW 19-600 SV 
BTW 20-50 SV 
bis 
D BTW 20-600 SV 
D BTW23/600RM SV 
bis 
D -]1600 RM SV 
DBTW24/600RM SV 
bis 
DBTW24/1600RMSV . 150 3,5 . . Va, MB 18) 78) 
D BTW27/100R SV 15 0,7 . 5 Cs 13) 19) 
bis 200 A/uıs 
D BTW27/600R SV 15 0,7 Cs 13) 19) 
DBTW2BA/SOOR SV so 1,3 Cs 13) 19) 
bis i 1000 A/yıs 
DBTW2BA/BOOR SV 50 1,3 Cs 13) 19) 


DBTW31-300R SV 150 6 MB 13) 19) 
bis i 100A/ys 
DBTW31-1200R SV 150 6 MB 13) 19) 
DEBTW47/600RM SV 150 3,5 . Va, MB 18) 78) 
bis i 
D -/1600RM SV 150 3,5 . . Va, MB 18) 78) 


Tr 86) 
Tr 86) 


Tr 86) 
Tr 86) 72) 


Tr 86) 72) 
Tr 86) 


Tr 86) 
Tr 86) 


Tr 86) 
Tr 86) 72) 


Tr 86) 72) 
Tr 86) 


Tr 86) 
Tr 86) 


Tr 86) 
Tr 86) 72) 


Tr 86) 72) 
Tr 86) 


vo wo 


Tr 86) 
Tr 86) 


100 3 . . Tr 86) 
200 2,5 . ( . Va, MB 18) 78) 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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200 2,5 . . Va, MB 18) 78) 
150 3,5 . 0 Va, MB 18) 78) 


Transistoren BTW 92/600 RM...BTX 70 
| 15 


Bemerkungen 


Va, MB 18) 78) 
bis 


D -/1600RM 2,3 150 3,5 . « ji Va,MB 18) 78) 
D BTX13/200R <3,5 50 3 . i Va 13) 19) 

bis i 

BTX13/500R <3,5 50 3 . i Va 13) 19) 

BTX 18 <2 250 10 Va 1)13)1;MB 
BTX 19 <2 250 10 . Va 1) 13) 

BTX 30-100 i Ne . . C ji Mu, MB 19) 


1.6; .; R . i Mu, MB 19) 
BTX35/..R 3 15u15 j Va78)19)£ BTY87/.R 


bis 
BTX38/..R 2,5 20y5 Va78) 19) # BTY99/.R 


BTX41-200R f 1,5 150 «s110j MB, Va & 19) 13) 
bis 

BTX41-1600R 1,5 
BTX46-200R 1,6 
bis 

BTX46-1600R SV 
BTX47/1000R SV 
BTX47/1200R SV 
BTX47/1400R SV 
BTX48/1000R SV 


BTX48/1200R SV 
BTX48/1400R SV 
BTX49-600R SV 
bis 

BTX49-1200R 50 us 125j MB, Va & 19) 13) 
BTX 50... . . oo. En. . - . a R MB 80) Ers: BTW23 
BTX51-500R . 125} Mu 19) 

bis 

BTX 51-800R 
BTX52 


BTX 53 
BTX 54 
BTX 55 
BTX 57 
BTX 58 


BTX 59 

BTX 60 

BTX 64-100R 
bis 

BTX 64-600R 
BTX 66-100R 


wo 


150,5 110} MB, Va & 19) 13) 
150,5 110| MB, Va & 19) 13) 


150,15 110j| MB, Va & 19) 13) 


16A 50,s 125j MB, Va 19 )13) 
16A 50 us 125j MB, Va 19) 13) 
16A 50 us 125j MB, Va 19) 13) 
16A 50,4 125j MB, Va 19) 13) 


16A 50 us 125j MB, Va 19)1 3) 
16A 50 us 125j MB, Va 19) 13) 
70A 6( 50 ,ıs 125j MB, Va & 19) 13) 


WPD DRRR = 
S o 


w www wwWwww w WW ww 


w wpn 
“ uns 


r 
o© 


125j Mu 19) 
150; Fd 19) 


150j Fd 19) 
150j Fd 19) 
150j Fd 19) 
150j Fd 19) 
150j Fd 19) 


150; Fd 19) 
150j Fd 19) 
125j MB, Mu & 19) 


125j MB, Mu & 19) 
125j MB, RT 19) 
bis 


BTX 66-500R . 125j MB, RT 19) 
BTX 67-100R e 5 . . 125j MB, RT 19) 
bis i 

BTX 67-500R P . . . 125j MB, RT 19) 
BTX 68-500R s z 125j MB, RT 19) 
bis i 

BTX68-1000R . 125j MB, RT 19) 
BTX 70 ee We . . 125j Tg 19) 62) 


wu 
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nn BB mO00 


“ 


wis 
an aan 


<< 


© 
© 


DD WW DA auaaa an N 
w ww 


D 
D 
d 
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D 
D 
D 
D 
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D 
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5° 67 


BTX 74...BTY 91/700 Dioden und 
14 |15 


Imox Bemerkungen 
2G 

s s a * . a 125j Tg 19) 200 A/yıs 62) 
BTX75-100R : r 150j Mu 19) 
bis i 
BTX75-400R « R 150j Mu 19) 
BTX76-100R e = 150j Mu 19) 
bis i 
BTX76-400R N 150} Mu 19) 
BTX81/100R 125j Va 19) 13) 
bis i 
BTX 81-800R 125j Va 19) 13) 
BTX82/100R 125j Va 19) 13) 
bis 
BTX82/800R SV 125; Va 19) 13) 
BTX92-800R SV E - a 125j MB, Mu, Va & 19) 
bis 
BTX92-1200R SV R . . 125) MB, Mu, Va & 19) 
BTX 9 SV i . D . Va 86) 100 V/4us62) 
BTX 94-100 SV i 125} MB, RT, Mu, Va 86) 
bis 100 V/us 
BTX 94-1200 SV i . 125} MB,RT, Mu, Va 86) 


BTX95-500R sv Y . E 105j MB, Mu 19) 


r 


105} MB, Mu 19) 
. AE 62) 
AE 62) 


125 Mu 19)# AE 
125 Mu 19)# AE 
125 Mu 19) 
125 Mu 19) 


125 Mu 19) 
150 Mu 19) 
150 Mu 19) 
125 Mu 19) 
125 Mu 19) 
125 Mu 19) 
125 Mu 19) 
125j Mu 19) 


SV 


125j Mu 19) 
SV 


125 Mu 19) 


sv 


SV 
sv 
SV 
sv 


sv 


125 Mu 19) 

125j Va 13) 19) 73) 
125j Va 13) 19) 
100j Va 13) 19) 
100} Va 13) 19) 


100; Va 19) 13) 


100j Va 19) 13) 
125j Va 19) 13) 


SV 
sv 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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PER PEDRPRPIPIETEIPERFZII ET nn 


BTY 91/700 SV 


125j Va 19) 13) 


Transistoren 


BTY 92 SV 
bis 

BTY 95/700 SV 
BTY 96 7 
bis 

BTY 99/700 SV 
BTZ 10 

BTZ 11 

BTZ 12 


BTZ 13 
BTZ 15 
BTZ 16 
BTZ 18 
bis 

BTZ 21 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
T 
E 
T 
an 
T 
E 
T 
U 
U 
T 
T 
T 
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T 
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t 
! 
rt 
T 
T 
1: 
au 
5 
T 
T 
au 
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Mi 
Mı 
Mu 
Mi 
Mi 


Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mı 
Mi 


Mi 
Mi 
Mi 
Mp 
Mp 
Mq 
No 
No 


Hs 500 
sL 1A 
Hs 200 
sH 5A 
Hs 2A 


sHL4A 
sHL7A 
sHL 100 
Hs 5A 
sHL6A 


sHL3A 
Hs 6A 
Hs 
sL 
sG 


Hs 
sH 
sH 
Ls 
Ls 


sL 
sL 
sL 


Mi sL 


No 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 
Mi 


sw. 


sL 
sL 
sL 
sL 
sw 


BTY 92...BUY 24 


50A 700 
70A 100 


bis 
70A 700 
15A 


so 
15A 


100 
15A 200 
15A 


400 
15A 500 
15A 


600 
L,TA 


2045 
20us 


20us 


1us 
Ius 
us 


1us 


200 
bis 
500 


1.4540 3 16A 


1,5 40 3 
1,5 40 3 


60 350ns 
150 3ys 
100 (100) 
(400) 600ns 
2,5A 1500 Zus 


10 0,02100= 10W 
5 41,3 30-110= 50W 
10 0,1 50-200= 30W 
3,5 10mA 50= 85Ww 
50 750 Bw 


1,5 8= sSOoW 10A 140 (10) 
51,5 5= sSoW 10A 180 (10) 
30 >3= 12,5W 5A (1500) (7) 
‚S10mA15= 85W 7A 160 (10) 
‚SISmA>8= 30W 8A (330) (15) 


15mA>5= 25W HA (400) (10) 
10mA> 7= 85W 10A 275 (6) 
2mA> 7= 85W 10A 275 (5) 
15 >5= 25W 4A 150 (10) 
10 30= 30W 3A 300 (8) 


1,5 500 20= 25W 5A (400) (10) 
9 0,05>10 10W . (40) (50) 
9 0,05>20 10W (40) (100) 
10 200 20= soWw (210) (11) 
10 200 20= 5soW (120) (11) 


<1,21mA 30= 35W 60 (11) 
85= “ 80 
210= 60 
>30= 


"uUNnNnu Aeuaun 


10A 
8A 
8A 
10A 
10A 
7A 


P 600ns 
62W 
20W 
20-300= 85W 
20-300= 85W 
20-300= 85W 
20-300= 100W 
100= 15W 


10A 
10A 
10A 
10A 
5A 


( 
60 (50) 


ji Va 19) 13) 


125j Va 19) 13) 73) 
125j Va 19) 13) 


Va 19) 13) 73) 


AE 19) 
AE 19) 
AE 19) 


AE 19) 
AE 19) 
AE 19) 
Mu,MD 19) 


125j 


125j 
125j 
125j 


125j 
125j 
125j 
125 


125 Mu,MD 19) 


AE 62) 


AE 62) 
AE 13) 19) 


AE 13) 19) 
AE 62) 


AE 62) 


Fd 

SG 

Cs 9) 

Ss, Cs [Mu] 9) 
Va 9) 

AC,Tx 9) 


AC,Tx 9) 
Tf, MB, Va & 9) 


600ns . 


AC,Tx 9) 

AC,Tx 9) 

AC,Tx 9) 

AC, Tx 9), -A: 300V 
Fd 9) 


BUY 26...BXY 22G-J Dioden und 


10 n 112 13 


DU Imax Bemerkungen 
mW ImA |V_ MHz °C 


"GM'sL "3 I5mA 24= 100W 10A' 150 (10K) 100| SH 9) 
GM'sL 3 15mA24= 100W 10A 250 (10k) 100j SH 9) 

15mA 24= 100W 10A 300 (10k) 100 SH 9) 
10mA > 30= 6A 40 (0,8) 200 TI9) 
10mA > 30= 6A (0,8) 200) T19) 


10mA > 30= 6A (0,8) 200; T19) 
10mA > = 10A (0,8) 200) Tf9) 
10mA > 20= 10A (0,8) 200; Tf9) 
> 20= 10A (0,8) 200) TI9) 

aA (10) 150 SH 


BUY4 Sd 4A (1)  200j SH 9) 

BUY4L Sd TA (15) 200} SH 9) 

BUY4S AA (0,8) 200 SH 9), AC, Mo 
BUY4T - 5A (90) . SG 

BUY4S 5A SG 


BUYS5 ; e s 5 E . SH 62) 
BUYS56 . . Er P E & R > SH 62) 
BUYS57 . . ee ; 

BUYS58 

BUY 59 


BUY60 
BUY 61 
BUY62 
BUY 63 
BUY 64 


BUY 65 
BUY 66 
BUY 67 
BUY 
BUY7 


BXY10C 
BXY10D 
BXYI1E 
BXY11F 


4 


BUY 32/40 SM 
BUY 32770 SM 


BUY 32/100 SM 
BUY 33/40 SM 
BUY 33/770 SM 
BUY 33/100 SM 
BUY3S S 


ann Drw 


Per 


ecerrr rrrrr 


Ge 


175| SH 2,5 pf 
175j SH 4,5 pF 
175| SH7 pF 

175j SH 15 pf 
150j| SH 20 45 pfF 


175j SH 2,5 pf 
175j SH4,5 pF 
175j SH 7 pf 
175) SH 15 pf 

2G 150 SH20.+5pF 


2,5WHf 8-15G 1501 SH 2 + 0,5 pF 
2,5WHf O0, 8-15G 1501| SH 2 + 0,5 pF 
SWHf 0,5230 1-10G 150j SH 5-10 pF 
5WHf 0,5230 1-10G 150j SH 5-10 pF 
1,5WHf 0,6 230  2-13G 150 SH < 1,5 pF 


0,62 60 (10G] 150j SH: 2,5 pF 
0,6 230  1-10G 150j SH 1,5-3,5 pF 
0,6230 1-10G 150 SH 1,5-3,5 pF 
0,50 80 [2,56]150j SH 8 pr 

0,50 90 [2,56]150j SH 15 pF 


0,52 110 1[2,46]150j| SH; 25 pF 

0,5 2120 [2G] 150j SH;30 pF 
30WHf 0,5230 2G 150j SH 30-40 pF 
12W 05220 2,4G 150| SH2 + 0,5pF 
120 <2N30 1G 150j SH 10-14,5 pF 


E2EZ 


8888 


95) 

95) 

95) 

95) 

BXY14GA SP 95) K’H’ 100 


BXY15CA-1SM 95) K’H’ 100 
BXY15CA-2SM Sd K’H’ 100 
BXY15E-1 SM 95) K’H’ 100 
BXY15E-2 SM Sd K’H’ 100 
BXY16B SM 95) K’H’100 


BXY16C 5 95) K’H’100 
BXY16C1 SM 95) K’H’ 100 
BXY16C2 SM Sd K’H’ 100 
BXY19E 95) K’H’ 100 
BXY19F 95) K’H’ 100 


BXY19GB 95) K’H’100 
BXY19GC 95) K’H’ 100 
BXY 19 HA 95) K’H’ 100 
BXY21CA SM Be’ VM 100 
BXY22G- S Be' KM 200 


fıır 
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il: 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
I 
Au 
‚LE 
T 
T 
3 
T: 
7 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Transistoren 


[7 'a 


Typ N 


, 110 
\Ur | sp Us,/B IN 


Imw 


BXY 23...BY 159-400 
In 12 13 
TE Uns: B 
mA v MHz 


Imax| Bemerkungen 


BXY 23 Sj 
BXY 24 EA3SM 
BXY 261-1 S 
BXY 27 

BXY 28 

BXY 29 

BXY22 


BXY34 


O0 0000000 


BY 88 
bis 
BY 
BY 100 
BY 102 
BY 103 
BY 104 


BY 112 
BY 113 
BY 114 
BY 115 
BY 116 


BY 118 
BY120T 
bis 
BY126T 
BY 122 
BY 123 
BY 126 
BY 127 


BY131T 
bis 
BY136T 
BY 133 
BY 134 


BY 135 

BY 137-400 
BY 137-800 
BY 140,A 
BY 142 


BY 143 
BY 144 
BY 145 
BY 147 


BY15IN 
BY152N 
BY 156 
BY 157 


BY 158 

BY 159-50 
BY 159-100 S 
BY 159-200 S 
BY 159-400 5 


ou 
a a 


a 


vyruu nunun 


[427 
— 


wu wounu vouun vun“ 


D 
D 
D 
d 

D 
d 

je} 
D 
D 
d 

Do 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


[nA V/- 
0,01 30 
5nA 30 


1200 
2w 


1o/sw] 
[713,5] 
[/0,3W] 


1nA6 
1nA6 
1nA6 
1InA6 


s 100 


5 1000 
10 1250 
1mA 750 
1mA 800 
10 800 


220 
. 125 
10 650 
10 400 
100 650 


1,2 100 300 
1,25 2mA 50 


1,25 1400 600 


120 — 
80 — 
1,5 10 650 
1,5 10 1250 


1,25 600 100 


1,25 600 600 
240 5 800 
d 400 


100 


ou: 


583 


“anna aan Oaw 
pP vyuu 


[500/20mW] . 


°C | 
175 SH12pF 


150j SH 5-8 pF 
Tf12/5/2 pF 


0,90 30 12,56 
080260 2,46 
. 90/60/60 

04.255 1006 
09045 120G 
25 1206 
20 150G 


% 1G 


150; 
150; 
150j 


150 0,75 pF 


Tf 4,7-10 pF 62) 


1A 100 [ik] 
ei 


14A 300 us 
12A 50 

bis 
12A 600 


800 42m. 
700 280». 
10A 650 
750 800 


3A 10 . 
bis 
600 
800 
1A 400 


1A 100 
3,5 A 400 
3,5 A 800 
2,5 15KV. 
25A 1000 . 


2,5A 600 . 
12500[25k] 
20kV esKl 
T7kV 


i MB, Mu, PH, RT 
Va 


ji Tm 


3A 
1A 


Tm 
In < 200 pFf/<5N 
In 


71 


BY 164...BYX 29 Dioden unc 


| | 7 Is | | n |ı2 je Is Iıs 
\Ab | a Ian Ur Inax |Umax max [Bemerkungen 
I | Ima |v } ma \v [Mhz [ec 


T 


Va,MB 
G 
6kV 3 Cs 
kV. e}] 


7kV 300ns . TI 
F i 6G 

600 Gl 
ji MB, Mu, PH, RT, Va 

15KV.. i MB, Mu, PH, RT, Va 


ö 
von 


wenn wann non 
“nun 


oyoo aooo 


” 


MB, Mu, PH 
BY 183-50 Cs, [Cv] 
bis 


BY 183-600 : Cs, [Cv] 

BY 184 5 : Va, MB, Mu, PHICk] 
BY 185 j i i  Va,MB, PH, RT 

BY 187 2 5 Va, MB 


BY 189 . “ In 13) 
BY 190 
BY 237 
BY 238 
BY 242 


BY 250 

BYX 10 Sd 
BYX 11 Ss 
BYX13/400,RS 
BYX13/800,R$ 


1 

1; 

1 

0, 

0, 

BYX13/1200,RS 0, 
BYX14/400,R S 1 
1 

1, 

1 

1 

1 

1, 

1, 

1, 


» 


j Va 12),-R: 13) 
Va 12), -R: 13) 


Va 12), -R: 13) 
Va 12),-R: 13) 
Va 12), -R: 13) 


8 

8 

8 

‚8 
BYX14/800,R S ‚8 
8 15mA 600 . . Va 12), -R: 13) 
Be.» 
‚8 
‚2 
4 
4 


BYX14/1200,R$ 
BYX 15 s 


BYX 16 5 
BYX 20-200,R$ 


200A 1200 . ji Mu 


. ’ 200A 1200 . ji Mu 35) 

1100 75 ö 80A 200 . Mu, -R: 35) 
BYX 21/100 $S 5 6mA 40 : 25A 50 . i Va 12), -R: 13) 
BYX 21/200,R S 5 3mA 85 : 25A 10 . ji Va 12), -R: 13) 


BYX 22-200 S 5 2 200 . 15A 200 . Mu, MB 
bis bis bis 

BYX 22-800 S 1,5 2 800 . 15A 80 . Mu, MB 
BYX 23-400 Sd 1,630mA 400 150A 400 ji MB12)45) 
bis bis bis bis 

BYX 23-1000Sd 1,615mA 1000 150A 1000 . 190j MB 12) 45) 


BYX25/600,RS 1,8 imA 600 20A 380 0,4k 175j Va 78) 12)-R: 13) 
BYX25/800,R S 1,8 800 800 20A 500 0,4k 175j Va 78) 12) -R: 13) 
BYX25/1000,R$ 1,8 600 1000 20A 600 0,4k 175} Va 78) 12) -R: 13) 
BYX 27-400 S . 1,7 50mA 400 . 250 400 . 190j MB, PH, RT 

bis bis bis bis 

BYX 27-1000 5 e 1,7 25mA100 . 250 1000 . 190) MB, PH, RT 


BYX28/200,RS 1,45 3mA 90 : 204 60 1k 175j Va 12), -R: 13) 
BYX28/400,RS LG 80A 1,45 1,5mA 180 : 204 125= 1k 175j Va 12), -R:13) 
BYX29.:775 1696 507488733 Z5KV . 250 75KV. 125j Mu, PH, RT, Va, MB 
bis bis bis bis 

BYX29... S 16) G 50 17533 150kKV . 250 150kKV. 125j Mu, PH, RT, Va, MB 


D' 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Transistoren 


BYX30/200,R S 
bis 

BYX30/500,R S 
BYX32/200,R S 


bis 
BYX32/1600,RS 
BYX33-400,R S 


bis 
BYX33-1600,RS 
BYX34/200 SS 


bis 
BYX34/500 
BYX 35 
BYX36/150 


BYX36/300 
BYX36/600 
BYX38/300,R S 
bis 
BYX38/1200,RS 


BYX39/600 S 
BYX39/800 S 
BYX39/1000 S 
BYX40-600,R S 
bis 

BYX40-1000,RS 


BYX42-300,R S 
bis 

BYX42-1200,RS 
BYX45/600R S 


BYX45/800R 5 
BYX45/1000R S 
BYX46-200,R S 


bis 
BYX46-600,R S 


BYX48-300,R 5 
bis 
BYX48-1200,RS 
BYX50-200,R S 
bis 
BYX50-600,R S 


BYX51-1200,RS 
bis 

BYX51-2000,R$ 
8YX52-300,R S 


bis 
BYX52-1200,R$ 


BYX 53 5 
BYX 54 S 
BYX 55 S 


BYX56-600,R S 
bis 

BYX56-1000,RS$ 
BYX57.500 S 
BYX57-600 5 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


150A 


9 LG 150A 
By G 400 
By G 400 


BYX. 30/200... BYX 57-600 


Imax Bemerkungen 


x 


'4mA 200 


3,5mA 500 
20mA 200 


8mA 1200 
1,7 50mA 400 

bis bis 
1,7 20mA 1600 
1,85 25mA 200 


1,85 10mA 500 
25 


=; 
_ 


a nun 


=D NNDD DD Dan 


1,951,4mA 200 


bis 
1,951,4mA 600 


1,5 30mA 800 
bis 
1,5 30mA 1200 
1,81,6mA 200 
bis 
1,81,6mA 800 
6,5 0,04 2kV 
6,5 0,04 3KV 


1,8 1,6mA 600 

bis 
1,81,6mA 1000 
1 100 500 
1 100 600 


00 350ns 150j 
bis 
500 350ns 150j 
75= 1k 190j 
bis 

190j 


190j 
190j 
150j 


150j 
125j 
125j 


125j 

125j 

150j 
bis 


500 0,4k 150j 


380 0,4k 175j 
500 0,4k 175j 
600» 0,4k 175j 
60 . 175j 
bis 

1000 . 175, 
30 . 175j 
bis 

1200 . 175j 
60 . 150j 


80 . 150j 
1000 . 150j 
200 350ns 165j 
bis 
600 350ns 165j 
6A 30 . 175j 
bis 
6A 1200 . 175j 
6A 200 500ns 150j 
bis 
6A 600 500ns 1501 
400A 1200 . 190j 
bis 
400A 2000 . 190j 
75A 30 . 175} 
bis 
75A 1200 . 175j 


50 
so 
1A 


ATA 


'Va 78) 12) -R: 13) 


Va 78) 12) -R: 13) 
Va 12), -R: 13) 


Va 12), -R: 13) 


MB, Mu, PH, RT 
Va; -R: 35) 


Va 12) 


Va 12) 
MB, Mu & 
Va[GR] 


Va [GR] 
Va [GR] 
Va 12), -R: 13) 
Va 12), -R: 13) 


Va 78) 12) -R: 13) 
Va 78) 12) -R: 13) 
Va 78) 12) -R: 13) 


Va,MB,Mu,RT 
-R: 35) 


Va, MB, Mu, RT 
-R: 35) 


Va, MB 13) 78) 


Va, MB 13) 78) 
Va, MB 13) 78) 


Va, MB, Mu, PH, 
RT; -R: 35) 


| Va, MB, Mu, RT 
| R:39) 


MB, Mu, RT, Va 
-R: 35) 
MB, PH; -R: 35) 


MB, PH; -R: 35) 
MB, Mu, RT, Va 
-R: 35) 


Sc 
Sc 
MB, PH, Va 62) 


MB, Mu; -R: 35) 
MB, Mu; -R: 35) 


Sc 
Sc 
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BYX 58-50... BYY 57/600 Dioden un: 


a» la Is Is 14 |ı5 
= \Fo |AwIr 


mox Bemerkungen 
°C 


BYX 58-50 
bis 

BYX 58-400 
BYX59-200 
bis 

BYX 59-500 
BYX 60/50 
bis 

BYX 60/800 
BYX 61/100 


BYX 61/200 
BYX 61/400 
BYX 62/600 
BYX 63/600 
BYX 64/600 


BYX 65/100 
BYX 65/200 
BYX 65/400 
BYX 66/400 
bis 

BYX 66/1000 


BYX 67/400 
bis 
BYX67/1000 
BYY 10 


BYY 15 
BYY 16 
BYY 19 
BYY20 
BYY20/200 


BYY20/400 
BYY 21 
BYY21/200 
BYY21/400 
BYY22 


BYY23 
BYY 24 
BYY 25 
BYY 31 
BYY 32 


BYY 33 
BYY 34 
BYY 35 
BYY 36 
BYY 37 


BYY39-800R 
bis 
BYY39-2400R 
BYY53 
BYYS54 


BYY55 
BYY56 
BYY57 . . AE 13) 72) 
BYY5775 Sd Nv’LG . s AE 13) 72) 
bis i 

BYY 57/600 Sdö Nv'LG . P AE 13) 72) 


» 


<s 
Cs 12), -R: 13) 


Cs 12), -R: 13) 
R: 


Anrer Dr 


Cs 12), -R: 13) 
Cs 12), -R: 13) 
Cs 12), -R: 13) 
Cs 12), -R: 13) 


Cs 12), -R: 13) 
Cs 12). -R: 13) 


eh sA ch nach biaheh- mA 


. 


u uub bin 


Cs 12), -R: 13) 
Va 


Va,Mu 12) 

Va,Mu 13) 
j In, Mu .. OY 5061 fi. 
ji Va 13) 

Va bI 13) 


oo -- 
» 


Va,Mu 12) 


Va,Mu 13) 
Va,Mu 12) 
ji Va,Mu 13) 
ji In, Mu 
In, Mu 


JIn, Mu 
In, Mu 
In, Mu 


A Ada OOO Oder AO 


wuun vun vn vuwvo vunun 
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Transistoren 


Ab 


Fo 


Aw I 


10 


Is, Us,/B N 


mw 


BYY58...BZX 34 


n 
Imox ‚Ume 


BYY58 ! 


BYY 58/75 
bis 
BYY 58/600 Sd 


BYY 59 Ss 
BYY 60 
BYY 61 
BYY62 
BYY 67 


BYY 68 
BYY 69 
BYY70 
ByYy7i 
BYY72 


BYY 73 
BYY 74 
BYY 75 
BYY76 
BYY 77 


BYY 78 
BYY 88 
bis 

BYY9N 
BYZ 10 


BYZ 11 
BYZ12 
BYZ 13 
BYZ 14 
BYZ15 


BYZ 16 
BYZ 17 
BYZ 18 
BYZ 19 
BZ 100 


BZ 102/0V7 
bis 

BZ 102/3V4 
BZX 10 

bis 


BZX 27 sp 
BZX29/C3V3SP 


Ss 
Sd 


Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
S 
Ss 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
S 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
5 
5 
Ss 
S 
Ss 
Ss 
5 
5 


sp 


bis 
BZX29/C100 SP 


BZX30-C3V3S 
bis 
BZX30-D27 S 
BZX31-C3V65S 
bis 
BZX31-C9V1S 


BZX32-C3V6S 
bis 

BZX32-D27 S 
82X33 s 
BZX34 s 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
2 
zZ 
zZ 
z 
% 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
4 
z 
zZ 
z 
zZ 
2 


NV LG 
Ne LG 


Nv’ LG 


16) G 
16) G 
16) G 
16) G 


Gt 


Gt 
Gt 
Gt! 
Gt 
Gt 


Gs 
Gs 
Gs 
Gs 
Gs 


Gs 


LG 


LG 
LG 
LG 
LG 
LG 


LG 
LG 
LG 
LG 
LG 


LG 


Gx’G 


Gx’G 


Gi 


Gi 
Gl 
Gl 
Gs 


LG 


LG 
LG 
LG 
LG 


Gs LG 


GI 
Gl 
Gl 
Gi 
Ef 


LG 
LG 
LG 
LG 
z’ 


cp 2 
Cp zZ’ 


cv 
cv 


z 
zZ 


25A 
B0A 


Cp RZ’ 200 


Cp RZ’ 200 
By Z 


By Z 
By Z 


By Z 
Gu’ 


z 


Gu’ Z 
>CAZ 
>CAZ 


y 


' 


O-nan a 


© 


"© 00000 00000 


ga V/- 
mKf: 
500 75 
bis 
250 600 
300 200 
300 400 
300 600 
300 800 
2000 300 


2000 300 
1700 500 
1700 500 
1400 600 
1400 600 


2000 300 
2000 300 
1700 500 
1700 500 
1400 600 


1400 600 
5 100 


5 1000 
600 800 


600 600 
600 400 
600 200 
2mA 200 
2mA 200 


600 800 
600 600 
600 400 
600 200 


1 2 
K=2 


T 


fmax Bemerkungen 
mA Na in I c 


15A 75 125 | AE 12) 72) 
25A 175 AE12)72) 


25A AE 12) 72) 


900 


ji Va,Mu 12) 

Va,Mu 12) 
i Va,Mu 12) 
i Va,Mu 13) 


ji Va 13) 
i Ya 13) 
i Va 13) 
ji Va 13) 
ji Va 


13 -0,25 Tf +0,05 V 


13 -0,25 Tf +0,25 V 
<700 [0,8] Fd + 5% 


1000 228] Fd + 5% 
-0,075 Va +0,2 V 

. bis 

350 +0,9Va+5V 


70 -0,07 Li+0,2V 
bis bis 
+0,08L14+3V 
-0,045 Li+0,2V 

bis bis 
+0,06 Li + 0,5 V 
-0,04 Li+5% 
bis und 
+0,07 Li + 10% 
[+0,5] Li, Tr + 0,4 V 
[:£0,1]) Li, Tr + 0,4 V 


75 


BZX 35...BZX 71/C24 Dioden und 


14 15 


Imax | Bemerkungen 
°C 


BZX35 s er er 20 10 "0 %o [+1,5j|L,Tr+02V 
BZX36 ee 20 5 62 60 [#1] Li.Tr+04V 
BZXa3 OS E Rr 0 0158 . 0.1 67 750 40,001 SG 13) + 5% 
BZX4 SP E Rr 015 01 67 750 +0.002 SG 13) # 5% 
BZX4S SP Es Rr 01 5 01 67 750 +0.005 SG 13) £ 5% 


BZX 46 SP 'CAZ . oe 400 556.24 . . Ss, Cs 


BZX47 s BZ 2 ut . 2 6,45 50 0,0005 MB, Mu, Tr + 0,4 V 
BZX 48 S ER 10 ... . 2 6,5 35 +0,001 Va 65) 12) +5% 
BZX 49 s Es R 10 - . 2 6,5 35 + 0,002 Va 65) 12) +5% 
BZX 50 s Es R 10 U SR | . 2 6,5 35 + 0,005 Va 65) 12) +5% 
BZX 51 s Cv RZ’ 25 N 250 10 86 9 +0,01 Tf + 0,4 V 

BZX 52 s Cv RZ’25 ns 250 10 86 9 ‚005 Tf + 0,4 V 

BZX 53 Ss cv RZ’25 250 10 86 9 002 Tf + 0,4 V 

BZX 54 Ss Cv RZ’25 a 250 10 86 9 +0,001 Tf + 0,4 V 
BZX55C..SP Cv Z 00 . 02- 400 5 078 8 SH + < 0,4V 

bis bis bis 

BZX55D33SP Cv Z 12 . 0,2 >6 400 5 33 80 “ SH + 3,5 V 
BZX5SC2V7 SE CA rZ 20 154 1 400 5 27 75 +0,06 Cs +02V 

bis bis 8 7 bis 
BZX55C33 SE CA rZ 200 1,5 0,011 400 5 33 80 +0,06C$S = + 16V 
BZX57 S By Z 107 250 5 75 15 +0,08 Li + 5% 
BZX58-C6VB S By Z 0,5 3 250 10 68 7 +0,04 Li-+ 5% 

bis bis bis bis 

BZX58-C10 S By Z 01 7,5 250 10 10 15 +0,07 Li+5% 
BZX59-C11 S By Z 01 82 250 5 1118 +0,07 Li+5% 

bis bis bis bis bis 

BZX59-C77 S By Z 0,1 20 250 5 27 200 +0,09 Li + 5% 
BZX60-C30 S By Z 0122 250 2 30 250 +0,09 Li -E 5% 

bis bis bis bis 

BZX60-C56 S By Z . » 01 4 250 2 56 700 +0,09 Li + 5% 

BZX 61/C33 S Cn’zZ 10 a 400 5 33 110 L[29) Va 

is bis 

BZX 61/C75 S CZ 5 DIN 400 2 75 255 [60] Va 

BZX62 SP CA Z’ 1.100 0,63-1 1 2 250 150 2 [1] 1150| Cs 

BZX 62 SPC zZ <10<1i 2 250 150 2 11) 200} Co4)<2pF 
BZX63- — BZX 58- [Es] 13) Li 

BZX 64- = BZX 59- [Es) 13) Li 

BZX65- = BZX 60- [Es] 13) Li 

BZX66 STE Z > „2 9 250 20 68 20 —0,005Li 4 5% 
BZX67/C12 S GK’Z . “0. mKi: 10W 50 12 4 150; Tf + 5% 
bis 


BZX 67/C20S GK’Z . . mKf: 10W 5 200 150 150; Tf :+ 5% 
BZX 68/C62AS 95) LZ’ 100 1 mKf: 10W 10 59,5 80 0,09 Tf +1,5V 
BZX 68/C62BS 95) LZ’ 100 1 mKf: 10W 10 62 80 0,09 Ti +1V 


BZX 68/C62CS 95) LZ 100 1 1 mKf: 10W 10 64,5 80 0,09 TI +1,5V 


aa 


BZX69-C7V5$S BZ. ee 250 5 75 40 +0,04 Li + 0,38 V 

bis bis bis bis 
BZX69-C12 S Ber zZ . a 250 5 12 40 -+0,065 Li + 0,6 V 
BZX7T0O-CTV5SS CU LIZS5SA . 50. 2,5 50 75 35 [3) MB,Mu,Va& +0, 
bis bis 20 bis bis bis bis 
BZX70-C75 S CP’ LZSA . 10. 2,5 10 75 100 (70) MB,Mu,Va& +4 


BZX71/B... : + 2%, sonst wie Serie/C ... (+ 5%) 
BZXTI/CS5VISP BAZ 108 1 5 35 400 -} 51 65 . T182) + 0,3V 


bis bis 7 
BZXTI/C24 SP BAZ 10 1 5 168 400 5 242 80 Tf82) + 1,4V 


N NNN NN NNNNN NNNNN OON NN NN NN NNN NN N NNNN NNNNN NNNNN 
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Transistoren BZX72...BZY78 


7 ie 9 h2 13 114 Jıs 


Aw Ir Isp Usp/B IN Umax fa Iman Bemerkungen 
mA yA I\W- | MHz °C 
T Fr : T ar 

ß . s 0.001 Fi 
BZX72A,B S D . . . 0,002 Fi 
BZX72C Ss « . » . A +0,004 Fi 
BZX74-C5V6 S . 0,025 Sc + 0,4V 
bis i i ii ii bis bis 
BZX74-C12 5 e 0,068 Sc +0,6V 


Ba act V4S . \ ‚ 0 13,3] +0,07V MB, PH, 
is bis bis RT. Va 
BZX75-C3V6 S , [8,2] +0,48 2 
BZX76 Ss Ar B . Li+06V 


BZX77-D5V6S$ e +0,005 Tx + 0,6 V 

bis i bis bis 
BZX77-D9V1S . +0,06 Tx t1V 
BZX79-C4V7S . “ [—1,4] 40,3 V 19 MB, 
bis i i bis bis Mu, PH, 
BZX79-C75 S [+60] +4V JRT,Va 
BZX80-C6V8 $ . . +0,04 Li + 5% 

bis i i bis 
BZX80-C10 S . +0,07 Li + 5% 
BZX81-C11 S +0,07 Li + 5% 
bis bis 
BZX81-C27 S +0,09 Li + 5% 
BZX82-C30 S +0,09 Li + 5% 


bis 
BZX82-C56 S +0,09 Li + 5% 
+0,06 Cs + 0,2V 
bi 


Ss »e 
oo 3 
a 


BZX83-C2V7 SE 


bis 
BZX83-C33 SE 


BZX84-C4V7 SP 
bis 

BZX84-C12 SP 
BZX85C3,3 SE 
bis i i i bis 
BZX85C33 SE . Cs +16V 


BZY 14 150j Tf + 10% 
BZY 15 150j Tf + 10% 
BZY 16 150 TE # 10% | gr;: 
BZY 17 150; Tf + 10% h 
BZY 18 150) Tf + 10% g BZY 


BZY 19 150; Tr + 10% | 2/C- 
BZY 20 150; Tf + 10% 

BZY 21 150; TI + 10% 

BZY 22 +0,01 In+0,4V 

BZY 23 #0.005 In +0,4V 

BZY 24 #0.002 In +0,4V 


BZY 25 +0,001 In +0,4V 
BZY 29 . Mu +5%, 
bis 
BZY47 
BZYS56 
bis 
BZY63 
BZY70 
BZY 71 
BZY 78 


is 
+0,06 Cs = + 1,6V 
= EINE 102) 96) + 5% 
(+ “2 102) 96) + 5% 
Cs +0,2V 


vuuun nu us 


z' 
z 
74 
z 
zZ 
zZ 
= 
zZ 
y 
74 
74 
zZ 
% 
74 
z 
74 
z 
3 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 


©o0000 


Kuunm 


"020 


Mu+5 % 


—2] MB,PH +0,3V 
bis bis 
[-+6.2]MB, PH -+ 0,5 V 
+0,002 In+0,4 V 
+0,0013n+0,2 V 
[-0,21]JVa + 0,3 V 


wwmvn vu vu wnnnnun wnnun 


NNNN NN NN NNN"YNN 


BZY 78...BZZ 29 Dioden un 
ı |2 a Ja Is je I je |o 10 


BZY 91/C10S Go Z' 104 1,5 1mA 6,8 7ssw 2A 10 04 1[5) Va12),-R:13 +0,6V 


Is 
K|Typ IAb [Fo Anl |Ur I Uspfß IN as Ins 
| mA BAlV/- mw ie 
zZ BZY78 SISByEZ 2 ; = 2 "280 11,553 '20 0,004 MB,RT& +0,3V 
zZ BZUInP 5. BZ. .. 12 280 11,5 5,3 20 0,01 Mu -+ 0,3 V 
z Brest S Er ZR10 1 051 250.5 47 90  +0,055SH + 0,3V # Va 
is bis 
Z BZYSIICA4S Er ZRIO 1 011 250 5 242 200 0,09 SH +1,4V 
Z BZY83/D1 S Er ZRIO 1 - - 23505 07 8 +0,03 SH + 0,03 V 70) 
Z BZYB83/D4S Er ZR 10 1 051 2350 5 47 90 +0,065H + 0,5V 
bis bis 
Z BZY83/D22S Er ZR 10 1 011 350005 2 20 +015SH +24V 
Z BZYB/DI S GqalZ50 11- - 7w 100 0,8 2 —0,4 SH + 0,1 V 70) 12) 
Z BZYM/DSS GaLlz50 111 1 7w 10 56 4 +0,05 SH 12) + 0,6 V 
bis bis 
Z BZY&/D12S Gqalz5w 111 1 ww 50 12 7 0,08 SH 12) + 1,4 V 
EZ BIERCTS "Er 2740. 1.077 2350 .5 36 70 -0,05/B=2% 
bis bis IC=5% }SH#TI 
zZ BZY8sp2Ss Ef zZ 100 1 0,011 aso. #5: 22, = 01 /D=10% 
D BZY87 s oO 2m ı ı ı 200 1502 . 150 Tf70) 
Z BZYBBCaVS Cv zZ 10 0915 1 “0 5 27 130 [2] Tr+02V 
bis bis 15 
zZ BZYBSCOVIS Cv Z 10 09045 5 91 235 [+6 Tr+0,5V 
bis bis bis 
zZ BZY88C3 S Cv Z 10 09252 40 5 32,9 110 [+29]Tr + 1,6V 
z arm $ Ei RZ10 09092 “0 5 33 8 [-1,6] Va+0,3V; 290 pF 
bis 
z BZYesjcovi Ss Ef RZ1IO 090355 40 5 91 475 [+6] Va +0,5V; 140 pF 
z 
bis bis 
Z BZY91/C75S S Gy Z’ 10A 1,5 1mA50 7sw 500 75 2,6 [71] Va12),-R:13)+4 V 
z a cn wıza 11 a 1 100 3,9 3,5  -0,03 Tf 
bis 
z BZY nIC365 KA - 1 I 2 1,1 10 3 21 +0,075 Tf 
Z BZYS3/C6VBS Go LZ’5A 1,5 100 2 20 2A 68 0,0% [2,5] Va + 0,4 V 12), R:13 
bis bis 
Z BZY9IC75SS Go LZ’5A 1,550 51 20 20 75 2 (70) Va +4V12),R: 13) 
z BZY%/COS E R. RE “0 5 10 20 [MN Va+5% 
bis bis 
2 BZYAMICSS ER . we = “0 2 75 245 [60] Va: 5% 
Z BZY9S/C10S Fe R 1A 1510 68 13 50 10 075 [7] Va12) + 0,6V 
bis bis 
Z BZY9SIC75SS Fe R 1A 1,5 10 45 13 10 75 20 170) Va12)+4V 
z BEISRIEHNTE Fe R 1A 1,520 1 1,3 100 4,7 2,5  [-0,6] Va 12) + 0,3 V 
bis 
z BZY3sIcavis Fe R 1A 1,520 62 13 50 91 18 [+64] Va12) + 0,5V 
zZ BZZ10 Ss Et zZ’ 10 0,764nA1 h 160 20 . Mu,Va +0,6V 
zZ BZZ 11 Ss Ef zZ’ 10  0,764nA1 ü 4 76,5. 140, .% Mu,Va +0,7V 
zZ BZZ12 Ss Et zZ 10 0,64nA1 } Cie (Ms Alk Mu,Va+0,7V 
Z BZZ13 Ss Er zZ 10 0,764nA1 a 180 6 Mu,Va +0,7V 
zZ BZZ14 5 „Gi .Z TA. ..089 10 20 56 15 [0,7] MB,PH +0,4V 
bis bis bis bis bis bis bis 
Z BZZ23 Gi Z. 7A ©0035 10 20 243 70 ([24,2)MB, PH +1,6V 
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Transistoren 


oO 0000 


cıIoar Onn>- 
pDyon 

290 

yon 


ann nnaznn nnnnn nnanno 
A 


Bum antun yuumun munno 


oS5un 25 55 


son 


0 00 


S"3H 550uw w 
>! 


G 


so 


so 50 
625 100 
100 50 
500 50 
so 50 


6= 

10= 

15= 
. = 
<0,20,5 


“aaa 00mm 
Q Son & 


FRE 
o 


C&r3 2 
< 
= 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
T 
T 
En 
r 
I 
F 
D 
d 
d 
T 
T 
D 
D 
D 
D 


annnn nnnann nnanna nnnnna nnzan nnnnn 0 


Feier ne 
SBunD 

SSSROYO 

zzmo 


€ 01...C 137 N 


. Tx 
1,44s [150] GE 18) 
1,4us [150] GE 18) 
1,4us [150] GE 18) 
1,4us [I50TGE 18) 


1,4us [150] GE 18) 


1,445 [150] 
1,44s [150] 
1,445 [150] 
1220] 75 


[1220] 75 
5 150 


4,7A 400 . 150 
30 75 

30 75 

. 100 

100 

16A 235 . 150 

bis 

16A 400 . 150 

35A— +1000 7545 . 


16A— +6500 20us. 
16A +800 204: . 
16A— +1000 20.5 . 


110 
40 us 110 


35SAQ +500 75us . 
35A— +600 75us . 
3SA- 4800 7545. 


GE 18) 
GE 18) 
GE 18) 
TK 7pF 


TK 10pF 
GE 18) 


GE 18) 
GE 


TK 15pF 
TK 20pF 
GE 19) 62) 
GE 19) 62) 
TK 25pF 


GE 18) 
GE 18) 


Am #1N116 
Am #1N117 
Cy 


Cr 
i GE 19) mKf 


Cs 19) 
Cs 19) 
Cs 19) 


€ 137 P...CDT 1309 


" e137P 
< 137 PB 
c201 
c20 
c 301 


c 302 
C 398 
c401 
c402 
< huh 


C 610 
c 611 
c 612 
C 613 
C 614 


C 615 
C 650 
C 651 
C652 
C 653 


c702 
c 703 
cA20 
CA 30 
CA4O 


CA 50 
CA 60 
CA-K 50 
CA-U 50 
CA-X 10 


CA-X 50 
CAY 10 
CAY 11 
CAY 13 
CAY14 


CAY 15 
CD 508 
CD 510 
CD 512 
CD 515 


CD 518 
cD 52 
CD 527 
CD 533 
CD 539 


CD 547 
CD 556 
CD 568 
CD 582 
CD 1113 


CD 1114 
CD 1115 
CD 1116 
CD 5100 
CDT 1309 


\AH44 4444444904 44400 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
z 
z 
24 
z 
z 
z 
z 
74 
74 
z 
zZ 
z 
D 
D 
D 
D 
z 
T 


5 


250 
250 
250 


250 
mKf: 
250 
3 250 
1nA 80= 300 


gm=250 250 
gm=400 250 
gm=650 250 
gm=1000 250 
gm=250 250 


9m=750 250 
i 250 


ÜSmW]. 
[25mw]. 
Lsmw]. 


(25mW]. 


50 


Mv:4,5d80,3 erg - 
Mv:4,5dB0,3eerg . 


Mv:4,5dBO,3 org . 
. 1 50 


oWw 
10W 
10W 
10W 


10W 
10W 
10W 
10W 
10W 


10W 
10W 
10W 
. w 10W 
5nA 130 . 
5nA 180 
5nA 225m 
0,01 300 
15. 


Dioden und 
14 15 


Imox ‚Umox| fg \'mox Bemerkungen 
mA |V_ IMHz |°C 


SA +1000 75,5 . 
35A -+1200 7515 . 
. 40 0,4 5 


ji 2 [ha 


12 
70 


0 
0, 
. 0 & Cy 
300A . 5 B GE 19) 800 A/yıs 
= 0, F Cy 
08. Cy 
(350) 175j Fd9)3pF 
6) .- Cy 17) 
. Cy 17) 
Cy 17) 
C<y 17) 
<y 17) 


Cy 17) 
Cy 17) 
<y 17) 
<y 17) 
Cy 17) 


12A 
12A 
12A 


12A 

12A . . 
K-Bd. . 
Ku-Bd. . 
8-12,4G . 


.  712,4G. 

70 240G 150j Mu, RT, Va, MB 

30 0,5ns 125j Mu, RT 1,25 pF 
. 12G 150j Mu, Va & 85) 

12G 150j Mu, Va & 85) 


12G 150j Mu, Va & 85) 
4 0,03 Lu/Bd1oe, 
.04 Lu/Bd100,, 
0,05 Lu/Bd10l, 
Lu/Bd10°,, 


Lu/Bd10%,, 
Lu/Bd10°,, 
Lu/Bd10°, 
Lu/Bd10°, 
Lu/Bd 


Transistoren CDT 1310...CH 109 Z 
0 In Iı2 ie 14 [15 


9 
Fo |Awi Ir u PA Us,/B IN max |Umoz Incx [Bemerkungen 
| | [uA | V/- mW mA |V de °C 

CDT 1310 ET ...15 40-120= . SA (40) 3k . Cv 

CDT 1311 i 2 5mAB0= 33W (60) 5k  95j 

CDT 1312 i . 15 40-120= . (80) 3k_ . 

CDT 1313 i 2 8mAB0= 33W (100) 5k 

CDT 1319 i 15 20.60= . (40) 3k 


CDT 1320 i . 15 . (60) 3k 
CDT 1321 1 . 

CDT 1322 =. 38 

CDT 1349 i s ö 

CDT 1349 A 


CDT 1350 
CDT 1350 A . . . . 
eu: B10 B . JIR=1N1133 
is i 
CF1B16M a JIR=1N1749 
cGIc ser a : BL? 2. ACV425 
CG 2-E . . . . BT 
CG 5-E BT 
CG 6-E BT 
CG B-E BT 
BT 


CG 10-E 

CG 12-E BT 

CG 41-H Al 

CG 42-H Al 

CG 44-H Al 
« Al 


CG 46-H 
CG 50-H N 
CG 60-H [100] A} 

[100] AJ 


CG 61-H 
CG 62-H [100] AJ 
[100] AJ 


CG 63-H 

CG 64-H [100] A} 

CG 80-H [90] Al 3pF 

CG 81-H [90] Al 3pF 
[90] Al 3pF 


CG 82-H 

CG 83-H [90] AJ 3pF 

CG 84-H [90] AJ 2,4pF 
(30) AJ 3pF 


“ande u ee ee 


CG 85-H 
CG 90-H 
CG 91H 


CG 92H 
CG %H 
CGY10A 
CGY10B 
CGY11A 


CGY11B 
CGY12A 
CGY12B 
CGY13A 
CGY13B 


CGY14A 
CGY14B 
CH 109 A 
bis 

CH 109 Z 


Al 
Al 0,5 pF 


AI 0,5 pF 
. ” Al 2,3 pF 

8 (7-12G]. RT1O) 

8 [7226]. RT 103) 

12 _8-.10G [200] Tf 38) 103) 20 mW 


12 10-12,4G[200] Tf 38) 103) 20 mW 

12 _8-10G [200] Tf 38) 103) 50 mW 

2 10-12,4G [200] Tf 38) 103) 50 mW 
12-15G [200] Tf 38) 103) 20 mWcw 
15-18G [200] Tf 38) 103) 20 mWcw 


5 

5 e 

5 - . 12-15G [200] Tf 38) 103) 50 mW 
5 70) — . 25-18G [200] Tf 38) 103) 50 mW 
3 
3 


“a 4200-4 
AN Nana am 


9 
9 
9 
1, 
7, 
uf 
2 
7, 
Li 


30mA 50 . . 150 TS 
30mA 500 a 70A 500 . 150 TS 


16) G 150A 
16) G 150A 1, 


u w>>» >>>>> >>> 


CH 116 A... CR 101 bis 506 Dioden und 
s ja Is le Iz le [o | 15 

Ab Fo /AwIr Ur 1, Us,/B Bemerkungen 

| | | Ima V !pA|V/- 

s 10 10a 11720mAs0 . a air 


100A 1,1 20mA 600 « . TS 
Ga 0 : 2 Ry.2N404 
Ga Ry 
Ga Ry #2N413 
Ga Ry 
Ga Ry #2N414 
Ga 
Ga 


Ga 
Ga 
Ga 
Ga 
Ga 


CK2N2B,C Ga 
CK 25 Ga 
CK25A Ga 
CK 26 Ga 
CK26 A Ga 


‚U CK 27 bis CK 861 >. 

CK 863 Sb : 2 Ry 

CK 863 A i . Ry 

CK 863 B . 3 Ry 

CK #2 ; Ä Ry-2N1623 


CL... 

CP 98 

CP 398 

co1 . . 

CPY io RT s. Fotohalbl. 


ca-1 . . FAT . . ; . HA 

caY 10 i i .. . 100 . Tf13) 140pF 
cOaY11A E 5 a ie 5mW/A30 . . MB, Va & 103) 
caY11B . ur < 2mW/A30 . . MB, Va & 103) 


caYı12A I . Ei € 5mW/A . s . MB, Va & 103) 
cayYı2B ä . Bus ua 2mW/A . ; . MB, Va & 103) 
caY 13 . er . . u r MB, Mu, RT, Va 
caoY is . .. . . . . MB, Mu, RT, Va 
caY 15 .. . . » MB, Mu, RT, Va 


<aY 16 . 40 0 . i MB, RT 103) 
caoY 26 120 50 . In 103) 

CR 4.021 a . 4A . Al 

CR 5.021 A : 5 . 5A ‘ . AJ 19) 

bis 

CR 5.301 A . . s 5A h : A) 19) 

CR 10.021 A ‘ ß . . . Al 19) 

bis 

CR 10.301 A . P . 2 “ A] 19) 

CR 80-21 . . . 5 AJ 18) 

bis 

CR 80-301 . . . . Al 18) 

CR 100-21 . . z Al 18) 

bis 

CR 100-301 . , A) 18) 

CR 101 bis 506 RC 52) bis 57) 


Ry 
Ry#2N416 


Ry 
Ry #2N417 
Ry 
Ry2N422 
Ry 
Ry 
Ry-2N425 
Ry 
Ry-2N426 
Ry 


a HH444 444444444 HH 0 


D 
D 
D 
T 
D 
T 
IT 

D 
t 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Transistoren CRS/1...CS 249 
| 15 


Bemerkungen 


eas/1 ey f SC 19) 

ERS/3 h ; SC 19) 

ERSRS r Sc 19) 

ERT 1592 BY. $ In 

CS 1-02/-12 1A 200/120 6013 125j BB 19) 50 Ajuıs 


cs2 . . . . . BB 19) 62) 
CS2A . RZ 70 AJ;Mv:BdB 
cSs3A . ne . . . 70  AJ;Mv:BdB 
cs3B . u Fun . . . 70 A 

cs4 . . m. 5 .. BB 18) 62) 


cS4B . BL Dar a 70 Al 
CS 5-02/-12 tw) 6l2A 200/1200 Sons 125; BB19)13) mKf;50.A/, 


Al 2.C53B 
{tw 7.54 20/1200 6Ous 125j BB19)13) mKf;50A/} 
A 12G 70 


30°  \ 2. WB19)* 25..400 
1A ® "WB 19)* 25..400 
15A 100-906. .  BB62) 


ä s* WB 19)* 25. .400 
tw 134 200-1200 6044 125; BB 19)13) mKf; 50 A/ııs 
16A WB 19)* 25..400 
104 * WB 19)* 25. .400 
[1250] 1250 4-1300 8045 125j BB 19) mKf; 25 Ajuıs 


20/1502..5 . 20A 400 . . WB 19) 
. . . 30A 100-700. . BB 62) 
0,9 . 26A 25 ?2us 100j Wh 19) 
0,9 . 26A 50 2;ıs 100j Wh 19) 
bis 
26A 250 2uıs 100} Wh 19) 
26A 300 2us ji Wh 19) 
Zus ji Wh 19) 
Zus ji Wh 19) 


Zus ji Wh 19) 
wie CS31.. 
Zus ji Wh 19) 
. . BB 19) 62) 
. . WB 19)* 25..400 
4-1600 180us 115j BB 19) 13) 100 A/us 


CS 46 a a i te ....Hi49) 

cs 50 sv My 5 Fin 2 120-720 . BB 62) 

cs 56 mr , wg 5 Br - . Hi49) 

CS 65 vv. : FR: z RE . BB 19) jetzt: CS 80 
CS 66 FE ERETT TE : 3) de .. Hi49) 


cs 75 > A ie . . . . 75A 120-720. . BB 62) 

C580-06/-15 SV GN’YL 1,5 80 3 43A 6-1500 704s 125j BB 19) 13) 101) 

cs 100 SV = We . . . B 60A 100-500. . BB 62) 

CS 120 A Ss 16) G 055 5mA 50 25A TS 

bis i 

cs120Z Ss 16) G 0,55 5mA 600 . TS 

CS 130-08/16 SV Fw’ YL 100 1,7 150 3 70A 800/1600 60 1: 125j BB 19) 13) 101) 

CS 195 SV FWY 1,25. . . 195A . . . BB 19) jetzt: CS 220 
CS220-08/-165V Fw’ YL 100 1,6 150 3 90A 8-1600 60us 125j BB 19) 13) 101) 

CS 249 sv 10 1,25. . . 250A . <50us . BB 19) 62) 


CS 15 B..N 
CS 16-02/-12 
CS 21 B..N 
cs22 B..N 
CS22-04/-13 


cs 26 
cs 30 
cs31B 
cs 31 cC 
bis 

cs 31K 
cs3iL 
cSs31M 
CS31N 


c532B 

bis 

CS 32 N SV 
c5 40 Er 
cS541 B..N SV 


ZART rt 


SERIES 


PP 


C542-06/-16 SV 


0000 DO 0000 00000 0000 DO 000 O0 0000 00000 U0000 00000 00000 0-H000 


6* 83 


CTD-100...DA 001 Dioden und 


13 a u. 
\Ab er il 1, = u,jß 
mA |V 


A |V/- 


7 

E CTD-200 . Sz 80 1 0,84 0,35 500 . 2 . [5] . Hf 150 pF 

E CTD-300 . Sz 85 46 0,851,7 520 . 1 . [5] ; Hf250 pF 

E CTD-400 Sz 85 10 0,853,5 530 . 1 . (5) = Hf 400 pF 

d CTP309 bis CTP 10025. 9. Auflage 

t CTP1003 Gi Mb’Ns . »  2mA>23dB 15W 4A 36 Uk 75; TP,In 

t CTP10%4 Gi Mb’Ns . 2mA>23dB 15W 4A 25 Uk 75; TPJnX-125 

t CTP105 Gi Mb’Ns »  2mA>277dB 15W 4A 25 5k 75j TP,ln 

t CTP106 Gi Mb’Ns . . 2mA>30dB 15W 4A 25 T7k 755 TP,In 

T CTP11% G Mi LN 500 14 (2mA)25 4oW 3A (40) uk 85} In,Ers: 2N 2062 A 
t CTP1188 Ga Mi LN 50 7 (2mA)25 40W 3A (20) 4k 85j Jn,Cv,Ers:2N 2061 A° 
t CTP1100 Ga Mı LN 50 7 (2mA) 60 323W 4A (20) 6k 90 Jn,Cv,Ers:2N2061A' 
rt CTP 1111 Ga Mi LN 500 14 (S5mA) 25 32W 3A (80) 4k 90 Jn,Cv,Ers:2N 2065 A 
t  CTP 1112 bis CTP 3555 3. 9. Auflage 

D CV 103 Ss Dg VM. or. n a . 6G . Al 

D CV253 S Dog VM. . . . . . NG . Al 

D CXY10 A SH”’K . . 016 50 1.3026 350G 135 MB,Mu, Va & 0,2 pF 
D CXY1A A 38) VO. 7 [5mw) 1W . -  [8-12G] [175] MB, Mu, Va & 103) 
D CXY11iB A 38) VO. 7. [10mw] 1W E -  [8-12G] [175] MB, Mu, Va & 103) 
D CXY11C A 38) VO. 7 U5mw] 1W . [8-12G] [175] MB, Mu, Va & 103) 
D cXY12 A S5h’K .  1nA6 300 1,3 210 500G 175j MB, Mu, Va & 0,25pF 
D CXY13D A 38) VO 140 9 [ROmw] 13W . 9  L[8-12G) [175] MB, Mu, Va & 103) 
D CXY13E A 38) VO 140 9 [30mw] 1,3W . 9  [8-12G] [175] MB, Mu, Va & 103) 
D CXYIA A 38) VO 140 6 [5mw) 1W . 7 [12-18G] [150] Va 103) 

D CXYi4B A 38) VO140 6 L10mw] 1W . 7 [12-186] [150) Va 103) 

D CXYi4C A 38) VO10 6 . Made, 1W » 7 [12-186] [150) Va 103) 
DD6sHZ Ss Al’ 78) 800 1,2 150 600 1A 600 . f Sc 

D D7A G >. G % 0,45 300 50 s 300 50 ä HB 

D D7EB G 6 0,45 300 100 300 100 . 5 HB 

D D7D G G 0,45 300 300 . 300 300 . . HB 

D D7E G G 0,45 300 350 ’ 300 350 . n HB 

D D7G G G 0,45 300 200 . 300 200 . R HB 

D D7y G G 0,45 300 150 r 300 150 . . HB 

DD7Z G G 0,45 300 400 . 300 400 . = HB 

D D8SHZ Ss Al’ 78) 800 1,2 150 800 . 1A 800 . . Sc 

D D13T1 SU St su. »  <2 <50(10) 300 150 -5/+40 80ns . Cs, GE 100) 96) 

D D13T2 Su Ss su. - _ 0,15<25(10) 300 150 -5/-+4080ns . Cs, GE 100) 96) 

D D18 s Al! G 800 1,2 150 100 . 1A 10 . . Sc 

bis bis bis 

D D108 s Al’ G 800 1,2 150 1000 s 1A 1000 . s Sc 

T D?7TC „. SH:3A », 105. 8w SA. . n GE 62) 

T D23A4 sp St: 0,2 10 01 32= 360 50.25 150j Sp4 

T DAS sp S-U 2 10 0,1 80= 360 50 235 . 150} Sp& 

TDWwp.. 5 Th NB 10 2 . 50 1250 1A 30/60(60) . SE} 41)73) 1 

T D4D.. s Th’ NB10 2 . 5 1250 1A 30/60(60) . GE 

T DWuc.. 5S Th’ NB 200 1 40 21W 3A 30/60(45) . GE } 41)73) 4 

T D43C.. Ss Th NB 20 1 . 2,1W 3A 30/60(45) . GE 

D D40H,HL S 16) G 50 6 1 4kV P 2A 4kV . . Sc 

bis bis bis bis 

D D250H,HLS 16) G 50 36 1 25KV F 2A 25KV. . Sc 

D D250S Ss = .HW: Per E 500A > IkV . Tf 25A/us 62) 

D D5030 SP: „G3,V. ie 5 15W . . . . Sy 62) 

D D5847 MI REBVL 40 er = ° . [3 300G sy 62) 

D DA 000 Sd Cs’ UG. . 1.6 30W 500 80 . 100 Lu 78) 

D DA 001 Sd Cr UuG. .- 1 10 30W 500 120 . 100 Lu 78) 
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Transistoren DA 002...DD 5626 
2 
Typ 


x- 


MHz |°C 


DA 002 ug, i 30W . Foo Lu 78) 
DA 006 eh: 700w 2.100 

DA 058 Er 700W 500 1250. 100 

DA 05 a : 18A 50 

DA3F3 I 2mA>25=10W . 35 


ic’ [10] >100 150 045  . +2A 30-45 . 

G. . . . 18A 100 
bis 
600 


100 

bis 

800 

s 400 

DA 2068 . r 800 


DB 711 . . . 100 
bis i ii 
DB 778 
DDooo 
DDoo 1 
DDoo3 


DDoo 6 
DDoo 7 
DDoo8 
DD 056 
DD 058 


DD 216 
DD 26 
DD 236 
DD 266 
DD 268 


DD 320,A Sd 
DD 321, A bis DD 320: As. 
DD 710,A Sd 
DD 711,A Sd 
DD 713, A Sd 


DD 716,A Sd 
DD 2020 Sd 
bis 

DD 2068 Sd 


DD 2320 Sd 
bis 
DD 2326 Sd 
DD 3020 Sd 
bis 
DD 3078 Sd 
DD 4020 Sd 
bis 
DD 4068 Sd 
DD 4520 Sd 
bis 
DD 4526 Sd 
DD 5620 Sd 
bis 
DD 5626 Sd 


800 
50 


u 
Ers: DD 003 


Ers: DD 056 
Ers: DD 058 


"200 o200- 
vun vu 


Ers: DD 236 
Ers: DD 2026 


“2400 ==000 0990: 
vu 


a aoanaaa nanoo aoaoo 


oO 
u 


Ers: DD 3020,A 


a ee 
u oun 


0,65 1500 


10 80 
bis 
10 500 
10 80 
bis 
10 500 


D 
D 
D 
D 
7 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 

D 
D 
d 

d 

D 
D 
d 

d 

D 
D 
D 
d 

d 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


ooo oo oo on 00 


85 


DD 6120...DH 485 


D 


00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00009 90gaa aaa DO “0 


86 


DD 6120 

bis 

DD 6126 Sd 
DF1A6 

bis 

DF1D18 S 
bis 
DF1D40MS 
DF 450 

DF 451 
DF452 


DF453 
DF454 
DG 13 
DG 14 
DH 202 


DH 202 B 95) 
DH 204 95) 
DH 206 95) 
DH 206 B 95) 
DH 208 BB’ 


DH 210 BB’ 
DH 221 Bh’ 
DH 21 Bh’ 
DH 222 Bh’ 
DH 224 Bh’ 


DH 226 Bh’ 
DH 228 BB’ 
DH 29 BB’ 
DH 241 B 
DH 242 B 


DH 243 B 

DH 252 BB’ 
DH 256 BB’ 
DH 260 BB’ 
DH 264 BB’ 


DH 340 BB’ 
DH 351, BB’ 
DH 352, BB’ 
DH 353, BB’ 
DH 361, BB’ 


DH 363, BB’ 
DH 363, BB’ 
DH 371 BB’ 
DH 372 BB’ 
DH 430 BB’ 


DH 434 BB’ 
DH 435 BB’ 
DH 436 BB’ 
DH 437 BB’ 
DH 451 BB’ 


DH 452 BB’ 
DH 462 BB’ 
DH 471 BB’ 
DH 478 BB’ 
DH 485 BB’ 


vunuu vuwuu wvunuun nmunumu vnuu 


KL 


KL. 
KL. 


K’L 


KL. 
KL. 


KH’ 


KH. 
KH’. 
KH’. 
KH’. 
KH’. 
KH’. 
KL. 
KL. 


KL. 
KH’. 
KH. 
KH’. 
KH’. 
VD. 
VM. 
VM. 
VM. 
VM. 


VM. 
VM. 


VM 


VM. 


sM’ 
sm’ 
sm‘ 
sm’ 
sm’ 
sm’ 


sM’ 
sm’ 
sm’ 
sm’ 
sm’ 


27 25 
60 25 


0,5 50 20 
0,5 100 100 
0,5 100 200 


0,5 100 300 
0,5 100 400 
0,65 10mA 140 
0,65 10mA 270 


. Rz=6,5dB. 
. Rz=6 dB. 
.„ Rz=5,5dB. 
. Rz=7,5dB.. 


‚ Rz=7 dB. 
.» Rz=6,5dB.. 
. Rz=8 dB. 
. Rz=7,5dB. 


‚8 121200 
‚8.122750 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


Lu 


Lu 
IR 


IR=1N1139 


IR=1N1759 


SA 
SA 
SA 


SA 
SA 
Sa 


Sa 
Cs 75)n > 50% 


Cs 75)n > 55% 
Cs 75)n > 50% 
Cs 75)n > 45% 
Cs 75)n > 40% 
Cs 75)n > 40% 


Cs 75)n > 30% 
Cs n > 55% 
Cs n> 60% 
Csn> 50% 
C;n> 45% 


Cs n > 40% 
Cs n> 35% 
<sn > 33% 
Csn>40%21) 
Cs 7 > 30% 21) 


Csn> 20% 21) 
Cs n > 20% 75) 
Cs 7 > 15% 75) 
Csn > 10%, 75) 
Csn> 5% 75) 


Cs 85) 62) 

Cs 85) 62) -C: [Cz’] 
Cs 85) 62) -C: [Cr’] 
Cs 85) 62) -C: [Cr’] 
Cs 85) 62) -D: [Cr’] 


Cs 85) 62) -D: [Cz’) 
Cs 85) 62) -D: [Cr’] 
Cs 85) 62) 
Cs 85) 62) 
Cs 1,2 pF 


Cs 0,5 pF 
Cs 0,8 pF 
Cs 0,7 pF 
Cs1ipF 
Cs 1ipF 


Cs 0,8 pF 
Cs 0,8 pF 
Cs0,8pF 
Cs 0,7 pF 
Cs1pF 


Transistoren 


110 


DK 10...DS 180 v 


| Is le 7 ja |o | 
Typ Ab |fo Awile Ur Ip UspfB IN Ines UmasIfa  |fmox Bemerkungen 
ImA V IuAlV/- mW |mA |V Pe I°C 

D DK 10 TIATUIEEE IT 625. Ts] SC;0,5pF 

D DK 11 Gb Co sX 50 1 35 60 i 0 60. [75] SC;0,5pF 

D DK 12 Gb Co sX 50 1 60 100 6o 100 . [75] SC:1pF 

D DK 13 Gb Co sX 100 1 55 50 60 50 . [75] SC 

D DK 14 Gb Co sX 100 1 80 80 6 80 . [75] SC 

D DK 15 Gb Co x5 100 1 60 100 175] sc 

T DNLOA SF LImU . = 0,15-1,2 60-240 . DK 17) 73) 

T DNLOB SF Lm U = 0,15-1.2 60-240 . DK 17) 73) 

T DNLAC SF Lm U = : 0,15-1,2 60-240 . DK 17) 73) 

T DNLOD SF Lm U =Qa <35,5dB 0,15-1,2 60-240 . DK 17) 73) 
DP2...5 : IR 32) 
DPD3...12A . a (Fotohalbl.) 

t,d DR 100-126, 403, 40b 5. 9. Auflage 

t,d DR 128-402 s. 7. Auflage 

D DS0,5 s G s 700 300-1200 . BB 62) 
bis bis 

D DS 150 .% ICH ! 150A 300-1500 . BB 62) 

D DS1D SV. sY 100 100 R { Fi 19) 

D DSIE SV Es sY 100 2 100 10.2 1000 . Fi 19) 

D DSIF SV Es sY 100 10 100 10... 100ns . Fi 19) 

D DSIG SV Es sY 100 25 100 100,5 = u 2 210008;.2 Fi 19) 

d DS10 & x Has a g Bo ee SA 

D DS10-1005 S Gp LG. 200 17A 200 . BB 62) 

D DS10-20085 S Gp UG. 300 17A 10x. . BB 62) 

D DS10-4005 S Gp UG. 600 17A Or. BB 62) 

D DS10-6005 S Gp UG 202.900 17A 380. . BB) 

D DS-13 Sd $z LG 2A 1,1 50 500 1500 350 . 110| Sa 

D DS-15 sd EC G 200 1,2 10 500 200 350 . 110j Sa 

4 DS 30 % — Mn f R re Wir) 

d D$35 s HM. 136] 

4 DS60 G Dau 5 1200 20 10mWs20 40 500 60 

4 DS60a G DanH 10 1 50 20 10mWs 20 40 500 60 

4 D561 G Dau 3 1 50 20 10mWs. 80 500 60 

d DS 61 G Dah6 25 1 60 40 10mWs20 80 500 60 ; 

d 052 G DaG 3 1.50 20 10mWs 20 120 500 60 EN !Ers:DS162 

4 DS70 G Da va5 1200 20 10mWs20 40 500 60 SA;Ers:DS170 

d DSY%ag G 16) GQ5 1200 20 10mWs20 40 500 60 jErs: 

d DS0%am G 16) DQ5 1200 20 10mWs20 40 500 60 

4 DS80 G DaDP5 1200 20 10mWs20 40 500 60 

4 DS80i G DaDP5 1200 20 10mWs 20 40 500 50 SA;Ers:DS180i 

d DS159 Gp Ce Hs 10 1 75 10 90 20 200ns 70 SA 

d DS 160 G CeU 5 1 100 10 90 40 500ns 70 SA 

d DS160a Gp Ce kn 10 1 10 10 90 40  500ns 70 SA 

d DS 161 Gp Ce U 3 12420‘ 10) 90 80 Aus 70 SA 

d DS 1615 Gp Ce UX 3 110 10 90 80 Aus 70 SA 

d DS162 Gp Ce LUX 3 1 10 10 90 120 Aus 70 SA 

d DS170 GP CeQ5 120 10 90 70 SA4xDS160 

d DS170a Gp 16) DQ5 1, :20: 40 90 70 SAZ4xDS160 

d DS170am Gp 16) DQ5 120 10 90 70 

d DS170ag Gp 16) GQ5 120 10 Or nn 70 SAZ4xDS160 

d DS179 Gp Ce HP 10 1 75 10 20 20 1300] 70 SA=2xDS159 

d DS180 Gp Ce UP 5 1.20 10 20 40 70  SA37).2.2x DS160 

d DS180i Gp CeP 5 120 10 20 40 70 SA.2xDS160 

d DS180u Gp Ce DP 3 1 100 10 90 40 [10,71 70 SA=2xDS160 

d DS180v 3 1 (5,5) 70 SA=2xDS160 
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DS 181 z...DT 1512 


d 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
t 
t 
’ 
T 
D 
D 
D 
D 
T 
E 
T 
1 
1 
1, 
T 
17 
T 
T 
U 
B 
T 
T 
7 
T 
T 
U 


DS 181 z 
DS 203 AA 
bis 

DS 203 RA 
DS 303 AA 
bis 

DS 303 RA 
DS 332 

DS 334 

DS 336 


DS 338 
DS 601 
DS 602 
DS 603 
DS 604 


DS 606 
DS 611 
DS 621 
DS 1601 
DS 1602 


DS 1603 
DS 1604 
DS 1606 
DS 1607 
DS 1611 


DS 1621 
DSK.... 
DT 11 

DT 110 
DT 111 


DT 112 
DT 203 AA 
bis 

DT 203 RA 
DT 303 AA 


DT 1112 


DT 1120 
DT 1121 
DT 1122 
DT 1311 
DT 1312 


DT 1321 
DT 1322 
DT 1510 
DT 1511 
DT 1512 


IS 
s 


beat DP' 
Gg’LG 


2,5 
20A 


20A 


Ce DM 1,5 


Ce DZ 
Ce D 
Ce D 


1,5 
3 


Ce MZ2 


Ce D 


2 


16) GP . 


La’ Ns 
La’ Ns 
Li Ns 


Li Ns 
Gy’ LG 


250 
250 
250 


20A 


H 1 2, 50 


1,1. 5mA 800 
1,1 5mA 50 


oran aanonr 


aan 


1OmWs 30 
10mWs 30 
10mWs 30 
10mWs 30 


10mWs 30 
10mWs 30 
10mWs 30 


90 


10mWs 90 
10mWs 90 
. 90 


9 
90 


10mWs 90 


600 
600 
1W 
1W 
1Ww 


40-120= 1W 
40-120= 1W 
40-120= 1W 


500 
500 
500 


500 
20A 


20A 
30A 


30A 
5A 
5A 
5A 


300 
300 
1A 
1A 
1A 


1A 
1A 
1A 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


SA 
JT12) .1N2466 


JT12) 21N2457 
IT12) 2.1N2458 


JT12) 2 1N2469 
SA. DS159;38) 
SA. DS160;38) 
SA DS161;38) 


SA.2.D5162;38) 
SA ;Ers:DS1601 
SA;Ers:DS1602 
SA ;Ers:DS1603 
SA ;Ers:DS1604 


SA ;Ers:DS1606 
SA ;Ers:DS1611 
SA ;Ers:DS1621 
SA 


SA ;Ers:DS1601 
SA ;Ers:DS1604 
SA 
SA 


SA ;Ers:DS1601 
SA 


SA ;Ers:DS1611 
Sk 


Lu;Ers:DT1110 
Lu;Ers:DT1111 
Lu;Ers:DT1112 


Lu 
JT13) 1N2446R 


IT13)A.1N2457R 
JT13) A.1N2458R 


IT13) ZIN2469R 
L 


Transistoren 


Rx- 


2 
Typ 


3 
Ab 


7 Is Io 10 
Ur Ip Us,/B IN 
\uAIv/- mw 


T 
T 
v 
A 
T 
T 
” 
1 
ik 
13 
T 
E 
T 
T 
T 
T 
ik: 
iR: 
T 
T 
Br 
A 
T 
T 
hf 
m 
E 
z 
z 
zZ 
zZ 


NNNNN TTTmTTTTnTTTN NO oO 


DT1s20 


DT 1521 
DT 1522 
DT 1602 
DT 1603 


DT 1610 
DT 1612 
DT 1613 
DT 1621 
DT 3200 


DT 3201 
DT 3301 
DT 3302 
DT 4011 
DT 4110 


DT 4111 
DT 4112 
DT 4120 
DT 4121 
DT 4305 


DT 4306 
DT 6105 
DT 6106 
DTS-400 
DTS 410 


DTS 411 


Sd 
Sd 


“ou 
u 


wnununu vunou 


"7,5" 50.200= 800 
1.5 50.200= 800 


wu vnuuu vanon Mama vWwnun vunan 


[500] 

[500] ‚ 
[500] . 
sU [10nA] [10] 8 


su [10nA] [6] 12 
sU [10nA] [4] 18 
su [3nA] [10] 30 
sU[3nA] [6] 50 . 
su [3nA] [4] 100 . 


CCCCn No 9 


In 
Imax |Umax 


mA V 


1A 
1A 
1A 
25 


DT 1520... E-144 


s.Fotohalbl. 
i Co, Cs, Sc 


ij Co, Cs, Sc 
Tx 
Tx 


Sd;A8pF 
Sd;A8pF 


E-145... ES 3120 Dioden un: 


3 14 E 6 |z Is Io 15 
K Typ Ab | 179 7 r Ds De |Imax |Umox fo max! Bemerkungen 
| | | BA|V °G 

z s 'Ee'z 5 1% 55199 1, I 
F SP Sz UH (500] 3. . 250 = ü 1200) . Sd; A, Rz: 3 dB 62) 
z Ss Eu 20% . ; 3 400 5 1150 - Tx 
z s Be: 2 R . 3 400 5 172 70 Tx 
F Be 3 h nn 8Sda2N 5397 02) 
D E450C150 S 16) G 2A 42. 450 5 150 1400 . 100 AE 
D E750C100 S 16) G 2A | = 100 2350 . 100 AE 
D E750C110 S 16) LG 450 6 150 2350 . 150 2350 . 120 AE 
D E150C80 $ 16) G 2A 11. 1500 > 80 4700 . 100 AE 
D E1500C 110 S 16) LG 450 6 150 4700 . 150 4700 . 120 AE 
D EA05 5 Gy’LG . E . = E 35A 50 . 5 Vi 

bis bis 
D EA60 s Ge’LG . ° . 35A 600 . = Vi 
t EC4 . nun; - . s ü N s 5 Sk OC44[Va] 
t EC 2007 . s - . . B . s “ 20; < Sk #GFT2006/30 
t EC 2008 . © - = = s - a ® 30 . Sk #GFT2006/30 
t EC4012 . . 5 . . . . . . . . . Sk.GFT4012/30 
t EC4013 . r . . s E . E a v1 s Sk #GFT4012/30 
D ECO.» s s s & © 5 . . . . * . EB.SKk. 2.5 
E ED110 G Eo’ 50 3 = . 2350 . . 2-15 0,05 75 SA 
E ED 111 G Eo’ 50 15 . = >22350 . . 2-15 0,065 75 SA 
E ED112 G Eo’ 50 50 . “ 2230 . . 5-15 0,05 75 SA 
E ED113 G Eo’ 50 50 = “ 2-5 0,05 75 SA 
E ED114 G Eo’ 50 100 “ >250 5-15 0,05 75 SA 
E ED115 G Eo’ 50 100 >250 2-5 0,05 75 SA 
E ED 116 G DuS5S0 . >250 025 75 SA 
E ED 117 G Du 50 . >250 0,5 75 SA 
E ED118 G Du 50 . >250 0,755 75 SA 
E ED119 G Du 50 . . . >20. . . 1 75 SA 
D ED20 . 2.46 5 = # 2 = s 20 . . Tr 62) 

bis bis 
D ED800 - 2 Gl s . P . . 800 R Tr 62) 
E ED 201 A Eo’ 120 1 « . 2450: 5 . 10-50 0, 0ı 55 SA 
E ED2R A Eo’ 120 10 . »  >450 P 10-500,05 55 SA 
E ED203 A Du 120 30 2 P >450 . . 10-50 0,5 ss SA 
D EF1AS Ss 16) G 100 7,5 25 1500 100 1500 150 JR=1N1134 

bis bis 
DEF1ID4OM S 16) G 250 60 25 12kV = 250 12KV. 150 IR=1N1760 
D EM501 Ss cr G 1A 115 100 < 1A 100 . 150| In = 1N 4002 
D EM5nN Ss cr G 1A 1,1 10 200 . 1A 20 . 150| In = 1 N 4003 
D EM50% Ss cr’ G 1A 1,1 10 400 . 1A 40 . 150j In = 1 N 4004 
D EM506 Ss cr G 1A 1,1 10 600 ° 1A 600 . 150| In = 1 N 4005 
D EM508 Ss cr G 1A 1,1 10 800 . 1A 800 . 150} In = 1 N 4006 
D EMS1O Ss cr G 1A 1,1 10 1000 . 1A 1000 . 150} In = 1 N 4007 
D EMS13 s cr G 1A 1,1 5 1300 B 1A 1300 . 150} In 
D ERB1 S Earl “ . ® & 300 800 . 475: Sir 
D ER 900 SV Cr iC' . 32+4 800. 150 1A 8 ! n Tr 1) 
T ES 3110 G KAN 1 56 916 (27) 10 (30) 0,3 65j ES 
T ES3111 G AKAUN#1 5 6 13:24 07) 10 00) 0% 65 ES 
T ES3112 G KAN 1 5 6 2036 (27) 10 (0) 06 65 ES 
T ES3113 G KAN 1 5 6 3051 (27) 10 (0) 08 65 ES 
T ES3114 G KAN 1 56 4.75 (27) 10 (30) 1 65j ES 
T ES3115 G KAN 1 5 6 82-110 (27) 10 (30) 1,5 65j ES 
T ES3116 G KAN 1 5 6 91-160 (27) 10 (30) 2 65j ES 
T ES3120 G Li NU1 5 6 916 (36) 10 (30) 0,3 65; ES 
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Transistoren 


ES 3121 
ES 3122 
ES 3123 
ES 3124 
ES 3125 


ES 3126 

ES 3501 r 
ESi 10/50-K 9 
bis 

ESi 60/600-.. 
EVR3B 

bis 

EVR 150 B 

EW 97/1 

EW 98/1 


EW 99 
F-2 
Fr4 
F-6 
F-8 


F12 
bis 
F102 
F40H 
bis 

F 300 H 
FAZ 
F61Z 
F81Z 
FA 20.. 


FA4O.. 
FA 96 
FC 105 
bis 

FC 193 
FCT 1021 
bis 

FCT 1135 
FD 100 
FD 200 


FD 300 
FD 400 
FD 600 
FD 700 
FD-6002 


FF1D35 


FFIH 10 


FFIT 15 
FFIT 25 
FP 4339 
FP 4340 
FQ@01.. 


T 
T 
.h 
T 
T 
T 

D 
D 
z 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
fe) 
D 
d 

z 
z 
zZ 
zZ 
D 
D 
D 
d 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 

F 

D 


" 


10A 
60A 


[nA] 40 
Lm”U [3nA] 40 
IS). s 


vuunuununi<ceoN 


1,15 5mA 600 


13-24 
20-36 
30-51 
43-75 (36) 
62-110 (36) 


91-160 (36) 


(36) 
(36) 
(36) 


1,15 1mA 50 j 


200 100 Bw 
bis 
200 1000 Bw 
2 kV . 
bis 
30 kV 
200 400 sw 
200 600 5W 
200 800 EI 
0,1 20 250 


0,1 


5 . 
50 250 
150 250 
125 250 


25 14KV 
25 I6KV 


mKf: 


"(30) "0,4 
(30) 0,6 
(30) 0,8 
(30) 1 

(30) 1,5 


(30) 2 
0 ; 


US ei. 
<36.. . 
20A 200/400 . 


ES 3121...FQ 01.. 
15 


Bemerkungen 


s.Fotohalbl. 
ji Eb 


ji Eb 
Tr+5% 


Tr 45% 
GC 35) 
Gc 


GCO,9pF 
STZAN2069 
STZ1N2070 
STZ1N2071 
st 


Co 


Co 
Cs 78) ‚Sc 


Cs 78), Sc 


Co 12) 78) 
Co 12) 78) 
i Co 12) 78) 


0,005 Fd +5% 


+0,001 Fd +5% 
bis 

+0,0005 Fd + 5% 
175 Fd 2pF 

175 Fd 5pF 


175 Fd 6pF 
175 Fd 5pF 
175 Fd 2pF 
150 Fd 0,75 pF 
. Fd 


IRAANI148 


IRA1NI762 
A1N2376 


Sd; A, Kpl:2 N 4339 
Sd; A, Kpl:2 N 4340 
Hi 86) 


FQ 02...G10B Dioden und 
15 
Bemerkungen 


16A 200/400 . 
16A 200/400 . 
800 50 250ns 
i bis 
Fv sH 1A 1,3 800 600 250ns 


9) IV « . . 10A 200/400 . 
16) IV . . . 10A 200/400 . 
Mu iY . 5 . 10A 200/400 . 
. . ee ee . 500 50 


500 100 
500 400 . 
6A 100/400. 


3A 100/400. 


0' 000 0000 DO 0000 


100 
. so 
33A 28 
. 150 
33A 56 
33A 84 
30A 113 


12,5A 400 . 
25A 142 . 


oo nooooa 
vubun Bunn. 
N wuun u 
SS 000 ° 


SAN52 


vll G 


vzrAo Tmonz nnn 0 


25 15 

12,54 600 . Co 78) 12), -R: 13) 
25 GE. .1N72 

25 

25 


25 


SSuSy Jusos 
ıI 
N 


armon »> 


GEA2X1N4B 
i Co 78) 12), -R: 13) 
GEA2X1NS2 
GEZ2X1N63 
GEZ2X1NTS 


CI 772") 
ow>I 
N 


0%. 
> 


t 
t 
d 
D 
D 
D 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 


aaoaao aanaaa nnaaan nonaoana naaoao 0009 


aan 
©00 
=> 


16) LG 200 


92 


Transistoren 


d G10C G 16) 
1611 G KdNs 
t GMA G Kd N 
d G44 G BR’ D 
d G48 G . U 
d G6 Gp . hu 
4 G6 G BKD 
d G67 G . U 
d G68 Gp: 5, U 
‘4 G7i G BR’ D 
d G75 G Bk’ D 
d G89 GP . U 
d G100 . a 
D G.129 % Ee zZ 
D G-130 . [14 
D G22 Ss Ec U 
D G-.2% Ss Ec U 
:d G498 Gb Cv s 
ıd G 498.1 Gb Cv s 
ıd G50R Gb Cv s 
ıd G580 Gb Cr U 
ID G504 Ss GIG 
bis 
ID G 1204 Ss GI G 
ID G506 Ss GI G 
bis 
ID G 1206 S GI G 
ID G510 Ss GI G 
bis 
ID G 1210 Ss GI G 
ID G 1506 5 GI G 
ID G 2004 Ss GI G 
ID G 2006 Ss GI G 
ID G2010 5 GI G 
ID G 3006 Ss GI G 
ID G 3010 Ss GI G 
ID G 4004 Ss GI G 
ID G 4006 Ss GI G 
ID G4010 Ss GI G 
ID G 5006 Ss GI G 
ID G 5010 Ss GI G 
ID G 6004 5 GI G 
ID G 6006 Ss GI G 
ID G 6010 Ss GI G 
ID G 8004 Ss GI G 
ID G 8006 Ss GI G 
0D G 8010 Ss GI G 
[D GA100 G Cv nu 
ID GA 101 G cv U 
ID GA102 G cv U 
[DD GA 103 G cv U 
[DD GA104 G cv U 
[D GA 105 G cv DG 
ID GA106 G cv s 
dd GA 107 G cv s 


Ar 


Ba aaa ae e 


000--= 00: 


9 


» bopop u 


Pv pubop wo—wuD 


ee ee ee ee a 


=: 


17-21dB 
17-21dB 
300 30 
5o 10 


50 50 
12 412 
so 50 


bis 


65 
65 
65 


65 
SW 


5Ww 
9W 


IW 
14W 


100 


G 10 C...GA 107 


Imax| Bemerkungen 
BG 
GE 
GE.2N30 
GEZINZI 
100 JR 
>25 Amz#1N48 


>25 Am#1N63 
100 IR 
>25 Am 1N67 
>25 Am. .1N68 
100 IR 


100 JR 
>25 Am 2.1N89 


90 SA,In 4). AAZ 1 


90  SA,In 4) AAZ 15 


90  SA,Jn 


90 SA, In 4). AAZ 13 
150 Co12),-R: 13) 


Co 12), -R: 


150 Co12),-R: 13) 


150 Cs,Sc 
150 Cs,Sc 
150 Cs, Sc 
150 Cs, Sc 
150 Cs,Sc 


150 Cs,Sc 
150 Cs,Sc 
150 Cs,Sc 
150 Cs, Sc 
150 Cs,Sc 


150 Cs,Sc 
150 Cs,Sc 
150 Cs,Sc 


75 VH = OA 626 
100| VH =. OA 647 
100| VH =. OA 666 
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GA 108...GC 511 Dioden und 
15 


Bemerkungen 


GA 108 
GA 200 
GA 201 
GA 202 
GA 203 


GA 204 
GA 205 
GA 206 
GA 207 
GA 301 


VH 2. OA 686 
TI4) bn 
TI4) ws 
TI4) ge 
TI4) bl 


. & A TI4)gn 
B . . TI4) rt 
® . . TI4) vi 
. . TI 4) khaki 
n=55% 10 . TI1 pF 


GA 5005 C 7kV 1,545 100 Cs 
GA 5005 D . 7kV 1,5 45 100 Cs 
GA 5005 T . 6KV 1,5 45 100 Cr 
GA 53242 . ee = SEREN ma . . . . . Ers:2N528 
GAY 60 1 1mA20 ° VH 


GAY 61 0,71mA20 - . VH 
GAY &2 0,5 50 10 

GAY 63 

GAY 64 

GAZ 16 


GAZ 17 
GAZ 51 
GBS 201 A 
GBS 203 E 
GBS210E 


GBS 266 E 
GBS 401 A 
GBS 403 E 
GBS410E 
GBS 466 E 


GBS 3203 EPSV 
GBS3210P SV 
GBS 3266 P SV 
GBS 3403 P SV 
GBS 3410 P SV 


GBS 3466 P SV 
GC 100, A-E Ga 
GC 101, A-E Ga 
GC 112 Ga 
GC 116, B-E Ga 


GC 117, C-E Ga 
GC 118, C-E Ga 
GC 121, B-E Ga 
GC 122, A-D Ga 
GC 123, A-D Ga 


GC 301, A-E Ga 
GC 500 
GC 501 
GC 502 
GC 507 


GC 508 
GC 509 
GC 510 
GC 510K 
GC 511 


Aayuu wuuno 
u 


g5” 


15 18-224= 
18 10-80= 
18 18-224= 


VH73) 1 
VH 73) 1 

VH 73) 1; P 
VH73)1:P 
VH 73) 1; P 


2 VH 73) 1;P 
550 . ji TI 
550 . ji T11 
550 . Ti 
10 45-120= 125 i Ti 


10 65-.220= 125 Ti 

10 45= 125 ji Ti 

10 60-175= 200 ji TI1;Kpl: GC 520 
KD’NU (300) 0 10 60-175= 300 ji TI1;Kpl:GC520K 
Kp’ NU (300) 0 15 100-500= 200 TI1; Kpl: GC 521 


soon nanam 
vun 


aaa aaa AHA m HH DOODOOO OU0OOO OUO0O U00A20 0-000 00000 DODDO 
anoanan- 


oaoooao aoaoaa 
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Transistoren GC 511 K...GD 15 
6 |7 is lo | 15 


| | 
Ab |Fo |AwiIr Ur Is Us,/B | | | Bemerkungen 
Ima |v ualv/- | 


AIDS IT T T T T 
KD’NU (300) 0 15 100-500= 300 ji TI1;Kpl:GC 521 K 
Kp’ NU (300) 15 25= 200 ji TI 
KD’NU (300) 15 235= 300 ji T11 
Kp’ NU (1) 10 20-40 3) TE 
Kp’ NU (1) 10 30-60 ji Tı1 


Kp’ NU (1) 10 50-100 eh, 

Kp’ NU (1) 10 75-100 ji T11 

Kp’ NU (1) 10 125-250 Ti 

Kp’ NU (300) 35 60-175= ji TI1;Kpl: GC 510 
GC 520K KD’NU (300) 35 60-175= ji TI1;Kpl:GC 510K 


Gc 521 Kp’ NU (300) 35 100-500= i TI1;Kpl: GC 511 
GC 521K KD’NU (300) 35 100-500= ji T11;Kpl: GC 511 
Gc 522 Kp’ NU (300) 35 235= ji TI 

GC522K KD’NU (300) 35 235= (1) ji TI 

GC 525 ». NU (1) 12 20-150= TI73) 4) 


GC 526 - NUM) 12 20-150= ji T173)4) 
GC 577 .. NUM) 12 50-180= T173) 4) 
GCD 1 u .Dis . . . . . Berkshire 
GCN 53 Kp’ NH (10) T173) 1 
GEN 54 Kp’ NH (10) T173) 1 


GCN 55 Kp’ NH (10) T173) 1 
GEN 56 Kp’ NH (10) T173) 1 
GCS-10 95) sY 15 EC 86) 47) 2 
GCS-20 sY 15 EC 86) 47) 2 
GCS-30 sY 15 EC 86) 47) 2 


GCS-40 sc 15 EC 86) 47) 2 
GDIE US SH 1pF 
GD1iP DP 5 SH 1pF 
GD1Qa DQa5 SH 1pF 
GD2E uU 3 SH 


GD2P s - - e P he s - . » . SH=2xGD2E 
cD2Qa . . PR Eee . . E = - SH=4xGDIE 
GD3 . E 5 sc 

GD3E B . SH 1pF 
GD3P . . . De . . . . . SH=2xGD6E 


GD4 
GD4E 
GD4s 
GDS5 
GDS5E 


GD& 
GD6E 
GD7E 
GD8 
GDBSE 


GD9 
GD 10 
GD 11 
GDI1E 
GD12 


GD12E 
GD 13 
GD13E 
GD 14 
GD 15 


o oo nno0 


vw buwWw 


“ana mean an An MO0OO 


cc 
[e} 
ww 


"DPD MuU=eNG DODLA DWMWW 


T 
T 
T 
m 
T 
Un 
T 
T 
T. 
T 
d 
1 
T 
T 
nf 
T 
IL 
d 
T 
T 
T 
E 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
D 
d 
D 
D 
D 
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GD 16...GD 619 Dioden und 


ı a la Is je n 2 Is Is Jıs 
K |Typ Fo |AwIr 
N 


Imox| Bemerkungen 
& 


GD16 
GDTIE 
GDT2E/3 
GD TEIL 
GDTEIS 


GD 73 E/3 
GD 73 E/& 
GD 73/5 
GD 74 E/3 
GD TEIL 


GD 74 E/5 
GD 101 
GD1R ne ie: > ae ö 
GD 103 Ds ee: . 4 ; k5/6:M34a 
GD 1% > Bee : ; 3 .  5k24/10;M38a 
GD 105 

GD 106 

GD 108 

GD 109 a un 5 g “ arg 2 

GD 110 s » 3% Hs 5 rt .. 5k=5/106 

GD 111 u (u .ö een . Mur: .. SkA5/161 

GD 120 A ans Fa $ Ber : 

GD 121 F 
GD 160, A-C Ga 
GD 170, A-C Ga 


GD 175, A-C Ga 
GD 180, A-C Ga 
GD 240, A-D Ga 
GD 241, A-D Ga 
GD 242, A-D Ga 


GD 243, A-C Ga 
GD 244, A-C Ga 
GD 408 AA 
GD 408 A 
GD408B 


GD408C 
GD408D 
GD408E 
GD 514 AA 
GDS14 A 


GD514B 
GDS14C 
GD 514D 
GDSI4E 
GD 518 AA 


GD 518 A 
GD518B 
GD 518 C 
GD 518 D 
GD 607 


GD 608 
GD 609 
GD 617 
GD 618 
GD 619 


ERTE  ELILLO 
<<< <<< 
Pop vunnu 


«O noaooo nano 


50 15-90= 53W 3A 18 (0,25) 85j ; 
50 18-90= 5.3W 3A (0.25) 751 VH:P: 73) 9) 


50 18-90= 5,3W 3A (0,25) 751 VH;P;73) 9) 
50 18-90= 5,3W 3A (0,25) 75j 

100 18-90= 10W 3A (0,35) 85j 

100 18-90= 10W 3A (0,35) 851 

100 18-90= 10W 3A (0,35) 85j 


100 18-90= 10W 3A (0,3) 85j VH;P;73)9) 
100 18-90= 10W 3A (0,3) 85j VH;P;73) 9) 
: [0,015] 200 [18,26]70 Csn 
[0,03) 300 [8,26)70 Csn 
[0,06) 400 [826]70 Csn 


[0,1) 500 [8,26)70 Csn 
[0,15] 600 [8,26]70 Csn 
[0,2) 700 [16G] 70 Csn 
[0,015] 300 1166] 70 Cs» 
[0,03] 400 116G] 70 Csn 


[0,06) 500 116G] 70 Cın 
(0,1) 700 1166] 70 Csn 
[0,15] 900 1166] 70 Csn 
[0,2) 100 [166] 70 Csn 
[0,015] 300 (226) 70 Csn 


[226] 70 Csn 
= Cın 
4 Cn 
En t cn ‚7% 
35 40.230= 4W TI; Kpl: GD 617 


35 100-360= ji Tl; Kpl: GD 618 
35 40-360= ji Tl; Kpl: GD 619 
25 40-230= . ji Tl; Kpl: GD 607 
25 100-360= . ji Tl; Kpl: GD 608 
25 40-30= . ji Tl; Kpl: GD 608 
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Transistoren Ge 100B...GFT45 


3 la Is le |? 10 m 2 ja 14 15 
Ab |Fo Awilr |Ur ‚sp Usp/B IN max |Umas fa ‚max | Bemerkungen 
Ima |v ua V/- mw jma VO MHz °C | 
NEN mat: T00Aas, N, 
bis 
mKf: 100A 160» . 


112G] 100 
[{12G] 100 
[16G] 100 
; : [16G] 100 
1 2...2..B5G] 100 


rn 1 z 5 156] 100 
GES 25 25 135 . 75j JnimKf:330mW 
GES 50 i 50 135 . . 75j In;imKf:330mW 
GES 80 i 80 135 - 75j In;imKf:330mW 
GES 120 120 135 5 = 755 JIn;imKf1:330mW 


GET1 30. 25d8 100 
GET? z ' 5. >75= 20W 
GET8 Ga 8 1,5 >75= 20W 
GET 9 bis GET 892 und Sex 13 bis GEX 952 5.9. Auflage 
GF 100 Ga Lm HA2 10 20-0= . 


GF 105 Ga Lm HU 10 20-110= 
GF 126 Gd Lm’ HA 
GF 128 Gd Lm’ HA 
GF 130 Gd Lm’” HA 
GF 131 Gd Lm’ VM 


GF 132 Gd Lm’ VA 
GF 139 Gd Lm’”’ VM 
GF 145 GM 
GF 147 GM 
GF 181 Gd 


GF 500 Gi 

GF 501 GM 
GF 502 GM 
GF 503 GM 
GF 504 GM 


GF 505 GM 

GF 506 GM 

GF 507 GM 

GF 45017 . . . . Ar; F . B . 

GFIS?2 P ö s . . .. . a . . . =1N2374 
GFT-3V3 2 > P s . “oo . . . . #GFT20;0C70 
GFT3V4 . £ 4 - a ver . . . - . #GFT20;0C604 
GFT 20 

GFT21 

GFT 25 


GFT 32 
GFT 34 
GFT42A 
GFT42B 
GFT 43 


GFT43 A 
GFT43B 
GFT 44 
GFT 44/15 E 
GFT 45 
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GFT 2006...GS 112, B-D Dioden und 
la | 7 \9 oo In h2 ha 1a 115 


8 
Fo Awls Ur Ip Usp|B IN IImox Umau fo imax Bemerkungen 
mA |V |nAlV/- mW ImA IV IMHz |°C 
T T ggg; Tee T 
Nb NL 6 ü 25 (6W) 2A 10 
Nb NL 6.23 (6W) 2A 30 
Nb 38 (6wW) 2A 60 
Nb 25 (6W) 2A 
Mh 40 Bw 3A 


Mh 40 Bw 3A 
Mh “0 Bw 3A 
Mh 40 Bw 3A 
Mh 3A 
Mh 3A 


Mh 3A 
Mh 3A 
Mh 3A 
Mh 3A 
Mh 0 3A 


3408/80 Mh 60 3A 
GFT 3708 Mh 80 3A 
3708/40 Gi Mh 80 3A 
GFT 3708/60 Mh 80 3A 
3708/80 Gi Mh 80 3A 


GFT 4012 Mh 10 50 (12W) 4A 
GFY 50 2 13 20-350= 50 10 
GH1D . 200 50 
G13-M 750 100 . 1A 
Gl 4-M 2mA 60 . 1A 


GI] 5-.M 750 230 . 1A 
GJ 6-M 1,5mA 140 . 1A 
GK 101 4 . 0,5-5 . . . UB21)A;5pF 62) 
GK 501 » 0,5nA > 60= . E . UB21)0,8 pF 

GM 290 > 20= so . 150| Tx 


GM 378 > 0= 50 P Tx 
GM 656 > 20= 50 . Tx 
GP? R . . - 5 . s.Fotohalbl. 
GP-2B5 . . . . . B . Al 
GP-2 B10 s P B . A « . . Al 
GP-2 B20 . ® R . « . P . Al 
GP-2B30 . . . . . D . . Al 
GP-6C5 . . . . 5 r . . Al 
GP-6C 10 . . . . . ° . s . Al 
GP-6C20 F . . . . . . R d Al 
GP-6 C 30 . . . . . . “ . . Al 
GP 10 r er. . . . . . . . R s. Fotohalbl. 
GP 16 s nr MB: . s n s d s. Fotohalbl. 
GPT B . . R ° . . . B . s. Fotohalbl. 
GPM1.. F £ (90) NE 
GPM2..  Gp :  . (90) NE 
GR 506 s 0 50 350ns 150 Co12),-R: 13) 
Ss 
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"0 00000 00: I “Too 000-4” 
B 
Du 


bis bis 
GR 4006 300 350ns 150 Co 12), -R: 13) 


GR 510 50 350ns 150 Co 12), -R: 13) 
bis ' bis 

GR 4010 s 300 350ns 150 Co 12), -R: 13) 
GS 109, B-D Ga 15 1,54575j| VH73)1 

GS 111, B-D Ga . 15 127585 VH73)1 

65 112, B-D Ga B 15. 1,27585| VH73)1 


I3Fag 90 009:0°> 
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Transistoren GS 121, B-D... GT-123 


ı 2 as |6 oo In 12 j13 
K |Typ Ab 'Fo \Awilr N Imax |Umox| fg 
| mA |V mA V IMHz 
T —— 
T G5121,B-D Ga Lm sX 100 0,5 15 28-162=. 100 20 1045 80 VH73)1 
T 612 Ga Lm sX 10 0515 B= . 10 20 . 80 VHi 
T 6s501 G Üs dd) 0 3 35190=150 400 15 {1 75 T1 
T 6s502 ‘G Ü is (9) 0 3 35-10=150 400 15 [1] 75 TI2 
T 65504 ‘ ls (9) 0 3 3510-150 40 15 [1] 75 TI6 
T 6S506 G Kos () 0 10 “0-85 10 15. 75 TI 
T 65507 G Ks () 0 10 00-855 30 15 . 75 TI1 
D GSBBAA Ib Di) io 1 151 150 30 6 60G 90 NEO,3PF 
D GSB1B,C )b Dy’&) 1m 1 1 A 150 30 6 100G 90 NE0,25 pF:-C:140G 
D GSB2 Gb DI VMO 1 1 14 10 40 11 40G 90 NEOAPF 
D GSB3A Gb 3) 4A) I 1 151 10 30 6 60G 90 NE 
D GSB3B Gb 38) 4) 10 1 1 1 10 30 6 100G 90 NE 
DGBIC Gb MAI 1 1 A 150 30 6 140G 90 NE 
D GBI Gb Ca'sc 10 1 50 6 E 15 6 Sns 9%j NE 
d GSD1,5/20 Gp Ad XZ 1,5 1 200 100 30 200 50 70 TK 
d GSD2,59 Gp Ad G 25 1 10 50 90 50 70 TK 
d GSD2.5/15 Gp Ad XZ 2.5 1 300 100 30 150 70 TK 
d GSD4/10 Gp Ad XZ4 1 500 100 50 100 500 70 TK 
d GSD4lI2 Gp Ad XZ4 1 500 100 50 120 70 TK 
d GSDSR  Gp Ad DMS 1 43 2 2 70 TK 
d GSDS%  Gp Ad DMS 1 800 30 20 40 70 TK 
d GSDS6_ Gp Ad DX5 1 30 10 so 60 500 70 TK 
d GSDS%O Gp AdD 5 1 5 40 50 70 TK 
d GSDS/1 Gp Ad MDS 1 7 10 30 60 500 70 TK 
d GSD5/109 Gp DP . 2 L ne Bo: II STK 
d GSDS1% Gp . DP. a. : H 400: u: 
d GSDS0S Gp . DP. ? es; U TK 
d GSDS/16 Gp . DP. N ä mot. E SIK 
d GSDS161 Gp . P . u 2 u 3. ” IK 
d GSD1S% Gp Adn 15 1 30030 2 3° do so . TR 
d GSDS0R Gp Adn 50 150020 > 20 SO . TK 
T GT Gi Le Ns (1) 4,5 70 20 (125) 10 9 08 75 Al 
Tor? Gi Le Ns (1) 4,5 120 40 (125) 10 9 08 75 Al 
T 6T3 Gi Le Ns (1) 45 180 60 125) 10 9 ı 75 A 
D GT“ =“ 02. GE : 2 4045. . EC) 
T GT4 Gi le Hs (1) 4,5 30 30 10 10 9 4 75 A 
T 62 Gi Le Hs (1) 45 60 60 10 109 6 75 A 
T 6T4 Gi Le Hs (1) 45 10100 10 10 9 9 75 Al 
T GT% Gi Kl Hs (1) 45 15 30 (100) 10 23 4 75 A 
T GT4 Gi Kl Hs (1) 45 15 60 (100) 10 3 6 75 Al 
T 64 Gi Kl Hs (1) 45 15 100 (100) 100 235 9 75 A 
. GT-66 uw ... Bar 8 m 2 ED a: - s. Folohalbl. 
T GT-% Ga li NB. 40 50 1505 ER 250; rar 
t GT-75 Ga . UN) 456 150 125 100 (25) 85 GT 
T 60T. Ga Li NB() 45 6 50400 150 10 3 . 85 GIGTAL2NES 
1 GTBH Ga MoN (i) 456 8 (0) 50 50 (12) 75 GT 
t GTBIHS Ga Mo NUN) 456 12 150 200 (25). 85 GT 
t GT G; wi NUM 48 150 125 100 (25) 85 GT 
ı 6T-83 Ga . sX (1) 45 10 40dB 125 200 (25) 0,7 85 GT 
t 61-87 Ga . sX (1) 45 10 36dB 125 200 (25) 05 85 GT 
t GT-88 Ga . sX (1) 4510 MdB 125 200 25) 1 85 GT 
1 GT100 GB: =P Net 1,5 b 100 50 2= 70) Ro 
T 6T-109 Ga Mo PB (1) 45 6 80450 150 100 (25) . 85 GIIGT 
T 67412 Ga . sX (1) 45 10 80 125 200 (25) 15 85 GT 
T 61123 Ga Li sX U) 45 6 30-150= 10 200 (20) 5 85 GIIGT 


GT-132...GW 120 Dioden u 


1 12 13 14 115 
Imox Una« fg Ifmax Bemerkungen 
mA V  |MHz |°C 
T Run, EN reg Des IEGT 
T GT-153 g x 200 (30) . 85 GT 
T GT-167 Ga . X (1) 200 (25) 5 8 GT 
T GT-2110H Ga . N (1) 50 (12) . 75 GT 
T 6T22 Ga . NU (1) 100 (12) . 85 GT 
T GT-229 Ga U Ad) 200 (10) . 85 GT 
T GT-269 Ga . sX (1) 200 (25) 4 85 GT 
T GT328 GP Lm’’ VA (10) 10 (15) (90) 55 Ma 88) 7 
T G6GT29A GP U’ rV (5) 15 (10) [4G]) 5 Ma7 
T 6T3WB GP LU ıv () 15 (10) 4G] 55 Ma7 
TGTM9C GP LI rV (5) 15 (10) [4G] 55 Ma7 
T 66T Ga .„ sl 6A . - 11-35 6A 60 » e SL 
T GT4uu Gas 1slı 3A 5 = 18-60 40W 3A 60 F & SL 
T GTus Ga . sl 6A ® = 11-35 4KOW 6A 36 H = SL 
T GTW26 Ga . sL 3A ® . 18-60 40W 3A 36 . “ SL 
T GT-758 Ga sX (1) 455 45 100 200 (20) 0,5 85 GT 
T GT-759 Ga . sX (1) 455 20 100 200 (20) 3 85 GT 
T GT-759R Ga Mo sX (1) 456 25 9 100 (12) 2,5 75: GT 
T GT-760 Ga . x (1) 45 1 40 100 50 (15) 5 85 GTz2N11 
T GT-760R Ga Mo H (1) 456 W 9 100 (10) 5 73 G 
T GT-761 Ga! @, x (0) Rss tı 275 100 50 (15) 10 85 GTz2N113 
T GT-761 R Ga Mo H (1) 456 70 9 100 (10) 11 75 GT 
T GT-.7&2 Gast X: 45 1 100 100 50 (6) 20 85 GTz.2NI14 
T GT-762 R Ga Mo H (1) 456 120 90 100 (6) 17 75 GT 
T GT-763 Ga . sX (1) 451 120 100 50 (6) 30 85 GT 
| T GT-764 GaT »..:8%0 (1) 45 5 200 100 200 (20) 25 8 GT 
‚t GT-792 Ge .. 35 Dr 37-160= 100 100 (20) 4,8 8 GT 
|t GT-TRR Ga MoH . „6  30dB 90 „ 10 5 75 GT 
t  GT-903 Ga . X 1) 02m 35-70= 100 200 (20) . 85 GT 
t GT-04 Ga x 1 02 >30= 100 20 (20) 4 75 Gr 
t  GT-4B . . ® = = . . a “ . ° GT 
t  GT-9%5 Ga . sX [1] 02 20-40= 100 200 (20) . 85 GT 
t GT-97 Ge 290 0,2 >W= 10 200 (15) . s; Gr 
1. GT-I8 Ga . X [1] 315, >30= 100 200 (20) 4 85 GT 
t  GTIMBER Gi MoH . 0 1672054 9 . 103 73; "GT. 
tr GT-949 Ga . xX {1] 3,5 >30= 100 200 (30) 0,7 85 GT 
t  GT-1200 GI “ . a . s R “ . . B GT 
t  GT-1201 Gi . 4 . g . - ® . . . . GT 
t  GT-1202 Gi . . . ® S N F . . * GT 
t GTA bis GTS s. 9. Auflage 
t .GTV 6]: '16) N». Sr. 20 100 sc 6 s a Ro # OC 602 
D GU1A100 G 16) LG 50A 0,25. R 4W 150A 28 a 75; Wh 
D GU2A100 G 16) LG 50A 0,25. 5 4W 150A 56 n 75ji Wh 
D GU3A100 G 16) LG 50A 0,25. % 4W 150A 85 » 75j Wh 
D GU4A10 G 16) LG 50A 0,25, a uw 150A 113 . 75; Wh 
D GUS5A10 G 16) LG 50A 0,25. AW 150A 141 . 75j Wh 
d GW20 G _cCıD 2 1973073 . 40 25 70 Ro 
d GW4o G cCcU?2 1800 50 40 60 70 Ro 
d GW60 Gp ICH.’ CH 3 } 100 50 R 40 80 70 Ro 
d GW» Gp CI MG2 1 500 100 20 100 70 Ro 
d GWı100 Gp- Gt .h. v1 1 500 120 s . 150 . 70 Ro 
d Gw 101 GpcıD 2 1550 73 3 255 107 [1] 70 Ro 
d GWw1in Gp CI HD2 1 30 3 R 4 22 r 70 Ro 
d GW 103 Gp CI HD2 102 103; ° 40 15 1G 70 Ro 
d GW120 Gp CIM 1 1800 150 Fi 3%. 150. 70 Ro 


Transistoren GW 203... hpa 2302 


T 


lo In 2 13 

‚mar Unos|fo 

ImA V  IMHz |°C 
Io 1 
TEE 70 


-=000 oo00o 


„-a aa aaaa aaaaa 


bis 

0,6 2mA 200 . ; i VH 
. . . . . . s. Fotohalbl. 
s. Fotohalbl. 
ae. s. Fotohalbl. 
Yirstas Sc 62) 
5 20-40= 
0,975 


0,950 

0,975 
15-.45= 
30-90= 
25-100= 750 


45 5 25dB (30) 

1 0,1 100 : 
HAR-15 101 150 
HAR-20 10,1 200 
1 
1 
1 


44-47 


HB-1 5nA 3,5 


HB-2 5nA 10 

HB-3 10nA 20 
‚4 HC- bis HG-Typen s. 9. Auflage 

HGR-5 Ss Cr’! UG 1A 1,1 10 50 

bis bis 

HGR-40 5 Cr’ UG 1A 1,1 10 400 


HJ 15 

H117D 
H22D 
H23D 


HJ 32 ETERERE a - ie IP 2N370 
HI 34 2 >; er: ; un u: .  P=Z2N?70 
HLS .. a - ; £ ... Hf66) 
HMP 1 sd Eb’G 500 Fe 2 : NS, Hr 
HMP1A  Sd Daqa’G 500 ge NS, Hf 
HMP2 sd Eb’ G 500 ; s ’ NS, Hi 
HMP2A  Sd Da’G 500 Er 3 NS, Hf 
HMP 3 sd Eb’G 50 . NS, Hf 
HMP3A  Sd Da’G 500 er E ; NS, Hf 
HMP 4 sd Eb’ G 500 & ; ; NS, Hr 


HMP4A  Sd Da’G 500 a? » NS, Hf 
HMP 5 sd Eb’G 50 ER } : NS, Hf 
HMPSA Sd Da’G 500 : : NS, Hf 
hpa 2301 SEp Cr’ VX 1 HP'84) 1 pF 
hpa 2302 SEp Cr’ VX 1 : HP 84) 1 pF 


t 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
E 
IE 
% 
Tr 
T 
T- 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
D 
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hpa 2303... HW 91 Dioden u 


ı 2 3 ja Is |e |7 la Io oo m | 1 |ıs 
K |Typ Ab [Fo Awlr Ur I, Us,/B N Imax |Umax fmox |Bemerkungen 
| | mA |V |uA|v/- mW ImA |V de 
r 
D hpa 2303 SEp : Cr’ vxX 1 0,4 0,5 15 125 35 i 2 . 125 HP84) 1,2 pF 
D Dec 2350 SE .- UV. . . ü . . . . . HP 84) 62) 
IL} 
D hpa 2374 SEp . UV. B . . . . . . . HP 84) 62) 
D HPS160 Gp . sH 10 1. . ö ...<20 0,8ns . Hu 62) 
D HPS 1672 G . sH 10 1 . . . . <20 0,805 . Hu 62) 
D HR2A Ss ci’ G 1A 1,1 10 200 B 600 200 . 150; Hi 
bis bis 
D HR2D s Ci’ G 1A 1,1 10 1000 . 600 1000 . 150j Hi 
Z HR2.3 s CZ Pa | 400 5 2,3 60 . Hf + 5% 
bis bis 
Z HR 11.0 Ss ui = is A 400 5 117 30 . Hf + 5% 
D HRSA S Dr’ G 400 1,1 10 100 2 400 100 . 100j Hi 
D HRSB Ss Di’ G 400 1,1 10 200 n 400 200 . 100; Hi 
zZ HS-6 Ss zZ « „20 0,35 . 20 0,743 025 Hf +5% 
bis bis 
zZ HS-14 Ss BEZ > . 20 1,4 N 20 3,10 12 0,20 Hf + 5% 
D HS10-400 5 Gr’ LG 124 0,83. 400 mKf: 12A 400 1k 140 Hr 
D HS10-600 5 Gt’ LG 12A 0,83. 600 mKf: 12A 600 ik 140 Hr 
D HS10-80 SS Gr’ LG 12A 0,83. 800 mKf: 12A 800 1k 140 Hr 
D HS20-400 5 Gy’ LG 4A 0,83. 400 mKf: 24A 400 1k 140 Hr 
D HS20-600 S Gs’ LG 4A 0,83. 600 mKf: 24A 600 1k 140 Hr 
D HS20-800 S Gy’ LG 4A 0,83. 800 mKf: 24A 800 ik 140 Hr 
D HS30 Sa 16) G 350 13,512 5kV . 350 5kV [3kK] 150 Fi 
D HS31 Sa 16) G 350 19,517 75V . 350 7,5kV[3k]) 150 Fı 
DHS2 Sa 16) G 350 23 22 10kV . 350 10kV [3k] 150 Fi 
D HS45-400 SS Gy’ LG 53A 0,83. 400 mKf: 53A 400 ik 140 Hr 
D HS45-600 5 Gs’ LG 53A 0,83. 600 mKf: 53A 600 ik 140 Hr 
D HS45-800 SS Gy’ LG 53A 0,83. 800 mKf: 53A 800 1k 140 Hr 
D HS 150-600 S 16) LG 1254 . 800 mKf: >125A 600 ik 140 Hr 
D HS 150-800 S 16) LG 110A . «600 mKf: >110A 800 1k 140 Hr 
D HS 150-1000 S 16) LG 85 A . «1000 mKf: 85A 1000 ik 140 Hr 
z,d HS 200 bis HS 3110 s. 9. Auflage 
D HSC1...30 $ „.- @% . 1-30kV 100 1-30kV . . Hu 
T HT10 SP Lm sH 03. >tu= . . ß 25ns .» Hu 62) 
T HT10 SP LmsH . 03. >= . . . 25ns » Hu 62) 
T HT 400-1 SP LmU . 15 - >20= . . . 0) » Hu # 2 N 1889/90 
E HT-1077 . Dw 67 . - 60 . . . . . Hf 
D HTSS-A Ss 16) G 500 30 5 5kV ö 500 5kV . [100] Al 
D HTS 10-A Ss 16) G 50 38 5 10kV . 500 10kV.. [100) A} 
D HU-5 Ss Lm sz 0,5 0,25 1mA 0,8 0,9 2,5 200 Hf31) 
D HU-5A Ss Lm sZz 0,5 0,25 1mA 0,8 0,9 2,5 200 Hf31) 
D HU-10,A Ss Lm sZz 1 0,25 1mA 0,8 1,8 5 200 H131) 
D HU-25,A 5 Lm sZ 2,5 0,25 1mA 0,8 4,5 12,5 200 Hf31) 
D HU-50, A 5 Lm sZz 5 0,25 1mA 0,8 I 25 s . 200 Hf31) 
D HU-75,A Ss Lm sZz 7,5 0,25 1mA 0,8 13,5 37,5. . 200 Hf31) 
D HU-10,A 5 Lm sz 1 0,25 1mA 0,8 18 so Ö D 200 Hf31) 
T HVT200 . Lm’sU 5 . B >20= 350 . 200 (6) . MS 62) 
bis bis 
T HVT 1000 . LM’sU 5 . . >20= 350 . 1000 (6) . MS 62) 
T HVT 2006 . IM sU . . . >20= 350 5 40 . . MS 62) 
Z HW6.8 Sö BAZ . . . . 1W 37 ° 68 3,5 0,03 Hf50). 2 1 as 
bis bis is 
zZ Hw91 sd; BAZ ; . . . 1W 28 91 250 0,095 Hf50).- 1 N 3043 
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Trassaran 1B 000... KA 501 
89 110 n 2 ha 114 Iıs 


| | | 
I, Us,/B N max |Umax fo mox Bemerkungen 
uA|V/- mW ma |v |MHz °E 
T T 1 ’ Meer 
50 50 . 70 Lu/Bd 
bis 
20A 400 . 55 Lu/Bd 
75 5kV . 100 JR 
60 10KV. 100 JR 
e 3 Oins. Jc 


3 Oins. Ic 
12 05n. Ic 
2,5A 100 [ik] 140j In 


D 18.000 
bis 

IB 516 C 
IC5 

IC 10 
ID 2-050 


ID 2-050 T 
ID 10-050 
1$ 2,5-100 
bis bis bis 

15 45-800 45A 800 [ik] 140j In 


ITT600DPD 200 4ns 150j In 
ITT601DPD 200 6ns 150) In 
ITT 700 50 0,7 ns 150} In 1N 5220 
ITT 77 U 50 750 ns 150j Jn 


3-05 1A 175 
bis 
3-10 
J50 
bis 

] 600 


IK IA 
IK9B 
IK 10 
IK 10 
IK 11 
IK 1 
IK 1 


[7 letz nun 1 


2 


vu 
”v 


1A 


175 
500 . 


BESIEN assı 


202000. 


D- . 500 
0,33. 1,2 


g ra aan 


0,38. 2 0,6 
0,46. 2 7 0 


2 
w 
2 Mans 
ou 


uu 
=o 


0,46. 290 
.  0,17290 
0,48. 300 

0,71 300 


0,49. 310 
1,88 310 
0,71 320 
» 0,71 320 
0,2 10 0,2 


So 
von oauu 
©: 


> nm>o>u >u> 
"aa on noao0o0 v» vu 


“u 
ek 


oooo 


SA=2xJK30A, In 
SC 1,12; 90pF #In 


TK 

Co 78) 
Co 78) 
Co 78) 
Hr) 


<2,7100057 . Hr1) 
<2,71000,57 . 2. HM) 
<2,7100057 . HM) 
>025. 5 ” ; Hr) 
0,650,1 10 ö Tl 


+, . . 5 TI 15-30 pF 

4% . . . TI 25-50 pF 
“ 30 . . . TI 73) 4) 3,8-5,5 pF 
10 13. .50 TI 
10 1 .5,,5100) TI 

ONE TI 35-40 ...45 pF 

KA 220/05 500 4,2 10 700 h . . TI 
KA 236 Vs 10 1 0,1 30 TI 
KA 290 Ch HD 0,5 0,5 500 1 Tin = 20..70% 
KA 501 TGEI UF, ee [ER (+) . £ . TI 64) 4) ws 


una Duaaa sauna, 
.NNon Nana» DAnNAND 


o 
Ss 
o 


OR HARRIS S« 


O00D00 00000 00000 0000a ommmm mmmmm mmmmm 0 00 0 0000 DO 000 0000 
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KA 502... KS44 A,B Dioden und 


3 Is je 7 9 lo In ls Is Jıs 


| u | 
Ab Fo Awlr Ur \Isp Usp/B IN Imax ‚Umaxfg  |fmax|Bemerkungen 
| Ima |V IuAlV/- mW ImA V  |MHz ec 


D KASO2 SAU EN a 700 2 50.7.4457; [I Ti&4) ge 
D KAS503 ee) 11,5 200 5 so 25 . .. Ti4)bl 
D KAS04 5 Er U $ Is. _ 100 x so 115 . g TI 4) gn 
T KC147 SP TI N (2) (5)15nA 125-500 200 100 45 (150) 125j TI 
T KC 148 SP TI N (@) (5)15nA 125-500 200 100 20 (150) 125j TI 
T KC1W9 SP TI N (2) (5) 15nA 240-900 200 100 20 (150) 125j TI1 
T KC507 SP LmN (2) (5)15nA 125-500 300 100 45 (150) 175j TI1 
T KC508 SP Lm N (2) (5)15nA 125-500 300 100 20 (150) 175j TI1 
T KC509 SP Lm N (2) (5)15nA 240-900 300 100 20 (150) 175j TI 
T Kc510 S  Ls AA (0,1) (10)0,1rA25= 800 600 30 (330) 200) TI21)69 
T KCZ58 S Ls AA (0,1) (10) 0,0150= “0 50 30 . 175j TI21) 69 
T KCZ59 2 S Ls AA (0,1) (10) 0,01 25= 40 50 30 . 175) TI21)69 
T KD601 S Mi L (100) (6) 10mA> 1 35W 10A 24 L[10) 200 TI 
T KD 602 S Mist 4A 2 2 1550= 35W 8A 110 (0,5) 155j TI 
T KD610 N SmA. 35W 104 % . 200; TI43) 
F KEWIE Si SA Va [100] 0 . >4 z 5-15 . [400] . UB, CD; A;4pF 
T KF124 S TI sH (1)  (10)0,8nA 130= 220 30 20 (260) 125j TI3 
Tr KF125 Ss TI sH (1) (10)0,8nA50= 220 30 20 (230) 125j TI3 
" KF 167 S LmsH (4) (10)03 236= 130 25 30 (250) 175 TI9 
KF 173 S ImsHM () 03 38= 260 25 25 (400) 175 TI9 
KF272 SP Lmv () (10,01 60= 150 10 35 (900) 175 TI7;Rz:7dB 
KF 503 SP Li sH (10) (10)0,5 80= 700 50 100 (150) 175, TI 
KF 504 SP Li sH (10) (10)0,1 80= 70 50 160 (150) 175 TI 
KF 506 SP Li sH (10) (10) 0,01 35-125= 800 500 50 (60) 200j TI 
KF 507 SP Li sH (10) (10)0,5 35= 800 500 32 (50) 200| TI; Kpl: KF 517 
| KF 508 SP Li sH (10) (10) 0,01 90-300= 800 500 SO (70) 200j TI 
| KF 517 SP Li H (10) (10) 0,5 35= 800 600 30 (30) 200| TI; Kpl: KF507 


KFS17 A SP Li H (10) (10)0,5 35-120= 800 600 30 130) 200| TI 
KF517B SP Li H (10) (10)0,5 90-300= 800 600 30 L[30) 200 TI 


KF 520 9 Hd U [5) 0,3 30030 30 . 175k TI 30 
KF 521 SS LMU „ - 11)23,5 10 10 20 . 150k TI4S 
KF 524 5 Im sH (1)  (10)0,8nA75-750=145 30 20 (350) 175j TI9 

KF 525 s Lm sH (1)  (10)0,8nA 34-140=145 30 20 (350) 175j TI9 

KF 551 I bs uU 15) 1,5 110 25 30 T121) 71 


KFY 16 LH (10) (10) 0,01 35-125= 800 500 60 (50) 200; TI; Kpl: KFY 34 


S 

s 
KFY 18 Ss Li H (10) (10) 0,01 90-300= 800 500 60 (50) 2001 TI; Kpl: KFY46 
KFY 34 Ss Li H (10) (10) 0,01 35-1235= 800 500 75 (60) 200j Tl: Kpl: KFY 16 
KFY46& > Li H (10) (10) 0,01 90-300= 800 500 75 (70) 200 Ti; Kpl: KFY 18 
KFZ 50,51 > KF 520 + KC 508 TI {Ls] 21) 43) 
KFZ 52 =» 2x KF 520 TILLs] 21) 72 


KFZ 53,54 > 2x KF 520+ 43) TI 87) 
KFZ 66 Ss Lt 43) 100 10 0,052-20000=2,6W 500 30 (30) 200 TI, mKf21)55 
KFZ 68 s Lt 43) 100 10 0,057-70000=2,6W 500 30 (30) 200j TI, mKf21)55 


(AHZ ZEAH-H Az4Hz 24444 444: 


KR. TI Fotohalbl. 
Z KRSO,R Sa iGatZz\. 0. mKfi: BW 506.15 = - Fi 13), R: 12) 10% 
Z KRSI,R Sa GqaZz . en, mike BW. ED . . Fi 13), R: 12) 10% 
Z KRS52,R Sa Gq’z 0. mKfi: BW 22 5 0,09 Fi 13), R: 12) 10% 
bis bis 
Z KR60,R Sa. iGg’Z, .. . 5 .mKl: BW. 50 100 30 0,12 Fi13), R: 12) 10% 
D KR205 SV Cu iC 10 6 1mA2+4 150 1A 90 . 1235 TI 
D KR206 sy _ cyr.ic 10 6 1mA32+4 150 1A 36 . 125 TI 
D KR207 SV Cv ic’ 10 6 1mA3B+4 150 IA U . 125 TI 
Z KS30A,B Sa En R Me 150 5 3,3 110  -0,08 Fi 51) 
bis bis 
Z KSMAA,B Sa EnR . we. 150 3 12 25 +0,09 Fi 51) 
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Transistoren 


s |6 
Aw Ir 
ImA 


oo /n 
IN max |Umax| 


8 9 


12 1 
Ur |Isp | Usp/B 


f 


3 
g 


MHz 


KS 500...KY 712 
‚14 


fmax| Bemerkungen 
SC 


KS 602 RA 
KSY21 
KSY 34 
KSY&2A 
KSY62B 
KSY 63 


KsY 71 
KSY 81 
KSZ 62 
KT 307 A 
KT 307B 
KT37C 


KT 307 D 
KT3Ü9A 
KT319B 
KT319C 


KT 501 
bis 

KT 505 
KT 606 A 
KT 701 
bis 

KT 705 
KT 710 
bis 

KT 714 
KT7n 


KT 773 
KT 774 
KT 904u A 
KT 904 B 
KT97A 


KU 601 
KU 602 
KU 605 
KU 606 
KU 607 


KU 608 
KU 611 
KU 612 
KUY12 
KY 130... 


KY 701 
bis 
KY 705 
KY 708 
bis 
KY 712 


7 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
ir 
T 
T. 
T 
ni 
T 
u 
T 
T 
T 
I 
T 
D 
D 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
T 
U 
T 
m 
TR 
T 
T 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
D 


vn vun vv wnunnun wunuun 


pP ImsH a0" 


Gn’LG 6A 
Gy’ LG 190A 
Gy’ LG 


"LG 
s 


190A 


6A 

(10) 
(30) 
(10) 
(10) 
(10) 


s (10) 
s 30 
43) 0,1 
102) 10 
102) 10 
102) 10 


102) 10 
102) (1) 
102) (1) 
102) (1) 


YL 17 


s 
s 
s 
s 


YL 
Nu VL 
GL’ YL 


1 
so 
GL YL 
GL’YL 


so 
20 


GL’YL 
iY 


iY 
I 
Nu VL 
Nu VL 
Nu VL 


Mi sL 
Mi sL 
Mi sL 
Mi sL 
Mi sL 


Mag sL 
Maq sL 
Mq sL 
Mi sL 
DV’G 


Fo G 


20 
50 


50 
50 
200 
200 
400 


(200) 
(200) 
(8A) 
(7A) 
(8A) 


(500) 
(200) 
(200) 
(500) 
300 


1A 


1A 
10A 


Fo G 
Gx G 


Gx G 10A 


Imw Ima IM 
"300 "200 
. 6A 


V|uAlV/- 
(10) 0,5 20= 
1,2 1mA. 50 
bis 
25 
bis 


1,2 S5mA 50 
bis 
1,2 5mA 1200 
1,2 1mA. . 
(1) 25nA 30-120= 
(10) 0,07 10= 
(1) 0,5 20-60= 
(1) 0,5 30.300 
(1) 25nA 30-120= 


(1)_0,4 40-120= 
(0,5)0,08 40-15: 
5 625 


65W 50A 


65W 


5 
5 
5 
5 
5 


= #440 0000 


{=} 


8 83a 


200 


400 
600 
40 
40 
65 


so 
80 
80 
60 
80 


250 
50 
80 
(210) 
1000 


28 1,5mA 3,5 
28 1,5mA 3 
28 2mA 3,5 


(6) 50 20= 
(6) 50 °20= 
(1,7)1mA10= 
(0) 1mAS= 

(1,7)1mA 10= 


(10) 1mA3 

(6) 50 20= 
(6) 50 20= 
(1,7)1mA10= 
1 10 80/1000 


1,1. 350 80 
bis 
1,1. 350 700 
1,1 60 100 
bis 
1,1 60 400 


bis 


bis 


as)} - 


(300) 200j 


[4G] 
[46] 
(750) 


110] 


3) 
3] 
[10] 
110] 
13] 
ik 


um. 


20. 
30. 


120. 


"200; 
175 


150 


150 
175 


Tı1 
IT 


Co 12), -R: 13) 


Co 12), -R: 13) 


IT 

TI1 

200| TI1 
ji TI1 
ji TI11 
ji TI11 


ji T11 

j T11 

ji T121)55 
Ma? 
Ma2 
Ma2 


Ma 2 
Ma5 
Ma5 
Ma5 


TI119) 1 


T119) 1 
Ma 47) 1 
T119) 13) 


T119) 13) 
T119) 13) 


TI 19) 13) 
TI 86) 


TI 86) 
TI 86) 
Ma 47) 1 
Ma 47) 1 
150| Ma 47) 1 


155j TI, mKf 
ji TI, mKf 
i Tl,mKf 


120; 
120 


155j 


155j 
155j 
155j 
155j 
100 


105 


KY 715...LT 5153 Dioden um 


a Js Is le I Is P lo In h2 ha I Iıs 


\Ab |Fo |AwlIr |Ur Is Us,/B IN (Kia Umax fo Ih Bemerkungen 
I I | ma |v [wa fmw ma |v_ Im IK 


T T 

20A 1 100 100 mKf: 20A 30. . T113) 
bis bis 

20A 100 400 mKf: 20A 120. . TI 13) 

1A 350 80 F 1A Um. > TI13) 
bis bis 

1A 350 700 . 1A 220. ; T113) 


500 10 10kV . 500 10kV4k ; Ti 
20A 100 50 x 4A U . e TI 13) 
bis bis 
100 400 % 4A 360 . . T113) 
50 : “6... R TI12) 
bis 
360 . “ T112) 
69 .... TI13) + 0,9 V 
bis bis 
30 . T113) + 3V 
6,8 
8,2 
10,2 
1 12,1 
34; mKf: 62 
bis 
34; mKf: 90,5 
30 


6,65 
7,75 
8,75 10 
9,75 12 
11745 


12,6 18 R 

8,25 15 10-"/°C 

8,25 15 10-*/°C 

8,25 15 107°/°C 

s UK . LD 2 = 904 nm 


JO. x a . R UK. LD A = 904 nm 
Ne En x a 3 . Fotohalbleiter 32) 
LM’ Z’U 10 2,4-5,6 5-15 [-3,3] NC 65) 

Ge LG. . . . . . . cB 

„) Ns . . R . 80 . . CB .2.2N158,CK 311 
bis 

4) Ns . “ . . 20 . . CB #2N158,CK315 


Zr: re . . . . . CB #2N 1041 
. , < Part: . . “ . CB £#2N 1041 
M)L . ze aA: » (30) 


No’L . Fin 2 m d (30) 
M U... . er, . (30) 


LT 5032 #2) Es es I . (60) 
LT 5033 No'L . ee . 

LT 5034 Mi L 

LT 5045 Mi L 

LT 5091 42) L 


LT 5092 No’L 
LT 5100 2) L 
LT 5101 No’ L 
LT 5108 Mi L 
LT 5153 2) L 


NN NNNNNN NO 00 00 


vo 


> syunuu wwnuun vn vwowmwn u vo vu wno vn oo 
Srmnn NNNNN 


. 0 
Y 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
y4 
z 
z 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
74 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
D 
D 
z 
t 
FE 
T 
T: 
AL 
T 
T 
T 
I 
T 
T: 
T 
T 
T 
U 
T 
T 
T 


Transistoren M1...MA-418 


8 19 lo In 12 
Is, \Us,/B |N fi [Umox 
Ba EB a LEER ae 

d Mi Se G 10 5 1695 3 u 65 e p 
t Mi E ß : 3: P SH =, AFY 10 
d MIN } ce . -  TP#1N 
t M2 : > E en: - SH 2 AFY 11 
4 M3 Se G 1,2095 45MNS5 “0,1 SC 65pF 
D M4HZ sd Cv G 400 1 200 400 . 400 400 . 150j Co 78) 
D M6HZ Sd Cv G 400 1 200 600 ? 400 600 . 150j Co 78) 
D M8SHZ sd Cv G 400 1 200 800 . 400 800 . 150j Co 78) 
DMIOHZ S CvG 150 2 20100 . 150 1000 125 Co 78) 

bis bis bis 
D M3OHZ S Cv G 100 3 100 300 . 150 3000 125 Co 78) 
D M12 sd Cr G 20 1 150100 500 200 100 150 Co 

bis bis bis 
D M102 sd Cv G 200 1 150 1000 500 200 600 . 150 Co 
D M14 sd Cv G 40 1 15 10 1000 400 100 . 150 Co;M242.1N 645 

bis bis bis bis | 
D M104 sd Cv G 40 1 50 1000 1000 400 600 150 Co;M64.2.1N 649 
- M35BYY 5. BAY 66 
D MI15K S 5Sz UG 250 3 50 150 . 250 1500 . 150 Cs, Sc=1N 3283 
D M20K S Ms CI 0 AU, °. 250 2kV 150 Cs, Sc 

bis bis 
DM3OK 5S $Sz G 250 60 50 30KV . 250 30KV. 150 Cs, Sc 
M M 100 S Lmu 1omn [SI 1 >1 30 <u520 . -  Sd;B7,5pF 
MM 101 S Lmu 100 [B] 1 >15 30 412 20 . -  $d; B7,5 pF 
M M103 SL Lm”sU [100] [6] 0,2 - : u: -  Sd;C2pF 
M M104 SL Lm”sU [100] [6] 0,1 . . = -  Sd;C0,5pF 
M M 106 SL Lv+ UP [100] [6] 0,2 - - u ER : -  Sd=2x M103 
M M113 RE 3] 400 . - EM : - Sd;C65) 62) 
M M119 m me, [6] 230 . -  08nA 75 . -  8d;B62) 
D M150 Ss 1)G . : £ s 150, 5 ,- a. 
D M405 Ss CvG 50 4 1 AV E 50 AkV. 0,65 
D M500 sS1I)G . er 3 : so. u ST; 
D M505 Ss  @rG@30t Ste ;SKV . so 5kV . -.C0,C5 
M MS511 SL Lm”sU [1nA] [6) 10 . B en) -»  Sd;C2,5 pF 
D M605 a a oe ra De 3°, R so 6KV . A Sic 
T MAI Ga KB’MO 1 a ee B0:150 7, QSn 6X; 200 = SP) 
T MA2 Ga KB’MO 1 0. 40450. 205 3, 20) Ye isp 
T MA 39 Ga KBsH (0,5) 3 10 155 28: E50, 69 . 85j Se 
T MA393A Ga KB sH (0,5) 3 10 155 235 50 10 . 85j Se 2N 1122 
T MA33B Ga KB sH (05) 3 10 15 235 501%. 85 Se 2N1122A 
d MA-400 $ . NM. a ’ „002.106 . MA;Mv S6dB 
d MA-401 5 Ga'VM; on’ . a MA 
d MA-402 ® = VM. ee 5 2 © 02.1166]. MA,Mvs 6,5dB 
d MA-407 4m VM. Eee are : 202.106 .  MA;Mv S 6,5dB 

bis 
d MA4OV,A .  . VM. RE . = 02... BG] - MA:Mv Ss 5,5dB 
d MA-4O9AM .  .  VM. Se} e 0.2... BG] . MA3T)= 2 x MA4O9A 
d MA4OIAMR.  . VM. 2 : = 02...BG] » MA;ZMA409AM,35) 
d MA4HOIAR .  . VM. TEE : 0... BG] . MA35) 
4 MA4U9M .  . VM. Br R © 0....BG] . MA37)2.2%xMA409 
4 MA4OIMR .  .  VM. ur . “00... BG] . MA;ZMA409M,35) 
d MAUOR .  .  VM. Er A ; 0... BG] . MA3S) 
d MA-414 Sp Dh VM. er > 0. 1106]. MA38)1N149,R 
d MA-417 Sp Dh VD. u L 0.2. BG] . M38)Z1N32,R 
d MA-418 > VD, 2 : - MA MA -408; 38) 
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MA-UB A...MC 916 Dioden und 
112 la 1a 
K [7* \Ab \Fo |Aw Ir 


Dh 


Sk 


Sk 
Sk 
Sk 
Sk 
Sk 


Er’ 
Ei’ 


Er 


SY<Mc iY i Mo 86) 5 V/us 


SV< Me’ iY Mo 86) 5 V/us 
SY<Me iY Mo 86) 5 V/us 
SV GNiY i Mo 86) 5 V/us 
sy GNiY i Mo 86) 5 V/us 
sv 6GNiY Mo 86) 5 V/us 
SY<Mec iY Mo 86) 5 V/us 
SV < Mc’ iY Mo 86) 5 V/us 

- 86) 5 V/us 

e 


MS 62) 


MS 62) 
MS 62) 


d 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
> 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
ıD 
T 
D 
D 
D 
D 


MS 62) 
. Mo 87) 
» MS. FD 100; 2pF 
MS .=. FD 200; 5pF 
150j Pi 


MS 21) 45) 62) 
MS 21) 45) 62) 


MS 1N4SIA 
MSZ1N4B8A 


MS 1,8 pF 62) 


MS 0,3 pF 62) 
MS 2.1 N 629 


bIPIb IPI> 


00000 0000 0 000 o -oo]| 
DIE Ara 


wunun nun: 


Transistoren MER 2304-6... MEZ 3,9 


Bemerkungen 


MCR 2304-6 SV . n; ö “ . 19) 62) 
MCR 2305-6 SV 2 

MD4 

MD 6 

MD8 


MD 10 . . . . . > . 
MD 100 4 10mWs 30 . 60 
MD 110 . N 10mWs . . 60 
MD 120 R . 10mWs 30 5 “ 60 
MD-420 ö = 60 (20) [60] 125j 


MD 499 : F 30 
MD 501 2 2 25 
MD 502 € st 25 
MD 503 h ; 25 
MD 504 3 30 


MD 7011 . . . 40-70 2x1W . . 21) 41) 62) 
MDS 33 . . . . Se 

ME 30 IKV R . Cs, Sc 

ME 60 6kV A Cs, Sc 

ME 120 ARKVI . Cs, Sc 


ME 200 20KkV . Cs, Sc 
ME 8002 0,3 40-200= 700 . (120) 30 ns Co, Cs 
ME 8003 0,3 100-350= 70 . (80) 30 ns Co,Cs 
ME 9001 0,25 40-120= 625 = (40) 30ns Co, Cs 
ME 9002 0,25 30-150= 625 - (30) 30 ns Co, Cs 


MEM 511 f : 4) 150 2,5 ; 0,2nA 30 . Gl;c 
MEM 511 C 3 [4] 150 2,5 : INA . Gl:;c 
MEM 517 3,5130 E 0,3nA 30 . Gl:;c 
MEMSITA SI Li > .B,5]30 ; 0,3nA 30 Gl;c 
MEM 517 ACSJ - .B,5]30 5 15nA23 . Gi;c 


MEM 517 B S] 1,5130 : 0,3nA 30 . Gl;c 
MEM 517 BC S] f 2 E 15nA23 . Gl;c 
MEM S17C 5] : : 15nA23 . Gl;c 
MEM 520 : 0,2nA 30 . Gl;c 
MEM 520 C . \ ; 1A . Gl;c 


MEM 550 . 2 INA . Gl;C21) 
MEM 550 C x . 0,5nA 25 . GJ;C21) 
MEM 551 s . 0,2nA 30 . Gl;C21) 
MEM 551 C “ [4] . INA23S . Gl;C21) 
MEM 554 P . . 20 G]; B 65) 43) 


MEM 554C Lm’VM . 11,5] 50 . e 20 GJ; B 65) 43) 
MEM 556 ImM’U . [4] 700 . 0,1nA 50 Gl;cC 
MEM 556 C Im’uy7, [4] 700 . 0,5nA 45 Gl;c 
MEM 557 Lm’WU . [2] 200 “ . 20 GJ; B 65) Rz: 2,5 d 
MEM 557 C Lm’VU . 2) 200 8 . . 20 GI]; B65) Rz:3 dB 


MEM 560 Im’V . 2] 100 . 0,5nA40 . Gl;C 
MEM 560 C LIm’U . [2,5] 175 . InA35 . Gl;c 
MEM 562 Lm’U . [1,5] 150 . 0,5nA 20 . Gl;c 
MEM562C SI Lm’U ., [1,5] 150 . 3nA 20 . Gl;cC 
MEMS563 SJ Lm’sA . 11,5] 50 . InA 20 . Gl;cC 


MEMS63C SI) Lm”sA . [1,5150 ä SnAiSs . sc 

MEMS64C S) Lm’VU . [1,5150 k 20 1200] G): B 65) Rz: 3,5 d 

MEMSTIC S) Lm’VU . [2] 200 : 220 [00] SIE BES) Re: 3’4B 
Diaz. ER \ 239 16 -0,04 IR 58) 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
nu 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
E 
D 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
T 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
zZ 


MEZ 4,7...MP 2300 A Dioden und 


12 a3 Ja is [6 |7 le lo 10 In h2 ha Is Jıs 
K [IP Ab |Fo |Awilr ” I, Us,/B N nn Umax fa fmax Bemerkungen 
| I 1.1 Jma uA V/- mW mA 1 MHz |° 
tot per 1 T 
ZMZ4WU SS Dr zZ x Bug. 47T 14 +0 IRS8) 
Z MEZS,6 Ss: DEZ 2 50 18 56 12 0,03 IRSB) 
Z MEZ 6,8 $ DZ 5” 15 68 2 0,05 JR 58) 
Z MEZ82 s DZ so” 12 82 2 0,06 JR 58) 
Z MEZ1O ‘ DZ 50 10 10 2,5 0,07 IR 58) 
Z MEZ12 s’ DZ 50 8 12 32 0,075JR 58) 
Z MEZ 15 Ss. DI IZ oO 7 156 0,08 JR 58) 
Z MEZ 18 Ss DI :Z sO 6 18 18 0,085JR 58) 
Z MEZ22 S. DZ O0 5 22 26 0,09 JR58) 
Z MEZ27 dr ZZ SO 4 27 55  0,095JR 58) 
F MF 204 Ss Sy VAlmA)3S . >4 x 4-1 [400] . CD;A4 pfF;Rz:4dB 
F MFE2133 Sı Lo sW 10 30 1:60>12 150 >25 30 . 175j Mo, CD; A 20 pF 
- MIC... : en Pe ; E ; ; F In 87) 
T MEM S Sz NL SO 10 100 30-240 20W 500 300 (10) 150 Mo 
T MIE 370 S KENL 1002540 25W 3A 30 (4) . Mo 
T ME371 S KENL. . 1002540 25W 3A 40 () . Mo 
T WESO S KENL. .. 100 40-0 25W 3A 30 (4) . Mo 
T MES1 S KENL. . 100 40-600 25W 3A 40 (4) Mo 
T ME255 SP Sz L 4A 4 41,1 20-70= MW 10A 60 (2) . Mo 
T MIE20SS SP Sz L 4A 4 1,1 20-70= MW 10A 60 (2) . Mo 
t MMi6 SE Li U 150 5 . 20460= . .. 40 (250) 150 Mo 8pF 
t MMUT SE Li U 150 5 . 4420= . 40 (250) 150 Mo8pF 
t MM48 SE Li U 150 5 } 40 (250) 150 Mo 8pF 
t MMS11 SE LmU 150 5 40 (250) 150 MoB8pF 
t MMSi2 SE LmU 150 5 40 (250) 150 Mo 8pF 
t MM513 SE Lm U 150 . 40 (250) 150 Mo 8pF 
t MM1613 SE Li Us 150 200 40 (250) . 
ı MM 1614 SE Li Us 150 200 50 (200) . 
t MMATM SE Li Us 150 ”. 30 X30). 
t MM 1712 SE Li Us 150 40 (200) . 
t MM2613 SE Lm Us 150 40. (250) . 
t MM 2614 SE Lm Us 150 50 (200) . 
t MM271 SE Lm Us 150 30 (250) . 
t MM 2712 SE Lm Us 150 40 (200) . 
d Mn 34a Gp Cr’ U 5 so 60 . e 
t MN6TA 
t MN 62 A . 
t MN63A ; 
t MN6LA : ee. 5 
d Mn69 Gp #Er2U! 5 1 50 10 40 60 
d Mn81 Gp Cr’nG 3 1 10 10 R 30 40 
d Mn 95 Gp Cr’ nU 10 1 800 50 ® 50 60° . R 
D MO 50 S Cr G 20 1315 50 2 200 50 . 100 
bis bis 
D MOS56 S Cu G 20 1,3 15 600 - 200 600 . 100 Cs 
D MP-1 SP 16) DP 10 0,7 0,0550 i u 73,» 150 GE = 1 N 4306 
D MP-2 SP 16) DP 10 1 0,1 30 40 150 GE 
D MP-13 Sd FE. ‘G. 2A 309% - mKf: 2,5A 250 . 1175] UL 
bis bis 
D MP-18 Si’ AEG A095 mKf: 2,54 70 . 1175] UL 
T MP50,A G Nt LW15A 0,2 . 30-60= 170W 60A 45 3,6k 110j Mo 
bis bis 
T MP56,A G Nt LW15A 02 . 50-100=170W 60A 75 3,6k 110j Mo 
T M220A G MpsL 8A 2 06 >25= 106W 25A 80 (0,21) 110 Mo 
TMPB0A G MpsL 8A 2 0,6 >25= 106W 25A 100 (0,21) 110 Mo 


Transistoren MP 2400 A ... MR 846 
2 3 alsle /7 | | lo In hz Jia 
Typ Ab Re Aw Ir [ur Is, |Us,/B IN I |Umox fg Bemerkungen 


a - 


mA IN \uA V/- mW mA V 


T T T T T 
MP 2400 A Lea 2 06 = 2s= 106W 25A 120 (0,21) 110 Mo 
MPF 102 j BnAl8 . (100) 125j Mo; A7 pF 
MPF 103 i iU [nA] 235 . 125| Mo, CD; A7 pF 
MPF 104 j UnA]23 . 125} Mo, CD; A7pF 
MPF 105 j nA] 8) . 125| Mo, CD;A7 pF 


MPF 106 j iVA [1nA] [4] 1235 Mo;ASpF 
MPF 107 iVA [1nA] [6] . 125 Mo:ASpf 
MPS 3392 4 135; 
MPS 3393 135j 
MPS 3394 135) 


MPS 3395 135j 
MPS 3396 135j 
MPS 3397 135j 
MPS 3398 1] 135j 
MPS 6516 ‚05 50-100= 135j 


MPS 6517 ‚05 90-180= 310 . Mo<&pF 
MPS 6518 ‚05 150-300= 310 135j| Mo<%4pF 
MPS 6519 135j| Mo<%4pF 
MPS 6522 135j| Mo<4pF 
MPS 6523 1355 Mo<%4pF 


MPS 6530 310 135; Mo<5pF 
MPS 6531 310 1355| Mo<5pF 
MPS 6532 310 135j| Mo<5pF 41) 
MPS 6533 310 ) 135j Mo< 6pF 
MPS 6534 310 135j| Mo<6pF 
MPS 6535 310 135j Mo<6pF 


MPT 28 100| Mo 
MPT 32 100| Mo 
MQ-1 150 GE = 1N 4307 
MQ-2 150 GE 


MRAHZ 150 Cs78) 
MR6HZ 150 Cs 78) 
MR8HZ 150 Cs78) 
MR14Z 150j Co 78) 
bis 

MRS4Z 1 . 150j Co 78) 


MR 33 C-H 0,71 600 . Al + 5% 
bis 

MR 200 C-H 0,7110 . Al + 5% 
MR 54 HZ 100 . 150 Cs78) 


MR 64 HZ 100 “ 150 Cs78) 

MR 322 . 175 Mo = 1 N 3491 
MR 323 175 

MR 324 175 

MR 325 175 Mn 1 N 3494 


MR 326 E 175 Mo. 1 N 3495 
MR 810 145  150j 

bis 

MR 816 
MR 830 
bis 

MR 836 F . 200ns 150j 
MR 840 Y z 1us 150j 
bis i 

MR 846 5 s 14  150j 


S 
prorerI 


PUEDD DNDUDD DND 
oo o=22%5 


e22222 9299020 9292000 00 


oo 


Ss 
s 
s 
Ss 
S 
Ss 
S 
S 
S 
Ss 
Ss 
S 
Ss 
Ss 
S 
Ss 
S 
Ss 
Ss 
S 
Ss 
S 
s 
5 
5 
5 
S 


ua Jona Haan 


au you 


1yus  150j 
200ns 150j 


O0 00 090 00 00000 ON N 0 09000 0000 -I-F-444 AHH4-4 AHA AHA Tann 
-» 


MR 880... MZG 39 Dioden uvı 
2 a | Is 6 | Is 


12 jr 14. 115 


9 |" 10 
\Us,/B IN AR 


ER |Fo Aw Ur Is marlfg  Itmax| Bemerkungen 
| _ 1 | Ima_|v | wa IVI= Imw [ma AV MHz |°C 

M s SH 12a 145050. 12A 50 "4us 150) Mo 

is bis 
D MR886 s GI sH 12A 1,4 500 600 . 12A 600 1ys 150j Mo 
D MR890 Ss Gg sH 30A 1,4 1200 50 ° 30A 50 1yzs 150j Mo 

bis bis 
D MR8% S Gg sH 30A 1,4 1200 600 . 30A 600 1zs 150j Mo 
- MS1...CE . ne 5 Bi P . . “ x s. Fotohalbl. 
D MS 1-H Sj 17072005 1201 60 220 250 60 . 150} AJ bn; 5pF 
- MS2,A = R 5 e = 3 x = a E R s. Fotohalbl. 
D MS2-H Sj GG U 20 1 ı 100 220 250 10 . 150 Alrt;5pF 
D MS3-.H Sı 4.0200 Ir TE 0150 220 250 150 . 150 Al or; 5pF 
- MS4,A P BE a ef . . . . . s. Fotohalbl. 
D MS4H Sj GC U 7200: 15-71 .200 220 250 20 . 150 Al ge; 5pF 
- MS5,A s « . . Ri . . . . . s. Fotohalbl. 
D MS5-H Si CU 20 1 1 30 220 250 300 150 A) an; 5pF 
- MS6...11 . . . . . . . . . . . . s. Fotohalbl. 
D MS 11-H Si C sU 20 1 0,1 60 “ 250 60 . « 
D MS 12-H Sj Cı sU 200 1 0,1 100 . 250 10 . F Al 
D MS13-H Si Ct sU 200 1 0,1 150 & 250 150 . R Al 
D MS 35-H Sj GC U 400 1 0,2 300 a 400 300 . e Al 
D MS 36-H Sj G U 40 1 0,2 400 . 400 400 . . Al 
D MS 37-H Sj Ct U 400 1 0,2 500 . 400 500 . . Al 
D MS 38-H S| Ct U 400 1 0,2 600 R 40 600 . s Al 
- MS/H n > > . ü . a . . 
D MSD6100 SE Sw sP 10 0,750,1 50 310 200 100 4ns 135j Mo 21) 92) 1,5 pF 
D MSD6101 SE Sw DP 10 0,750,1 40 310 200 50 10ns 135j Mo 21) 92) 2 pF 
D MSD6102 SE Sw HsP10 0,830,1 50 310 200 70 100ns 1355| Mo 21) 92)3 pF 
D MSD6150 SE Sw UP 10 0,9 0,1 50 310 200 70 100ns 135} Mo 21) 92) 2 pF 
D MU2 s Sz G 20 4 100 2kV 200 2kV Cs 78), Sc 

bis bis 
D MU10 s $z G 20 20 100 10kV 200 10kV Cs 78), Sc 
M MU 301 I 1L- sX [100] 30 0 . ! ‚ +80 "54 € [10pF]65)62) 
zZ MZ3,9..27 . Sr F . a, “ . . D u 1 N 1507-1517 
Z MZSA...12B . Du. . . . . . . . ©. 1 N 708-744 A 
zZ MZFS,6 Ss cCAZ 58 ı >1 400 5 55 40 0,038 MS + 5% 

bis bis bis bs 7 
Z MZF39 s CAZ 85 I 220 400 5 39 100 0,09 MS + 5% 
Z MZGS5,6 s cAZ 55 Er: Va | 400 5 56 75 0,038 MS + 10% 

bis bis bis 7 
Z MZG39 s Ch Zu 8 iz 400 5 39 120 0,09 MS + 10% 
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Transistoren N 400 A...NKT 225 
8 9 no In h2 Is [14 Jıs 


NKT 144 Ga Li rH 


K|Typ [Ab |Fo|AwIE Ur [Is lUsp|B IN max Umaxlfo |imaxi Bemerkungen 
| | | mA |V JuA|V/- ImW ImAa ıv MHz °C 
ri f t on At ı 
Too aw . 30 10 ", "Fald,Rh 
t N 893 ; N 3 arte MISAIBNAIO): au, 20: °% „We 
d N501A SS G 4 120 50 ; 500 50 . 180 Wh 
d N 5051 B s G 4 120 10 3 500 100 . 180 Wh 
is bis 
d NS0SIH 5$ G 45 1 20 40 a 500 400 . 180 Wh 
d N 5082 A s G 160 1 40 50 f 200 50 . 180 Wh 
is bis 
d N5082H S G 160 1 40 400 2 200 400 . 180 Wh 
d N 5091 A s G 23 1 10 5 S 200 50 . 180 Wh 
is bis 
d NOMH S . GC 235 1 10 400 200 400 180 Wh 
D NER NMSE SV CchY . eis) 03..3: % 16A 25 NA 19) 
is bis 
D NCR4WE SV Gh Y 45: 03..3 % 16A 400 NA 19) 
T NKT101 Ga LH sX 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75ji Nm 
T NKT1R Ga LH sX 1 4,5 (5) 100 125 500 20 10 75; Nm 
T NKT13 Ga LH sX 1 4,5 (5) 75 125 500 20 5 75j| Nm 
T NKT1% Ga LH sX 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75j Nm 
T NKT105 Ga LH sX 1 4,5 (5) 100 125 500 20 10 75j Nm 
T NKT16 Ga LH sX 1 4,5 (5) 75 125 500 20 5 75j Nm 
T NKT107 Ga LH sX 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75j Nm 
T NKT18 Ga LH sX 1 4,5 (5) 100 125 500 20 10 755 Nm 
T NKT190 Ga LH sX 1 4,5 (5) 75 125 500 20 5 75j Nm 
T NKT11 Ga Li sH 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75j Nm 
T NKT122 Ga Li sH 1 4,5 (5) 100 125 500 20 10 75 Nm 
T NKT13 Ga Li sH 1 4,5 (5) 75 125 500 20 5 75j Nm 
T NKT1%4 Ga Li sH 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75j Nm 
T NKT135 Ga Li sH 1 4,5 (5) 100 125 500 20 10 75j Nm 
T NKT16 Ga li sH 1 4,5 (5) 75 125 500 20 5 75; Nm 
T NKT17 Ga Li sH 1 4,5 (5) 150 125 500 20 18 75j Nm 
T NKT18 Ga Li sH 1 4,5 (5) 100 125 500 20 10 75; Nm 
T NKT19 Ga Li sH 1 4,5 (5) 75 125 500 20 5 75| Nm 
TNKT11 Ga IHH 1 >50 135 25 15 15 75j Nm 
T NKT132 Ga IHH 1 > 135 25 15 15 75 Nm 
TNKT13 Ga IHH 1 >00 15 235 15 8 75j Nm 
T NKT1%4 Ga LH rH 1 >20 1235 25 15 >3 75; Nm 
T NKT141 Ga li H 1 >50 135 25 15 15 75 Nm 
TNKT142 Ga li H 1 >00 1235 25 15 15 75j Nm 
T NKT143 Ga Li H 1 >30 ADS sets 75j Nm 
T 1 
t NKT149 A-N. oz 2 n Nm, V../ 
T NKT201 Ga LH Ns 500 >30= 600 500 30 85j Nm 
T NKT22 Ga LH Us 25 >50= 360 125 30 75j| Nm 
T NKT23 Ga IHN 1 >50 360 125 30 75j Nm 
T NKT2% Ga IHN 1 >30 360 125 30 75j Nm 
T NKT25 Ga IHN 1 si 30 4125:30, 7 75; Nm 
T NKT26 Ga LH rN 1 „müs 380) 125930. 75j Nm 
T NKT27_ Ga IHNs 3 . . >50= 360 1235 60 . 75j Nm 
T NKT208 Ga LH Ns 50 . . >50= 600 500 30 . 85j Nm 
T NKT21 Ga Li Ns 50 . . >30= 600 50 30 . 8j Nm 
T NKT22 Ga Li 5 3 . . >50= 30 135 30 . 75j Nm 
TNKT23 Ga liN 1 ei 4360012530), 5; 75j Nm 
TNKT24 Ga liN 1 I Weser 125 30 - 75j Nm 
T NKT235 Ga lin 1 >15 __360 125 30 . 75j_ Nm 


8KTT 113 


NKT 226...080 C Dioden ur 


'9 110 n 12 3 
| Ur Is, Us,/B N ar Usssifgr Minor Bemerkungen, 
ma |V |uAlvV/- Imw Ima V  |MHz |°C 
NKT 226 i 1a, Pasta, 1751 
NKT 227 i Fr: : 75i 
NKT 228 i er ; 85j 
NKT 401 i ee. i 90; 
NKT 402 zu 5 90; 


NKT 403 i En j 90; 
NKT 404 i En : 90; 
NN 7000 ; 150; 
NN 7001 150j 
NN 7002 150j 


NN 7003 150j 
NN 7004 150j 
NN 7005 150j 
NN 7500 150; 
NN 7501 150j 


NN 7502 150; 
NN 7503 150j 
NN 750% 150j 
NN 7505 150; 
NPN-3 75 


NPS 404, A 150j 
NPS 6512 150j 
NPS 6513 : 150j 
NPS 6514 10 1 150-300= j 150j 
NPS 6515 10 1 250-500= . 150j 
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mm nun 


= 4444 4444444444444 
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NPS 6516 10 0,05 50-100= 150j 


NPS 6517 10 0,05 90-180= ; 150) 
NPS 6518 10 0,05 150-300= . 150j 
NPS 6519 10 0,05 250-500= . 150j 
NPS 6520 10 0,05 200-400= . 150j 


NPS 6521 10 0,05 300-600= . 150j 
NPS 6522 10 0,05 200-400 = » 150j 
NPS 6523 150j 
NS 200 
NS 300 


NS 345 
NSP-1 
NSP-I R 
NSP-2 
NSP-2R 


NSP-3 
NSP-3R 
NT3C10 
bis 
NT3C100 . B Eb + 5%; mKf: 3 
NU 34 r . . . . . NR#1N6 
NU 38 . 5 . . . « NR#1N70 
NU 39 . . . . . . NR 

NU 58 ie R ° i ‚ NR #1N63 
080Cu.a. . Fer F . . . . . s.nach Z... 
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Transistoren 


O4A653 
OLAS654 
OAS 
OA6 
OA7 


OA 9 

OA 10 
OA21 
OA 30/30 
OA 31 


OA 40/100 
OA 
OA47 

OA 50 

OA 50/50 


OA 51 
OAS2 
OA 53 
OA 55 
OA 56 


OA 60 
OA 60/5 
OA 61 
OA 70 
OA 71 


OA 
OA 73 
OA 74 
OA79 
OA 80/5 


OA 80/10 
OA 81 
OA 85 
OA 86 
OA 87 


OA 
OA 91 
oAN 
OA 95 
OA 100/30 


OA 126/4 
OA 126/5 
OA 126/6 
OA 126/7 
OA 126/8 


OA 126/9 
OA 126/10 
OA 126/11 
OA 126/12 
OA 126/14 


OA 126/18 
OA 127 
OA 128 
OA 129 
OA 130 
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OUA 653...OA 130 
15 


Bemerkungen 


RF 
RF 
Va, Mu, # TI[EE] 
Mu 


Va, Mu 


Va, # TI[EE] 
Mu 6,5pF 
TK 


>40 AE gr 
75j Va12) 


Va, Mu, MB 
Va [Bh: 4)] 
AEsw 


Va [Bh: 4)] 
Va 


Va [Bh: 4)] 
Va [Bh: 4)] 
Va [Bh:4)] 


Va [Bh: 4)] 
AErt 

Va [Bh: 4)] 
Va, Mu 

Mu, ers. OA 61 


Tf+0,6bzw.1V 
Tf +0,6V 
Tr £0,6V 
Tf +0,6V 
TI +0,6V 


Tf +0,6V 

TI £0,6V 

TI +0,6V 
2... TEE0,6V 
2. TEENBSV 


. Tf +2,1V 
175j Tf15pF 
175j Tf10pF 
175j Tf10pF 
175j Tf5pF 


OA 131... OA 646 


ı |2 
K Typ 


OA131 
OA 132 
OA 133 
OA 150 
OA 150/5 


OA 150/10 
OA154Q 
OA 159 
OA 160 
OA 161 


OA172 
OA 173 
OA 174 
OA 179 
OA 180 


OA 181 
OA 182 
OA 182 D 
OA 182 B,R 
OA 186, A 


OA 200 
OA? 
OA 210 
OA 214 
OA 252 


OA 257 
OA 258 
OA 259 
OA 261 
OA 262 


OA 265 
OA 266 
OA 357 
OA 358 
OA 359 


OA 361 
OA 365 
OA 366 
OA 500 
OA 501 


OA 502 
OA 503 
OA 513 
OA 516 
OA 600 


OA 610 
OA 620 
OA 623 
OA 624 
OA 625 


OA 642 
OA 643 
OA 644 
OA 645 
OA 646 
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T 


a 14 Is le 
|Ab Fo |Aw Ir 
| mA 
1 
Sj Cp D 
Si CpD 
Sj Cp DG 10 
G ca U 6 
Gp Re U 1,5 
Gp Re U 1.5 
G caa & 
G Cd HG 10 
G cdD 10 
G Cd hG 5,5 
G Cd DP 8,5 
Gp Cc DP 8 
G CdU 65 
Gp Cd hD 6 
Gb Cd ns 100 
Gp CdhD 25 
GI CU ı0 
Gi Cp U 10 
Gi RB Qa 10 
G Ah X 8 
Si Ef U 10 
Sj Ef Ur 10 
Sj| Gr G 10 
Si Gb’G 50 
Ssö°. IG. 
G CenH 15 
G Ce’ H 18 
G Ce’sH 18 
G CU 7 
Ser LG 
G Ce,U) 8 
G Ce nU 12 
Gp Ef HD 10 
GE Hs 27 
G E V 1272 
Gp: iEk U: 
GB: Er UT8 
EU 12 
Sp DhM 1 
Sp DHD 1 
Sp Dh’D 05 
Sp DhD 025 
Sp DhM 2 
Sp DhHD 1 
Gp Ch M 02 
Gp Ch M 0,02 
Gp Ch M 1 
Gp Bq HD5 
Gp Bq HD 10 
Gp Ch U 10 
Gp Bq HD2 
Gp Bq HD5 
Gp Bq HD 10 
Gp Ch U 5 
Gp 


Dioden unc 


lo u 2 fs [1 Jıs 
Ur il, Us,/B N Imax |Umaxıfg |tmaox Bemerkungen 
V mW Ima V  |MHz |°C 
IE T u 
0,5 40nA 200 250 ..>230; 175j TISpF 
0,5 50nA 280 250 .,0:3207 % 175) TISpF 
0,5 0,1 10 . . 550. 175j Tf 
18 10 100 20 10 . 100, Tf 
0,5 30 30 40 150 100 >40 AE ge 
0.5 30 30 40 150 100 >40 AE bn 
1 10 10 100 20 50 . 100; Tf 
1 15 10 100 5 30 [39] 100; Tf 
1728. 10 100 5 15 [39) 100 Tf 
17.8 10 100 15 10 . 100; Tf 
= 7,40, 100 1,5 30 [10,7] 100j Tf 
1100 60 . 5 55, 60 Tf 
4 15: 10 100 20 5°. 100; Tf 
a) . 20 20 . 75; Tf 
0,6 3 10 100 120 20 {1 100; Tf 
1 30 30 15 150 . . 75j Tf 
0,3553 10 80 15080 . 100 Tf 
0,3510 30 80 150 50 [10] 100 Tf 
0,353 10 100 150 65 . 100j Tf, -B: 56) 
1m, 40 100 4-10 60  [50k] 1001 Tf;—A: [Cd] 
0,8 20nA 50 160 50 50ms 125 Va, Mu, Am, MB 
0,8 10nA 150 160 150 50ms 125 Va,Mu,Ers: BAX 16 
0,8 30 110 50 40 . 70 Mu 
1,0565 700 mKf: 500 70 . 150| Va 
. B 15A 200 125 Mu 
1 50 10 25 SA; ers. DS 1606 
1 25 10 3 „ SA; ers. DS 159/1 
1.25 10 25 1G SA; ers. DS 159 
Pe) ’ 115 . r SA; ers. DS 160 & 
. . 15A 200 125 Mu 
4. 230510 125 SA; ers. DS 161 & 
4 23,240 115. SA; ers. DS 160a 
150 10 25 [39 SA 
17 325: 10 3 « SA 
1725 10 25 1G SA 
1 4 10 . 100 . SA 
1 3 10 . 125 . SA 
1923.10 R 10 . . SA 
0,5 200 0,5 129, ;2 [36] 60 RF 
0,5 100 0,5 15 % [BG] 60 RF 
0,5 20 0,5 1 3 (3G] 60 RF 
05 7 05 1 3 [36] 60 RF 
0,5 200 0,5 3 2 [96] 60 RF;MvS 10dB 
0,5 100 0,5 15 2 [96] 60  RF 
0,3 1mA 10 10. 10 60 RF 
0,1 1mA10 10 10 60 RF 
0,3 1mA 5 10 5 60  RF 
1 #50’210 30 20 60  RF 
1 100 10 30 20 60 RF 
ı 20 10 10 20 60  RF 
4 14 10 30 40 60 RF 
1 20 10 30 40 60  RF 
1 20 10 30 40 60  RF 
1 15 10 10 40 60 RF 
1 RF=2x OA 645 


Transistoren OA 647...0C2C 
| 14 [15 


Imax| Bemerkungen 
°C 


OA 647 
OA 665 
OA 682 
OA 683 
OA 685 


OA 687 
OA 702 
OA 801 
OA 802 
OA 803 


OA 804 
OA 805 
OA 1150 
OA 1154Q 
OA 1160 


OA 1161 
OA 1172 
OA 1180 
OA 1182 
OAP 12 


OAZ 200 
OAZ 201 
OAZ 202 
OAZ 203 
OAZ 204 


OAZ 205 
OAZ 206 
OAZ 207 
OAZ 208 
OAZ 209 


OAZ 210 
OAZ 211 
OAZ 212 
OAZ 213 
OAZ 222 


OAZ 223 
OAZ 224 
OAZ 225 
OAZ 226 
OAZ 27 


OAZ 228 
bis 

OAZ 237 
OAZ 240 
bis 

OAZ 247 
OAZ 268 
bis 

OAZ 273 
OAZ 290 


OAZ 291 
OAZ 29 
OC2A 
OC2B 
Oc2c 


600 RF=2x OA 643 
F 


[0,1] 
[50] 755 TmO5pF 


f Tm 0,5 pF 

[10,7] 75j| Tm 0,5 pF 

S 75j Tm2,7pF 
75; Tm<45pF 
. s. Fotohalbl. 


[-2] Va +0,3V, Mu 
[-1,8] Va +0,3V, Mu 
{-1) Va +0,3V, Mu 
[+0,5] Va +0,4V, Mu 
[+2,5] Va +0,4V, Mu 


[-+4] Va +0,4V, Mu 
[5] Va £0,5V} Mu 
[6,2] Va +0,5V, Mu 
[-2]) Va, Mu + 15% 
[-1,8] Va, Mu & 15%, 


[0,5] Va, Mu + 15% 
+ 15% 
+ 15% 
+ 15% 

[0,8] Mu + 5% 


[2,1] Mu + 5% 
[3,3] Mu + 5% 
[4,5] Mu + 
[5,4] Mu + 
[6,4] Mu + 
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O0C3...0C56 Dioden un 


ha 4 Jıs 


ı|s |6 | le 10 R 2 

re JAwılr Ur II Us,/B N x Umax| fg fmox | Bemerkungen 
I ImA |V !uAlv/- mw Ima v MHz |°C 
INEEEFÜR 


"= 7, To 108 |. TZR 
>40 } - ; r AR 
>40 LE. AR 
>40 uk Alu DAR 
30= #48 608,5: AR 


17-150 120 B . . B AR 
>70 180 . . . . AR 
17-150 80 . . . . AR 
. . . . . . AR 
17 . . . . Mu, Va 
17 . . . . Mu, Va 
30 . p . . Mu, Va 
65 « PH& 
. 5 130 . PH& 
25003068 . 2A Va 
600 35 4wW 3A Va, Mu 
en 30W . . Mu 
>uu uw 3A 32 Mu 
180 16W 1A (36) Am,Va;rp =100Q 
180 16W 1A (36) Am, Va; rp = 800 


180 16W 1A (36) Am, Va; rp = 700 
35= (12,5W) 3,5A 40 Va,Mu #£ TI 

20-755 (22W) 3,5A 40 j Tm 9) 

50-85  (12,5W) 3,5A 16 j Va#Tı 

>20= (30W) 6A (80) Va... ASZ 15, Mu 


45-130= (30W) 6A (60) ji Va. ASZ 16, Mu 
36= 3,6W 1,4A 30;60 0,3 i Va, Mu, Am # Tl 
9-16 50 50 
16-32 50 50 
32 so 50 


>B3= (30W) 6A ji Va. ASZ 17, Mu 
>30= (30W) 6A Va... ASZ 18, Mu 
30-110 dee 6A . i 

. 6 . 


222 ZICCcc zecc 
"DO 0: ++. 
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Z"ECE ccc 


50 
Ei) 
50 
Ei 
10.20 200 50 


100 80 
100 80 
>10 200 
50 80 
75 80 


>20 200 
2080= . 
>20 200 
50-200=. 
2,1 (75) 


2,5 (75) 
35 10 
35 10 
80 10 
80= 10 
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Transistoren OC 57...0C 306/1 


ı [2 E 4 Is 6 I le 1o In 2 Is 14 [15 
) I t 
K Typ Ab |Fo Awlr |Ur sp Us,fB IN Ime«/Umasifa |imsx| Bemerkungen 
| mA |V |uAV/- mW Ima V IMHz |°C IE 
T 0057 "Ga Lx N (0,25) 0,5 1,5 35 "20 5 "m "10k "75j Va, Mu, Am 
T 0C58 Ga Lx N (0,25) 0,5 1,5 55 20 5 (N 10«k 75j Va,Mu, Am 
T 0C59 Ga Lx N (0,25) 0,5 1,5 80 20 5 (N) 10k 75j Va,Mu, Am 
T 0C& Ga Lx N 3,75 2 1,585 20 Sa (Mer, 75j Va,Mu, Am 
t 0065 Gi Ip N (0,5) 2 110 30 25 10 5 15k 65j Va, Mu 
t 0066 Gi Jp N (0,5) 2 15047 25 10 5 10k 65j Va,Mu 
! 0C70 G Kg N (05) 2 5 30 125 10 30 415k 75j Va,Mu,Am 
T oc G KEN () 2 454 135 10 30 10k 75j Va,Mu, Am 
TOocn2 Gi KpN (0) 6 45 O= 1235 50 32 0,35 75j Va,Mu;P:20C72 
rTocn2 Ga . NW; a 2 2 « & 2 Am 
! 0073 Gi Kg U 05 10 3,5 w (50) 10 20 05 65j Va 
t 0C7% Ga KU NB 30 . . 65= 550 30 20 1,5 Am 
T 0C% Gi Kp N (50) 6 20 10= . 300 20 15 75j Va 
T 0C75 Ga KoN 3 2 45 9% ; 10 30 8k 75j Va,Mu, Am 
! 0C76 Gi Kps (10) 5445 45= 165 125 32 0,35 75 Va, Mu 
ı 0C7 Gi Kps (10) 54 45 >4S= 165 125 60 0,35 75j Va,Mu 
T0ocC7 Go Et. eg r SEE . Am CV 7007 
T 0C7%9 Ga KK’ NB30 . . 2= 550 . % 12 ._ Am 
T 0C7 Gi Kp NTS0 6 10 60= 300 26 20k 75j Va 
t 0C80 Gi Kp sT (50) 6 10 180= 550 30 32 2 75j ° Am, Va 
T OC8S0A G Kp s (50) 6 10 180= « 30 20 2 75j Va 
T 0C8 Ga Kp su (10) . 10. 6° 50 2 . 85j Mu 
T 0C&% Ga Kp U (10) . 10 . 60° 50 2 . 85j Mu 
t 0C110 Gi Jo N (05) 2 10 >10 (50) 10 20 03 45 SA 
t 0C120 Gi lg N (05) 2 10 >20 (50) 10 20 03 45 SA 
t 00122 Ga 6 (300) 500 32 (1,3) 90j Va, Mu 
t 0C123 Ga 6 (300) 500 50 (1,5) 90j Va, Mu 
t 0C130 Gi 2 (50) 10 20 03 45 SA 
t 0C139 Gi (5) 100 250 20 (6) 75j Va,Mu, Am 
t O0C140 Gi (5) 100 400 20 (12) 75j Va,Mu,Am 
t oc 44 Gi 3 100 400 20 (20) 75j Va,Am 
t 0C160 G = 5 a so U 2 Mu 
t 0C169 Gd LE HM) 6 1,5 100 (50) 10 (20) (70) 75j Va#Tl8 
t 0C170 Gd LE H (N) 6 1,5 100 (50) 10 (20) (70) 75j Va,Mu # TI8 
T 0C170 Ga LE HM(l) 6 13 100 85 10 20 (70) 75j Mu 
ı oc 171 Gd LE HM(l) 6 1,5 100 (50) 10 (20) (80) 75j Va 
T oc 171 Gd LE HM() 6 13 100 85 10 20 (70) 75j Mu 
T 0C20 Sa Kp NU (10) 0,1 15-460 250 50 25 1 150j Mu, Am 
T 0C201 Sa Kp NU (10) 01 2080 250 50 25 4 150 Mu, Am 
T 0c20 Sa Kp NU (10) 0,1 30 2955 50 (15) 0,75 150j Mu 
T 0C203 Sa Kp N (10) 0% 295 50 60 150j Mu 
T 0C2% Sa Kp U (6) 01. w0 250 32 150j Mu 
T 0C205 Sa Kp U (6) 01. 40 250 60 150j Mu 
T 0C206 Sa Kp U (6) 0,10% “0 25032 . 150j Mu 
t 0C30 Gi LleN . 15 916 675 50 15 06 75j In #0C32 
T 0C303 Gi LAN (1) 5 10 20-35 67 50 15 25k 75j In 
t 0C30%4 Gi LleN . 15 32-120 67,5 50 15 09 755 JIn#0C3 
T OC3%1 Gi LAN (1) 5 10 30.50 67 50 15 09 75j In,Br 
TOCc34R Gi LAN (1) 5 10 5080 67 50 15 09 75j In,Br 
T OC3%4ß3 Gi LAN (1) 5 10 80-120 67 50 15 09 75j JIn,Br 
t 0C305 Gi Le U (l) 5 10 >10 6075 50 8 02 75 In 
T OC3»0S1 Gi LAN (1) 5 10 120-200 67 so8 2 75j In, Br 
T OC305R Gi LAN (1) 5 10 >200 67 so 8 2 75) In, Br 
t 0C30%6 I Ge cNW: 0,9 
T OC361 Gi LA rN (1) 5 0,9 In, Br 
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OC 306/2...OC 602 Dioden und 
112 3 la Is Je [10 In 12 13 
\Ab Ka ar A us, N 

| | | jm nA V/- Imw 


OC306R Gi LA rN (1) 
0C306/3 Gi LA rN (1) 
0C 307-1[-3 Gi Kp sN 20 
OC 308 Gi Kp sN 20 
0C309-1/-3 Gi Kp sN 20 


oc 318 Gi Kp sN 50 
0C30 Gi Kmu (i) 
0630 Gi Ku N (1) 
0C 331 G Lx NU (0,5) 
OC 340 i 


I en 
10 "50-80 67 50 15 09 Ts; In, Br 

10 80-120 67 50 15 09 75j In, Br 

15 20-100=100 250 32 12k 75j JIn, Br 73) 

10 50= 100 250 32 12k 75j JIn,Br;P 

10 20-100= 100 250 60 12k 75j JIn,Br 73) 


20 65= 330 300 20 15k 75j Jn,Br 

10 9-16 45 35 15 06 75j Jn 

10 20-30 45 35 15 25k 75j In 

100 20.35 30 0 7 1,2 75j JInrt,Br 
30.120 45 i 


44444 


t 0C341 NU (0,5) 30-50 30 7 
t OC32 Gi Lx NU (0,5) 100 50-80 30 30 7 1,2 75j JIngn,Br 
t 0C 343 Gı Lx NU (0,5) 100 80-120 30 30% 7 1,2 75j In ws, Br 
t 0C350 Gi Ku N (1) 10 >120 45 3 8 10k 75} In 
t 0C351 Gi Lx NU (0,5) 100 >120 30 30 5 2 75j JInbn,Br 
t  OC 360 Gi Ku N (1) 10 >20 45 35 15 15k 75j In 
t 0C361 Gi Lx NU (0,5) 100 30-50 30 30 7 1,2 75} Jnor,Br 
t 0C362 Gı Lx NU (0,5) 100 50.80 30 0 7 1,2 75j Jnbl, Br 
OC 363 Gj Lx NU (0,5) 100 80-120 30 30 7 1,2 75j Jngr, Br 
OC 364 Gi Lx rN (0,5) 100 50-100 30 30.7 2,5 755 Insw 
OC 390 Gi LA H (0,5) 10 40 65 40 (15) 45 75j In 
OC 40 Gi LA (0,5) 10 75 65 40 (15) 7 75; In 
12 75; In 
OC 430 $Sj Lm (1) 0,4 15 200 so 10 06 150j In, Br47) 
OC430K Si Kp (1) ‚4 15 370 so 10 06 150} In47) 
OC 440 SS im. (1 ‚4 15 200 50 30 0,6 150j In, Br47) 
OCWHWOK Si Kp . (1) ‚6  150j JIn, Br 47) 
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OC 443 S Lmt 1 0,1 25 200 50 25 1 150j In 47) 
OC43K Si Kpt 1 0,1 25 370 s0.25 1 150j Jn 47) 
OC 445 Ss im“) 0,4 15 200 so 50 06 150j In, Br47) 
OC4H5SK S Kp: +7 (1) 0,4 15 370 50 50 06 150j In, Br47) 
OC 449 Ss) Lim A 0,1 15 200 so0 60 1 150j In 47) 
OC49K Si Kpt 1 0,1 15 370 so’ 60 1 150j Jn 47) 
OC 450 Ss Lm...() ‚4 20 200 50 75 0,8 150j Jn, Br47) 
OC450K Si Kp . (1) ‚4 20 370 50 75 08 150j Jn, Br47) 

4 

4 


oo oo 


5 
3 
3 
3 
6 
SI 
5 
2 
5 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
7) 
2 
2 
2 
5 
H 5 
OC 410 Gi LA H (05) 5 10 110 65 40 (15) 
U 5 
U 5 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 


- 4449 4449444444444 HH HH 


OC 460 Sj Lm . (1) 30 200 50 10 1,2 150j In, Br47) 
OC40K Si Kp . (1) ‚4 30 370 50 10 1,2 150) JIn47) 

OC 463 | LmH (1) 2 30 200 50 10 5 150j In, Br 47) 
OC43K Si Kp H (1) 2 30 370 so 10 5 150j Jn, Br 47) 

OC 465 SS kim. m 0,4 30 200 s0 207 :1 150j In, Br 47) 
OC45K Si Kp . (1) 0,4 30 370 50 20 1 150j In 47) 

OC 466 Sj Lmr (1) 2 3 200 50 10 12 150j In,Br;Rz=8dB 
OC46K Si Kpr (1) 2 30 370 50 10 12 150j JIn,Br;Rz=8dB 
OC 467 SS Lmt 1 0,1 30 200 50 25 15 150) In47) 

OC4#s7K Si Kpt 1 0,1 30 370 50 25 15 150) In47) 

OC 468 SIi| Lm «uul1)7 75E2 60 200 so 10 2,5 150j In, Br 47) 
OC48K Si Kp . (1) 5 2 60 370 50 10 2,5 150) In, Br47) 

OC 469 Sj Lms 20 0,352 >10= 200 so 20 1 150j In, Br 47) 
OC469K Si Kp s 20 0352 >10= 370 50 20 1 150j In, Br 47) 

OC 470 SS Lm. (1) 5 0430 200 50 30 1,2 150j Jn, Br47) 
OC470K Si Ko . (1) 5 04 30 370 50 30 12 150j In, Br47) 
OC480 Si Im? (0) 7sSsw2 15 200 50 125 0,6 150j Jn, Br47) 
OC40K Sı Kp . (1) ss 2 5 370 50 125 0,6 150j Jn, Br47) 

OC 601 Gi KhN 1 45 4 i 

OC 602 ES 
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Transistoren OC 602...OD 604 


150 30.75 125 10 30 10k 75] Tm 


OC101 Gi Ko U () 
125 45-120 125 50 (32) 86 75j Tm;P 


OC 1072 Gi Ko’ NB (10) 


OC107%4 Gi Kv’ NB (50) 
0C1075 Gi Lm’NU3 

0C1076 Gi Lm’s (10) 
0C1077 Gi Lm’s (10) 


10 100 . 
350 65-130 125 10 30 8k 75j Tm 
200 >45 125 125 32 035 75j Tm 
200 >45 125 1235 60 0,35 75j Tm 


An 


| 7 Is Io ho Im Iı2 15 
| 
\ur Is, | Us,/B IN max |Umax| fg Bemerkungen 
mA v HA |V/- mw mA V MHz 
IE fest Na 

t O0C602spez Gi Ke s 1 67% 1755 500 15. TI 2 AC 117,124 
ı 0C 603 Gi KKIıN2 1 5 2020 0 . 12 4,1 Tf4) 2 AC 150 
t 0C 60% Gi KhN 2 1 5 50450 50 50 10 1.2 75 TI4)=. AC122 
! OC60%4sper Gi KeN 2 6 6 4 1755 500 15. 75 Tf AC 117,124 
I 06612 Gi KhH 05 6 2,5 60 30. Teen 75T I 
I 0C613 Gi KhM 05 6 25 9 0 . 10 10 75j Tf;Ers: AF101 
! 0C614 Gi Kh HMOS 6 3 120 30 10 12 (28) 75 Tf;Ers: AF136 
1 OC615,V,M Gi Kh HM05 6 3 160 30 10 12 (50) 75i Tf2) - AF 134,135 
t 0C622 Gi KnN 2 1 10 40 0.15 05 75 Tf4) 
ı 00623 GI Ku nt > 1 ı8%,50 30°. I 75; TEA) 
! 0C624 GG KN2 19 6 30% „8 076 751, 18%) 
T 0C 700 Si LA NU1 6 0,1 15-45 660 50 25 1,7 150j BrimkKf 
T oc 701 SS LAN 1 6 01 23545 660 50 80 1 150 BrimkKf 
T 0C702 Si LAN 1 6 0145.90 660 50 25 2,2 150 Br;mKf 
T 0C703 SS LAN 1 6 01 10.25 660 50 80 0,5 150 Brimkf 
T 0C70% Ss LAN 1 2 70 60 50 3 5 150 Brimkf 
T 0C800 SF LA HA . med 75 10 50 6 ._ 4n17) 
t 0C810 GG WN?2 515% 25 15 (5) 03 65j VH;Ers:0C 82% 
t 0C811 GG WN?2 515 25 15 (5) 03 65j VH;Ers:0C 825 
t 0C812 G WrN?2 5 15 0 25 15 (5) 03 65j VH:ErsS:0C826 
! 0C813 GG WN?2 5150 235 15 @)1 65 VH 
t OCB814 G Ju rN2 5 15 0 25 15 (5) 03 65j VH;Ers:OC 827 
t 0C815 Gi Ju NU2 6 15 1020 50 50 15 03 75ji VH;Ers:OC824 
t 0C816 Gi Ju NU2 6 15 20-100 50 50 15 03 75j VH;Ers:OC825 
! 0C820 G wNU2 6 1. 150 150 20 0,3 75j VH;Ers:OC 824 
ı 0C8241 Gi Ju NB1 6 15. 150 150 20 0,3 75j VH;P:20C821 
! 0C822 G: u N 20 mis. 150 250 (30) 0,3 75j VH;Ers:OC 828 
t 0C 823 G u N 2m is. 150250 60 0,3 75j VH:Ers:0C 829 
T 0C82%4 Gi laN 2 6 15 1020 150 150 (20) 03 75j VH 
T 0C825 Gi la NB2 6 15 >20 150 150 (20) 03 755 VH;P:20C825 
T 0C826 Gi laN 2 6 15 >20 150 150 (20) 03 75j VH 
T 0C97 Gi laN 2 6 415 >20 150 150 (20) 03 75j VH 
T 0C828 Gi laN 2 6 15 >20 150 150 (30) 03 75j VH 
T 0C89 Gi laN 2 6 15 >20 150 150 (60) 03 75j VH 
T oC831 Gi Mr NB. 930. x 40 1A (30). 75 VH;P:20C831 
T 0C832 Gi Mr NL. BEE 40 1A (0). 75 VH 
T 0C833 Gi Mr NL. Betty, 400 1A (60) . 75 VH 
T oceri u. Ar Ei: : FU EM. e 
T oc8n2 Se MR: 6. De, ; 
T OC1016 Gi Mk’Ns (300) 20 35 - 1500 (32) 20ms 75j Tm9) *) 
T OC1% Gi Lm’HO (1) 2 6.22 0 5 15 15 75 Tm 
T OC1% Gi LmH (1) 2 25-125 0 5 15 6 75 Tm 
T 0OC100 Gı Ka N (0,5) 110 2040 125 10 30 15k 75j Tm 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 


Ouuna unnan ne: 
> 


OC 1079 Gj Kv’ NT (50) 10 35-110 . 300 26 20k 75j Tm 
- OCP70 . eo: R v ai ü B . A . s. Fotohalbl. 
- OCcP71 . 2 Er d . . . » . . P . s, Fotohalbl. 
t OD 603 Gi Mf' LN 20 1 10 4= 4W 3A 30 . 75; Tf 
t O0D603/50 Gj Mf’ LN 10 1 10 3= 4W 1A 50 . 75j Tf 
t OD604 Gi Ma LN 20 6 20 34 15W 2A 235 . Sin AT: 


*) weitere OC1...-Typen = 59) 121 


OD 605...OY 5065 Dioden 


15 


Bemerkungen 


t . 

% 0,1 AE 

ur 0,1 AE 

hie 0,1 AE 

" 0,1 AE 

t 0D750 Sj NkL . 30= 150W 2A 100 1,5 . AE 

t 0D751 Sj NkLN . 30= 150W 5A 100 1,5 R AE 

- OM200 Ss N 8048 25 1245 20k 80 Va87) 

D OPFS4 J Cv UD 10 1.038 15  O,ins Va 85) 

D OPFS6 J cv UD1ı0 1 058 10 O,ins Va 85) 
ORP... . Sr A,e ee E R : B E MB, Mu 32) 

. ORP10 . a urn Art N 5 . . s. Fotohalbl. 

d 0522 Sj Eo UG 70 1 0,0312 250 15 15 10,5) 150} TK 

d 0533 Sj Eo UG 50 1 0,0350 150 15 60 [0,5] 150} TK 

d 0534 5 Eo UG 40 1 0,03100 250 15 110 [0,5] 150 TK 

d 0535 5 Eo UG 30 1 0,03150 250 15 160 [0,5) 150 TK 

d 05 36 5j Eo UG 20 1.023 320 250 . 350 [0,5) 150} TK 

D 055 9210 =  3...30x BYX 25/1000 R Va 

z OV5 Sj Eo Z 250 1 0,01 250 5 5,5 30 150} TK +0,5V 

z OV6 Sı Eo: Zu 2507 1: 0,027 250 5 6,5 12 150} TK +0,5V 

z OV7 5 Eo:;2 250, 1 0,021 250 5 2,5 .10 150; TK +0,5V 

z OV8 Sj Eo Z 2350 1 0,021 250 5 8,5 10 150} TK +0,5V 

z OV10 Sj Eo Z 2350 ı 001 250 5 10 12 150j TK +1V 
OX.... . . . . . . » . 59) 

d oY1 Gp Ad G P * . 50 20 . ’ TK 

d oY2 Gi Bk’G 400 1 250 250 . 200 100 . . TK 

d 0Y3 Gi BEYG 40 1 e F . 200 20 . . TK 

d OY4 Gi BG 400 1 - “ P 200 150 ‘ TK 

d OYS5 Gi BG 40 1 a, s . 200 100 . . TK 

D OYı@ Gi Bp G 100 0,5 100 20 . 10 20 . 75j| VH 

D OY 101 Gi Bp G 100 0,5 100 50 . 10 50 . 75j VH 

D OY 101 Sj 16) LG . . « . . 500 240». > 100 AE 

D oY1ın Gi Bp G 100 0,5 100 100 . 100 100 . 75j| VH 

D oYın s Gr’ G! >. . . . . 500 125=. 110 AE 

D OY103 Gi Bp G 100 0,5 100 150 . 100 150 . 75j VH 

D OY1% Gi Bp G 100 0,5 100 200 B 100 200 75j VH 

D OY110 Gi GG 1A 1100 20 mKf: 1A 20 75j VH 

D OY 111 Gi Gb’G 1A 1 100 50 mKf: 1A 50 75j VH 

D oY112 Gi Gb’G 1A 1100 100 mKf: 1A 100 75j VH 

D OY113 Gi GbG 1A 1 100 150 mKf: 1A 150 75j VH 

D OY114 Gi GbG 1A 1 100 200 mKf: 1A 200 75j VH 

D 0Y252 s Fo G 500 1,5 1 200 500 200 100 SA 

D OY253 Ss Fo G 500 1,5 1 350 500 350 100 SA 

D OY256 5 Fo G 500 1,5 1 600 500 600 100 SA 

D 0Y257 s Fo G 500 1,5 1 700 500 700 100 SA 

D OY311 s Gx G 1A 1,5 25 100 . 1A 100 100 SA, mKf 

D 0Y312 Ss Gx G 1A 1,5 1200 1A 200 100 SA mKf 

D OY313 Ss Gx G 1A 1,551, 350 1A 350 100 SA mKf 

D OY316 s Gx G 1A 1,5 1 600 1A 600 100 SA mKf 

D 0Y317 s Gx G 1A 1,5 1700 « 1A 700 100 SA mKf 

d OY 5061 s Gb LG 2350 1 5 100 1250 10A 100 150j In, Br 

d OY5062 s Gb LG 2350 1 5 200 1250 10A 200 150) In, Br 

d OY 5063 Ss Gb LG 2350 1 5 300 1250 10A 300 . 150j In, Br 

d OY 5064 s Gb LG 2350 1 5 400 1250 10A 40 . 150j In, Br 

d OY 5065 Ss Gb LG 250 1 5 500 1250 10A 500 . 150j In, Br 
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Transistoren OY 5066...PD 305 
15 


Bemerkungen 


oO 0-44 4-40 0 ooovaa 


a nccz zz 


oo 0° 


GI&2) 21 N 4586 
Fd 9) 2,7 pF 
Am 


“ 
I 


PADT-20 
PADT-21 
PADT-22 
PADT-23 


PADT-24 
PADT-25 
PADT-26 
PADT-27 100 
PADT-28 100 


PADT-30 . Pa 80 
PADT-31 Az 100 
PADT-40 Een 9” F 
PADT-50 i ’ = -e 16,5W . 
PADT-51 \ P ; 80 


PADT-60 V. ER . . 
PBC ... "N s. die entsprechenden BC ...-Typen 
P.C.21 F Fr RR FR? . . 
P.C.25 

PC 103 


PD3..12 A 
PD 101 
PD 102 
PD 103 
PD 104 


PD 105 
PD 106 
PD 107 
PD 108 UX 10 
PD 109 uUxX 10 


PD 301 sH 10 
PD 302 sH 10 
PD 303 sH 10 
PD 304 sH 10 
PD 305 sH 10 


zı 
° 


100 


100 
100 
100 


ZSIIETT 


a 
D 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
ji 
I. 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
ih 


4us 150 
300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 


300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 


UX 5 
LUX 20 
UX 100 
UX5 


UX 20 
LUX 50 
UX 100 


wnnnu wuwnw: 
< ©00=-. 


00000 00000 0000! 
BD Noooo 
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PD 306... PS 1177 Dioden und 
12 la la Is je I7 Is lo lo jun h2 ha 114 Jıs 


| I | I | 

|Ab |Fo Aw [Ur I UsfB IN IImex Umonlfa |imax| Bemerkungen 

1 V/pAlV/- mw I°C | 
Pe 


r T T 


25nA 20 


0,1 50 . . . PS =. FD 100; 2pF 
. * P ® 5 5 PS; Ers: 1 N 3207 
... » = a E 5 = . . . . . Ph#2N.... 
PG4OB,PG SA. . . i.% . - 2 . . s. Fotohalbl. 
PHG 1,2 . u er A . . . s. Fotohalbl. 
PL 4001 
bis 
PL 4007 TE; L . . 
PMT 011 [20] 150j 
PMT 012 . [20] 150j 


PMT 013 [20] 150j 
PMT 014 : [20] 150j 
PMT 016 ; a SE 

PMT 018 E 20) 150j 
PMT 019 1 : [20] 150; 


PMT 111 k 20] 150j 
PMT 112 i [20] 150; 
PMT 113 2 120] 150} 
PMT 114 [20] 150; 
PMT 118 [20] 150; 


PMT 119 - [20] 150j 
PS 005 . . 200 
bis i 

PS 060 . . 200 
PS 105 5 . 200 
bis 

PS 160 . . 200 
PS 200 . - 

PS 201 . . 300 ns . 

PS 202 . . F je #1N273 
PS 203 . . . . # 1N309 
PS 205 . s a 

PS 206 

PS 207 . . . . 

PS 208 . . . . 300 ns 25 


PS 210 
PS 211 
PS 214 
PS 405 
bis 

PS 460 


PS 500 bis PS 724 >. 9. 

PS 1171, A By . [-3,5] PS 60) 
PS 1172, A Bv . . [-3,5) PS 60) 
PS 1173, A Br e = [-3,5] PS 60) 


PS 1174, A Bv s “ [-4,8] PS 60) 
PS 1175, A Bv . . [-4,8] PS 60) 
PS 1176, A Bv . - [-4,8] PS 60) 
PS 1177, A Bv . [-6,4] PS 60, 


1 Hdag 00000 | 


D 
D 
T 
T 
u 
T 
T 
7 
T 
an 
7: 
T 
H 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
4 
d 
d 
D 
D 
d 
zZ 
z 
z 
7 
z 
zZ 
74 


vnuu vun 
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Transistoren PS 1421...PX 1/2 


—r ' r ‘ 


ı 12 3 i4 ıs je |7 le Ip oo m I Im “1 
K Typ Ab Fo Awls U, 
ma |v 


| 
Is. Ur,ff ‚N mus Vasıe f, Dane Bemerkungen 
na |v/ Imw Ima iv imbe °C ä 


zZ PS1421 S m z ya, son „. Er » 
bis bis 
zZ PS1426A SS zZ , ww, 2. Ps 
D PS 1441 SS 1)G . 11900 “m 1509 PS 
D PS 1445 SS 1)G . 1 54V 0 SKY. P5 
D PS 1450 Si 19)G 1 10KV 2730 N0KV , . P5 
D PS 1455 Si 18)G 11V. 200 15V. : PS 
D PS 1450 Si 16) G 1 20KV . 200 20KV . . P5 
z es 1501 s Bx’ zZ 20 10 84 15 0,02P5 + 0,4V 
is bis 
zZ PS1S0A S 1)Z . De 230 10 m 150 0,0P5 -4V 
Do East Ss 1)G 20 2 5mASso . 20 90 . 150 PS 
is bis 
D PS 2430 S 19)G 50 26 01 10kV  . so 10KV.. 150 PS 
zZ PS 6313 s eu zZ. 05568 so 02 8,5 . PS 2. 1 N 1313 
zZ PS631& s Bv zZ 0,5 8,2 so” 02 105 PSZ.1IN 1314 
zZ PS6315 s Bv Z 0,5 10 so” 02 12,75 PS 1N 1315 
bis bis 
Z PS 6327 s Bv zZ 1 100 so 02 127,5 PS. 1N 1327 
Z PS 6465 s Bv Z 75 1 so” 5 2,15 60 PS=1N465 
Z PS 6466 s Bv zZ so 1 so 5 3455 .  PSZIN4E 
Z PS 6467 s Bv zZ 5. 5 4 5 . PSSINAT 
Z PS 6468 s Bv Z s 15 so" 5 48535 .  PSZIN46B 
Z PS 6469 s Bv Z 5 555 500: 25.7 35,8, 7908 > PS=1N469 
zZ PS 6470 s Bv zZ 5 935 ee PS 1N47O 
t  PT-2A G N: 3 30°. 19B (10) 10 40 2 55 Hy 
ı PT-2S Gp 2 1 
T PT 6618 s Re’ VL 1W 6W 400 30 3G [200] TW 10) 
T PT 6635 Ss Re’ VL 25W 12W 600 30 3G [200] TW 10) 
T PT 6636 s Re’ VL 3 SW 20W 1A 30 3G [200] TW 10) 
T PT 6669 s Re’ VL 5 03W 4W 200 30 3G [200] TW 10) 
T (PT6737) 5 No HL 100 5 10-120= 35W 3A 50 [18] 200} TW 47) 62) 
T (PT6738) SS No HL 100 5 . 10-120= 43,7W6A 50 [18] 2001 TW47) 62) 
T PT6905A SP NmsL 10A 5 5mA15-75= 175W 30A 300 (100) 200| TW 9) 
T PT6905B SP Ni sL 10A 5 5mA15-75= 175W 30A 300 (100) 2001 TW 47) 
T PT695C SP Mi sL 10A 5 5mA15-75= 175W 30A 300 (100) 200 TW 9) 
T PT8610 SP Re’ VL 1005 5mA20-250= 33W 1,3A 30 [2G] 200} TW 10) 
T PT 8611 SP Re’ VL 1005 SmA20-250= 24W 700 30 [2,4G]200} TW 10) 
T PT 8612 SP Re’ VL 100 5 5mA20-250= 12,5W 350 30 [2,6G]200| TW 10) 
- PX 1/1 Be De R 5 B E . Al32) 
- PX1R E Zu vw . r N R . Al32) 
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Q 1/1...RD 750 Dioden un«c 


a Is 6 I le Io 10 


Ab |Fo Aw \Ur Is, Us,/B N | Imox | Bemerkungen 
BREITER I°c_| 

Sc 20pF 

SC 65pF 

SC S00pF 
SC 1000pF 
Ic 


IR 


IR 

Tr 

e . ® e e Tr 

s 16)Q . an . “ N ß Tr 
[= 2x AC 127 + 2x AC 152] - . . . . SH 27) 36) 41) 89) 
SV SAY 16 16% . EC 18), -T: 91) 2 
sv Sa 1,6A 1,6 50 . 1,6A EC 18), -T: 91) 2 


17: a . IR 4) 5 oder 10% 


15... =... IR4) 5 oder 10% 
Ns 5 i EC 19)47),-T: 91) 
EC 19) 47), -T: 91) 

j EC 19)47),-T: 91) 


ji EC 19) 47), -T: 91) 
i EC 19) 47), -T: 91) 
Rd 
Rd 
Co 78), Sc 


Co 78), Sc 
ji Co 78), Sc 
Co 78) 62) 
SA, In 9%) 
In 13) 94) 


RAS 508 BF . . i Jn 12) 94) 
RAS 508 CF . . . i 3n 13) 9%) 
RAS 508 DF . . . In 12) 9%) 


RD 6,8 Co, Cs 62) 
bis 
RD 200 
RD4A 
bis 


20 . s Co, Cs 62) 
3/4,5 60 -0,055 NE 
bis 

30/2300 +0,1 NE 
43/5415 0 NE 
bis 

30/40 35 +0,1 NE 
4,3/5,410 0 NE 
bis 

30/4020 *o,1 NE 
4,3/5,41,8 0 NE 


0,08 NE 
0,03 NE + 10%, < 8 pF 
0,045 NE + 0,75 V 


100 <0,35. . . . . ° SH 48) 62), In 

. . 5 D 0,065 NE + 1V <8pF 
. Bg 
200 Ry; Ers:1 N 3729 
200 Rh/Ry-- 1 N 3730 


ZINNN NN NN Nn N 
NN 


Transistoren RD 800... RL 142 


7 8 9 10 | 15 
Ur ls, Us,/B N | f Bemerkungen 


RD 2123 
RD 2124 2 < 200 ns 150 
“ . 4ns 150 Rh 
e # Co, Cs 62) 
Co, Cs 62) 


SH 99) 62) 

SH 99) 62) 

SH 

SH 

SH; Ers: AA 119 
S 


H 
SH; Ers: AA 117, 118 
SH 
SH; Ers: AA 116 


SH 

SH 

SH; Ers: AA 117 

SH 

SH; Ers: AA 118 
[50] 60 


885 33555 88388 8855 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ 
zZ 
D 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
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RL 143...RS 280 AF Dioden uı 


15 


d' RL143 


a . SH 
d RL144 Gp Ab. . a 5 . . . . SH 
d RL145 Gp AbG 2 1 150 10 4 460 . 70 SH 
d RL2O1 Gp Ab UP 3 1 so 23 . 6 SH=2xX RL101 
d RL202 Gp Ab UP 3 1 so 25 m 600 SH=2xRLIN 
d RL203 Gp Ab UP 2 1 0 235 „, 60 SH=2x RL103 
d RL2O4 Gp Ab UP 3 1 50 460 . 600 SH=2x RL104 
d RL205 Gp Ab UP 2 1 50 460 . 60 SH=2x RL105 
d RL206 Gp Ab UP 2 1 oO 60 . 600 SH=2x RL106 
d RL207 Gp Ab UP 2 1 so 460 . 60 SH=2xX RL 107 
d RL208 Gp Ab UPS 1 so 460 . 60 SH=2x RL108 
d RL209 Gp Ab UP 2 1 so 460 . 60 SH=2XxX RL109 
d RL210 Gp Ab UP 3 1 2% 8 . 60 SH=2x RL110 
d RL211 Gp Ab UP 2 1 50.6 « 60 SH=2X RL111 
d RL212 Gp Ab UP 2 1 so +63 . 600 SH=2xX RL112 
d RL213 Gp Ab UP 2 1 563 u 60 SH=2x RL113 
d RL214 Gp Ab UP 2 1 68 . 60 SH=2x RL114 
d RL215 Gp Ab UP 3 1 sc oO 80 . 60 SH=2x RL115 
d RL216 Gp Ab UP 2 1 5. © . 60 SH=2xX RL116 
d RL217 Gp Ab UP 2 1 5080 . 60 SH=2x RL117 
d RL218 Gp Ab UP 2 1 so 80 . 60 SH=2x RL118 
d RL219 Gp Ab UP 2 1 50 80 60 SH=2x RL119 
d RL220 Gp Ab UPS 1 so 80 60 SH=2x RL120 
d RL221 Gp Ab UP 2 1 so 10 . 60 SH=2x RL121 
d RL222 Gp Ab UP 2 1 50 10 . 60 SH=2XxRL12 
d RL223 Gp Ab UP 2 . so 10 . 600 SH=2xX RL123 
d RL231 Gp Ab UP 2 1900 10 . 40 40 70 SH=?2x RL131 
d RL232 Gp BI DP2 1 500 40 . 30 50 60 SH 
d RL232B Gp BI DP 2 1 20: 40 B 30 500%. 60 SH 
d RL2329 Gp Ci DP 10 1,4 4,5 10 . 35 30 L{10,7]60 SH;Ers: AA 119 P 
d RL233 Gp Ab DP 3 11005 . 4 60 . 70 SH 
d RL234 Gp Ab DP 2 1 100 10 . 4 460 . 70 SH 
d RL246 Gp BI DP2 1 20 10 . 50 40 . 70 SH 
d RL247 Gp BI DP 2 1 10 10 so 80 . 70 SH 
d RL2479 Gp Cf DP 10 1,152,5 10 » 'S 9% . 75 SH; Ers: AA 118 P 
D RL252 Gp Cu DP 10 1,4 4,5 10 . 20 30 (107) 60 SH 
D RMY1O J u: ei . . . . SH 62) 
D RMY11 J Be fe min ö ‘ s . SH 62) 
— RPY... SH, Va 32) 
D RNS15 s Gg LG 50A 1,2 3mA 50 uw 12,5A50 . 150 Co 12), -R: 13) 

bis bis bis 
D RN 1115 Ss Gg LG 50A 1,2 3mA 1000 24W 12,5A60 . 150 Co 12), -R: 13) 
t  RR21 Gd Jm N (1) 45 40 19 120 . 25% 85j RR 
t  RR34 Gd Im N (1) 45 15 32dB 120 . 25, % 85j RR 
t RR34YD Gi Jm rN (1) 4,5 15 32dB 120 . 25 .» 85j RR 
t RR34Z Gi .„, N 0) 4515 . . . R 4 = RR 
t  RR38 Gd Im’N (1) 45. 28dB 120 . 25... 85j RR 
— RR66, A > _ 4 Aue % “ s . . . Fotohalbl. 80) 
Z RS-6 s Eo UZ. DE . 10 6 15 0,055 HF + 1V 
Z RT-6 s Eo UZ. wi. . 10 6 20 0,03 HF + 1V 
D RS20AF Sa . 'G « 5 . so 50 . . sc 
bis B u, . . . . . . bis . 
D RSB4AF Sar a LG . 0“ mKf: 100A 300 . “ sc 
D 2 210AF S »..G 500 1,2 10 100 650 500 100 . [150] SC CV 7021-5 
is bis 

D RS280AF S -» .G 50 1,2 i0 800 650 500 800 . [150] SC 
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Transistoren 


3 


15 |6 


Ab 4 Am iR 


7 
Ur 


je k Us,/B |N 


s 


V IuAlV/- mw 


RS 600...RZ18B 


R ‚12 4 14 15 


na U 


mA vw 


fmox |Bemerkungen 
2G 


RT 498 M 


RT 656 M 
RT657M 
RT 696 AM 
RT 696 M 
RT 697 AM 


RT 697 M 
RT 698 M 
RT 699 M 
RT 1420 M 
RT 1613M 


RT 5001 
RT 5002 
RT 5003 
RT 5004 
RT 5151 


RT 5152 
RT 5203 
RT 5204 
RT 5212 
RT 5230 


RT 7007 
RTPC... 
RTC 0403 
bis 

RTC 0430 


RTD 0303 
RTD 0306 
bis 

RD 0340 
RTD 0350 


RTD 0403 
bis 

RTD 0420 
RTR 0305 
bis 

RTR 0340 
RW 15 
RX 15 
RY 15 
RZ6A 
bis 
RZ18B 


N NDOOO 0 00 0 00 00 0 9| +4 AHH44 AH AHA AHA ET 


9 KTT 


< 


er 


16) LG 25A 
TR 
«. 72) = 
16) U 150 
Li 150 


Li 150 
Li 150 


zZ 


a 


15A 


Y_15A 


UG 100 
UG 200 
UG 200 
LZ 2700 


Go’ LZ 100 


1,1. 1,5nA100/600 30W '25A 109,50 125 | SC 12) 13) 


17,5]. 


110] . 


2 
2 
2 


<10 
<5 
w0= 350 


>20= 2W 
20-60= 2W 
40-120= 2W 
. 3Ww 

3Ww 


3Ww 
3W 
3W 
3W 
3Ww 


40-120= 3W 


10-30 . 


SER 
os 


(60) (20) 175 
(120) 180 175 


BPEODD DDDHD DO 
22222. 22272 ZZ 


250 175 


100 ns 200 
80 200 
100 ns 200 
80 ns 200 


150 175 
(80) 175 
(80) 175 


(120) . 


Tr 19), 2 TWS 506 


Tr 19) 

Tr 19), ers. TT 500 
bis 

Tr 19), ers. TT 504 

Tr 19) 


Tr 19) ers. TCR41C 
bi 
Tr 19) ers. TCR 45 
Tr 19) ers. TCR 730 
bis 
Tr 19) ers. TCR 734 


125 Cs95) -+ 42) 
125 Cs95) + 42) 
125 Cs95) + 42) 
0,05 Co + 10%, Sc 


0,094 Co + 10%, Sc 
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SO0510E...S5 AN 125 Dioden u 


ı 12 y 14 |5 le I Is Io 10 n 12 ha Is Iıs 

I 1 
K Typ Ab ‚Fo \Aw I Ur |Is, Us,/B N Tmax |Umax| fg tmax | Bemerkungen 

| | mA V uAlV/- mW ImA v MHz |°C 

USOSTOERT IT Te N Alert am =ir s. Fotohalbl. 
. SO520E. R Sole a0 F s. Fotohalbl. 
D SIA 5.15 1224....151226 
D S1A2 Sa . LG. u : 900 100 . 140 WB 
D S1AB8 % &, iG.. ee, a mKf: 15A 100 . 125 WB 
D.’SIA2S X Sa. 16 } ß mKf: 33A 100 . 125 WB 
D SIAN125 Sa 16) LG 804 0,5 30mA100 mKf: 1204 100 . [165] Wh 
DSIAR2 SS  Fp’ LG 1A 1,1 2mA 80 mKf: 10A 100 125 Wh, WB 
D S1AR125 Sa 16) LG en mKf: 1204 100 . 125 WB 
D SıB2 Sa „16 Er i 900 100 . 140 WB 
D SIBN200 S 16) LG 2004 0,56. 200A 100 . 100 Wh, WB 
DS1BRS S 16) LG 1,84 0,6 10mA100 . 18A 100 . 140 Wh, WB 
D SIBR2S S 16) LG 35A 0,6 20mA100 35A 100 . 140 Wh, WB 
D SicC2 Sa... .1lG:. a - : 500 100 WB 
D S2A2 So: 1G;: ee : 900 200 . 140 WB 
D S2AB sa .16% Fe: mKf: 15A 200 . 125 WB 
D:SZAB_. Sa ... LGi. ER, mKf: 33A 200 . 125 WB 
D S2AN125 Sa 16) LG 80A 0,5 30mA200 mKf: 1204 200 . [165] Wh 
DS2AR2 5 Fp' LG 1A 1.1 2mA 160 mKf: 10A 200 . 125 Wh, WB 
D S2AR125 Sa 16) LG ARE mKf: 1204 200 . 125 Wh 
D S2B2 Sa Be 16}, I: ; 900 200 . 140 WB 
D S2BN200 S 16) LG 2004 0,56. . 5 2004 200 . 100 Wh, WB 
DS2BRB S 16) LG 184 06 10mA20 . 18A 200 . 140 Wh, WB 
D S2BR25 S 16) LG 35A 0,6 20mA200 . 35A 200 . 140 Wh. WB 
D S2c2 sd LG, ? . 500 200 . ...WB 
DS 2E Ss #s2,UG.. we. 600 600 .. 5962) 
D S3A2 Sa 0 ic. u 4 900 300 . 140 WB 
D S3AB Sa LG me # mKf: 15A 300 . 125 WB 
D’S3A23, Sa = aiGı,.  - mKf: 33A 300 . 125 WB 
D S3AN125S Sa 16) LG 80A 0,5 30mA300 mkKf: 1204 300 . [165] Wh 
DS3AR2 S Fp'LlG 1A 11 2mAU40 mKf: 10A 300 . 125 Wh, WB 
D S3AR125 Sa 16) LG nr mKf: 1204 300 . 125 WB 
D S3B2 sta, Ä 900 300 140 WB 
D S3BN200 S 16) LG 204 0,56. . : 2004 300 . 100 Wh, WB 
DS3BRS 5 16) LG 18A 0,6 10mA30 . 18A 300 . 140 Wh,WB 
D S3BR2S 5 16) LG 35A 0,6 20mA300 . 35A 300 . 140 Wh, WB 
D S3cC2 sat ke Se E s00 300 . WB 
1 5% Sb BksH 1 rt 30 ö ASTRO: Te 
D S4A2 Sale GE Di. % i 900 400 . 140 WB 
D S4AB SSR LNGE, u mKf: 15A 400 . 125 WB 
DISSA25 Sa % Ich rer mKf: 33A 400 125 WB 
D SAAN125 Sa 16) LG 80A 0,5 30mA400 mKf: 120440 . [165] Wh 
DSLAR2 5 Fp’ LG 1A 1,1 2mA400 mkf: 10A 400 . 125 Wh, WB 
D SLAR125 Sa . LG Em mKf: 1204 400 . 125 WB 
D S4B2 sa > ice He. - z 900 400 . 140 WB 
D S4BN200 S 16) LG 2004 0,56. . : 200A 400 . 100 Wh, WB 
D SABRB 5 16) LG 18A 0,6 10mALO . 18A 400 . 140 Wh, WB 
D SABR2S S 16) LG 35A 0,6 20mA40 . 35A 400 . 140 Wh, WB 
D S4cC2 Sc LG ie 5 500 400 . WB 
d SAG : 1 10 10 : 0 20 . 140 Tr 
dss Sb Bk sH 1 10110 \ . 290 50 . Tr 
D S5A2 Sa . LG : 900 500 . 140 WB 
D SS5AB Sa LG mKf: 15A 500 125 WB 
DISS AS LSan. LG... ade mKf: 33A 500 . 125_WB 
D SSAN125 Sa 16) LG 80A 0,5 30mA500 mkKf: 120450 . [165] Wh 
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Transistoren S5AR2...S10 BN 200 
415 7 is Io oo In 2 fs [14 Jıs 
Fo |AwiIE |Ur|I|Us/B IN max /Umaxifg Ifmax! Bemerkungen 
V |uAlWV- mW mA |V |MHz I°C 
"11 2mA400 mkr: 104 500". 
: mKf: . 


0,56. . 
0,6 10mA 500 
0,6 20mA 500 
10 10 
0,5 5 


mKf: 

. . mKf: 
30mA 600 mKf: 
2mA 480 mKf: 
. mKf: 


vun vnwun vnnon 


Zyo » 
yon zrin 
s hu 


nanmzn 
v 


zZ» 


0,5 30mA 700 mKf: 
5 s . mKf: 120A 700 
900 700 
200A 700 
18A 700 
35A 700 
500 700 


. 10 
. . . . 900 800 
0,5 30mA 800 mKf: 120A 800 
1,1. 2mA 640 : 10A 800 
. . . 120A 800 


amZ» © 
ver 


B 
B 
B 
Bi 
c 
G 
A 
A 
A 
B 
Bi 
Bl 
B 
c 


» 


Fa 
u N 


. er . 900 800 
0,56 . R ö 200A 800 
0,6 10mA 800 . 18A 800 
0,6 20mA 800 . 35A 800 
A . 500 800 


Do, 
” 
8 


. . . . 900 90 . 

0,5 30mA 900 mKf: 120A 900 . [165] Wh 
. ‘ “ mKf: 1204 900 . 125 WB 
. Or. . 900 90 . 140 
0,56. .- . 200A 900 . 100 


0,6 10mA 900 n 18A 900 . 140 

0,6 20mA 900 . 35A 900 . 140 

hi. . 50 90 . . 

1 10 20 . 100 40°. 150 

RE 2 . 900 1kV . 140 

0,5 30mA1kV mKf: 120A 1kV . [165] Wh 

1,1 2mA 800 mKf: 10A 1kV . 125 Wh,WB 
wur mKf: 120A 1kV . 1235 WB 
TS, . 900 1kV . 140 WB 
0,56... © E 200A 1kV . 100 Wh, WB 


85 


25 Zu®?Zn „?@9 Zn ?rzn 
” 


O0000 02000 00000 00000 00004 00000 00Haa HU000 00000 Haa00 000009 
oannum mw>>> nmmmw >>>> 


vunnwu vounwu vunuun wwwnunun nunuu wunon wunvun wunun nu 


9” 131 


S 10 BR 8...S-5518 Dioden ui 


3 la |s je 7 
|Ab |Fo AwIr Ur 
| 1 | ma [v 


15 


Bemerkungen 


D SIOBRB S 6 10mA 1kV Wh, WB 
D S1OBR25 S 16) LG 6 20mA1ikV . 35A 1kV . 140 Wh,WB 
D S10C2 Sd LG . . . n . 500 1kV . = WB 
d S10G Ss nt 100 1,7 10 5 . 150 15 . 150 Tr 
D S12AR2 s Fp’ LG 1A 1,1 2mA 960 mKf: 10A 1200 . 125 Wh, WB 
D S12BR8 s 16) LG 18A 0,6 30mA 120 . 18A 1200 . 140 WhWB 
D S12BR25 S 16) LG 35A 0,6 20mA 120 . 35A 1200 . 140 WhWB 
D S15AR?2 Ss Fp’ LG 1A 1,1 2mA 1200 mKf: 10A 1500 . 125 WhwB 
D S15BRB S 16) LG 18A 0,6 10mA 1500 . 18A 1500 . 140 Wh WB 
D S15SBR25 S 16) LG 35A 0,6 20mA 1500 . 35A 1500 . 140 Wh WB 
d Sa Ss Agı 1 1 0,110 s ni 1.) er 150 Jnrt/bn 
d Ss? Ss Agı 1 1 0,0110 . . 2. 150 In rt/rt 
d 523 Sı Ag t 1 1 0,1 10 . . Dr 150 In rt/or 
d Sı SS Agt 1 1 01 10 - n 10 . 150 JInrt/ge 
DsS32 Si Eo GZ10 1 0,0312 20 7,15 . 150j In, Br 10pF 
D S33 Sj Eo GZ 100 1 0,0350 250 SO 60 . 150) In, Br 10pF 
D S34 Sj Eo GZ 10 1 0,03100 250 40 110 . 150; Jn, Br 10pF 
D S35 Sj Eo GZ 10 1 0,03150 250 30 160 . 150j In, Br 10pF 
D S36 Sj Eo GZ 10 1 0,03320 250 20. 350: .» 150j Jn, Br 10pF 
d 59 } Fa’ LG . . . = . 200 100 . r ZINN 
d S91H Ss Fa’ LG . . “ . . 250 100 . . 
d 5sN Ss Fa’ LG . a . “ 200 200 . . =1NN 
d SNH s Fa’ LG . . . . B 250 200 . N 
d 593 S Fa’ LG . = . . . 200 300 . n IN 
d S93H 5 Fa’ LG . . . . . 250 300 . ; 
D S266G Sb Cns Er, . 20 8 uns . Tr 
d S3220G G en ORTS 2 . 50 6 . 85 Tr 
d S406 SP Cv sH 10 0,8 10 50 250 200 50 20ns 150j SA,Jn < 5pf 
D 5407 SR: = 5 0 1 50 10 250 50 40 15ns 150j SA,Jn #1N 914 
D S431 SPC U 10 1 0,1 110 . 200 150 . 150 SA <10 pF,Jn 
T 5500 sa WU. » 1nA18 150 & 235. (15); « SR 
D 5.550 5 16) LC . . 45 . 55A7=. j ST 

bis bis bis 
D S-557E Ss 46),LC . . ». 360 & 65A 216= B sT 
D S555G ‘Gs Gas 1 0,5 10 6 : A 15 6ns 75 Tr 
D S570G G Ca s 10 1 30 6 . . 8 2ns 75 Tr 
ı 5587 SP cv U 10 0,851 20 240 100 20 . 150 SA,IJn 
d 51010 G sn 10er 2 . 50 6 . 8 Tr 
SINE... BU 0 30e BE. S . . . . s. Fotohalbl, 
T S1050 SP Jx VLA100 15 200 5dB 25W 2A 45 (1,5G)200i UA 83) 
D S-5011 A s 15) G 750 1600 . . ST 16) 
D 5.5017 s 14) G 750 1600 . . ST 16) 
D S-5018 Ss 14) G 750 1600 ST 16) 
D 5.5019 s 14) G 500 2800 . . ST 16) 
D 5.5033 Ss 14) G 250 UkV . n sT 
D S-5130 s 16) G 300 10,4kV . ST 
D 5.5162 5 14) G 500 2800 . ST 16) 
D S-5207 s 15) G 500 1600 . ST 16) 
D 5.5251 Ss 14) G B 600 1600 . ST 16) 
D S.5343 5 16) G 300 7kV ST 
D 5.5462 5 16) G . 50 . ST 

bis bis 
D S-5467 s 16) G A. . ST 
D 5.5507 s 16) G . 45 16kKV. sT 
D S-5518 s 16) G 200 1kV ST 
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Transistoren 


00000 00000 00000 00000 ---H-H4-4 AF-FH-I-F A44-44H HH Hann 


ee) 


SAM 42. .45 
SAM 62..65 
SAY 12 
SAY 16 
SAY 17 


SAY 18 
SAY 19 
SAY 20 
SAY 30 
saY 32 


SAY4O 
SAY42 
SAY 50 
SAY 52 
SAY 60 


SAY 62 
SAZ 12 
SAZ 13 
SAZ 54 
SAZ 61 


S C-... 
5B 240 
SB 344 
SB 345 
SB 346 


vu vownmu wunmuun ww: +. 


wi 


S: 
$: 
Ss 
Ss 
s 
Ss 


10nA > 20= 
10nA = 15= 


10nA > 10= 
10nA > 
20nA > 8= 
20nA > 10= 
3nA > 10= 


10nA > 20= 
10nA > 15= 
10nA > 10= 
10nA > 
20nA > 8= 


20nA > 10= 
3nA > 10= 


S-5521...SB 346 
15 


Bemerkungen 


ST 
s. Fotohalbl. 


s. Fotohalbl. 
s. Fotohalbl. 
s. Fotohalbl. 
i Sp6pF 
Sp6pF 


Sp6pF 
ji Sp6pF 
i Sp6pF 

Sp6pF 

Sp6&pF 


Sp6pF 
SP6&pF 
Sp6pF 
Sp6pF 
Sp6pF 


Sp6pF 
Sp6pF 


Se=2x SAC44 


VH 21) 92) 
VH 21) 92) 
VH 
VH 
VH 


VH 

VH 
> VH 
[125] VH 
1125) VH 


[125] VH 
[125] VH 

[125] VH 92) 21) 
[125] VH 92) 21) 
[125] VH 92) 21) 


[125] VH 92) 21) 
150| VH 1-5 pF 
R 150| VH1-5pF 
20G 90 VH4BPpF 
100G 90 VH 0,5-1 pF 


85j 
85j 
85j 
85j 


SB 5122...SD 10 Dioden ur 


15 
| Bemerkungen 

SB? GC KBxX0o5 . , Ze 0 5 To Tas), "sp; Ers:2 N 240 

SBASL SE 16,G. We Asmas 1SKV . 65 ASKV.  .  THLINN3 

bis bis bis 

SBADL Si 1)G . 3023 kV . 150 6KV . .  THAINI143A 

SB) Si IC 5 9 0. j 75 60 . 100 TH 

bis bis 

SBAMBLTTFSI: A160G 23 27. s ; 25 5400. 100 TH 

SC-1 Sa Fe Ku u a: E a .  Tr4,4.24pF 

SC-5 s K u N: : ei, Tr 25.120pF 

SC-15 s K a“ : a ar Tr 120-360pF 

SC-15 Ss’ SD Km SHOMSARO) ww u .  UL1S+3pF 

SC-20 SI „Sp Ko. > 10.1SAR0 = = 20: > UL20 + Apr 

SCKAD SV GyiY 10A 1,9 50 3 (500) 6A +40020 15 100j GE 18) 

SC4D SV Gyr 10A 1,5550 3 [500] 10A +40020 us 100j GE 18) 

sc so vuvı 170311 (100) 2A >50 1,5us 125j Fd 19) 

sc5t svMY A 1302511 (400) 6A >50 1,5us 125j Fd19 

sc 61 sv MY 2 1245 1 10W 6,5A 50 1,5us 150j Fd19) 

Sc 70 sv IMY 07 141501 06 (100) 1A >50 0,6us 125j Fd19) 

SCH SP . rN? 5 02 20= 20 200 45 . 150 Pi;Rz:2dB 

Sci8 SP . ıN2 5 02 20= 250 200 2% . 150j Pi:Rz:2dB 

SCH SP . ıN2 5 0240= 20 20 20 . 150j Pi:Rz:2dB 


SC 141 sv 16) iyY 


. . GE, mKf; 86) 62) 
SC 146 sv 16) ıY . 10A 


GE, mKf; 86) 62) 


aaa 00 0 DO 000 OU000 000 9 000 DO --oo- A-4000 00000 0000 DO DO 0” 


SC 206, B-F SP Te NT2 6 1nA28-1120= 200 100 15 (300) 125j VH73)1: Rz = 16d 
SC207,B-F SP Te ıT 2 6 1nA28-1120= 200 100 15 (300) 1255 VH73) 1: Rz = 5,6« 
SCESI Si 19)G 500 6 60mA. h 500 500 . . TH 

bis bis 

SCEIKL Si 16) G 500 16,860mA. x 500 4200 . . TH 
SCHSL, sg Wr in ie, : . 10 [SG] .  Tr0,35-2pF 
Schszrlws: . K ee. 2.766) .  TrOB-pf 
SCR 51 sv GyrY 2000 10 R 1A 235. 100 GC19) 
bis bis 

SCR 58 sv GyY 2000 10 ; 10 40 . 100 6GC19) 
SCR 71 sv GrY E ; AEA TR ...6C19) 
SCR 91 sv .GyY En" : SA % 2.6619) 
ser SV. cyu, u ! DORF ._.6CM 
SCR%1 SV Mi’ Y 20 1,25200010 £ 1A 235 . 100 GC19) 
SCR%2 SV Mi’ Y 20 1.252000 10 ; 10A 50. 100 GC19) 
SCR%3 SV Mi’ Y 20 1.252000 10 ; 10A 100 . 100 GC19) 
SCRI6K SV Mi’ Y 20 1.252000 10 ; 10A 150 . 100 GC19) 
SCR965 SV Mi’ Y 20  1,25200010 ; 10A 20 . 100 6C19) 
sD.08/;..ME7 ei We ; je Bor var, ._ Va62) 
SD-05 S Cu 155 ; 1A 50 2us 125 Dd45)4)si 
bis bis 

SD-8 surerum, Mi 35: 00 1A 800 Zus 125 Dd45)4)gr 
SD-07 Ss 50 G 18 1 10 40  . 600 400 .  [IOOJ UL 

bis bis 

SOC 5S So G 18% 1 10 100 . 600 1000 . [100] UL 

SD-1 S SG 1A 1 1040 . 500 400 . [120] UL 

bis bis 

sD-1C S Sn G 154 1 10 100 . 500 1000. [120] UL 

sD5 s Eu 00 ı 015 1075 5 SH 

sD7 Ss EU 1 017 150. 265: 87. 4%. SH 

sD8 Ss Et 65 1 012 4100: 5 #22 150 SH 

sD 10 S Eu tl 35 1 0136 10 . 3% 150 SH 
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Transistoren 


Ur 


SD 11 F...SEC 483 
EL vo |n 12 13 j“ 15 


WAIV/- mw MHz |°C 


SD12E,V 


SD 13 
SD 14 
SD 14 
SD 15 
SD 15 


SD 16 
SD 16 
SD 17 
SD 18 
SD 20/...M 


SD 21 
SD21A 
SD 30 
SD 34 
SD 38 


SD46 
SD 50 
SD54 
SD56 
SD 60 


SD 80 
SD82A 
SD-91 
SD-91 A 
5SD-92 


SD-I2A 
SD-94 
SD-94 A 
SD-95 
SD-95 A 


SD-96 A 
SD 101 

bis 

SD 105 

SD 111 


SD 120 
SD 120 
SD 150 
SD-150 
SD 200 


SDT 3101 
SDT 3102 
SDT 3201 
SDT 3202 
SEI. 


SEC 115, A 
SEC 116 
SEC 116 A 
SEC 440 
SEC 483 


AaAHaa OHHHH a0DAaO OO 00 DO0O0O 0000“ V00AO 00200 U0D0aAQ VAaa0O 000aXQ 


1 


Pu 


"ana Aaano 


u 


a aan ann 


a 


° 


„wuouu Auau 


Is, | Us [B N Imax vu \fmox | Bemerkungen 


+ 
"30 10 nr 1100) [90] 
0,2 58 P 
0,25 0,3 
8: 12 
1,2 0,46 


200 30 
200 40 
0,2 90 
0,1 15 
200 30 


200 20 
0,4 145 
300 50 
100 50 


200 80 
10 30 
0,1 30 
30 10 


[150] NE 


[150] NE 
[150] NE 8-12 pF 
[100] NE 
„7 SH 
Ts 
150 GE2pF 
AR SH 
SD; Kpl: SDT 3201 
SD: Kpl: SDT 3202 
....5D47) 
#160 ) . 5SD4n) 
>100>41KV.  . Tr14)-16) 


SE. 2N 1016 A 
SE 
SEX. 2 N 1483 
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SEC 484...SFD 110 Dioden un 


ı 12 l» 4 Is je |7 le I lo [In f2 ha fh [ıs 
K Typ Ab ‚Fo \Awı I Ur Is Us,/B N Imox |Umox fg Imox | Bemerkungen 
ma |V IpAlv/- mw [mA IV IMHz |°C 
Gawir, ° N 1484 
T B5Ww N 1485 
T 85W N 1486 
T B5W N 1487 
T s5Ww N 1488 
T SEC4H0 Si MmNs . EM. B5Ww 3 N 1490 
T SES3705 SP St sH 150 2 0,0550-150= 300 200 (45) (200) . 
t SFO2M,A-F SP Li UH 10 10 1 18-1120= 600 500 20 (60) 175j 91 
t SFORA-F SP Li UH 10 10 0,118-1120= 600 500 33 (60) 175j 91 
t SFOB,A-F SP Li UH 10 10 0,118-1120= 600 500 66 (60) 175| VH73)9)1 
SF 024, A-F SP Li UH 10 10 0,118-1120= 600 500 100 (60) 175j VH73)9)1 
SF 025, A-F SP Li UH 10 10 0,118-1120= 600 500 120 (60) 175j VH73)9)1 


SF 115 SE 23 R0O1 10 0,3 45-170= 


Pr 
& 
w 
[7 

er 

S 


150} Pi;Rz:<4dB 


SFIM1,A-F SP Li UH1O 1 1 18-1120= 600 100 20 (1) 175 VH73)9N)1 
SF122,A-F SP Li UH 50 1 18-1120= 600 100 33 (130) 175 VH73)N1 
SF123,A-F SP Li UH 10 1 18-1120= 600 100 66 (130) 175 VH73)9)1 
SF126, A-F SP Li sH 50 0,118-1120= 2,5W 500 20 (100) 175j VH 73) 9)1 
SF127,A-F SP Li sH 50 0,118-1120= 2,5W 500 30 (100) 175 VH73)9)1 
SF128, A-F SP Li sH 50 0,118-1120= 2,5W 500 60 (100) 175j VH73)9) 1 

25W 500 80 (100) 175 VH73)9) 1 
SF131,A-F SP Lm”sH 10 0,118-1120= 300 50 12 (330) 175j VH73)9)1 


SF132,A-F SP Lm’sH 10 


SF 136, A-F SP Lm’ HU 10 
SF 137, A-F SP Lm’ HU 10 


0,118-1120= 300 50 15 (270) 175 VH73)9)1 


0,1 18-1120= 300 300 12 (300) 175j VH73)9) 1 
0,118-1120= 300 200 20 (300) 175; VH 73)9) 1 
SF150,A,BSP Li Hs 10 0,1 19-140= 2,5W 50 160 (80) 175} VH73)9)1 
SF 167 SP. U % 0 0,0557= 130 233%. 150; Pi 


SF 173 Sn 1. UI2 10 0,0580= 250 2353 2353 . 150j Pi 
SF215,B-E SP Te HO2 6 0,1 28-560= 200 100 15 (100) 125j VH 73) 1 
SF216,B-E SP Te HO2 6 0,1 28-560= 200 100 20 (100) 125j VH 73) 1 


2 
1 
2 
2 
2 
SF129,A-E SP Li sH 50 2 25nA 18-560= 
1 
1 
1 
1 
5 
1 


AHHHH AHA AHA 


SF 240 SP Te Hs 11 3 31dB 160 25 30 (440) 100 VH88)3 
SF 245 SP Te Hs 7 10 2BdB 200 25 25 (780).  VH3 

—'SfC:,. 2 iR: h u Cs 87) 

D SFD 021 Gb Cr s 10 08 20 10 E s0 15 200ns 85 Co 

D SFD07_ Gb Cvs 10 04 10 10 ; 30 10 . 85 Co ws/ge 

D SF0077°_ Gb Cv sU 10 0% 10 10 } 10 . (185) Cs 

D SFDO7A Gb Cv HD1S 0524 3 2 60 30 . [85] Cs 

D SFD43 SP CAsH 10 1,1 02 10 20 75 25 Ans 175j Co4)82)<%4pf 

D SFD83 SP Cv su 10 1,1 0,2 10 230 75 25 An 175j Co<%4pF 

D SFD8% SP/=_ cv. UD.5/ „1767.30 20 75 30 . 175j Co 

D SFD86 SP Cr U 50 1 10 150 500 150 150 75ns [200] Co4)< 6 pF 

D SFD89 SP Cr U 50 1,3 10 180 soo 150 220 75ns [200] Co4)< 6 pF 

d SFDIM Gp Cr nG 10 1 10025 , u 03 . [85] Cs, Ers: AA 114 

D SFPDI% Gp C-U 10 1 65% g 4 235 45 [85] HB4)or 

d SF DI  Gp Cv sD 10 1 16 10 ; 35. 85 Cox. AA11idor 

d SFD105  Gp Cv sH 10 1,5 40 10 } 100 30 . 5 

D SFDA6 2 Gp C-U 10 1 2 10 | 30 235 45 [90] HB4)gr 

D SPD17 GC C-U 10 1 2 10 } 2 10 05 [80] HB4)gews 

D SFDIB Gp C-U 85 1 20 50 ; 30 10 . [90] HB4)geor 

D S-D18 Gp psU5 1 7 10 ß 30 100 . 8 Co 

D SFD108A,B Gp Cv UD 10 1,1 15 50 k 30 10 . [85] Cs, -B:130 V 

D SD10 GC C-U 7 1 590% : 30 45 41 [60] HB%4)blor 


Transistoren SFD 111...SF-T 238 
| 15 


Bemerkungen 


D SFD 111 1 x HB4) rt ws 
D SFD 112 G C-U 10 1.80 24 . 20 24 05 [85] HB4)orgn 
D SFD 115 Gp C—-DP7 1 50 30 . 30 4 11 (60) HB4)rtgr =. 25FD110 
d SFD 118 Gp Cv sH 10 0,85 400 10 . 207 a2 . Co 
d SFD119 _Gp Cv sH 10 1,5 60 10 ; 10 30 . u 
d SFD 121 Gd Cv sH 10 0,8 10 10 - 10 30 . . Co 
D SFD 122 Gb Cv s 50 0,6 1,6 10 . 50 25 160ns 85 Cows/gn 
D SFD 125 G Cs 200 1 100 100 . 100 100 . . co 
d SF-D 127 Gb Cp XU 50 0,8 8 10 . 50) 4257 % . Co 
d SFD129A,BGd Cv s 10 0455 10 ö 200 40 . 2 Co,-B: 2 AAY49 
d SFD 130 Gd Cv U 10 0,4115 10 500 30 . . Co 
D SFD 135 Gb Cv U 10 0,384 50 . 150 80 [10] 85 Coge/ge,3pF 
D SFD 143 SP CA sH 10 \ aa VER} 250 75 50 Ans 175j Co4)82)<ApF 
D SFD 180 su SU UER0 0,8 0,1 50 . 160 50 . 125 Covi/or 
D SFD 181 SP cvU 10 0,8 0,1 150 . 160 150 . 125 Covi/gn 
D SFD 183 SP Cv sH 10 1 100 70 250 75 70 4ns 175j| Co4)<4pF 
D SFD 184 SP Cv UD 40 1 150 200 25: °sO 7% 175j Co) 
D SFD 185 SP Cv TX 10 1 0,1 30 500 200 30 10ns 175j Co4)< 2,5 pF 
D SFD 186 SP _Cv C 400 151 20 300 200 120 [1] 175j Co4)48) < 15 pF 
D SFD 401 SE 38) rK 6 10 30 30 >10G. Co 0,2-0,5 pF 
bis bis 
D SPD44 SE Li rK . “wor - . 120 >10G.__Co20-50 pF 
D SFD2471 SE Sy H . ...10 20 500 10 20 0,5ns [175] Co 75) 1 pF 
D SFD2.472 SE Sy H’ . ...10 30 500 10 30 0,/ns [175] Co 75)1 pF 
D SFD2.473 SE Sy H . ..10 40 50 10 40 Ans [175] Co75) 1 pF 
E SFD480 G se E79 . 9 >5G . Co 
e SFD481 G sx E 2 . . . . 9 >5G - Co 
D SFM 101 G se: GP; . 4m . 10 45m. 85 Co55) 
D SFM 102,103 G Sz G . un . 20 Un . 85  Co92), -103: 93) 
D SFM 104,106 G Sz G f >»35n . >15 >48 85 CoS56) 
D SFR115 G G 15 7mA 100 800 100 [85] HB 
D SFR 135 G G 15 7mA50 1,2A 50 [85] HB 
D SFR136 G G 15 7mA30 1,6A 30 [85] HB 
T SFT124 Ga N . 20 30 (350) 500 (24) 1 [100] HB 
T SFT135 Ga N . 2027 (350) 500 (24) 2 (100) HB 
T SFT130 Ga N 20 30 (550) 500 (24) 1 [100] HB 
T SFT131 Ga . N. „20 70 (550) 500 (24) 2 [100] HB 
t SFT 208 Ga Li sH . . . . 150 250 (15) (12) - Co 
t SFT 211 Ga Mi NL 2A 2 . 50= 45W 6A (80) - . Co ADY28 
T SFT212 Ga . NL. 100 40 (30W) 3A (30) 0,2 [95] HB 
T SFT213 Ga . NL . . 100 40 (45W) 3A (40) 02 (95) HB 
t SFT 213 G Mg NW 2A . . 4 (30W) 3A (40) 025 - Co 
ı  SF-T 214 Ga Mi NW?2A 2. 0 (30W) 3A (60) 025 - Co 2. AUY 33 
T SFT214 Ga . NL . . 200 40 (45W) 3A (60) 0,2 (95) HB 
t  SFT221 Ga Li Ns 100 1 . 3#0= 225 250 24 1,3 . Co 
SFT 222 Ga Li Ns 100 1 . 50= 225 250 24 2 . Co 
t SFT223 Gi Li NB100 1 5 60-160= 150 250 24 4 85j Co73) 
t  SFT226 Ga Li sH 10 05. >25= 150 250 (40) (5,5) - co 
bis bis 
t SFT229 Ga Li sH 10 0,5 2 75-180= 200 250 (18) (20) 85ji Co73) 
t  SFT232 Ga Lv sN 1A 05. 45= 450 1A (40) 0,3 . co 
bis bis 
t SFT235 Ga Lv sN . . . . 450 1A (100) 0,3 . Co 
SFT 237 Ga Li rN 1 6. 100 150 100 (15) 3 "Co. ACY38 
SF-T 238 G Mg NW 5A . ..3 (35W) (40) 0,3 . Co 
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SFT 238...SG 9180 Dioden uı 


n 13 15 


Imax |Umax| fg tmax Bemerkungen 
mW mA IV [MHz |°C 
T SFT 238 2 ; "asw) 6A '(40)'02 [ss] HB 
T SFT239 Ga. = NL. . 100 30 (45W) 6A (60) 0.2 [95] HB 
t SET239 Ga Mg NWSA 2 . 30 (35W) 6A (60) 03 . Co AUY31 
t SETUO Ga Mg NW 2 . 30 (35W) 6A (80) 03 . Con AUY 30 
T SFT20 Ga . NL. ...100 30 (SW) 6A (80) 02 [95] HB 
ı SFT21 Ga Li N 10 1 W= 25 500 (45) 1,6 Co 
t  SFT242 Ga i N 410 1. W= 25 500 (45) 2,5 Co 
t  SFT243 Ge li sN 10 1 . = 25 500 (60) 2 Co.x. ASY 81 
t SFT250 Ga Mg NW2A 2 . 50 (30W) 3A (80) 025 . Co AUY32 
TST30 Ga. NL. 200 40 (4Sw) 3A (80) 0,2 [95] HB 
1 SFT251 Ga INT ih 25 150 (30) 1,3 Co 
i? SEID GE BD, Niet. ME 5 25 150 (30) 2 Co 
1 SFT253 Sa H.NGT., a6 % 58 225 150 (30) 3 Co 
t SET265 Ga Ne’ NW12A . . 20 (0W) 15A (40) 0,25 Co 
ı SPT26 Ga NeNW12A . . 20 (70w) 15A (60) 0,25 Co 
t SFT27 Ga Ne NWI2A . . 20 (0w) 15A (80) 025 . Co 
ı SFT28 Ga NTNLA 2 . WS= 87W 15A (1003 . Co 
ı SFT2B8 Ga Li sH 40 0,35. >40= 150 500 (24) 7 a >23 
t SFT28 Ga li s 350 045. >35= 150 500 (30) (15) . Co 
T SFT 306 Ge LH; . 10 28 (150) 100 (18) 3 [100] HB 
T SFT 307 Ge. H. . 10 0 (150) 100 (18) 7 [100] HB 
TST38 Ga. H . . 10 (150) 100 (18) 13 [100] HB 
ı ST GEL HI 9.8 12010 (40) (30) . Co 
T SFT317 Gi HE: „15 100 (150) 10 (20) (40) [100] HB 
T SFT 319 Gulrr HoR 15 100 (150) 10 (20) (30) [100] HB 73) 4) 
T SFT320 GB 1580 (150) 10 (20) (35) (100) HB 
T SFT321 Gi LAN 10 1 5 20-40= 200 500 (32) 13 85j Cs47)73) 
T SFT321 Ga .- NÜ.. 15 30 (200) 250 (24) 1,3 [100] HB 
T SM’ Ga . NU, . 159 (200) 250 (24) 1,6 [100] HB 
T SFT Gi LA N 100 1 5 %0-60= 200 500 (32) 1,6 85j Cs47)73) 
T SFT323 Ga se NÜ), . 15 8 (200) 250 (24) 2 [100] HB 
T SFT323 Gi LAN 10 1 5 60-4150= 20 500 (32) 2,6 85j Cs47)73) 
ı SFT 337 . KrrN. en in 150100 (15) 3 ER = 
T SFT351 Ga . NU. . 15 ;33 (200) 150 (24) 1,2 [100] HB,Rz = 8dB 
T SFT351 Gi lANTI 6 5 2040 200 150 (32) 12 85j Cs47)73) 
T SFT352 Ga . NU. 5 457, (200) 150 (24) 1,6 [100] HB,Rz = 8dB 
T SFT352 Gi [A NTI 6 5 4040 200 150 (32) 1,6 85j Cs47)73) 
T SFT 353 Ga . NU . 15% (200) 150 (24) 2 [100] HB,Rr=8dB 
T SFT353 Ga LA NTI 6 5 60-450 200 150 (32) 24 85i Cs47)73) 
t SFT37P Gd LFH 1 9 . 100 120 10 (30) (#0) . Co 
T SFTW9,A SP )_ HU4A 2,5 . 25-100= 100W . 60 (100) 150j Cs 95), -A: 150 W 
D SG 005 sd ECG 500 1,1 50 50 : 500 35 . 110; Sa 
D SG-1 S NVLG 104 1,051mA100  mkf: 10A 100 . [150] UL 
D SC2 S Cvınh 10 1 012 i so 6 . 150 Tr 
D SG 105 Sd ECG 50 1,1 50 100 ; soo 70 . 150; Sa 
D SG 205 sd EC G 500 1,1 50 200 ; soo 140 . 150; Sa 
D SG 211 S Cs 5 15 02560 200 12 80 300ns200 Tr 
D SG 213 S Cs 5 1502515 200 12 200 300ns200 Tr 
D SG 21 S Cvs 30 1,5 0,2560 20 . 80 500ns200 Tr 
D 56223 S Cs 30 15 02915 200 . 200 500ns200 Tr 
D SG226 S Cv ns 100 1,5 0,2560 200 35 80 Aus 200 Tr 
D SG 228 S  Cv ns 100 4,5 025175 200 35 200 Aus 200 Tr 
D 56360 Sa eD 0,5 0,690.0110 5 10. 12" ; 125 Tr 
D SG-500 SE . :X 200 1 0175 ; 4. ansa dal r2pF 
D SCH SP CAD 10 1 01 20 500... 0 ms "Te 


Transistoren SH-1 A...SI214N 


SH-1 A . . [100] UL 4) ws 
bis i 

SH-1E . . [100] UL 4) rs 
SH-1Z e [100] UL 
SHS5A . 9j NE 


Her K 10 10 6&kV= . k . [100] UL 

is 

SH-12 K 10 10 12kV= . 1100) UL 

SH1A2 Pr g ä 140 WB 
bis 

SH10A2 » . . . . . - 140 WB 


SA Ai 0.0125 
ET 1.) 
20A 1,551,5mA 200 


"15A 
20A 
20A 


20A 
4OA 
80A 
4OA 
4OA 
KOA 
Si 20/50 20A 


Si 20/100 20A 
Si 20/200 20A 


$i 20/350 20A 
Si 20/600 20A 
SINE 63A 
Si2i F x n R H r ä 
Si21G 175A »..220 B . 140j 
SI21K 63A 6&mA 600 : . 140 
SittL 63A 6mA 400 a - 140 
SI2IN 63A 6mA 800 : ; 140 
Sidi F 2 2 F 


ne 


1mA 350 
1mA 600 . . . 
6mA 200 H . 140 


aaa aaa 


SI4I K : et : 45A N 

SI42E 300A 15mA 200 : 504 ; 140 

Si42G 300A | : 5A 5 140j 

Si42K 300A : 504 ; 140 

Si42L 300A 2 50A 140 

SI42N 300A : 504 e 140 

SIIHEN: 7) a mr ; : En: i 

SI N iU nA] : <0,15 [>8] [0,14] 200| Ak: A 23 pF 
SI212 N iU_ (1nA] [0,7]. <03 [>8] [0,14] 200| Ak; A 23 pF 
SI213 N iU nA] li] . <0,6 [>8] [0,14] 200 Ak: A 23 pF 
SI2ZIuN iU [nA] [1,5]. > <1,5 [>8] [0,14] 200| Ak; A 23 pf 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 

F 

F 

F 


139 


SI215N...SK 100/10 Dioden ur 


8 19 10 n 112 


Ur |Isp[Uso/B |N max Umax 
ImW mA |V 


13 14 115 


fa max Bemerkungen 


SIMISN nA]. >13 360 1.3 "I>8] [0,14]'200j Ak; A 23 pF 
SI21EN 1nA] 3,5). >18 360 2-6 [>8] [0,14] 2004 Ak: A 23 pF 
SI231 N 1200] [0,7]. > 014 200 0,15 [>15][0,14] 200) Ak; A 6 pF 
SI232 N 1200] [1.0]. > 028 200 <0,3 [>15][0,14] 200 Ak; A 6pF 
SI233 N 1200) 11.4. >04 200 <O0,6 [>15][0,14] 200) Ak: A 6pF 
SI2Y4 N 1200) {2} - >0,65 200 <1,5 [>15][0,14]200| Ak;A6pF 
SI235 N 1200) 13,5]. >09 200 1-3 L[>15][0,14] 200 Ak; A 6pF 
SI236 N 1200) 5) ». >13 200 2-6 11811044) 200) Ak: A 6 pF 
SI241 N ROO[<1). 27 30 < [0,14] [200] AK: A 13 pF 
SI 242 N 00) 11,5). >35 30 1-6 2 (0.14) [200] Ak; A 13 pF 
SI243 N 12001 12,5) . 5-10 300 5-15 25 [0,14] [200] Ak; A 13 pF 
SI 244 N [200] [<3] 100 8-15 300 5-30 25 [0,14] [200] Ak; A 13 pF 
SIWSN SP LI sW [2O0J[<5] 80 . 300 8-35 25 [0,14] [200] Ak: A 13 pF 
SIWEN SP LI sW [200)[<10]60 . 30 <75 25 [0,14] [200] Ak: A 13 pF 
SIatP  5S Li MQ@10 1 10nA50-150=50 . 30 (250) 200j Ak 21) 37) 56) 7 pF 


SI211IN SP LI” AA [1nA][0,5]). 
sI22112N SP LI” AA [1nA][0,7]. 
SI2213N SP LI” AA [InA][i) . 
SIZ14N SP LI” AA [1nAJ[1,5]. 
SIZISN SP LI” AA [1nAJ,5]. 


500 0,15 [>8] [0,14] 200 Ak; A 23 pF 
>8] [0,14] 200) Ak} A 23 pF 
500 0,6 [>8] [0,14] 200) Ak: A 23 pF 
500 <1,5 [>8] [0,14] 200| Ak; A 23 pF 
500 1-3 [>8] [0,14] 2001 Ak: A 23 pF 


oO 0 000 ONDO O0 00000 0000 rnnnn Jnrn7 7rnnn ran 


SI216N SP LI” AA [1nA][3,5].. 500 2-6 [>8] [0,14] 200} Ak;A23 pF 
SID O1 E Sdö Fo’G 6A 1,25500 200 oKf: 750 200 . 140 AE 
SID OL Sdö Fo’G 6A 1,25 oKf: 750 400 . 140 AE 
SiIDO1 K Sd Fo’G 6A 1,25 oKf: 750 600 . 140 AE 
SIDOIN Sd Fo’ G 6A 1,25500 800 oKf: 750 800 . 140 AE 

ıD SIDOXE Sd Fo’G 200 oKl: 850 200 . 140 AE 
SDOL sd Fo’G 400 oKf: 850 400 . 140 AE 
SIDO2K Sd Fo’G 600 oKf: 850 600 . 140 AE 
SIDO2N Ssö Fo'G 800 oKf: 850 800 . 140 AE 
SIGH7.. - SU » 16H WM. 5 . 4 ® . . SA 
SiG0,25/1200Sd Bb’G 750 48 . 1200 . 250 1200 . 100 SA 
bis bis 
SiG15/600 Sd 16) LG 50A 1,1 . 600 . 15A 600 140 SA # In80 
SIL 1 Ss Eö: 2, 20 MT, 250 1 4,h -0,02 In -H 0,1 V logar. 
SIM2...6 Sp Do VM 1 Fer 0,65 1 . IC} 5G]100 GC 13),-5,6:12) 
SIMB;SIM9 Sp 16) VM05S . . . 1 905 - [35G] 100 GC 12) CV 2391 
SIT... s A II ne mKf: 0,8/80A 50/600 . 125i In, SA 
SJ0SI-AF Si GAG 1A 1,7 500 50 mKf: 1,5A 50 . 120 AJ 61) 
bis bis 
SIANR-AF Si GAG 1A 1,7 1500 300 mKf: 2,3A 400 . 200 AJ 61) 
bis bis 
SI601-A,F Si 2 GAG 1A 1,7 500 600 mKf: 1,5A 600 . 120 AJ 61) 

- 5K R Universal-Ersatztypen . Ö » . . RC 

D SK0,4/06  S FpP G 400 1,2 10 370 N 3A 370 . 100 Sk 

D SKO4/6 SS FpP G 400 1,2 10 1100 5 3A 1100 . 100 Sk 

D SK04R0 S Fp’ G 400 1,2 10 1300 . 3A 1300 . 100 Sk 

D SKO4N4 SS Fp? G 400 1,2 10 1550 Ö 3A 1550 . 100 Sk 

D SK05/R2 5 Fn G 500 0,9 0,1 125 . 700 125 2k 120 Sk 

D SK0,5/6 5 Fn G 500 0,9 10nA 370 ö 700 370 ?2k 120 Sk 

D SK0,5/10 5 Fn G 500 0,9 5nA 750 r 700 750 ?2k 120 Sk 

D SK0,5/12 5 Fn G 500 0,9 1nA 850 . 700 850 ?k 120 Sk 

D SK 1/02 s 16) G 1A 0,9 0,2 125 . 1,2A 125 2k 120 Sk 

D SK 1/06 Ss 16) G 1A 0,9 0,1 370 s 1,2A 370 2k 120 Sk 
bis bis 

D SK 100/710 5 16) LG 100A 0,9 2,5 700 
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Transistoren SKa 0,5...55 202 


8 9 10 in 12 [13 15 


Ip Usp[B IN \Imax |Umax|fo Bemerkungen 
Imw mA ıV MHz 


—T. r T T Tr T ’ ’ T 

SKa 0,5 5 09 5 "750 E 700 750 2k Sk 78) 
SKa1 ß 0,9 20 750 ; 2k Sk 78) 
SKa 2,5 ; 0,9 20 750 : ik Sk 78) 
SKa 5 h 0,9 30 750 ? Ik Sk 78) 
Ska 12 ; : ET f - } ji Sk 62) 
SL 100 i i 32 (800) . 62) 22 N 4292 
SL101 A 1,45 3mA 100 : ; j A) 

SL 201 R F 2235-150 (30) 62) - 2N 4286 
SL 201 A i 1,45 3mA 200 : e ji A) 

SL 300 3 : 2150-600 35) . 62). 2N4286 


SL 301 A 1,45 3mA 300 s . i Al 
SL 400 . . . » 100-600 (100) . 62) 2 N 3194 
SL401 A i 1,45 3mA 400 2 e i Al 
SL 600 . e . . - 100-600 (100) . 62) =. 2N 4291 
SL 700 . R . - 100-600 . 62) *. 2N 4289 


SL 708 . » 200 800 
SL710 . “200 1000 
SL712 . » 200 1200 
SL715 R » 200 1500 
SM72 & 23525. »2 


SM 103 . -15/-+5 [15] 1,7 - VH;B30a 
SM 104  -15/+5 [15] 1,3 i VH: B30 a 
SM 107 . -25/-+5 [25] . : ’ .. VH'6) 

SM 108 . +25/+5 [25] . E : .. VH 62) 

SNX 100 & SE ; 3. “ Tx Folohalbl. 


soi KB’ MO 0,5 
so2 KB’ MO 0,5 
so3 KB’ MO 0,5 
SP 100 cp’ s 
SP 101 Cp’s 


SP 106 cp’ s 
SPR-S.. e . 
SR 2008 Eb 
SR 500B 

SR 1692 


SR 1693 
SR 1694 
SR 1695 
SR 2201-A 
bis 

SR 4501-A 
SRA/1 
SRA/2 

SS- ., ’ r = A: 
551 10 *07. 


ss2 s 10,.1,3/1:6::04 > Be het 
SS 106, A-E SP 10 1 0,01 18-560= 175j 
SS 108, A-E SP 10 1 0,01 18-560= 175j 
SS 109, A-D SP 100 0,7 0,05 18-28 175j 
SS120, U,A-CSP 500 1,3 0,2 18-14 200; 


SS125,A-C SP Li 400 1 25nA 18-140 175j 
SS 126, A-C SP 400 1 25nA 18-140= 175j 
SS 200 sp 1 3 1 2= 100j 
3 
3 


|zzzz 20000 0-0 -0-0-4 00000 


"ano aooao aan 


SS 201 sp 10 1 R= F 100) 
SS 202 sp 10 #32 . 100j 


T 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
N 
TE 
T 
t 
t 
T 
T 
T 
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SS 216, A-E...SV 1-LR Dioden u: 
3 la Is Is 3 {14 |Jıs 


Ab |Fo |Awlr fa |fmox| Bemerkungen 
| MHz |°C 


V 
T T 
0,5 0,1 18-550= 200 100 15 (350) 1255 VH 73) 1 
SS 218, A-E SP Te X 30 0,5 0,3 15-550= 200 100 15 (350) 1255 VH 73) 1 
SS219,A-E SP Te X 30 0,5 0,3 18-560= 200 100 15 30ns 1255 VH 73) 1 
1 - 


SS216, A-E SP "30 


T 
T 
T 
T ST10 U Kos 2 - 20 10 30 200 50 Ro 
T STi5 SS Li Ns 1 . 10-100 200 R 15: U » Tr 
T ST2...23 U Kas () (0- - so (20) (30) 10 50 Ro 100ns 
T ST3BC Er Fe .- 5 5 = a ” Ip 2N 309 
T ST3S SS Li Ns 1 =... 10-100 200 e 30 (1) . Tr 
T ST37D . Be) aut. 5 B . » . Ip —2N252 
T ST50 U Kos 10 0 - - 200 150) (30) 10 50 Ro 
D ST111/1 SV Gr X 100 3 13A 70 . . VH 18) 
bis bis 
D STÜ11RB SVAIGEN % 100 3 13A 560 . . VH 18) 
D ST121/1 SV N, - 100 3 BA 0 . VH 18) 
bis bis 
D ST121/8 svGrY 100 3 R 23A 560 . 5 VH 18) 
T ST162 . ee =; ö R . r Ip 2N 145/6 
T ST163 - Ar. 5 - € A 5 ® IpP=—2N 147 
T ST173 . 0a Sr . R . . IPZ2N168A 
T stıı1 Sd La Hs 1 6 1 0% 250 235 45 (15) 1751 GC 
T StTn2 Sö la hs 1 6 1 097 250 25 45 (20) 175j GC 
T ST723 Sö la Hs 1 6 1 0986 250 235 45 (25) 175j GC 
D STC 101 s Y®» 0,74 25nA 35 250 20 35 . 200 Si 
bis bis 
D STC 108 s ” 7 40 0,74 25nA 180 250 200 180 . 200 Sı 
T STC1035 $Sj Mi Ns 2A . . SetW . 30 0,75 Si 
T STC1035A Si Mi Ns 2A DIE RZEW 60 0,75 Si 
T STC1036 Si Mi Ns 5A ar KSAERTEW 30 05 Si 
T STC1036A Si Mi Ns 5A a. B10wi7W ec 60 0,5 Si 
T STC1101 SM NY’Ns . -..25 10-50= 85W . 6 1 Si 
T STC1102 SM NIUNs . 25 10.50= 85W . 100 1 Si 
T STC1103 SM Ni’ Ns . “25 25.75= B5W . 60 1 Si 
T STC1104 SM N Ns . 125 25-75 185W' ; 100 1 Si 
T STC11065 Sj MI Ns 2A ....>10= 85W . 30 0,5 Si 
T STC1105A Si MI Ns 2A eo ...>10= 85W . 60 0,75 Si 
T STC1106 Si MI Ns 5A . .>10= 85W . 30 0,5 Si 
T STC1106A Sı MI Ns 5A u. Sim EBSW 60 0,5 . Si 
T STC1311 Si Nh Ns 5A . . 123= 40W . 80 . . Si 
T STC1312 Si NhNs 50 . .„ 12-.36= WW . 120 . ‘ Si 
T STC1313 Sj NhNs 50 . . 30.90= 40W . 800 . a Si 
T STC1314 Si NhNs 500 . .„ 30-90= 4W . 120 . « Si 
T STC1331 5 7 NhNs 50 . . 75150=40W . © . . Si 
T STC1332 5; NhNs 50 . .„ 75-4150=40W . 120 . o Si 
T STC 5080 Ss Mi L 2A . . 10-30= 75W 5A 80 . . Si 
bis 
T STC 5085 3 Mi L 2A ...1030= 75W 5A 90 . " Si 
T STC5550 5 “ IEm2A “0. 106.30= B5W 5A 80 . s Si 
bis 
T STC 5555 Ss en SERBAA ....1030= 8W 5A 80 . . Si 
T STX-20 Sö. UL50 . . 15890=. 5A 100 10 150| A) 
D SU 012 Sd NvG 15A 1,2 0,02 50 . 12A 35 . 175j Sa 
bis bis 
D SU 512 Sd NvG 15A 1,2 0,01500 . 12A 350 . 175j Sa 
D Svi s C 22/10 09. - 750 750 0,8 35ns 125 Sr21)36) 
D r 


SV 1-LR 09 .- 125 Sr21)36) 
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Transistoren SV55A...SX 782 


8 9 oo [nm 2 Jia 
Ur |Isp|UspfB IN max |Umax|fa 
V !pA|V/- mA V MHz 

ee 

2” 55A sp R . "410'48 "48 [175] NE 0,4-0,8 pF 

IE} 
SV56D SP 38) KH. ..10 60 5 e [175] NE 4-8 pF 
SV77D SP 38) KH’3,5Nn . 10 90 500 [150] NE 10 pF 
bis bis bis 
SV 77H SP GnKH2n . 10 9% 500 [150] NE 47 pF 


SVB7A SP GI’ KH’3N . 10% . [175] NE 5-10 pF 

SV87B SP GI’ KH’/1,5n . 10 90 . [175] NE 10-20 pF 
SV87C SP Gi’ KH’1n . 10 . [175] NE 20-40 pF 
SV87D SP GI KH’o8n . 10 - [175] NE 40-80 pF 


SV88A SP GI KH’4n . 10 n 1175] NE 5-10 pF 
SV88B SP Gi’ KH’23Nn . 10 . [175] NE 10-20 pF 
SVY88C SP GI’ KH’1,5Nn . 10 . [175] NE 20-40 pF 
SV88D SP Gr KHin . 10 . [175] NE 40-80 pF 


N 3170 <b . en r +0,02 Tr +0,35 V 
3 i 

SV 3176 Cb . Pe . +0,001 Tr +0,4 V 
SV 3206 <b . m. x e +0,002 Tr +0,89 
SV 3207 <b . Seh, WR . . =+0,001 Tr +0,8V 


svc1 GC 6,5pF +10% 
svc2 


GC 6,5pF +20% 
SVC3 GC 6,5pF +30% 
SVc 11 GC 3pF 
SVC 12 GC 2,5pF 
SVC 13 GC 2,25pF 
SVC 14 


GC 2,0pF 
SVC 15 GC 1,75pF 
svc21 GC Apr 
svc2 GC 3,2pF 
Sw-30 Tr 25) 
5x 11 


160 GC 
5x 13 


5X47 
5X 56 
SX 68 


5X 75 
sx8 
5X 561 
5X 631 
bis 

5X 638 


5X 640 
5X 641 


200 = 


00 


vuuou vuuuio in 


0200 


0000 


DD vu vuuiuin 


u“ 


0,06 GC 
+0,04 GC 15% 
55 GCeV 701 


1125] GC 


[200] GC 
[175] GC CV 2384 
bis 


5X 645 1175] GC 5pF 


sx 751 1150] GC 
sX 752 1150] GC 
SX 753 : [1150] GC 
SX 754 : 1150] GC 
x 761 ; 5 [150] GC 48) 


SX 780 j 4 11001 GC 
SX 781 20ns [100] GC 
SX 782 j 20ns [100] GC 


Secaeh: cken a 
oowu vmnuu 0 


[72 


eye‘ 
u un 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
g4 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Sx AN 125...SZL 10 Dioden und 


In I2 Is [14 
N. Mae lUnslfen Naar 


mox | | 
wAlV/- mW ImA IV |MHz °C 
= % 104 1200. 7. 


15 


Bemerkungen 


| 
D SKAN125 S 2 2 
D SxAR2 s a I 05 R 750 1800 . siehe 
D SBN20 S . LG. a z 200A 1200 . 2 wB | $1--.18A.. 
D Sx BR2 Syn Gum Be : 1A 1800 . 2. wB | 51...18B..! 
D SxBRS5 ” - is. u: r 10A 1500 . WB (x Er 
D Sx BR& s IS, u ; 18A 1500 . =... WB | 100...1800V 
DSKBR25.7.054 uE. LG ER: ; 35A 1500 . >... WB 
D SY160 Sa 16) G 20A 0,623mA50 : 10A 50 . 150| VH 
D sYı2 Sa 16) G 20A 0,623mA20 . 10A 200 . 150| VH 
D SY16 Sa 16) G 204 0,623mA40 . 10A 40 . 150) VH 
D SY166 Sa 16) G 2A 0,623mA60 . 10A 600 . 150| VH 
D SY1701  Sd NvG 3A 1 8mA1I0 . 25A 100 1,5k 150j VH 72) 13) 
D SYıOR Sd Nv G 3A 1 6mA20 . 25A 200 1,5k 150j VH 72) 13) 
D srıı Sd NvG BA 1 8mAIO . 25A 100 1,5k 150j VH 72) 12) 
D srııR Sd NvG 15A 1 6mA20 . 15A 200 1,5k 150} VH 72) 12) 
D SY200 sd Fa G 70 1.2 150 75 P Dr 125 VH 
bis bis bis 
D sY210 sd Fa G 700 1.2 150 100 . 1A 1000 125 VH 
D SY25005 S  Fw'LG. > mA 50 .. 180: 5 ... VH8) 
bis bis bis 
D SY25010 S FwlG. -  TmA100 . 1000 . ....VH 82) 
T Sy SV IMs 1 Sr: 360 250 60 7Ons .  Sy25) 
IT Syl425 SV IMs 1 Den 360 250 30 70ns . Sy 25) 
T Syld12 SV IMs 25 55... 360 250 15 Ans .  Sy25) 
z Sz24 Ss BEZ Ar 517 > 551) 62) 
bis bis 
\z SZ16 Si LE Z AWEE iTE - Sr 51) 62) 
x SZS SE ZEr 20.100: 1,004: 4 250 205 30 . SH :+0,6V 
\z SZ6 Ss EZ 10 1 011 250 206 20 . SH =+0,6V 
ı 5SZ7 S Er zZ 10 1 0,011 230, Sin. SH EO6V, 
z SZ-7 Sö Ci R | 200 10 7 5 0,04 Sa | 
bis bis 
|z Sz-2as Sd, ECR Ba so 8 25 13 0,08 Sa 
2 SZ8 S Er Z 10 1 0,011 200 5 8 15. SH +0,86V | 
bis bis bis | 
z SZ20 S Er Z 100 1 0,011 250 5 20 16 SH +0,6V 
Z'sZz10C 'S :GDIZ 10 2 2 10 20 006 GC 
ZSZ2C -S - GDIZ ı0 2 22 12 30 007 GC 
zZ SZisch S, GDIZ 102 20 15 40 0,07 GC 
zsz8c S cpız 10 2 20 18 65 0,08 GC 
zZ szı2c s pız 10 2 2 2 90 008 GC 
zZ SZUICh SS. :CDIZ 10 2 20 27 120 0,09 GC | 
ZsZz3C. S GDIZ 102 20 33 150 0,09 GC 
Z SZS6A Ss GDLZ 100 2 20 56 15 002 GC 
Z SZ68A Ss 6pLz so 2 20 68 10 0,04 GC 
zZ SZS2A S_ _ GDiLZ. 42042 20 82 15 0,05 GC 
Z SZ600/0,75 S Gr’ 7) IA 052- — RE ar VH 62) 
zZ SZ600/51 S GrLZ 10 . 10 51 5 VH 
bis bis 50 bis 2 
Z SZ coR2 S GriLz 4 s SED MaNH 
z SZL6 S GqaLlZ 50 1,1011 1Tw 100 6 2 0,033 SH 12) +0,6V 
z SZL7 S GqLZ 50 1,1011 1TW 50 7 25  0,0%41SH 12) +0,6V 
z SZL8 S GalZ 50 11011 IWW 50 8 35 0,047SH 12) +0,6V 
2 SZL9 S GgLZ 50 11011 1TW 50 9 3,5  0,050SH 12) +0,6V 
z SZL10 S GqaLlZ 50 11011 1TW 50 410 3,5 0,0555H 12) +0,6V 
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TTransistoren SZL11...SZL 23 


KK Typ fmax| Bemerkungen 


Ne 


2:)'52641 0,060 SH 12) :+0,6V 
zı SZL12 Ss Gq LZ 500 ’ TW RD us 0,063 SH 12) +0,6V 
zz SZP-7 Söe Li R . . R . 600 30 7 . 0,04 Sa 
bis bis 
ZZ SZP 105 Sd Mg'R . . 12.60 6 10 100 100 0,09 Sa 
ZZ SZT1 s Em R 100 1 0,152 300 5 5,6 30 +0,01 GC 15% 
ZZ SZT2 Ss Em R 10 1 012 300 5 5,6 30 =+0,001 GC 5% 
zz SZxX 18/1 s cv 70) 5 085— — 250 5 0,75 8 VH + 10% 
ZZ SZX18/5,6 S Gyhzı 5 0,851 1 250 5 56 65 “ VH + 10% 
bis bis bis 8 . 
ZZ SZzX1822 S cy zZ 5 0,851 12 250 5 2 9% . VH + 10% 
ZZ SZX 19/51 S Cy :z 5 0,851 1 250 5 5,1 75 . VH +5% 
bis bis bis 7 
ZZ SZX 19724 S cvZzZ5 0,851 12 250 5 2 8 VH +5 
zz SzY20 S ED R 100 $ 84 15 0,01 VH 4) sw; wuoh v 
zZ SszyY21 Ss ED R 100 r 84 15 0,005 VH 4) ge; + 0,4 V 
zZ szYyn Ss ED R 100 . 84 15 0,002 VH 4) bl; + 0,4 V 
22 SZY23 Ss ED R 100 £ 84 15 0,001 VH 4) rt; +0,4V 
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T 0031... T 14/400 Dioden u 

12 3 ja 

K Typ |Ab 'Fo ker 4 ie I 
| | | Ima IV (aA |V/- 


I ıs Ja Jıs 


fg lmax| Bemerkungen 
mw 


t T 0031 RR; Ph # 2N 207 

D T 0,8/50 vv Le Y 15us 125 AEbI 13) 19) 
bis i 

D T 0,8/400 SV LrY 20 1 800 400 15us 125 AE ws 13) 19) 

D TOBNO6 S u Y 20 60 A15us - Z Jn 13) 19) 
bis bis 

D TOBNS5SAWS Li Y 20 . 500 15us . In 13) 19) 

8 7 Gb Ee hn 20 1 70 460 . 80 Tr #1N139 

dT2 Gb Ee hn 40 1 85 70 . 80 Tr£1N140 

d T2G Gb Ca hn 40 1 3 0 . %0 Tr 

d T3 Gb Ee hn 20 1 50 “0 » 80 Tr#1N1 

d TI3G Gb Cn hn 20 ı 50 50 80 3 60 9% Tr 

D T3NO5POBS 5: Y 25 . 2m <3 oKf: 1,2A 50 . In 19) 50 V/us 
bis bis 

D T3N4POBS = Y 23 . 20 <3 mKf: 3A 400 . In 19) 50 V/us 

D T3N0,8CO05S GI Y 25 1.372073 oKf: 2,5A 60 17us 125 4Jn 13) 19) 50 Vjus 
bis bis 

D T3N6CO S GIY 23 1,520 3 oKf: 2,5A 500 17us 125 Jn 13) 19) 50 V/us 

d T4 Gb Ee hn 5 1 100 100 90 60 100 80 Tr#1N142 

d T4G Gb Cn hn 5 1 100 100 80 125 » 90 Tr 

D T4,5/50 VGoY 2% 1,2520 3 mKf: 3,5A 50 15us 125 AE bI 13) 19) 
bis bis 

D T4,5/400 VYGoY 23 ; ‚2520 3 mKf: 3,5A 400 15us 125 AE ws 13) 19) 

d TS Gb Ee hn 40 100 100 90 85 100 . 80 Tr#1N14 

D TSG Gb Cn hn 40 1 100 100 80 . 100 . 9% Tr 

DT6 Gb Cn nX 10 1 200 20 80 . 35 . 90 Tr 1N144 

D T6FIOOHCC SV N) Y 6 235 <0 2 mKf: 4A 100 12,45 125 AE13)19) 400 Vj 
bis od. bis 

D TEFPOOCCC SV GV Y 60 °25<4o0 2 mKf: 4A 700 127515 125 AE 13) 19) 400 V/ 

D T6ENIOOHOB SV N) Y 0 25<20 2 mKf: 4A 100 1755 125 AE 13) 19) 50 V/n 
bis od. bis 

DTENTWOCOB SV Gr Y 0 25<20 2 mKi: 4A 700 1755 125 AE 13) 19) 400 V/ 

DT7 Gb n 200 1 100 50 130 750 60 . . Tr £1N 270 

DT7G Gb Cn nX 200 100 50 80 . ss. 9% 


D TBFIOOCCC SV Gv'Y 60 
bis od. 
DTBEF700HCC SV N), Y 60 <4s0 2 mKf: 5A 700 12, 125 AE 13) 19) 400 V) 


D T8G Gb Can hn 10 20 100 80 . 1235 . sg Ir 


1 Tr 

2 <o0 2 mKf: 5A 100 12,1 125 AE 13) 19) 400 V/ 

2 

1 
D T8N100COB SV Gv'Y 60 2 <0 2 mKf: 5A 100 18,1 125 AE 13) 19) 400 Vj 

2 

1 

1 

1 


bis od. 
D TBN7DHOCSV 7) Y 60 


DT9 Gb n 100 


<20 2 mKf: 5A 700 1851 125 AE 13) 19) 400 V/ 
20 50 130 600 60 . Tr 


DT9IG Gb Cn h 100 20 50 80 . 0 . 90 Tr 
D TIONI0O0OCOBSV Gv’Y 60 Br<20.° 2 mKf: 8A 100 20,15 125 AE13)19) SOVi 
bis od. bis 
D TIONTOOHOCSV 7) Y 60 18 <20 2 mKf: 8A 700 20,1 125 AE 13) 19) 400 Vi 
DTM Gb. n 100 1 20 20 130 750 30 . “ Tr #1N273 
DT1NG Gb Cn hX 10 1 20 20 80 . 3 . % Tra N273 
DT Gb . . 20 1 500 50 130 . 60 . Tr£#1N% 
D T12G Gb Con 2% 1 500 50 80 . 75,7% 90 Tr 
D T13 “Gb. .,. 0 12 10 130 750 20 . ARz 
D T13G Gb Cnh 40 17 2. 10 80 : 20 . 90 Tr 
D T14 Gb . . 40 5.70 130 750 20 . . Tr 
D T 14/50 svı)Y 8 225058 mKf: 10A 50 20us 125 AE 13) 19) 
bis bis 
D sv 2 mKf: 10A AE 13) 19) 
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Transistoren T14F 100...T 357 


T 


112 N n 112 [13 


K \Typ N Imax Umax/fa  |fmox| Bemerkungen 


ImW ma IV MHz |°C 
! AR 


1 T T T T T 
D TI4FIOOCFB SV r A 30- = 9A 100 15us 125 AE13)19) 50 Vj/us 
bis R bis 
D TI4F900EDE SV » 9A 900 1545 125 AE 13) 19) 200 V/us 
D T14G Gb . 3 . % Tr 


D T15 Gb. Er % . R Tr 

D T15G Gb F 135 . Tr 

D TI5N400COA SV ® H 400 8Oyıs AE 13) 19) 20 V/us 
bis . bis 

DTISN1300EOHSV y 1300 80,15 AE 13) 19) 400 V/yıs 


D T16 Gh... 5% ur 60 
D T16G Gb ._ 60 
D Tı7 Sb. 100 
D T17G Gb s u h 2 

D T18 Gb ; 50 


D T 18/50 5 50 1545 AE 13) 19) 
bis bis 

D T 18/700 J 700 15us 125 AE 13) 19) 

D TIBFI0OOCEB ä 100 20us 125 AE13)19) 50 V/us 
bis R bis 

D TI8F900ECC E 900 12us AE 13) 19) 400 V/us 


Gb . . Tr 2.1N 278 
Gb . . Tr 
Gb n & Tr 
GG . r F Tr#1N% 


Gb 
Gb 
Gp 
Gb 
Gb 


Gb . 
T22N400COA SV 5 125 AE13)19) 20 V/us 
bis 
T301N1500EOCSV>- g 1500 120,15 125 AE 13) 19) 400 V/us 
T23 Sb . a . 600 Tr#1N455 


T23G Gb 
T24 Gb 
T214G Gb 
T25 Gb 
T25G 


T 30/50 : 0 AE 13) 19) 


AE 13) 19) 
NR 
NR 


: NR 
125 AE13)19) 
125 AE 13) 19) 


BE. ; 
(20) (60) 185] 
(20) 80 [85] 
(20) 85 185] 


Ä4H44m mo 07 -"0 DO 02020 O0 00 9@”00 oO 
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T 358... TA 2469 A Dioden und 


n 12 13 
Imox |Umax| fa Bemerkungen 
mw mA |V MHz 


15 120 (120) 10 ' (20) HB 
R 50 . Ph#2N39 
Ph 


30 10. : 
20-75= 25 ® . Ph 
>40 A1w 150 ji Ph; Ers:2 N 1126 


>40 300 150 i Ph; Ers:2N 1124 
50-150 150 Ph; Ers:2 N 1125 
50-150 150 i Ph; Ers:2 N 1127 
Ph 
Tx 


Tx 


- 44-4 


15-60= 300 


15-45= 150 
15-45= 125 
40-125= 125 
120-250= 125 
>10= 125 


25 190 150 ; Ers: 2 N 1129 
20 70= 250 ; 20 h 

5 120 25 

7 70-150 250 

100 35= 25 


35 >20= 150 . 05. 

05 3= 10 . (140). Ph 

. W= 35 (175) [100] Ph 
>16dB . BR “Ph 
>16dB 


>16dB . Be } 
20-250= 50 ; (280) . 
20-250= 50 . (280) . 
20-250= 50 r (280) 

= 20 . (220) . 


>8dB . . . RG) . | 
. 20.60 . . « (300) . I 
1nA. . . . 85 Ph=2x T236337 
inA. . . . 85 Ph 
. . . . . . . RC 
: - . . . . . RC = 2 N 2938 
1mA 40-120= 150W 10A (10) 200 RC 
. . . ü . & . RC = 2N 2405 
500 . 2w . 400 175j RC = 2N 3375 
5mA 35-130= 150W 10A (10) 200 RC 
TA258A . . R . n . . RC = 2 N 3600 
TA 2388 . .- 01. . . . R RC = 2 N 3229 
TA 2401 0,02 100 200 . (900) 200 RC2pF 
TA 2404 . . An le . . 2 E RC = 2 N 2953 
TA 2416 . 500 > 35= . . a RC 
TA 2417 . 500 > 35= . . . RC 
TA 2422 Er } 500 > 35= . . . RC 
TA 2458 i 20 > 235= 5W . B RC = 2 N 3439 
TAZUBA . er er er . . . RC=2N 3442 
TAUSA . AR r P r S 5 R a » . RC =2N 3441 


HHHHd HH nn 


HH4-- 


t 
T 
T 
T 
T 
T 
2 
T 
5 
T 
T 
T 
IT. 
1 
T 
T 
An 
u 
ii 
T 
Au 
7 
7 
T 
T: 
T 
1 
T 
AR 
T 


"Transistoren TA 2470... TCR 505 


TER2OSC SP Li 
TCR20 SV U 


TCR 251 sv. 
TCR305C SV Li 
TER4OSC SV Li 
TCR 503 sv Gl 
TCR 505 SV _Gn 


7: 
Ur 
v 
IT TA 2470 5 4 . 2 RC = 2N 3440 
IT TA 2480 SP LU H 10 2 800 . (60) (200) 2 RC6pF;rb=10N 
IT TA 2492 SE J. s 15A 3 . 20A 90 (20) . RC = 2 N 3263 
IT TA 2493 SE I 7 159% 3 20A 60 (20) . RC=?2N 264 
IT TA 2494 SE Nm’s 15A 3 20A 90 (20) . RC=2N 3265 
IT TA 2495 SE Nm’s 15A 3 20A 60 (20) - RC=2N 2266 
IT TA 2501 Ss L. s 50 4 . 80 4ons . RC=2N 2262 
IT TA 2510 Ss M. s 200 4 5A 20 . . RC = 2N 3583 
IT TA 2511 Ss M. s 20 4 5A 30 . . RC = 2N 3584 
IT TA 2512 s M. s 20 4 SA 375. . RC=2N 3585 
IT TA 2513 Ss 2 2A 4 SA 60 (0) . RC 43) = 2 N 2330 
IT TA 2514 S’ 7 = MA 4 . 5A 80 (W) - RC 43) = 2 N 2331 
IT TA 2551 . . - Ann . f > ? E RC =2N 3553 
IT TA 2598 B 5 2 . . =. . ° . . r RC = 2N 3669 
IT TA 2601 SP Li sT 50 . E . - « (400) . RC 62) 
IT TA 2606 ; . ; N 3 - n £ . - R RC=2N 3478 
IT TA 2616 n : 5 e ä 1m % . . . . . RC=2N 3632 
IT TA 2618 . r & r x Elc® s . R . s RC = 2N 3670 
IT TA 2621 ä B a = F wer . . . . . RC = 2N 3668 
IT TA 2624 . . . . ‘ Mh . . . . . RC=3N%8 
IT TA 2625 . a e sd 5 » F . . RC=3N9 
ID TA3002R 5 Gv’ LG 1kA 1,4 15mA200 - 300A 20 . e Sc 
bis bis bis 
!D TA3000R S Gv’ LG 1kA 1,4 15mA3000 2 300A 3000 . P Sc 
IT TA 6200 SP Li sV 500 . 1nA80 4W . (60) (60) 200 Fd 
IT TATIUL Ss %) VL. Fi ENT.) 16W . (28) [400] . RC 47) 83) 
IT TA 7367 Ss 25), NL, - R ...8dB 10W s [400] . RC 47) 83) 
IT TA TAI Ss 9) VL. rn 510 B ZW . . [400) . RC 47) 83) 
MT TAA... . ER z Fr PERRE = z A . r SH, Va & 87) 
.« TAG... g F 3 R > R 5 ” e " x Tg-Haustypen 
ID Tb. Tr 87) 
ID TC16Y1 SP TH y 3 0,2 0,8 s 25A 30 . L Tr 19) 13) 2 
bis bis 
ID TC1066D1 SP TH Y 3 402.08 . 25A 400 . e Tr 19) 13) 2 
ID TC106Y2 SP Sa Y 3 0,2 0,8 P 25A 30 . e Tr 19) 2 
bis bis 
D TC106D2 SP Sa Y 3  +0:2.0,8 . 2,5A 400 . £ Tr 19) 2 
D TCR23 SV:ENF IE . 50 3 . 3A 200 . . Tr 18) 
D TCR3SC SP LU Y 10 | . 1A 30 . 125 Tr 19) 
D TCRAC SV Li Y 1A 25 02 0,8mV . IA. 4 Tr 19) 
D TERMC SV Li Y 1A 25 02 08mV . 1A 60 . 5 Tr 19) 
D TCRA3C SV Li Y 1A 25 02 08mV . 1A 10 . . Tr 19) 
D TERUC SV Li Y 5 . . . 
D TERISC SV Li Y 5 
D TCR6SC SPIEL Y 5 
D TCR 102 SYKRY 
D TCR1IOSC SP Li Y 
D TCR 202 SV Y 
D Y 
d Y 
d Y 
D Y 
D Y 
d Ti 
D af 
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TER 510... TD 106 Dioden ı 


2 3 ja Is Is 7 | 1 [14 |ıs 
| | 
K Typ |Ab |Fo Awlr Ur II. Us/BH|NV „Mass lUsssifes - Its Benierkungen 
| | | 1 ma Iv uA|V/- mW |mA |V_ IMHz |°C 
DTeRSO 3 sv oyyıı 71503 z 104 50 '. "750'Tr19) 
D TCRS20 2 SVCyY 235 0850 3 ‘ 20A 50 . 150 Tr19) 
d TCRS0 SV CkY . 3% ; S0A 50 . . Ar 
d TCRIMI SV Li Y 3 1A 100 . “ Ir 
d TER1008 SV GI Y SA 100 . * Tr 
D TCRIOS SV GnY 35 1,2520 3 SA 100 . .  Tr19) 
D TER100 SV GyY 25 1150 3 104 100 . .  Tr19) 
D TCR1RO SV GYY 2353 08250 3 20A 100 . .  Tr19) 
d TCR100 SV CKkY . KEIN: 50A 100 . = ale 
D TERI1SS SV GI Y 25 1,2520 3 SA 150 . .  Tr19) 
D TCRISIO SV GyY 33 1150 3 10A 150 . .  Tr19) 
D TCR120 SV GYY 3 0850 3 20A 150 . -  Tr19) 
d TCR203 SV GIY . ie SA 200 . u : 
D TER205 SV GnY 2353 1,2520 3 SA 200 . .  Tr19) 
D TER2M0O SV GyY 235 1150 3 10A 200 . .  Tr19) 
D TCR2RO SV GyY 25 08250 3 20A 200 Tr 19) 
d TCR2050 SV CkY . RR: 50A 200 Tr 
D TER2505 SV GI Y 25 1,2520 3 SA 250 Tr 19) 
D TER2SIO SV GyY 3 1150 3 104 250 Tr 19) 
D TER2320 SV Gy Y 235 0,8250 3 20A 250 Tr 19) 
d TCR30 SV GIY . SA 300 Tr 
D TCR305 SV GnY 25 1,2520 3 SA 300 Tr 19) 
D TER3M0 SV GyY 50 14150 3 10A 300 Tr 19) 
D TCR3R0 SV Gy Y 50 0,8250 3 20A 300 Tr 19) 
d TCR30500 SV CkY . nn 50A 300 Tr 
D TCR3505 SV GI Y 25 1,2520 3 . SA 350 . .  Tr19) 
D TCR3SI0 SV GyY 50 11 50 3 ; 10A 350 . .  Tr19) 
D TCR350 SV Gy Y 50 0850 3 ; 20A 350 . .  Tr19) 
d TCRMI SV LY . a; 1A 400 Tr 
d TCR403 SV GI Y ee SA 400 Tr 
D TCROS SV GnY 235 1,2520 3 s SA 40 . .. Tr19) 
D TCR4OO SV GyY 50 1150 3 F 10 400 . .  Tr19) 
D TCR4RO SV Gy Y 50 0,8250 3 : 20A 400 . .  Tr19) 
d TCRAOSO SV CkKY . ET : S0A 400 . MM % 
d TCS5 Sc Fg G 100 4 500 50 } 100 50 . 500 Tr 
d TCS10 Sc Fg G 100 6 500 100 ; 100 100 . 500 Tr 
— TDh Tr 87) 
D TDOSRA sv Li Y 20 12<10<3 [10] 1A +50 2045 [125] Cs 19) 20 V/us 
is bis 
D TDBR SV Li Y 20 12<10 <3 L[10) 1A 48002045 [125] Cs 19) 20 V/us 
z TD2 Ss EDR 0235 <3o 5449 0,002 In 65) +0,8V 
zZ TD3 Ss EDR 035 <%0. 779 0,003 In 65) +0,8V 
zZ TD5 Ss EDR 02 <30 5.459 0,005 In 65) +0,8V 
zZ TD12 SP EDR 025 <30 5:9 0.002 In 65) + 0,8 V 
zZ TD13 SP EDR 025 <30 5:9 0,003 In 65) + 0,8 V 
z TD15 SP EDR 0235 <30. . Lie VER 0,005 In 65) + 0,8 V 
T TD-00 SP SI AA 0.01 5 0,01200= 200 500 30 (50) 150j Sp21)2x 4 
E TD101 =. EI) 50% 1<107. 200 : N RE BE 2 ISA 
T TDAM SP SI AA 01 5 0,01120= 200 500 30 30) 150 Sp21)2x 4 
E TD102 EN OE <302200 s 2.55. SA 
T TD102 SP SS rP4 5 001120= 200 500 30 30) 150j Sp21)2x 4 
E TD103 ; E 50 <130. 250 a SASHSKe 6 SA 
E TD10% E 50 130. 250 u 51545 5 ISA 
E E 50  <Z700. 250 545 5. 5A 
E E 50  <700. 250 1.55. 5A 


Transistoren TD 107... TF 77/30 
7 | lo In f2 is 14 Iıs 
Ur Is, Us,/B IN 12 \Umax fa Amos Bemerkungen 
IV |uA|V/- | | MHz °C 

175250 Sr e SA 

250 & Re SA 

Sp21)2x 
0,01 120= Sp 21)2x 
0,01 120= Sp21)2x 
Sp21)2x 
Sp 21)2x 
Sp 21)2x 
Sp21)2x 
0,01 100= Sp 21)2x 


‚2 100 5 Co 13) 18), Sc 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 


1,2 100 5 Co 13) 18), Sc 
5 0,01 100= Sp2i)2x 6 


Hr 5015 i 1,2 100 5 . Co 13) 18), Sc 
is i 

TD 8001 5 - 100 Co 13) 18), Sc 
TD-502 150| Sp21)2x 6 

TD-550 150| Sp21)2x 6 

TD-600 , 150j Sp 21)41)2 x 


TD-601 1505 Sp 21)41)2 x 
TD-602 150j Sp 21)41)2 x 
TD-700 150 Sp 21)41)2 x 
TD-701 i 1505 Sp 21)41)2 x 
TD-2905 150| Sp21)2x 4 


TD 710 [100] GE 
TD 712 [100] GE 
TD 713 [100] GE 
TD 714 [100] GE 
TD 715 [100] GE 


TD 716 [100] GE 
TD 717 [100] GE 
TD 718 EB [100] GE 
TD 719 36 u: [100] GE 
TD-702 150; Sp21)41)2x 6 


TD-2219 10 0,0175= 150j Sp21)2x 4 
TDAL 110 -+5 :+100 +3 [100] 100 Cs86), Sc 
TDAL 220 i +5 4100 43 [100] 1A 4500. 100 Cs86),Sc 
TDC ... Tr 87) 
TDD... Tr 87) 


800 50 20us . Co 19) 


vn 


mon 


wu 
» 


I1IOO-t “mmmm mmmmm AH-HH-4 AHaHdo 0 Ho 0 AH-H-H-4 4-4-m 


bis 
800 80 20us . Co 19) 
Tr 87) 


>20= 60 200 (15) 9 i SH 


20-150 60 50 (16) 1 SH 4) 

20-150 60 so (32) 1 SH4) 

30-150= 60 300 (32) 1 ji SH; Ers: AC 152 
30-100= 60 300 (64) 1 i SH; Ers: ASY 48 
10 200 25 30 025 SH 


24 10 30 0% SH 
9 235 30 05 SH 
. 125. 65. . SH 
23 600 16 . SH 
23 600 32 . SH 


x 
w 


TF 65/30 
TF 66/30 
TF 66/60 
TF7O 


TF71 
TF72 
TF75 
TF77 
TF 77/30 


--7-7 ---44 410 0 
aa anna 


vu vn [mnmnun 
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TF 78/30... THP 927 


TF 78/30 
TF 78/60 
TF 80/30 
TF 80/60 
TF 80/80 


TF85 
TF 90/30 
TF 90/60 
TF251 
TF252 


TF 260 
TG 17 
TG 18 
TH 083 
bis 

TH 088 


TH 203 
bis 

TH 208 
TH402 B 


TH 1003 
bis 

TH 1008 
TH 8021 B 
bis 

TH 8123 D 
THP 

THP 31 
THP 35 
THP 36 


THP 39 
THP4O 
THP 41 
THP42 
THP4S 


THP 46 
THP47 
THP 50 
THP 51 
THP 52 


THP 55 
THP 60 
THP 61 
THP 62 
THP 64 


THP79 
THP80 
THPBI 
THP 921 
THP 922 


THP 923 
THP 924 
THP 925 
THP N6 
THP 927 


--- 44 


O0 00 0 00 0 90 0-H7 


D 
T 
T 

ıD 

D 
D 
D 
T 
T 
: 
" 
ıE, 
D 
E 
U 
T 
a 
E 
T 
I 
E 
3 
E 
E 
E 
E 
E 


60A 
60A 


9 


8 
Isp Usp/B 


10 
N 
mw 


n 
Imox U 


mA IV nr 


max 


Dioden 


15 


Bemerkungen 


"5 0 20-15022w 600 (32) 0,7 
5 10 20-100=2W 600 (64) 0.7 
10,52)]10>20= 6W 3A (32) 025 
[0.52]10>20= 6W 3A (64) 0,25 
[0,52]10 >12,5=6W 3A (80) 0,25 
(4w) 1250 6,5 
05. 7% 23W 15A 32 05 
05.7 23W 15A 64 05 
so 2 22 5 05 
so 20 10 
1.0815 co 300 100 . 
15... 225= (30W) 11A 100 Aus 
1,5 > 25= (30W) 11A (250) 1us 
1 15mA250= mKf: 8A 250. 
bis 
1 SmA 700 mKf: 8A 700». 
0,9 20mA 250 mKf: 17A 250r. 
bis bis 
0,9 10mA 700 mKf: 17A 700-. 
15mA . £ 50A 400 
0,9 30mA 250- mKf: 100A 250- . 
bis 
0,9 15mA 700- mKf: 100A 700- . 
. = rn 2erg . 36) 
BG] 
#- i Br 22.108 
0,2 090 (150) 25 (30) 3 
02 0% (150) 25 (30) 5 
1,215mAS50 mKf: 15A 50 1k 
1,210mA100  mKf: 15A 100 1k 
1,210mA150  mKf: 15A 150 1k 
1.210mA200  mkKf: 15A 200 1k 
2 1mAl2 112Ww) 3A (15) 0,2 
2 1mAu2 (12w) 3A (30) 0,2 
2 1mAl2 (12W) 3A (60) 0,2 
2 1mAl2 (sw) 25A (15) 02 
2 1mAu2 (SW) 2,5A (30) 0,2 
2 1mAl2 (sw) 2.4A (60) 0,2 
er = 006 08 
02 09% (150) 25 (15) 2 
0202 (0) 3 (15) 2 
Ss 2EB 0 20 6 100 
; 302 90 92% 6 & 
Seas 09200: 120 6 820 
-  0,125325 u Be 
0,3 325 Se 
0,6 325 OREr 
1,3 325 Be. 
2.8 325 80 
0,22 350 sw 
0,48 350 5. 


SH 73); P 
75j SH73);P 
75j SH: Ers: AD 130 
75) SH; Ers: AD 131 
75j SH; Ers: AD 132 


so SH 
75j SH 
75j SH 
55H 
2... 5H 
150 SH 
85j Sa9) 
85j Sa9) 
[175] UL 12) 


[175] UL 12) 
[175] UL 12) 


1175) UL 12) 
175 Tr 


[175] UL 12) 


1175) UL 12) 
THZ1N21 BR 


100 TH 


85j TH 
8j TH 
85; TH 
60 TH 
60 TH 
6% TH 


(85) TH 20) 


152 


Transistoren THP 928... T11135 


12 113 


I Imax Umax! fg 
mA | V, [mA v MHz 
T ’ ' 


THP 928 "Dr es '52 

THP 929 DI 65 11 

THP 930 DI 65% . 5 . 
TI-010 ÜY. ; r 1A 
TI.025 iv 


TI.050 Er 
T12 cw x 
TI-6 Cw 
TI-40 A0 Gn 
TI-40 A 1 Gn 


TI40 A2 Gn 
TI-40 A 3 Gn 
TI40 A4 Gn 
TI-42 Ec 
TI42 A BE’ 


TI-43 Ec’ 
TI43 A BE’ 
TI-116 Li 
TI.117 Li 
TI-118 Li 


TI-130 Gn 
bis 

TI.134 Gn 
TI-136 

TI-137 


TI-138 
TI-140 AO 
bis 

TI-140 A4 
TI-480 


TI-481 
TI-482 
TI-483 
TI-484 
TI-485 


TI-486 
TI-487 
TI-490 
TI-492 
TI-493 


TI-49% 
TI-495 
TI-496 
T1550 
T1 551 


TI-602 
TI-603 
TI 607A 
TI 874 
TI.888 


TI 1131 
TI 1132 
TI 1133 
T1 1134 
TI 1135 


Tx bI 10 pF 
Tx 18) 
Tx 18) 


Tx 18) 
Tx 18) 
Tx 18) 
Tx 18) 
[150] Tx 74) 4) rt 62) 


...Tx18) 74) 
[150] Tx 74) 4) or 62) 
Tx 18) 
Tx 18) 
Tx 18) 


Tx 18) 


Tx 18) 
Tx 18) 
Tx 18) 


Tx 18) 
Tx 18) 


x 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
45 
N 
45) 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 


. “ Tx 18) 
9-36 600 - Tx 


9-36 600 Tx 

>20= 2W Tx 9) 
20-60= 2W Tx 9) 
40-120= 2W Tx 9) 
15-60= 1W Tx 9) 


20-80= 10W Tx 9) 
20-80= 10W I TR) 

; ß ; 2 Tx&.2N 780 
15-45= 150 


15-45= 125 


40-125= 125 

>120= 125 
P >10= 6080 
0,1 175 . 
0,1 175 


1nA >1000 2W 

.. >12 600 

10nA 90-450= 600 
>10 125 
30-120= 5W 


30-120= 3W 
15-60= 3W 
30-120= 3W 
15-60= 3W 
30-120= 3W 


nun DON DUD DD DON: n 


zz 

35 

er 
BEN 
o00 


SB um vn un 


Haan AHA OA AHA HH O0 00 000 O0 0O0000 00000 00000 vuommm 
oo 


ARARAN 
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TI 1136...TIP 34 A, B 


4 
Fo 


5 |6 


7 je 5 
Ur Iso Uss/B 


Awlr 
| V |pA|V/- 


mA | 


10 
IN 
mW 


In 


Is 


mA 


v 


13 
Umax| fg 
|MHz 


14 


Dioden und 


15 


Imax| Bemerkungen 
°E 


T Te 3 MN No Io 3awW 7,54 50 |. 200’ Tx9) 
T TII14 SM MmHU SA 4 100 20-80= 3W 7,5A 100 (7,5) 175j Tx9) 
T TIfla2 SM MmHUSA 4 100 10-44= 3W 7,5A 100 (7,5) 175j Tx9) 
T TIt13 SM MmHUSA 4 100 20-80= 3W 7,54 75 (7,5) 175j Tx9) 
T TIMid4 SM MmHUSA 4 100 10-44= 3W 7,5A 75 (7,5) 175j Tx9) 
T TI1145 SM MmHUSA 4 100 >1 3W 7,5A 50 (7,5) 175j Tx9) 
T TI1146 SM MmHU SA 4 100 >1 3w T.SA 50 (1,5) 175j Tx9) 
T TItist SM NI UL 5A 4 100 20-80= 3W 7,5A 100 (7,5) 175j Tx 9) 
T TI1152 SM NI UL 5A 4 100 10-0= 3W 7,5A 100 (7,5) 1751 Tx 9) 
T T11153 SM NI UL 5A 4 100 20-80= 3W 7,54 75 (7,5) 175) Tx9) 
T TIII54 SM NI UL SA 4 100 10-0= 3W 7,54 75 (7,5) 175i Tx 9) 
T TI155 SM NI ULSA 4 100 >1 3W 7,5A 50 (7,5) 175) Tx 9) 
T TI1156 SM Ni ULSA 4 10 >1 3Ww 7,54 50 (7,5) 1751 Tx9) 
T T13027 Ga Mi L 3A 2 1mA >40= 90W 7A (45) 100 Tx 
bis bis 
T T13031 Ga Mi L 3A 2 1mA >40= 90W 7A (120) 100 Tx 
D TIc31 VS 0. 23 0235-35 [SW] 4A 40 . ... 71x19) 
D TIC4 SC SW Y Se 118402 € KW 300 30 6,845 125 Tx19)1 
D TIC4S vv SwY 5 14026 KW 300 60 6,8, 125 Tx 19) 1 
D TIC4 vwYS5 164026 KW 300 100 6.845 125 Tx19)1 
D Tıc4r vVwY 5 18026 WW 300 200 6,845 125 Tx19)1 
D TICS4,55 Sd BEA). ; ; 10.28.36. [150] Tx 4) ge, an 62) 
D TIC56.57_ Sd BEA). er 100. 28-36. [150] Tx 4) bI, vi 62) 
D TICROB SV NviY (1mA)(1,83)50 3 1500) 6A] -B:200 125 Tx72) 
bs D Gr’ -D:400 500 V/yıs 
D TICM2E SV Gy’ iY (1mA) (1,83)50 3 (500) 6A -E:500 | 135 Tx 
D TIC230B SV Nw’ ir (1mA) (1,65)50 3 [500] 10A 200 125 Tx72) 
I Wrreasen Gi” 400 500 V/ys 
|D TICWIE SV Gy’ ıY (1mA) (1,65)50 3 (500) 104 500 125 Tx 
D TICWOB SV Nw’iY (1mA) (1,65)50 3 [500] 15A 200 135 Tx72) 
bis D Gi” 400 500 V/zs 
D TICW2E SV Gy’ iY (1mA) (1,65)50 3 (500) 15A 500 125 Tx 
D TIC330B SV NW iY (mA) (2) 50 1 BWI 20A 200 110 Tx72) 
bis D;M 400;600 300 V/ns 
D TICB2E" SV GyiY (ma) 2) 50 1 BWI 20A 500 . 110 Tx 
D TICW0B SV NWir (mA) (1,7)50 1 BWI 25A 200 . 110 Tx72) 
bis D:M 400: 600 300 V/us 
D TICW2E SV GyiY (4mA)(1,)50 1 RW) 25A 500 110 Tx 
D TIC70B SV NwiY (4mA)(1,7)50 1 w) 40A 200 110 Tx 72) 
bs D;M 400;600 300/ V/us 
D TICW2E SV GyiY (4mA)(1,7)50 1 RW) 40A 500 110 Tx 
D TID... SP Sr sH Tx 21) 92) 93) 
T TIP 14 ST SEN: SO 30-150. 10W 4A 60 (40) Tx 
T TIP 2 SE NU "250 19-136 10W 2A 70 (6) . __Tx 
T TIP Sd Ti UL 200 10 200 20 2W 1A 40 Ts ISOTX | 4,994 
T TIPWA,BSd Ti UL 200 10 200 20 2W 1A 60 Aus 150) Tx ) Op. gov 
T TIP30 Sd Ti UL 200 10 200 20 2W 1A 40 tus (150) Tx | "®: 
T TIP30A,B Sd Ti UL 200 10 200 20 2wW 1A 60 Ins [150] Tx 
T TIP31 sd Ti UL 500 10 300 20 2W 3A 40 600ns [150] Tx 
T TIPMA,BSd Ti UL 500 10 300 20 2wW 3A 60 600ns [150] Tx | 41) 9)4 
T TIP32 sd Ti UL 500 10 300 20 2w 3A 40 500ns [150] Tx [ -B:80 V 
T TIP32A,B Sd Ti UL 500 10 300 20 2W 3A 60 500ns [150] Tx 
T TIP33 sd Tm UL 500 10 400 20 3,5W 10A 40 800ns [150] Tx 
T TIP33A,BSd Tm UL 500 10 400 20 3,5W 10A 60 800ns [150] Tx | 41)9)4 
T TIP34 Sd Tm UL 500 10 400 20 3,5W 10A 40 800ns [150] Tx [ -B:80 V 
T TIP34A,B Sd Tm UL 500 10 400 20 3.5W 10A 60 800ns [150] Tx 
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Transistoren 

3. 14. ls 6 '8 
Ab [fo [Au 
| ma 


Ur 


K 1° 
v 


Is, Us,[B IN 
uA|V/- 


9 lo In 2 


mw mA ıV 


‚Imox [Um f 


TIP 35... TIX 883 


15 
Bemerkungen 


13 


|MHz 


TTıP3s a As 1A 
TIP35 A, B Sd As 1A 
TIP 36 sd As 1A 
TIP36A,B Sd As 1A 


TIP 41 SE As 3A 
TIP41 A,B SE As 3A 
TIP42 SE As 3A 
TIP42A,B SE As 3A 


TIS 05 sp 10 
TIS 14 sp 10 
TIS 22 sp 
TIS 23 sp 
TIS 24 sp 
TIS 25 sp 


TIS 26 sp 

TIS 27 sp 10 
TIS 37 sp 1 
TIS 38 sp T 
TIS 39 sp so 
TIS41 sp 50 


TIS42 sp [5nA] 25 70 
TIS 51 10 
TIS56 j. 4 


TIS 57 “ . 
[4nA] 25 


TIS 58 

TIS 59 [4nA] 25 
TIS 60, M 

TIS 61,M 

TIS 62 


TIS 63 


TIS 64 4 : 
TIS 68-70 [2nA] [5] . 

TIS73 {2nA] [10] 25 
TIS 74 [2nA] [6) 40 
TIS75 [2nA] [4] 60 


TIS 78 [2nA] 75 
TIS 79 [2nA] 50 
TIS 83 5 

TIS 88 


TIS 90, M 
TIS 9,M 
TIS 92, M 
TIS 93, M 


TIS 97 
TIS 98 
TIS 99 
TIX 67 
TIX 120 Ao 
TIX 120 A1 


TIX 435 
TIX 624 
TIX 880 
TIX 881 
TIX 882 
TIX 883 


10 
10 
10 
10 


[nA] [6] 


Ei 
so 
50 


s 
An 
T 
T 
T 
‚L 
T 
F 
F 
T 
T 
u 
F 
F 
F 
T 
T 
T 
F 
F 
T 
a1 
T 
F 
F 
T 
T 
T 
T 
u 
F 
F 
F 
2 
F 
F 
T 
F 
T 
T 
hs 
T 
15 
T 
T 
M 
[6] 
D 
T 
1 
T 
T 
T 
T 


700'25 
700 
700 
700 


400 
400 
400 
400 


30 0,5 


0,35 0,4 


0,01 40-120= 


sa 4o 
25A 60 
25A 40 
215A 60 


40 
60 
40 


3,5W 
3,5W 
25 3,5W 
25 3,5W 


15-75= 65 W 
15-75= 65 W 
15-75= 65 W 
15-75= 65 W 


25 


2x300 8 

360 so 

235= 360 50 
20-200=720 200 
F 360 so 


B 250 10 

30-120= 250 200 
30 
30 


25 
2 


25 
25 


+25. 


0,75-3 
0,75-3 
30= 
> 4 


360 
250 


. 100-300= 625 
» 100-300= 625 
. 100-300= 625 
. 100-300= 625 


250-700= 360 
100-300= 360 
60-1235= 360 

360 


>15= 1W 
1W 
150 
150 
150 
150 


(30) (500) . 


' 800ns [150] Tx 
800ns [150] Tx 
600ns [150] Tx 
600ns [150] Tx 


(3) Tx 

3) Tx 

. Tx 
Tx 

[200] Tx 17) A 

[200] Tx 17) A 

[150] Tx 

[150] Tx 

[150] Tx 

[200] Tx 21) 23) A 


[200] Tx 21) 23) A 
[200] Tx 21) A 
Tx1,7pF 
(50) . Tx 1,7 pF 
(1800) . Tx6pF 
[200] Tx 17) A 


2 = Tx;A18pF 
15ns [150] Tx # 2N 3011 
(500) . Tx 

(500) . Tx 

» Tx;A6pF 


E Tx;A6pF 

[150] Tx — -M:41) 36) 4 
[150] Tx — 

Tx 

Tx 


Joy 


(eo) 


(500) . 


(500) .  Tx 
[150] Tx; A 37) 105) 30 
CD; A 18 pF,Tx 
CD; A 18 pF, Tx 
CD; A 18 pF,Tx 


235n . 
Sons . 
100ns . 


(950) . 
[400] 


TxRz=2dB 
TxRz=2dB 
TxRz =2dB 
Tx 10 pF 

Tx 18) 

Tx 18) 


Tx 

Tx 37) 
Tx 17) 
Tx 17) 
Tx 17) 
Tx 17) 
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TIX 890...TK 38 C Dioden un: 


n 2 [ia 
Imax |Umax f; 
mA |V 


100° 20 7 pzs) 
100 20 189) 
20 15 Se 1 
50 15 Tx 
TIX 3016 ' ‚01 20-200= 200 50 15 200 Tx 


TIX 3023 vo 35-350= 150 50 (15) 3G 100 Tx 

TIX 3024 rV. . 30-300 75 50 (15) 1G 100j Tx 3pF 

TIXD 746/59 "3 e F 145 . UHeiz=24V . Tx # 1 N 746-759 
TIXP 39 UL SA 1mA40-200= 2W 10A 80 800ns 200 Tx 77) 47) 

TIXP 40 UL 5A 2mA40-200= 2W 10A 70 800ns 200 Tx 77)47) 


TIXS 11 Lm sU [+3] 6 10000,8 300 0,01 30 . 175j Tx47)C 
TIXS 35 Lt VU [10nA]J[-1]. 20 500 so 30 [200] Tx 22) A 
TIXS 36 Lt VU [10nA][-3] 50 20 500 20 30 . [200] Tx 22) A 
TIXS 39 Li VU 50 10 0,5 20-200= 720 200 20 [200] 1200) Tx 9) 
TIXS 67 Sw HU. a >3,5 . 2353 . Tx; C 62) 


TIXS 78 Sw sA [2nA] 75 1500 0,75 360 2-10 [300] . . Tx 15 pF 
TIXS79 Sw sA [2nA] 50 1500 0,55 360 2-10 Es . Tx 15 pF 

TIXS 80 Lm’’ MH[10nA][5] 5-10 300 20 . Tx 22); A; <17pfF 
TIXS 81 Lm” MHLIORAILIO] - 5-10 300 75 Tx 22); A; 4,5pF 
TJ2 Lw’ N 10 30= 200 . (20) sc 


TJ3 Lw’NB. : 50= 200 . (20) sc 
TI60A . . . » . . 600 . Tr 

TK 05 100nA 1,7 -5/+10  30W 50 } 100 Co 13) 18) 
bis bis 
TK8 100nA 1,7 -5/+10  30W 800 


TK 20 50 38 200 . (30) 
TK20B A 40 200 . (30) 
TK20C 1 200 . (30) 
TK 21 . . . 200 
TK 21 ii 200 . (30) 


TK21B i . er . 20 
TK21C i i . (30) 
TK23 A (50) 
TK23B (50) 
TK23C (40) 


TK24 18-100 . (30) 75j 
TK24B 18-100 . 75j 
TK24C 40 . 75j 
TK 25 20-150 . 75j 
TK25B 20-150 . 75j 


TK25C 75j 
TK26B . 
TK 28 75j 
TK28B 75} 
TK28C 75) 
75j 


TK 30 sc 

TK30C 75; SA; Kpl:TK 33 C 

TK 31 75j SC 

TK31C 75j SA; Kpl:TK 34 C 
75; SA; Kpl:TK30C 


TK33C 

TK34 C 75j SA; Kpl:TK 31 C 
TK35C 755 SA,SC 13pF 

TK 36 C 75j SA,SC 13pF 
TK37C 75j SA,SC 13pF 


e (7) 
TK 38 C . (12) 75j SA, SC 13pF 


4 


588 


. 
u 


a 
2 
E 
{r3 


100 Co 13) 18) 


75j 
75j 
75j 
175 
75j 


75; 
75] 
75j 
75j 


a Mann nD nn ann 


ENTE STE RL ir VE PR eye Er 0 
ON AAnFS 000: 5 An0vo 


5” 
o 


T 
T 
T 
T 
T 
u 
Z 
= 
a 
M 
F 
F 
T 
M 
F 
F 
F 
F 
= 
T 
D 
D 
D 
T 
T 
T 
D 
= 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
m 
7: 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
er 
7: 
T 
u 
T 
T 
T 
m 
T 
T 
T 


oO 
» 
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Transistoren TK40...TN-53 
15 


Bemerkungen 


TK 351 A GM Li . 10 
TK 352 A GE Li . 10 
TK 400 A Ga Mi Ns 1A 


TK 401 A Ga Mi Ns 1A 
TK 402 A Ga Mi Ns 1A 


(20) (450) 75j SA,SC 
. (20) (300) 75j SA,SC 
(30) 025 85j SA,SC 


(80) 0,25 85j SA,SC 
(80) 0,25 85j SA,SC 


TK 403 A Ga Mi Ns 1A (100) 0,25 85j SA,SC 


T TK40 1 3 1,8 

T TK40A Ga Ki NB1 12 3 9 200 (40) 1,8 75j SC 

T TK40C Ga LB UB 1 12 5 60-200 200 . (40) 1,8 75 SA,SC 

D TK4 Ss Mn; 200 3 500 400 175 Tr 

T TK4 Ga Kv Ns 1 12 1,2 40 200 (40) 1,1 751 SC 

T TK4C Ga LB Ns 1 12 12 40 200 (40) 1,1 75j SA,SC 

T TKa Ga Kv Ns 1 12 1,2 70 200 (40) 1275| SC 

T TK4A2C Ga LB Ns 1 12 1,2 70 200 (40) 1275| SA,SC 

T TK4C N N: MR AsE, f un. oh : ? 

T TK4SC Ga LB rU 1 12 1,2 66 20. (0) 14 75j SA,SC 

T TK46C Ga LB Ns 5 0 1 >I5= 20 . 00) 05 75j SA; Kpl:TK4IC 
T TK4TC Ga LBs 5 0 1 >20= 20 . (20) 05 75j SA,SC 

T TK48C Ga LBs 80 0317 >30 150 . (60) 0,5 75j SA,SC 
TTKWC Gi LB. 1 172. >15= 200 . (20) 07 75j SA;Kpl:TK46C 
T TKSOoC Gi LB Ns 1 12. >= 20 . (40) 18 75 SA 

T TKSIC Gi LB Ns 1 12. >MS= 20 . (40) 18 75 SA 

T TKS2C Gi LB. 80 03. >30= 200 . (10007 75 SA 

D TK61 5 mu, 200. P 500 600 . 175 Tr 

T TK70 Sa Ki’sX . u TE He DIS: a 9 Hr 0. 5SC 

t TKIC Sa K’s 3 I 6 5 305 ok 150j SC 

t TKIC Sa K’s 3 . ae m. 150j SC 

T TK7i Sa Kit sX . 0.00 Me 320 0025 2 

TTKn a Per er A Se 

TRAG U 3 9.2.5190 325 12) 075. Sc 

D TK 105 SV Gy’ Y 200A 1,5 2A —5/-H10 70W 50A 50 40us 125 Co13)18), Sc 
bis bis 

D TK 190 SV Gy’ Y 20A 1,5 2A —5/+10 70W 50A 900 40us 125 Co 13) 18), Sc 

T TK20A SP Mi HN20 9 1 >8 10W (40) (50) 150 SA,SC = BLY 10 
T TK21A SP Mi HN2 9 1 >20 10W . (40) (100) 150| SA,SC = BLY 11 
T TK22A SP Mi st 20 9 1 >10 10W . (40) (50) 150| SA,SC2N 2234 
\|T T1K23A SP Mi ST 20 9 1 >20 10W 500 (40) (100) 150j SA,SC 2 N 2235 
IT TR2306A >SP «U 120 ı 9 4 258 60  . (40) (50) 150j SA, SC[LIJ)=BFY15 
T TK2S1A SP Li sT 20 9 1 >20 600 . (40) (100) 150j SA, SC[LIIN)=BFYI 
T TKB2A SP Li sH 20 9 1 >10 600 . (40) (50) 150 SA, SC=BSY24 
T TK233A SP Li sH 20 9 1 >20 600 . (40) (100) 150) SA, SC=BSY25 
T TK2354A SP Li HU 10 9 10nA >20= 600 . (40) (200) 150 SA, SC=BFY17 
T TK2355A SP LmsH 10 9 25nA >20= 30 . (20) (200) 150j SA, SC=BSY26 
T TK236A SP LmsH . sADSnAT 30... (200) 150| SA, SC=BSY27 
T TK237A SP LmH 10 4,5 10nA >20= 30 . (30) (300) 150j SA, SC=BFY19 
T TK2358A SP LmsH 10 . 50nA20= 30 . (15) (300).  SA,SC=BSY28 
T TK239A SP LmsH 10 40) (300).  SA,SC=BSY29 
T TK264A SP LmH 10 40) (300). SC = BFY18 

T 

T 

T. 

T: 

T 

T. 

T.TK 10006, .Gawe.l SHE. (9)87 ....5C4) 

T TKI0IC Ga . NB. (20) » . SC 43) 

IT TK102C Ga NB (20) » ....5C43) 

d TL-12 bis TM 124 5. 9, Auflage 

D TM155 Ss GIG 80 2 50150 . 400 1500 . 150 Tr 

| — TMC Tr 87) 

T TN-53 SP Li sH 150 10nA 50= 800 45 (100) . Sp&pfF 
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TN-54...TQ-60, A Dioden und 


8 |9 11 In 13 14 Jıs 


Isp Us,/B | Imox Umax fg !mox | Bemerkungen 
V/pA| | [ma 14 MHz |°C 
TN-54 "HM 150 . H0nA 50= 800 45 (100). 
TN-55 i 0,01 0,2 10nA 100= 2 30 F ii 
TN-56 0,01 0,210nA 100= B 30 
TN-57 i 001 . 0,01 40-500= . (40) 
TN-58 001 . 0,01 40-500= E (40) 


TN-59 i 150 30 (100) 
TN-60 150 30 (100) 
TN-61 150 30 (100) 
TN-62 150 30 (100) 
TN-63 150 20 (20) 


TN-64 150 20 (20) 
TN-79 i 10 (30) (50) 
TN-80 10 (30) (50) 
TN-81 150 (30) (200) 
TO 101 i 7 0 


TO 102 
TO 103 
TO 104 
TO 253 
bis 

TO 8003 f -5/710 >5W 2,7A Co 13) 18) 


TOA Tr 87) 

TP60 s . . . . . . . . . . . s. Fotohalbl. 
TP 61 5 . E s . - £ . ° . P s. Fotohalbl. 
TP 63 . 1 50 50 . . TP=Z1N63 


TP 3638 10 35nA 20= 360 Spi 
TP 3638 A 35nA 100= 360 Spi1 
TP4123 50nA 50-200 360 Sp1 
TP 4124 50nA 120-480 360 « Spi 
TP 4125 50nA 50-200 360 . Sp1 


TP 4126 50nA 120-480 360 Sp1 
TP 4257 0,01 15= 500 Spi1 
TP 4258 0,01 15= 500 Spt 
TP42T7L 0,01 35-120= 500 i Spi 
TP 4275 0,01 35.120= 500 Spt 


TPS 6512 0,05 50-100= 360 . Spi1 
TPS 6513 0,05 90-180= 360 . Spi 
TPS 6514 0,05 150-300= 360 > i Spt 
TPS 6515 0,05 250-500= 360 > ji Spi1 
TPS 6516 0,05 50.100= 360 . Spi 


TPS 6517 0,05 90-180= 360 . Spi 
TPS 6518 0,05 150-300= 360 . Spi 
TPS 6519 0,05 250-500= 360 . Sp1 Rz:3dB 
TPS 6520 0,05 200-400= 360 . i Sp1Rz:3dB 
TPS 6521 0,05 300-600= 360 . Sp1Rz:3dB 


TPS 6522 0,05 200-400= 360 ; Sp 1 Rz:3 dB 
TPS 6523 0.05 300-600= 360 Sp 1 Rz:3 dB 
TQ-53, A i 0,01 40= 600 Sp;-A: 75 V 
TQ-54, A 0,01 40= 400 Sp: -A: 75 V 
TQ-55 0,01 100-500= 600 . Spi=2N412 


TQ-56 R » 0,01 100-500= 400 . . . Spt=2N413 
TQ-57 i - 0,01 40-500= 600 . . Spt=2N4414 
TQ-58 »  0,0140-500= 400 . SpI=2N441S 
TQ-59, A i 0,02 50= 600 ;-A: 60 V 
TQ-60, A 0,02 50= 400 ;-A: 


>5W 2,7A 100 Co 13) 18) 


oO O-H-H-4 444-447 AHaaaa 447 


AHHHH HH HH HA HH HH HH HH | 
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338 8 88888 88888 3344 


"Transistoren 


1 | h Us,/B |N IN 
mW 


IpA| en - 


In 


Imox 


hı2 
Umax 
mA IM 


TQ-61, A 
TQ-62, A 


TQ-63 
TO-64 


TR 05 
bis 


TR 10 
TR 34 
TR 151 
TR 152 


TR 153 
TR 251 
TR 252 
TR 301 
TR 302 


TR 303 
TR 319 
TR 320 
TR 321 
TR 322 


TR 323 
TR 324 
TR 351 
TR 352 
TR 383 


TR 401 
TR 402 
TR 403 
TR 482 
TR 508 


TRS155 


bis 


TR 8015 5 
TASIST 


bis 


TRAOIST 


TR 650 
TR 653 
TR 721 
TR722 


TRA 11 
TRA 12 
TRA 14 
TRA 71 
TRA72 


TRA 74 


TRA 105 
TRA 705 
TRAL 110 
TRAL 220 


TS-05 
bis 
TS-8 
TS-2 
T53 


+500 +5 +1 
+500 +5 -+1 


-5+/10 20W 
1,5 2A -5/'10 20W 
20 10-20 120 
1, 5 5mA 105 . 
1,5 S5mA 105 
1,5 5mA 150 
1,5 5mA 175 
1,5 5mA 175 
1,5 5mA 210 
1,5 5mA 210 
1,5 5mA 300 5 
. 16 150 
16 150 
16 150 
16 150 
16 150 
a 16 95= 150 
1,5 5mA 245 ‘ 
1,5 5mA 245 2 
25 72= 200 
1,5 5mA 280 
1,5 SmA 280 
1,5 5mA 400 . 
20 150 
16 1235= 150 
2A -5/H10 . 
2A -5/4+10 
15 25-90 150 
15 25-90 150 
20 40-150 150 
20 15-45 150 
<80 < 
<80 < 3 
“80 < 3 
<40 < 3 
<40 <3 
<40 <3 
<80 < 3 
<40 <3 
00 +3 [100] 
00 +3 [100] 
125 50 
12 5 800 E 
10 30= 50 
10 50= 50 


100A 150 
WA 175 
60A 175 
WA 210 
60A 210 


100A 300 
20 2 
16 2 
16. 3, 
16 2 
12 2 
. 16 3 
WA 25 . 
60A 245 . 
15 1,8 


40A 280 
20A 280 
100A 400 . 
. 10 3,5 
12 35 
50 15us 
bis 
ä 700 151.5 
18-50 . 
bis 
18A — 400 


254.2 
4322 
22093 
22:7 22:5 


16A +10080u5 
16A +20080,15 
16A +40080u5 
7A  +10040u5 
TA 420040, 


TA +40040,5 
16A +50 8045 
TA +50 40yus 
1A» :£300. 
1A» +500. 


750 50 us 
bis 

750 800 Aus 

» (20) 0,5 

R (20) 0,5 


175 
175 


175 
175 


125 


125 
150j 


150j 


125 
125 
125 
125 
125 


125 
125 
125 
100 
100 


125 
125 


TQ-61, A...TS3 


15 


Bemerkungen 


Co 13) 18) 


Co 13) 18) 
Jd 
Tr 
Tr 


Co 13) 18) 


Co 13) 18) 
Co 19) 


Co 19) 


Jd 
Jd 
Jd 
Jd 


Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 V/ns 


Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 V/us 
Cs 19) 50 V/uıs 
Cs 86) 
Cs 86) 


Dd 45) 4) si 
Dd 45) 4) gr 


sc 
sc 


TS7...TU 301 Dioden und 


1 12 7 |8 |9 15 
K Typ U: I, Us,/B N 
v|pAlv/- 


Bemerkungen 


157 
TS8 
TS9 
TS 13 
T513 


TS14 
TS 17 
TS-21 
TS 33 
TS 601 


TS 602 

TS 603 

TS 604 

TSi 5/50 

bis 

TSi 5/400 

TSW-30 . . . Tr 25) 2N 1686 
TSW 30C . . Tr 19) 
TSW 31 . . Tr 25) 
TSW 31 A A . . . Tr 18) 25) 
bis 

TSW 201 S . . . . Tr 18) 


TSW-60 Tr 25). 2N 1687 
TSW 60C Tr 19) 
TSW 61 Tr 25) 


TSW 100 Tr 25).2. 2 N 1688 
TSW 100 C Tr 19) 
TSW 101 Tr 25) 
TSW 200 Tr 25).2. 2N 1689 
TSW 200 C Tr 19) 


TSW 201 Tr 25) 
TU1B SH 31)gn; Ers: TU 3W 
TU2 SH%4)ge i 

TU3 SH4)rt 
TU4 SH 4) bl 


TUS SH 4) ws 
TU6 SH 4) vi 
TU7 SH4)sw 
TU8 SH 4) lila 
TU9 SH 4)sw 


TU 10/1 SH4)2 pF 


bis 

TU 142 SH 4) 30 pF 

TU 101 [100] SH 5 pF 
1100) SH 5 pF 


TU 102 : 
TU 105 Ins  [100)SH 8 pF 
TU 110 ins [100] SH 25 pF 
TU 205/5 (sH) [100] SH IH: + 5% 
TU 205/10 (sH) [100] SH 10% 

(sH) [100] SH 5% 


TU 210/5 
TU 210/10 (sH) [100] SH 10% 
TU 220/5 (sH) [100] SH 5% 
TU 220/10 (sH) [100] SH IH: 10% 
[100] SH 31), ers. TU1 B 


TU 300 . 
TU 301 6T) [100] SH 


sc 


oo o-+oos 
[23 au 


=a4-4 474394 
u 


Aao 
on 


eeman 00000 000 O0 0000 OD O-H4 - 


“oaAwe wanna Au. 


-0- 


nanoo 


C) 
4 


wu=u Dapc-= -0 
o 
- 
[7 


aoanaoaoa nanoaoa nao DD nooaoao ooaoo 
soren saran mas sn usunus susuuf 


e 
e 
E 
e 
e 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
D 
E 


Au==22 208 
u 


0,12. 300 
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TTransistoren 


TU 302... U 1898 
14 15 


1112 30. 12#13 le 7 je Io oo In 2 j13 
KKTyp Ab pi (Am a 107 Isp Uspjß IN |Inox Umas fa ne |Bemerkungen 
ImA |V |uA|V/- mW ImA V  IMHz |°C 
+ ._—— E 
Em Te tatnta It tet m Tools 
EE TU320S5 0 G SI 80 5 TEL 30 30 2 6 (N [100] SHIH: + 5% 
EE TU30S10 G SI 80 5 350 30 2 6 (sm [100] SH 10% 
EE TUM05 G SI 90 10 350 15 15 6 (st) [100] SH5% 
EE TU3M010 G SI 90 9-11 350 15 15 6 (st) [100] SH 10% 
EE TU3205 G SI 11020 350 ı0 15 6 (D [100] SH5% 
E£E TU322010 G SI 110 20 350 0 15 6  (sT) [100] SH 10% 
EE TUM0S5 G Sd’ 100 10 350 f 3.9 (s%X) [100] SH5% 
EE TUM010 G Sd’ 1010 . . 350 3 9 (sX) [100] SH 14:10% 
IT TV4e SP Li Hs 60 20 0,2 >20= 2,7W 80 200 (120) 175j SH 
I TV GM 40) «eV 5 20 15468 >20 20 (40) (2,56) 75i SH 
-— TVR. Tr 87) 
Tr TW.135 S: U WW. -  1InA>50= 400 100 (30) (10) 200| Sp9pF 
CD TWENIOO SV Gv’iY +60 +2,5<5043 mkKf: 5,5A-100 Sys 125 AE86) 5 V/us 
bis od. bis 
ED TW6EN600 SV 72) iY +60 +2,5<5043 mKf: 5,5600 Sus 125 AEB86)5 V/us 
CD TWBN 100 SV Gw iY +60 +1,9<5043 mKf: 7A 100 Sys 125 AE86) 5 V/ys 
bis od. bis 
CD TWENE600 SV 72) iY +60 +1,9<5043 mKf: TAn 600 Sus 125 AEB6) 5 V/us 
CD TWIONIOOSV Gw iY +60 +1,7<50+43 mKf: 8A 100 545 125 AE86)5 Vjus 
bis od. bis 
CD TWIONG600SV 72) iY +60 +1,7<5043 mkKf: BA 600 Sys 125 AFB6) 5 Vjus 
|TD TXCO1 A10 SV Ma iY 30 so 3 6A 100 120 SH 86) 
I bis bis 5uVis 
CD TXCO1 A60 SV Ma iY 30 so 3 6A 600 120 SH 86) 
| TZ-81 SP St rA 1 5 0,01300= 360 500 30 (50) 150j Sp4;Rz =0,5dB 
TT TZ-82 SP St rA 1 5 0,01 200 360 500 30 (50) 150j Sp4;Rz=1dB 
| TT TZ.551 SP St su 1 10 0,0520 360 500 30 150ns 150 Sp4 
| TZ.552 ee Ss 10 0,0550 360 500 30 150ns 150) Sp4 
m TZ.553 SP St su 1 10 0,05100= 360 500 30 150ns 150j Sp4 
| 
Im TZ.554 SP St su 1 10 0,0520= 360 500 30 150n5 150j Sp4 
TT TZ-581 SP St rA 1 5 0,01300= 360 500 30 (40) 150j Sp4;Rz = 0,5dB 
IT TZ.582 SP St rA 1 5 001200= 360 500 30 (40) 150j Sp4:Rr=1dB 
FF U89 Si Lm U [10nA][<6). 0,45-1,8 300 <S5S [20] . . Sd22)A;3 pF 
FF U110 Si Lm U [nA] [6l -0,11 300 <1 [20] Sd; A 20 pf 
FF oU12 Si Lm U [10nA][6) -1 30 <9 [20] 
FF U146 Si Lm U [10nA][6] > 0,06 300 <0,025 [20] 
FF U147 Si Lm U [20nA]le] > 0,18 300 <0,025 [20] sd; A 
FF U148 S| Lm U [60nAJl6] - 0,54 300 <0,2 [20] sd; A 
FF U149 Si Lm U [100nA]l6] . 1,04 300 <0,44 [20] sd; A 
FF U182 Si Lms (250) [10] 4 2 49-120 . h CD; A 20 pF 
FF oU183 Si  Lm’’VM{[2nA] [8] . 220 . 250 Sd; AB pF 
FF U 184 Si Lm’VM[inA] [8] . 3.30. 40 Sd; A4pF 
FF OU 197 Si Lm U [500 [1] - 0,11 . . Sd; A7pF 
FF U198 S| Lm U 1500] [4] . ’ 0,66 . Sd; A7pF 
FF UI Si Lm U (500) [10]. - F 3.20 Sd;A7pF 
FF U 200 Si Lms [fnA] [3] 150. F 2.25 . Sd; A22 pF 
FF U 201 Si Lms [1nA] [5] 75 ; 15-75 . Sd; A22 pF 
FF U202 Si Lms  [1nA] [10] 50 ’ 30-150 . Sd;A22 pF 
FF oO U221 Si Li LA [nA] (8) . 40-50 3W <110 sd; A 
FF U222 Si Li LA [inA] [10). 20-50 3W <250 sd; A 
FF OU 244 Si Nu VL [fnA] [8) . 80-220 10W <9%00 . f sd; A 
FFUWNE Si SAs . [10] 30 >30 . A10ns .  CD:Ai6pf 
FF U 1898 ss Ss [7] 50 >15 . ns .  CD;A16pF 
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U 1899 E... UC 2149 Dioden 


14 Is 6 j% 8 19 10 n 12 13 14 |15 


1 
Ab Fo Aw, Ur I, Us/B IN |Imax|Umexifa |imax|Bemerkungen 
Ima |v [ua |v/- mW ma |V MHz |°C 

F U18WNE 'sj IK [5] 80 '. er >6". Zons '. CD; A16 pF 
F UC100 Sir "Um YO. = >2 r 2,5-7,5[30) . ® CD, UB;ASpf 
F UC105 Sj Lm’U [100] (5) . >2 2,5-7,5[30) . a CD, UB;AS5pF 
F UC110 Sj Lm U [100] [3] >1,5 ® 1-3 [30) . 5 CD, UB; A5pF 
F UC115 Si Lm’U [100] [3] >15 . 13 80) . s CD, UB;AS5pfF 
F UC120 Sj Lm U [100] [1,7]. = | 0,4-1,2[30) . R CD, UB;ASpF 
F UCN5 Sj Lm’U [100] [1,7]. 1 0,4-1,2[30) . . CD, UB;AS5pf 
F UC130 Ss LmU 10112). >05 0,1-0,5[30) . : CD, UB; AS pf 
F UC135 Si Lm’U [100] [1,2]. > 0,5 . 0,1-0,5[30) . “ CD, UB;ASpF 
F UC155 Sj Lm’s [100] [10] 125 . a > 10% 5 ” CD, UB;A4pfF 
F UC155W Si ly’ s [100] [10] 125 . d >10. m r UB;A 3,5 pF 
F UC200 Sj Lm’rU [100] [6) . >6 Fi 10-30 . = . UB;A7pF 
F UC 201 Sj Lm’s [100] [8) 125 . ; >15. e 3 UB;A7pF 
F UC210 Sj Lm’s [100) (4) - 45 S 412 . € 2 UB;A7pF 
F UC220 Sj Lm’s [100] 72,5] - 3 r 15 . 4 r UB;A7pF 
f UC240 Si Lm’rU [250] [<5). >2 1-10 [50) . . CD, UB; A 18 pF 
F UC241 Si Lm’rU 50) (5). >2 : 1-10 . = UB; A 20 pF 
F UC250 Sj Lm s [1mA] [10] 30 . . 50-150. a 5 CD, UB;A25pfF 
F UC251 Sj Lm s [imA] [6] 75 . i 7,5-75.. . 3 CD, UB;A 25 pF 
[ UC 400 Sj Lm’ rU [100] [6) . >3 ‘ 15 « s = UB;A8pF 

UC 401 Sj Lm’s [100] [8) 250 . >8 UB;A8pF 
F UC410 Si Lm’rU [10] &) . > 2,25 6 UB;A8pF 
F UC4A20 Sj Lm’ rU (100) [2,5] . > 1,5 2,5 UB;AB8pF 
F UCS88 Si SA HA [inA] [6] . 4 5.15 UB;A 4,5 pF 
F UC703 Si Lm’Uu [500 [)) - 5 0,1 UB;A6pF 
F UC704 Si Lm’U [500] [8] . 10 02 UB;A8pF 
F UC705 Sj Lm’UV [1nA] (8) . 20 0,5 UB; A 12 pF 
F UC707 Sj LU U [nA] u“ 50 r 23V ; ? . UB;A30pF 
— UC709, 709C, 4200, 4200C & e £ £ , UB 87) 
F UCTI4 Si Lm’U [mA] Bl) . 65 : 2 2 i : UB;A8pF 
F UC734 Si Lm’’HA [5nA] [8] 3 4-20 (200) . UB;A4pF 
F UCT7TM4E Si SA HA [5nA] [8] 3 4-10 [200) . UB;A45pF 
F UC751 Sj U U [2nA] [6] > 0,35 0,1 . : UB;A10pF 
F UC752 Sj LU U [6nA] [6] >1 0,3 UB;A17pF 
F UC753 Si U U [10nA] [6] >25 0,9 UB; A 25 pF 
F UCT54 Ss LU U [ImAlld >1 0,5 UB;A6pF 
F UC755 Ss U U {1nA] [e) >2 4 UB;A6pF 
F UC756 Sj U U [1nA] [10] . >1 0,5 UB;A6pF 
F UC805 Sji Lm’’U f[inA] (8) . 1-10 0,3 UB;A12pF 
F UC807 Si LU s [2nA] [12] 400 . 1-125 . UB; A 30 pF 
F UCB14 Sj Lm’ U [2nA] [8] 0,8-5 DS UB;A16pF 
F UCB51 S; LI U f[4nA] [6] >1 0% UB;A17pF 
F UCB54 $j LU U [15nA] [6) > 0,54 Bar 3 UB;A17pF 
F UC855 si U U [25nA] [6] >14 0,44. UB; A 25 pF 
m UC 1700 5) Lm” U 10% + 150400 2-4 >23: 0 « UB;C;Ers:3 N 
F UC2130 Sj LI” rAAL[100] [5] >1 0,5-4,5.. 62) UB; A 21) Rz: 0, 
F UC2132 Sj LI” rAAL[100) [5] >1 0,5-4,5. 62) 21) Rz: 0, 
F UC2134 Sj LJ’” rAA[100] [5] >1 0,5-4,5 . 62) 21) Rz: 0, 
F UC2136 Sj LI” rAA[100) [5] >1 0,5-4,5 . De 21) Rz: 0, 
F UC 2138 Sj U” rAA[100) [5] >41 0,5-4,5 . 62) A UB;A 21) Rz:0, 
F UC2139 Sj LI” AA [200] [6] > 0,75 02-6 . R s UB;A 21) Rz: 0, 
F UC2147 Sı LI” AA [200] [5] >1 >0,5 UB; A 21) Rz:2 
F UC248 Si LI” AA [100] [5] >2 >0,2 21) Rz: 1, 
F UC 2149 S; LJ’" AA [200] [6] >41 0,5-15 UB;A 21) Rz:2 


Transistoren UC 2700... USN... 
15 


Bemerkungen 


s; 
UC4000...4200CM,4741C . TER: 

UCX 1702 Lm”U {10] 4150 250 1 r Ä : E : 
UCX2700 Si Lv+ AA [10] . 250. R : UB;C, 21) # 3N166 
UCX 2701 Si LvtAA (10) . 250. 2 F - UB;C,21) # 3N165 


UCX 2910 HAA. . O1nA>6 . i ..  UB21)83) 1,3 pF 
UD-1000 j . Ink. 0 . s j Sp 22) 62) 
UD-1001 E - 1mA. 20. f i Sp 22) 62) 
UD-2000 F PR 50 - ji Sp 22) 62) 
UD-3005 >. 100-300= . 5 Sp 21) 62) 
UD-3006 >... 100-300=. ; Sp 21) 62) 
UD-3007 >... 100-300= . h 2521) 41) 
UNS an az PERF e A: > Ak: Fotohalbl. 
UM 2010 10 20w 0 2..up 


bis 
UM 2020 10 20W 
10 20 80W 


UM 4902 
10 80W 


bis 
10 


PY 


UM 4910 
UM 6002 


UM 6004 
UM 6006 
UM 7002 
UM 7010 


US 123 AA B 

bis 

US 123 RA . 5 . . 175 IT 
USA...3.8) . . . F ® R . . . 
USAF... 5.5). ; . . . . . . . . . 
USN...3.7).. . . E . 2 . . . « 


PR PO 7% 7 


10W 
20W 


"0 0 0000 00 0 0 01 44 44444 33312] = -] 
ana wor o, = 


11° 163 


V6/2 u 


, 6 
Ir 


Dioden ur 


| Bemerkungen 


t VE6ZR.. Hd 4,5 
T V6J/AR.. Ga IV‘ H 1 45 
T V6/ER.. Ga Ji’ UH1 4,5 
D v6 Ss Si CZ2255 4 
T v37 SP Jy' vu 30 1 
T Vv405 SP U sX 10 0,5 
T vV410 SP. Flo: U . 4 
T V40A PP = U. 
D V43,L.N SV cv ic. 
T vaus SP I’ Wis 5 
T V46 SP Jx VU 100 10 
T 47 SP Jy' Vu 10 10 
T V435 SP zz U. = 
T V435A SP 5 
T v578 SP Jy VU 10 5 
T V7W SP Jx VU 50 10 
D VA 710D G LG 160A 0,6 
D VATIOE G LG 160A 0,6 . 
D VATIOF G LG 160A 0,6 . 
D VAT10G G LG 160A 0,6 
D VATIIA G GELG 1A 05. 
bis 
D VATIIG G GC LG 13A 05. 
D VATIIA G GCLG 2A 05. 
| bis 
D VAT19G G GCLG 2A 05. 
- VERN,P . + R . 
D VD11 Ga En Rı' 2,5 0,19 
D vD12 Ga En Rt 2,5 983 
D VE? Ss SG % . 
D VE47 Ss S2G 
D VE6T Ss Sz G 
D VH267 Ss 16) G 
D VH47 Ss 16) G 
D VH647 Ss 1)G 
Z VR6 Ss Sr 
bis 
Z VR105 Ss CyiZt 3 
zZ VR7 Ss GI z 720 
bis 
zZ VR10 Ss GI z 40 
Z VR35 Ss GI zZ 1350 
bis 
Z VR625 5 GI z 890 
Z VR7-A Ss GARZ. 
bis 
Z VR625-B s Fr RZ 
1 V5200 Gp Pb NO12 20 
t VS220 Gp Pb sO 0,5 20 
1, vVS221 Gp Pb sO 1,5 20 
D V5247 Ss 16) G . 
D V5447 Ss 16) G a 
D V5647 Ss 16) G - 
D VX 4184 Sj Do UV 20 1,5 


25 125 
so 125 
80 125 
: 750 
1 2 30= 150 
01 35= 300 
200 0,45 
0,5 > 30= 200 
0130-200= 3,5W 
05 > 30= 150 
u 150 
0,1 20-200= 3,5W 
300 10 
300 10 
200 
400 
600 
200 
400 
600 
1W 
1w 
5,8w 
5,8 
5,8w 
5,8W 
1748 (120) 
3 (100) 
1,5mA. (100) 
200 
400 
co. 
2 10w 


"Nm; Ers: NKTIAS 


30 6 3 E 
30 6 5,5 Nm 
30 6 10 B 
750 0,8 35ns 125 & EN 36) 
50 12 (26) 150| Cs 
10 (500) 1755 Fd 9) 3 PpF 
ADN -: Fd 62) 
35 Fd 62) 
+2A 26-40 . [100] Cs 73) 
40 15 (26) 150} Cs 
100 (30) (2,7) 200 Cs 22 
30 15 (26) 150} Cs 
. 20 0. . Fd 62) 
5 357. K Fd 62) 
20 (15) (6,5) 150} Cs 16 
300 (50) @ 2) 200 Cs 22 
160A 100 . EV 
160A 80 EV 
160A 60 EV 
160A 40 EV 
13A 160 170) EV 
bis 
13A 40 (70) EV 
20A 160 [70] EV 
bis 
20A 40 [70) EV 
. . . Sd 17) 49) 
20 10 [90] NE 
20 10 [90] NE 
1A 140 JG 56) 62) 
1A 280 JG 56) 62) 
1A 420 JG 56) 62) 
6A 140 JG 56) 62) 
6A 280 . JG 56) 62) 
6A 97NOn JG 56) 62) 
3 6 4 ST 
bis 
105 400 ST i 
20,17. 1,5 A) +0,6V [Fo:]2,2 
bis 
20 10 2,5 Al + 0,6 V [Fo:]2,2 
2 35 172 Al + 0,6 [Fo:]2,% 
bis 
20 6,25 1,8 AJ +0,35 V [Fo:)2,2 
20 7 1,5 BT/AJ +0,6V 
bis 17,2 
205212 7, . BT/AJ +0,6V 
8 30 2 45. 5SA 
1278#50..2 45 SA 
124#50 2 45 SA 
2A 140 1G 56) 62) 
2A 280 JG 56) 62) 
2A 420m. JG 56) 62) 
20 15 [96] Al 
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Transistoren WC 335T....WX 809 F 


n 2 Isa |14 


Imox \Umax I, Imazx Bemerkungen 
mA V MHz a 


a en) + t 
M (WC 33ST) 'J e , . 1.2330 "Bon" 60 " WB Reson.-Tor 
WEIOCD. . . . Be ä ch ZANAS,IN46 
WGAA 
WG4B 
WGSA 


WGS5B 
WG6A 
WG7B 
WG7C 
WG7D 


WT10 
WT 11 
WT12 
WT 13 
WTi4 


WT 20 
WT 21 
WT 22 
WT23 
WT 24 


WX15... 
WX 118-U 
WX 118-W 
WX 118-X 
WX 118-XC 


WX 809 A 
bis 
WX 809 F 


o2000 
www 


SENAN AANAn 
oeo000 
ww wii 
DPRRDD 


d 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 

T 
T. 
7: 
25 

T 
r 
T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 
D 
D 
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X1RC2...YS11 Dioden ung 
2 


3 4 15 16 
Ab |Fo |AwIr 
Fa 


14 15 


fmax | Bemerkungen 
Ze 
+ 


DXIR SF YA 20 100 JR 19) 
bis bis 
DXIRCDO Si GFY 1A 1,2515 3 1A 200 . 100 JR 19) 
D XSRCS Ss GIY SA 084 2 R AS,“ 105 JR 19) 
DXSRC1O S GIY SA 084 2 e SA 100 . 105 JR 19) 
D XSRC2O S GIY SA 084 2 SA 20 . 105 JR 19) 
DXSRCW S Gi T SAU 086 2 . SA 400 . 105 JR 19) 
D X10B1 Si Fe G 3A 1,1. 50 100 = 1,3A 100 . 175 JR 
bis bis 
D X10B6 Sdö Fe G 3A 1,1 50 600 s 1,3A 600 . 175 IR 
D X10RC2 S Gy Y 10A 1,2585 5 10A 20 . 85  IJR19) 
bis bis 
D X10RC20 S Gy Y 10A 1,2585 5 » 10A 200 . 85 IR19) 
D XI6RC2 5 Gr Y 16A 0950 3 3 16A 20 . 105 JR 19) 
bis bis 
D X16RC20 S Gy Y 16A 0950 3 16A 200 . 105 JR 19) 
. X-25A,B “ x ar A r 5 5 Fotohalbl. 80) 
T XxXA 101 Ga LE Hs 1 ee} } (60) . (20) 5 655 Al 
T XA1R Ga LE OWi EN.) (60) “ (20) 8 65j Al 
T xXA111 Ga Kt Hs 1 re \ (60) « (20) 5 65j Al 
T XA112 Ga Kt OW1 5. 6 (60) . (20) 8 65; Al 
T xXA121 Gd. H i 12.6 (50) 10 (25) 30 P Al 
T XA12 Gd . OWi 12 . 60 (50) 10 (25) 30 2 Al 
T XA123 Gd Lf HMi 12.060 (53) 10 (20) 30 85j A) 
T XA124 Gd Lf MO1 12.6 (53) 10 (20) 30 85) A) 
IT XA126 Gd LE H 1 12.60 (53) 10 (20) 30 855 Al 
T XA131 Gd LE HO15 12 . 60 (88) 10 (30) 100 85i Al | 
T XA151 Sau, 3:50 025. 20-80= 66 . 1.0) » Al | 
T xXA152 Ga ... ı5.:S0 0235. >W= 66 . 16 (5,5) . Al 
T XA161 GM . sH 10 3°. 50= 75 100 12 (40) . Al 
T XA162 GM . sH 10 3 5s0= 75 100 12 (60) Al 1 
E XA-650 A Hin 10 1,10 N >15 Tx I 
E XA-651 A Lm’ 10 1,10 . >10 Tx I 
E XA-652 A Umes; 45 0,98 R >5 Tx | 
E XA-653 A Lm’ 5 0,98 : >5 Tx 
T XA701 Ga Kt s 5 si 200 (25) 3 Al 
T XA702 Ga Kt s > 400 (25) 5 Al 
T XA703 Ga Kt s ® 400 (25) 10 Al 
T XB1R Ga LE NT 1 5 30 (90) ° 35 75j Al 
T xXB103 Ga LE Ns 1 5 66 (90) 35 75; Al 
T XB1% Ga LE U 1 5 30 (60) 20 65; Al 
T xXB112 Ga Kt NT 5 30 (90) 35 75; Al 
T XB113 Ga Kt Ns 1 5 66 (90) . 35 . 75; A) 
T xXB121 Ga s. 38, 0,35 = (10) 100 105 . \ Al 
T xc 101 Ga LE NB8 6 66 (100) 35 7% 75; AJ 
T xc 121 Ga Kt NB 200 1 . Ti= (150) . 3 » 75j Al 
T xXcC131 Ga Kı BP 20 1 10 T4i= (300) . 35: 75j AlmKf 
T xXcC703 Ss Mo’NL 20 4 .„. >15 2w i (60) 1,5 175j AJ 
T xXcC713 Ss ENER750 Fr >15 . . (60) 1,25 1755 Al 
T xXcn3 s Mk NL 15A 4 . >10 30W . (60) 1 175j A) 
T XT-100 Gd LI X 0 . . 3= 400 k 30 (300) . Sp 
E YS10 G Lm’50 5 . .. 3300 . <2 >5 5nss 85 Fı 
E YS11 G Lm50 5 en 8 300 s <?2 >5 Sn 85 Fi 
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Z1...Z 3434 


Transistoren 
Io IZEIE 
KK |Typ b |Fo IN fe Inn Bemerkungen 
| [mw °C 
: Z "250 10,29 In +0,5V 


AR 


& 


x wo» wx -_ => > 


a aA 


sywuaoo onun vuu’'u vnaARn Drww nYpame 


x 


ERFFFIETEET ET 
Rx (AK XRKRKAR 


oo 
Fa 


DO an 
[>7 n 
Laj 


Do 
x 


z 
z 
zZ 
bi 
z 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
z 
zZ 
zZ 
74 
z 
zZ 
bi 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
z 
z 
zZ 
zZ 
z 
z 
z 
z 
zZ 
zZ 
= 
z 
7 
zZ 
4 
zZ 
z 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
z 
F4 
z 


NNFR NNFNNNKRNN MHNN® 


wwnn 


N NNNNN NNNN N NNNN 


a m» 


wwwu wuwwu vnumwu vnwnun wnnmnun wunmnun nunwun vun nn wnnmuu wunmun u nmmun oT 
NN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNNNN NNN 


350 
iw 
1w 


350 
250 


a 


vaann 


oo u sNuSsww nun 


.n. 1hnugo® 
wunta 


nsaan sonuu vun 


yyuu Lupo» Dun 


-ommm 


vnunuun vinuu [ntuun www: + 


“an 
oo 


-0,25 In +0,5V 
025 In 01V 
sc4) 5..30% 


SC 4) 5..30% 


In +0,5V 
In +0,5V 
In +0,5V 
In +0,5V 


5 Br 
-0,05 In :+0,5V 
SC 5..20% 


e SC 5..20% 
-0,05 In +0,5V 
. Br 


- Br 

+0,04 Br 
+0,05 In, Tr +0,5V 
+0,05 Jn, Tr +0,5V 
+0,05 Br 


In, Br +1,4V 
In, Br 31,4 


o 
3 


In, Br +1,5V 
Br 


Br 

In, Br + 1,9V 

In, Br +1,9V 

Br 

Br 

In, Br +23,4V 

In, Br +2,4V 
+0,01 Hf +10% 
+0,01 Hf +10% 
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ZA8...ZL1 


ı 2 
K |Typ 
1 


ZA8 
bıs 

ZA 125 
ZC 008 
bis 

ZC 033 
ZC10A 
ZC 10B 
Zc20 
zc2ı 
zc2 


ZC23 
ZC 24 
ZC 30 
Zc 50 
zc 70 


ZcC 90 
ZC 708 
bis 

ZC 79 
ZC 2008 
bis 

ZC 2033 
ZC 4008 
bis 

ZC 4099 
ZC 5008 
bis 

ZC 5099 
ZD 008 
bis 

ZD 033 
ZD 3,9 
bis 

ZD 200 
ZD 2008 
bis 

ZD 2033 


ZDT-10...11 
ZDT-20...21 


ZE 1,5 
ZE2 
ZF2,7 
bis 

ZF 33 


z6G1 
bıs 
ZG 33 
zZ 218 
ZL1 


NON NN NNN-HHN NN NN NN NN NN NN NN NN NO 00000 0U0000 N NN N 


& 


| 
| 


3 ja Is le 
Ab Fo AwIr 
Ni mA 
72 
Sr Zu 
Sa CH zZ 1A 
sa cr z 14 
Si En K 
Si En K 
S| DEKV. 
S| DEKV. 
Sj Dk KV 
Si DKKV. 
Si  Dk KV 
SE . 4) 
SE 44) 
SE 44) 
se &) - 
Se G_Z 1 
Sd GL ZWAR 
Sa Fo zZ 1A 
se Fo zZ 1A 
sd GI zZ 10A 
sa GI z 10A 
se GI z 1A 
Se GI zZ 1A 
sa Cs zZ 1A 
se cz a 
SFr LZ 1A 
S Fr LZ 1A 
sd Fo zZ 1A 
Sd Fo Z 1A 
sa GI zZ 10 
se GI zZ 10A 
Sd zZ 1A 
Sd 4 ZUR 
sp bw U 10 
SP ig 
Ss 3 czs 
S 3 cz5 
S: ACv 206250 
Ss wz 20 
s Kuizenso 
Ss wz 230 
SC. GER 
S GbLZ 15A 


Dioden 
[7 je I ho In 12 is [4 115 
Ur Iso | Us>jB IN Imox Umax fa  \tmax Bemerkungen 
V /pAlV/- ImW |mA ıV MHz |° 
1, ' 197. I, Farzıasv 
bis 
s = . 127,5 . Hf +17,5V 
1 1mA 82 600 10 82 46 0,037 Lu +0,5 V 
bis bis 
1 1mA 33 600 10 33 15,25 0,084 Lu +2 V 
0,4 0,5 2 6 150 Fı 27-33 pF 
0,4 0,5 2 . 6 150 Fi 24-36 pF 
0,6 02 . 150 6& 30G 155] Fi 13) 44) 10 pF 
0,6 0,2 150 6 50G [55] Fı 13)1pF 
0,6 0,2 150 6 70G [55] Fi13)1pF 
0,6 0,2 150 6 90G [55] Fi13)1pF 
0,6 0,2 150 6 100G [55] Fi 13) 1pF 
= = = [} E Fi 0,5-1,5 pF 
20 Fi 1-8 pF 
50 Fi 1-8 pF 
I: \ : 100 . x Fi 2-16 pf 
1,052mA 8,2 100 2A 82 0,09 0,084 Lu +0,5V 
bis bis 
1,05 250mA 100 100 250 100 7 0,09 Lu +6V 
1 1mA 82 1,8 10 82 46 0,037 Lu +0,5V 
bis bis 
1 imA 33 1,8 10 33 15,25 0,084 Lu +2 V 
1 . 10 200 82 2,5 0,037 Lu +5% 
bis 
1 10 20 100 60 0,089 Lu +5% 
1 02A 82 10 10 82 2 0,0377 Lu +0,5V 
bis bis 1,8 
1 20mA 100 10 10 100 9,8 0,089 Lu +6V 
1 1mA 82 600 10 82 46 0,037 Lu +10% 
bis bis 
1 1mA 33 600 10 33 15,25 0,084 Lu +10% 
1 «151,1 100 3,9 3,5 -0,07 In +5%,#M 
bis 
171 „0 41,1 5 200 150 +0,11 In +5%,.#M 
ı imA 82 1,8 10 82 46 0,037 Lu +10% 
bis bis 
1 1mA : 33 1,8 10 33 15,25 0,084 Lu 410% 
1 10 200 82 2,5 0,037 Lu +10% 
bis 
1 . 10 20 100 60 0,089 Lu +10% 
1 02A 82 10 10 82 2 0,0377 Lu +10% 
bis bıs 
1 20mA 100 10 10 100 9,8 0,0899 Lu +10% 
6 10nA >40= 300 so 10 «d(150) . Fi 21) 37) 
e R e F & . . « Fi 21) 37) 6] 
1,45. 40mA 5 1,45 20 -0,25 In +0,1V,: 
ca.2 * 5 1,9-2,2 18 -0,25 In 
ei 250 5 27 <80 -0,08 In +0,2V 
bis hi 
| >17 250 5 33 <80 0,092 In +#1,7V# 
151 250 20 1 <8 -0,26 In ZG 1:70) 
bis ers. Z...,-K... 
1 1 >17 250 5,5 33 <100 +0,1Jn+ 3,5 V 
. r : 12A 1200 . GE &2) 
Ins: 10,7W 100 0,7751 —0,4 In +0,75V 7C 


Transistoren ZL3,9...2S 30 A 
| 7 |e | 


9 ho In h2 fs I Jıs 


Ur | Is, Us,/B In Imax |Umax| fa Imax| Bemerkungen 
v ALM Imw ma IV MHz °C 
r 


1 
"Is "+0,R In+10% 
#0,06 In #0,55V 
+0,05 In #0,5V 
+0,05 In +0,6V 
In -£0,5V 


In +#0,75V 
In +0,5V 
Jn+ 
In + 
In+ 


In + 


> 
oa 
na 
o° 
pu 


ars 
> 


vYubtulu voii | 


PP>>> >J>>>> >>>>> >>>>> 


vun 


10,7W 
10,7W 
10,7W 
10,7W 


10,7w 
10,7W 
10,7W 
10,7W 
10,7W 


10,7W 
10,7W 
10,7W 
10,7W 
10,7W 


10,7W 
10,7W 
10,7W 
10,7W 
10,7W 


10,7W 
10,7W 5 
10,7W 5 


re 
NN 
u 


_ 
u 
ir 
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S 
a 
22022 22000 20022 © 
en 
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nwaan “an. 
2omun unau| 
voruun 


vYurbuou vuototoiı 
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200 
rer 


>>>> 


ooaonaoo aoonanaaoa naoaoooa DaoaoO oooon| 
oocoo oooo0 voovoo oooo0 voor 
ubuoin 


In = 
In 10% 


0,11 In 10% 
-0,07 In +0,2V 


OO a a A 
a asada Samaa aasaa aas00=2 OA9|- 


vn vu on wuwmun wumnmuun vnnuun vnmnmnu vunuu 
vo 
2.7 
[9] 07 < 
EISEN 


+0,09 In +1,6 V 
108) 


In 62) 
Fi 


[e) 
> 


zo 
°> 


n 
aa 


g4 
zZ 
zZ 
zZ 
2 
Z 
zZ 
z 
z 
72 
74 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
% 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
z 
z 
zZ 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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ZS30B... ZU 180 Diod 


2 3 4 \5 16 7 9 10 n 112 13 14 15 
5 Fo Aw N Tan Unkel fear] Bamerkung 
| I |mA mW mA |V IMHz Be 


oz se 0 To T. T4so' Firspr 
is bis 

D ZS4A Sd CI N 50 1,1 02 40 650 500 400 . 160 Fi15pF 
D ZS%B Sd CI N 50 1,15 400 650 500 400 . 160 Fi15pF 
D 2540 Sa En Hs 10 1,250,5 25 R 235 25 15ns [125] Fi3pF 

D z541 Sa En Hs 10 1,5 0,5 50 E 25.0:50, . [125] Fi 2,5pF 
D 2542 Sa En Hs 10 1,5 0,5 100 . 25 10 . [125] Fi 2,5pF 
D ZS50 Sj En Hs 200 1.1 0,5 60 300 200 60 ?us 150 Fi5pF 

D 2551 Sj En Hs 200 1,1 0,5 120 300 200 120 2us 150 FiSpF 

D Z522 Sj En Hs 200 1,1 0,5 200 300 200 200 2us 150 Fi5pF 

D 2553 Sj En Hs 200 1,1 0,5 300 300 200 300 2us 150 FiSpF 

D 2570 13 C. G 750 1,2 5nA 50 750 50 . 150 Fı 
DZSn J cx G 500, 1,255 500 200 . 150 Fi 

D 2574 Ss x G 2500 12:5 500 400 . 150 Fi 

D 2578 S Cx G#500. 1,275 500 800 . 150 Fi 

T ZT2 SM Li UH 10 6 05 so 20 80 150; Fı 

ID ZTAl SM Li UH 10 6 05 50 20 80 150j Fi 

T ZT2 SM Li UH 10 6 05 50 45 (80) 150j Fi 
121023 SM Li UH 10 6 05 50 45 (80) 150, Fi 

T ZTa2 SM Lm UH 10 6 0,5 50 45 (110) 150; Fi 

Tr zT SM Lm UH 10 6 0,5 50 45 (110) 150) Fı 

" ZT SM Lm H 10 6 1 78-162 300 . 45 (150) 150 Fi 

f ZT60 SP Li U 10 6 0,5 38-162= 350 50 25 [20) - Fi 

T ZT61 Pt U 10 6 0,5 38-162= 350 500 35 [20) . Fi 

T ZT&2 SP u UT 10 6 0,5 78-.250= 350 50 35 [20) - Fi 
| T ZT63 SP U, U. 10 6 0,0525-85= 350 50 45 [20) - Fi 

T ZT& SP Li U 10 6 0,0575-170= 350 50 45 [20) - Fi 

T ZT6& sp Li U 10 6 0,0535-85= 350 500 80 [20) . Fi 

T ZT SP’ Ei .UF710 6 0,5 78-250= 350 50 25 [20) - Fi 

T ZT80 SP Lm U 10 6 0,5 38-162= 300 50 25 [20) - Fi 

T ZT81 SP Lm U 10 6 0,5 38-162= 300 50 35 [20) . Fi 

T ZT®2 SP Lm U 10 6 0,5 78-250= 300 500 35 [20) - Fi 

T ZT83 SP LmU 10 6 0,0525-85= 300 500 45 [20) . Fi Cv 7371 
T ZT&% SP Lm U 10 6 0,0575-170= 300 50 45 [20) - Ficv 7372 
T ZT86 SP Lm U 10 6 0,0535-85= 300 50 80 [20) . Fi Cv 7373 
T Z687 SP Lm U 10 6 0,5 78-250= 300 50 25 [20) . Fi 

T ZT110 SP LMU 10 6 0,5 38-162= 300 50 235 [20) - Fi 
23113 SP LMU 10 6 0,5 38-162= 300 50 35 [20) . Fi 
7.217412 SP LMU 10 6 0,5 78-250= 300 50 35 [20) . Fi 
T.21,113 SP Lm U 10 6 0,0525-85= 300 50 45 [20) .- Fi 

T ZT114 SP LM U 10 6 0,5 75-170= 300 50 45 [20) . Fi 

T ZT116 SP IMU 10 6 0,0535-85= 300 500 80 [20) - Fi 

E ‚21417. SP LMU 10 6 0,5 78-.250= 300 50 235 [20) . Fi 

Z ZTK9 SLIPEs) Zur e . . . 5 9 10 0,002 Jn 21) 65) 
Z ZTK 11 SP Es Zr 15 B B . 7 11-1213  -0,002 In 12) 21) 
zZ ZTKı18 SL’eEs Zu; . « . c 5 1811 0,002 Jn 21) 65) 
zZ ZIK2 sp: TEs 21535 7 20-2413 -0,002 In 12) 21) 
ZZIKA7, „SUBE Zr Ss 27 12 0,002 In 21) 65) 
zZ ZTK 33 SEHE Z15 B . . . 7 30-3612 —0,002 Jn 12) 21 
T ZTX 303 SP. #52. 10° 10 6 0,2 50-300= 250 500 45 (150) 125j Fi6pF 
T ZTX 304 SP 5: U 10 6 0,2 50-300= 250 500 70 (150) 125j Fi6pF 
ZEZU3,9 5 CH Zt Mr; 1 D 1,1 100 39 1 -0,4 In + 10% 

bis bis bis bis bis 
Z ZU180 Ss cr ZL 5,3 ed 490 1,1 5 180 150 -+1,1Jn + 10% 


Transistoren 


ZX 3,9... .25 T100 


Imax|Bemerkungen 
Sei 


>0,11 In +5% 
Fi 62) 
Fi 62) 


-0,07 In + 5% 
bis 
+1,1 In + 5% 
- STZiN 
bis 
STZ1N738 


708 
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080 C...0304 Dioden un 


ı la ls Is Is 6 | le Io ho [u I2 ha Js [ıs 
K Typ \Ab |Fo Awlr Ur Ip Usp/B N Imox Umox|fa \fmox| Bemerkungen 
I 1 1 Ima |v [mal mw ma |V_ |MHz |°C 


j ’ U T r J 


t 080C Gi 530,5: 720. 50 30 10 30 . . Am # OC 70 (Am) 
t 081C Gi N 3 2 ._ 50 47 10 30 5 Am # OC 71 (Am) 
D 0100 s Egq G 10 1 0,150 250 125: 508 +; 150j Eb [Es] 
D 0101 Ss Eq G 10 1 0,1 100 250 125 100 . 150} Eb[Es] 
D 010 Ss Eqa G 100 1 0,1 200 250 125 200 150j Eb [Es] 
D 0110 Ss Ed G 10 0,11 50 250 125 50 150; Eb[Es] 
D 0111 S Egqa G 10 01 1 100 250 125 100 . 150j Eb[Es] 
D 0172 Ss Eq G 10 0,1 1 200 250 125 200 150j Eb[Es] 
D 0112 SE Ef’ gH’150 1 0,0530 . . 35 Sons . HP 75) 3 pF 
D 0113 SE Ef gH’200 1 0,0530 . 35 90ns - HP 75) 10 pF 
D 0114 SE Ef gH’300 1 0,0530 . . 35 125ns . HP 75) 10 pf 
D 0114 >) Egq G 10 0,1 10 400 250 125 400 . 150) Eb[Es] 
D 012 SE 38) H’ 150 1 0,0530 . 35 50ns . HP 75) 3 pF 
D 0133 SE 38) H 20 1 0,0530 35 90ns . HP 75) 10 pF 
D 0134 SE 38) H’ 300 1 0,0530 . . 35 125ns . HP 75) 10 pF 
D 0151 SE Cz’ gH’40 1 0,0110 15 200 . HP 75) 1,6 pF 
D 0152 SE Cr’ H’ 40 1 0,0110 . 15 20ns . HP 75) 2,1 pF 
D 0153 SE CH’ 4 1 0,0110 . 25 20ns . HP 75) 1,1 pF 
D 0154 SE Cr’ H’ 40 1 0,0110 . . 25 20ns - HP 75) 1,1 pF 
D 0180 SE Ef H' 2350 1 0,0130 . 65 100ns . HP 75) 8 pF 
D 0181 SE EF H 350 1 0,0130 . . 65 100ns . HP 75) 8pF 
D 012 SE CH 75 1 0,0110 . . 35 30ns - HP 75) 2 pF 
D 0183 SE Cr’ sH’225 1 0,0110 . 35 300 . HP 75) 2 pf 
d 0200-K 6 Ss Gd LG 2A 1,51 50 mKi: 2A 50 . 150j Eb 
d 001-K6 Ss Gd LG 2A 1,5 1 100 mKf: 2A 100 150; Eb 
d 0R02-K6 s Gd LG 2A 1,5 1 200 mKf: 2A 200 150j Eb 
d 0203 Ss Gd LG 2A 1,5 10 350 mKi: 2A 350 . 150j Eb 
d NU-K 6 Ss Gd LG 2A 1,5 1 400 mKf: 2A 400 150; Eb 
d 0205 Ss Gd LG 2A 1,5 10 500 mKf: 2A 500 . 150; Eb 
d 0207-K6 s Gd LG 2A 151 70 mKf: 2A 70 . 150; Eb 
d M10-K6 s Gd LG 2A 1,5 10 50 mKi: 2A 50 . 150j Eb 
bis bis 
d 0217-K6 s Gd LG 2A 1,5 10 700 mKf: 2A 700 150; Eb 
d 0220.K 6 s Gd LG 2A 1,5 0,1 50 mKi: 2A 50 . 150j Eb 
bis bis 
d 027-K6 Ss Gd LG 2A 1,5 0,1 700 mKf: 2A 700 150j Eb 
D 0241,R Ss EG 751155 75 mKf: 2,5A 100 10us [150] Eb 13), -R: 12) 
bis bis bis 
D 0248,R s GxX’G 754 15 5 700 mKf: 2,5A 800 10us [150] Eb 13), -R: 12) 
D 0240 SE 38) H’ 450 1 0,0130 . . 65 100ns . HP 75) 8 pF 
D 041 SE 38) H’ 600 1 0,0130 65 100ns . HP 75) 8pF 
D 42 SE 38) H 100 1 0,010 . . 35 30ns . HP 75) 2 pf 
D 0243 SE 38) H’ 150 1 0,0110 . . 35 30ns . HP 75) 2 pf 
D 051 SE 38) H’ 40 1 0,0110 . . 15 20ns . HP 75) 1,6 pF 
D 052 SE 38) H’ 40 1 0,0110 . . 15 20ns HP 75) 2,1 pF 
D 0253 SE 38) H’ 40 1 0,0110 25 20ns - HP 75) 1,1 pF 
D 0254 SE 38) H’ 40 1 0,0110 . . 25 20ns . HP 75) 1,1 pF 
D 0300 SE Sh’ H’ 1A 1,110 75 15W 75 RG) - HP 75) < 6,5 pf 
D 0300 Bn G 50 1,21 50 . 600 50 10us 150j Eb 
D 0300-K 3 s 16) G 500 1,21 50 mKf: 1250 50 10us 150j Eb 
D 0301 Ss Bn G 50 1,2 1 100 . 600 100 10us 150j Eb 
D 0301-K 3 Ss 16) G 500 1,2 1 100 mKf: 1250 100 10us 150j Eb 
D 0302 Ss Bn G 500 1,2 1 200 . 600 200 10us 150j Eb 
D 0302-K 3 s 16) G 500 1,2 1 200 mKf: 1250 200 10us 150; Eb 
D 0304 s Bn G 50 1,2 1 400 . 600 400 10us 150 Eb 


Transistoren 0304-K 3... 0918 


| iz 3 3 16 ı7 ]8 19 in 12 13 
K Typ Ab Fo Aw Ir Ur Iso Us,/B ‚max ‚Umaz|fg ‚Imox | Bemerkungen 


| | Ima | nA V/- [ma V IMHz |°C 
; h : j Eb 


0304-K 3 400 1250 400 ' 1045 ' 150j 
0307 700 “ 600 700 10us 150j Eb 
0307-K 3 700 : 1250 700 10us 150j 
0310 50 . 600 50 10us 150j 
0310-K 3 50 : 1250 50 10us 150j 


0311 100 - 600 100 10us 150j 
0311-K 3 100 : 1250 100 10us 150j 
0312 200 . 600 200 104us 150) 
0312-K 3 200 : 1250 200 104us 150j 
0314 400 . 600 400 10us 150j 


0314-K 3 400 : 1250 400 10ys 150j 
0317 700 : 700 104s 150j 
0317-K 3 700 : 700 10us 150j 
0320 50 2 50 10us 150j Eb 
0320 20 3,2. Doc 


0320-K 3 so : SO 10us 150j 
0321 100 : 100 1045 150j 
0321-K 3 100 : 100 10us 
0322 200 : 200 1045 
0322-K 3 200 : 200 1045 


0324 400 i 400 10ys 
0324-K 3 400 : 400 A0us 
0327 700 10us 
0327-K 3 700 10us 
so 


100 
200 
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(150] Eb 13), -R: 12) 
. Eb 


Eb 
Eb 
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150 204s Eb 19) 
200 20us Eb 19) 
1000 . j Eb 
bis 

4000 . j Eb 
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0952...1) Dioden und 


14 |15 


Imox Bemerkungen 


|  Ima Iv \uA c 

D s oc so 241 ' 
D S 1)G 50 36 1 
D Ss 1)G 50 481 
D sS 1)G 50 601 
D sS 1)G 50 721 
D 0957 Ss 16)G 50 84 1 3500 500 
D 0958 Ss 1)G 50 9,6 1 4000 500 
d 1413 Ss GHLS. ur : 250 
d 1A14 S GHILG. 250 140 150 FM 
d 1A15 Ss CGHIG. 250 175 150 FM 
4 1A16 S GHIG. ; 250 210 . 150 FM 
D 1407 SS Fe G 5A 1,25 1 800 1,5A 1000 . 150 Tx45) 
D 1409 SS Fe GG 5A 1,25 1 1000 1,5A 1250 . 150 Tx45) | 
d 1B Gb 5x nX 30 1 1005 : a4 IN SE; | 
DABIAB..S 16) 56) . Z ; 0 9% 2 IR&1N 537/40 
d. fc Gb 5x nX30 1 105 : A ASE "m | 
DiC5S ss Dr+liß,: 4 ; hr 2 BR 
D 1C10 s LG . 5 x . 2 IR | 
4 iD Gb HD . Bu R 25: 15. 16) .  TP | 
d iE Gb D4 BIEnE E 28 San = TR 
Zierzse SM iDnZ Au 1W 35 5,6 5,5 0,03 JR58) 

bis bis 
Z 1EZ2%7 Ss DZ WW 7 27 28 0,095IR58) 
d 1F Sb D%: ".% ; 23 (EmwAGı I TR 
. VFZ . ee . . B 3 & . . a . s. Fotohalbl. 
D 1FB... Ss 1)6G 50 1 03 10 : 15A ..280. 125 Py 
d 1G Gb. WW. u 4 : EL = IB 
D 1GSE15 S >EbG 1,5A 1 10 150 1,5A 150 Eb 

bis bis bis 
D 1G5E10 S >EbG 1,5A 1 10 1200 1,5A 1200 . .. Eb 
D 1G8 S FeG wu © i 750 10 . 150 Py .ı. CV 7026 
D 1620 Gier u s eier 9 E “0 80 . . .SGP:2x1G20 
D 1G21 Grace U: 77 mies: 10 so 10 . 5 
D 162 GIerU& 1220 10 40 50 SG 
D 1630 G EG 80 0610 10 180 60 SG 
D 1631 G EG 2m 065 200 100 SG 
D 1G50 Gb Ci n 10 1 11 10 110 50 56 
D 1G51 Gb Chin 20 1 9 10 140 75 SG 
D 162 Gb CU“ 1 21 10 6“ 20 SG 
D 1653 Gb Ct U 150 1 21 10 110 20 SG 
D 1655 Gb 100 1 100 50 110 50 75i SG 
D 165 Gb. 200 1 10075 140 75 75ji SG 
D 1657 Gb eg co 20 75 SG 
D 1G58 Gb. 150 1 50 20 110 20 75ji SG 
D 1660 G Ch5 18 10 35 6 . SG 
D 1680  scacpDpD5s5 1ı%%0 35 5 ...5GP:2x16G8 
D 1G85 G . DP4 TR, SI SG 
D 168 EEE: f a SG 
D 1690 G cCHo4 195 35 35 SG 
D 1691 G CcHDO8s 1 05 07:20: 0% se” "SG 
D 162 G cf HD5 ı @©05 35 17 SG 
D 1695 GB . . & 1 303% 35 3 SG 
d 1H Gb m au... 5 e TE 
D IH1A,B.. S 16) 32). R 2A. IR 1 N 537/40 
d 1) TR 5 ae TP 


Transistoren 1M4...1N 28 


7 \s lo 10 | 
Ur |Isp|Usp|B IN max Umax 
mA |V |puAlvV/- mw mA iv 

D'I1M4 G 380 1 To2ı0o 1,00 100 Py 
d 1N21 VMIO% 3 u % O,3erg 390 4 13G] 190] Sy: Mv< 8,5dB, NE 
D INA VM04 1 O,3ergs 300 4  L[3G] [90] Sy&;Mv <7,5dB 
D IN2IAR VM 0,4 1 0,3ergs . 2 BG) - Sy 35) 
DINMB Sp Dh VM0% 1 2ergs 30 4 L[3G] [90) Sy, Bo,MA 6), NE 
DINMBR Sp Dh VM 0, 1 2ergs . B BG] - Sy, Bo, MA 35) 
DINMBM Sp . VM. ; ; . ...BGJl. =2x1N21B37) 
DINMBMR pP . . . i  * m “BGH r.,036) 
DINMC Sp Dh VM 0% © 2ergs 30 4 [3G] [90] Sy, Bo, MA 6), NE 
DINMCR Sp Dh VM0% 1 . . Zar : .  IBCHE 35) 
DINMCM p . VM. u e = mr Ben wan2XHN21C37) 
DINMCMR Sp . VM. 2 2 © =. «BG 23) 
DINMD Sp . VM. et x 2ergs . . BG] -»  S$Sy&;Mv< 5dB 
DINMDR Sp . VM. Sn 2ers » . BG. 3) 
DINMDM Sp . VM. he A > 0 "BEAT m 2X.1N21D37) 
D 1N21 DMR Sp VM. BG] . 36) 
DINME Sp VM. BG) . Sy. MA 
DINMEM Sp VM. 136] =2X1N21E37 
D IN2IEMR Sp VM BG) . 35) 
DINGER Sp . VM. Er = f WARF BCE #35) 
DINZIF S .„ vM. Te Sets » . 4G .  MA,Sy, Fy,KE 
DiN!R Sp. VvM. K z ie] 35) 
DiNMWE S Dh VM. ee i eirr W x 
d IN? EM 200,7 173008 O,3erg 30 3 9G [90] Sy. NE 
d IN23 Sp DhM . Are O,3ergs 30° 3 [106] [90] Sy;Mv< 10dB, N 
DINBA Sp Dh VM. * 1ergs 30 3 L[10G] [90] Sy &;Mv < 8dB 
DIiNBAR Sp . VM. a er d us PT10GE835) 
D1iN3B Sp Dh VM. rw 0,3ergs 30° 3 _[10G] [90] Sy, Bo, MA 6), NE 
D INDEM Sp . VM. an e . 0... 106]. =2x1N233B3 
DIN23BMR Sp . VM. a ’ >0...006] 36) 
DO INZBBR Sp . VM. Pi = Fee x 2: „KUociEe. 535) 
DINZBC Sp Dh VM. a iergs 30 3 [106] [90] Sy, Bo, MA 6), NE 
DIN2ICM Sp . VM R 5 . . 106). =2x1N23C37) 
DINZICMR Sp. VM. na 5 + = As 236) 
DINDBCR Sp . VM. ER: 3 ne 06] 135) 
D IN23D $p i. VML; Fe > F 5 : 110G] . Bo;Mv < 5dB 
DINZBDR Sp . VM. er & % ...ı Hocie 35) 
D IN2IE SD VW, = e . ’ 1106]. Sy, MA 
D IN2IEM Sp Val. ER Zu i 2.1060). =2x1N23E37) 
D IN23EMR Sp v [106]. 35) 
DINYBERR pP . vv. a ; mr KHOGIr 435), 
DıN?23F $Sp Dh VM. a u 2lerg . . . “ MA, KE, Sy 
D INZIR en I Ä 7 ® #5) 
DIN23S ß r SERTErR #6) 
D IN23WE Sp Be’ VM. a: ers » [946]. Bo, KE, MA, Sy 
DIN SD. ME. de w Pr Mi R - a > . Sy 
D IN2S Sp Dh VM. 8 &65W . .. Gl .  Sy6)Mv:8dB 
DAiN2SA Sp Dp'VM. win 65W . . UG] .  SyMv:7dB 
D1iN2SB Sp Dh VM. m BSWiL. + 15 x sy. 
DIN Sp Dp VM. an Olers. UWG .  Sy,MA6)Mv <9dB 
D INGA Sp Dp VM. de O3erss. .  14G]. Sy. KE,MA, Ph 
DANZEB . SE MDR MEER. : OB: > BEI. PhSyiMv:7,5dB 
D1IN2C Sp Dp VM. z N P 0,3ergs . Bi 3 i, Sy 
d 1N77 Sp DhYVD. er r F & 3 R Sy; Ers: 1 N 32 
d 1N28 Sp Dh MD. Hr Sergs 50 7 [36] [90] Sy, WE;Mv < 7dB 
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1N29...IN60C Dioden und 


ı 12 a la Is 6 [7 [se jo 110 
K |Typ |Ab Fo Aw (Ur In Us N Ya Bamerlkingien 
| | 1 | [ma |v InAlV- mw °C 


FREINFT) SHÜGKEVDITe N. «U 

d 1N30 5) HOHLYD:S ©; Bam i Ds 

Dina Sp MDpIVDe, We » 2.5.06 

DINSIASS DoWD,  . . & i : 16] . 

DIN» Sp: BORRVDI, "m: we 3" . 5. BG) . Sy.MAs)KE 
DIN?RR Sp DhYVD. . 16] MA 

d 1N3 ; 5 er: : ie. \ 

DIN G Aa U 5 1 50 10 10 50 0 . 75 Bo,FT.KE,Sy,TP 
DIAN%MA Gp U 5 1 50050 j 30 75 . 75 6)Hu, Am, Bo,RC 
DIANMA Gp AkG 5 1 5050 10 00. 7 RT eg 
D ıN3S GB WU 75 1 10% a 2550 . 9 CBr2x N] 
D1N3 GB CrU4 1 102% 10. 4 . 90 KE,OM,Sm,Tr 
DIN38 Bach 100 130 50 410 . 75  FTKE,Hy.RR& 
DINBA @® UL 163 5 50 10 . 75 Hu,Am,NR,Sy& 
DANBA GG kG& 153 10 50 410 . 75 RCHpF,Tr 
DINBB G AkU 4 1 50050 10.010 . .. 5y6), CB, OM 
D1N39 OohG 3 1 mim . 50 20 . 75 Am, FT,KE,Sy6) 
DiINWMA GBG 3 1 mio . 50 20 . 75 Hy, PS,CB,ER& 
DIANMB Gp AkU 4 1 41010 . 20 . . Sy, CB, ER, KE,OM 
I N“ Gp 14) DQ 12,75 1,5 40 10 ä 2525 . 75  Bo,Sy, KE.OM, Sm 
JANd Gp 16) DQ 12,75 1,5 40 10 ' 252353 . 75 $y,KEOM 
JINa Gp 14) DQ12.75 15 6 3 ; 115 50. 75  Sy.KE.OM 
DIN GB Deu Ss 1 205 : 4 60. .  WE&:#ING 
DIN& G De U 3 1 1mAas0 4130 35 MS . 90  WE,KE,Fy,Sm6) 
DIN&S GB Deu 3 1 4050 10 35 75 . 70 WE.KE,Fy,OM, Sm 
D IN4S GB Deu 3 1 1,5mA50 130 40 50 . 70  WE,KE,Fy,Sm6) 
DIN“ G Deu 3 1 4050 e 30 115 . 70  WE.KE.OM, Sm 
D IN4B GB BKkU%A 1 8350 >90 50 0 . 75 GERRTr,SY& 
DINBA Gp BKU 4 1. . i er  eaer 

D 1N49 GP Ea U 4 1 20020 10 50. .  OM, Tr 

D ıNnso GB EAU 4 1 8020 3... .  OM, Tr | 
D Inst GP Bk U 25 1 166750 >90 25 Ko 100) 75 GE,TP,Tr,Cv& 
DEAINSTAM Gp  BKUU.22.5; 1 9. £ En 0000 078: Mer | 
Ipınza GB BkU KL 1 15050 10 507% . 75 GECB,CvTr& | 
DINRA Ip BeiuUra 10... 10 2 22.7 FT, OM, Sm Te| 
DNS S DRDM. . . Mri85dBOlferss. . [346]. Sy, MA), KE 
DiNS3A S DhRDM. . . Mv:65dBOlers. . [Gl]. Sy.MA6)KE | 
DIANS3B S BeVvM. . . Meß. .  . BUG). SyKE,MA 
DHNSIC" Ss BEM. . 5. 5 MI EBG]. + 

DUNSD S BevM. . . . i Bid: +85 

DINS3M S Be VM. SR: i „02. B4G].  MA;=2Xx1N53:37 
DINS Gp Aa hU5 1 40 40 120 50 50 . 90 Sy,Am,CB,Cv& 
DiNSA Gp WhuUs 17% 10 50 50 . 75  Co,RCTAK],RR& 
DANS GB AaG 3 1 min . 50 150 . 75  FT,Hu,KE,Sy.TP 
DINSA GC WwU% 1 5010 . 50 150 . 75 Hu, NR,RC,TP6) 
DIiNSB Gp WU 5 1 5010 50 190 . 90 Hu,Ry,PS,Tr6) 
DAINS6 GP Aan 15 1 300 30 10 60 40. 75 FT,Hy.KE,Sy,TP 
DANS6A Gp Ak nU 15 1 300 30 10 60 40 . 75  Ry.RC.Sy,CB& 
D 1N57 Gp Aa U 4 1 50075 10 40 80 . 75  KE,Ph,Sy.Tr 
DINSTA Gp AkU 4 1 5075 10 40 80 . 75  KE,Ph,Sy,Tr 

D ıNnse G Ee U 4 1 8010 130 50 100 . 75 FT,Hy,KERR& 
DANSBA Gp Cv U 4 1 60010 130 50 4100 . 75 Hu,RC,Am,Sy& 
D 1N59 GP Aa U 3 1 8020 . 50 20. 9 Sy 

D 1N60 Gp Aa D 005 02530 15 8 50 23 . 75 Bo,Sy,TP,TT& 
DINSA Gp Aa DU5 1 60 10 BO. Rn. .  SyAm,CB,ER& 
DINSOC Gp A0D . 67 10 ? 50 50 GE 
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MMransistoren 


1N 61...1N 95 


2 7 is Io jo m 2 13 I14 
| | 
Typ Fo Ur II, Us,/B IN ‚max Umax) fg Imax| Bemerkungen 
| mA |V |uA|V/- mw [ma |V_ IMHz |°C 
DING v5 7 "zoo 10 "80 1130". 2 RE, Sy, OM,Tr 
DIN® U5 1300 100 80 = 170: . OM, Tr 
DIN hu 4 1 50 50 >90 50 100 [100] 75 GE,PS,RR,Tr 6) 
DO INGA U4 150 50 80 30 10 . 90  Ry,FT, Tr 
PING G EdDO1 1 25 13 ö 20 [50] 75 GE,RR,TH, TP,T1,GJ 
DiINYA Gp BK’D 01 1 800 50 . Fr | 75  FT,GE,CB,CN, ER 
2 INES Gp Ed hG 2,5 1 200 50 8 50 70 75  GE,RR,TH,TP, Tr, Cs 
Rn INSA Gp BkhG . RL : se; 75 FT 
DINGE GP WU s5 150 10 80 50 60 100 Hu, Ry, [Ec], TP,Tr 
DIANS6A Gp cv U 5 150 10 0 30 60 . 90 Ry, Cv, ER, Fy, Hu, Tr 
»IN67 Gp Ec hHU4 150 50 80 35 8 100 Ry,Sy, TP,GE, Tr 
DINETA GP WU ı% #58 80 30 80 90 Sy6)Hu,Ry& 
I 1N67P GG . R 4 1 50 50 s = 80 . Ry 
DINGE Gp Ec hu 3 1 82510 80 35 100 100 Ry,TP,Tr 
DINBA Gp Cv U 3 1 62510 80 30 130 90 Hu,Ry,RR,TP, GE 
DIN G BkUS 1 5010 >90 40 60 70 6)Bo,GE,NE,RR & 
DINSA Gp vu 5 1 500 50 0 40 75 .  Hu&6)&.1N 126 
»AN7O Gp Bk U 3 123510 >90 30 100 70 6), GE,RRZ.1N 127 
DINDA Gp WU 3 1 30050 130 30 125 .  Hu,GE,5y6)& 
INT Gp 14) na 15 1 300 30 : 6 40 75 =4x1N5 
IN? Gp Bk DM0,8 0,5 800 0,5 AS: v5 75 GE,RR,TP 
I IN73 Gp 14) UQ 12,75 1 50 10 22,5 75 75  GE,KE,OM 
I IN? Gp 14) UQ@ 12,75 1 50 10 ; 22.5 75 75 KE,OM 
»IN?S GP Bkh 25 1 50 50 130 50 100 75  GE,RR,TP,Th, Tr 
INSA Gb Beh 25 1. . Mi 7: 75 FT 
INT Ss Dp vD EN . 106]. Sy.KE 
!1NWA S Cn VDS5 150 50 80 [106]. Tr,Sy 
INTI,A,B.. 5 y E B n @ b & s. Fotohalbl. 
'IN78 S Dh VvM. Mv<7,5dB 0,3ergs . [16G] . MA, Sy, KE, Ph 6) 
'INWA SS  Dp VM. Mv<7dB 0,3ergs . l16G] . MA, Sy, KE, Ph 
'INTBAM S Dp VP. E ß 0,3ergs . [166]. =2x 1N78A37) 
'IN®WBB S Dp UM. . . 0,3ergs . [16G] .  Ph,MA,Sy6) 
'IN®WC 5S Dp WM. ü ; 0,6erg5 . {16G] .  Ph,Sy 
'1IN®BD S Dp VM. } ; 0,6ergs . {16G] . Ph 
'INT7BR Ss Dp VM. rn r 0,6ergs . [16G] . 35) 
IN Ss DMGUO2S 0235. 2350 2 9 0 A10G, 2 .Sy;KE 
1N81 Gp Bk hu 3 ı 10 10 13030 40 70 6), GE,RR, Sy, Co 
INBA Gp CvU 3 110 10 1 0 0 . . _ Hu&;Ers:1 N 128 
1N82 S Ak M Sn : 50 5 L[1G] 100 Bo,Hy, Sy, CB, Fy 
1N82 Sp Cu VM5 0,5 50 0,5 20 3 1G [85] Sa:Mv:6,5dB 
INRBA SP Be Mr . 9 50 5  L[1G] 100 Ry,Sy,CB,Fy6)Cs 
IN8 G Crus 130 60 2 300 OM 
IN8% ‘6 Cru © 1 7015 80 15 OM, Tr 
1N85 s s R a , a . . . . 5 Eichen 
IN86 GP Bo U % 1830 50 80..-.500670 .. 60  KE,Am, T 
1N87 Gp B9 DS 1.30 15 80 . 25 30 60 Am,TP,ER,KE,Nu 
INA Gp Bg D 5 1800 50 „25 30 60 Am,Tf,ER, KE,Nu 
1N87G o aD. ER : BE Am # OA73 
1N88 GP Cv GU235 1 100 50 80 30 100 60 Hu, Am, TP & 
1N89 GP Cr U 35 1 10050 80 30 100 90 Hu, Ry, Am, Cv, KE 
1N90 G CcvUuUs5 1 500 50 80 30 75 90 Hu,Ry, RR, Cv & 
1N91 Gi Fa’ GU 150 0,25 950 100 s 150 100 . 95 GE, Fy, IR, Sy, Mo 
IN Gi Fa’ GU 100 0,191350 200 E 100 200 . 95  GE,Fy, JR, Sy, Mo 
1N93 Gi Fa’ GU 75 0,18600 300 ; 75 30 . 95 GET), Fy, IR, Sy, Mo 
IN% Gi 16) LG 1570 0,7 800 300- . 85 GE 
IN95 GP Cv U 10 1 50050 80: W305 750, 90  Hu,Ry,RR.TP & 
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1N9...1N 140 Dioden un: 
T 


n h2 I3 Is Iıs 


s 6 |7 Is 10 
Fo Awlr (Up I UspfB N max Umssfg \imax Bemerkungen 
ma |V InAlVY- mW Ima ıV IMHz |°c | 

DIN ou ı 3 70T Fey FRRTPE 
DINKA Gb WU 0 1 30 175 url IHR 
D1N97 Cum 1 30 10 . 90 Hu,Ry,TPp,Tr 
DIANYA Gb Con 2 1 . 80 290 RRTr& 
D {NS Gb Coh 2 1 3° 100 90 HuTPp& 
DINBA Gb Cvn 0 1 20 10 . 90 Hu,RR,Tr& 
DIN vun A 30 10 . 90 Hu,Ry, TP& 
DINWYA @ WU 2 1 30 100 . 90 Hu,Am,CB,Cv& 
DINO Gb WU 20 1 30 100°. 90 Hu,TP,Am,Cv& 
DINIOA Gb WU 60 1 0 . .  Hu,Am,CB,Cv& 
DIN G Cru ı 200 OM 
DIN GG Crus ı 100 OM 
DIN G Cru 90 1 15 OM, Tr | 
DINIK G Cru 0 1 5% .  OM.Tr | 
DIiNIS Gp CrD . 50, 125 % 2 Sy, TP,KE | 
d AN! Gb E 6CD2 1 30.75 NR 
DINO Gb Cr’ nl 150 1 10 29% KECB,CwOM,T 
DINO Gb Cr U 50 1 200 50 0. 50 2.90 KE.CB.Cv.OM.Ry 
DINI9 G CD ıi 1 303 50 iS . 75 SyKE 
DINAIO” Hip EI VME wies : TE 2 RRTP,GI 
DAINIISE ICE Bi oxi5ı Er. 92540 0 23 70 . 90 HyuRRSyTP,Tr 
DiNIM2 GP Bi CX5_ 1 50 10 0 23 0 . 9 Hy.RRSy,TP,Tr 
DIN Gp Bi CX25 1 25 10 00 23 70 . 90 Hy.RRSy,TP,Tr 
DiNIE GP Bi CX25 1 50 10 0 23 70 . 9 Hy.RR,Sy,TP,Tr 
DANS GP Bi CX25 1 10010 0 2 70 90. Hy. RR, Sy. TP, Tr 
DiNIIE Gp ChUs 1 10050 2° 30 600 . 90 Hu,Ry,TP& 
D INTISA Gp Cv hu 10 1 100 50 5 0 60 . 9% Hu,Am,CB,Cv& 
DANNM7 Gp cv U 10 1 100 50 80 30 60 . 90 Hu,Ry, Am, Tr& 
DINM7A Gp Cv U 20 1 100 50 80 30 60 . 90 Hu,Am,CB,Cv& 
DIiNME Gb CU 20 1 10050 00 30 60 . 90 Hu,Am,CB,Cv& 
DININBA Gb Cr U 40 1 1050 0° 70 60 . .  HwAm,CB,Cv& 
DAN19  Gp C UXS5 1 235 10 80 25 60 500ns75 Hu,Sy, Am, Cv & 
DAN  Gp Cv UX5 1 25050 80 25 60 500ns75 Hu,Sy, Am, Cv & 
d 1N14  Gp 5b VM10 07515 . 3 25 . 100] 70 TP 
d 1N1MA Gp Bb VM10 07515 . | 25 . 100) 70 15 
d ANIS  Gp Hs 0,05 0.2525 1,3 ; oo 20 . . HMTPZING 
DIN Gp U 5 1 303% © 30 60 . 90 6)Hu,Ry.RR,Tr 
DANIA Gp Cr U 5 1 85050 : 0 75 . 90 Hu6),#Tr[Cn] 
DIN? Gp U 3 1 30050 ©0030 100 . 90 6)Hu,Co,Ry,Tr 
DANMWA Gp CU 3 1 30050 0 30 15 . 9 Hu6)Ry,#Tr& 
DiNB® @wUuU3 110% © 30 4 . 9 Hu6)Ry,#Tr& 
DANIBA Gp WU 3 1 10 10 3 0 0 . 90 Ry 
DiN12 G CrDuSs 150050 80: 280.28 „Sy, TP,KE,OM 
DAN13 Gb Cv VM3 0,5 3005 0 50 6 (850). Hu,Hy,TP 
AMUNASSWLSK SED u i 5... 1400] KE 
DiNIS G CrDUSs 1 8050 80 3... HWTREING 
BIN MaER use SEM a 1136). Sy 
DiN17 Si Ep hn 3 1 0,0320 ; 32." 150 NS,RR,Sy,Tr& 
DAN17A Si Ep hn 3 1 0,0320 10.236 2150 NS,RR, Sy, Tr, Hi& 
DAN17B Sj Ep hn 20 1 0,0320 5 36 . 150 Tr, H1AS,DS& 
DiANIB Si Ep kn 5 1 00110 £ 216.150 NS,RR,Sy,Tr& 
DAN1BA Si Ep hn 5 1 0.0110 150 18.150 NS.RR,Sy,Tr,Hf& 
DAN1BB Si Ep hn 40 1 00110 2 18.2150 NA i 
D 1N139 Gb Cv hn 20 1 150050 >80 50 40 100] 80° Hu,GE& 
DAN1EO Gb Cv hn 40 1 300 50 130 85 70 [100] 80 GE,Hu& 
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ransistoren 


IN 141...1 N 208 


8 9 10 m Ii2 a 15 

Isp|UspfB IN |mox Umox| fo 

HA |V/- ImW mA |V MHz 
Int CH Cr 7 at 0 77a 
1N142 Gp Cv kn 5 1100 100 e “6 100 . 80 Hu,GE& 
IN 143 Gb Cv U 40 1 100 100 : 85 100 . 80 Hu,GE,PS & 
IN14% G Cr n 100 1 200.20 80 0. 80 Tr&,#1N279 
IN145 G Crn 40 1 20010 80 307’. 70 Tr6)& #1N144 
1N1447 Gp Ch VM10 0,75. 25 2 1900] 75 TP,Fy 
INA Gp Be’ VM. u We  ; Fy 
IN 148 G . D 026 025350 10 3 Isie. Hy 
1N149 S Dh VM. RR: 1ergs . 106]. MA,Sy,KE 37) 
IN1WM S Dh VP . 1ergs 110G] MA=2x1N149 
IN1WIMR S Dh VP . 1ergs 110G] MA 36) 
IN1WR S Dh VM. 1ergs 110G] MA 35) 
IN 150 Ss Dh VM. 2ergs [776] MA, Sy, KE 
1N1S0M S Dh VP 2ergs [76] = 2x 1N 15037) 
1N1SOMR S Dh VP ergs 776] MA 36) 
INISOR S Dh WM.  * les » ». [Gl .  MA3S) 
IN151 Gi 16) LG 1570 0,7 240010 . 1,2A 100 0,05 95  GE,RR 
1N132 Gi 16) LG 1570 0,7 1900 200 1A 200 0,05 95 GE,RR 
1N153 Gi 16) LG 1570 0,7 120030 . 750 300 0,05 95 GE,RR 
1N155 Ss DhM. Ale. U Mv<6,5dB1,2. [9G]) . SYZ1N23BR 
INIS5SA S DhM Mv<6dB Tergs 106] Sy35)& 1N23 CR 
1N156 Ss ir MP : n ; =2X1N 155 36) 
1N157 se eh Mi ER Be: N 21 BR 
IN 158 Gi 16) LG 1570 1,4 800 380 1A 400 
IN 160 Ss Dh VM . > ä z 2ergs y, KE 
INI6OM . £ e 1 N 160 37) 
INI160MR . 5 : 1 N 16035) 
INIHOR . i : 
1N172 en - 
INIIA G _ BKM 2 
1N 174 GEW nX . n R . " . » 
1N 175 Gb E. 20 1 50 50 80 2.200 NR, OM, Tr 
1N 188 d 5 ; Fi 7 2 s B « s. Fotohalbl. 
IN 189 Q er an EM; s. Fotohalbl. 
IN 190 Ge mM - ; ’ E RB se -TP; 
1N 191 Gp Cv XUS5 1125 50 80 30 60 500ns90 Hu,Ry,Tr, Co, GE 
1N192 Gp Cv XU5 1 100 50 80 30 70 500ns90 Hu,Ry,Tr,Co,GE 
1N193 SD A 2 50 40 i ce 150 Sy 
1N19% Sp U 152 60 40 40 150 Sy, WS, DS 
INIKA Sp 10: ER 40 „51, WS, DS 
1N 195 Sp u 2 2 80 40 80 150 Sy, WS, DS 
1N196 Sp u 1 2 40 40 iO, 150 Sy, WS, DS 
1N 197 Po. HM. EEE : a: .  A2X1N21B 
IN 198 Gp Cv U 5 1 250 50 80 30 80 90 Hu,Ry6),#Tr,Co& 
IN1BA Gp Cv UX5 1250 50 2° 30 10 ..  Hu,Ry, ER,OM& 
IN1BB Gp Cv UX% 1250 50 80 30 100 300ns. 
1 N 200 Ss EU 5 1 0568 150 260 6,8 150 
IN 201 Ss EU 35 1 0582 150 230 8,2 10 

02 Ss ErU 30 1 0510 150 210 10 

1N 203 Ss EbEUB3 105% 150 190 12 150 HULBY TER. Sy.W 
1N 204 Ss EU 177 1054 150 170 15 150 [ DS, ER, NA, SJ, Sm 
1N 205 Sı EbE UT A2 1m 18 150 150 18 150 
1 N 206 S EbU 9 1% 1.22 150 135 22 150 
1 N 207 Ss EU 7 Va 927, 150 120 27 150 
1 N 208 Ss EUSS5s 113 150 105 33 150 
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1 N 209...1 N 285 


DDUND 
S3SS 
58253 
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Bemerkungen 


Dioden und 


uUNDP u Nu 


un» 


: AnDWw RRNO0O-+ -nnw 


Ohm ai ea 


un Den 
oauvu auuu au 


On on. 


u on 


Da Aa 


nrchahehechchehnhch mhimhahie 


10mA 10 
300mA 60 
0,04 10 


25 10 
100 50 
20 20 
100 50 
75 10 


125 50 
200 20 
500 50 


20 10 


35 120 
30 150 
28 180 
26 220 
24 270 
22 330 
20 390 
18 470 


4A 100 
1,5A 200 


1,5A 400 
1,5A 600 
2.400 
so 4 


175 
175 
175 
. 175 
150 ns 200j 


. 200 
150 ns 200j 
. 200 
150 
150 


150 
150 


[12G) 90 


Hu, Ry, ER, Sy, WS, 
Hf, AS, CC, 
DS, ER, NA, SJ,S 


Hf, NS, NA, SJ, WS 
NS, NA, SJ, WS 


GE, Tr, CE& 
Ry, GE, BE, CE, Tr& 
GJ, RC, Ry, GE 


GE, Tr, BE, Dn & 
GEB), Tr, Ry, Wh 
Dn, FM 6), Wh, RC 
GJ,RC,Ry, GE, Mo 


GE, Tr, GJ, IR & 
GEB), Tr, Ry & 

RC, Sc 6), Ry, Wh 
GJ, RC, Ry, GE, Mo 
Tx 6), Tr, Rh, GE,SG 


Tr, DS, ER, WS, Ry 
Tr, Rh [Cv] & SG 
DS, WS, Ry 

Tx & 6), R: 13), Tr 
Tx, GE & 6), R: 13) 


Tx, GE & 6)R: 13) 
Tx, GE & 6) R: 13) 
1N32 23) 
2x1N23B 


Ph 6); Mv< 6dB, NE 
2x 1N21B 
IR, KE, OM 
IR, KE, OM 
IR, KE, OM 


Hu, Fy, KE, OM, Sm 
Hu 6), Ry, Tr & 
Hu,Ry, Tr, CB& 
Hu 6), Ry, # Tr & 
Hu 7), Ry, Tr, Co& 


Hu, Tr [Cn] & 
Hu, Tr, Cv, Fy,Sy 
Hu 6), Ry, # Tr& 
Tr 


Hu, Ry, Tr [Cn] & 
GE; Rz < 12,5 dB 


Transistoren 1N 286...1 N 336, R 
15 
Bemerkungen 


DIN? F Tr, Sy; Mv< 8,5dB 
DIN . Sy 
D 1N 287 U 1 80 90 Hu,CB,Cv,ER& 
D 1N288 U 1 80 e 90 Hu,CB,Cv,ER& 
D 1N 289 Sb Cr U 20 1 50 50 80 20. 70%. 90 Hu,CB, Fy,OM& 
D 1N29% Sp vwUus 1 100 100 80 30 100 90 Hu,CB,Cv,ER& 
D 1N 291 Sb Cv U 40 1 100 100 80 85 100 90 Hu,OM, Sm & 
D 1N2N2 Sb Cv U 100 1 200 50 855 70%. 90 Hu,CB,Cv, Nu & 
D 1N29% Sp wU5 1. 800 50 80 50 60 . 100 Hu,Ry [Ec] # 1N66 
DIN2WA Sp CvU5 1.019710 80 30 60 . 90 Ry,Sm,Tr A 
D ı1N295 Sp 'Ee UV. » 200 10 80 357 40 4 100 Ry,CB,ER& 
D 1IN295A Sp Cv UV 3 1200 10 80 30 40. 90 Ry,GE 
D 1N 297 Sp Cv U 35 1 10050 80 35 7.801r. 100 Hu,Ry [Ec], Cv & 
D1iN27 A Sp Cv U 35 1 10050 80 0 80 . 90 Ry, OM, Sm 
D 1N298 Sp wu 3 2 250 40 80 rn a 59 100 Hu,Ry [Ec], CB & 
D IN2?BA Sp Cv U 30 2 250 40 80 307*70. %. 90 Ry,ER, OM, GE, Tr 
D 1N29 GW u 3 0,5 200 6 . 2. e KE 
D 1N 300 Sb Ei hU 15 1 1nA 10 150 65 12 150 Ry, WS 
D 1N300A Sb Ei hU 30 1 1nA 10 150 80 12 150 Ry, WS 
D 1N300B Sb Ei hU 50 1 1nA 10 150 100 12 150 Ry, WS 
D 1N 301 Sb Ei hU5 1 0,0550 150 45 65 150 Ry, DS, WS 
D 1IN301 A Sb Eı hU 18 1 0,0550 150 65 65 . 150 Ry, DS, WS 
D IN 301B Sb Ei hU 50 1 0,0550 75 65 . 150 Ry, DS, WS 
D 1N30 Sb Ei HU 1 10,2 200 150 30 215 . 150 Ry, DS, WS, Sm 
DINI3IRA Sb Ei hU5 10,2 200 150 4 215 . 150 Ry, DS, WS 
D1IN3NRB Sb Eı hU 20 10,2 200 150 55: 215 . 150 Ry, DS, WS 
D 1N303 Sb Ei hU 3 1 0,1 100 150 OF iSE,, 150 Ry, DS, WS 
D 1N303 A Sb Ei hU 12 1 0,1 100 150 Sss2 11527 150 Ry, DS, WS 
D 1N303B Sb Ei hU 50 10,1 100 150 65.” 1157. 150 Ry, DS, WS 
D 1N 304 G Cv hU5 1.5050 80 . 202 . Ry, OM, Sm, Tr 
D 1N305 Gb Ei Hn 10 0,82 10 150 125:7507 . 90 Ry, Fy, OM, Sm 
D 1N 306 Gb Ei nU 100 082 10 150 150 122 . 90 Ry,Fy, OM & 
D 1N 307 Gb Ei hn 10 1 5 10 70 50 10 . 90 Ry,ER, OM, SM, Tr, 
D 1N 308 Gb Eb’ nU 300 1 5008 150 100 10 . 90 Ry,Cv,ER, OM, Tr 
D 1N309 Gb Eb’ sX 100 1 100 20 150 10 40 . 90 Ry,Cv,ER, Nu & 
D IN310 Gb Eb’ hu 15 1 20 20 150 40,125. 90 Ry,Cv, ER, OM, Sm 
D ı1N311 Ss . M . Be a . “ . 956 . Natoge Ltd. 
D 1N312 Gb Eb’ sX 30 1°350 50 150 70 7”S07'. 90 Ry,Cv, ER, OM, Sm 
D ıN 313 Gb Eb’ hX 15 199 10720 150 4 10 . 90 Ry,Cv, ER, OM, Sm 
D 1IN314 s Cr’ 1X 15 15.10 80 155 25:79 125 UD,OM,Tr 
D 1iN315 Gi Fb’ G 100 0,48 55 107 75 300 0,05 85 GES) 
Dı1ıN31S5SA Gi Fb’ G 100 0,48160 150 100 200 0,05 95 GE 
D1IN3M16,A S Pat; '200# 2771 7350 100 50 20 Bg& 
bis bis 
DIN22,A 5 Gi G 350 152 1kV . . 1kV . - Bg, Bd, Tr 
DIN23,A S GiG 40 151 50 . 400 50 . . Bd, DS,GJ,NA, Sm! 
bis bis 
D1IN329,A S GiG 400 152 1kV . 400 IkV . . Bg, Bd, Sm, Tr 
D 1N 330 Ss eulns 1 0,0320 . . 327 :$ 100 DS&;-2 1N 137 
D 1N331 Ss BUS 1 0,0110 . . 16. 100 DS&; 1N 138 
DA1N332,R 5 Gp UG 800 2 200 280 1,2A 280 170 Tx; R:13), GE & 
D1N333,R S Gp UG 400 2 200 280 600 280 170 Tx;R:13), GE & 
D1N33%,R S Gp UG 800 2 200 210 1,2A 210 170 Tx;R:13), GE& 
D1N335,R S Gp UG 400 2 200 210 600 210 170 Tx;R:13), GE & 
Dı1N336,R S Gp UG 800 2 100 140 1,2A 140 :13), GE & 
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1N 337, R...1N 46D Dioden und 


D'1N337,R 2 
D 1N338,R 2 
D 1N339,R 2 
D 1N340,R 2 : 
D 1N344,R 2 :13), GE& 
D INC 2 500 280 1,2A 280 170 
D 1N342,R 2 500 280 P 600 280 . 170 :13), GE& 
D 1N343,R 2 500 210 3 1,2A 210 . 170 13), GE& 
D 1N344,R 2 500 210 . 600 210 . 170 13), GE& 
D 1N345,R 2 500 140 ® 1,2A 140 . 170 :13), GE & 
D IN 346, R 2 500 140 F 600 140 . 170 :13), GE& 
D 1N37,R 2 500 70 R 3A 70. 170 13), Tr & 
D 1N348,R 2 500 70 E 12A 70 . 170 Tx;R:13), GE & 
D 1N 349, R 2 500 70 2 600 70 . 170 Tx;R:13), GE& 
D 1N350 1 0,0360 2 = 708 + 150 Tr, DS, NA, WS 
D 1N351 1 0,03100 2 „= i0L,. 150 Tr, DS, NA, WS 
D 1N352 1 0,05150 ; E 1709% 150 Tr, DS, NA, WS 
D 1N353 10,1 200 E „im, 150 Tr, DS, NA, WS 
D 1N354 10,1 300 E R 3235 . 150 Tr, DS, NA, WS 
D 1N355 1 50 25 35 100 . »  OM, Sm, Sy 
D1N38,A G 40) VD. ee Q e 5 [12,46] 70 Sy, MA 
d 1N359,A S 40) VD. er % 5 e . F Sy 
D 1N359 Ss, #G} Gl Fe er) 5 100 50 . g Bg, Bd, GJ & 
DIN3ESA S GIG . 1.2080 5 150 50 . 2 Bg, Bd # Tr 
bis bis 
DINSA S GG 2 1kV e 150 1kV . 5 Bg, Bd # Tr 
D 1N 367 G zer 0. 2555 A 25,10 E 4 160 8; a KE, OM 
D 1N 368 Gi Fa’ G 100 0,48300 200 5 100 200 . 55  GE,FT, Bd 
D1iN39,A S 4)D . u = . ö E R Sy 
z 1N370 Si Fa x R 188; 150 Sy, auch WS, DS 
bis bis 
z 1N400 1 EB sZRE SE - ä er 150 Sy 
z 1N401 Si Ep ZR . Br n R - 2 150 Sy 
bis bis 
z 1N409 Si Ep ZR. m, ®% : ; » . 150 Sy 
d 1N410 Ss Blhr- MR R E B P 150 Sy 
D INA S Gel. EEE: F 25A 50° . 150 Tr 
DAIiNMIA S . LG 1004 1,5 5mA 50 2 35A 35 . 175 Tr 
DAN4IB S Gk LG 150A 1,5 15mA 50 B 50a 50° . 175 Tr, Dn, IR, JT 
D 1N412 S Gels. m n 18A 100 . 150 Tr 
DIN4I2A 5 LG 100A 1,5 5mA 10 . 35A 70 . 175 Tr 
D 1iN42B S GkLG 150A 1,5 15mA100 . 50A 100 175 Tr, Dn, IR, IT 
D 1N413 Ss GL“ te s 12A 200 . 150 Tr 
DIiN43A 5 LG 10A 1,5 SmA 20 . 35A 140 . 175 Tr 
D1AN43B S Gk LG 1504 1,5 15mA20 . 50A 200 . 175 Tr, Dn, IR, JT 
DIN4SA . 38) D; % rn b - 3 e h 
DAiN4SB S 38) VD. > - - a [10G] . Bo,MA. 1 N 23B,BR 
DAIN4SC S 38) VM. u‘. 2 F F {10G] . Bo, MA 1N23C, Ch 
DIiN4SD S 38) VM. a E x 8 [10G] . Bo, MA 1N23D, DF 
DiNMSE S 3B)V . a 3 ; 2 106]. MA 
DiN4SF S Dh VM ER 325cw . x xX-Bd. . Cs Rz < 7dB 
DiN46A S 38)V . a Fer . 5 : . 2 = 1N 21A, AR 
D IiN4I6B S 38) VM. 0 a ’ s BG) - Bo & 2. 1N21B, BR 
DAN4SC 5 38) VM . u. BG A4N21C, CR 
DAN46D S 38) VM. 36] 1N21D, DR 
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Transistoren 


DIN Ss . 
DIN E Dh VM . 

D 1N417 G Ak X 50 1 120 60 
D INA G Ak X 8 1 120 60 
D 1N419 G Ak X 150 1 190 90 
zZ 1N429 Ss Ep’ R - 6,2 
Z 1N430 Ss Ep’ R . 
Z1ıNdJDOA S Ep’ R . 

Z ıN43OB 5 Ep’ R . 

D ıN43 Si Eo ZG 10 0,1 15 
D1IiN4JIB Si 2 . = 

D ıN42 Sb Eı hU 10 1 5nA10 
D 1N432A Sb Eı hU 20 1 5nA10 
D 1N432B Sb Ei hU 50 1 5nA10 
D ıN43 Sb E hU3 1 0,0110 
D 1IN433 A Sb Ei hU 10 1 0,0110 
D ı1N433B Sb Ei hU 50 1 0,0110 
D 1N4 Sb Ei hU 2 1 0,0110 
D1N44A 5b Ei hU7 1 0,0110 
D 1N44B Sb Ei hU 20 1 0,0110 
D ı1N43S G Cr’ UR 225 0,15300 30 
z 1IN436 Sb. EI «RE ’2 . . . 

z 1N437 Sb Ei R 10 12 011 

z 1INJ7 A Sb E R 10 1 0114 

z 1N438 Sb Ei R 100 12011 

z 1 N438A Sb EiwiR#1100, 10 01 4 

z 1N439 5 E.R % s . 

D IN44O 5 Fk UG 300 1,5 0,3 100 
D1N4OB 5 Fk UG 750 1,5 0,3 100 
D ıN4M 5 Fk UG 300 1,5 0,75200 
DAIN4IB 5 Fk UG 750 1,5 0,75200 
D INA s Fk UG 300 1,5 1 300 
DIN4MB 5S Fk UG 750 1,5 1 300 
D INA s Fk UG 300 1,5 1,5 400 
D1N4U3B 5 Fk UG 750 1,5 1,5 400 
D INA 5 Fk UG 300 1,5 1,75 500 
D IN4U4B 5 Fk UG 650 1,5 1,75500 
D1N44S 5 Fk UG 300 1,5 2 600 
DA1N4SB 5S Fk UG 650 1,5 2 600 
D1IN46,R S Dn’VD . . . 

D 1N447 G Al’ U 25 1 20 10 
D ı1N44B G Al’ U 25 1 30 30 
D IN4I G AU’ nU 50 1 30 30 
D 1N450 G Al’ nu 50 1 30 30 
D 1N4SI G Al’ nV 50 1 150 150 
D ı1N4S2 G Al nU 100 1 30 30 
D ı1N453 G Al’ nl 100 1 30 30 
D 1N454 G Al’ nV 200 1 50 50 
D 1N4S55 G Al’ nu 300 1 30 30 
D 1N456 Sd Ec Us 40 1 25nA 25 
D 1IN4S6A 5 Ece U 100 1 25nA25 
D ı1N4S7 Sd Ec Us 20 1 25nA 60 
D1N4S7TA 5 Ec U 100 1 25nA60 
D ı1N4SB Sd EeuiUsu7 1 25nA 125 
Dı Ss 1 25nA 125 


80 


200 
250 
250 
250 
150 


150 
150 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
150 


80 


IN 4I6E...IN 458 A 


A, Sy... INZIE, ER 
d CsRr < 6dB 

70 Sy, Fy, OM,Tr 

70 Sy, Fy,ER, OM,Tr 
70 Sy, Fy, OM, Tr 


+0,1JR, NA 6) 5% : Hi & 
0,002 IR. Hi # 1 N 3156 
0,001 IR, Hf # 1N 3157 
0.001 JR, Hf # 1 N 3157 A 
150 HI, DS, Fy, WS 


150 Ry, Fy, WS 
150 Ry, Fy, WS 
150 Ry, WS 

150 Ry, DS, WS 


150 Ry, DS, WS 
150 Ry, DS 

150 Ry, DS, Sm, WS 
150 Ry, DS, WS 
150 Ry, DS, WS 


150 Ry 
150 Ry 
150 Ry 
150 Ry 


150 Ry 
150 Ry 

150 GE,Tr& 
165 Tx, Tr, RC & 
150 GE,Tr& 


165 Tx,Tr, RC& 
150 GE,Tr& 
165 Tx, Tr, RC& 
150 GE,Tr & 
165 Tx,Tr, RC& 


150 GE,Tr& 
150 Tx,Tr, RC& 
150 GE,Tr& 
150 Tx, Tr, RC& 


BG). Sy,Tr 


75 5Sy,CB,Cv& 
S; 


Y 
75 5Sy,CB,Cv& 
75  Sy,CB.Cv& 
75 Sy, ER,OM, Tr 


75 Sy, CB,Cv,Nu& 
75 $Sy,CB,Cv,ER& 
75 Sy,CB,Cv,ER& 
75 Cv, ER, OM, Sm, Tr 
150 Tx, Hu [Cv] CB, P. 


150j Tx, PS & 

150; Tx, Hu 6), Rh, CB, Co 

150} Tx, PS& 

150} Tx 6), Hu, Rh, CB 
i Tx,PS& 
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IN 459...1 N 502 Dioden und 


la 4 Is le 7 \s lo Io 


Ab ö Be; Ur |Is Us,/B N Imax| Bemerkungen 
| mA |V |uA|V/- °C 


1 "2sAA 175 "500 : Tx, Hu 6), Rh & 
25nA 175 500 E j Tx, Rh [Cv], PS, Ry 
0.0110 n : Ry, DS, WS 
0.0110 5 F Ry, DS, WS 
0,0110 : Ry, DS, WS 


ji Tx, Hu [Cv] & 
PS, CD, ER & 

ji Tx, Hu [Cv] & 
PS, CD, DS, ER& 
Tx, Hu [Cv] & 


PS, CD, DS, ER & 
Tx, Hu [Cv] & 

PS, DS, CD,ER & 
Hu +0,6 V; A: 23 


DDAnn 


vu vuuoı 


DEnAn 
no 
DB» 
> 


on 
w 


R 


EZZZ ZZZZZ ZZZZZ 


“ 
ERRE 
AR 
>> 


Hu +0,9 V;A:23 


Hu, Hf +0,45 V 
Hu, Hf #0,4 V 
Hu, Hf #0,5V 
Hu +0,6 V; Hf 


Hu +0,9 V;Hf 
Am, NU, OM, Sm 
Am, NU, OM, Sm 
Am, OM, Sm, Tr 
Am, OM, Sm, Tr 


Hu, Am, OM 


Tx, Hu, CB, PS, Sy 
$ Tx, Hu [Cv] PS, Sy 
25nA 30 . Tx, Hu, Rh[Cv], Tı 


0,25 60 . Tx, Hu, CB, PS, Tr 
25nA 60 . Tx, Hu, PS, JR, Tr 
25nA 60 » Tx 7)Hu, PS, Sy, Tr 
0,25 125 . Tx, Hu, CB, PS, Tr 
25nA 125 r Tx, Hu, JR, PS, Tr 


25nA 125 . Tx, Hu, PS, Rh,Tr 
0,25 175 . Tx, Hu, Rh, CB, PS, Tr 
25nA 175 . Tx, Hu [Cv], PS, Tr 
25nA 175 . Tx 7), Hu [Cv] PS, Tr 
0,25 225 . Tx, Hu [Cv], PS, Tr 


25nA 225 e Tx, Hu, Rh, Sy & 
25nA 225 : Tx 7), PS, Tr 

0,25 300 : Tx, Hu [Cv], PS, Tr 
25nA 300 ; Tx, Hu [Cv], PS, Tr 
0,1 300 i Sy 


0,25 380 . Tx, Hu, JR, PS, Tr 
25nA 380 . Tx, Hu, PS, Rh, Tr 
0,1 380 . Sy 

250 50 . . . . Am, Cv, ER, OM 
20 20 . . CB, Cv, ER, OM, Sm 


25 40 “ . . CB, Cv,ER,OM, S 
30 50 . . . CB, Cv,ER,OM,S 
40 60 B . . CB, Cv, Hu, OM & 
40 80 . F . CB, Cv,ER,OM& 
50 100 E . . CB,Cv,ER,OM& 


0, 
0, 
0, 
0, 
) 
} 
0, 
0 
7 
5 
5 
5 
5 
5 


D RARRRR Annn N 
FRRERFRERRRE 
sollen Sun 
Baäa asası 
in 


er 


o> m> 
a 
= 


er 


SEBEE FERER € 


o> m» 
yunwu wuounu 


EG „eccc GEESE ECESE (CcEEi cc CccccN mNIDA.N | NGECE CCcccc 
x 


AN 
88 


& 
no so@@ 

”> 

3 
cc 2c2 


“as aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa an 
00 00 


00000 DUDODOD D0O000 UUDOOO OOUUO UUOO“@O OOOUN NNNN N NOOO 00000 DDUDODO 


ZZZZZ ZAZZZ ZLZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZ zZ 
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oaaonoo noa2vu» 


4 
4 
4 
[% 
5 
5 
5 
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Transistoren 1N 503...1 N 590 


0,5 25 


0,25 500 
0,5 25 


0,25 500 
0,2525 


0,25 500 . 1,2W 1200 . Hy 
so 10 . 20 . OM,Tr 


3 100 e . . Tx,GJ,Bd& 
7,5 200 F P » Tx,GJ,Bd& 
10 300 e . n Tx, GJ, Bd& 
15 400 e “ . Tx,GJ,Bd& 
17,5 500 E 4 ; Tx,GJ,Bd& 


20 600 E & Tx, Gl, Bd& 

10 50 3 N Tx, Ry [Fa] GE & 

10 100 . . Tx, Ry, GE,JR& 

10 200 > R Tx 6), Tr, Ry, GE, RC 
10 300 . . Tx, Ry [Fa], GE & 


10 400 > 5 Tx 6), Tr, Ry, GE, RC 
300 400 R ? Ss | 
18 10 Am, ER, NA, Nu, Co 
18 10 Ä & . =2x 1N54 

0,1 150. 


O-+ ==#224Nn DUDNN 0, 


-. 
“un 


0,1 1500 
10 60. E Tx 6), Tr [Fe], Ry, RC 
300 600 ; Ss 


0,5 100 . 0 . Tx;R:13), GE& 


1,5 5 600 . . Tx; R:13), GE& 
10 50 1500 . “ . Tx 
0,5 300 800 . . GE, GJ, Bd, Tx, Tr 


0,5 300 1kV . . GE, GJ, Bd, Tx, Tr 
0,65 3mA 800 . . GE, KE,Mo, NA, SS 
0,65 3mA 1kV . E GE, KE,Mo,NA, SS 
200 200 . . . OM 
150 100 . . . OM 


OM 
. 25m... B OM 
2x381500 . . Tx, JR, LT, Mo 
e 2»: OM, Sy, Tr 
340 


380 
380 
380 . x 
340 2. GE 
380 . GE 
380 . . GE 
b { 380 . Easy; 
150. 1500 . . Tx, Bd, Dn, Tr, NA 
50 1500 1500 . Tx, Bd, Dn, Tr, NA 
Fp UG 10 10 50 1500 1500 . “Ta; Ers: 1 N 1130 


9000 0--00 -.- 


“pgaa amana aUUDDO U0000 000 O9 HHaaa aamayy H0000 00000 va aa aa a 
© 00 


Ss 
Ss 
s 
5 
Ss 
Ss 
G 
G 
G 
G 
Ss 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
s 
s 
Ss 
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1 N 591...1N 661 Dioden und 
7 | | jo In f2 Is Is fıs 
\Ur \I Us,/B IN Imax |Umax| fg Imox| Bemerkungen 

| mA |V |pAlV/- |mW ma |V_ MHz |°C 

"Fp UG 10 410 50’ 1500 '. 125 1500. °, TG Ers: 1 N 1131 

16) G 100 10 600 s 150 600 . 150 Hu, JR, Bd, Sm 

16) G 100 10 800 ; 150 : 150 Hu, JR, Bd 

16) G_ 100 10 1kV  . 150 ; 150 Hu, IR, Bd 

Fk UG 200 25 50 5 x 150 Tx, GE &, Tr [Fe] 


Fk UG 400 1, R 150 Tx,GE&,Tr[Fe] 


T 


Fk UG . 150 Tx,GE&,Tr[Fe] 
Fk UG 400 5 . 150 Tx,GE& 
UG ® - 150 Tx; R:13), GE& 


200 . c R 150 Tx;R:13), GE& 


200 . . 150 Tx;R:13), GE& 
P n Tx; R:13), GE& 


ZZWZ ZZZU Z ZZZZZ 


Am,ER, Fy, Nu & 
Am, OM, Sm, Tr 
Am, Sm, Tr 

DS, ER, Fd, WS 
DS, ER, Fd 


s 
Ss 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
s 
s 
s 
s 
s 
G 
G 
G 
G 
Ss 
Ss 


vun 
aa 


Tx, Hu, CB, PS, GE 
DS, WS 
Tx, Hu, Rh, CB, PS 


DS, WS 

Tx, Hu, CB, PS, Tr 
DS, WS, Ry 

Tx, Hu, CB, PS, Tr 
DS, wS 


MA; ers. 1 N 358 
Sy, CB, OM, Tr 
Sy, CB, ER, OM, Tr 
Sy, CB, OM, Tr 
Hu, Sy, CB,OM& 


Sy, Cv, ER, OM 
Nu, CB, ER, Sy & 
TR 8), Hu, Tr & 
Hu, PS, Cp, Fd & 
Tx 5), Hu, GE, Tr 


Tx 5), DS, GE, ER& 
Tx 5), GE, Hu, Co & 
Tx 5), GE, Hu, Co & 
Tx 5), GE, Hu, Co & 
Tx 5), GE, Hu, Co& 


.o 
a 


. . Tx 

300 ns200 Hu,Tr, Rh, Cv 8), Tx 

300 ns 200 PS, Rh, Tx, Hu, Tr 

: 200 Fd, WS, Ry, GE 

300ns200 Tx, Tr, Rh, PS, Ry 
200 


« Rh,Ry 
300ns200 Tx, Tr, Rh, PS & 


00000 ommmm 00000 DU000 UO0000 UO0000 O00U00 U0000 “00 DO 000 O0 D0DOO“| 


Transistoren IN 661 A...IN 71 A 


DS, Rh, WS, Ry 
Tx 8), Hu, Tr & 
Hu, PS, Tr, Ry 

Tx 8), Hu, Tr & 


. Tr, Cv, DS, Rh & 
175 GE,Tr,ER,Rh& 
175 Tr, DS,ER,Fd& 
175 Tr, DS, ER, GE & 


175 Tr,Cv,ER,GE& 
175 GE 
175 Tr,Ry, GE, Sc 


175 Tr, Rh [Cv], GE 
175 Ry, GE 


175 Tx, GE 

175 Tr, Rh [Cv]ER & 

175 Tr, Cv &,—1N644 
800 ns 200 SR, Sp, DS, Tr & 
800 ns 200 Tr, SR, cp. DS& 


150 500ns150 Rh, Tr, SR, Cp & 
180 Tr, Rh,SR, Cp & 
[400] 20 Hu, Tr [Cn], Ry & 
5 EUR, Ry 
WE, bs, WS, Tr 


WE, DS, WS, Tr 
Am, ER, OM 

CB, ER, OM, WS & 
WE, WS 


Hu, PS; A: 23), Tx 


Hu, PS; A: 23), Tx 
0,025 Hu, GJ, ST; A: 23) 
IR, Sc + 5% 
0,088 PS, ST; A: 23), WS 


1N 726, A R Tr - 0,09 ST, Hf, Co,Tr 5% 

123 

1N 745, A e or 1400 0,096 GJ 10%, Hf, Sc 

In 746, A X 28 -0,062 Tx, Tr, Mo 51), WS 
123 

1N 759, A 9 0, 30 +0,06 Tx,Tr 7) 51), WS & 


Tx, Hu, Tr # GJ51 


Tx, Hu # GJ 51), T 
Hu, Tr # GJ 51), Mq 


Hu # G1 51), Tr, M 
DE Hu, Tr#GJ51),M 
150,515 . Hu,CB,ER,Sy& 
10 1 2 : OM, ER, Gl, Ry, Tr 
WU 20 ı 23 ; OM. Ry, Tr, G) 


NN NN NN NN N 0000 00000 00000 00000 00000 000 DO 00000 


z 
z 
z 
z 
D 
D 
D 
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1 N 771 B...1 N 833 Dioden und 
14 115 


fmax|Bemerkungen 
°C 


OM, Ry, Tr, GJ 
ER, OM, Tr 
OM, Tr 

GJ, OM, Sm, Tr 
OM, Sm, Tr 


ER, CB, OM, Sm, GE| 
ER, OM, Sm, Tr 
ER, OM, Sm, Tr 
ER, OM, Sm, GE 
ER, GE, Tr 


a 150 TP,Cv,Cp, CD& 
200 300ns150 Rh, DS, Fd, WS & 

. . Tr 

500ns200 PS, Cv, DS, Fd& 

250ns200 PS, Cv, DS, Fd& 


500ns200 PS, Cv, DS, Fd & 
500 ns200 PS,Cv,DS,Fd& 
500ns200 PS,Cv,DS,Fd& 
250ns200 PS,Cv, DS, Fd& 
500ns150 Rh,PS,DS, Fd& 


500ns200 PS, Cv,DS, Fd& 
500 ns 200 PS,Cv, ER, UC & 
250ns200 PS,Cv,ER, UC& 
500ns200 PS,Cv,ER, UC & 
500ns200 PS,Cv,Fd, Rh & 


500ns200 PS, Cv,Fd, Rh & 
500ns200 PS,Cv, Fd, Rh & 
500ns150 Rh,PS,Cv,Fd& 
500ns200 PS, Cv, Fd, Rh & 
; 90 Sy, DS, Nu, Rh & 


300 ns 200 Tr, Cv, DS,ER& 
300 ns 200 Tr, Cv, DS,ER& 
300 ns 200 Tr, Cv, DS, ER& 
300 ns 200 Tr, Rh, Cv, ER & 
. . WE, DS, WS 


250ns. DS, Fd, Rh, WS, GE 
250ns. DS, Fd, Rh, WS, GE 
250ns . DS, Fd, Rh, WS, GE 
250ns. DS, Fd, Rh, WS, GE 
250ns. DS, Fd, Rh, WS, GE 


150 Sy 
. E Cv, DS, Fd, Rh & 
15 -+0,1 Tr 5%, Mo, Hf, Tr 
10 0,01 Mo 5%, Hf, Tr 
bis Cs[Cv], JR 
15 0,001 Tr 5%, Mo, HI, Tr 
10 0,001 Mo 5%, Hf, Tr 
. 0,001 . 62) 
15 +0,0005 Hf + 5% 
10 + 0,0005 Hf + 5% 
100 


ann» ww 
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Transistoren 


D0O000 00000 00000 00000 00000 00000 00 0 DO 00 0 DO 000 40000 00000 


[9] 


wnun vnwmun non 


SAsan anaaa warnen ana 


-0000 


S' N 


No0o 00000 oo 


Bn 
0 


un 
oo 


» 
o 


20 


20 490 
25nA 60 


0,1 
0,1 
0,1 


u nal 


22 220-0 p2o9- 


o02000 
purgrerert 


un. 


naasa ao 
a3 3222» 


IN 835...1 N 914 


fmox\ Bemerkungen 


°C 


500 ns 150 
300 ns . 


500 ns. 
500 ns 150 


300ns . 
300 ns 150 


ius 150 
300 ns 150 
300 ns 150 
300 ns 150 


300 ns 150 
300 ns 150 
Ans 200 
ins . 

Ans 200 


uns .- 
ins 200 
ins . 
ins 200 
uns » 
Ans 150 
dns . 
ins 150 
in . 


[100] 175; 


Hu, DS, ER, Fd & 
Hu, DS, Fd, Rh & 
Hu, DS, ER, Fd & 


Hu, Rh, DS, Fd & 
Hu, Cp, CD, DS & 
Hu, Cp, DS, Fd & 
Hu, Cp, DS, Fd & 
Hu, Cp, Fd, Rh & 


Hu, Cp, Fd, Rh & 
Hu, Rh, DS, ER& 
Hu, CD, DS, GJ & 


Hu, CD, DS, GJ & 
Hu, CD, Gl, Rh & 


Hu, CD, GJ, Rh & 
Hu, CD, DS, GJ & 


Hu, CD, DS, GJ & 
Hu, CD, DS, Gl & 


Hu, CD, DS, GJ & 
Cv, DS, ER, Fd, WSI 


GJ,Cp, CD, Fd& 
Rh, GJ, DS, Fd & 
GJ, DS, Fd, Rh & 
Hu 
Hu 


Hu 

PS, DS, MS 
PS, DS, MS 
PS, DS, MS 
PS, DS, MS 


PS, DS, MS 

PS, DS, MS, WS 
MA, DS, Fd, Sy & 
Fd, PS, GE, Tr 
MA, DS, Fd, Sy & 


Fd, PS, GE, Tr 
MA, DS, Fd, Sy & 
Fd, PS, GE, Tr 
DS, Fd, MA, Sy & 
Fd, PS, GE, Tr 


Rh, MA, Fd, Sy & 
Fd, PS, GE, Tr 
Rh, MA, Fd, Sy & 
Fd, PS, GE, Tr 
G 


G) 

ER, GJ, Sy, Tr 

Hf, PS 

Hf, PS 

In, Tx 7), Fd # Tf, Va 
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1N 914 A...1 N 995 Dioden und 


ı 12 3 14 |s 6 | je | 10 % 3 ha Iıs 
K|Typ Ab |Fo|Awlr Up Is Us|B IN IImox Umoxifa |imax| Bemerkungen 
[ma Iv wA|lV/- mW ImA |V MHz Iec 
TER 
DINMA S Ec xU20 1 2mAa20 250 7575 ans 200" Tx, Fd,n,T1,Va& 
D1ANMB S Ec X 100 1 25nA20 250 110 75 4ns 175 Tx, GE,In,Co,Tf,Va 
D IN 915 S Ec X 50 1 25nA10 2500 75 50 10ns 175 Tx,GE | 
D 1N916 5 EeX 10° 1 33 250 110 75 4ns 200 Tx,Cv,DS,Fd&, Ti 
DINM6A S Ec XU20 1 25nA 20 250 110 75 4ns 200 Tx,Fd, Co,Sy,Tf 
DINNMEB S Ec X 30 1 25nA20 250 110 75 4ns 175 Tx,GE,Tr 
D 1N 917 Ss Ec X 10 1 0,8510 250 50 30 Ans 175 Tx,GE,DS 
D 1N918 G Cr VM. > Su i ä ; [16G]Sy, Mv: 7,5dB 
D 1N 919 S Cr U 100 1 0,5 150 20 . 150 3000 . Tr 
D 1N 920 S Cv sX 500 1 0,2530 2503 . 200 SR, DS, Rh, WS, Ry 
D 1IN91 Ss Cvs 50 1 0,2560 4 2350 70 . 200 SR, DS, Rh, WS, Ry 
D IN 92 SC, x 50 1 02590 £ 250 100 300ns150 Rh,SR, DS, WS, Ry 
D 1iN923 S Cv sX 500 1 0,25120 250 130 . 200 SR, DS, Rh, WS, Ry 
D 1N 924 s vs 3% I 25.60 - A Az DS, WS 
D1N95 Ss wX5 mei #0 50 120 25 5ns 200 PS,Cv,DS,Fd& 
D 1N926 S sX5 1 0,110 500 120 25 Sns 200 PS,Cv,DS,Fd& 
D IN 97 S Cr X 10 1 0110 500 120 50 Sns 200 PS,Cv,DS,Fd& 
D 1N 928 $ Cr 10° 1.101090 : 120 100 5ns 200 PS,Cv,DS,Fd& 
D IN 929 S __Cv nz 100 20 0,1 20 2 250 20 . 175 Hu, GJ, DS 
D 1N930 S Cv nz 100 20 0,1 50 r 250 50 175 Hu, GJ, DS 
D 1N 931 S _Cv nZ 100 20 0,1 100 : 250 100 175 Hu, GJ, DS 
D 1N 932 S _Cv nZ 100 20 0,1 200 250 200 175 Hu, GJ, DS 
D 1N 933 GP X >44 1 2305 ö 0 50 . 9% CB,5y 
D 1N934 S Cu X 30 1 25nA60 . Me. -.. UC,DS,Fd,Rh& 
Z INS S cv Rr so 75 9 20 +0,01  HI5% +0,451V 
bis bis 
ZAINIB S CvRr so 75 9 20 +0,0005 Hf5% +0,45 V 
Z IN%0,ABS Ef R s0 75 9 20 "0.0002 Mo :+ 0,45 V | 
Z ıN%1 5) Ef RZ s0 7,5 12 30 0,01 Mo, WS = 0,6V,Hf 
bis bis 
ZINWB S Ei ZR 500 7,5 12 30 _0,0002Mo, Ws + 0,6 V 
DIıN%7 Ss Eb’G 400 1 _ 10 600 400 600 . 200 WE,DS 
D IN 948 SP Cv U 100 1,5 0,2530 2350 . 40 Aus Tr 
D 1N%9 G Cv nX 10 0, 100 50 80 30 50 . 9%  Cv,ER,Sy,Ry, Tr 
D 1N950 Ss: IEvekal- ”. 2 ....130 [50] 150 Hu 6-88 pF 
D IN 951 5 ak 80 [50] 150 Hu 12-120 pF 
D 1N952 s “Wk 60 [50] 150 Hu 20-170 pF 
D 1N 953 s K 25 (50) 150 Hu 46-240 pF 
D 1N95% ss wK 25 [50] 150 Hu14-88 pF# Gl 
D 1N955 Ss IK 25 [50] 150 Hu 22-120 pF # G) 
D IN 956 5 Cr Km, E ; y ....25 [50] 150 Hu 32-170 pF 
Z 1N957 Ss, Hy Ze 2001 127. I 400 18,5 6,8 4,5 PS, Mo, Co & 
bis bis 
ZINIG2B S Bu zZ 20 15. . sop P BA1,5 1107 95; % PS, Mo & 50), Sor: 
bis bis 
ZAIAN®,B 5 Bu‘ 2,2005 155. 500: „5:65 221,29 PS, Mo & 50), Co, Tx 
ZIANY0B S Buzz 20 15. . s0Oo 52 % 33 .__PS,Mo&50),Co,Tx 
bis bis 
ZINIKB S Bu zZ 20 15. . 50 14 9 40 . PS, Mo & 50),Co 
ZIN®BSB S BuZ 400 1,3 100 500 . Mo &50),Co 
bis bis 
ZIANMB S Buz ER - 400 0,65 200 2500 . Mo & 50) 
D 1N 993 Sb Cın 10 151 6 50 20.) 8 sAns „. »TeıDS 
D 1N 9% G CHE 108 1. 30 80 208 2ns 75 Tr,Ry 
D 1N 995 G 5 75 Tr,Ry,Sy 
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Transistoren 1N 99...1 N 1110 

s | Is [6 |7 je | Io 

Ab Fo |/Awlr Ur |Is Us,/B | max | mox | Bemerkungen 
| Ima |V |uAlV/- mW mA se 

Is Tca's oo Toslıs'ıs To ', : 

Sb Cr 10 25nA12 150 50 150 ns 150 

h Be 2 250 i 2 

350 ; 

400 ; 


250 
400 


en 
=} 
vo 


ao a0 0aaoa0 naax 


Oo 
2 


90 
Er 
oo 


1 N 1058 
bis 
1 N 1063 
1 N 1064 
bis 
1 N 1069 


1N 1070 
bis 
1 N 1075 


1 N 1076 


un 
ja 


2.349394 


24 


Ss ST 


ST,Sm #1N4002 


ST,Sm #1N4004 
sT 


ST 
Sy, OM, Tr 
Tx, Ry [Fa], GE& 


Tx, GE, JR, Tr & 
Tx, GE, Bd, IR & 
Tx, GE, Bd, JR & 
Tx, GE, Bd, IR & 
Tx, GE, Bd, IR& 


Tx, Gl, Bd, JR& 
Tx, GJ, Bd, IR & 
ST, Sm, Tr 

ST, Sm 

ST, Sm 


n 


d 


u uu vun 


b 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
Ss 
s 
S 
s 
s 
S 
s 
Ss 
Ss 
5 
Ss 
Ss 
s 
Ss 
S 
S 
Ss 
s 
s 
s 
Ss 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
s 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
s 
Ss 
Ss 


00000 00000 000 00 0000 00 00 00 0% 2000 UDO Da aaaaa aaayı 


AANAS Asasa a0 
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IN 1111...1 N 1189 A, RA Dioden un 


3 4 |5 I6 7 i8 |9 10 15 
Ab |Fo Awilk Ur Ip [Usp/B |N 
| Ima |V |uAlv/- mw 
23 T 


Bemerkungen 


250 

1500 2 & eR: 

1500 . ® Tx; R:13), GE & 
1500 . . Tx; R:13), GE& 
1500 . . :13), GE & 
1500 e 3 13), GE & 


1500 . . Tx; R:13), GE & 
1A > x £ Tx; R:13), Hu & 


1A “ “ . Tx 7), Ry, GE, Wh 
1A h & J Tx;R:13), Hu & 


ZRZZER ZELER 


1A . 5 Tx 7), Ry, GE, Wh 
300 150 . . Tx 7) 12), IR & 8) Tr 


300 150 . 5 Tx 7) 13), IR & 8) 
’ LTR 5 n 5 Sy 100...2000 
75 25nA 1500 . 4 IR, Bd, ED, PS & 


25nA 16KV . B IR, Bd, PS & 8), Tr 
. . R 


6mA 50 . . . . = I N 1171 ST 35) 


6mA 300 . . . . 1 N 1174 ST 35) 
11mA 50 . . ( . . =, 1 N 1175 ST 35) 


11mA 300 . . ’ . 1 N 1178 ST 35) 
37mA 50 . . ‘ . N — 1 N 1179 ST 35) 


WZ ZZUZZZ ZZ"z 


IN 1165 
bis 

1N 1168 
1N 1169 
IN 1169 A 


1N 1170 
IN 1171 
bis 

1N 1174 


1N 1175 
bis 

1N 1178 
1N 1179 


*, 1 N 1182 ST 35) 
Wh, Bd, Mo, Sm & 
Bd, GJ, Sm, Tr 


OM 
ST 


11mA 50 


11mA 300 
37mA 50 


37mA 300 


6 10mA 50 a . Wh, FM, JR, TS, Co & 
5mA 50 » De, RC, Tr 

6 10mA 100 P . TS, Wh, RC, GE, Co 
1 5mA 100 > De, RC, Tr 

6 10mA 150 . . TS, Wh, RC, GE 

1 

6 

1 

6 


5mA 150 z De, Tr 

10mA 20 . . TS, Wh, RC, GE, C 
5mA 200 . De, RC,Tr 

10mA 30 . 


‚5mA 3 

N TS, Wh, RC, GE, Cs, 
0,6 10mA 400 = r RC, Tr; 

1N1188A,RA Sd 0,65 2,2mA 400 . . =A, RA: 12) bzw. 13) 

ı1N 1189 Ss G 0,6 10mA 500 

1N1189A,RA Sd 0,6552mA 500 


www nunmuu u vu vu vo wwu wu vun von vou vu vu vmnmun vnunun 


0, 
) 


1 
0, 
7 
0, 
1, 
0, 
1 

0, 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Transistoren 


IN 1190...1 N 1277 


I Bemerkungen 
Si ee 


13 KTT 


140 Wh, FM,JR,TS, Co & 


6 [2 2 
Typ Ab Fo |AwI; P | Us,/B Imax ‚Umox 
| | mA N HA |V/- mA 

DANIIIO Ss "Ge LG'15A "0,6 10mA 600 354 600 ' 
D 1N1190A,RA Sd Gg G 40A 0,65 1,8mA 600 40A 600 F 
DIN S  Gg’LG 184 0,55 10mA 50 18A 50 140 
DINTMA Sd GelG. . _5mA 50 22A 50 150j 
D 1IN1192 S  Goy’LG 184 0,5510mA 100 18A 100 140 
DINNMMNA Sd GelG. .__5mA 100 22A 100 165 
D1N1193 S  Gg’LG 184 0,55 10mA 150 18A 150 140 
D 1IN1193A Sd GelG. .._5mA 150 22A 150 165 
D1N11%  S  Gg’LG 184 0,55 10mA 200 18A 200 140 
DIN1MA Sd GelG. 5mA 200 22A 200 150j 
D 1N1195 Sd Gg’LG 18A 0,55 10mA 300 18A 300 165 
D 1IN1195A S Ge LG 20A 0,6 3,2mA 300 300 175 
D 1N11%6  Sd Gg’LG 184 0,55 10mA 400 18A 400 165 
D IN116A S Ge LG 20A 06 . 400 400 175 
D 1N1197  Sd Go’LG 18A 0,55 10mA 500 18A 500 165 
D 1AN1197A S Ge LG 20% 086. 500 ...500 175 
D 1N118 Sd Gg’LG 18A 0,55 10mA 600 18A 600 165 
D 1IN11WBA S Ge LG 20A 0,6 1,5mA 600 600 175 
D 1N119  S  GpLG 6A 0,5 2,5mA 50 12A 50 R 
D 1N119A,BS  Gn’LG 12A 0,55 3mA 50 12A 50 200 
D 1N120 S GpLG 6A 0,5 2,5mA 100 12A 100 3 
D 1N1200A,BS Gn’LG 12A 0,55 2,5mA 100 12A 100 200 

bis bis 
D 1IN126 $S  GpLG 6A 0,5 2,5mA 600 12A 600 f 
D 1N1206A,BS Gn’LG 12A 0,55 1mA 600 12A 600 200 
DAiN117 5S Fo’ G 500 1,2 500 50 500 50 150j 
DIN117A S Fg’G 1A 11550 50 500 50 150j 

bis bis 
DIN SS Fo’ G 500 1,2 500 800 500 800 150j 
DIN122A S F’ G 1A 1,1550 800 950 800 E 
D1iN127 S Gb’G 500 1,2 500 50 1,6A 50 150j 
DIN127A S Gb’G 1A 1,1550 50 1,6A 50 150j 

bis bis 
D1N1236 SS Gb’G 500 1,2 500 800 1,6A 800 150j 
DIN123A S GnG . ...50 800 950 800 - 
DIiNN27 S 1)G 750 750 1600 . 
D1iN12B8 S 1)G 750 | Röhrenersarz- | 750 1600 . 
D1N129 S 14) G 500 | ieme | 500 2800 
D IN 1251 Ss Fr G 250 1 50050 500 50 

bis bis 
DIN 5S Fr G 250 1 500 1000 240 1000 
DIiN1262 S 14)G 250 4500 
D 1N 1263 s 16) LG 150 50 
D1N1263A S 16) LG 250 so 

bis bis 
D INI126A S 16) LG’200°, „0 «a 300 
D 1iN1167 5S 16) LG 45A 1 60mA 50 so 
D 1N1267A S 16) LG 70A 1 55mA 50 so 

bis bis 
D 1N1270 5S 16) LG 45A 1 60mA 300 300 
D 1N1270A S 16) LG 70A 1 55mA 300 300 
D1N171 5S 16) LG 50A 1 40mA 50 so 

bis bis 
D 1N1277  5S 16) LG 50A 1 40mA 500 500 


RC, Tr 

Wh, GE, JR, Ry & 
Ry, # De,GE,Tr 
Wh,GE,JR,Ry & 


Ry, De, GE, Tr 
Wh, GE, JR, Ry & 
Ry, De, GE, Tr 
Wh, GE, JR, Ry & 
Ry, # De, GE, Tr 


Ry, Wh, GE, GJ & 
RC, GE, GJ, Mo, Tr 
Ry, Wh, GE, GJ & 
RC, GE, GJ, Mo, Tr 
Ry, Wh, GE,GJ & 


RC, GE, GJ, Mo, Tr 
Ry. Wh,GE,GJ & 
RC, GE, GJ, Mo, Tr 
NA 5), Hu, Wh & 
GE, Bd, RC, Wh, Tr 


NA 5), Wh, GE & 
GE, Bd, RC, Tr 


Na 5), Wh, GE & 
GE, Bd, RC, Wh, Tr 


Wh, Bd, GE,Mo & 
Mo, Bd, NA, Wh & 


Wh, Bd, GE, Mo & 
Mo, Bd, NA & 


Wh, Bd, CE, TS & 
Wh, Bd, NA, Si, Sn 


Wh, Bd, CE, TS & 
Bd, NA, Sı, Sn, Tr 


Ds, 6), NA, Sm, W. 


DS, GJ, NA, Sm, W. 
ST, LT, IR 

- 1 N 1267 ST 35) 
1N 1267 AST = 
is 
1 


N 1270 AST 35) 
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IN 1281...1 N 1433 Dioden un 
14 |15 


fmax|Bemerkungen 
°C 


Wh 


LZWSSZZZZIZZUZ 


50A 1 40mA 500 . . E Wh 
150A 1,3 30mA 50 . “ TS, Wh 


150A 1,3 30mA 100 . 80A . TS 
150A 1,3 30mA 200 . 80A . TS 
150A 1,3 30mA 400 . 80A D TS 
SOA 1 40mA 500 . . . Wh 


17,5A 0,63 15mA . 17,5A50 . GE, Sn, Ts, Ry 
bis 
17,5A 0,63 5mA. . 17,5A 300 . GE, Sn, Ts, Ry 
= 0,5 5 02 8,75 “ Hu +1,25V; A: 23) 
bis 
a . 0,540 02 28,5. 2 Hu +3,5 V;A:23) 
» 0,5 6,8 0,2 7,5/10. . Hf 51), Mo 
bis 
1 100 0,2 110/145 . . Hf 51), Mo 


. . e . 1500 . . Tx 
1 50mA 50 . . 0 . . IR, Wh 
bis 
1 50mA 500 . 500 . IR, Wh 
1,2 2,5mA50 . 56. F Hu, Bd, FM, NA & 


1341 A,BS 6A 0,643mA 50 . 2 GE, Bd, Wh, Tr, RC 
bis 
10A 1,2 2,5mA600 . 600 . Hu, Bd, FM,NA & 
6A 0,641mA 600 . 600 . GE, Bd, Wh, Tr,RC 
& . 5 a 10 . 


11 


N 1313, A Sa 


zW zz“ 


Adeaa Araarasea aaa sage 
ZUIZUZ ZIZUZ ZUZIZUZ ZWZZZ ZZZzZ"Z zzzUz zZzUZZ 


S: 
s 
Ss 
s 
s 
Ss 
s 


| ST, GJ,Hf 
/ Tr 51) 
Mo 


ST, GJ, Mo, Hi 
GJ, ST, Hf 
ST, GJ, Hf 


ST, GJ,Mo, Hf 
ST, GJ, Hi 
ST,HI 


ARW wuww DD N 


Dn 
© 


a > . B ST, SS, Hf, Tr 51) 
90A 1 50mA 50 . . . . Wh, JR 


90A 1 50mA 500 . . . Wh,JR 
150A 1,3 15mA 50 . . FM, Sn, TS, Wh 


150A 1,3 15mA 600 . . FM, Sn, TS, Wh 
10 5 10 600 . . Hu, JR, Bd, Sm, Tr 


100 7,5 10 2400 . Hu, JR, Bd, Sm 
10A 1,2510 350 ® . WE 
1A 1,1 10 350 . . WE 


. . . 2 . “ . WE, Dn +0,85 V 


WE, Dn +15 V 
WE, Dk +0,85 V 


WE, Dk +15 V 


1 
b 
1 
1 
1 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
b 
1 
1 
bi 
1 
1 
bi 
1 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
bi 
1 
1 
b 
1 


vw vun vv wvmn nu vun vu wnn vun“ 


Transistoren 1N 1434...1 N 1555 


= Kurae 
IN 1434 | — R: 13), BA, Bx, 


AN 1438 ? N j NA, Sn, Tr, Ts 
1N 1439 . 6 ı ° = . . . sT 
bis H 
1N 1442 . . . . . « . . sT 
1,5mA 1000 . . Wh, Bd, GE, Mo & 
1,5mA 1000 . . Wh, Bd, NA,SJ & 
mA 360 . . St 
2mA 10 . P St 


2mA 40 . ° . St 
5mA . - E St 


o 


5mA B . . St 
25mA E . . St 


25mA . . . st 
25mA . . . St 


25mA . . . St 
50mA . ( . “ St 


50mA . . . st 
50mA . 0 . . St 


50mA . . . st 
100mA . ( . . st 


100mA . . . St 


100mA . 150A 100 

bis 

. . » 100mA . 150A 400 

1N 1478 » . 100mA . 200A 100 
bis bis 
IN 1481 . . 100mA . 200A 400 


IN 1483 * . . . . 62 . . 

1N 1485 . . . . . 62 . . WE 

IN 1486 1,1_3,5mA , 500 500 . GE, Bd, SJ, Sm, Tr 
1N 1487 0,55 300 . 750 . 140 Tx, GE, Bd, NA & 
bis 

IN 149 0,55 300 . 750 Re 120 Tx, GE, Bd, NA & 
1N 1507, A . . s . -0,04 IR 51), Mo 

bis 

IN 1517, A Fn . . - r 0,095 IR 51), Mo 

1N 1518, A Fg . . . F R -0,04 IR, GJ 51), Mo 
bis 

1N 1528, A Fg R u: # 0,095 JR, GJ 51), Mo 
1N 1530 >Lh . PR . +0,002 Hf, CD, Mo 

1N 1530A >Lh . B . +0,001 Hf, CD, Mo 

1 N 1537 Gn’LG 2,54 1, . . Wh, Bd, GJ, Mo & 
bis i 

IN 1544 Gn’LG 23,5A 1, . \ Wh, Bd, Gl, Mo & 
1 N 1551 Gn’G 750 , R 00. . St, Bd, Ts 


Gn’G 750 ‚ R . « St, Bd, Ts 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ 
zZ 
D 
D 
D 
z 


O0 00 ONN“ 


13* 195 


1N 1556...1 N 1676 Dioden un: 


St, Bd, SJ, Tr 
St, Bd, S), Tr 


wsnnun wnnnun wuu [77 
: - cha ha ahuneh micha 
u un Du bnhw upuopu nun — 


o 0000 noooo 000 0 


1N 1572 


1N 1575 
bis 
1 N 1578 
1 N 1581 
bis 
1 N 1587 


1 N 1588 
bis 

1 N 1598 
1N 1599, A 
bis 

1N 1609, A 
1N 1610 

IN 1611 

1N 1611A,B 
N 1612 
1613 


1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 


1624 
1N 1625, A 
bis 

1N 1642 . . . - . . . . . 
IN 1644 400 50 . 750 50 . DS, GJ, S), Sm, Tr 
bis bis 

1N 1653 ,5 300 600 750 600 . DS, GJ, S), Sm, Tr 


1N 1660 40mA 50 . 160A 50 . Wh,JR, Sn 
bis bis 

1N 1666 40mA50 . 160A 500 Wh, JR, Sn 
1N 1670 50mA 50 . 240A 50 . Wh, St 

bis bis 

1 N 1676 50mA 50 . 240A 500 . Wh, St 


uu 
a... 
r 
4) 


Mo, GJ, Ts 
Tx, Bd, Dn, NA & 


oO 00 00 0000 D0000 000 0 


_ 


Tx, Bd, Dn,NA& 
GJ + 0,35 V, Mo 


" 


. GJ + 3V,Mo 
3,95 0,84 -0,04 IR 51) + 0,35 V 
bis 
27 45 0,095)9R 51) + 3V,Hf 


Sy, MA 


nm 


r . . B = Sy, MA 
300 50 . . 190 Tx, Bx, RC, GE & 
300 100 . . 190 Tx:R: 13), Bx, RC,GE 


300 200 . . 190 Tx; R: 13), Bx, RC,GE 
300 400 . . 190 Tx;R: 13), Bx,RC,GE 
300 600 . . 190 Tx; R: 13), Bx,RC,GE 
3,8mA 100 . z 

3,8mA 200 

3,8mA 300 

3,8mA 400 

3,8mA 100 

3,8mA 200 

3,8mA 300 


3,8mA 400 


eh ee 0 
vuu vn 


SSNNS 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
q 
di 
1 
1 


2 ZEELZLEIRERLELIE 
u vwuunuu nnnvun vogoon wu nu un 


oO 00 00 0D DD 00000 00000 00000 * 
m Amm00 00 
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Transistoren 1 N 1680...1 N 1904 


Bemerkungen 


D 1N 1680 s 0,5 40mA 150 FM, JR 
bis bis 
D 1N 1687 S »..G 35A 0,5 40mA60 . 35A 600 . 1255 FM, JR 
D IN 16N2 Ss Fk UG 250 0,55 300 100 F 750 10 . 115 Tx, GE,Mo,Ry & 
bis bis 
D 1N 1697 s Fk UG 250 0,55300 600 . 750 600 . 115 Tx,GE,Mo,Ry & 
D 1N 1698 s LG 62 33 62 6,6kV IR 
D 1N 169 Ss LG 58 37 58 10kV. IR 
D 1N 1700 Ss . LG 50 SE . 50 12kV. ’ IR 
D 1N 1701 s Fk hU 1A 1,7 400 50 ‘ 300 50 . 2 JR, DS, GJ, NA, Sm 
bis bis 
D 1IN1766 5S Fk hU 1A 1,7 300 500 2 300 500 . .... IR, DS, GJ, NA, Sm 
D 1N 1707 Ss Fk hU 1A 1,3 400 50 . 50 50 . . IR, DS, GJ, NA, Tr 
bis bis 
D 1N 1712 Ss Fk hU 1A 1,3 300 500 ö 500 500 . S IR, DS, GJ, NA, Tr 
D 1N 1730 Ss ».6 10 5 10 1kV R 200 1kV 150 Hu, PS, Bd, JR & 
D 1N 1731 Ss G 100; 5, 10415KV : 200 1,5kV 150 Hu, PS, Bd, IR 8) 
D ıN 1722 Ss G 100 9 10 2kV x 200 2kV . 150 Hu, PS, Bd, IR & 
D 1N 1733 s G 100 12 10 3kV . 150 3kV . 150 Hu, PS, Bd, JR 8) 
D 1N 1734 Ss . .6G 100 18 10 SkV E 100 5kV . 150 Hu, PS, Bd, JR 8) 
Z 1N 1735 S <CbZR. er hr 200 75 62 20 +0,01 Hf, Dk, NA, WS, m 
bis bis 
Z 1N1742A 5 16) ZR . B . . 1,6W 7,5 49,6 160 +0,005 Hf, Dk, NA, WS, Mo 
Z 1N 1743 $ 16) Z 10W 10 . . WE # 1N 2974A 
Z 1N 1744 Ss Eb’ Z . “ . 1W « 1084 = = WE # 1N 4740 
D 1N 1745 S 16) G 380 15 25 15KV . 380 1,5kV 150 JR 30), Bd, NA 
bis bis 
D 1N 1749 Ss 16) G 320 24 25 24V . 320 2,4kV 150 JR 30), Bd, NA 
D 1N 1750 Ss 16) G 380 12 25 24V . 380 2,4KV 150 JR 30), Bd, NA 
bis bis 
D 1N 1762 S 16) G 250 60 25 16KV R 250 16KV. 150 JR 30) 
D 1N1763,A S Fr GU. 1,2 100 400 ö 500 400 . . RC, BE, Hu, Ry & 
D 1N1764,A S Fr GU. 1,2 100 500 . 500 500 « } A:[Fe] 
z IN 1765 Ss EhIZR 160. ;: 5% 1w 100 5,6 7 0,013 Hf, AS, GE, NA, Tr 
bis bis 
z 1N 1802 Ss Fh’ zZ . . . 1W . 20 . . Hf, AS, GE, NA, Tr 
z 1N 1803 Ss Gp LZ. FERN 10W 1A 56 1 F ST, Hf, Tr 51),-R: 12) 
bis bis 
z 1N 1815 5 Gp LZ . 5 . . 10W 50 200 140 . ST,GI, Hu,tst, mb 
j 
z IN 1816 Ss G Liz. v25:'5 10w 500 13 2 0,07 Tx 7) 51), R: 12), Mo 
bis bis 
z 1N 1836 Ss Gp LZ. zu 10: „10 10W 50 9 35 0,12 Tx 7) 51), R: 12), Mo 
D 1N 1838 G Dh’ VM . . . . . R 14G . Ph 
D 1N 1839 5 G 85 Er u . 130 68 . . Ss 
bis bis 
D 1N 1850 Ss G 6 . 5 4% i 10 410 . A s 
D 1N 1863 S G 85 De FE; . 130 68 . . Ss 
bis bis 
D 1N 1874 Ss G&6 5 40 P 10 410 . “ Ss 
Z 1N 1875 Ss & 1w i 822 . « Sl, CC,Dk 
bis bis 
Z 1N 1888 s Zz .» Er Ss 1w . 2% -» . 5), CC, Dk 
Z IN 1891 Ss [7 0 . . . 10W . 8,2 ‘ s 
bis bis 
Z 1N 1904 Ss LZ. . . . 10W . 10 . Fi sJ 


197 


IN 1556...1 N 1676 Dioden un 


Iı !2 3 laisie il » 110 n 12 13 1 Is 


IK Typ Ab Fo Awl Ur I Us,/B IN mar Umasifg Iimax Bemerkungen 
ma V ua V/- mW Ima vv  IMHz |°C | 


|D ınıss 5 FG 60 14 1mA 10 . 500 100° - 5,8d,$S),Tr 
bis bis 
D 1iN 1560 5 fh’ G 600 1,4 1mA 500 . s00 500 . . St, Bd, SJ, Tr 
D 1N 1563 5 Eg’G 1A 1,5 3 100 500 100 . . Mo 
DAiNIS6S3A 5 iv’ G 50 123 100 . 100 Mo, DS 
D IN 156 5 Eg’ G 1A 1,5 3 200 500 200 Mo 
D iNIiS&A 5 Liv’ G 50 123 200 200 Mo, DS 
D 1N 1565 s Ea’G 1A 153 300 500 300 Mo 
D ıN1iS65A 5 iv G 50 1,2 3 300 . 300 Mo, DS 
D IN 1566 5 Eg’G 1A 1,5 3 400 500 400 Mo 
D 1N1566,A S iv’ G 500 123 400 . 400 Mo, DS 
D 1N1567,A 5 Eg’G 1A 1,2 5 500 500 500 Mo 
D 1N1568,A 5 Ea’ G 1A 1,2 5 600 500 600 Mo 
D iN 1569 Ssö 16)G 1A 15 5 100 1A 100 Mo 
bis bis 
D ı1N 1572 Sd 16)G 1A 15 5 400 . 1A 400 . . Mo 
D ıiN 1575 Sd Gn’LG 1A 3125 125 > 3,5A 10 . . Mo, GJ,Ts 
bis bis 
D 1N 1578 Sdö Gn’LG 1A 125 40 . 3,5A 400 . . Mo, GJ, Ts 
D iN 1581 S Gp UG 6A 1,5 300 50 . 10A 50 . 5 Tx, Bd, Dn, NA& 
bis bis 
D iN 1587 s Gp UG 6A 1,5 300 600 . 10A 600 . : Tx, Bd, Dn, NA& 
z 1N1588 5 Gı LZ no 3,5W 150 3,95 2,6 A G)J + 0,35 V, Mo 
bis bis 
z 1N 159 s Gi ıLzZ . . E . S3SW025. 2 13 . GJ + 3V,Mo 
z 1IN159,A S GLZz. . . 10W 500 3,95 0,84 -0,04 JR 51) + 0,35 V 
| bis bis 
z 1IN1609,A S Gp LZ Me 10W 70 27 45  0,095JR 51) + 3V, Hf 
D iN 1610 G Do’VD . Sy, MA 
D 1iN 1611 G Dh’VD . . . . B F Sy 
D 1N 1611A,BG Dh’VD . . e F . P P . P Sy, MA 
D IN 1612 Ss Gp UG 10A 1,5 300 50 . 15A 50 o. 190 Tx, Bx, RC, GE& 
D IN 1613 s Gp UG 10A 1,5 300 100 . 15A 100 . 190 Tx; R: 13), Bx,RC,GE 
D IN 1514 Ss Gp UG 10A 1,5 300 200 . 15A 200 . 190 Tx; R: 13), Bx,RC,GE 
D IN 1615 Ss Gp UG 10A 1,5 300 400 . 15A 400 . 190 Tx;R:13), Bx,RC,GE 
D 1N 1616 s Gp UG 10A 1,5 300 600 . 15A 600 . 190 Tx;R: 13), Bx,RC,G£ 
D 1iN 1617 Ss 16) LG 1,5A 0,7 3,8mA100 . . 100 . ä sT 
D IN 1618 Ss 16) LG 1,5A 0,7 3,8mA 200 . . 200 . . sT 
D 1N 1619 Ss 16) LG 1,5A 0,7 3,8mA 300 . . 30 . . sT 
D 1N 1620 5 16) LG 1,5A 0,7 3,8mA400 . 40 . E ST 
D 1N 1621 Ss 16) LG 10A 1 3,8mA 100 . . 100 . . ST, Sn 
D iN 1622 Ss 16) LG 10A 1 3,8mA20 . k 20 . s ST, Sn 
D 1N 1623 s 16) LG 10A 1 3,8mA300 . ® 30 . . ST, Sn 
D 1N 1624 Ss 16) LG 10A 1 3,8mA400 . 5 400 . 5 ST, Sn 
D 1IN1625,A . Ze. : P . fl . JR 46) 
bis 
D IN 1642 a u se ke 98 E R s ; . IR 46) 
D 1N 1644 s Fh’ G 250 0,5 400 50 « 750 50 . DS, GJ, SJ, Sm, Tr 
bis bis 
D 1N 1653 s Fh’ G 250 0,5 300 600 . 750 600 . DS, GJ, Sl, Sm, Tr 
D In 1660 Ss 16) LG 50A 1 40mA 50 3 160A 50° . 125 Wh,JR, Sn 
is bis 
D 1N 1666 s 16) LG 50A 1 40mA50 . 160A 500 . 125 Wh, JR, Sn 
D A 1670 5 16) LG 90A 1 50mA50 240A50 . 125 Wh, St 
is bis 
D 1N 1676 Ss 16) LG MA 1 50mA500 . 240A 500 . 125 Wh,St 
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Transistoren IN 1680...1 N 1904 


15 
Bemerkungen 


D 1N 1680 Ss 0,5° 40mA 150 125j FM, JR 
bis bis 
D 1N 1687 Ss »..6G 35A 05 40mA60 . 35A 600 . 125j FM, JR 
D 1N 1692 Ss Fk UG 250 0,55300 100 . 750 100 . 115 Tx, GE, Mo,Ry & 
bis bis 
D 1N 1697 Ss Fk UG 250 0,55300 600 . 750 600 . 115 Tx, GE,Mo,Ry & 
D 1N 1698 s LG &2 33 62  6,6kV IR 
D 1N 169 Ss LG 58 37 58 10kV IR 
D 1N 1700 Ss . LG 50 457 6 B 50 12kV. . IR 
D 1N 1701 Ss Fk hU 1A 1,7 400 50 30 50 . . JR, DS, GJ, NA, Sm 
bis bis 
D 1N 1706 Ss Fk hU 1A 1,7 300 500 . 300 500 . . JR, DS, GJ, NA, Sm 
D 1N 1707 Ss Fk hU 1A 1,3 400 50 . 500 50 . R JR, DS, GJ, NA, Tr 
bis bis 
D 1N 1712 s Fk hU 1A 1,3 300 500 s 500 500 . . IR, DS, GJ, NA, Tr 
DiNI0 S . G 100 5 10 1kV N 200 IkV . 150 Hu, PS, Bd, IR & 
DAINI31 5 G 100 5 10 1,5KV . 200 1,5kV 150 Hu, PS, Bd, JR 8) 
D 1N 1732 Ss G 100 9 10 2kV z 200 2kV . 150 Hu,PS, Bd, JIR& 
D 1N 1733 Ss G 100 12 10 3kV 2 150 3kV . 150 Hu, PS, Bd, JR 8) 
D 1N1734 Ss .. G 100 18 10 5kV = 100 5kV . 150 Hu, PS, Bd, JR 8) 
Z 1N 1735 S <CbZR. Pro 200 75 62 20 +0,01 Hf, Dk, NA, WS, kon 
bis bis 
ZAINIWAMA S 16) ZR 1,6W 7,5 49,6 160 +0,005 Hf, Dk, NA, WS, Mo 
Z 1N 1743 Ss 16) Z 10W . 107 . . WE # 1N 2974A 
Z 1N 1744 s EB" 2, » Bu rg 1Ww . 10...» « WE # 1N 4740 
D 1N 1745 S 16) G 380 15 25 1,5KV 380 1,5kV 150 JR 30), Bd, NA 
bis bis 
D 1N 1749 Ss 16) G 320 24 25 24V . 320 2,4KV 150 JR 30), Bd, NA 
D 1N 1750 S 16) G 380 12 25 24V . 380 2,4kV 150 JR 30), Bd, NA 
bis bis 
D 1N 1762 Ss 16) G 250 60 25 16KkV . 250 16KkV. 150 JR 30) 
D 1N1763,A S Fr GU. 1,2 100 400 . 500 400 . . } RC, BE, Hu, Ry & 
D 1IN1764,A S Fr GU. 1,2 100 500 . 500 500 A:[Fe] 
z IN 1765 Ss Fh’ ZR 160  . . 1W 100 56 7 0,013 Hf, AS, GE, NA, Tr 
bis bis 
z 1N 1802 Ss Faı2e% . . . 1W e 200 . 0 Hf, AS, GE, NA, Tr 
z 1N 1803 Ss Gp LZ . aa Si 10W 1A 56 1 . ST, Hf, Tr 51),-R: 12) 
bis bis 
z 1N 1815 s Gp LZ . er 10wW 50 200 140 . ST,GI, HTsn.mb 
z IN 1816 s Gp LZ. 25 85 10w 500 13 2 0,07 Tx 7) 51), R: 12), Mo 
bis bis 
z 1N 1836 Ss Gp LZ. 2 10, 270 10w 50 91 35 0,12 Tx 7) 51), R: 12), Mo 
DAiNIBB G DhVM. Bu a > Bey ma 12G, SER 
D 1N 1839 Ss G 85 Be; Me ° 13068 . . s 
bis bis 
D 1N 1850 5 G 6 “ 5 470 a 10 470 . . Ss 
D 1N 1863 s G 8 . . . B 130 68 . . Ss 
bis bis 
D 1N 1874 Ss G 6 B 5 470 a 10 410 . . s 
Z 1N 1875 Ss zZ 1W = 8.2, . . Sl, CC, Dk 
bis bis 
Z iN 1888 s zZ 1W . 2 . . SJ, CC, Dk 
Z 1N 1891 Ss Lz 10W 82 . s 
bis bis 
Z 1N 1904 s LZz. Se A 10W . 100 . s Ss 
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1 N 1907...1 N 2089 Dioden un 


tmax| Bemerkungen 
°C 


D'1N 1907 Ss SJ,cc 
bis bis 
D 1N 1914 S 16) G 1A 1 10 700 . r 70 . . SJ,cC 
D 1N 1917 s Gn’G 2A 1,2 10 50 . . son ; >, S1,GJ 
bis bis 
D IN 1926 Ss Gn’G 4A 110 900 . B 90 . . SJ,G) 
D 1N 197 Ss Eb’ Z 200 . II . Sl, WS 
D 1N 198 s Eb’ Z . . 200 . 47°. . SJ,WwS 
Z 1N199 Sa Cq zZ 1 145 250 10 5,65 8 . Hu +0,55 V 
bis bis 
Z 1N 1937 Sa CazZ . . 0,1 20 250 5 21 200 Hu +3V 
Z 1N 1938 Ss Eb’ Z . 200 . 3 . S),WwS 
bis bis 
Z 1N 1953 Ss Eb’ Z R 200 « 575. a S1,wS 
Z 1iN 191 Ss Ep zZ . 150 « 397.5 } SJ, CC, WS 
bis bis 
Z 1N 1999 Ss EZ. . . . 150 . 120 . s 51, CC, WS 
z 1N 2008 5 GLz. « „10; 10 10W 50 100 40 0,12 Tx & 51); R: 12), Hf 
z 1N 2009 5 GpLzZ. = ,40. 410 10W 50 110 47 0,12 Tx & 51); R: 12), Hf 
z 1N2010 S Gp LZ 10 10 10W 50 120 56 0,12 Tx & 51) 12), Hf 
z 1N 2011 5 Gp LZ 10 10 10wW 50 130 65 0,12 Tx & 51); R: 12), Hf 
z 1N2012 Ss Gp LZ 10 10 10wW 50 150 8 0,12 Tx & 51),Hf, Mo 
D 1N 2013 Ss Fh G 500 15 1 50 . . 50 . . DS, NA, Tr 
bis bis 
D 1N 2020 5 Fh’ G 500 1,5 1 400 . . 40 . . DS, NA, Tr 
D 1N 2021 S Ge’ LG 25A 1,5 5mA 150 10A 150 , s —R:13) 
bis bis D NA ET 
D 1IiN2R5 5  Ge’LG 25A 1,5 5mA 400 ? 10A 400 . } DENIISSDITER 
D 1N 206 Ss Gn’LG 2A 10,5 50 . 1A 50 . . Bd, Dn, SJ, Sn, Tr 
bis bis 
D 1N 2031 Ss Gn’LG 2A 2 0,5 600 . 1A 600 . B Bd, Dn, SJ, Sn, Tr 
z TN202.,.7$ Fr . . . 750 10 4,85 55 “ Tr, Dk, NA +0,55! 
bis bis 


z 1N2%0.. 5 Ei zZ 750 5 23,5 >120 Tr, Dk,NA +3,5 V 
z 1IN20%1..S Gi LZ. = 2 10W 1000 4,85 0,5 . Tr, Gl& +0,55 V 
bis bis 
z 1N2049..$ Gi LZ. eo 9.0 10W 150 23,5 8 n Tr, GJ& +3,5V;H 
D 1N 2054 Ss 16) LG. .  55mA 50 ® 250A 50 0,001 190j JR, Sn 
bis bis 
D 1N 2064 Si 16) LG. . 55mA 500 . 150A 600 0,001 190j JR 
D 1N 2069 s Eb G 500 1,2 10 200 750 750 200 . 100 Tx 16), DS, GI & 
D 1N20699A 5 G 750 1 5 _ 200 750 750 200 . 100 Sy, DS, GJ, JT, Tr 
D 1N2070 Ss G 500 1,2 10 400 750 750 400 100 Tx 16), DS, ER & 
D 1N2070A 5 G 750 1 5 400 750 750 400 . 100 Sy, DS, GJ, JT, Tr 
D 1N 2071 Ss G 500 1,2 10 600 750 750 600 100 Tx 16), DS, ER & 
D1iND1A 5 G 750 1 5 600 750 750 600 . 100 Sy, DS, GJ, JT, Tr 
D 1N 2072 5 G 50 1,2 0,1 50 P 750 50 . R TS, DS, ER, GJ, Sm 
bis bis 
D 1N 2079 s G 500 1,2 0,1 500 . 750 500 . > TS, DS, ER, GJ, Sm 
D 1N 2080 5 G 500 1,5 350 50 . 50 50 . . Bd, DS, GJ, Sm & 
bis bis 
D 1N 2086 s G 500 1,5 350 600 . 500 600 . . Bd, DS, GJ, Sm & 
D 1N 2088 s Go. a Ay ie . 500 500 ST 
D 1N 2089 Ss G 600 ST 
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Transistoren 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
Do 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ 
zZ 


OO 202.00 22.000 9 agaaNgd 0O O° 


1 N 2090 
bis 

1N 2096 
1N 2102 
1N 2103 
bis 

1N 2108 
1N 2109 
bis 

1N 2114 
1N 2115 
1N 2116 


1N 2117 

1N 2127 
1N 2128 

1N 2128 A 
bis 

1N 2137 
1N 2137 A 
1N 2139 

1 N 2146 
1N 2147 
bis 

1N 2153 A 


1N 2154 
bis 

1 N 2160 
1N 2163, A 
bis 
INM7I A 
1N 2175 

1N 219% 
bis 

1 N 2201 

1N 2204 
bis 

1N 2211 

1N 2214 

1N 2215 


1N 2216 
1N 2217 
IN 2218 
bis 

1N 2222 


IN 2222 A 
bis 
IN2226 A 
1N 2227 
1N 2227 A 


1N 2228 
1N 2228 A 
bis 

1N 2245 
1N2245 A 


1N 2246 
IN 2246 A 
bis 

1N 2265 


v vun vu vmmumo wunnu nun 


vw wmwu nmnwumn vu vwmngvun vun ou 


GP’ LG 
Gp’ LG 
Gp’ LG 


Gp’ LG 
. zZ 


Gn’LG 
Gp’LG 
Gn’LG 
Gn’LG 
Gn’G 

Gn’G 

Gl’G 

Gl’ G 

Gn’LG 
Gn’ LG 
Gn’ LG 
Gn’LG 
Gp LG 
Gp LG 


Gp LG 


5A 
SA 
SA 


5A 


20A 
1,5A 
1,5A 


1,5A 
1A 


1A 
2A 
2A 
5A 
5A 


5A 
5A 


10A 
10A 


10A 


eat era 
wun vo 


202 20.0 
© ©@ “© 


on 
„O0. 


»» van 


a aaa aa 
PY pr nn» D 
un ww ww ww 


eh 
D br 


er 


1N 2090...1 N 2265 


Imax |Bemerkungen 
sc 
My, DS, Sm 


250 600 « E My, DS, Sm 
Fe . . Per Cs 1N32 
300 50 . . SJ, DS, Sm, Tr 


300 500 . . . SJ, DS, Sm,Tr 
300 50 . . SJ,GJ, Ts, Ry 


300 500 . P SJ, GJ, Ts, Ry 
250 365 . . . My, Sm, Tr 
700 400 ‘ . . . IR 


1 720 . Tx, Bd, Tr 

5 ö a Sy, MA 

10mA 50 IR, Sn, Tr 

10mA 50 . IR; RA: 13), Tr, RC 


10mA 500 IR, Sn,RC 


10mA 500 3 IR; RA: 13) 
250 20kV . . F IR, Bd 

10 120 . . „ WE, DS 

4 50 . . 5 Bd 


1600 . . . Bd 
5mA 50 . „ 200 GE,GJ,NA,St& 


2mA 600 B 5 200 GE,GJ, NA, St & 
er . 0,005 SJ, Dk, Mo 


0,0005 SJ, Dk, Mo 
s. Fotohalbl. 
<p 


<p 
cp 


<p 
IR «+ IN 3827A 
IR 


Bd, Tr 
CE, Bd, SJ 
CE, Bd, BE, DS, SJ 


CE, Bd, BE, DS, SJ 
CE, Bd, BE, DS, SJ 


CE, Bd, BE, DS, S) 
Bd, BE,SJ, Tr 
Bd, BE, SJ, Tr 
CE, Bd, BE, Sn, Ts 
CE, Bd, BE, Ry, Tr 


CE, Bd, BE, Sn, Ts 
CE, Bd, BE 

Hu, Bd, BE, Sn & 
CE, Bd, BE, Ry 


Bd, BE, CE, Sn, Ts 


ws 
an“ 
55 
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1N 2265A...1 N 2386 Dioden un 


n 2 Jıa 


Imox \Umax fe 


14 15 


tmax |Bemerkungen 
ke 


| mA v mA ıV MHz 
DIN2265A S 'Gp LG’ 10A 1,25 = 1200 . . CE, Bd, BE, Tr 
D I1N266 Ss Gn’G 1A 123 50 . 300 50 . . CE, Bd, BE, DS, Sn 
D 1N267 Ss Gp’G 1A 1,2 3 50 . 300 50 . . CE, Bd, SJ & 47), Tr, 
D 1N 2268 Ss Gn’G 1A 1,2 3 500 . 300 500 . . CE, Bd, BE, DS, Tr| 
D 1N 2269 Ss Gp’G 1A 1,2 3 500 . 300 500 . . CE, Bd, SJ & 47), Tr 
D 1N2270 Ss GnG 1A 123 600 300 600 . . CE, Bd, BE, DS, te] 
D ıN?27M1 Ss Gp'G 1A 1,2 3 600 300 600 . " CE, Bd, SJ & 47), Tr, 
DıN?272 Ss Ge’ LG 20A 1,2 1mA 50 . 1A 50 . CE, Bd, BE, Ts, Tr 
bis bis 
D 1N 2281 s Ge’ LG 20A 1,2 1A 1200 . . CE, Bd, BE, Ts 
D 1N 2282 Ss Ge’ LG 35 A 12. - . SA 300 . 200 CE, BE, Sn, Ts, Ry 
bis bis 
D 1N 2288 s Ge’ LG 35A 1,2 . . SA 1200 . . CE, BE, Sn, Ts 
D 1N 2289 s Gp’G Ber Er . 1,5A 100 . . IN 348 CE & 47) 
D1INNB9A S Gp’G 3 1,5A 100 —1N 339 CE & 47) 
D 1N229 s Gp’G 3 5A 100 _1N 347 CE & 47) 
D INNDWDA S Gp’G 3 5A 100 *.1N 338 CE & 47) 
D 1N 2291 S Gp’G 3 1,5A 200 = 1N 345 CE & 47) 
DINDBMA S Gp’G 3 1,5A 200 2, 1N 336 CE & 47) 
D INN Ss Gp’G 3 1,5A 300 >.1N 343 CE & 47) 
DINNDNA S Gp’G 3 1,5A 300 . . =. 1 N 334 CE & 47) 
D 1N 2293 Ss Gp’G 3 1,5A 400 . . = 1 N 341 CE & 47) 
DINNBA S GG . I - . 1,5A 400 . , 1 N 332 CE & 47) 
D1Nn% s Ge’ LG 2A 1,1 10mA 50 . 22A 50 . FM, Sn 
bis bis 
D 1N 2301 s Ge’ LG 2A 1,1 10mA 400 . 22A 400 . s FM, Sn 
D 1N 2302 Ss Ge’ LG 2A 1,1 10mA 50 . 2A 50 . . FM, Sn 
bis bis 
D 1N 2309 Ss Ge’ LG 2A 1,1 10mA 400 . 22A 400 . FM, Sn 
D 1N 2310 s G- LG 35A 1,1 20mA 50 . . 50 . FM, Sn 
bis bis 
D 1N 2325 s G- LG 35A 1,1 20mA 400 . . 400 . . FM, Sn 
D 1N 2326 s Ep GZ’. 1,35mV . . P 100 1 s . RC 
D 1N 2377 Ss Fr G 400 2,5 25 1100 1W R 1kV . s WE 
D 1N 2328 s Fr G 400 2,8 25 2200 1W B 2kV . . WE 
D 1N 2357 Ss Fr LG 400 2 300 1400 . 400 1,4kV . CE, Bd, BE 
bis bis 
D 1N 2361 s Fr LG 400 2 300 2000 . 400 2kV . ; CE, Bd, BE 
d 1N2362 5 Gn’LG 1A 2 300 1400 . 1A 1,4KV . CE, BE 
d INDBER2A S Gn’LG 5A 2 300 1400 . SA 1,4kV . CE, BE 
d I1N2362B S LG 10A 2 300 1400 “ 10A 1,4kV . CE, BE 
bis bis 
D 1N2371 Ss Gn’LG 1A 2 300 2kV D . 2kV . » CE, BE 
D IN2371A S Gn’LG 5A 2 300 2kV . . 2kV . . CE, BE 
D1IN2BTMIB S Gn’LG 10A 2 300 2kV 5 . 2kV . ß CE, BE 
D 1N2372 Ss GG, ne h 200 ikV . 175 Ir 
D 1N 2373 Ss Ccb’G 250 1 10 600 . 250 600 . 150 Bd, ED, JR, Sm & 
bis bis 
D 1N 2381 Sa Cb’LG 75 30 10 10kV . 75 10kV. 150 JR, Bd, ED, Sm & 
D 1N2381A Sa Cb’LG 75 30 10 12kV . 75 12kV. 150 JR 
D 1N 2382 Ss 16) LG 100 18 10 4kV . 150 4UkV . 150 Hu, PS, Bd, CE & 
D 1N 2383 s 16) LG 100 27 10 6KV ß 100 6kV . 150 Hu,PS, Bd, CE& 
D 1N 2384 Ss 16) LG 100 27 10 8KV : 70 8kKV . 150 Hu,PS, Bd, CE& 
D 1N 2385 s 16) LG 100 39 10 10kV F 70 10kV. 150 Hu,PS, Bd, CE & 
DiN G Dh’44) n s Hu 


Transistoren IN 2387...1 N 2523 


3 ls Is ls 
Ab |Fo |Awilr fmax| Bemerkungen 
mA x 
zZ. alnml wa z ; : 8), Ers: 1 N4751 A 


14) LG i 2 : „STE IR 
16) LG 1,5A : By Se IT, 


16) LG 1,5A a IT, 
16) LG 1,5A . 05%, IT 


16) LG 1,5A . . . IT 
16) LG 1,5A F 0 . . IT 


1N 2416 


1N 2417 
bis 
1N 2425 
1N 2426 
bis 
1N 2435 


1N 2436 
bis 

1 N 2445 
1N 2446 
bis 

1N 2457 
1 N 2458 
bis 

1N 2469 
1N 2482 


1 N 2483 
1 N 2484 
1 N 2485 


16) LG 1,5A . . . IT 
16) LG 1,5A = . . IT 


16) LG 1,5A . . IT 
GkK’LG . S . 5 s IT 


Gk’LG Fe r - . IT 
Gk’LG . PT er! f ; . IT 


Gk’'LG . B . . IT 
LG . 0 JT 12); R: 13), Tr 


IT 12); R: 13), Tr 
JT 12); R: 13) 


JT 12); R: 13) 
ST, Sy, Tr — 1 N 4003 


ST, Sy, Tr 2.1 N 400% 
ST. Sy, Tr 1 N 4005 
ST, Tr. 1N 4003 


ST, Tr 2 1N 4005 


ST,JR 
Bd, Dn, NA, Sn, Tr 


Bd, Dn, NA, Sn, Tr 
Tx 51); R:12), Hf & 


Tx 51); R: 12), Hf & 
Tx 51); R: 12), Hi & 
Bd, Dn, DS, NA& 


Bd, Dn, DS, NA & 


Bd, Dn, DS, NA & 
Tr, Bd, Dn, DS & 
Tr, Bd, Dn, DS & 
Tr, Bd, Dn, DS & 
MA 


ygowmvumnuu vwwunun vun wwmnmwn mu vu nu vn vun mn nu wmu 


Sy 

; : Ry 12), Bd, Gl & 
1N 2512 R H , Ry 13) 

bis 

1N 2517 h 1,1 F ; Ry 12), Bd, Gl & 


1 N 2517 R s 11 \ 2 Ry 13) 

1 N 2518 F 3 : Ry, Bd, SJ 
bis 

1 N 2523 A . Ry, Bd, SJ 


z 
z 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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1N 2524...1 N 2724 Dioden und 
n 2 Jia 15 


Bemerkungen 


Bd, SJ 


1N 2534 Gp’ LG 2,5A . . . Bd, SJ 


1 N 2535 Gp’ LG 2,5A . . . Bd, 5) 
bis 

1N 2545 Gp’LG 2,5A . P r Bd, S) 
ıN 2546 Gp’ LG 2,5A . E . Bd, S) 
bis 

1N 2556 Gp’LG 2,5A . Bd, SJ 
1N 2557 Gp’LG 6A . Bd 
bis 

1N 2560 Gp’LG 6A . . . Bd 
1N 2561 Gp’LG 6A . . Bd 
bis 

ıN 2564 Gp’LG 6A . . . Bd 


1 N 2565 Gp’LG 6A A . Hu, Bd 
bis 
1 N 2575 Gp’LG . . Hu, Bd 
1N 2576 Gp’LG . n Hu, Bd 
bis 
1N 2586 Gp’LG Hu, Bd 


1 N 2587 Gp’LG 1 . . Bd 

bis 

1 N 2597 Gp’ LG . Bd 

1 N 2598 Gp’LG . . Bd 

bis 

1 N 2608 Gp’LG . . Bd 

1 N 2609 FG 2 ; 150 Tx, Tr, Sc 


1N 2610 Eg’ G 5 R 175 Mo, SI, Sm, Tx, GE 
bis i 

1N 2517 Eg’ G Fi a . 175 Mo, SI, Sm, Tx, Tr 
1N 2620 Eg’ ZR . . . . 0,01 Mo, Dk; 50 0d. 51) 


is 
N2624B Eg’ ZR . EL Her 0,0005 Mo, Dk; 50 od. 51) 


N 2627 Dh’ 44) 
N 2628 Dh’ 44) 
N 2629 Dh’ 44) 
N 2630 14) G 
N 2631 14) G 


GJ, JR, LT, Sc 
GJ, JR, LT, Sc 


Röhren- | 
N 2632 14) G -, ersalz- . . . GJ,JR, LT, Sc 
N 2633 14) G -[ systeme . . . GJ, IR, LT, Sc 
N 2635 14) G ° . . . IR, LT, Sc 

14) G 25; . . . GJ, JR, LT, Sc 


16) 52) . . IR 


wa ana aaa ser 


16) 52) 15,6 800 4800 . . . IR 
16) 53) 1,3 300 100 . . IR 


16) 53) 5,6 800 1600 . . . IR 
16) 54) 1,3 300 100 . . P IR 


16) 54) 2,6 300 800 . . IR 
16) 55) 1,2 200 100 am: . IR 


16) 55) 7,8 800 2400 . . IR 


Transistoren IN 2725...1 N 2968 


1N 2725 
bis 

1 N 2739 
1N 2740 
bis 

1N 2749 
1N 2750 
bis 

1 N 2764 
1 N 2765 
bis 

1 N 2770A 


1N 2771 
1N 2772 
bis 

1 N 2781 
1N 2782 


1 N 2783 
1 N 2784 
bis 

1 N 2789 


1N 2790 
1 N 2791 
1N 2792 
1 N 2793 
bis 

1 N 2800 


1 N 2801 
1N 2804, B 
bis 

1N 2846, B 
1 N 2847 
bis 

1N 2852 


1 N 2858, A 
bis 

1N 2864, A 
1 N 2865 
1N 2866 


1N 2867 
1N 2868 
1 N 2878 
bis 

1N 25 


IR, #1N4NO 


56) 3A . . . . IR 
57) 3,6A . . . . IR 


57) 3,6A ; : : AR 
56) 3A e ; : AR 


56) 3A . . . . IR 
RZ. en . 0,005 PS, Dk, WS, Mo 


0,0025 PS, Dk, WS, Mo 


MA 
Bd 


Bd 
62) 


+ 10%, # 1N 300 A 
Sn 


Sn 
Era NG . . . ZE 
0,8 12nA 200 « . “ er DS, WS 
" = ü 2 . . Pi 
1,25 5mA 50 - 5 GJ,Ry, Tr; -R: 13) 


1,25 5mA 400 Ri . GIJ,Ry, Tr; -R: 13) 


U5 0,3610 20 7 . 20 . . WE 
LZ a. 1850 6,8 . Mo, Hf, Tr 
bis 
LZ.. SM. 65 200 . Mo, Hf, Tr 
LG 1,5A 0,65400 100 5 1,5A 100 . GE, Bd,Tr 
bis 
LG 1,5A 0,65 300 600 B 1,5A 600 . GE, Bd, Tr 
GU 750 1,2 400 50 5 C . RC, Bd, Ry, SJ, Tr 


GU 750 . P . RC, Bd, Ry, SJ, Tr 
LG 1A 1 . . . . CC, DS, SJ 
LG 1A « . . . CC, DS, $SJ 


LG 500 > i ri. Bos35ı 
LG 500 . 5 DS, 5) 
G 250 Ä e 00 . Tx,G) 


G 250 . . . Tx,GJ 


Sy 
» r . . . s . Sy 
35nA 475 . Al Hf 40 pF 


30 500 . . Hf 1200 pF 
Lm’ 55 «0,1 350 
Lm’55 1 « 0,15350 
Lm’55 4,7 . 0,6 350 
Lzu, Se 


Lz 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ 
zZ 
D 
D 
D 
D 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
z 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
E 

E 

E 

13 

13 

zZ 
zZ 


n voo0 v vom u mw vun nu mn vn on vgwu u vn wu vg u vn nu mn u“ 


203 


1 N 2969...1 N 3125 Dioden un: 


15 


Bemerkungen 


E 1N 2969 GPL EZTT E 8 e GE 25 pF 
E 1N29%9A G . 65 22 . 048. . 3 8 . . GE 15 pF 
zZ 1N2970,B SS Gp LZ 2A 15. . 10W 370 6,8 1,2 h Mo, NA 8) # Tx,Cs 
bis bis Sc, JR 
Z 1N3004,B Sd Gp LZ 2A 1,5 F 10Ww 28 9 35 F Mo, NA 8), SS # Tx 
Z 1N3005,B SI Gp IZ 2A 15. . 10W 25 100 40 ß Mo, SS # Tx, Hf, Cs 
bis bis JR 13), - R: 12) 
Z 1N3015,B Sd Gp LZ 2A 15. 10W 12 200 30 . Mo,SS # Tx, Hi, T 
Z 1N3016B S Ber tz. < Fe 1Ww 37° 68 35 . Mo, NA 8) # Tx,Co 
Z 1N3017B S Be’ LZ . Minis 1Ww 4 75 4 Mo # Tx, Hf,Co 
Z 1N3018B S Be WE 1w 3 82 45 . Mo # Tx, Hf,Co 
Z 1N3019B S FR SE: Pr a 1Ww 238 91 5 . Mo # Tx, Hf, Co, Tr 
Z1IN3MOB S BErIEZ Se 3 1Ww 23.10 2 Mo, AS 7) # Tx, Hf 
bis bis 
Z 1N3051B $S Be Lz. ae 1W 1,2 200 1500 . Mo, AS 7) # Tx, Hf 
D 1N 3052 s 16) LG 100 70 200 12kV . 100 12kV . 175 Hu,PS, Bd 
bis bis 
D 1N 3061 5 16) LG 100 125 200 30kV . 100 30kV 175 Hu,Ps, Bd 
D 1N 3062 SP Ct sX 20 1 0,150 250 . 75 I . Fd 1 pF,GE,Co,Tr 
D 1N 3063 SP Ct sX 10 0,850,1 50 250 75 50 2ns 200 Fd,GE2pF,Al,GE 
D 1N 3064 Ss Ec XU 10 1 0,1 50 250 so 10 4us 200 Tx 7), Fd, CD,Ry,Tr 
D 1N 3065 SP Cu sX 20 10,150 250 75 50 2ns 200 Fd1,5pF,Ry,GE 
D 1N 3066 SP Ef sX 10 10,150 250 75 Ins Fd 1 pF, GE, Tr 
D 1N 3067 SPC US 1 0,120 250 50 20 2ns 200 Fd4pF,Ry,Hu, 
D 1N 3068 SP :Cu U 5 10,1 20 250 75 20 50ns 200 Fd6pF,Ry, GE, GE 
D 1N 3069 SP Cu U 50 1 0,150 250 75 50 50ns 200 Fd6pF,Ry,Tr,DS 
D 1N 3070 SP Cv nU 109 1 0,1 150 250 . 100 50ns . Fd 5 pF, Co, Tr,DS 
D iN 3071 SP Cv nV 100 1 0,1 150 250 . 200 75ns . FdSpF,Tr, DS 
D 1N 3072 Ss Fh G 500 151 50 . 200 50 . ü Tr 
bis bis 
D 1N 3081 Ss Fh’ G 500 1,5 1 600 . 200 600 . . Tr 
D 1N 3082 5 FfhG 750 1 5 200 . 500 200 . . Tr 
D 1N 3083 5 FhG 750 1 5 400 . 500 400 . . Te 
D 1N 3084 Ss FhG 750 1 5 600 . 500 600 . . Ir 
D 1N 3085 s Gk’LG 100A 0,6540mA 100 . . 100 ik 200 JR 
bis bis 
D 1N 3091 s Gk'’LG 20A 0,6240mA 80 . . 800 ik 200 JR 
D 1N 3097 Gb Ef nU 1,5 0,5 250 40 . 3; #01. > 100 Sy 
Z 1N 3098 s LZ’ . 8 1W . 100 . . CC, DK, SJ 
bis bis 
Z 1N 3101 Ss ra PET 1Ww . 180 . . CC, DK, SJ 
Z 1N3102 Ss [Br SE hr 10W . 110 . . s 
bis bis 
Z 1N 3105 Ss | . . 10W . 200 . ö Ss) 
D 1N 3106 Ss 16) G 1A 1 10 800 800 cc, SJ 
D 1N 3107 Ss 16) G 1A 1 10 1200 1200 cc, S) 
D 1N 3108 Ss 16) G 500 1 50 800 800 sJ 
D 1N 3109 Ss 16) G 500 2,5 50 1200 r 1500 . s 
D 1N 3110 G vUuUs5 0,4520 8 80 . 8 . . Tr 
E 1N 3118 A  Lm 160 10 0,9 1,1 5 10 GE 20 pF 
D 1N 3121 G Cp U 150 0744 10 30 50 90  Ry 
D 1N 3122 G CauU 10 0,343 10 . 30 20 . 90  Ry 
D 1N 3123 Sr Tele: #10 ER A . 40 Ans . DS, WS 
D 1N 3124 SP ET U 20 1 0,140 125 50 40 in . DS, WS, GE 
D 1N 3125 Gb Cru 5 0,5 100 40 5 300 40 . 90 Sy 


Transistoren 


1N 3149, A 


N 3154, A 
is 
1N 3157, A 
1N3161,R S 


bis 
1N 3174, RAS 


1 
1 
1 
1N 3153 
1 
b 


1N3171A Sa 


bıs 
IN3174A Sa 
1N 3182 G 


1N 3199 
bis 
1N 3202 


1 N 3203 
1 N 3205 
1 N 3206 
1 N 3207 
1N 3208, R 


s 
Ss 
Ss 
G 
s 
1N 319% S 
Ss 
Ss 
G 
5 
S 


P 


1 N 3237 
bis 


Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
Ss 
IN 3218,A G 
G 
s 
Ss 
Ss 
1N 3245 S 


HA |V/- 


10 


Ur Ip |Us,/B IN 


mw 


1 N 3128...1 N 3245 


Bemerkungen 


1,55 30mA 50 


1,55 30mA 200 
100 1 20 10 80 
10 22 £ 
100 27 250mA . . 
100 1110 2 250 
100) 111 2 250 
5 Ä 200 

400 

240A 1,3 50mA 50 
240A 1,9 50mA . 
240A 1,9 16mA 700 
240A 1,9 16mA 1000 . 
; BE 183 
750 1 5 200 
750 1 5 400 
750 15 600 
100 1 10 200 
1A 1,2 10 200 
1A 1,2 10 800 
35 0550 25 
10 15 150 
150 1 100 60 250 
“oA 1,5 1 50 : 
“0A 1,5 1 400 
15A 1,5 1mA 500 
15A 1,5 1mA 600 
1.” 0130,35 
10 1,5 
12,5A 3,3 500 100 
12,5A 3,3 500 2000 
15A 2,2 500 50 


15A 2,2 


500 1500 


15 
15 


i Wh 


200 
200 
0,01 


i Wh 


RC < 15 pF 
RC < 20 pF 
RC < 25 pF 
RC < 30 pF 


Sy 35): 1 N 3778 
DS 

GE 90 pF; -A: 50 pF 
GE 150 pF 


WE 35) 
Mo, Hf, Tr, Cs, Sc, IR 


0,001 Mo, Hf, Tr, Cs, Sc, IR 


125 
125 


150 
150 
150 


Wh, -R: 35) 
Wh, -R: 35) 
Wh 


Wh 
Am 33 pF 


Tx, Mo, Tr, GE [Eg’] 
Tx, Mo, Tr, GE, GJ I 
Tx, Mo, GJ, GE [Eg’] 
WE 

RC, SI, Tr 


RC, SI, Tr 


+0,005Tr+0,4 V.5V3173 


bis 


+ 0,001 Tr +0,4V.2.5V3176 


300ns - 


ins 
6ns 


20 
15 8 
1 8 
. 7200 
5,5 
. 5,5 
10 84 
10 84 
240A 50 
bis 
240A 1000 . 
240A 600 
bis 
240A 1000 
20 
1A 200 
1A 400 
1A 600 
5,8A 200 
750 200 
bis 
500 800 
10 84 
10 84 
20 40 
100 
. 50 
15A 50 
bis 
15A 400 
15A 500 
15A 600 
. 8 
8 
100 
bis 
2000 
50 
bis 
1500 


175 
175 


175 
175 


GE, DS 

Mo, Wh, -R: 35), Tr 
Mo, Wh, -R: 35), Tr 
GE, Tr, Mo 
GE, Tr, Mo 
GE 7 pF;-A: 
GE 0,3 nH 
Bd 


4pF 


Bd 
Bd 
Bd 


205 


1N 3246...1 N 3534 Dioden unı 
15 


Bemerkungen 


Bd 


ZZU I ZZZLZ A2EN GE 


Bd 
Tr, RC 
Tr, RC 


Tr, RC 

Tr, RC 

PS, Tr, DS 
. 100 ins . PS, Tr, DS 
160A >50/1600 125 Wh,-R:35) 


750 200 . ° Dd4) rt = DI-52 
bis bis 
750 1000 . . Dd 4) go = DI-510 
100 1000 . 150 Mo,Cs,Sc 
bis 
100 3000 . 150 Mo, Cs, Sc 


. 6 Ins . Hu 
1N 3288 A . 100A 100 2,6 5 2001| WB 
bis bis 
1N 23296 A . . 100A 1200 2,6 ;ıs 2001| WB 


1N 3288, R »& . . . 100A 100 . 200 GE, Wh, -R: 35) 
bis 
1N 3295, R . . . 200 GE, Wh, -R: 35) 
. . 200ns . DS7pF 
80ns 175 WEI) 


70ns 175 WEI) 
60ns 175 WEI) 
60ns 175 WEI) 
50ns 175 WEI) 


0,2 . Mo 50), Tr, Sc # Cs 


agasga Asasa sascg- 


E 5 100 a Mo 50), Tr, Sc # Cs 
20 45 . G 

15 30 . GJ,Tr 

15 10 . . Hu, GJ, Tr 


60 10 

15 20 

30 20 . Tr 

0,02 20 [250] WE 3 pF, DS 
- - . GI 51) 


0,3551 10 . DS 1,2 pF 

r - - z 175 G) 50,4-61, 6pF 
0,7 10mA 50 . . 150 

0,7 10mA 10 . . 150 

0,7 8mA 200 . . 150 


0,7 6mA 300 . . 150 
0,6 1imA 280 . . j Mo 72) 13), R: 12) 
5 F H +0,005 Tr, JR 
b 
+0,01 Tr, JR 
+0,001 Tr + 0,15 V 


#:0,0005 Tr 
= Tr +5% 


u vu vu wwo wunun voooo Dodo“ 


Transistoren 1N 3539 ...1 N 3729 


fmox | Bemerkungen 


ma IV |uAlV/- °C 
r T Io 

D 1393 S LI 31) 47nA0,6 0,47 0,2 

15 
D 1N3S43 A S LI 31) 1 0,7 10 02 . . 04. . Hf 100 pF 
D RE Ss Cn G 600 1 75 100 . 600 100 . 200 GE 

is bis 
D 1N 3549 Ss Cn G 600 1 75 600 . 600 600 . 200 GE 
D 1N 3563 SP Kr’ G 300 1,2 200 1000 . 300 1000 . 100 RC 
D 1N 3566 Ss Gi GG. R = ß . 1A 800 . . Tr 
D 1N 3567 Sd $Sx nX 100 1 0,0550 150 600 50 ans . PS2 pF,DS 
D 1N 3569 Ss LG 3,5A 0,5 400 100 s 3,5A 10 . 165 GE 

bis bis 
D 1N 3574 S . LG 3,5A 0,5 400 600 . 3,5A 600 . 165 GE 
D 1N3575 S Ec U 100 1 0,75nA 60 250 . 600 . . Tx, DS 

bis bis 
D 1N 3579 5 Ece U 100 1 0,75nA 275 250 . 275, = . Tx, DS 
Z 1N3580 S BR . N 750 2,5:.0117.525 0,01 Mo 

bis bıs 
Z ıN3582B S Bee RR, > ar = 750 75 11,7 25 0,002 Mo 
D ı1N 359 Gb Ef sX 2 0,354 3 . 50 25 70ns [100] Cs, # Hu + 0,58V, GJ 
D 1N 3593 S Cwx 10 1 25nA 10 . . 40 10ns . Tx, DS 
D 1N 3595 SP . ns 200 1 _1nA 125 500 150 125 3us 200} Cs,# Fd7)8pF 
D 1N 3600 SP El ns 200 1 0,150 500 . 50 An . Fd 7)2,5 pF, GE, Co 
D 1N 3604 SP Ef sX 50 1 0,0550 250 41157 79. 2u208°- „u GE, Tr, In 
D 1N 3604 S cv sH 50 <1 0,05 50 500 150 50 2ns 150 Ss + 0,58 V, In, Tf 
D 1N 3605 SP Cs 10 0,8 50 30 250 50 40 4ns 200 GE,Sy <2pF,Tr 
D 1N 3606 SB. Ef 5 10 0,8 0,05 50 250 115 75 2ns 150 GE2PpF,Tr 
D 1 N 3607 SP E U 50 1 0,0550 150 11aL 79: Sans; = GE2pF,SD 
D 1N 3608 SE. Er :5. 4 10 0,8 0,05 30 150 115 40 ns 150 GE2PpF,SD 
D 1N 3609 se Ef 30 10 0,8 0,0550 150 115 75 2ns 150 GE?2PpF 
D 1N 3628 5 SG K,.  .; q F RE 175 GJ 47.53 pF 62) 
D 1N 3639 5 Ego’ G 750 0,6 10 200 . 750 20 . 100 GE,Tr 
D 1N 3640 Ss Ego’ G 750 0, 10 400 . 750 400 . 100 GE,Tr 
D 1N 3641 5 Eg’ G 750 0,6 10 600 . 750 60 . 100 GE,Tr 
D 1N 3642 5 Eg’ G 500 0,6 10 800 . 500 80 . 100 GE,Tr 
D 1N 3649 Ss GL, GM1A 1,1 5 800 . 1A 800 . 150 Wh,Tx 
D 1N 3650 5 G_G 1A 1,1 5 1000 . 1A 1000 . 150 Wh,Tx 
D 1N 3653 SP Cv U 400 1 25nA75 250 . 100 ins . Tr, DS = DW 120 
D 1N 3654 SP. Cr s so 1 25nA 75 . . 100 4ns - DS = DW 130 
D 1N 3659 s 16) LG .» ... 5mA . 30A 50 . 175 TS 

bis bis 
D 1N 3665 Ss 16) LG . » _ 2mA. . 30A 600 . 175 TS 
D 1N 3666 G CvsX 200 0,5 25 50 80 50 80 300ns [100] GJ, Tr 7) 
D IN3670A S -» LG 12A 0,55900 700 . 12A 70 . 200 GE 
DIN3STMIA S LG 12A 0,55800 800 “ 12A 800 . 200 GE 
D1IN3ENA S LG 12A 0,55700 900 . 12A 90 . 200 GE 
D1IN36T3A 5 LG 12A 0,55 600 1000 . 12A 1000 . 200 GE 
Z 1N 3675 SP ICE Zi 100 ME. RR 750 18,5 688 45 49 Mo50) 

bis bis 
Z 1N 3703 SP Cr z2 6 20 Fee 750 1,3 100 500 72 Mo50) 
E 1N3712 G 65 1 0,18. . 4 5 . . GE 10 pF; 2. TD-1 

bis bis bis bis 
E 1N 3721 G “65 22 «. .3,10. 5 1 7 . . GE 100 pF; .2. TD-5 A 
D 1N 3728 Ss <q U 10 0,75 5nA 20 250 200 400 . 200 Ry,Rh .. RD 250 
D 1N 3729 Ss Cars5 5 1 0,1 500 . 100 600 . 200 Ry, .2. RD 500 


207 


1 N 3730...1 N 3988 


1 N 3730 
1 N 3731 
1 N 3736 
bis 

1N 3742 
1 N 3748 
bis 

1 N 3752 
1 N 3753 
1N 3754 


1 N 3755 


aaa 


ov omunmu vw vwo von u 
o 


vu 


s 


1 N 3899 
bis 
1 N 3903 
1 N 3909 
bis 
1N 3913 


1 N 3938 


vo vn mw nun vu 


LG 250A 
LG 250A 


Dioden un 
15 
Bemerkungen 


0,4 16mA 200 


0,6 10mA 700 
0,65 10mA 800 
0,65 10mA 900 
0,65 10mA 1000 


50 
3mA 50 


400 
so 


400 
50 


1,4 


1,4 3mA 
1,1. 

Ile 
1,4 5mA 
1,4 5mA 
1,12 3mA 


400 


50 18W 


1,12 3mA 
1,22. 


400 
50 


18W 
23W 


1,22. 
1,2 


400 
50 


400 
200 


23W 
soWw 


1,2 
1,1. 200 


50W 
2,5W 


1,1 200 1000 2,5W 


1.2 500 800 


200 100 
250A 200 
bis 


Ry, .2- Rh: RD 750 
Sy2pF 
GE 


GE 
Dd 4) rt; = DI-42 


Ins 


Dd 4) go; = DI-410 


Dd 4) rt; = DI-72 
Dd 4) go; = DI.710 


4Ons [100] GJ 
. 140 Wh 
2,7 0,04 Mo 50) 
bis 

1000 0,1 Mo 50) 


—0,075 Mo 51) 
10,045 Mo 51) 
GE%4pF 
Tr 
Tr 
Wh, WB # Hf,Cs 


Tr, Mo, Ss, Sc 
12), - R: 13) 


Tr 


200ns 140 


200ns 140 
200ns . 


200ns . Tr 

200ns 140 \R, WB # Hf,Cs 
Tr, Mo, Ss, Sc 

12), - R: 13) 


Wh, WB, Tr, Ss 
Cs, Sc 

Wh, WB, Tr, Ss 
Wh, WB, Tr 
Cs, Sc 

Wh, WB,Tr 


Cs 12) 78) 


200ns 140 
200ns 100 
200ns 100 
200ns 100 
200ns 100 
175j 

Cs 12) 78) 
G)J 18-22 pF 62) 
GJ 63-80 pF 62) 


GJ 56-84 pF 62) 
Sc 


Transistoren 1N 3990...1 N 4370,A 


Bemerkungen 


. Sc 


1 N 3990 . « 
LZ 2A 1,5 100 0,5 10W 6&0 39 2 . Mo 51) 


1 N 3993 Sa GI 


bis bis bis bis 

1 N 4000 Sa GI LZ 2A 1,5 10 3 10W 335 7,5 1,3 . Mo 51) 

1 N 4001 Ss cv G 1A 1,110 50 . 1A 50 30us 175 Mo; In # Tf[Sz], 
bis bis Eb, Cs, Tr, Tx 
1 N 4007 Ss cv G 1A 1,1 10 1000 . 1A 1000 304s 175 Ic, [Cz] 

1 N 4008 G Cv sX 10 0,5 100 20 80 >50 25 70ns tee] G 

1 N 4009 SP: Ef; 04-30 1 08.28 250 1152.35: 42ns GE 4 pF # In, Tf, Va 
1 N 4043 SP E U 30 0,1 25 150 115 35 Ins . GE4pF 

IN 4044 Ss -» LG 275A 1. 3515mA 50 . 275A50 . 120 Wh 

bis bis 

1N 4056 s LG 275A 1,3515mA 1000 . 275A 1000 . 120 Wh 

1N4059,A S er a ar a . 85 16,8 30 . Sc+5% 

bis 50 bis 45 

1N4065,A S x tızi; Dec s 40 33 55 . Sc+5% 

1 N 4087 SP cv U 30 0,975 0,09 50 250 . 50 300 . Tr 

1N 4090 G rM 2 01 02 05 . . » . GE 31) 

1N 4092 Sa cv U.5 1 1 10 250 . ‘0. . Tr 

1 N 4099 Ss Ef rz 20 1 10 5,17 250 0,25 6,8 200 Mo + 5%, Tr, Sc 
bis bis bis 

1N4135 Ss EZ 20 1 001 76 250 0,25 100 1500 . Mo + 5%, Tr 
1N 4139 Ss c_G 3A 1,2 25 50 . 3A: 50 . sD 

bis bis 

IN 4143 5 GC @H3A 12 25 60 . 3A 600 


914; In, Tf 
916; TI, Tr 
3600,Tr#Co 
3604; In, Tf 


1N 4148 SP <CzU 10 1 25nA 20 500 75 9 ns 
1N 4149 sP EM UV .to 1 25nA 20 500 110 100 Ans 
1N 4150 SP Ei“ Us 200,1 0,1 50 500 200 50 6ns 
1N 4151 SP <CzsX 50 1 5 75 500 150 60 ?2ns 
1N 4152 SP Cz sH 10 0,75 0,05 30 500 150 30 2ns 
1 0, 


NO 00 D0000 000 00 ON N 0000 00000 O0 ON N 000N N DO 00 000 ON NO 


7 3605: Ti & 
N 4153 SP Cz sH 10 ‚75 0,05 50 500 150 50 ns 3606; Tf & 
IN 4154 SP <CzU 30 1 01 25 500 25 20 Ans 4009; In, T 
1N 4156 SP. WiEl, 220,1 1mV 0,5 20 400 . 0 » 
1N4157 sp ıEh 201 1,6m 0,5 20 400 . 30 » 
1N4158,A,BSd CI UZ 500 1 150 10 1W 377 68 35 0,04 Tx50), Co 50), Sc 
bis bis bis bis 
1N4193,A,BSd Ci UZ 500 1 5 5 1W 1,2 200 1500 0,09 Tx 50), Co 50), Sc, GJ 
1N 4245 s Cı G A 1 20 . 1A 20 . e MS 62) 
bis bis bis 
1N 4249 5 (ur i 1 1000 . 1A 1000 . . MS 62) 
1N 4250 Ss CI G 500 2 10mA 800 500 80 . 160 GJ 
bis 
G 250 4,8 10mA 3000 . 250 3000 . 160 GI 
U 10 0,85 0,1 50 500 . 75 2ns 150 GE2PpF = 1N 3063 
DP 10 0,7 0,05 50 . . dS3 4% 150 GE = MP-1 
Da 10 0,7 0,05 50 . . 75455 150 GE = MQ-1 
U 200 1 01 75 250 . 100 Ans . Tr2pF 
U 40 1 0,1 30 250 . 50 Ans . Tr4pF 
U 40 1 0,150 250 . 7Suansıı » Tr&pF 
U 300 1 01 75 250 . 100 Ins . Tr2pF 
U 200 1 0,1 100 250 . 150 Ans . Tr2pF 
G. 750 1.181 10 . 750 10 . . Tx 
bis bis 
G 600 . 750 600 Tx 
zZ Hf 50), Tr, Mo, JR 


14 KTT 209 


1 N 4371,A...1N 4822 Dioden und 
5 I6 


7 18 |9 [10 12 
Aue Ur Is Us|B IN \Imas Umax 
ma |V |uAlV- mW ma |V 
r =T 


| 15 


Bemerkungen 


z Ss Eu zZ 20a size 1 400 20: #2,7: 30 Hf 50), Tr, Mo, JR 
zZ Ss Cu Z 200 74:5°,507 1 400 20 3,0 30 F Hf 50) ‚Tr 7), Mo, IR 
D Fe G 500 1,5 300 1500 . 750 1500 . 50 Tx 
D Ss cc G 1A 1 10mA 20 . 1A 20 . 175 GJ,Tr, In, Sc 
D Ss CI G 1A 1 10mA 400 . 1A 40 . 175 GJ,Tr, In, Sc 
D s cl G 1A 1 10mA 60 . 1A 600 . 175 GIJ,Tr, In, Sc 
E Dw 75 0,1 08 35nA 475 . 10 238 [5] . Hf4OpF 
E Dw 7510 0928 50 . 1 36 (5) .  Hf200pF 
zZ Ss Cm’ zZ 1Ww B 33% Dd 50) 
bis 
Zu S Cm’Zz . aha a 1W r 20 . . Dd 50) 
D S BG = se - 200 10A 140, . JG 56) 
D 5 32) :G 400 10A 280 . JG 56) 
DiN s n)G 2 600 10A 400. . JG 56) 
D 1Ndıss Ss CA sH 100 1 0,05 50 500 225 70—- 7n . Tx 
D 1IN4LE SP <CzsH 20 1-5 75 500 150 90 4ns 1755 In IN 94A, # Ti 
D 1N4447 SP <CzsH 2 1 25nA 10 440 150 75 4ns 200, TI I 
D 1N444E SP <CzsH5 0,75 75 500 150 90 4ns 175j In. 1N914B, # Ti 
D 1N4449 Ss <CzsH 30 1 25nA 20 440 150 75 4ns 175j Tf2pF 
D 1N44S5L SP CA sH 10 ı 701° SO 500 150 50 2ns 175j SG, Tx, Cs + 1N30&% 
Z IN 4460 Ssö; BA zZ; AD 3,72 150 40 62 4 0,02 Hf + 5% 
bis bis 
Z 1N4LH Si BAZ . - 0,05 160 1500 1,2 200 1500 0,1 Hf + 5% 
Z .1ıN4501 S CAR . . . 10 7 10 +0,2Tr + 0,4V 
D 1N4502 GI „Cr 083 0,3 10 6 80 so 20 , [110] GJ 
D 1N4531 S BD sH 10 1 25nA 20 500 5 5 ns , Tx 
ıD 1N4532 Ss BD sH 10 1 01. 50 500 75 75 2ın Tx 
D 1N4533 s BD sH 10 0,81 0,05 30 500 735 75 In Tx 
D 1iN4534 s BD sH 10 0,81 0,05 50 500 75’ 750 20 + Tx 
D 1N4536 s BD sH 30 101 235 500 73° 25: ans 3 Tx 
Z 1N4565,A S CorR05 64 . v . 05 64 200 0,01 JR + 5% 
Z 1N4566,A S Ga 'I5R 05, 6 5 R B 05 64 200 0,005 IR + 5% 
Z 1N4570,A S Co Rı’ 1 64 . e “ 1 6,4 100 0,01 IR + 5% 
bis bis 
Z 1N4SITW,A S Co Rr 1 6,4 ® 1 6,4 100 0,0005 IR + 5% 
D 1N4585 Ss CI G 1A 1 10mA 80 . 600 800 . 175 GJ, Tr, Jn, Sc 
D 1N4586 S cl G 1A 1 10mA 1000 . 600 1000 . 175 GJ,Tr, In, Sc 
D 1N4587 s Mc G 300A 1,25. . s 150A 100 2,6 ıs 2001 WB 
bis bis 
D 1N45% Ss Mc G 300A 1,25. * B 150A 1400 2,6 .ıs 200} WB 
D 1N 4607 5 CA sH 400 1,1 0,1 50 500 450 70 15n . Tx 
D 1N4719 5 Fd’ LG 3A 1 1500 50 . 3RY 30”: . Tr 
bis bis 
D ı1N4n5 Ss Fd’ LG 3A 1 1500 1000 . 3A 1000 . . Tr 
D ı1N4n77 s CA sH 10 0,8501 20 500 225 20 40ns . Tx 
Z 1N4n8 s x ZUM ., 100 = 1W 7 33 10 -0,075 JR 51) 
bis bis bis bis bis bis bis 
Z 1N4735 s cz Z 146 10 3 1W 4 62 2 +0,035)R 51) 
bis bis bis bis bis bis bis 
Z 1N4764 s Cz Zu. - 5 76 1Ww 25 100 350 0,09 IJRS1) 
D 1N4785 Gd Mı sC 7A 0,7150 10 . 7A 20 . 85j| RC 
D 1N4816 s G 15AZ.: > 50 15A 50 . . SD 62) 
bis bis 
D s 60 . 1,5A 600 . . SD 62) 
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Transistoren 1N 4831...1 P 649 


Imax|Bemerkungen 
2C 


1N 4831... cı 
bis 

1N 4860... 
1N 4865 
bis 

1N 4887 
1N 4890 
bis 

1 N 4895A 
1 N 4933 
bis 

1N 4937 


1 N 5054 
1 N 5055 


cı UC 
16) G 


16) G 
cv 


150 1000 0,11 Tx 50) 
1,5kKV. F IR 
bis 

75kKV. ‘ 
6,35 10 


1250 1,32270 1,5 KV 
bis bis 


1250 66 270 75kV IR 


cv 
cv 


6,35 10 + 
50 200ns. 
bis 

600 200ns . 


1000 . 
100 


JG 78) =. 1 N 4003 
JG 78) 1 N 4004 
JG 78) =, 1 N 4005 


JG 78) =, 1 N 4006 
MT +5% 6) 
MT +5% 62) 
Hf?2pF 


30G 0,8ns Cs, MB 45) 7 = 50% 
30G 0,8ns Cs, MB 45) n = 50%, 
80G 250ps Cs, MB 45) 7 > 50% 
150G O,1ns Cs,MB45)n = 38,5% 


175 RC 12) 97) 


RC 12) 97) 
RC 12) 47) 97) 


RC 12) 47) 97) 


In 


wB 


6,8 
bis 
400 
75 


75 
75 
35 
20 


140= . 
bis 
280 . 
WIOm . 
bis 
560 


30 
50 
bis 


<1 


100 0,8910 


wwnu vun vn wwwun vun u vu vu vu 


ou 
a 


1A 


750 
1A 


750 


so 
1,5A 


175 
175 


ou 
a 


175 


0,7ns 150j 
600ns 170j 


u 
a 


wu 
vo 


1 N 5399 


1 N 5400 
bis 

1 N 5408 
1 N 5411 


1 N 5729B 
bis 

1 N 5757B 
1 P643 
bis 
1P649 


zZ 
zZ 
D 
D 
2 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
y4 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
74 
zZ 
D 
D 


14* 


uo 


1,5A 


3A 
Sa a 5 3A 
+10 -+5+50 +3 


10 092 2 
bis bis 
0,9 0,05 52,5 
50 
bis 
600 


10 
bis 


2 
400 
400 


10 
40 1 5 


40 1 5 


2A +29-.35.. 


1000 600ns 170j 
50 750ns 170j 
bis 

1000 750ns 170j 
100j 
so 
10 
255 
. 150j 
150; 


wB 
G)J),WB 


GJ, WB 
RC 


[-0,2] MB + 5% 
bis 
[+.60]MB + 5% 


In 


In 
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1 S 001...1 S 307 Dioden und 


15 
Bemerkungen 


Tx 
Tx 
TE, 


Hi 
Hi 
Hi 
Hi 0,7 pF 
Hi 


u wvunwmuun nun 
ass un 
KREISEN 85 


© 
on 


[150] Hi 14-26 pF 
100 Tx 


wunsu 


100 Tx 
150 Tx 


150 Tx 4) 9 pF 
N NE 


a 22 
a 
22 39 


NE 
150 Tx4) 9 pF 


150 Tx4)9pF 
150 Tx 4) 

. NE 

150 Tx 4) 

150 Tx 4) 


NE 


1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
b 
1 
| 
1 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
al 
1 
b 


wsuvunuu wnsun 


B NE 
100 Tx 4) bn-or-sw 
100 Tx 4) bn-or-gr 
5 NE 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE 


“ Sa 0,8 pF 
[40] Sa0,8pF 
. | SG 


SG 


300ns 150 Tx 4) 2,7 pF 
300ns 150 Tx 4) 2,7 pF 
300ns 150 Tx 4) 2,7 pF 
4ns [175] NE4 pF 
2,5ns [90) NE 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
> 

> 

> 
po} 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


Transistoren 15 309...1S 850 


15309 

15310 

bis 

15315 

15360 . . 150j NE 38) 

bis 

15363 h . 150j NE 38) 
15401 5 . 150 Tx 12); R: 13) 
bis i 

15405 4 . 150 Tx 12); R: 13) 
15410, R N - 150 Tx12),-R: 13) 
bis i 

15419, R 5 e 150 Tx12),-R: 13) 
15420, R 2 h [175] Tx 12), -R: 13) 
bis i ers. 1 5401 #. 
15427, R . [175] Tx 12), -R: 13) 


15426 v [70] Sa 0,8 pF 
15431 . . NE 

bis 

15440 


zamnan::- 


RER 


= 9=-0>> 
u 


u 


. . . . . . . s. Fotohalbl, 
’ 4 . 1175) NE 4 pF 
1,45 60mA : 250450 . . NE 
bis 
1,45 30mA B . . NE 
0,5 50 . [120] Hi < 1 pF; -S: [Bf] 
[—2,5)Hi + 0,6 V 


4,5] Hi + 4,5 V 
6, NE 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
2 
zZ 
zZ 
D 
D 
D 
D 
D 
je] 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
74 
74 
D 
D 


NE 
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1S 914...1S 5027 


vun vswou 
N 
» 
© 


vu wwmnmuun nwmwvou wvwunsun u 


wsuun wunu vswnuiu vs 
- 
n 
»n 
o° 


152330, A 


15 3006, A 
bis 

15 3200, A 
155015 
bis 
155027 


Cmx 10 
CmxX 10 
<v’ U 200 


cv’ U 200 


<CvsC 30 

<CvsC 100 
<CvsC 100 
Fk’ nG 375 
Fk’ nG 425 


1A 
Fs’ 
Gr 


LG 
LG 


1A 
25A 
Gi’ 


LG 25A 


75 250 


15.720 
1,05 6nA 50 
1,05 6nA 200 
101 30 
1.01 50 
1 a0. 75 
0,5 300 500 
0,5 300 600 
0,65400 50 
0,65300 600 
350 70 
350 70 
350 70 
1,6 20 1000 2kW 
0,58. 15 
0,62. 15 
0.64 . \ 15 
081 90 . 
1,1 10 ° 400 
1,1. 10 1000 
1,6 50 100  mkf: 
1,6 50 600 mKI: 


>GN LG 1500A 1,35 30mA 600 mK : 


>GN LG 1500A 1,3525mA 1800 mKf: 


ck’ XH 20 
Ci VMS5 

Fo G 1A 
$Sz sH 10 


Cr’ sH 100 
Fk’ UG 250 
Fk’ 
cn 
Can R 


UG 250 
Be, 


Can R 
EH 


EH 
Gn 


Gn 


<2,71 30 

0,5 100 0,5 . 

15 1000 500W 

<0,80,1 30 . 

At 30 

0,6 500 50 

0,6 500 1000 . 

. 1mA2 400 
1mA2 400 
bis 
ler! 400 

1,25. 1W 

125. . 1W 
13:3 aw 
10 10 8W 


bis 
SA 600 
700A 600 

bis 
700A 1800 . 


30 


68 2 
bis 
2 200 
15: „5 
bis 

27 5 


Dioden ur 


150 Tx4pF 
150 Tx2pF 
[150] Tx 3,5 pF 


[150] Tx 3,5 pf 


[200] NE 4 pF 
[200] NE 3,5 pF 
[200] NE 3 pF 
150 SG 

150 SG 


170 SG 


SG 
SG 62) 
SG 62) 


[100] NE 20 pF 
[100] NE 15 pF 
[100] NE 10 pF 
175j NE 78) 
[75] NE 


[75] NE 

[75] NE 

[200] Hi 0,75 pF 
Sg. S1A62) 
Sg. S1A82) 
Sg 2 S1A62) 


. Sg - S1IA 82) 
100 Hi 


155 


100 
150; 


Hi 
NE 


150j 
175j 


NE 
NE 


175 NE 


[175] Hi 

85j Sa 

150} NE 78) 

[125] Hi # 1 N 914, BAY 


1175) NE 1,5 pF 
115 SG 


115 SG 
0,07 Tx4) + 5% 


0,07 Tx 4), -A: 51) 
bis 


0,08 Tx 4), -A: 51) 


0,045 Tx, -A: 51) 

bis 

0,12 Tx, -A: 51) 

0,08 Tx 13); R: 12) 
c 


cCaHz 
0,08 Tx 13); R: 12) 
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Transistoren 155015,A,R,C...1,5 / 20 


3 ; | 13), -R: 12) 
bis i i i -A: 51) 
155150,A,C,RS . A | €: 33) 21) 
155030 9 . 0,08 Tx 13); R: 12) 

bis i [EM A e} 
155150 = ; 0,12 Tx 13); R: 12) 
156006,A,R ZU2A 155 ( . , | 13), -R: 12) 
bis -A: 51) 

15 6200, A ZL2A 1,5 . B 


157033 R' . -0,07 Tx +0,75V 51) 
bis 


157150 a . +0,07 Tx +2,5V 51) 
15V 120 . < : x . [120] SG 25-50pF 
15V 130 ü S e s P 1120] SG 25-50pF 
. . . . . . . . . SG Varistoren 
2 mKf: . s . IR. 1 N 537/40 
90yuA/V 90 « . Ss 20) 
. 1W . ST 


1Ww . ST 
1W N i -0,04 JR 58)... 1 N 1518 


1W 0,095JR 58). 1 N 1528 
70 TK4) 


zZ 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
2 
zZ 
7% 
D 
D 
D 
D 
T 

zZ 
zZ 
zZ 
y4 
d 
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2 A...2 G 301 Dioden un: 


15 


Bemerkungen 


! TP 
D 2A 100] Tm 
t 328 Gp Ka’. s R : = E . H . a TP; Ers:2 N 52 
D 2B1A,B..S 16) 56) . an RR mKf: 5A 500 , Ä JIRZ.1N540 
t 2C Gp Kas (2) 7 1mA20dB (100) 8 so 2 50 TP 
T 2CY34 5 ERHO, 78 0.25.60 300 100 32 (0,6) . 62) 
6,4210 Gp Ka’Hs (1) 10 1imA20dB (100) 8 50 (10) 50 TP 
D 2DS 500 Ss 16) GL 2 a a . sAS50 . 100 Lu/Bd 
bis bis 
D 2DS506 S 16) GL 2 SA 400 100 Lu/Bd 
D 2DV400 Ss 16) GL SA 50 Lu/Bd 
bis bis 
D 2DV406 Ss 16) GL . F . . . SA 40 , . Lu/Bd 
t 2E Gp KaU (1) 10 . 20dB (120) 8 50 0,05 50 TP 
D 2e1 Si DrG . , #90, 6 2 200 10 . 100 IR 
D 2E4 Si Dr G 200 1,3 500 400 N 200 400 . 100 JR 
D 2EB Si Ds G 200 2,6 500 800 . 200 800 . 100 JR 
t 2EC72 = E a = R . . Sskm2xO0Cn72 
t 2 EC 308 E E 5 e : R = e a P R Sk. 2x OC 308 
x RIF Gp Ka’s (1) 7 700 2048 (100) 8 so 5 so TP 
«NAFZ e n . s. Fotohalbl. 
D2F4 S ci "GL, A a 5 200 400 . s ST 
1926 Gp Ka’Hs (1) 7 700 20dB (120) 8 so 10 50 TP 
D 2G8 s Fe G 50 1 E 750 200 . 150 Py CV 7027 
t 26101 GM LI vo2 6 60 10 15 (300) 85 Tx 
T 2G101 Ga Li NT20 1 140 100 (13) 2,5 [85] SG 
T 2610 Ga Li NT 20 1 140 100 (13) 2,5 [85] SG 
1 2610 GM LI vo2 6 60 10 15 (300) 8 Tx 
t°2G103 GM Lm sH 10 0 300 50 (15) 300 100j Tx 
t2G10% GM Lm XH 10 [) 300 50 (15) 300 100j Tx 
T 2G108 Ga Li NT 20 1 140 100 (25) 2,5 [85] SG 
T 2G109 Ga Li NT 20 1 140 100 (25) 3,5 [85] SG 
ı 2G110 GM LI HL2 6 600 50 (36) (350) 85 Tx 
T 2G138 Ga Li H 20 1 150 200 (20) 5 [100] SG 
T 2G139 Ga Li H 20 fi 150 200 (20) 5 [100] SG 
T 26140 Ga Li HM20 1 150 200 (20) 10 [100] SG | 
T 2G141 Ga Li HM20 1 150 200 (20) 10 [100] SG 
T 2G201 Ga Li NB20 1 140 100 (13) 23,5 [85) SG 
T 2620 Ga Li NB20 1 140 100 (13) 2,5 [85] SG 
t 2G220 Ga Mk Ns 2,5A 1 80W 10A 40 7k 95j Tx9) 
t 2G221 Ga Mk Ns 2,5A 1 80W 10A 60 7k 95ji Tx9) 
t 26222 Ga Mk Ns 2,5A 1 80W 10A 80 7k 95; Tx9) 
t 2G223 Ga Mk Ns 3,7A 1 80W 15A 40 7k 955 Tx9) 
1 2G224 Ga Mk Ns 3,7A 1 80W 15A 60 7k 95; Tx9) 
1 26225 Ga Mk Ns 3,7A 1 80W 15A 80 7k 95; Tx9) 
t 2G226 Ga Mk Ns 5A 1, 80W 20A 40 7k 95j Tx9) 
126227 Ga Mk Ns 5A 1, 80W 20A 60 7k 95; Tx9) 
t 2G228 Ga Mk Ns 5A 1, 80W 20A 80 7k 95 Tx9) 
t2G229 Ga Mk Ns 6250 1, 80W 25A 40 7k 95j Tx9) 
t 2G230 Ga Mk Ns 6250 1, 80W 25A 60 7k 95; Tx9) 
t 2G231 Ga Mk Ns 6250 1 80W 25A 80 7k 95j Tx9) 
t 2G240 Gd Mk HX 500 2 25W 3A 80 (10) 855 Tx9) 
T 2G270 Ga Li NB20 1 240 200 (30) 3 [85] SG 
T 26271 Ga Lı NB20 1 240 200 (30) 2 [85] SG 
T 2G3 6 5 Tx 
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Transistoren 2 G 301...2M4u 


wwwww 


>170 
34= 
50= 


WwwWwww 


wwwww 


71,A, BGa k 2.235.130 200 


74,A,BGa . “0.75.2655 200 
Ga = : 3 >15= 200 
Ga 20-150= 150 
Ga 20-150= 150 
Ga i 30-150= 150 


Ga 40-150= 150 
Ga 20-100= 100 
Ga i 30= 150 
Ga i 60= 150 


wwwww 


DAnww 


Ga i . . 112= 140 
Ga 19-24= 225 
Ga 34.65= 225 
Ga i 53-90= 225 

72-121 225 


vnruoun 


856 
(1001 SG 


oanau 
OORW WOOON KONNO 500098 00 
BROS2 BnDAN Souao SBEES RIRI 


aanan 


[100] SG 
70 Ro=2x GW20 
70 Ro=2x GW40 
TP 
IR. 1 N 540 


1254/59 3 r er NE 7 .. Hu. 2 N 1254-59[U] 


ET 


0”-4 0700-4 AH-H--4 444444 HH AHA AHA HH HH 
DENN DUNNND DNUNDNDD DUDEN DEUDNDDENDDNDKDKBDNDCDHNNKNN DDDDD NDDDNND 
ZTI IIOO0 nnoao0o nnanoa noanaa noa0o0 noanaoo Danoo naoaaa naoonan 


n 
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2N 21...2N59B 
9 


Us,/B 


V/- 


DDDD NDNUOND 


2 2IZZZ ZZ2Z 
BNSHR wnon 


CZ 22" ZZ 


wwwwm 
uD=26%9 
nun 

[0] 


- 4444 


DUDDD DDNDDD NDDNDD NDDNDD DNNDD NDNDDNDNDNDDNDNNNNNDNNNNNONNNNNDONNNN 
[v} 


Se SumuRn 
oo 


oN 
o 


-- 4-4 
WiWWWiW WW We 


oa ©» 
o > 


er 
o 


Rwww 
© 
—i- LZ.2C2ZZZ ZZGZZ 


o 


15= 


34.65= 
33.66= 


2%: 


S DUDND= 00 
c 


- 4444 447 - 
sous 
»o>o 


ZZ ZzIr YI 22772 ZCZZ. 


ZZZZz zZZzZz ZZZZZ ZZZZz ZZZZZ ZZZZzZ ZZZZZ ZZZzz ZZZZ 


vmuuun vuuuo WuaRRan ARannn ahahn N 
Sus4yuu AyuRSK 2855 R 


44>=-- 
o> 
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© 


on nammm NDONN: 
© [= 


» 
o° 


Se 


« [100] 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


GT, RC, RR, Sy, Tr 
Di 

RC, Sy 

GT, Hy. RR, Tr 


Dı 
GT, Hy, RR, Tr 
Di 


GT, Hy,RR,Tr 


GE 5), UT, GT 


D1 

GE, Tr, UT, GT 
GE 5), UT 

GE, Tr, UT 

RC 


Ph 
Ph 
Ph 


Transistoren 2N59C...2N 100 


DDDDND 
oua> N 


=. 2000 2200044444444 
oo 0on> 


EEE 
> 


> 


> 


x 
x 


E23 EIFER REEIHE SISEEI FANINI ISHAR FARBE KRa22 35555 


N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 


N DUDNNN DNDNN DNDND DUDEN DNNDNNDNIDNEDNDDEDDNDDNDNMD 


HX (0,5) 6 
HX (0,5) 6 
LN (1A) 

N} 5 


NH. 
AEG ER: . . . . — RD 2518A 
LH’NH . . . « Bg -— RD 2521A 
a > . . = RD 2522A 
LH’ NH 75 . . Bg 
Je’ NH. er . £ Bg 


4-47 4= = 44 mon. 
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R- 
un 
x 
v 


2N 101...2N 145 


4474 


---.,- 
DEDDND NDUDNNNDDNDDNDD DENNNND 


---47 
ZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZIZIZZ 


444 HHHHH 70 nn 


+++ --.4-- 
ZIZZZAZZZZER LREREE 


DD NNDDD DDNDD NDNDD MD 


= 4- Je - mon 2 uno 


T 
42) 


42) NW 500 
L (1A) 
42) NW 500 


42) 


Je’ 


L 


NH. 


NB 50 


Dioden ur 


15 


Bemerkungen 


10 44 (5) 50 
s 55 65) 15 
6 4 100: =*; 
3848 50 
Er 50 i 
10 70 15035 
. 3= 20. 
1868 (50) 8 
1848 (50) 8 
10 2068 150 8 
10 35dB (50) 8 
10 2dB (50) 8 
10 25dB 10 5 


>3= 8750 140 
30-150= 150 
. 150 
12-24 (50) 
24-48 (50) 


48-100 (50) 
100-200 (50) 


mnm wm: - 


von nuunga nanan m WIN DNaM- 


[7 


Ba 20m 9: 
up ou 


Sara ar 


" ©0000 OOn»» 


Sy, CBA2N6B 
<B 


RC, UT 


RC, UT, Ers.: 2 N 21 
WE | 
ET 
ET 
Ry,TS 


Ry, TS 
Ry, TS; Ers:2 N 416 
Ry; Ers: 2 N 417 
Am # OC15 

CB 


Tx, Tr [Ja] 7) 
Tx, Tr [Ja] 6) 
Tx, Tr 

Tx, Tr [Ja] 7) 
Tx.2. 2 N 336, Tr 


Tx 
GE 5), KD, Sy 
E 


Ry 
RC, UT #2 N 1638 
RC, Ers: 2 N 1639 


Transistoren 2N 146...2N 187 
15 
Bemerkungen 


2N 146 
2N 147 
2N 148 
2N 148 A 
2N 149 


2N 149 A 


© a R » . y 

20W . . Hy, CB, Bx 
1mA 3= 20W Hy, CB, KD,Ry 
“ 2 20W . « . Hy mKf 


1mA20= 20W . CB 

1mA20= 20W Hy, CB 6), KD,Ry 

1mA20= 20W 
3= 80 
9.19= 150 


9-19= 150 
19-39= 150 
19-39= 150 
19-39= 150 


t 
t 
T 
u 
3 
7 
% 
7, 
T 
Er 
T 
T 
t 
t 


2N 162 A 


2N 163 
2N 163 A 
2N 164 
2N 164 A 
2N 165 


2N 166 
2N 167 
2N 167 A 
2N 168 
2N 168 A 


2N 169 


>39= 150 
>39= 150 
40 so 

W= (65) 
72= (65) 


32= 30 
20-200= 75 
20-200= 75 
23-135= 65 
34-72= (65) 


34-200= (65) 
2N 169 A 34-200= 65 
2N 170 j . . 32= 30 
2N 172 i = » 0,2 28dB 65 
2N 173 100 35-70= 150W 


100 25-50= 150W ji De, CB, Mo 6) & 

100 40-80= 150W De, CB, Mo, RC & 

12 65 20 RC, UT # 2N 2613 

.. 45 65W i Bx,Mo,RC, #2 N 2869 


30 I0W 


4-44 
nun 00 + 
won woman . tun au 


-- 447 
vun 2 nwu 


Tx; Ers:2 N 252 
ji CB, De, Mo, RC, Tx 


©0090 0: no0o oo 


8 

16 24= 
16 24= 
16 36= 


A-4447 + +++ 47744 047744 
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2N ann. a Dioden un 


n I12 15 

Imox |Umax Bemerkungen 
RETTT 7 WALTEUTSE TE HUSSRETAFTFET 1 85 GE,THZ2N319 
TANI8 Gi lb NB10 . 16 = 10 200 235 1.2 85 GE,TH 
ı 2N1BBA Gi Lb NB10 . 16 S= 200 200 235 12 85j GE.THAL2N320 
t 2NI9 Ga Ib NBI . 16 2% 0” . 23 08 . GETH#2NI9 
ı 2N10 Ga lbNI . 16 3 a) 521 Bi GETHL2NM 
t 2N191 Gabi ao) 50 23 12 
ı 2NIR Ga lbNBI . 16 75 Oo) 0 3 15 
ı 2N13 Ga de HO. . 345 90 590% 2 
I 2NI% Ga Je HM. . 3515 590 50 18 2 
T2NMA GG eM. .. >55 9 . 02 
I aNIS Gi MU. . . >M=10 . 12 
t 2N 1% Gi Mo U . s . >50= 100 . 25 
t 2NI7? Gi MU . . . >M= 10 . 23 
ı 2N® GG MU. . . >= 10 . 23 
ı 2N19 Gi Mo U >5= 0 . 3 
t 2N20 Gi Mo U >0= 10 . 3» 
IWOINZOREA.GI Mo Ua : = Sue. Wr, 
ı aND0OSN > GI Mo Une»... Me. Mi 
ı 2N206 Ga Kr NAi 5 40 0,980 (75) 50 (30) 0,8 
T2N7 Ga Koi . 50 590 . % 2 
T 2N27A Ga KC’Ns 1 om 0 “. 22 = Ph 
T2N7B Ga KeNi .: 00 0 :. 22 2 Ph 
ı 2N2i Ga de MO. . 3 5:15 90 5 1 2 75 5 
T 2N312 Ga )e MO. °. 3 1090 90 501 6 75 % 
T2N2M3 Ga Je NT. . 50 70.250 50 100 25 10k 75) Sy 
T 2N213A Ga Je NT so 100-250 150 100 25 A10k 85j Sy 
T 2N2M14 Ga Je NB 25 50-100 180 100 25 0,8 75 Sy 
ı 2NM5 Ga Kr NAi 6 10 “= (35) 50 (30) 07 70 RC,UT.2.2N104,2 
ı 2N2316 Ga eH. . 3 5S1= 0 1 1 3 75 Sy 
T2NM? Ga Kr NB50 1 10 (50) 35 (2). 50 RC,Sy,UT 
! 2N218 Ga Kr Hi 9 6 090 (5) 15 (16) 47 70 RC,UT#2NIB 
ı 2N219 Ga Kr HMO6 9 6 0980 (5) 15 (16) 7 70 RC,UT2NIO 
! 2N20 Ga Kr Nr 05 4 12 65 0) 2 (10) 085 50 RC.UTZ2N15 
t ZN22 dc WU MM. 5 2 u = dar 
T2ND3 Ga ieNT2 . . mis Mo . AB 06. Ph 
T2N2% Ga LB’Ns 10 . . 60420=20 . (25) 051 . Ph 
TANDS Ga LB’Ns 10 . 60420=2500 . (25) 0591 . Ph;=2x2N22% 
T2N26 Ga LBINs 10 . . 354065=250 . (30) 0% . Ph 
T 2N2? Ga LBINs 10 . 35.105=20 . (0) 04 . Phi=2x2N226 
T2N28 Ga Je Ns 50 50-50 . 235 06 75i Sy 
T2N29 Gi Je HN. . 10>23= 500 40 1 06 75 5 
YBONZ2OF ’iG) IK NIT =. = 15W . 30 Mük . My 
TANBI Gs KBHXO5 3 3 196 9 3 (9) 00) 85i CB,My: #2N139 
T2NB? Gs KEHX05S . . 99 9 3.6) ds) 85 CB.My: #2N135 
TaN23  ıGa a.HmE EM. As 00 OR u 5% 
T 2N233A Ga Je H BE 0 ee 
T 2N24A Ga Mi NBSO . . 23 2w 3A 30 0,5 90 Bx 
T 2N235 A Gi Mi N 500 P F 40 25W 3A 40 0,5 90 Bx,CB 
T2NDBSB Gi MN 50 . . 25W 3A 40 05 %j Bx.CB 
T2NBEA Gi Mi NL70 . . 2W 3A 40 05 95 Bx.CB 
T2N68B Gi Mi NL70 . . @ 2sW 3A 40 0,5 95j Bx,CB 
ı 2N37 Gi LwWH a Tees, ©... Kart (Nat. Aircraft) 
T2N3B Ga de BO . . %5=50 His 20 13 . Tx 
T2NMO Gs KBsX 05 3 3 >16 30 15 (6) (25) 85i CB.Ph,5p 
t 2NM GN. . %R= 10 200 25 13° 85 GE 
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Transistoren 2N 241 A...2N 293 


Imox| Bemerkungen 
°C 
2N241 A (81 E en. | GEZ2N31 
2N 242 i 12 1mA 50= 100j Bx, CB, TS, Mo 
ZN 243 (10). 0,968 . _ Tx, NGC, Tr 
ZN 2u4 10). 0,989 \ TUNG, Tr 
IN247 9 16 0,984 1 RC,Sy 


2 N 247/33 i „a8 E Sy 

2N 248 i r F Tx 
i B E g Tx 

Tx: : 73) 

Tx; : 73) 


4474 47-17 


ENNND DNDSNNN NNDNSD DBUNDNNDN DNDDD DDNDDD DUENDDNDKNDDOHNAEND IND 


Tx;ers.2N 172 


BERB 
on 


--- +4 44744 4477 - 
nun 


1nA 20= 


45.150= 125 
. 20-55= 125 ‘ 
16 110= (75) i GE,TH# 2N 1175 
16 4= 70 s : UT #2N 381 
10 60= 30 . . RC # 2N 247,274 
2mA 60 1,3W ji In, Cv CTP 1104 
2 = TOW: I 1, . Bx, Cv 
25 50= 120 RC, AT 
30 (120) 2 AT 
10 70= 150 . RC, UT#2N 1193 
4W5= . « 


Ar 44m 


60-120= 150 
140= 150 


60 240 

100 35-.70= 150W 

100 35-.70= 150W 
20-40= 130 
30-75 130 


170 Am 

. . R P Am; =2x 2N 281 
130 . . . # GT-20 

165 « Am, KD 

130 » . Am 

25W 95; Bx,CS 

SW . Bd 

180 . . Tx 

(65) 85j GE#2N313 
8-51= (65) 85j GE#2N314 


a: . 
o 


CB, De, Mo, PS & 
CB, De, Mo, PS & 
Am 
Am 


- © oooow 
2 wwnn 


DNS DONDD DD 


ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZz 
» 
K2 
D 


AAH4r A A474 AH nn nn 
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2N 296...2 N 336 A Dioden uı 


15 


Bemerkungen 


t '2N 296 Ga . . GE # 2N 379 

T 2N29 Gl » . 3 0 23-410=25W . 60 0,5 = TP, BA 

T 2N297A Ga Mi sU 50 . 200 70= 150W 4A 50 05 95j Bx,De8),Cv& 

t 2N299 Gs NY H . . . x 20 . 45 90 . Ph 

t  2N 300 Gs NY H . . » 11-33 20 B 45 85 5 Ph 

T 2N 301 Ga Mi NL 500 1,5 220 75 20W 1A (40) 5k 85  RC,Bx,CB,Cv& 
T 2N 301 A Ga Mi NL 500 1,5 220 75 20W 1A (60) 5k 85 RC, Bx,CB,Cv& 
T 2N 306 Ga Je Ns 1 . . 25-125= 50 . 15 06 75j Sy,CB 

t 2 N 307 Ga Mi N 200 1 500 80= 10W 1A (35) 4k 75j 8x, TS, RC, De,Mo 
T 2N3077A Ga Mi N 20 i 5mA80= 17W 2A (35) 5k 75j Bx,TS, Mo 

T 2N 308 G Ss H - . ». 39dB 30 “ 20 . . Tx 

T 2N309 Gi le H . . .  41dB 30 . 20 . . Tx 

T 2N310 Gi le HN. . 37dB 30 . 30 . . Tx 

ı 2N311 Ga La sw 10 5 60 25-75= 100 . ER 85 GT 

T 2N 312 Ga Lr sw 10 5 .. 157= 10 . 13: % 85  GT,Sy,CB 

t 2N 313 Gg La HU 1 5 = (65) 20 15 5 855 GE#2N2N 

t 2N 314 Gg La HU 1 .5 23= (65) 20 15 8 855 GE#2N29 

T 2N315 Ga Lr sW 100 0,2 1 15-30= 150 200 20 5 85  GT;Kpl:2 N 356 
T 2N315A Ga Lr sW 10 . .» 20-50= 150 . 235 8 “ 

T 2N316 Gi Lr sW 20 0,2 1 20-50= 150 200 15 12 85 GT&;Kpl:2N 357 
T 2N316A Ga Li sW 20 0,22 20-50= 150 . 20 12 * G 

T 2N 317 Ga Lr sW 400 0,2 1 20-60= 150 200 10 20 85 GT&;Kpl:2 N 358 
T 2N3177A Ga Lr sW 40 . .  20.60= 150 . 1420 . GT 

t 2N318 ü oa Pe - . . . . . s. Fotohalbl, 

T 2N 319 Ga Lr NB20 . 16 = (240) 200 20 2 855 GE #2N1B7A 

T 2N320 Ga Lr NB20 . 16 50= (240) 200 20 2,5 85j GE, UT; # 2N 188% 
T 2N321 Ga Lr NB20 . 16 80= (240) 200 20 3,1 85j GE, UT; # 2N 241 A 
T 2N322 Ga Lr NB20 . 16 50= (140) 100 16 2 601 GE #2N 190;5 
T 2N 323 Ga Lr NB20 . 16 Th (140) 100 16 2,5 60 GE,UT; #2N 191 
t 2N324 Ga Lr NB20 .ı 16 9= (140) 100 16 3 60 GE#2N1N;5 

1 2N325 Gi ». NE. . 250 = 12wW 2A 35 02 85j Sy 

T an 5 on Mi N 500 . 250 30.60= 7W 2A 35 . 855 Sy; Kpl:2 N 1291 

t N j . B . » . « . . . . . 

T2N327A Sa Li Ns [0,1] 0,5 0,1 9-22 385 100 40 1,2 160 Hu,Ry, Cy, NS & 

T 2N327B SP Li U [0,1] 0,5 1nA9-22= 385 5 40 . 200 Sp 

t 2N328 Sj ae N, (1) (6) 5 24 337 5 30 0,35 100} KD,Tx 30 pF 
T2N328A Sa Li Ns [0,1] 0,5 0,1 18-44 385 100 35 1,2 160 Hu,Ry,Cy,N5& 
T2N328B SP Li U [0,1] 0,5 1nA18-4= 385 10 35 . 200j Sp 

t 2N329 Sj R . b s » F . . . . . 

T2N29A Sa Li Ns [0,1] 0,5 0,1 36-88 385 100 35 1,2 160 Hu,Ry,Cy,NS& 
T2N329B SP Li U [0,1] 0,5 1nA36-88= 385 15 30 . 200} Sp 

t 2N 330 Sj . . . . . . « . . . . 

T 2N30A Sa LiN . 1.225 550 100 30 0,5 160j SR, Sp, SD 

T 2N331 Gi LI Ns 1 B . 50 200 200 (30) 1,16 85j Bx, GJ,Jd, Mo 

T 2N 332 Ss Li NX(N) (5) 50 0,953 150 25 (45) 6 175j Tx, Tr 7), GE,Ry,N 
T 2N332A Sg Li Ns (1) (5) . 0,953 500 25 (45) 10 175j Tx, GE [Li], NC 


T 2N 333 s9 Li NX() (5) 50 0,976 150 25 (45) 8 175, Tx, Tr 7), GE,Ry,N 
T 2N33A Sg Li Ns (1) (5) . 0976 500 25 (45) 11 1751 Tx,GE,NC, Tr 
T 2N 334 sg Li NX() (5) 50 0989 150 25 (45) 10 175) Tx,Tr7),GE,Ry,N 
T 2N34A 5 Li N (1) (6) . 0989 500 25 (45) 12 175 Tx,GE,NC, Tr 


T 2N335 Sg Li NX(1) (5) 50 0,989 150 25 K(45) 11 175j Tx,Tr7),GE,RY,N 
T 2N335A Sg Li Ns (1) (5) . 0989 50 25 (45) 13 175j Tx,GE,NC,Tr 
T 2N335B Sg Li Ns (1) (5) 0,5 37-90 50 . (60) 13 . GE 

T 2N 336 Sg Li NU() 6) 50 >78 150 25 (4) 13 175j Tx,Tr,GE, Ry, NC 
T 2N36A 5 Li N () () . 097 500 25 (45) 15  175j Tx,GE,NC,Tr 
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Transistoren 2 N 337...2N 376 


El 10 I" 2 Is 114 Jıs 
[Ur 4 Us/B | ıN Imox |Umox\f3  \fmox| Bemerkungen 
| IV HA |V/- Imw Im IV MHz |°C 
T 2N 337 Is: 1 Li sH \ 4) 65) 50 20.55= 125 20 (4) 20 "150; TX 7), Tr,Ry, NC& 
T 2N37 A Sd Li U (I) (20) 0,5 55 500 . (45) - “ GE, Tr 
T 2N 338 So Li sH (1) (6) 50 45-150=125 20 (45) 30  150j Tx7)Ry,GE,TH,NC 
T 2N38A So Li sH (1) 6). 20 (45) 30 150| GE,Tr 
T 2N 339 SS Lv N (5) (10) © (55) 6 175j Tx 11), Tr 
T2N39 A Sg InN 5 F 1 r 60 (10) . Tr 
T 2N 340 Ss Lv N 65) (10) 1 60 (85) 6 175j Tx 11),Tr 
T2N3WA Sqo LIn N R Fi 85 d10) . Tr 
T 2N 341 SS Lv N (5) (101 60 (125)6 175 Tx11),Tr 
T2N341A $Sg InN A 1252010) % Tr 
T 2N 342 Ss Liv N (65 (10) 1 60 (60) 6 100 Tx 6) 11),Tr 
T2N32A Sg Lv N (5) (10) 1 60 (85) 6 e Tx 11), Tr 
T 2N34%2B Sg Lv N (5)  (10)1 so (85) . .  Tx11),Tr 
T 2N 343 Ss LWw N (5) (10) 1 60 (60) 8 5 Tx 6) 11), Tr 
T 2N343A,BSg Lv N (5) (10) 1 60 (65) . - Tx 11), Tr 
T 2N344 Gs KBHX05 053 5 (5) (20) 85ji CB,Ph,S$p 
TANas Gs KB’HX 05 053 5 (6) (20) 851 CB,Ph.sp 
T 2N36 Gs KB’HX 0,5 0,5 3 5 (5) (40) 85j CB,Ph,Sp 
t 2N37 Sg NY NU. . . „et 160h Ran. mh BEE 
1 2N3U7A Sg Ns’ NU. Wan: © B9 
t 2N 348 So Ns’ NU 0 6 Bg 
t 2N348A Sog Ns’ UN 90 3 Bg 
T 2N 349 Sg Ns’ NU . 125 8 A Bg 
T 2N 350 Ga Mi NL. . : (40) 5k > Mo 
T 2N350A Ga Mi Ns 700 . ER 20-600= 90W 3A 40 5k 100} Mo 
t 2N351 Ga Mi Ns 700 F 3mA 33,5dB 90W . (40) 5k x Mo, RC, # 2N2869 
T 2N351A Ga Mi Ns 700 E 3mA 25-90= 90W 4A 40 5k 100} Mo 
t 2N352 Gi Mr’Ns . . 1mA 30-140= 25W . 404 Ak . Ers: 2N1536 
t 2N 353 Gi MrNs . . 1mA 40-150= 30W . 40 ik . Ers: 2N1536 
t 2N 354 Sj Kr Mia, In 1nA 18= 150 . 250.18 
t 2N355 Sj Kr’ sw E 1nA 18= 150 10 25 u 
t 2N 356 Ga LI %s 100 0255 30 100 200 (20) 3 85j| CB&;Kpl:2N 315 
T 2N356A Ga Li sW 100 3 20-50= 150 “ 28 3 s CB, GJ, Sy, GT 
t  2N 357 Ga Li sW 200 0,255 20.50 100 20 30 6 GJ &; Kpl:2 N 316 
T 2N357A Ga Li sW 200 25-.75= 150 r 30.',.6 GJ,5y, GT 
t 2N 358 Ga Li sW 300 0,255 20-50= 100 30# 9 2 5 GJ &; Kpl:2 N 317 
T2N358A Ga Li sW 300 . . 25-75= 150 R er} GJ, Sy 
T 2N 359 Ga Li NB 50 » z 100-300= 40 . 22435 85 Ry,Jd, UT22N 138 A 
T 2N 360 Ga Li NBS5O a B 50-150= 400 - 2225 85 Ry,Jd, UT 
T 2N 361 Ga Li NB50 . a 25-75= 400 5 220025 85 Ry,Jd, UT 
T 2N362 Ga Li NT 400 r 18-42 85 Ry,Jd, UT 
T 2N 363 Ga Li NT R: 400 . 22 081,5 85 Ry,Jd, UT 
t  2N 364 G; Je NT 10 150 50 30 2,5 « Tx 
I 2N 365 Gi Je N 1 10 19-49= 150 50 30 3 = Tx 
t  2N 366 Gi Je N 1 10 49-142= 150 50:4 730: 438 s Tx 
t 2N 367 Gi Je u (N 5: #10 >15 150 5030 0,7 075] Tx 
T 2N 368 Gi Je U () 5 10 36 150 504 30, *1 [75] Tx 
T 2N 369 Gi Je U () 5 10 055 150 50 390 13 (75) Tx 
t 2N 370 Gd Lf H 1 12.5 168 80 40: - 42 223 3 AT, RC, Sy 
t 2N 371 Gd; Kf: .Dm1 0,984 80 10 12 30 s AT, RC, Sy 
1 2N372 Gd LM 1 so 80 410: 92. 223 & AT, RC, Sy 
t 2N373 Gd Lf H 1 e . 60 80 . (25) 30 e RC, Ers:2 N 1638 
t 2N 374 Gd Lf MO1 . . 60 80 e (25) 30 » RC, Ers: 2 N 1639 
T 2N 375 Ga Mi Ns 1A . « 35.90= 90W 3A 60 10k 100} Mo 
t 2N 376 Ga Mi Ns 700 . 5 78= 9OW . (40) 5k n RC .2. 2N350, 2869 


15 KTT 225 


2N 376 A...2 N 419 Dioden un 
15 
Bemerkungen 


. 35-120 90W 
5 20-60= 150 
»__20-60= 200 
500 15-40= (50W) 
500 20-70= (50W) 


Mo 
Hy, GE, SL, CB, Sy 
Sy, CB 

ji TS,Mo 

j TS, De, Mo 


ji TS, De, Mo 
TS, Sy, UT, Mo 
TS, Sy, UT,Mo 
TS, Sy, UT, Mo 

60 240 RC, Sy, AT 2pF 


12 . 20dB 120 . Co 1, 8pF, RC 
0,7535 30-110= 150 . 6 Hy, Sy, CB, GE 
. - 30-110= 200 . SL,Sy, CB 
60= 12,5W . . Ph 
35= 12,5W . . Ph # 2N 380 


60-180= 150 Tx & 7), Hy [LI], Co 
60-180= 150 .  T%,SL,RC 

12-60= 85W Tx, Fd, Ry, SE& 
12-60= 85W TX7)9), Tr, Ry& 
60-150= 93W . De 


>20= 25 85j CB,Ph,GJ, Sp, UT 
20-150= 150 . [100] GE, KE 
30-120= 150 [100] GE 

100 Tx 10), Ry, GE& 
30-150= 150 100 Tx 10), Ry, GE& 


30-150= 150 GE7),GJ,Sy & 
40-150= 150 Tx 10), Ry, GE& 
RC, Mo, Sy, AT, Cl 


a ww 


500 30-70= (50W) 
10 35-655= 500 
10 60-90= 500 
10 N2= 500 


2 auswo oonen 


88 


> 


Tx, RC, GE, KE, Sy 
RC, UT # 2N406 
RC, UT 

. £ RC, UT # 2N 408 
65= . . RC,UT#2N38® 


0,98 : . RC, UT # 2N 1638 
0,98 . . RC, UT # 2N 1638 
. . RC, UT # 2N 1639 
RC, UT # 2N 1639 

Ry, TS, GE,GJ & 


Sy,UT 

Ry, GE,GJ,Sy & 
Sy, KE, UT 

Jd 

Ry 2 N 271 


Ry,Sy— 2N 271 A 
Ry 8), Gl, TS & 

Ry 8), GJ,TS & 

Bx 

Bx,Sy 


SAN aannn 
FAR RESSE 


aa338 58 


ENE NEE NE NE NENENENENEENENENEN 
SaasanS 
VaARnWw wn=0o 

> ne 


ZZZZZ ZZLZZ ZZZZZ ZZZZZ ZARZZı ZZZZZ 22222 
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Transistoren 2N 420...2N 465 


50= . Ry 
12-60= TX7)9), Tr, Ry& 
12-60= 5 ni Si, Fa,SE,Tr 


30= ji Ry8), Tx,SL& 
30-60= ji Tx,Ry8),SL& 
40-80= ji Tx,Ry8), GE& 
>60= Tx, Ry 8), GE & 


= 4444 44444 
DDD nuNDND 
zZzzz 2ZZZZz 


u<30 


10 10. i CB,Ry,GJ,$y 
10 150 i CB/Hy, Ry, Sy 
10 100.0, ; i CB, Ry [Li], GJ 
10 10. i CB/Hy, Ry, Sy 
10 10 . ji CB/Hy, Ry [Li], G) 


10 150 CB/Hy, Ry, Sy 
100 20-40= 93W ji CB,De,Mo,Tx & 
100 20-40= 93W ji CB, De,Mo,Tx & 
100 20-40= 93W ji CB, De, Mo, Tx & 
6 15 100 


2N Uuu A Fl .  20-40= 150 
2N 445 i 6 35 100 
2N AUS A A 40-160= 150 
2N 446 i 60 100 
2N 446 A i . 60-250= 150 


2N 447 i „u 128) 100 
2N 447 A R 80-300= 150 
2N 448 a 7) 65 
2N 449 er 65 
2N 450 : >30= 150 


4dB 85W 
2,5dB 85W 
6dB 85Ww 
» 1088 B85W . . . . 
200 130= 50W ji Tx9),AT 


500 30.90= 150W . Tx, De 
«  30.90= . De 
200 130= 50W . Tx 9), AT,RT 
500 30-90= 150W 
30-90= 


200 130= 50W 

500 30-90= 150W 

. 30.9= . . 

500 20-70= (50W) . TS. 2N 378, Mo 
15 25 (200) j TS, UT. 2N 381 


15 50 (200) ji TS, GE, Mo, UT 
a se un 150 . Ph 
Nh’ NB 2A 0... 20-60= . WE 

Li NH1 15 26 330 s Ry 8), Mo,GJ & 
Li NH1 15 45 330 -.. Ry 8), Jd, Mo & 


DUON- nun. 


t 
t 
! 
t 
t 
T 
Li 
Tv 
T 
T 
T 
T 
E 
T 
T 
U 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
5 
T 
U 


44474 444441 7447441773777 
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2N 466...2 N 509 Dioden u 


15 
Bemerkungen 
Ry 8), Sy, UT& 
Ry 8), Gl, Jd& 
s. Fotohalbl. 
Tx, Tr 
= Tx, Tr 
t 2N4HA So Li HU. . 0,5 10-25= 200 " 30 1 . Tr 
T 2N472 Sg Li NU(1) (6) . 10-25= 200 25 (45) (8) « Tx,Tr 
T 2N4RA Sg Li NU1 . .  10-.25= 200 . (45) 8 r Tr 
T 2N 473 Ss Li HU!) (6) 0,1 20-50= 200 25 (15) (10) Tx,Tr 
T 2N47u Ss Li HU() (6) 0,01 20-50= 200 25 (30) (10) Tx, Tr 
! 2NWUUA Sg Li HU. . 0,5 20-50= 200 . 30 1 > Tr 
T 2N475 Ss Li NU(I) (6) 0,5 20-50 200 25 (45) 10 Tx, Tr 
T 2NWU5SA Sg Li NHi 0,5 20-50 200 . 45 10 Tr 
T 2N 476 Ss Li NH() (6) 30-60 200 25 (15) (17) Tx, Tr 
T 2N 477 Sg Li NH() (6) 30-60 200 25 (30) (17) Tx, Tr 
T 2N478 ss Li N (1) (6) 0,01 40-100 200 25 (15) (11) Tx,Tr 
T 2N 479 5 uN (6) 40-100 200 25 (30) (11) Tx, Tr 
T2NA9A Ss Li N . . 05 > 200 . 30 10 » Tr 
T 2N 480 Sg Li NU(I) (6) 0,5 40-100 200 25 445) (11) . Tx, Tr, NC 
T2NW#0A SS LiN 1 .» 05 > 200 . es UN - Tr 
T 2N481 Ga Lt, O 1 10 50 150 . 12.023 . Ry, UT 
T 2N42 Ga Li H 1 10 50 150 * 12.235 " Ry, ld, KE, Sy, UT 
T 2N483 Ga Li H 1 -» 10 60 150 P 12, 35 = Ry,Jd, Sy, UT 
T 2N48 Gau M.71 .- 1078 150 . 12.08 . Ry,Jd, Sy, UT 
T 2N485 Ga Li MO1 . 1050 150 P 32. "TR ü Ry,Jd, UT 
T 2N486 Ga Li MO1 . 10 100 150 . 12:12 . Ry,Jd, UT 
T 2N489,A,BSU Li s (50) 1[3,5]1 »>0,51 450 (22) (54) 0,9 150 Tx, GE 5) Ss 20) 
T 2N49,A,BSU Li s (50) [3,6]1 »2>0,51 450 [22] (54) 0,7 150 Tx, GE 5) Ss 20) 
T 2N4M.ABSU Li s (50) 1.81 7>0,56 450 [22] (54) 0,8 150 Tx,GE5)5 20) 
T 2N42,A,BSU Lı s (50) [4,0)1 n20,56 450 122] (54) 0,7 150 Tx, GE 5) Ss 20) 
T 2N493,A,BSU Li s (50) [4,5)1 22) (54) 0,7 150 Tx, GE 5) Ss 20) 
T 2N4.AC SU Li s (50) [4,6]1 [22] (54) 0.65 150 Tx.GE 5) Ss 20) 
T 2N495 Sa Lw’HO (1) u De ; | 140| Ph 2N 354, Sp 
T 2N49% Sa Lw’sX 15 0,5 0,1 235= 150 50 10 (20) 140j Ph, Sp 
t 2N 497 SM Li P 200 10 0,1 12-36= 4Ww 50 60 (4) 200 Tx 6) 9), GE,Tr,Va 
T 2NWTIA SM . 60 100ns. Tx 9), GE,Tr 
T 2N 498 SM 500 100 (4) 200 Tx 6) 9),GE,Tr,NC 
T 2N4BA SM . 100 . s Tx 9), GE, Tr 
T 2N49 Ga 50 18 [100] 8j Ph,GJ # Sp 
T 2N49A Ga 50 (30) 240 100} Sp 2,5 pF 
1 2N500 Ga a 15.40 . Ph 
T 2N 501 Gd 50 (15) (90) 85 CB,Se,Ph,GJ, Sp 
T 2N501/18 GE 200 (15) 10ns 100; Sy 
T 2NS0A Gd 50 (15) (90) 100 CB,Ph,GJ,Sp 
T 2N50 Gd 100 20 (500) 85j Se,Ph,GJ,Sp 
T 2N502 A Ga . 30 (220). Ph,GJ,Sp 
T 2N5R2B Ga 100 (30) 620 100j Sp1,6pFf;Rz=7 
T 2N503 Ga so 20 [100] 85j Se,Ph,Sp 
T 2N504 Ga 50 (12) 150 85} Ph,CB,GJ,Sp 
t 2N505 Gi . 20 8 . Sp,GJ 
t 2N506 Gi 40 0,6 Sy 
t 2N 507 Gi (40) 0,6 . Sy 
T 2N508 Ga 100 16 3,5 60| GE, UT, Ss, Mo 
T 2N508A Ga 25, 288 . GE 
t 2N509 j (400 Ers:2 N 1195 
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Transistoren 2N 511...2N 544 


1 12 37 14 5 \6 z 8 9 jo | 
K Typ Ab |Fo |Aw fi Ur Is, Usp/ß IN ‚max Umax Imox| Bemerkungen 
/mAa | „HA V/-  ImW ImA IV °C 


mA 20.00= 150W 25 40 


(0,26) . 
2mA 20-60= 150W 25A 40 (0,28) [100] Tx 
2mA 20-60= 150W 25A 60 (0,28) [100] Tx 


V 
2 
2 
2 
2 
2 
12B Ga Mi UL 15A 2 2mA20-60= 150W 25A 80 (0,28) [100] Tx 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


2mA 20-60= 150W 25A 40 (0,3) [100] Tx 
2mA 20-60= 150W 25A 60 (0,3) [100] Tx 
2mA 20-60= 150W 25A 80 (0,3) [100] Tx 


2mA 20-60= 150W 25A 40 (0,35) [100] Tx 
2mA 20-60= 150W 25A 60 (0,35) [100] Tx 
2mA 20-60= 150W 25A 80 2 35) [100] Tx 


13A Ga Mi UL 20A 


14 Ga Mi UL 25A 


snu vnunı 
a 
{r) 
o 
oO 
E} 
E2 
c 
= 
» 
[=] 
> 


a 
> 
[u] 
[9 
a 

eo 
c 
r 
D 
ir 
> 


515 Ga le H . 20.2 25-50= 150 100 18 85j Sy 
516 Ga Je H 2 10.60= 150 10 18 3 85j Sy 

. 16 5415 150 100 18 3 85j Sy 
518 Ga LE sX 10. 6 >60= 150 125 12 10 85j GE,UT 
519 Ga Mo sH (1) 452 23 10 . 15 05 85  GT,Jd, Sy, UT 
S9A Ga . sH 20 . 20-50= 150 . 18 05 .  GlJId,UT 
520 Ga li Hs (1) 452 10 . 23 GT, Id, KE,Sy 
50A Ga li H 0 . 2 4-470=150 . 15 3 Gl, Jd, KE 
521 Ga Li Hs (1) 452 70 150°. 10 8 GT, ld, KE, UT 
S1A Ga Li Hs 0 . 2 60.250=150 . 12 8 Gl, ld, KE, UT 
522 Ga Li Hs (li) 4652 1290 10. 835 GT, Id, KE, UT 
2A Ga Li Hs 0 . 2 80-320=150 . 1015. GJId,KE,UT 
523 Ga li Hs (1) 452 20 150 . 61210 „I SCTJa; Ur 
53A Ga Li Hs 20 2 100-400= 150 . GM 7 GI UT: 


524 Ga Li s 2% 1 10 25-.42= 225 500 (45)2 85j Tx, GE, Va, Sy, UT& 
525 Ga Li s 2% 1 10 34.65= 225 500 (45)2,5 85j Tx,GE, Va, Sy, UT& 
526 Ga Li s 2 1 10 53.90= 225 500 (45)3 85j Tx,GE7), Nu, Va& 


N 527 Ga Li s 2% 1 10 72-121= 225 500 (45)3,3 85j Tx,GE, Va,Sy, UT& 
40 4% . wi 


= + 744 444944 477477 77777 779777 77373 44394 


2N 528 Ga . sT 50 „ 10 >20= 25W . E 
2N 529 Gi LI NP) 1 2 1520= 10 . 15 1 GT4) 
2N 530 ‘umrd) 1 2 100 15 1,3 GT4) 
2N 531 Gi U NP) 1 2 23-30= 100 15 1,5 GT4) 
t 2N 532 Gi LU NP() 1 2 30.35= 190 15 1,8 GT4) 
t 2N 533 Gi LI NP) 1 2 35-40= 100 15 2 GT4) 
T 2N53% Ga KC’Ns 1 8 10 25 (50) Ph #2 N 1189 
T 2N535 Ga KC’Ns 1 3 10 50 20 202 8 Ph#2N119 
T2NS3SA Ga KCrN 1 3 0 50 20 202 8 Ph#2N1 
T 2N535B Ga KC’rN 1 3: I0oL_ 502 20, 2002, 85: Ph 
T 2N536 Ga KC’s 30 4 10= 90° . 2901 - Ph #2N 1193 
T 2N537 GM Lv’ MO 5 00 72507 = (30750 . WE 
T 2N538 Ga No’Ns A 2 . 20-50= 32W (3,5A)(80) 0,2 95j Hw, CB,SD 
T 2NSBA Ga No’Ns 2A 2 20-50= 32W (3,5A)(80)0,2 95ji Hw23), CB, SD 
'T 2N539 Ga No’Ns A 2 , 30-75= 32W (3,5A)(80) 02 95j Hw,CB, SD 6) 
T 2N539A Ga No’Ns 2A 2 . 30.75= 32W (3,5A)(80) 0,2 95 Hw 23), CB, SD 6) 
T 2N540 Ga No’Ns 2A 2 45-113 32W (3,5A)(80) 0,2 95j Hw, CB, SD 
T 2NSO0A Ga No’Ns 2A 2 . 45-113 32W [ SA)(80) 02 95ji Hw 23), CB, SD 
T 2N 541 Sg Li N (1) (6) 0,5 80-200 200 (15) (15) .  Tx,Tr, NS, GE, NC 
T 2N 542 Sg Li N (1) (6) 0,5 80-200 200 25 (30) (15) . Tx,Tr,NS,GE, NC 
T2N5S@A Sd Li U (1) (5) 0,5 80-200 20 . (30) - GE 
T 2N 543 Sg Li N (1) (6) 0,5 80-200 200 25 ws) ) ... T%,Tr, NS, GE, NC 
T2NS@A 5 L N 1 . 05 >80 20 . TR 
1 2N544 Gd la H 1% 0=- 90 . 20 30 85 Sy 
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2N 544/12...2 N 594 Dioden u 


ı l2 | ı2 13 [14 Jıs 
K Typ Ab Umar|fa Ifmax Bemerkungen 
v MHz |°C 

TaNS412 'Gd var 3 Kay tn '6y 

T 2N54/33 Gd Ir H 1 u 760 Sn 800 sw Sy 

T2NSS  Sd Li Ns 50 6 70 >1S= SW . 60 (8) Tr 

T 2NS%6  Sd Li Ns 50 6 50 >15= 5W 30 (8) Tr 

T 2NS547  Sd li Ns 50 6 15 >20= 5W 0 W) . Tr 

T 2N548 Sd Li Ns 50 6 15 >20= 5W 30 (4) Tr 

T 2N59  Sd Li Ns 20 6 3 >20= 5W © (4) Tr 

T 2N50  Sd Li Ns 20 6 3 >20= 5W 30 (4) Tr 

T 2N551 sd Li Ns 50 6 3 >20= 3W 0 (3) Tr 
T2N52 Sd Li Ns 0 6 15 >= 3W . 30 0) Tr 
TıNS3 Ga Mi NL2A . 50 3= 50W 4A (80) 075 . De 

t 2N55 Gi Mi UN50 . . 30 10W 3A 28 8k 90j Mo,De 

t 2NSS5 Gi Mi UNS® . 50 > 20= 10W 3A (40) 8k 90j Mo 
T2aNS6 Gi U sX 1 .. 3 S0= 10 20 253 1 85 CB,Sy 
T2N57 G U. 35 0= 10 20 233 1 85j CB,Sy 
T2NS8 Gi LU sX60 . 15 S= 10 200 15 3 75j CB,5y 
TANS9  Gd Lr sX 10. 50 >23= 10 . 15 750 . WE, Mo 

T 2N560,A Sd Lv’ sX 100 5 01 >20= 60 10 6 50 . __WE,NS,NC [LI 
T 2N 561 Ga Mi Is 4A 2 3mA 20-50= 10W 5A 65 0,65 100 RC&9)3 

T 2NS6 Ga 5 UA, 26 (SOw) 10A 50 . 4 NAT. 

t 2N53 Ga le U [ll 055 23= 150 300 25 08 85 GT 
T2ıNS% Gi MU [ll 055 3= 120 300 25 08 85 GT,UT,Jd 
TıNS5  Gd Le U [1] 055 3050= 150 30 35 1 85 GT,UT 
T2NS6 Ga MoU [1] 055 30-50= 120 300 25 1 85 GT.Jd,UT 

1 2N567 Ga Le NU[] 055 50.70= 150 30 25 1,5 85 GT 

T 2N58 Ga Mo NU[1] 0,5 5 50-70= 120 300 25 1,5 85 GT,UT.Jd 

t 2N59 Ga Le NU[l] 055 70-100=150 30 15 2 85 GT 

T 2N50 Ga Mo NU[]) 055 70-100=120 300 15 2 85 GT,Id, UT 

t 2N571 Ga le NU[N] 055 200 150 30 10 3 85 GT 
T2N5S2 Ga Mo NUll] 055 20 120 30 10 3 85 GT,Jd,UT 
T2N5% Ga Ni’ NWIIA . . 9-22= 100W (25A)(60) 0,125 95j Hw, SDB) 

T 2NSWA Ga Ni’ NWIOA . . 922= 100W (25A)(80) 0,125 95j| Hw, SDB) 

T 2N575 Ga Ni’ NW1OA . . 19-42= 100W (25A)(60) 0,177 95j Hw, SDB) 

T 2NSS5A Ga Ni’ NWIOA . . 19-42= 100W (25A)(80) 0,17 95j Hw, SDB) 

T 2N5%6 Ga li X 40 . . 20-60= 20 . 20 5 100 Sy,SL 

T 2N5WA Ga li X 40 . . 2060= 20 . 40 5 4100| Sy,SL 

- 2N57 . » r 5 “ R P “ . . R s. Fotohalbl. 

! 2N5B8 Ga Li sX 400 5 koo 14 5 85j TS,RC,GJ,Jd& 
I 2N59 Ga LI sX 400 5 400 14 8 85j TS.RC,GI,Id& 
1 2N50 Ga LI sX 400 5 400 14 415 85j TS,RC,GJ,Id& 
T 2N581 Ga LI sX 20 5 100 15 8 85 TS,RC,GI.Jd& 
T 2N52 Ga Li sX 20 5 100 14 18 85j TS.RC,GJ,Id& 
t 2N 583 Ga KB’sX 20 15 8 RC 

T! ANSSBAL Ga, Su sun ce 100 15 8 AT 

! 2NS% Ga Li Hs 20 100 14 18 RC, AT, UT 

T 2N555 Ga Li s 20 8 20024 5  85j RC,GJ,Sy,AT 
T 2NS6 Ga Lf Ns 250 16 te MUB SYERC 

T 2N597 Ga Li sX so 200 30. 85j Sy 

T 2N5B8 Ga KB WU. RS 50 15 50 85j Ph,GJ,Sp 

T 2N59 Ga KBNB2 . 50 2 07 RC 
T2NSMS5 Gi Li NB. Be; ii 32.4 5 

T2N5S2 Ga li Nii 3 “ MOORE . GTLGL 
T2N5S3 Ga Lı Ni 1 3 as. NORM GTÄG) 

T 2N5%4 Ga li Ni {il 025 300 20 1,5 Tx, GT,GJ 


Transistoren 2N 595...2 N 641 


x - 


Imox| Bemerkungen 
TC 


Tx, GT,GJ 

Tx, GT,GJ 
ji Se,Ph, Cl 
ji Se,Ph,Ci 
j Se,Ph,CI 


F . .6TC,, Cl 
40-140=120  . . . G6GCS,C 


40 120 
60 120 
80 120 
120 120 
100 180 


70 180 
45 180 
25 180 
33 180 
36dB 120 


34dB 120 
20 120 
14 120 
60-140= 90W 
5nA 15= 250 


5nA 30= 250 
5nA 60= 250 
235= 


HHHH4 HH 


3338 
EIER 


2 33332 


SZ 
au BJun=o 


BDEUYD DUDDDN DUEDEDDENDD D 
an aan 


ZZZZ 22222 ZZZZZ ZZZZz 


Mo # 2N 375 
Ry 
Ry 
Ry 


u 
x 


4444 HH Henn 
an 
2% 
os 


000 oanon woo=- 


w 


Wa 40 : . . Tx 
so 30= 25W . i Sy 
30000 10W . AA 43) 
j Mo 
ji Mo 
ji Mo 
ji Mo 
Ry, UT#2N119% 


Ry, UT #2N1193 
Ry, UT # 2N 1192 


>15= 150 
40-120= 150 


>25= 150 
80-240 = 150 
>35= 150 
100-300= 150 
45= sow 


soWw 
soWw 
60W 
sow 
6oW 


60W 
sow 


soW Bx 
80 . RC, Ers: 2N 1637 
RC, Ers: 2 N 1638 


ann . 
neauuy nenn 


== A444 A444 HH 444 HH HH 
"uw vn aun nano 


DDDDD DDDUND 
22227 ZZZZZ 
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2N 642...2 N 697 


t  2N642 Gd Lt MO . 

t 2N643 Gd Li sX 5 7 

t 2N644 Ge Li Hs 5 7 

t 2N645 Gd LY X 5 7 

T 2N 647 Ga KBNBSO . 

T 2N6722 G Im N 50 

T 2N 649 Ga KB NB 50 

T 2N 64/22 G im N 50 

t 2N 650 Ga Li Ns 1 . 

T 2N650A Ga Li Ns 10 1 10 

1 2N651 Ga Li Ns 1 ; 

T 2N6SIA Ga Li Ns 10 1 10 

t 2N652 Ga Li Ns 1 . 

T 2N62A Ga Li Ns 10 1 10 

T 2N653 Ga Li Ns 1 

T 2N65%4 Ga Li Ns 1 or 

T 2N655 Ga Li Ns 1 a: 

T 2N 656 SM Li U 200 10 01 

T 2N656A SM Li U 200 10 10 

T 2N 657 SM Li U 200 10 0,1 

T 2N657A SM Li U 200 10 10 

T 2N658 Ga Li Hs [10] 0356 

T 2N 659 Ga Li Hs [10] 0,352,5 

T 2N 660 Ga Li Hs [10] 0,352,5 

T 2N 661 Ga Li Hs [10] 0,352,5 

T 2N 662 Ga Li Hs [10] 0,352,5 

T 2N663 Ga Mi NL 500 R 

T 2N665 Ga Mi Ns 500 so 

T 2N669 Ga Mi Ns 500 £ 

T 2N670 Ga LI’ Ns 1A 

T 2N671 Ga Li’ sT 1A 

T 2N672 Ga L’ ST. 

T 2N673 Ga LP st 

T 2N67% Ga Las 1A 

T 2N675 Ga Ns’ s 1A 

T 2N 677 Ga Mi Ns 10A 

T 2N677A Ga Mi Ns 10A 

T 2N677B Ga Mi Ns 10A 

T 2N677C Ga Mi Ns 10A 

T 2N 678 Ga Mi Ns 10A 

T 2N6BA Ga Mi Ns 10A 

T 2N678B Ga Mi Ns 10A 

T 2N678C Ga Mi Ns 10A 

T 2N 679 Ga Li LUX. . 

t 2N 680 G JeN. 14 

D 2N681,A SV Gy Y 16A 0,8625 
bis 

D 2N689,A SV Gy Y 16A 0,8625 

D 2N690,A,SSV Gy Y 2A . 40 

D 2N69,A,S SV Gy Y 25A 40 

D 2N692,A,SSV GYY 2A . 40 

T 2N695 GM Lm VU 10 0,183 

1 2N 696 SP Li vu 150 10 1 

T 2N6%6A SM Li VU 150 

7 


10 1 


N 


mA 


Dioden u 
15 


Bemerkungen 


60 80 
45= 120 
45= 120 
1= 120 
7= 10 
50-150= 180 
65= 100 
50-150= 180 
30-70 200 
30-70 200 
50-100 200 
50-100 200 
100-225 200 
100-225 200 
30-70 200 
50-125 200 
100-250 200 
30-90= 4W 
30-90= 5W 
30-90= 4W 
30-90= 5W 
50= 400 
70= 400 
= 400 
120= 400 
>30= 400 
25-7 
40-80= 35W 
100= 65W 
40.250 300 
40-250 1W 
1235= 300 
135= 1W 
40-250 300 
40-250= 1W 
W= I9OW 
4W0= 90W 
40= 90W 
4W0= 90W 
75= 90W 


3 

3 

3 . 
25= 75 
20-600= 2W 
20-60= 5W 


40-120= 2W 


100 
100 
100 
150 
150 
500 
500 
500 


500 
500 


1A 
1A 
1A 
1A 


1A 
4A 
5A 


12 113 
Imox [Umox! fg 
v MHz 
RER 
30 (30) 
30 (50) 
30 (75) 
20 
25 85} 
RS N 
18,“ 85j 
30 1,5 £ 
30 1,5 100 
30 2 I 
30 2 100 
30 2,5 . 
30 25 100 
235 1,5 
235 2 s 
25: 2,5 P 
60 8 200 
60 . R 
100 8 200 
100 . s 
18 5 85 
16 10 85 
1% 4448 85 
9 20 85 
148 85 
15k  . 
(80) 0,2 
30 5k 100j 
40 0,65 
40 0,65 
Zah, 
25m 
75 0% 
75 04 
30 05 100j 
40 05 100j 
70 0,5 100j 
80 05 100j 
30 05 100j 
40 05 100j 
70 05 100i 
80 05 100) 
205424 » 
20 ; 
25 150 
bis 
50 . 150 
600 8us 125 
700 8us 125 
800 Bus 125 
15 (300) 100j 


500 


(60) (100) 200 


(60) 


(40) 


RC, Ers: 2N 1639 
RC, # AT 

RC, Sy, # AT 
RC, Sy, # AT 
RC 


Sy 
RC 
Sy 


Mo 
Mo, Sy, UT, Tx 


Mo 

Mo, Sy, UT, Tx 
Mo 

Mo, Sy, UT, Tx 
Mo, Sy, UT 


Mo, Sy, UT 

Mo, Sy, UT 

Tx 6) 9),Rh,Fd,Ry,Va 
Tx 9), GE,NS& 

Tx 6) 9), Tr, NC& 


Tx 9), GE, NS, NC& 
Ry, KE, Tx 
Ry, KE,Tx 
Ry, KE, Tx 
Ry, KE, Tx 


Ry, KE, Tx 

De 

De 6) 

Mo, De 2. 2N 176 
Ph 


Bx; Ers:2 N 1031 
Bx; Ers: 2 N 1031 A 
Bx; Ers:2 N 1031 B 
Bx; Ers:2 N 1031 C 
Bx; Ers:2 N 1032 


Bx; Ers:2 N 1032 A 
Bx; Ers:2 N 1032 B 
Bx; Ers:2 N 1032 C 
SL, Sy. 2N 587 
Tx 


Tx 18) 63), Ty, GE & 
r, RC, Co 

Tx 18) 63), Ty, GE & 

GE 18), Tg, RC 

GE 18), Tg 


GE 18), Tg 
M 


o 
Tx 8) 9), Tr, Fd, GE,V 
Rh [Mo,Co,R 


500 (60) (100) 200 Tx 8) 9), Tr, Fd, Va: 


Transistoren 


us) B 


IN 
V/- Imw 


AAHHa AHHHa AH HH HH AHA AHA AHA AHA HH HH HH 


Imox U | 


12 


max 


mA |V 


so 
so 


so 
50 
500 
100 


50 
50 


50 


2N 697 A } . 20H. 
2N68 SP Li VU 150 10 2 20-60= 2w 
2N 699, A SP Li VU 150 10 2 40-120= 2W 
2N69B S Li OU150 10 0,1 40-120= 5W 
2N70 GM LP HY() 6 2 10 75 
2N70018 GE Lm Hs . RE 75 
2NT0A GM LP HYQ) 6 2 1 75 
2N 701 GM Lm’HV. £ 10 75 
2N702,A SM LmsH (1) (5) 20-60= 600 
2N703,A SM LmsH (1) 6) 40-120= 600 
2N705,A GM LmsX 10 03 3,5 >25= 300 
2N706 SE LmsH 10 1 05 >20= 1W 
2NT066A SE LmsH 10 1 0,5 20-60= 1W 
2N7T06B SE LmsH 10 1 . 20-60= 1W 
2NTO6C SM Lm U 10. .  20-60= 1,2W 
2N706M SE LmsH 10 0,2 0,5 30-120= 300 
2N707 SM LmsO 10 1 5 12= 1W 
2NT7A SM Im NH10 . 1 12= 1w . 
2N 708  S(P) Lm HX 10 1 25nA 30-120= 1,2W . 
2N700 SP LmsH 10 0,5 0,0520-120= 360 . 
2N709 SP LmsX 30 1 2nA43= 300 
2N709A SP LI sX 10 0,5 SnA 30.90= 300 
2NT10,A GM LmsH 10 052 >25= 150 
2N 711 GM Lm sH 10051 >2= 150 
2NTHA GM Lms 10 05 1,5 25-150= 150 
2NTIB GM Lms 10 052 30-150=150 
2NTIS SM Lm HLA1S 10 1 

2NTIE SM Lm VO15 10 1 

2N717 SP LmU 150 10 1 

2NTITA SP Ims . } 

2NTIE SP Lm U 150 10 1 40-120=1,8W 
2NTIBA SP Lm U 150 10 10nA 40-120= 1,8W 
2N719 SP LmO 150 10 1 20-60= 1,8W 
2NTIA SP Lm U 150 10 0,0120-60= 1.8W 
2N720 SP Lm © 150 10 1 40-120=1,8W 
2NTIOA SP Im U 150 10 0,0140-120= 1,8 
IN 721 SM Lm Ns 150 10 1 

2N722,A SM Lm Ns 150 10 1 

2NW5S GM ImNs 10. . 

2N76 SP LmsH 10 1 40 

2N?7 SP LmsH 10 1 1 

2N728 SM LIms 10 6 5 

2N729 SM Ims 10 6 5 >20 300 
2N730 SP Lm U 150 10 . 20-60= 1,5W 
2N 731 SP Lm U 150 10 40-120= 1,5W 
2N734 SM Lm NH() 5 1 20-50 500 
2N 735 SM Lm NH(5) 51 40-100 500 
2N735A SP Lm U 5 0,5 5nA 40-100= 500 
2N736 SM Lm NH(S) 5° 1 80-200 500 
2N736A,BSM Lm NH(5) 5 0,5 80-200 500 
2N738 SM LmNH() 5 1 20-50 500 
2N739 SM Lm NH(5) 5 1 40-100 500 
2N739A SP Lm U 5 0,5 5nA30-100= 500 
2N740,A SM Lm NH(5) 5 1 80-200= 500 
2N74,A GM Lm HO5 . 3 B= 30 


” °C 


2N 697 A...2N 741, A 


n 


Bemerkungen 


(60) 
(120) (90) 200 
(120) (100) 200 
(120) (120) 200 


20 


(75) 


(120) (90) 175j 
(120) (40) 200j 
(120) (100) 175 


(120) (50) 175 


(100) . Rh 
Tx 9), Sp, Sy, NC & 
Tx 9), GJ,Jd, NC & 
Fd 
Mo 


Sy 

Mo 8) 

Mo 8) 

Tx 8), Mo, NS, NC 
Tx 8) 9), Mo, NS, NC 


300 [100] Tx 9), Mo, Ry & 
(400) 17} Tx 8) 9) Tf, Va, In & 
(400) 175f SH, Tr, ++ 2 N 3261 
(400) . Tx 9), PS, Mo, In & 
(00) . Sy 


(400) 175j Mo 6) 
400 175j Hu, Fd, Mo,NS& 
600 175j Mo 

(450) 200 Fd,Tx,In,9),Tf,Va & 
(600). Sy, Fd, Va, Tx 


4ns 200j RC 9), Co,Sy 
(900) - Tr3pF 

(300) [100] Tx 9), Mo,Ry & 
(300) 100j Tx 9), Mo, Ry & 
300 100j Tx 9), Ry, Sy, Mo 


300 100j Tx 9), Ry, Sy, Mo 
(150) [175] Tx, NS, NC 

(150) [175] Tx 9), NS, NC 

[20] 175 Tx,Fd,PS,Rh, Tr, Va 
(200). PS 


[20] 175 Tx,Fd,PS,Rh,Tr, Va 
(60) 175 Tx,Fd,Ry, Va, NC 
Tx, Fd, PS, Rh, Tr 
Tx, Fd 

Tx, Fd, PS, Rh, Sy & 


Tx, Fd,Ry,Sy, NC 


(500) 100; 


(500) 100j 
(500) vo 


(50) [209 ._ Tx,Fd, Kpl:2 N 717 
(50) [20] 175j Tx, Fd, Kpl:2 N 718 
(15) (300) .  Mo,Sy 

20 (140) 175j Tx 9), Tr 

20 (140) 175j Tx9),Tr 

30 (150). Tr 

15 (150). Tr 

(60) (40) 175 Tx,Tr,Ry, NC 

(60) (50) 175 Tx,Tr, Ry,NC 
(80) (30) .  Tx,NS,NC,Co,Tr 
(80) 40° 175j Tx, NS, NC, Co, Tr 
17). % .  SD6pF 

(80) SO 175 Tx, NS, NC, Co,Tr 
(80) [30] 175j Tx,SD 

(125) (30) . Tx,Tr,Co 

(125) (60) 175j Tx, Tr, Co, SD 
8. .  SD6pF 

(125) (60) 175j Tx,Tr, Co, SD, Mo 
15 (360) 100j Mo,Sy 


2N 742, A...2N 794 
3.114 » 6 
Ab |Fo Aw 


'2N 742, A 
2N 743 
2N 744 
2N 745 
2N 746 


2N 747 
2N 748 
2N 749 
2N 750 
2N 751 


2N 752 
2N 753 
2N 754 
2N 755 
2N 756 


2N 756 A 
2N 757 
2N 757 A 
2N 758 
2N 758 A‚,B 


2N 759 


o 


mn aaa ala 


74444 44744 449444 0444445 4944470900004 HHHH4 44a a 
DEF ZE 


oo 


. KIchuh vnuun nam. 


0,3 


Dioden un» 
14 |15 


max | Bemerkungen 
de 


'>20= 

20-60= 1W 
40-120= 1W 
0,0535= 170 
0,0560= 170 


6nA 60= 430 
6nA 30= 430 
0,01 10 430 
0,017 420 
0,054 420 


» 40-150 500 
0,5 40-120= 1W 
20-80= 
20-80= 
12-22 


12-22 
18-40 
18-40 
18-90 
18-90 


36-90 
36-90 
76.333 500 
76-333 500 
19 500 


39 
-8 
-8 
-8 
-8 


wW= 


o0©:- 


pen “pen » 


- 8000 00000 


12-60= 35 
30-150= 35 
35= 150 


6-18 150 
11-36 150 
28-90 150 
6-18 150 
11-36 150 


.. 28-90 150 
1 50-200= 60 
3  50-.200= 60 
. N 150 
0,01 35.140 1W 


2 
. 23= 
2nA 9-20 200 
2nA 18-40 200 
2nA 18-90 200 
2nA 36-88 200 
2nA 78-330 200 
3 50= 150 


NS, NC 
175j Tx 9), Sy, Br,In,Va 
175j Tx 9), Sy, Br,in, Va 
175 
175 


175 
175 
175 
175 
175 


175; 


NS, NC, Tr 


NS, NC, Tr 
NS, NC, Tr 
NS, NC, Tr 
NS, NC, Tr 
NS, NC, Tr,SD 


NS, Ss, NC, Tr 
NS, NC, SD, Tr 
NS, Ss, NC,Tx 
NS, NC, Tx,SD 
NS 


NS, NC 

Tr 25) = TSW 31 
Tr 25) = TSW 61 
Tr 25) = TSW 101 
Tr 25) = TSW 201 


(175) . 
(900) 100; 
(110) . 
(150) . 
(110) . 


(70) 

(90) . 
(160) . 
(120) . 
(160) . 


(180). Ph 
(450) [100] Ph 1,9pF 
(450) .  Ph,Sp 


a . Ph 
130) 175j Tx.2. TI 490 
60ns 100j Sy 
75ns 100j Sy, Ry 
; Sy 
“ Sy 
160 Ry-ı 2 N 332 
160 
160 
160 
160 


Transistoren 2N 795...2N 889 


75= 150 
85= 150 
>40= 150 
45= . 
30-60= 


BDND 
on a 


2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
2N 
ıN 
2 


. 5 150= 
0,12 0,15 33= 
035. 4W= 


0,38. 80= 

1 

101 20= . . 
0,18. a . 100 
10 70= . (450) 100j 


20-45 300 
40-90 300 
80-330 300 
20-55 300 
45-150= 300 


40-120= 300 
40-120= 300 
25-125= 60 
. . 150 
‚5 20-60= 1W 


vrnuu u. 


[- Pre 
noo 


0, 
0, 
1 
1 
0, 


vu 


10-600= 150 
25-.100= 150 


1 
0,1 
0,1 10-40= 150 
0,1 25.75= 150 
0,1 12-48= 150 
0,1 
0,1 
0,1 


2000- -- 


35= 150 
20-100= 150 


‚1 45-125= 150 
0,01 >20= 12W . (150) 200; 
10 40-120= 3600 . 30 «550) . 
0,01 40-120= 1,8W . (100) (70) 200j Tx 9), Fd, Tr 
0,01 100-330= 1,8W . (100) (90) 200) Tx 9), Fd,Tr 


0,2 0,8 . 200 . . SP 19), Hf, Tx, Tr 


oo000 


u u vbooou vunww 


ET TE 
855° 


0,2 0,8 . 200 . « SP 19), HF, Tx, Tr 
0,02 0,6 200 . . SP 19), Hf, Tx, Tr 


0,02 0,6 . 200 . . SP 19), Hf, Tx, Tr 
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t 

t 

T 
T 
T 
hä 
8 
F 
T 
T 
T 
T 
I 
U 
T 
T 
T 
1 
T 
T 
T 
t 

T 
T 
7 
T 
T 
T 
” 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
E 
U 
U 
T 
T 
T 
u 
1% 
% 
1L 
1 
T 
T 
T 
Li 
D 
D 
D 
D 


2N 892...2 N 960 Dioden unc 


la Is |6 I7 ls |[o oo In [2 15 
\Fo /AwIr |Ur Is Us,/B N Imax |Umax Bemerkungen 
| Im | v jpA V/- mW ma |V MHz 
sv lm sm oosiozn an © 150 15 ' 
bis 
2 N 901 SV Lms 005 07-2 -1,5 Ä 150 200 . ‘._ "SP; Te,)25) 
2N 902 sd 40) NH 1 " 2mA90 190 . (5) 6 160 Ry 2 N 332 
2N 903 sd 40) NH 1 > 2nA1840 1790 . (45) 8 160 
2N 904 sd 40) NH 1 > 2nA18-90 150. (45) 11 160 
2N 905 sd 40) NH 1 “A368 170 . (45) 8 160 
2N 906 Sd 40) NH 1 “  2nA78-330 170 . (45) 13 160 
2N 907 sd 40) NH10 . 2nA20.55= 170 . (45) 30 160 


2N 908 $Sd 40) NH 10 ». nA 45-150= 170 . (45) 45 160 
2N 909 SP Lm UV 50 10 . (60) (160) 

2N 910 SP Lm UV 10 10 
2N 911 SP Lm UV 10 10 


(100) (85) 200 Fd. Ry, Tx#2N 1973 
(100) (70) 200 Fd, Ry, Tx#2N 1974 


D' 
D 
T 
T 
U 
T 
N 
T 
T 
T 
T 
T ü 
T 2N 912 SP Lm UV 10 10 25nA >15= 1 Bw . (100) (50) 200 Fd,Ry, Tx#2N1975 
T 2N 914 SE Lm UN 10 1 25nA 30-120= 1,2W . (40) (350) 175 Fd; In, Va,Tf, Co,Tx 
T 2N 915 SP Lm UV 10 5 0,0140-160=1,2W . (70) (350) . Fd, Sy, Tf, Mo 
T 2N 916 SP Lm UV 10 1 0,0150-200=1,2W . (45) (400) 200j Fd, .=. BSY 22, In, Tx 
T 2N 917 SP LmsH 3 1 1nA>20= 300 a (30) (800) 200) Fd, Sy, NC, RC, Tr, A 
T 2N 918 SP LmvV 3 1 0,01 >20= 300 50 (30) (900) 200 Fd,In,RC,Mo,Va,Tf 
T 2N 919 SL Lm sX . 12W . (25) (350) . PS, Br 
T 2N 920 SL LmsX . 12W . (25) (350) . PS, Br 
T 2N 921 SP Lm sX . 12W . (50) (400) . PS, Br 
T 2N 922 SP LmsX . » ..50-120=1,2W . (50) (400) . PS, Br 
T 2N93 Sa LmNs 1 6 25nA 12-30 150 100 25 0,8 200) NS,Sp 
T2N94 Sa LmNs 1 6 25nA 24.70 150 100 25 0,8 200 NS, Sp 
T2N95 Sa LmNs 1 6 25nA 10-24 150 100 40 0,8 2001 NS, Sp 
T 2N96 Sa LmNs 1 6 25nA 20-55 150 100 40 0,8 200j NS, Sp 
T2N97 Sa LmNs 1 6 25nA 8-22 150 100 60 0,8 200j NS, Sp 
T 2N928 Sa LmNs 1 6 25nA 18-50 150 100 60 0,8 200j NS, Sp 
T 2N 929 SP LmU 1 5 2nA >60 300 30 45 (300) 175 SA9), Tx, In, Va, Tf 
T 2N9239A SP LU rN 001 5 2nA40-120= 300 10 60 (45) . GJ,SD,Tr 6 pF 
T 2N 930 SP LmU 1 5 2nA>150 300 30 45 (300) 175 SA 9), Tx, In, Va, Tf 
T 2N920A S Im rl 05 5 2nA 150= 500 . (60) (45) 200 NC 8pF,SD, Tr 
t 2N934 GE LmsxX . . . 60= 150 . (13) (60) 
T 2N935 Sa LmNns [0,1] 0,5 0,1 9-22= 250 100 40 02 
T 2N936 Sa Lm Ns [0,1] 0,5 0,1 18-44= 250 100 35 0,3 
T 2N937 Sa Lm Ns [0,1] 0,5 0,1 36-88= 250 100 30 0,5 
T 2N 938 Sa LmU 1 6 25nA9-22 250 100 35 1 
T 2N939 Sa LmU 1 6 25nA 18-44 250 100 35 2 
T 2N90 Sa IimN 1 6  25nA 36-88 250 100 35 2 
T 2N91 Sa LlmW . 1mV2,5nA . 250 so 235 16 
T 2N92 Sa Lm w 3mV2,5nA . 250 so 25 10 
T 2N93 Sa Lm W 2mV5nA . 250 so 40 1 
T 2N 94 Sa Lm W 3mV5nA . 250 50 40 1 
T 2N95 Sa Lm w AmV5nA . 250 so 50 ı 
T 2N 96 Sa Lm w 4mV5nA . 250 so 80 1 
D 2N 948 sv U Ken 2 0,021 . 200 30 . 
bis bis 
D 2N 951 SV du: Ya 2 0,021 . 200 200 . . Tr 
T 2N955,A GE LmsH 30 . .>390= 150 . 8 (16) - RC 6 pF 
T 2N 956 SE Lm U 150 . 10nA 100-300= 500 . (75) (60) 200j Mo, Tr, SG, Tx 
T 2N 956 SP Lm U 150 10 . 100-300= 1,8W . (5) 20) - Tx 9), Va, NC 
T 2N 957 SP LU AU 10 5 01 >45= 250 R (40) (200) . Tr 
T 2N960 GE Lm sX 10 03 3 >20= 150 150 15 (300) 100 Mo,Ry,Tx, Sy 


Transistoren 


2N 961...2N 1015 E 


9 lo In h2 Ja 


UsB IN max Umos[fo 
V= imw ma |v 


a 


961 
962 
963 
964, A 
965 


966 
967 
968 
969 
970 


971 
97 
973 
974 
975 


976 
977 
978 
979 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
2 


2N 988/9 
2N 990/3 
2N 994 


2N 995 


2N 1015 A 
2N 1015B 
2N 1015C 
2N 1015 D 
2N 1015 E 


AHA AH Aa AHA 44H HAT AHA AAAAA AAAA 


>20= 150 15012 

>20= 150 150 

Ww= 150 . 

>= 150 150 

>4W= 150 150 (300) 100 


>4W0= 150 150 (300) 100 
70= 150 E (460) 100 
>20= 150 . 150 ns 100 
>20= 150 ’ 150 ns 100 
>20= 150 . 275 ns 100 


>20= 150 5 275 ns 100 
>40= 150 B 175 ns 100 
>= 150 175 ns 100 
>4W= 150 275 ns 100 
>4w= 150 . 275 ns 100 


>30= 10 (600) 100 
>50= 150 ‘ (400) 100 
15-60= 1250 (#0) - 

>30= 60 (100) 100; 
>30= 60 (100) 100; 


36-100 500 r (50) 200 
>50= 60 (450) 100j 
>W= 60 (450) 100j 
>20= 60 (350) 100j 
>60= 150 300 100 


500 . . 200j 


29: 29 
vo u 
Ss 


vBuu W 


SSUNNS 


vYuuuın 


SNSSNSN 


© 
oO u 


wuwwe wwiW: + 


140 ; i 5 : 
20-120= 30 - (300) 175j 
.  <W= 67 Ä (44) 75j 
0,7 . ; 5 100 


S5nA >25= 680 , 100 150j 
5 35.140= 360 . (200) . 
10 >40= 360 (200) 200j 
1nA >4000 2W . - 
0,01 <8000=500 


0,01 >400= 500 
>40= 150 
10 120 
20-55= 120 
45-150= 120 


150 
>W= 
75= 
20 
OmA >10= 


OmA >10= 


4 20mA >10= 7,5A 250 


Bemerkungen 


Mo, Ry, Tx, Sy 
Mo, Ry, Tx, Sy 
Ry, Tx, Mo 

Mo, Ry, Tx, Sy 
Mo,Ry,Tx, Sy 


Mo, Ry,Tx, Sy, 
Ry, Tx, Mo 
Mo, Ry, Sy, Tx 
Mo, Ry, Tx 
Mo, Ry, Tx 


Mo,Ry, Tx 
Mo, Ry, Tx 
Mo,Ry, Tx 
Mo, Ry, Tx 
Mo, Ry, Tx 


Ph, Sp, 3pF 
Ph 


Tr 
Sp #2N 1499 A 
Sp 3pF 


NC 5pF 
Sp 2,5pF 
Sp 2,5pF 
Sp 2,5pF 
Ry, Tx, Mo 


SG 62) 
Am =. 2 N 2084 
Z2N 2221 


Ry 62) 

Fd; Kpl:2N 914, Mo 
Fd 

Fd, Tr 


Tx 43)21) GE, SG, Sp 
Fd 21) 43) Ry, GE,NC 


GE 21) 43), NC, SG 
CB,GJ 


i 62) 


Rh 
Rh 


Bx, ET, Sy, UT, Mo 
Bx, ET, Sy, UT, Mo 
Bx, ET, Sy, UT, Mo 
Bx 

RC, ET 


Bx, Cv, Mo 8) 
CB, GJ, ET, GT 
RC 

AT 

Wh, Si, WB 


Wh, Si, WB 
Wh, Si, WB 
Wh, Si, WB 
Wh, Si, WB 
Wh, Si, WB 
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2N 1015 F...2 N 1044-1 Dioden un: 


ı 10 BE 12 r 15 


K |Typ Us,/B N Imox |Umox Bemerkungen 
HA|V/- mW |mA |V = ° 


2N 1015 F 'Sa 4 20mA >10= '150W '7,5A 300 25k j' Wh, WB 
4 20mA >10= 150W 7.54 30 30k Wh. Si, WB 
bis 
420mA >10= 150W 7,5A 300 30k j Wh, WB 
10= 40 ." 12 20 Ry, ET, Jd, UT 


» 160= 400 . 25 Ry, ET, UT 
1, 5 500 30-90= 50W (0,43) . Tx, De # 2N456 
1,5 500 30-90= 50W 9 aa Tx, De # 2N456 
12 20-175 120 E RC # 2 N 384 
0,01 >9 250 SR, NS, NC, SD, Sp 


0,01 9-22 250 SR, NS, NC, SD, Sp 

0,01 18-44 250 SR,NC, SD, Sp 
25nA >36 150 NC 

0,01 > 18 250 SR, NC, SD, Sp 

0,01 >9 250 SR, NC, SD, Sp 


20-60= 50W Bx; Ers:2 N 1031 
20-60= 50W Bx; Ers: 
20-60= 50W Bx; Ers: 
20-60= 50W Bx; Ers: 
50-100= 50W Bx; Ers: 


50-100= 50W Bx; Ers: 
50-100= 50W Bx; Ers: 
Bx; Ers: 


22990 naun- u 


Daudu vubuou Duouuu vuooii 


“” 


20000 


o2000 


vunrnuu DOUUD Duunm 


Bx — 678 C 

Ry, NS, SR, NC, Sp 
Ry, NS, SR, NC, Sp 
Ry. NS, SR, NC, Sp 
Ry, NS, SR, NC, Sp 


Tx 9) [Lp] 1 
Sy 


Sy 
Tx 9) [Lp] 1 
Sy 


[-2-3-3-7-) 


a e: 
z z 


Sy 
Tx 9) [Lp] 1 
Sy 


Sy 
Tx 9) [Lp] 1 


ir 
T 
T 
T 
7 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
2 
T 
T 
7 
8 
T 
T 
T 
T 
T 
m 
T 
* 
7 
T 
T 
T 
T 
u 
m 
eu, 
T 
T 
T: 
T 
% 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
7 
T 
T 
I 
T 
T 
$: 
T 


“aan 00-200 00009 090000 amnam: 
“un sn ([jjn[jn niinnın 


Transistoren 2N 1044-2...2 N 1094 
In 2 15 


Imax |Umax Bemerkungen 
mw mA |V 


. 20-60='20W 
125 20-60= 20W 


Tx 

Tx 9), Si, Co 
Tx 9) 

Tx 9) 


Tx 9), Si, Co 
Tx 9) 
Tx 9) 
Tx 9), Si, Co 
Tx 9) 


Tx 9) 
Tx 9), Si, Co 
Tx 9) 


2N 1047 B 


2N 1048 
2N 1048 A 
2N 1048B 
2N 1049 
2N 1049 A 


2N 1049 B 
2N 1050 
2N 1050 A 
2N 1050B 
2N 1051 


2N 1052 
2N 1053 
2N 1054 
2N 1055 
2N 1056 


2N 1057 34-90= 240 
2N 1058 . » 10.23 150 
2N 1059 . . 50-.100= 180 
2N 1060 . .  60= 200 
2N 1065 . »  20-80= 120 


2N 1066 FF  .) . RC,AT.2.2N 1023 
2N 1067 . Pe \ 1 . . RC, Si# GE 

2N 1068 . 0. 3B= ‘ ss» RC, Si# GE 

2N 1069 . . . 20= . . RC, Sı, Fa 

2N 1070 . . . M= . RC, Si, Fa 


2N 1072 . . . >20= 12,5W WE 

2N 1073 Mp + 10mA 20-60= 90W Bx, De [Mi], Mo 
2N 1073 A Mp » 10mA 20-60= 90W Bx, De [Mi], Mo 
2N 1073 B Mp » 10mA 20-60= 90W Bx, De [Mi], Mo 
2N 1074 Li . .  SnA 15= R 


2N 1075 Kr IND: »  5nA28 
2N 1076 GN 

2N 1077 uU N. 

2N 1078 42) NU 500 

2N 1079 Mm UL 1A 


2N 1080 Mm UL 2A A a TE 
2N 1084 Li U 1500 : Tr 
2N 1086 Lk OW1 . 8 . GEET 
2N 1086 A Lk OW1 GE,ET 
2N 1087 Lk OW1 GE, ET 


2N 1090 LI sX 20 Ry, ET, RC 
2N 1091 LI 5X 20 Ry, AT, Gl, RC 
2N 1092 Li Ns 200 RC 

2 N 1093 La sX 10 Tx 

2N 1094 Li Hs 4 WE 


On» 


Add AHA AH AHA AHA AHA HH HH HH HH HA 


u 


800 o-==u = 
vrw put 


Ry 
CB; Kpl:2 N 1330 
Tr 


47777 A444 Hrn 
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2N 1095...2 N 1136 B Dioden ur 


. GE,ET 
(80) 0,2 100j De, CB, Mo, RC, V: 


15A (100) 0,2 100j De, CB,Mo,RC,Va 
100 15 85; Sy,ET 
30-60= 180 100 85j Sy,ET 
34dB 30 . Tx,ET 
33dB 30 . Tx, ET 


20dB 30 . Tx,ET 
29dB 30 . Tx,ET 
25dB 30 . Tx, ET 
25dB 30 . Tx,ET 
25dB 30 . Tx, ET 


40-180= 150 R B Sy,ET 
35-110= 150 . . 35 
>W= 5W 5 D Tr 
>W= 5W ° . Tr 
>15 150 140j Ph, Sp, SR 


15-35 150 140| Ph,Sp, SR 
>15 150 140) Ph,Sp, SR 
35= A5W 95; Bx, Cv, Mo 8) 
NR= 60 . 8 . GE,ET 

>35= 25 100} CB, Sp, Ph, GJ 


>35= 25 100j CB, Ph, GJ, Sp 
70= 750 5 100j Se, Ph 

>40 300 85j Ph 11), ET 
50-150 300 85}; Ph411), ET 
>40 1W 85j Ph 11) mKf 


= 44H AH HH HH 


50-150 1W 85j Ph 11) mKf 

70-150 150 85j Ph11),ET 

190 150 85j Ph11), ET 

160 150 855 Ph11), ET 

20-45= 750 175 Tx 9), Ak, Fd,Va,NC 


20-45= 750 . 175 Hu {Kpl:2 N 69 

30-90= 750 175 Tx 9), Ak,Fd,Va,NC 
0,5 30-90= 750 . 175 Hu [Kpl:2 N 697 
10nA 30-90= 600 175j Sy, Mo,Tr 

75= soW 100| Bx, Cv 


75= s0oW 100) Bx, Cv 
. 3= sw 100 Bx,Cv 


HH HH HH 


240 


Transistoren 2N 1137...2 N 1180 
15 
Bemerkungen 


x - 
<<» 
o 


] 


4 
BP PDDBEN DNDDDDHNENNDNNDNDND 


ji Bx,Cv 
ji Bx,Cv 

Bx,Cv 
ji Bx,Cv 
i Bx, Cv 


ji Bx, Cv 
Tr 
Tr 
j Tx, Mo 
>10= ji Tx, Mo 


>10= Tx 
34-90 = » 7 Nu, GE 
25-90 = ö ® Nu, GE 
100= 95j JIn,Cv 
100= (60) 2k 95; JIn,Cv 


100= (80) 2k 955; In,Cv 

100= 25W (100) 2k 95; In,Cv 
60-150= 25W (40) (0,15) 955 Cv #2N 1146 
60-150= 25W (60) (0,15) 955 Cv 

60-150= 25W (80) (0,15) 955 Cv 


60-150= 25W (100) (0,15) 955 Cv 
0,953 150 (45) 4 175j Tx, NS, NC,Tr 
0,976 150 175j Tx, NS, NC, Tr 
0,989 150 175j Tx, NS, NC,Tr 
0,989 150 175j Tx, NS, NC, Tr 


0,997 150 1755 Tx, NS, NC, Tr 
0,9 750 . Tx, NS, NC,Tr 
0,9 750 . Tx, NS, NC, Tr 
0,9 750 (120) . Tx, NS, NC,Tr 
38-84= 100W (25A)(60) 02 95j Hw,SD 


38-84= 100W (25A)(80) 02 95j Hw,SD8) 
50 60 100 20 100 Ph 
50 75 100 20 100 Ph 
30-75= 93W 5A (80) . Dez. 2N3N 
7A (80) . De 


15A Mo 
25A 
25A 
25A 
25A 


25A 


-- 444 44177404444 
LZZZZ ZZZZZ ZILZZ ZZZZZ 


>30= 


30-90= 7,5W 

70-140= 200 

70-140= 200 

65= 300 

65= 300 

65= 300 

100 80 5 . RC, Ers: 40242 
40 80 » . RC, Ers: 40244 
80 80 . a RC, Ers: 40243 
80 80 . . RC, Ers: 40245/6 


-- + -4 44444 4444404444404 HH m 


16 KTT 241 


2N 1183...2 N 1238 
112 a 14 
K\Typ Ab IFo 

| | | Ima v 


5 |6 


Aw ars Ua N 


Dioden un 
9 10 15 


Ei: Bemerkungen 
‚a = 


"Nu 400 
NU 400 
NU 400 


2N 1200 
2N 1201 
2N 1202 
2N 1203 
2N 1204, A 


2N 1205 
2N 1206 
2N 1207 
2N 1208 
2N 1209 


2N 1210 
2N 1211 
2N 1212 
2N 1213 
2N 1214 


2N 1215/16 


444 HHH444 444444 HH AH HH 


ma anaaa nuno, 


A444 HH HH HH 


vAÄuuu vuunw: 


242 


10 5 


10 0,2520dB 
10 0,2520dB 


40-120= 7,5W 


40-120= 7,5W 


30-70 200 
50-125 200 
100-250 200 
190-500 200 
>12dB 225 


350 


ji Tx, WE. 2 N 509 


Hu 4pF 

350 Hu 4pF 

1,5 17-90= 75 GE, ET 
12-60= 150 P . Ph 
12-600= 150 . Ph 


7-200= 10  . ; Ph 
7-200= 100 (20) - Ph 
40-120=32W (3,54) 60 Hw. SD 
25-75= 32W (3,5A)70 (0, Hw. SD 
>15= 200 (5) (220) 100 Sp, Mo [Li] 


6= I ee se Tr 
>20= >3W . 60 (10) . Tr. 2N339A 
>20= >3W 125 (10) Tr 2. 2N 341 A 
W=  B5W 60 (12) Tr, Si 

WS=  85W (12) 


Tr, Si 
15-75= 60W Tr, Si 
15-75= 60W Tr, Si 
12-600= 85W Tr, Si, Ty 
RC 24) 
RC 24) 


RC 24) 

GE 

Sy 

GT, Sp, SD 
GT, SR, Sp, SD 


GT, SR, Sp, SD 
GT, SR, Sp, SD 
GT. SR, Sp, SD 
RC, 8), Sy#2 N 274 
RC, 8), Sy#2 N 384 


RC, Sy, AT 2pF 

Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, NC 
Hu, NS, WT, SD 


200; 
200; 


200j 


x 


5 
0,01 > 18= 
1 
1 
1 
1 


>18 


a a2. “UN NDUu DuSsio. 


©0000 0000- 


12-60= 45W 
14-32 1W 


Tr 
Hu 40), SD 


o: 


"Transistoren 


ee 
"T 2N 1239 

"T 2N 1240 Sa Fr Ns (2) 
’T 2N 1241 Sa Fr Ns (2) 
’T 2N 1242 Sa Fr Ns (2) 
"T 2N 1243 Sa Fr Ns (2) 
"T 2N 1244 Sa Fr Ns (2) 
"T 2N 1245 Ga Mi s 500 
"T 2N 1246 Ga Mi s 500 
"T 2N 1247 Sd Li Ns 1nA 
"T 2N 1248 Sd Li rN 0,02 
tt 2N 1249 S4’ „I «Nr. 
"T 2N 1250 Sd MI sl 2A 
"T 2N 1251 Gi Je NB. 
"T 2N 1252 SP Li ns 150 
"T 2N 1253 SP Li ns 150 
"T 2N 1254 SM Li sX 10 
"T 2N 1255 SM Li sX 10 
"T 2N 1256 SM Li sX 10 
"T 2N 1257 SM Li sX 10 
"T 2N 1258 SM Li sX 10 
’T 2N 1259 SM Li sX 10 
"T 2N 1260 SP NI NL 1A 
"T 2N 1261 Ga No’Ns 2A 
’T 2N 1262 Ga No’Ns 2A 
’T 2N 1263 Ga No’Ns 2A 
tt 2N 1264 GE u Hi. 
"T 2N 1265 Gi Je N. 
"T 2N 1266 Gr > H. 
"T 2N 1267 Ss la H 2 
"T 2N 1268 Ss ka; Hr 2 
"T 2N 1269 Ss ka H 2% 
"T 2N 1270 Ss Ed: H" 2 
"T 2N 1271 Ss la H 2 
"T 2N 1272 Ss LlaH 2 
'T 2N1273/7%%4 Ga Li NB 50 
"T 2N 1275 Sa Li Ns 1 
"T 2N 1276 Sg Li NH(1) 
'T 2N 1277 Sg Li NH (1) 
'T 2N 1278 Sg Li NH (1) 
'T 2N 1279 Sg Li NH) 
!T 2N 1280 Ga Li sX 20 
!T 2N 1281 Ga Li sX 20 
!T 2N 1282 Ga Li sX 20 
!T 2N 1284 Ga Li sX 10 
!T 2N 1285 GB: u, 

!T 2N 1288 Ga Li sX 10 

!T 2N 1289 Ga Li sX 10 
IT 2N 1291 Ga Mi Ns 500 
IT 2N 1292 Ga Mi Ns 500 
IT 2N 1293 Ga Mi Ns 500 
'T 2N 1294 Ga Mi Ns 500 
!T 2N 1295 Ga Mi Ns 500 
!T 2N 1296 Ga Mi Ns 500 
'T 2N 1297 Ga Mi Ns 500 
T 2N 1298 


'16* 


5 

5 01 1432 1W 
5 0128.65 1W 
5 0,1 1432 1W 
s 01 28.65 1W 
5 0,1 1432 1W 


5mA >50= 20W 
5mA > 150= 20W 


5nA 70= 300 

0,01 25= 300 

. ER.) 300 
12 20 >15= 85W 

70-250 150 


10 25nA 15-45= 2W 
10 25nA 30-90= 2W 


1 0,2 25.50 275 
1 0,2 40-80 275 
1 0,2 25-50 275 
1 0,2 40-80 275 
1 0,2 75-150 175 
1 0,2 25-100= 275 
15 <10 12-60= 50W 
. 20-50= 32W 
30-75= 32W 
45-113= 32W 
>15= 50 
>235= 50 
>10= 80 
6-18 150 
11-36 150 
28-90 150 
6-18 150 
11-36 150 
. 28-90 150 
1 14 30-150= 150 
6 5nA1I5= 300 
(5) 1 9-22 150 
(5) 1 18-44 150 
(5) 1 37.90 150 
(5) 1 76.333 150 
. = 200 
. = 200 
Fa | 7 200 
»  30-150= 150 
»  17dB 120 
5 


500 
500 


120 


(3,54) 45 
(3,5A) 45 
(3.5A) 45 


50 
3A 
3A 
3A 


(20) 
10 
10 


20 
20 


2N 1239...2 N 1298 


200 
200 


175 
175 
175 
175 
175 


175 
95j 


95j 
95j 


85j 

100; 
100j 
100; 


Bemerkungen 


Hu 40), SD 
Hu 40), SD 
Hu 40), SD 
Hu 40), SD 
Hu 40), SD 


Hu 40) 
CB 


Tx 9), Fd, Rh, NC & 
Tx 9), Fd, Rh, NC & 


Hu, Tr 
Hu, Tr 


Tx, ET; 1274: 25V, 


Ry, SR, NC,SD, Sp 
i Tx, GE, Tr 
ji Tx, GE,Tr 
Tx, GE, Tr 
Tx, GE, Tr 


CB; SE 2N 1292 
CB, $ 
CB; Kol: 2N 1294 


CB, Sy 
CB; Kai 2N 1296 
[1:3 
CB; Kpl:2 N 1298 
cB 


243 


2N 1299...2 N 1353 Dioden un 


112 13 15 


Imox [Umox| fg tmax| Bemerkungen 

V/- |mW mA V MHz 1°C 
T 2N i ö & 35-110- 150 s 20 5 . Sy,ET 
T 2N130 GM li sX 10033 >30= 150 100 13 (4) .  Tx,AT,RC 
T 2N1301 GM Li sX 10 033 >30= 150 100 13 (60) .  Tx,AT,RC 
T 2N1302 Ga lis 10 1 6 >20= 150 300 25 3 . . Tx7), Sy, Ry, Va, Co 
T2N103 Ga li s 10 1 6 >20= 150 300 30 3 . ..T%7), GE, Sy, Va, Co 
T 2N 1304 Ga Li sX 10 1 6 40-200= 150 30025 5 85j Tx7), GE, Sy,Va, Co 
T 2N 1305 Ga Li s 10 1 6 40-200= 150 300 30 5 s Tx 7), GE, Sy, Va, Co 
T 2N 1306 Ga Li sX 10 1 6  60-300= 150 300 25 10 85j Tx7), GE, Sy,Ry, Vo 
T 2N 1307 Ga Li s 10 1 6  60-300= 150 300 30 10 [100] Tx 7), GE, Sy, Va, Co 
T 2N1308 Ga li sX 10 1 6 >80= 150 300 25 15 85j Tx7),GE,Sy.Ry, Ve 
T 2N 1309 Ga Li s 10 1 6 >80= 150 300 30 15 . Tx 7), ET, Sy, Va, Co 
T 2N 1310 Ga Li s 5 7 >2=: 120 . (90) 1 8 GJ,CI,GT,Tx 
T 2N 1311 Ga Li s 5 7 >15= 120 . (75) 1,5 85 GJ,GT,Tx 
T 2N 1312 Ga Li s 20 . 7 B= 120 . (50) 2 85 GJ,GT,Tx 
T 2N 1313 Ga Li x 1 u .  40-125= 350 . 20 8 . TS, ET,Jd 
T 2N 1314 Gi Mi Ns 1A - F 54 13W 35A 32 015 . Am 
t 2N 1315 Gi Mı Ns 1A s » 7m 12,5W . 32.03 5 Am 
T 2N 1316 Ga Li sX 1 ? » 50-200= 200 . 15 16 e Jd, ET, UT 
T 2N 1317 Ga Li sX 1 e . 45-180= 200 r 12 15 . Jd, ET, UT 
T 2N 1318 Ga Li sX 1 »  40-150= 200 R 6 15 . Jd, ET, UT 
T 2N 1319 Ga Li s 400 . E 30= 120 . 20 6 e RC 
T 2N 1320 Ga NI’Ns . . - ..30-90= 20W . 30 F 5 CB 
T 2N 1321 Ga Nf'Ns . % -» .30-90= 20W . 30 & . CB; Kpl:2 N 1320 
T 2N 1322 Ga Nf’'Ns . . r 30-90= 20W . 45 > » cB 
T 2N 1323 Ga Nf’'Ns . = . 30-90= 20W . 45 . . CB; Kpl:2 N 1322 
T 2N 1324 Ga NI’Ns . “ ...30-I90= 20W . 60 . a cB 
T 2N 1325 Ga Nf’Ns . 60 . . CB; Kpl:2 N 1324 
T 2N 1326 Ga NI’Ns 80 . F cB 
T 2N 1327 Ga Nf’Ns . . . . 80 . 4 CB; Kpl:2 N 1326 
T 2N 1328 Ga 42) Ns . . 30-90= 20W b 30 . . CB. 2N 1320 
T 2N 1329 Ga 42)Ns . . -..30-90= 20W . 30 . “ CB. 2N 1321 | 
T 2N 1330 Ga 42) Ns 50 . » . 45 . . CB; Kpl:2 N 1078 
T 2N 1331 Ga 42) Ns 500 60 : s CB. 2N 1324 | 
T 2N 1332 Ga 42) Ns 500 = . 60 . B CB 2N 1325 
T 2N 1333 Ga 42) Ns 50 . » ..30-90= 20W » 80 5 ’ CB. 2N 1326 
T 2N 1334 Ga 42) Ns 50 . = 30-90= 20W . 80 . . CB. 2N 1327 | 
T 2N 1335 SM Li UV 30 . . 13= 2.8W . 90 170 & PS | 
T 2N 1336 SM Li UV 30 = e 13= 28W . 90 170 . PS 
T 2N 1337 SM Li UV 30 . . s3= 28W . 9% 170 ; PS I 
T 2N 1338 SM Li UV 30 108: STRUZUW (80) 170 F PS, Co | 
T 2N 1339 SM Li WV. . a - 2BW « 50 (220) . PS | 
T 2N 1340 SM Li UV 50 1 = >5m ZW . (150) (220) . PS, Co I 
T 2N 1341 SM Li UV. . . B 28W . 100 (280) . PS | 
T 2N 1342 SM Li Hs 10 12%. >1I= 28W . (150) 250 P PS,Co 
T 2N 1343 Ga Li sX 50 = 5 >15= 150 F 16 6 . Jd, ET, UT | 
T 2N 1344 Ga Li sX 20 . . >60= 150 . 10 2:12 - Jd, ET, UT 
T 2N 1345 Ga Li sX 4600 . . 30-100= 150 . 8 12 . Jd, ET, UT | 
T 2N 1346 Ga Li sX 035 . 5; 40-250= 150 . 10 12 . Jd, ET, UT | 
T 2N 1347 Ga Li sX 10 s 5 >30= 150 . 12:8 I 3d, ET, UT 
T 2N 1348 Ga Li sX 10 7 h >45= 200 f 2-5 ° Jd, ET, UT N 
T 2N 1349 Ga Li sX 10 P . >50= 200 ei 459-710 « Jd, ET, UT | 
T 2N 1350 Ga Li sX 10 & P >45= 200 . 20 8 5 Jd, ET, UT 
T 2N 1351 Ga Li sX 10 ” B >35= 20 . 18 8 R Jd, ET, UT 
T 2N 1352 Ga Li N 1 A .  40-100= 150 P 20.2:2,5 2 Jd, ET, UT 
T 2N 1353 i 25-150= 200 103,5 ° Jd, ET, UT 


24h 


SEREE SEE 


7333 


Transistoren 
7 8 5 
4 Is u. IN | 
mA v_[uA V/- mw 

2N13%4 Ga Li sX 10 25-150= 200 
2N135 Ga Li sX 10 30-15 
2N1356 Ga Li sX 10 40-140= 200 
2N137 Ga Li sX 10 40-150= 200 
2N138 Ga Nt Ns 12A 20= 150W 
2N138A G Nr Us 12A 0,7 BR 
2N1399 Ga Mi Ns 1A 35-90= 90W 
2N1360 Ga Mi Ns 1A 60-140= 90W 
2N132 Ga Mi Ns 1A 35-90= 90W 
2N133 Ga Mi Ns 1A 60-140= 90W 
2N134 Ga Mi Ns 1A . . 35-.9= 90W 
2N13655 Ga Mi Ns 1A . .  60-140= 90W 
2N136 Ga Lr’ MO1 20... 28dB 100 
2N1367_ Ga Lr H 10 . . 38dB 100 
2N130 Ga Li Ns 50 1 14 50-.150= 150 
ıN 1371 Ga Li Ns 50 1 14 50-150= 150 
2N132? Ga li Ns 50 1 7 30.95= 250 
2N137733 Ga Li Ns 50 1 7 30-95= 250 
2N13%% Ga Li Ns 50 1 7 50-450=250 
2N13775 Ga Li Ns 50 1 7 50-450=250 
2N1396 Ga Li Ns 50 1 7 75-150=250 
2N137 Ga Li Ns 50 1 7 75-150=250 
2N13778 Ga Li Ns 50 1 7 95-.300= 250 
2N139 Ga Li Ns 50 1 7 95-300= 250 
2N13800 Ga Li Ns 50 1 14 30-300= 250 
2N 1381 Ga Li Ns 50 1 14 30-300= 250 
2N132 Ga Li NBSO 1 14 50-150= 250 
2N1383 Ga Li NBSO 1 14 50-150= 250 
2N13%4 Gd Lv sX 20 . . = 20 
2N1385 GM Lf sX 10 10 8= 750 
ENTER GI oe 2% - 
2N 1366 Sd Li sX . 6nA60= 420 
2N 13897 Sid Li sX . 6nA20= 420 
2N13868 Sd Li HU. 0,01 10 420 
2N1399 Sd Li HU. 0,017 420 
2N 130 Sd Li HU. 0,054 420 
2N 1392 a Schr h 
2N 1393 tr h 
2N 139% SEE ni x . 
2N135 Sd Li’ H 15 50-175 240 
2N136 Sd Li MO15 . 50-175 240 
2N1397 Sd Li MO15 . . 50-475 240 
2N138 GM Lt HM1,5 9 10 >10= 50 
2N1399 GM Li HM1,5 9 10 >35= 50 
2N140 GM Lt HO1,5 9 10 5-12= 50 
2 N 1401 GM LI HO15 9 10 >5= 50 
2N101A GM Lt HO1,5 9 10 >10= 50 
2N1402 GM Lt HO15 9 10 >3,5= 50 
2NMUM Ga Li sX (1) (6) 5 >30= 150 
2N14065 GM Li HV2 6 5 >8dB 75 
2N146 GM Lt HV2 6 5 >8dB 75 
2N1407 GM Lt HV2 6 5 69dB 75 
2N148 Gi Lis 1 R 20= 120 
2N 1409 SM Li Ns 100. 0,0130= 2W 
2N 1409 A SM Li Ns 150. . 15-45= 2,8W 


3393393 33° -- ---773 31113 33333 3 


2N 1354...2 N 1409 A 


n 112 j13 
‚max \U; max fz 
Ima vv  Imkz [°C 
. 15 45 
= 20 8 
. 10 8 
r 1332.12 r 
(80) 0,2  100j 
sA (100).  110j 
3A 40 10k 100j 
3A 40 8,5k 100j 
3A 75 10k 100j 
3A 75 8,5k 100j 
3A 100 10k 100 
3A 100 8,5k 100j 
. 12. 25 
e 12-825 5 
15025 5 
15045 5 « 
200: 255,5 P 
200 45 5,5 “ 
20 25 7 R 
20 45 7 & 
200 25 10 
200 45 10 
200 12 13 i 
200 25 13 
20 12 7 
200.25) 7 
20 25 7 
20 25 5 
. 30 (35) 
100 25 700 
= 2225 175 
. 30 25 175 
. 45:95 175 
50 25 175 
. 202,12 175 
10 40 30 5 
10 40 100 
10 40 30 
107 30'223 
10 30 2,3 
10 30 1,6 
10.730:8:2 s 
10 30 2 
10.4 301052,2 
300 25 3 
50 30 450 
59.10: 430: » 
073203755 
...00) f 
500 30 (200) 200 
5 25 (200) 


j De # 251 M-1,Mo 


15 
Bemerkungen 


Jd, ET, UT 
Jd, ET, UT 
Jd, ET, UT 
Jd, ET, UT 
De 8), RC, Tx, Co & 


Tx, ET, Sy 
Tx, ET, Sy 


Tx, ET,Sy 
Tx,ET,Sy 
Tx,ET,Sy 
Tx, ET, Sy 
Tx,ET,Sy 


Tx, ET, Sy 
Tx, ET 
Tx, ET 
RC 

Tx 


De # 251 M-1 
Ry 

Ry 

Ry4pF 

Ry4pF 


Ry4pF 

s. Fotohalbl. 

s. Fotohalbl. 

s. Fotohalbl. 
RC,ATZ2N 1224 


Ry.Sy— 2N 1225 
RC. ZN 1066 
Tx 
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2N 1410...2 N 1473 Dioden und 


T 
Is |6e |7 le jo R n 2 % 15 
\Fo |Aw Ir U ls, Us,/B N Inax |U, Imax| fg Bemerkungen 
ma |V [uA V- mW ma IV [MHz 

12 ns 100, ooso= '2,8W 30 (130) Rh, PS 
T 2Nf410A SM Lin . : 30-90= 28W . 30 (230) 200 PS 
T 2N1IM Ga KBxX 50 1. Se 2% 50 (5) (70) 85 CB,Ph,Sp 
T 2N142 Ga Nd Ns 1A . . >20= 150W 15A (100)02 100 De,CB,Mo7)& 
T 2N1413 Ga Li Ns 20 1 12 25-42= 200 200 (35) 32 . GE,ET,Tx,Mo 
T 2NiM4 Ga Li Ns 20 1 12 3465= 200 200 (35) 36 .  GE,ET,Tx,Mo 
T 2N1M5 Ga li Ns 20 1 12 53-90= 200 200 (35) 4 .  GE,ET,Tx,Mo 
T 2N1M6 Ga Li NB1 =, ATS, = 1BMOCE m ET. 
T2N17 S LG N (1) (5) 1 306200 10 . 15 (iM) . Tr,GE 
T2NMB Sı Li N (1) (65) 10 30.200 150 . 30 () . Tr,GE 
T 2N 1420 SP Lm U 150 10 1 100-300= 1,8W 500 (60) (125) 200 Tx9), Fd, Rh, NC, Ve 
ı 2N1425 Gd Lf H 1 0 80 80 0) 3 .  RC,s.2N 1524 
t 2N1426 Gd Li MO1 . ..130 80 (24) 3. RC,s.2N 1526 
T 2N147 Ga KB'sX 10 025. W= 55 50 (6) (100) 100 Ph, # CB,Sp 
T 2N142829 s KB’HX. ur. -W 10 50 6 [18] 140) Ph,#2N1118/19 [Li 
T 2N140 Gd Mp NLSA . . 30-100=50W 10 80 . 110) Bx 
T 2N1W31 Gi Je NB10 . . 75-1450=180 100 15 10k 85j Sy 
ı 2N12 Gi L’ NB10 . . 30120 10. 46 . N; 
T 2N1433 Ga Nos 2A 2 . 20-50= 35W 3,5A (80) 02 95i CB 
T 2N1#3 Ga Nos 2A 2 W-115=35W 3,5A (80) 02 955 CB 
T 2N1%35 Ga Nois A 2 30-75=35W 3,5A (80) 02 95ji CB 
T 2N1437 Ga 2) U 50 . >20= 23W . 90 KK . CB 
T 2N1438 Ga No’Ns 50 . >20= 3W . 0 UK . CB 
T 2N1439 Sa Li NB1 . 25nA5-412 40 . 50 0,5 200 NS,NC 
T 2N140 Sa Li NB1 . 237192 0 7 . 50 1 200 NS, NC 
T 2NiM1 Sa Li NBi > 233nA1836 60. 35 1 200 NS, NC 
T 2N142 Sa Li NB1 ..25nA30.65 40 . 30 1 200 NS, NC 
T 2NiM3 Sa Li NB1 . 235nA>50 60 . 15 4 200 NS, NC 
T 2NiUU SM Lv sX 250°. . = 125W 60 „WE 
T 2Ni145 SP Li UL 200 10 10 20.80= 4W . 120 . + Me 
T 2Nid6 Ga li N 20 16-45= 200 a 2 Id, ET 
T 2N147 Ga li N 20 35-65= 200 25 3 ld, ET, UT 
T 2N148 Ga Li N 20 50-90= 200 > 4 34, ET, UT 
T2N19 GaliN20 . 7413-200 . 2355 . 34, ET, UT 
t 2N150 Gd la sX 10 . . >20= 10 . (00. 2... RC,Sy, UT 
T2N1%S Ga liN2%20 . . 265-200 . 20 15 . JdET 
T 2N1452 Ga li N2%20 . . 3090=- 200 . 20 22 . Jd,ET 
T 2N1453 Ga 2)Ns 1A Oo. . 4-9= 43W . 20 5k . CB 
T 2N15 Ga M)NS 1A O9. . 7I0=HW . 20 5Kk . CB 
T 2N145 Ga M)Ns 1A Oo. . W-I0= 4HW . 40 5k . CB 
T 2N156 Ga M)Ns 1A DO. . 70-450=43W . 40 5k . CB 
T 2N1457 Ga M)Ns 1A O3. . WI= UW . 60 5k . CB 
T 2N1458 Ga 2)Ns 1A O9. . 7AS0=U3W . 60 5k . CB 
T 2N141 Ga NoNs 1A . . 4090= 43W . 20 5k . CB 
T 2N142 Ga NoNs A . . 70450=43W . 10 5k . CB 
T 2N1463 Ga No'Ns 1A Oo. . W-I0= 43W . 40 5k . CB 
T 2N1464 Ga NoNs 1A . . 704150=43W . 40 5k . CB 
T 2N145 Ga 2)Ns 50 . . >20= 0W . 7% . „4 EGB 
T 2N146 Ga NoNs 50 . . >20= 0W . 70 . > ı€B | 
T 2N148 Sa li s . 001. 250 2A (70) ns 160 Ry45) 
T2N%9 Sa LN 1 6 25nA36-88 250 100 35 2 175 SRNC,SD, Sp | 
T 2N140 Sd MiL 1A 5 1mA50= 55W . 60 10 200 Ry 
T2NWA GUN. 5 100.250=20 . 12 5 .  Jd,ET 
T 2N1472 Gs la sX 10 . 053= 10 . 25 (14). Ph 
T 2N173 Gi Li s 40 . 100 25-80= 250 . 20 4 > Syen 


Transistoren 2N 1474...2 N 1527 


e 9 10 m h2 e 14 |ıs 
IF \Isp Us,/B N max |U max Imax | Bemerkungen 
V IA |V/- Imw mv en ec 
T2N 6 'SnA9u 250 100 0 "1 175j'5R,5p, NC, SD 
T2N 6 5nA18-44 250 100 60 2 175j SR, Sp, NC, SD 
T2N 6 5nA36-88 250 10 60 1 175j SR, Sp, NC, SD 
T2N 6 0,0512-36 250 100 100 1 175j SR, Sp, SD 
T2ıN 6 0,0530-66 250 100 100 1 175j SR, Sp, SD 
ı Ns 10 . 20 0= 20 . 20 8 ..  Ph,ET 
T 2N149 SM Li U 200 4 10 15-75= 4W 1,5440 1,5 175 RC,ATB), Tr 
T 2N140 SM Li U 200 4 10 15-75= 4W 1,5455 1,5 175 RCB), Tr 
T 2N141 SM Li U 200 4 10 35-100=4W 1,5440 1,5 175 RC,ATB),Tr 
T 2N1482 SM Li U 200 4 10 35-100=4W 1,5455 1,5 175 RC,ATB8), Tr 
T 2N1483 SM Lk U 750 . 15 15-75= 15W 34 40 1,5 175 RC,Si,AT 8), Bx 
T 2Nf1484 SM Lk U 750 . 15 15-75= 15W 34 55 1,25 175 RC,Sı,AT8) 
T2N145 SM Lk U 750 . 15 35-100=15W 3A 40 1,25 175 RC,Si,AT8) 
T2Ni46 SM Lk U 750 . 15 35-100=15W 34 55 1,25 175 RC,AT,Si8) 
T 2N1487 SM Mi U 1,5A 4 25 10-50= 60W 6A 40 1 175 RC, AT, Si8), Tx 
T 2N1f488 SM Mi U 1,5A 4 25 10-50= 60W 6A 55 1 175 RC, AT, Si8), Tx 
T 2N1489 SM Mi U 15A 4 25 6A 40 1 175 RC, AT, Si8), Tx 
T 2N1f490 SM Mi U 1,5A 4 25 6A 55 1 175 RC, AT, Si8), Tx 
T2N1M SM Li MO1S . . 50 3W 50 (30) 250 .  RC,AT 
T 2Nf492 SM Lt MO1S . . 50 3Ww 50 (60) 275 . RC 
T2N193 SM Lt MO15 . . 5 3W 50 (100)30 . RC 
T 2N149%4,A Gd La s 200 0,247 35= 400 . (20) (320) 100j Ph,Sp # Mo 
T 2N195 GE Li sH 200 . 7 = 250 . (40) (400) 100 Mo 
T 2N14%6 GE La’ sH 200 . 7 W= 30 . (40) (400) 100 Mo 
! 2N149 Gd la . 10 . 1035= 60 a 18 Ph 
2N149 A Gd La sH 10 053 = 6 50 20 (100) 100j Se, Ph 
2N149B G Lb sH 10 033 >W= 75 100 20 (150) 100j Sp3pF 
2N150 Gd La sX 50 055 50= 50 50 (15) (175) [100]Se, Ph, Sp 
2N1501 Ga No’Ns A . .  25-100=32W (3,5A)(60) (0,2) 95j Hw, SD 
2N1520 Ga No’Ns A . . 25-100=32W (3,5A)(40) (0,2) 955 Hw, SD 
2N15% Ga Nr’ Ns 50 . . >20= 20W 3A (60) 4k 85 CB,Ry 
2N 1565 SM Li nH 100 28 >7= 3W . (60) (150) 175j PS, Ss, NC,Co 


2N 1506 SM Li nH 100 28 10 >10= 3W 500 >(60) (200) 175} PS, Ss, NC,Co 
2N 156A 5 Li VL 100 28 50nA 10-100= 800 500 (80) (140) 2004 NC 12 pF 
2N 1507 SP Li U 150 10 3nA100-300=2W 500 (60) (50) 200 Tx9), Rh 


T 
T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 2N 1508 SM Li Ns 600 20-60= 5W 35 (50) . Tx 

T 2N1509 SM ee Te 

T 2N1510  Gg 20.75 Ie% 85ji GE 

T2NIStt  Sd 6A 40 1 175 RCA.2N 14878) 
T 2N1512  Sd GA 5 1 175 

T 2N 1513  Sd 6A 40 1 175 

T 2N 1514  Sd A 5 1 175 RC2.2N 14908 
T2NISI5 Gd 10 (20) (70) . Am 

T 2N1516 Gd 10 (20) (10) . Am 

T 2N1517 Gd 5 (20) (10) . Am 

T 2N1517A Gd ....(40) (70) Am 

T 2N1518 Ga 25A (50) 0,1 95; De 

T 2N1519 Ga 25A (80) 0,1 95j De 

T 2N1520 Ga 35A (50) 01 95ji De 

T 2N151 Ga 35A (80) 0,1 95j De 

T 2N152 Ga 50A (50) 01 95j De 

T 2N1523 Ga 50A (80) 0,1 95j De 

T 2N152%4  Gd 2 30)033; * 3 ARE 

t 2N1525  Gd (4) 3. RC,Ers: 2N 1524 
T 2N1526 Gd E33 € EHRE 

! 2N Gd (4) 3  . RG,Ers:2N1526 
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2N 1528...2 N 1559 Dioden u 


ı 3 14 E 6 |7 |8 |o 10 n Iı2 Ir 14.115 

|Typ \Ab |Fo Aw; Ur I Us/B IN max Umax Haar |Bamerkungen 
| | | ImA |V |uA|V/- mw [ma IV MHz °c 

T'2N v. 0,01110-100='150 25 45 75 |Ry4pF 

T 2N1529,A Ga Mi Ns 3A e 20-40= 90W 5A 30 10k 100j Mo 

T 2N1530,A Ga Mi Ns 3A 5 * 20-40= 90W 5A 45 10k 100j Mo 

T 2N1531,A Ga Mi Ns 3A & 5 20-40 90W 5A 60 10k 100] Mo 

T 2N1532,A Ga Mi Ns 3A > : 20-40= 90W 5A 75 10k 100} Mo 

T 2N1533,A Ga Mi Ns 3A 5 2 20-40= 90W 5A 9 10k 100} Mo 

T 2N1534,A Ga Mi Ns 3A d = 35-70= 90W 5A 30 8,5k 100} Mo, De 

T 2N1535,,A Ga Mi Ns 3A s 2 5A 45 85k 100j Mo,De 

T 2N1536,A Ga Mi Ns 3A 5A 60 8,5k 100; Mo,De 

T 2N1537,A Ga Mi Ns 3A 5A 75 85k 100| Mo 

T 2N 1538 Ga Mi Ns 3A ’ ke 35-70= 90W 5A 9 85k 100j| Mo 

T 2N1539,A Ga Mi Ns 3A 5 A 50-100=90W 5A 30 4k 100; Mo,Tx 

T 2N1540,A Ga Mı Ns 3A = 5A 45 Uk 100} Mo, Tx 

T 2N1541,A Ga Mi Ns 3A r 5A 60 Hk 100j Mo, Tx 

T 2N1542,A Ga Mi Ns 3A , - 50-100=90W 5A 75 üUk 100} Mo, Tx 

T 2N 1543 Ga Mi Ns 3A R 2 50-100=90W 5A 9% dk 100} Mo, Tx 

T 2N154,A Ga Mi Ns 3A . M 75-150=90W 5A 30 4k 100} Mo 

T 2N1545,A Ga Mi Ns 3A 2 “75-151 9O0W 5A 45 4Uk 100| Mo 

T 2N1546,A Ga Mı Ns 3A . = 75-150=90W 5A 60 Uk 100| Mo 

T 2N1547,A Ga Mı Ns 3A ö . 75-150=90W 5A 75 Uk 100| Mo 

T 2N 1548 Ga Mi Ns 3A & A 75-150= 90W 5A 90 Uk 100| Mo 

T 2N1549,A Ga Mi Ns 10A . - 10-30 90W 15A 30 10k 100j Mo 

T 2N1550,A Ga Mi Ns 104 . a 10-30= 90W 15A 45 10k 100j Mo 

T 2N1551,A Ga Mi Ns 10A . 5 10-30= 90W 15A 60 10k 100j Mo 

T 2N1552,A Ga Mı Ns 104 . . 10-30= 90W 15A 75 10k 100} Mo 

T 2N1553,A Ga Mi Ns 104 . s 30-60= 90W 15A 30 6k 100| Mo 

T 2N1554,A Ga Mı Ns 104 . ® 30-60= 90W 15A 45 6k 100| Mo 

T 2N1555,A Ga Mi Ns 104 . » 30-60= 90W 15A 60 sk 100| Mo 

T 2N1556,A Ga Mi Ns 104 . 5 30.60= 90W 15A 75 6k 100| Mo 

T 2N1557,A Ga Mı Ns 104 . 3 50.100=90W 15A 30 5k 100) Mo 

T 2N1558,A Ga Mi Ns 104 . R 50-100=90W 15A 45 5k 100} Mo 

T 2N1559,A Ga Mi Ns 104 . . 50-100= 90W 15A 60 5k 100| Mo 

T 2N1560,A Ga Mi Ns 104 . r 50-100= 90W 15A 75 5k 100j| Mo 

T 2N 1561 GM Lm’ UV 50 . 10 17= 250 . 25 (500) 100} Mo 

T 2N 1562 GM Lm’ UV 50 . 10 16= 250 a 25 (450) 100| Mo 

T 2N 1564 SM Li NX (5) u | 20-50 12wW 50 (80) 40 175j Tx, NS, Tr, NC,Co 

T 2N 1565 SM Li NX (5) | 40-100 1,2W 50 (80) 40 175) Tx, NS, Tr, NC,Co 

T 2N 1566 SM Li N (5) 3 80-200 1,2W 50 (80) 50 175; Tx, NS, Tr, NC, Co 

T 2N156A SM Li N (5) 5 0,5 80-200 1,2W 100 (80) (30) 175j Tx 

T 2N 1572 SM Li N (5) 541 20-50 1,2W 50 (125) (30) . Tx,Tr, Co 

T 2N 1573 SM Li N (5) 5. #1 40-100 1,2W 50 (125) (30) 175j Tx,Tr,Co 

T 2N 1574 SM Li N (5) 5 1 80-200 1,2W 50 (125) 20 175) Tx, Tr, Co 

T 2N 1586 $S9 Ik Ns (1) 5 9-27 150 25 (15) . Tx, Tr 

T 2N 1587 Sg Jk Ns (1) 5 9-27 150 25 (30) ri . Tx, Tr 

T 2N158 Sg )k Ns () 5 9-27 150 25 (60) 4 Tx,Tr 

T 2N 1589 Sg Ik Ns (1) 5 25-75 150 257 2:(18)£6 Tx,Tr 

T 2N 1590 S9 JIk Ns (1) 5 25-75 150 25 (30) 6 Tx,Tr 

T 2N 1591 Sg Jk Ns (1) 5 25-75 150 25 (60) 6 Tx,Tr 

T 2N 1592 Sg Ik Ns (1) 5 70-210 150 BSHEt1S)7 : Tx,Tr 

T 2N 1593 SS )kNs() 5 70-210 150 25 (30) 7 F Tx,Tr 

T 2N 1594 Sg Jk Ns (1) 5 . 70-210 150 25 (60) 7 ° Tx,Tr 

D2N155 Se Li Y2%S 2 1014 a 300 50 . 150 |1x49),$P,Tr, 
BR bis Ss, Hf, Co, T 

DI2N1599 , Sdi LI-Y A572 410.4 . 300 400 . 150 | 4°; H,O, Tg 
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Transistoren 2N 1600...2 N 1668 
15 
Bemerkungen 


2 N 1600 e Tx 18), Tr 


bis 

2N 1604 : ; ; Tx 18), Tr 

2N 1605 150 Sy, ET, Tx, Gl, Ry & 
2N 1605 A  EEREEE2OON Sy, Ry, RC 

2 N 1609 - 100 30.75= 7,5W u, D4 


2N 1610 - 100 50-125= 7,5W . De 
2N 1611 ; . De 
2N 1612 ; .__ De 
2N 1613 1nA 40-12 Tx 9), Fd, In, Tf,Va,Co 
2N 1614 0. 18-43= 240 . GE 


2N 1615 i 2 >3=5W . » Sir 

2N 1616 i 10mA >15= 60W . -  Tr,Si&2N 1210 
2N 1616 A 1mA >10= 85W . > asıhTr 

2N 1617 10mA >15= 60W . -» Tr, Sim 2N 1211 
2N 1617 A 1mA >10= 85W . Si, Tr 


2N 1618 10mA >15= 60W . » Tr,$i,5,Cs 
2N 1618 A 1mA >10= 85W . FT 

2N 1619 FR >12= 60W . Seele 

2N 1620 i 1mA >15= 60W . -  Tr,Siz2N 1618 
2N 1623 5SnA 14= 300 50 Ry, SD, Sp 


2N 1624 »  60.180= 150 . ET 

2N 1631 . 80 80 . 2 RC, Ers: 2 N 1632 
N 1632 “ 80 80 . . RC 

1633 . «ra 80 . . RC 

1634/35 . . TB 80 . . RC; 2 N 1635: [Kk] 


1636 it rs ATS 80 5 =. RC 
1637  ) 80 j a uRC 

1638 75 80 3 ... RC#2N 139 
1639 R 75 80 < . RC, ers: 2N 140 


1640 F . 0,01 9= 20. Cy,.NC 
1641 Cy, NC 
1642 [7 

Cy, NC, Sp 


ji WE 
i Mo,Sy 


Tr. 2N 389, 424 


ZZ22Z ZIZZZ ZZ 


5nA 30= 


>15= 
30-90 
30-90 


30-150= 150 

32= 30W 
= 30W 
50= 30W 


AA AA AHA AA AA UA UA 4A AA FAAAS Ada Oo 
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2N 1669...2 N 1748 


1681 


DD DENNNS DNDDSCNNDNONNNNNNONNNNNNNNN 
zZ ZZIZZ ZIZZZ zZZZZ zZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ 
Ss 
5 


2N 1714 
2N 1715 
2N 1716 
2N 1717 
2N 1718 


2N 1719 
2N 1720/21 
2N 1722,A 
2N 1723 
2N 1724 


2N 1724 A 
2N 1725 
2 N 1726/27 
2N 1728 


2N 1742/44 
2N 1745 
2N 1746 
2N 1747 
2N 1748 


En Eee Eee ee ee ee a EEE ee Eee ER ER To Ko Ko Bor al Er Eu DE Be En En En En BE En En En en 


3 
Ab 


RF 
|Fo 


ve 


Dioden ur 
15 
Bemerkungen 
t 
. . Am 
. . G) 
[5] 12 n>0,47 450 22) (35) 150 Tx, GE, Ss 20) 
[5] 12 7>0,47 450 [22] (35) 150 Tx.GE. Ss 20), Cs, 5 
{5] 02 7>047 450 [22] (35) 150 Tx,GE.Ss20). Cs, 5 
a “ 15-125 120 . 40 GJ 
"dB 80 85) 11,5) Sy 
5 0,5 50-100 200 5 45 Tr 
. e 25= 62Ww s 60 e 2 WE 
0,1 52 100 SO 45 «d42) 140j Ph,Sp 
0,1 50 100 50 45 (32) 140j Ph,Sp 
0255 >3= 120 . 60 50 85 G 
20120 350.17. 15° 9, 715 
3 85= 150 100 12 (80) RC, Sp 
. >= 10 . 3% Sy. 2N 404 
. 60-180= 100 20 8 Sy 2N 388 
1 -100-10 E 500 30 Tr 25) =TSW30 | 
1 -100-10 500 60 
1 -100-10 500 100 = 
1 -100-10 500 200 Tr 25) = TSW 200 
10 15 20-.60= JOWw 500 80 F Tx 9); 1691 :120V 
. 10 17= 350 . (25) (500) 100} Mo 
10 16= 350 . (25) (450) 100} Mo 
- 1,5 17-50= 75 2520 29 . GE 
sa 00 = SO so] Sy 
4 75 20-80= 5W 1A 40 12 200 RC,Tr 
s 100 20-80= 25W 2,5A 40 1 200 RC,Si 
4 200 15-.60= 75W 5A 40 1 200 RC, Si; 1703: [Mi] 
6 10 70-150= (200) 400 12 4 100; TS, Mo 
1 10 9%= (200) 400 18 3 100; TS, Mo 
1 15 40-150 (200) 400 25 3 100; TS, Mo 
-»  25nA 400 200 (25) 25ns [300] RC, Sy # 2N 3261 
28 >5dB 13W . (75) (100) . PS,Co 
287 . >6dB 13W . (60) (100) . PS,Co 
10 1nA 100-300= 3W 500 (75) (120) 175j Tx9),Fd,RC,In,Ry,Ti 
5 20-60= 10W 1A 60 «d(16) 125 Tx9),Tr Va 
5 20-600= 10W 1A 100 (16) 125 Tx9),Tr 
5 40-120= 10W 1A 60 (16) 125 Tx9), Tr 
5 40-12: 10W 1A 100 (16) 125 Tx9), Tr 
5 20-600= 10W 1A 60 (16) 125 Tx9),Tr 
5 20-600= 10W 1A 100 (16) 125 Tx9), Tr 
5 ». 40-120= 10W 1A 60 (16) 125 Tx 9), 1721:100 V 
15 100 20.90= 3W 5A 80 (10) 175j Tx 9), -A:120V,Tr 
15 0,1 50-150= 50W . 80 (10) . Tr 
15 1 20-90= 50W 7,5A 80 (10) . Tx 9), Tr, Ss, Mo 
15 100 30-90= 50W 5A 120 (10) n GE, Tx 9), Tr 
15 100 50-150=3W 5A 80 (10) Tx 9), Tr, GEI 
- 20-120 60 . 20 [150] Ph 
10 25-100 60 50 20 [150] 100; Ph, Sp 
. 3= 0 20 [1.36] [125] Ph 
5 10 >21dB 60 50 (20) 500 100 Ph, Sp 
. 10 >10= 60 50 (20) 100 100j Sp3pF 
10 >10= 60 50 (20) 180 100j Sp 
10 30-150 60 50 (25) 50 100j Sp 2,5 pF 
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Transistoren 2N 1748 A...2 N 1837 


9 10 I" 12 15 


Ur [Is UspfB IN max Umax Bemerkungen 
mA |V |pA|V/- mw [ma v 
T2NIWBA Ga Li NH. , "40" 50.150 60 5025 
T 2N179 Ga Li U ...10 30-150 75 10 (40) 
T 2N1750 Ga KPOX05 . . M= 15 5 (14) 
T 2N 1751 Gd Mi NL 2A . . 30.9= 90W 25A 80 
T2N152 Ga las 1 . 10 40-300= 60 so 12 
T 2N1754 Ga La sX 40 100 13 
T2N155 Ga Ms s 500 3A (40) 
T 2N 1756 Ga Ms s 500 3A (60) 
T 2N1757 Ga Ms s 500 3A (80) 
T 2N1758 Ga Ms s 500 3A (100) 8k 
T 2N1759 Ga Ms s 500 3A (40) Ik . CvwSsD 
T 2N1760 Ga Ms s 500 3A (60) ik .  CvwSD 
T 2N 1761 Ga Ms 50 . 3A (80) k . CvwSD 
T 2N1162 Ga Ms 50 . . 60-150=. 3A (10)6k .  Cv 
D’NI757 1 SV LI Yo, . 5mA. 500 504 400 100ns. WE19) 
T 2N 1768 Sd Nhns 750 4 15 35-100=40W . 40 125 .  RC,Si,Tr 
T 2N 1769 Sd Nhns 750 4 15 35-100=40W . 55 125 .  RC,Si,Tr 
D2N170 S GnY 47A 0815 2 2 >6A23 . 125 Tx, GE 18), Ss, Wh& 
D2NI7TA S GoY A 1615 2 : >A23S . 150 Ss 18), GE, Tr 
bis bis 
D2N1VB8 S GnY 47A 0815 2 ö >6A50 . 125 Tx, GE 18), Ss, Wh& 
D2NITA S GoY A 1615 2 ; >TALO . 150 Ss 18), GE,Tr 
T 20179 «Gamka 3 200 7. Burim,. 20.46 : Van, 
T 2N 17600 Ga Ls’ sX 200 . . 30110=10 . 235 4 4 2N 385 
T 2N 1781 Ga: [5% 200, u 7 MOmEIOON 2... 12005 n SYEKpt: 2N 1684 
T 2N1792 Ga Is’ X 200. . 301500=110 . 20 5 .. Sy: Kpl:2 N 396 A 
T 2N1783 Ga Ls’ sX 200. . 30.90= 10 . 15 5 Sa 2N414 
T 2N17%4 Ga Is X 0 . . dm 10 „2010 .„ Su2N42S 
T 2N185 Ga U U . . 10 >W= 45 so (10) 50 85j Sp 
T 2N176 Ga li U. . 10 >15= 4 so (10) 50 85 Sp 
T 2N1207= 165 U U ; . 10 >= 45 so (15) 50 85 Sp 
T2N178 Gd Li rH . 5 >40dB 60 50 (35) 100 100j Ph 47) 1,5pF, Sp 
T 2N17899 Gd Li rH . 7 >40dB 60 50 (35) 100 100j Ph 47) 1,5pF, Sp 
T 2N170 Gd Li rH . 7 >40dB 60 so (35) 100 100 Ph 47) 1,5pF, Sp 
D2N1I7N2 SV N_Y 70 1340 3 125W 70A 50 . 125 GE 18) WB, Wh, Si 
bis bis 
D2N178 SV N_Y 70 1340 3 125W 70A 400 . 125 GE 18), WB, Wh, $ 
D2N179 SV N_Y 704 1,340 3 125W 70A 500 . 125 WB 18), Wh, Si 
D 2N100 SV N Y 7A 1340 3 125W 70A 60 . 125 WB 18), Wh, Si 
D 2N105 SV . Y 7A 1370 3 125W 70A 50 . 125 WB 18), Wh 
D 2N1806 SV Yırı T0An 1,3703 125W 70A 600 . 125 WB 18), Wh 
T 2N 18008 Ga Li sX 12 0155 >30 150 300 (25) 4 Tr 
T 2N 18009 SS NksL 10 4 41,5 > 10= 250W 30A 50 (0,2) 175j Wh, WB 
bis bis 
T2NIB14 5S NKsL 10 4 1,5 > 10= 250W 30A 300 (0,2) 175j Wh, WB 
T aus S  NksL 15A 4 1,5 > 10= 250W 30A o (0,2) 175j Wh, WB 
IL} 123 
T 2N18620 5S NksL 15A 4 1,5 > 10= 250W 30A 250 (0,2) 175} Wh, WB 
T 2N1823 5S NksL 204 4 1,5 > 10= 250W 304 50 (0,2) 175ji Wh, WB 
bis bis 
T 2N1827 5 NksL 204 4 1,5 > 10= 250W 304 250 (0,2) 175j Wh, WB 
T 2N1830 S NksL 25 4 1,5 > 10= 250W 304 50 (0,2) 175ji Wh, WB 
bis bis 
T2N1833 5S NksL 25A 4 1,5 > 10= 250W 30A 200 (0,2) 175j Wh, WB 
T 2N187 SM Li U 150 10 0,5 40-120=2W . 50 (180). PS18pF 
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2N 1837 A...2 N 1916 


"2N 1837 A 
2N 1838 
2N 1839 
2N 1840 


<CCCcc 


w 


2N1842B 
bis 

2N 1850 B 
2N 1843 A 
bis 

2 N 1850 A 
2N 1853 

2 N 1853/18 


T 
T 
RR 
nr 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


ee 


- 4. 


2 N 1880, A 


2N 1881 
bis 

2N 1885 
2N 1886 
2N 1889 


2N 1890 
2N 1893 
2N 1893 A 
2N 1894 
2N 1895 


2N 1896/97 
2N 1898 
2N 1899 
2N 1900 
2N 1901 


2N 1902 
2N 1903 
2N 1904 
2 N 1905 
2 N 1906 


2 N 1907 
2 N 1908 
2 N 1909 
bis 

2N 1916 


16) Y 


T 
T 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
u 
iz 
T 
T 
u 
T 
Au 
T: 
fl; 
AR 
il; 
Ay 
18 
U 
FT 
T 
I; 
its 
T 
D 
D 


16) Y 
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70A 
70A 


40-150= 2W 
12-50= 2w 
>10= 2W 


30-100= 12,5W . 


3,5 26W 


3,5 26W 
3,5 25Ww 


3,5 25W 


350 20-80= Low 
1nA 40-120= 3W 


1nA 100-300= 3W 
1nA 40-120= 3W 
2 40-120= 3W 
.  12.30= 85W 
12-60= 85W 


45-135= 85W 
45.135 = 85W 
>10= 125W 
10-20= 125W 
15-40= 125W 


>10= 125W 
10-20= 125W 
15-40= 125W 
= 50W 
125= 50W 


300 >10= 150W 
300 >10= 150W 
15° 1,5 125W 


33: 3.3 125W 


(45) (190) . 
(45) (170) . 
(25) (150) . 
So; 


(8) 
(100) (70) 200j 
.. (100) (90) 175 
500 (120) (70) 175 
. (40). 
so 
60 


60 (40) 
100 (40) 
(140) (50) 
(140) (50) 
(140) (50) 


(140) (50) 

(140) (50) 
.. (140) (50) 
10A (60) (7,5) 
10A (100) (7,5) 


20A 40 (20) 
20A 50 (20) 
70A 25 

bis 
70A 400 


100; 
100j 
100 
100 
125 


125 


Dioden un 
15 
Bemerkungen 
PS 
PS 
PS 


PS 
WE 


GE, Ty 18), # Wh& 


GE, Ty 18), Tx, WB 
RC 18), GE, WB, Co 


RC 18), GE, WB, Co! 
Tx 19) 


Tx 19) 
Sc 19) 


Sc 19) 


RC 7) 
Sy 
RC 7) 


Sp 
Ph Sp [LI) 

Sp 

Ph, Sp [LI] 

SP 19), Tr; -A: 7) 


SP 19), Tr; -A: 7) 
SP 19), Tr; -A: 7) 


SP 19), Tr; -A: 7) 
SP 19), HF [Li], Inc 
sem, HF[LiJ, Tr, € 


14 9), Fd, Va,Tr 


Tx 9), Fd, Ry, Sy, Tr 
Tx 9), Fd, Tf, Va,In 
NC 8 pF 

Ry 

Ry 


Ry; 2 N 1897: 80V 


Ee18), TH, Wh, Co 
GE 18), TH, Wh, Co 


Transistoren 2N 1917...2N 1990 N 


Bemerkungen 


2N 1917 . ha. ij SR, Sp 7pF, NC, SD 
2N 1918 i 5 : ji SR. Sp 7pF, NC, SD 
2N 1919 z 2mV1,5nA . i SR, Sp 7pF, NC, SD 
2N 1920 k I3mV2,5nA . i SR, Sp 7pF, NC, SD 
2N 1921 4 4mViOnA . j SR, Sp7pF, NC, SD 
2N 
2ıN 


1922 i & 4mVi0OnA . i SR, Sp 6pF 
1924 ji Tx, Mo, Co 


2N 1925 i Tx, Mo, Co 
2N 1926 i 500 (45) Tx, Mo,Co 


2N 1929 * 28a 25 . Tx 18), # GE 
bis bis 

2N 1935 2,8A 300 Tx 18), # GE 
2N 1936 E 30A 60 = Tx 9) # Tr 
2N 1937 : 100W 30A 80 Tx 9) # Tr 
2N 1944 0. 150.450=2W . 20 


2N 1945 i P .  150.450=2W . 30 
2N 1946 R » 150-450= 2W 
2N 1947 i F - 500-800= 2W 
2N 1948 3 » 500-800= 2W 
2N 1949 i 5 » 500-800= 2W 


2N 1950 - » 250-500= 2W 
2N 1951 r - 250-500= 2W 
2N 1952 5 »_  250-500= 2W 
2N 1954 N 30-120= 300 
2N 1955 3 50-200= 300 


2N 1956 . 30-120= 300 

2N 1957 R 30-120= 30 . % Y 

2N 1958, A 0,45 20-60= 600 „NC, Tr 

2N 1959, A i 0,45 40-120= 600 „NC, Tr, Mo 
2N 1960 az 150 


2N 1961 150 
2N 1962 J . = 40 
2N 1963 2 r 400 
2N 1964 5 20-600= 400 
2N 1965 . 40-120= 400 


2N 1969 s neun 2 er 

2 N 1970 20. WB=  150W . (100075 .  De,TS,Mo 

2 N 1971 .. 50 25.60= 50W (80) . - De 

2N 1972 1 >110=2W . (60) (140). Fd,GE,Tr 

2N 1973 i 25nA >75= 3W . (100) (85) 200 Fd,Ry, Tx#2 N 910 


2N 1974 25nA >35= 3W . (100) (70) 200 Fd,Ry, Tx#2 N 911 
2N 1975 25nA >15= 3W . (100) (50) 200 Fd,Ry, Tx#2 N 912 
2N 1978 z 10 >20= 30W . (60) (60) .  Fd 

2 N 1980 50-100=150W 15A 30 3k 110j Tx,Mo 

2N 1981 50-100=150W 15A 40 3k  110j Tx,Mo 


2 N 1982 50-100= 150W 15A 50 3k 110j Tx, Mo 

2N 1983 70-210 2W h (50) (50) 175 Fd,Rh,Ry, GE, Tr 
2N 1984 35-100 2W ; (50) (50) 175 Fd,Rh,Ry, GE, Tr 
2N 1985 15.45 2W £ (50) (50) 175 Fd,Rh,Ry, GE, Tr 
2N 1986 60-240=2W . (50) (50) 175 Fd,Rh,Ry, Tr 


2N 1987 20-80= 2W h (50) (50) 175 Fd,Rh,Ry, Tr 

2N 1988 35-120=2W . (100). (50) 175 Fd,Rh,Ry, Tr 

2N 1989 20-60= 27W . (100) (50) 175 Fd,Rh,Ry, Tr 

2N 1990 >20= 2W . (100). (50) 175 Fd,Rh,SG,Ry, Va& 
2N 1990 N >3= 250 . (100). 1150] Cs 9) 


T 
T 
2 
T 
T 
T 
T 
T 
U 
D 
D 
T 
T 
2} 
T 
T 
T 
T 
T 
3, 
IR 
x 
T 
T 
T 
1 
T 
T 
' 


HHH-dm 


AHH-HH HA HH 


-uwuu vunun on 
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2N 1990 R...2 N 2066 A 


T'2N 190 R 
T 2N 1990S 
T 2N 1990 W SP 
T 2N 1991 Sd 
T2N192 S 
T 2N193 G 
T 2N 1994 Ga 
T 2N 1995 Ga 
T 2N 1996 Ga 
T 2N 1997 Ga 
T 2N 1998 Ga 
T 2N 199 Ga 
T 2N 2000 Ga 
T 2N 2001 Ga 
T 2N 2002 sp 
T 2N 2003 sp 
T 2N 2004 sp 
T 2N 2005 sp 
T 2N 2006 sp 
T 2N 2007 sp 
T 2N 2008 SM 
D 2N 2009 SV 
bis 
D 2N 2014 sv 
T 2N 2015 Sd 
T 2N 2016 Sd 
T 2N 2017 SM 
T 2N 2018/19 SM 
T 2N 2020/21 SM 
D 2N 2023 sv 
bis 
D 2N 2029 SV 
T 2N 2032 Sd 
T 2N 2033 sd 
T 2N 2034 sd 
T 2N 2035 Sd 
T 2N 2038 sp 
T 2N 2039 sp 
T 2N 2040 sp 
T 2N 2041 sp 
T 2N 2048 Ga 
T 2N248A Ga 
T 2N 2049 sp 
T 2 N 2060 98)SP 
t 2N2061A Gi 
t 2 N 2062 Ga 
t 2N2062A Gi 
t 2 N 2063 Ga 
t 2N2063A Gi 
t 2 N 2064 Ga 
t 2N2064A Gi 
t 2 N 2065 Ga 
! 2N2065A Gi 
t 2 N 2066 Ga 
t 2N206A Gi 


SA st 2 
Li uU 150 
. sh 1 
Li s 10 
LG si 10 
Li sı 10 
Lo sı 10 
Li s 100 
Li s 200 
li s 200 
Li s 0,5 
Li st 05 
Li sw 0,2 
Li sw 0,2 
Li sw 02 
Li sw 0,2 
Li sW 0,2 
Li sw 02 
Li UX 1 
Ki res 
I 
Na’Ns 5A 
Na’Ns 5A 
-» LU 200 
Gh Ns 500 
Gh Ns 500 
Y 1104 
. Y 1108 
Mms 2A 
Li L 500 
u WEIIA 
Mc L 1,5A 
Li U 200 
Li U 200 
Li U 200 
Li U 200 
La U 10 
Li sH 50 
Li, 205150 
Li’ AP 1 
Mi Ns 2A 
Mi NL 2A 
Mi sN 2A 
Mi NL 2A 
Mi sN 2A 
Mi NL 2A 
Mi sN 2A 
Mi NL 2A 
Mi sN 2A 
Mı NL 2A 
Mi sN 2A 


Dioden und 


10 n 112 113 14 15 
N  |Imax Umaxfa  \fmax|Bemerkungen 
mW [mA v MHz |°C 
250 "00. 1150| cs 9) 
60  . (100). [150] Co 9) 
h 300 100 (100) . [125] Cs 1 
10 15-60= 2W . (30) (50) Fd, Tr, Mo 
0,25. 30-120= 350 15 (300) 200j 
0,2 . 50-300= 150 . 18 3 1005 GJ 
1% 215-719 300 30 3 - Tx 
196 >23=4150 300 25 5 Tx 
176 235150 300 20 8 Tx 
1.6 40-200=250 500 45 4 Tx 
1 6  50-160= 250 500 35 7 Tx 
1 6 75.250= 250 500 30 12 Tx 
0,5 10 50-300= 300 IA 90 2 Tx 
05 6 >60= 30 1A 30 6 . Tx 
(1mV) 250 100 5 = 200 NS, Sp. NC 
(2,5mV) . 250 100 5 200| NS, Sp, NC 
(IimV) . 250 100 15 175) NS, Sp, NC 
(3,5mV) . 250 100 15 200j NS, Sp, NC 
(1,5mV) . 250 100 35 200j NS, Sp, NC 
(3,5mV) . 250 100 35 . 200} NS, Sp, NC 
2 20-100 5 n 175 (60) 175 Rh,Ry 
02 1 . 300 25 . . Tr 19) 
bis 
2 02a . 300 40 . Tr 19) 
15.50= 150W . (100) . RC 
-  . 15-.50= 150W (130) RC 
10 250 50.200= 1W 60 (15) GE,Tr 
10 100 20-60= 40W (150) (10) Tr, 2 N 2019: (200 V) 
10 100 40-120= 40W (150) (10) Tr,2 N 2021: (200 V) 
30 3 110A 25 150 GE 18) 
bis 
| . 110A 300 . 150 GE 18) 
12 20 45= 45W . 45 (0) . Tr 2. 2N 1209 
0,4 . 20-60= 5W 60 41) Sp 
03 . 20-60= 5W 6 () Sp 
0,45. 20-60= 14,3W. 60 (1) >p 
6 15 12-.36= 3W . 35 (2) Tr 
6 15 30-90= 3W 60 (2) Tr 
6 15 12-36= 3W 35 (2) Tr 
6 15 30-.90= 3W .» 60 0) - Tr 
0,5 3 50-300=150 100 20 150) [100] Ph, Sp 
0,5 0,2 >40= 150 100 (30) (150) 100j Sp3pF 
10 0,01 >60 800 . 75 100 175 Ry,Fd, Va#2N 1711 
nA >25= . . 10 . 175 Fd21), Ry 37), Tx, Co 
2 0,2 20-60= 70W 5A (20) 104s 100j In; ers. CTP 1108/9 
2 2mA >20= 25W 3A (20) - 95; Jn 
2 0,2 50-140=70W 5A (20) 5us 100j In 
2 10mA>10=25W 3A (40) - 95; In 
2 0,2 20.60= 70W 5A (40) 104s 100) In; ers. CTP 110% 
2 10mA>20=25W 3A (40) 95j In 
2 0,2 50.140= 70W 5A (40) 5us 100| In 
2 10mA >10=25W 3A (80) . 95); In 
2 0,2 20-60= 70W 5A (80) 10us 100j In; ers. CTP 1111 
2 10mA >20= 25W 3A (80) . 95; JIn 
2 0,2 50-140= 70W 5A (80) Sys 100j In 


Transistoren 2N 2075, A...2N 2169 
% Mn 


Is uf IN 
v Iualvv Imw Ima- v” 


szene 170W ISA 110j' Mo, De 


Bemerkungen 


2 N 2075, A 
2N20796,A Gi Nal 5 . . 20-40= 170W 15A Sk 110} Mo,De 
2N2077,A Gi NaL 5A . . 20-40= 170W 15A » 5k 110} Mo,De 
2N2098,A Gi Na L 5A . . 20-40= 170W 15A 40 5k 110j Mo,De 
2N2079,A Gi NalL 5A . . 35.70= 170W 15A 80 5k 110j Mo,De 
2N2080,A Gi NalL 5A . . 35.70= 170W 15A 70 Sk 110j Mo,De 
2N2081,A Gi Na l 5A . 35-70= 170W 15A 50 5k 110} Mo,De 
2N2082,A Gi Na’L 5A “0. 35.70= 170W 15A 40 5k 110} Mo,De 
2N20% GM Lr’ VH . Nu „ .. (40) (100).  Am;ers.2N 1224 & 
2N2086 S Li su 1500 15. 20= . . (120) 185ns .  NC12PpF 
2N 287° SE Li sT 150 1 2 40-120=2W 500 80 (150) [300] Ph 12pF, NC 
2N2095 Ga Ns W. . 15 6dB 1W 300 (30) (1G) 100j Sp8pF 
2N20%6 GK Li sL 400 1,5 12 40= 250 500 (25) 40 .  Sp,Mo 
2N207 GK LI sL 200 1° 12 70= 250 500 (40) 40 . Sp,Mo 
2N208 Ga La’ VU . ..15 6dB 1W 300 (30) (16) 100j Sp 8pF, Mo 
2N209 GK Ns sL 400 1,5 12 40= 250 500 (25) 40 .  Sp,Mo 
2N2100,A GK Ns sl 200 1 12 70= 250 500 (40) 40 . Sp,Mo 
2N 2102 SP Li s 1A 10 2 35-4120=5W 1A (120) (60) 300 RC #2 N 2270, Tr, Vo 
10 200 12-36= 1W . (15) . GE Tr 
2N 21070 ° SM Li UL 200 10 200 30-90= 1iW . & (15) -» GE Tr 
2N2108 SM Li UL 200 10 200 75.20=-1W . 60 (15) . GE,Tr 


Ze 2109 Ss Nf’ sL 10A . > 10= 250W 30A 50 (0,2) 175) Wh 
is bis 


> 


2NMIU 5S  NsL 108 4 > 10= 250W 30A 300 (0,2) 175j Wh 

2NMIE 5 NfsL 154 4 > 10= 250W 30A 50 (0,2) 175j Wh 

bis bis 

2N2120 SS NsL 15 4 > 10= 250W 30A 250 (0,2) 175j Wh 

2N2123 5S Ni’sL 204 4 > 10= 250W 30A 50 (0,2) 175j Wh 

bis bis 

2N2126 S NsL 204 4 > 10= 250W 30A 200 (0,2) 175j Wh 

an 2130 5 NfsL 25 4 > 10= 250W 304 50 (0,2) 175j Wh 

is bis 

2N213 S NFsL 23A 4 . > 10= 250W 30A 200 (0,2) 175j Wh 

2N2137,A Gi Mi NT 50 2 50 30-60= 0W 3A 30 . 100j Mo 

2N2138,A Gi Mi NT 500 2 50 30.60= 90W 3A 45 . 100j Mo; 2139, A: 60 V 
.T 2N2140,A Gi Mi NT 500 2 50 30-60= 0W 3A 75 . 100| Mo; 2141, A: 90 V 
.T 2N214,A Gi Mi NT 500 2 50 50-100=90W 3A 30 . 100j Mo; 2143, A: 45 V 
.T 2N214,A Gi Mi NT 500 2 50 50-100=90W 3A 60 . 100 Mo; 2145, A: 75 V 
.T 2N2146,A Gi Mi NT 50 2 50 5010=%0W 34 %0 . 100| Mo 

2N2147 Gd Mi N 1A 1 1mA150= 12,5W 5A (75) (4) 100 RC 
IT 2NM4B Gd MiN 1A 1 1mA100= 12,5W 5A (60) (3) 100 RC 
T 2N23150 GM No L 14 5 10 20-60= 30W . 80 (10) . Tx9),GE,NC,Tr 
.TaN2SI GM NoL 14 5 10 40-120=30W . 80 (10) . Tx9),GE,NC,Tr 
"T 2N2M5,AG N LWSA 0,1 50-100= 170W 30A 45 2,7k 110j Mo 


bis ; bis 


"T 2N2159,A G N LWS5A 0,1 . 80-160=170W 30A 90 2,7k 110j Mo 
.T 2N2160 Ug Li” sO 2A 8 12 n=0,47/0,84-12. [50] (35) 125i Co20) 81), Tx, GE 
.T 2N2162 Sa Li sW. . 0,01>20 150 50 (30) (14) 140j Sp 
"T 2N2163 Sa Li sW. -. 0,01 >20 150 so (15) (14) 140j Sp 
"T2N21%4 Sa Li sW. . 0,02>25 150 50 (12) (24) 140j Sp 
-T 2N2165 75a Li Wi. . 0,02>2,5 150 50 (30) (10) 140j Sp 
"T 2N216 Sa Li sW. . 0,02>25 150 50 (15) (10) 140j Sp 
"T 2N21607° Sa Li sW . .. 0,02 >4 150 50 (12) (16) 140j Sp 
It 2N2168 Gd Lb’sH 10 053 >50= 60 100 15 (450) 100j Sp 
'1 2N2169 Gd Lb’sH 10 053 >40= 60 100 15 (450) 100j Sp 


255 


2 


N 2170...2N 2255 Dioden un 
15 


Bemerkungen 


(350) 100; 
(50) 7,5 


Sp 
100j Mo 10) 


2N 

2N i 

2N2175 SP Li 0,02 1.5 InA>30= 10 50 6 (10) 175j Sp7pF 
2N21%6% SP U 0.02 1,5 InA>20= 10 50 6 (10) 175 Sp7prF 
2N217 SP Li 0.05 45 SnA>70= 10 50 6 (8) 1860| Sp7pF 
2N2M738 SP U SnA 45 SnA>70= 10 50 6 (8) 160j Sp7pF 
2N21855 S Lm : Ink. 150 50 30 (6,5) 140 Sp;P:2 N 2186 
2N21897° S Lm i Ina. 150 50 30 (6,5) 140 Sp=2x2N2185 
2N2188 GM LC 2 6.3.0 125 30 40 135 . Tx 

2N2188 GM LC 2 6 3 135 125 30 40 150 .  Tx 

2N2190 GM LC 2 6 3 9 25 30 60 15 . Tx 

2N2191 GM LC 2 6.03 135 1235 30 60 150 . Tx 

2N 2192,A,BSP Li’ 150 0,01 0,16 200 800 1A (60) (100) 200j Ss, Tx, Cs 


2N 2193,B SP Li’ 
2N 2193A,BSP Li’ 


2N 2194 sp Li’ 
2N 2194A,BSP Li’ 
2N 2195 SP Li’ 
2N 2195A,BSP Li’ . 
2N 2196 SM Li’ 200 10 


uU 

U 

18} 

U 

sw 

sWwP 

N 

N 

N 

N 

s 

s 150 00. 40= (800) 1A (80) 

s 

s 

s 

s 

s 

L 
2N 2197 SM Li’ L 200 10 

UL 

UL 

UL 

UL 

x 

sxX 

NL 

HU 

sH 


. 200; Ss # GE, Tf,GJ,Tx 
150 0,01 0,1640= (800) 1A (80) (100) 200| Ss # GE,GJ,Tx & 


150 001. 20= (800) 1A (60) . 200; Ss # GE,NC,Tx & 
150 0,01 0,1620= (800) 1A (60) (80) 200) Ss # GE,NC,Tx& 

. . 20= (600) 1A (45) . 200 Ss # GE, NC,Mo 
(600) 1A (45) (80) 200) Ss # GE, NC,Mo 
15W . (80) (15) 175) Ss # GE,Tr 


15W . (80) (15) 175j Ss # GE,Tr 
2N 2201 SM Li 200 10 2w . 100 (15) . GE, Tr 
2N 2202 SM . 200 10 1W . 100 (15) GE 
2N 2203 SM Li 200 10 1W . 100 (15) - GE, Tr 
2N 2204 SM . 200 10 1W . 100 (15) - GE 


2N 2205 SP Lm 10 1 25nA >20 360 200 (25) 25ns - GJ,RC,Sy #2N 3% 
2N 2206 SP LM 10 1 25nA >40 400 (25) 35ns . Sy, RC # 2N 1708 
2N 2210 G Nt . .  25.50= . 15A . 10k . De 

2N 2217 SP Li 150 0,2 10nA 20-60= 800 800 30 (250) 175 Sy, Mo8pfF,Tx,Fd 
2N 2217/51 SP Iy . 20-60= 400 800 (60) . . Sy 


2N 2218 SP Li HU 150 0,2 10nA40-120= 800 800 30 (400) 175j Mo, In, Ti, Tx, Fd, Ve 
2N 2218/51 SP Jy sH . >. 40-150= 300 800 (60) . 5 

2N 2218A SP Lı As 10 10 10nA90= 800 800 40 (350) 175j Co 9), NC, Tx, In, Vi 
2N 2219 SP Li HU 150 0,2 10nA 100-300= 800 800 30 (400) 175j Sy, In, Tf, Va; Tx, Fd 
2N 2219/51 SP Iy sH . F 100-300= 300 800 (60) . 0 | 


2N 22119A SP Li As 10 10 10nA 180= 800 800 40 400) 175j Co 9), NC, Tx, In, Ve 
2N 2220 SP Lm HU 150 0,2 10nA 20-600= 500 800 30 (250) 175; Sy, Mo8ßpfF,Tx, Fd 
2N 2221 SP LJ HU 150 0,2 10nA 40-120= 500 800 30 (250) 175j Sy, Va, Tf,Co,Tx, In 


HH4444 44444444 HH 


A444 AHA 4 HH AHA 44444499 


2N 2221A SP LI As 10 10 10nA 9= 500 500 40 (350) 175j Co 9), NC, Tx, In, Ve 
2N 2222 SP LU HU 150 0,2 10nA 100-300= 500 800 30 (250) 175j Sy, Va, Tf, Co,Tx, In 
2N 2222A SP LI As 10 10 10nA 180= 500 500 40 (400) 175j Co 9), NC, Tx, In, Va 
2N 2223,A SP Li? NB 0,1 5 01 >25= 2x500 500 80 (500) 200 Ry 37), Tx 21), GE,C 
2N 2224 Ss Li U 10 1 0% 40-120= 800 500 40 . . NC 

2N 2226 Ss Nh’L 10 6 36 >100= 150W10A 50 25us 150j Wh, WB 

bis bis 

2N 2233 s Nh’L 104 6 36 >400= 150W 10A 200 29us 150j Wh, WB 

2N 2234 Ss sH 100 0,25. 15-60= 12,5W. (40) (50) 150j .2. TK 202 A 

2N 2235 s sH 100 0,25. 40-4125= 12,5W. (40) (100) 150j TK 203 A 

2N 2236 s » sH 10 025. 15-.60= 575 . (40) (50) 150, .=. TK 252 A 

2N 2237 s -»  sH 100 0,25 w0-125= 575 . (40) » 150 „2. TK 253 A 

2N 2242 SP LmsH 10 1 100'40-120= 360 . (40) (300) - Fd, Mo 

2N 2243,A SP Li sH 150 10 15 40-120= 2,8W 1A 80 [20) 200} Tx 9), GE,NC,Tr 
2N 2251 s UVM -  10nA 80-250= 500 . au.“ 200 NC8pF 

2N 2252 Ss U ru ı » 10nA 150-450= 500 . 20 200 NC8pF 

2N 2255 Ss U rUı « 10nA 150-450= 500 . “5 , 200 NC8pF 
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Transistoren 2N 2256...2 N 2343 


Fo ei I Bemerkungen 
mA 


Tan SM "Lm' su 70 : j Mo 
T2N2357° SM LmsU 10 . 10 30 .  (M (320) 175 Mo 
T2N®258 GM LmsU 10 Fer 150. (7) (320) 100j Mo 
T2N259 GM Lm su 10 . 10 150. (M) (320) 100j Mo 
T 2N26667 G Nr NLSA 2 . 25-75= 50W . (100). ....5D9)-67: (120 V) 
T 2N226869 G NrNLSA 2 . 25.75= 50W . (100). . SD 9)-69: (120 V) 
T 2N2270 SP Li sL 150 10 0,1 50-200= 1W (60) (100) 200 RC # 2N 2102, NC 
T2N23 GM imH 1 10 10 25.150=100 100 (25) (450) 100 RC,Mo 
T2N2% 5S  Lm’sw .  3InA. 150 50 25 (6) 4140| Sp #2 N 2185 
T2N275 SS Lmsp . WER 150 50 25 (6) 140 Sp=2%x2N227% 
TıN2%6 S LmsW. Ne Ink 150 50 15 (6) 140j Sp;P=2N 2277 
T2N28 S LmsWw. Ina. 150 50 15 (7,6) 140| Sp;P=2N 2279 
T2N20 S U W. . Ina 150 50 10 (16) 140j Sp 
T 2N 2281 S U WP . 7: 15050 10 (16) 140j Sp 37) 
T2N282 Gd Mt NL 50 . . 30.90= SW 3A 60 . 110) Bx 
T 2N2283/84 Gd Mt NL 50 . . 30.90= 5W 3A 10 . 110j Bx; 2N 2284: 200 V 
T2N285 Gd Mi NL 25A . . >20= 100W 25A 60 . 110} Bx 
T 2N2286/97 Gd Mi NL 25 A . . >20= 100W 25A 100 . 110j 8x;2 N 2287: 120 
TıND8 Gd Mi NLSA . . 20.60= 90W 10A 40 . 110| Bx | 
T 2N2289/90 Gd Mi NL 5A . . 20.60= MW 10A 80 . 110j 8x;2 N 2290: 120 V, 
T 2N2291 Gd Mi NLSA . 50-120= 90W 10A 40 . 110j Bx 
T 2N2292/93 Gd Mi NL 5A . .  50-120= 90W 10A 80 . 110j Bx;2 N 2293: 120 
T2N2% Gd Mp NL5A . .  50420= 90W 10A 40 . 110j Bx 
T 2N2295/9%6 Gd Mp NL SA . 50-120= 90W 10A 80 . 110j Bx;2 N 2296: 120 
T 2N2397 SP Li UV 150 10 0,0140-120= 5W 200 (80) (90) 200 Fd,Sy,Va,Tr 
T 2N230398) sd Li U 150 10 1 75-200 2W . (50) (60) 150 Fd;Kpl:2N 1711 & 
T 202309 ° "Sp Ü rn . 50A>3 . -...@0) 150 175 Ry 
T 2N210 SP LMs 20 . 2 12.3= . .. (60) 150 175 Ry 
T2ıN2B31 SP LMs 200 5 12.3= . .. (100)150 175 Ry 
T2N2312 SP LMs 200 2 30-90= . .. (60) 150 175 Ry 
T2N2313 SP LMs 20 . 5 30.9= . . (100) 150 175 Ry 
T 2N2314 SP IMs 50 10 1 >2= . . (60) 150 175 Ry 
TaN215 SP IMs 10 „ 1 9-12 (60) 150 175 Ry 
T2N2316 SP LMs 150 . 2 4042 (120)180 175 Ry 

IT 2N2317 SP LMs 150 . 0,01 40-120= (75) 160 175 Ry 

|| D 2N2322 SV Lo Y 1000 1,5 0,2 0,8 ; 1,6A 25 4O0us 125 Ss 18), GE, HI[LI] 

bis bis 
D 2N2329 SV Lo Y 1000 1,5 0,2 0,8 s 1,6A 400 40us 125 Ss 18),GE, HI [Li] 
D2N232A SV. Y 1A . 00206 o 16A 235 . 125 GE18) 
bis bis 

DıN232BA SV. Y 16 .  0,020,6 ; 1,6A 300 125 GE18) 
T 2N230 SP Li H 10 . 1nA70= 800 . (30) (200) 175j Mo, Sp 
T 2N2331 SP LmH 10 . 1nA7T0= 500 . (30) (200) 175j Mo. Sp 
T 2N332 SP LU) W. nA, 150 100 (15) . 200| Sp 7 pF 

T 2N 2333 sp SEILIW: % : 003% 150 100 (15) . 200j Sp 7 pF 
T2N34 SP LI wW. 0,01 150 100 (30) . 200j Sp 7 pF 
TaNBS PU wı 2. 00. 150 100 (30) . 200 Sp 7 pF 
T 2N236 SP U W. Aa 0.020 150 100 (50) . 200 Sp7pF 
T 2N23337 SP LU) ww. . 0,05. 150 100 (50) . 200| Sp 7 pF 

T 2N238 Sd NI sW 3A 4 200 15-60= 150W 7,5A (60) 20k 200 RC9) 

T 2N23399 Sd N_sW 300 4 100 20-80= 40W 2,5A (60) 1 200 RC 9) 

T 2N20 Si M U 750 . . 10-40 R 1A (50) 0,99 175 De 
T 2N 2341 SS MU 750 . . 40400 . 1A (50) 0,55 175 De 
T 2N 2342 SS M U 750 . . 10-40 x 1A (100)09 175 De 

T2N2343 SS M U 750 . . 4040 . 1A (100)0,55 175 De 
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2N 2344...2 N 2422 Dioden ur 
12 3 la Is 16 L e 9 1° In 12 15 
K Typ Kae Fo |Aw ‚F Ur (Iso Us,/B N Imax Umax Bemerkungen 
| Zu \ma HA V/- mW aA iv 
D 2N2344 sv 'Li 'Y "600 00208 |. 600 ' 25 100" GE 18), Hr 
bis bis 
D 2N23348 SV Li Y 600 . 0,020,8 600 200 100 GE 18), Hf 
T 2N 2350,A SP LM sH 150 10 15 100-300= 400 40 h GE 
T 2N2351,A SP LM sH 150 10 25 40-120= 400 50 GE 
T 2N 235, A SP LMsH 150 10 25 20-0= 40 . 40 GE 
D 2N 2353, A SP LM sH 150 10 50 > 20= 350 . 25 F GE 
T2N34 G ImNs 35 . 50-150= 180 100 (20) 85j Sy 
T 2N23356,A S Li sW 0,01. : “= 20 3 GE 21) 37) 
T 2N2357/58 Gd Mp NL 50A >15= 170W 50A 60 110j Bx;2 N 2358: 100 V 
T 2N2359 Gd Mp NL 504 . >15= 170W 50A 200 . 110j Bx 
T 2N2360/62 Gd Lt V . . 10 >10 30 (20) 200 125 Ph, Sp 
T 2N 2363 GM ImN 2 6 5 >10dB 75 so 30 450 y: 
T 2N23364,A SP LM sH 150 10 15 40-120=40 . 80 . ; 
T 2N2368 SP U so 10 1 0,0320-60= 360 100 15 (500) 2001 Pak pr, Sy # In, Vi 
T 2N 2369,A SP U sO 10 1 0,0340-120=360 100 15 (650) 200) Co, Va,Tx, Tr, RC 
T 2N2369 ARSP SA HU 10 1 300 200 (40) (500) 2001 Cs4pF 
T 2N390 SP Li U 25nA 4 200 100 15 200| Sp 7 pF 
T 2NDBM1 SP Li U 25nA 4 200 100 15 200 Sp 7 pfF 
TANBR SP U U 2nA4 5nA>15 150 100 15 200 Sp 7 pF 
T2N2373 SP U U 25nA 4 SnA>20 150 100 15 . 200j Sp 7 pF 
T2N3% GeliN. 5 100-500 250 500 (35) 15 100 Ph | 
T2N375 GeliN . 5 35.200 250 500 (35) 9 100 Ph | 
T2N3%6 GaliN . PR: ; ; 5 . Ph37)=2%2N237 
T 202377... 57 50 sA_S 0,5 1 10-100=150 50 25 140j Sp 12 pF 
Tı2N38 S UsA 15 0501 >15= 10 50 10 140j Sp.12,pF 
T 2N2380 SS LMU 150 5 1,3 20-120=600 500 (80) NC 14 pF 
T AıN2381 GE Li H 200 0257 4= 300 . (30) (400) 100j Mo 
T 2N2382 GE Li H 200 0257 45= 300 (50) (500) 100 Mo 
T 2N 2383864 S . NL15A 1 20-60= 85W (80) 30k 180j Co .”. 2 N 929/30 
F 2N2386 SP Li hA HonA)20 101uA 1 0,5W 09-9 [20] .» [200] Tx A, Sd 
T 2N 23837 SP Jz N 0,01 0,01 40-120 1W 30 45 (30) 175) Tx 
T2N2388 SP Jz N 0,01 5 0,01 100-300 1WV_ 30 45 (30) 175j Tx 
T 2N 2389 SP Jz . 150 10 0,0140-120=2W 600 35 [20] 200j Tx 
T 2N 2390 SP Jr 150 10 0,01100-300=2W 600 35 [20] 200j Tx 
T 2N 239/92 SP Jz sH 10 1 15-45= 1W 30 20 [100] Tx; 2392: 30-90= 
T 2N2393/9% SP Jz U 150 10 1 20-45= 1,2W 300 35 [20] 175j Tx; 239: 30-90= 
T 2N 2395 SP Jz As 150 10 0,0120-60= 2W 300 40 [20] 200j Tx, ers: TJ432 
T 2N 2396 SP Jz As 150 10 0,0140-120= 2W 300 40 [20] 200j Tx,ers:TJ433 
T2N38 Gd Lt V. . 10 >10 30 50 (20) 200 125 Ph, Sp 
T2N39 Gd u vV. 10 >10 20 50 (20) 200 125 Ph, Sp 
T 2N4O0 Ga Li sH 10 053 >30= 150 100 12 (150) 100j Sp4pfF 
T2N2%401 Ga L) sH 10 05 15 >50= 150 100 15 (200) 100j Sp4pF 
T2N2402 Ga LI sH 10 051,5 >60= 150 100 15 _ (250) 100j Sp4pF 
T2N245 SP Li U5 5 0,0150-2755 1W . (120) (200) 200 RC; ers: TA 2235 A 
T 2N 2410 SP LmsH 150 10 0,1530-120=2,5W 800 30 [100] 200j Tx 9), Sy, Va, NC, t 
T2NW41 SP LmsH 10 0,5 0,01 20-60= 1W 100 20 [100] 200) Tx 9), Tr 
T 2N2412 SP LmsH 10 0,5 0,0140-120= 1W 100 20 [100] 200j Tx 9), Tr 
T 2N 243 SM LmsH 10 10 30-120= 1W 200 18 [100] Tx 9) 
T2N24S5 GM LmH 2 6 5  10-200= 75 20 15 840 Tx 
T2NWM6 GM LmH 2 6 5 8-.200= 75 20 15 750 Tx 
T 2N%417 SU LmsO 202 8 12 051-0258 . 60 . GE 20) 81) 2. 2N 4 
T 2N2417A SU LmsO 15 8 12 0,51-0,625,8 60 GE 20) 81) .2 N48 
bis bis bis bis 
T 2N242 SU Lm so 20 8 12 0,62-0,75 7,7 60 GE 20) 81) — 2 N2 


Transistoren 


Fo 


au 


6 
I 


7 |\8 |9 
Ur Ip |Us,/B IN 


I1o 


n 


12 


2N 
14 


Imax 
©, 


2422 A...2 N 2520 
Is 


Bemerkungen 


T2NURA SU 
T2NW4R2B SU 
T 2N 2427 sp 
T 2N 2432, A SU 
T 2N 2443 Ss 
T 2N 2447 G 
T 2N 2448 G 
T2N49 G 
T 2N 2450 G 
T 2N 251 Ga 
T 2N 2453,A S 
T 2N2455 GE 
T 2N 2456 GE 
F 2N2457 Sp 
F 2N 2458 sp 
T 2N 2459 sp 
T 2N 2460 sp 
T 2N 2461 sp 
T 2N 2462 sp 
T 2N 2463 sp 
T 2N 2464 sp 
T 2N 2465 sp 
T 2N 2466 sp 
T 2N 2475 SE 
T 2N 2476 SE 
T 2N 2477 SE 
T 2N 2478 Ss 
T 2N 2479 Ss 
T 2N 2480 Ss 
T 2N2480A S 
T 2N 2481 sp 
T 2N 2482 GM 
T 2N 2483 sp 
T 2N 2484 sp 
T 2N 2485/86 S 
T 2N 2487 Ga 
T 2N 2488 Ga 
T 2N 2489 Ga 
T 2N 2490 G 
T 2N 2491 G 
T2N49 G 
T 2N 2493 G 
F 2N 2497 sp 
F 2N 2498 sp 
F 2N 2499 sp 
F 2N 2500 sp 
T 2N 2501 SE 
T 2N259 S 
T 2N 2510 Ss 
T 2N 2511 s 
T 2N 2515 sp 
T 2N 2516 sp 
T 2N 2518 SP 
T 2N 2519 sp 
T sp 


m! 
Lm 
uU 


mA |V |pA|V/- Imw 
so 'ıs '8 12 '0,62.0,75 7,7 
so 6 8 0,2 0,62-0,75 7,7 
U 0,01 3 0,01 20-60= 500 
sW 104A 5 600 >30 300 
U 50 10 0,01 50-150= 800 
NU. 10 25-100 
NU . 10 25-100 
NV. 10 50-200 
NU. 10 50-200 . 
s 10 0255 >235= 25 
AA 1 1 5nA 150-600= 600 
sH 2 0,19 . 20-100= 150 
sH 2 0,19 .  20-100= 150 
ru [0,1] [3 0,2 
ru [0,1] [3] 02 
U.5 5 2nA40-.80 400 
U.5 5 2nA 70-130 400 
US 5 2nA 120-180 400 
US 5 2nA 170-230 400 
Ur 75 0,3 2nA 40-80= 500 
ums 5 2nA 70-130 500 
US 5 2nA 120-180 500 
5 5 2nA 170-230 500 
s 20 0,4 0,05.30-150= 360 
sX 500 0,7550,2 20= 600 
sX 500 0,502 = 600 
suU 150 1,5 0,7 30= . 
su 150 1,5 0,85 30-120= . 
AA 1 5 0,0530-350= 500 
AA 1 5 0,0250-.200= 500 
sH 10 0,25. 40-120= 360 
H 2 6 5 25-200= 150 
rU 0,01 5  0,0140-120= 360 
rU 0,01 5 0,01 100-500=360 
VL. s >10= 8,7W 
sH 10 60 
sH 50 60 
sH 10 60 
NL 5A 0,7 170W 
NL 5A 0,7 170W 
NL 5A 0,5 25-50= 170W 
NL 5A 0,5 . 25.50= 170W 
rU 10nA 10 10uA2 0,5W 
rU 10nA 10 10uA3 0,5W 
rU 10nA 10 10uA4 0,5W 
rU 10nA 10 104uA 2,2 0,5W 
sX 10 1 0,2 50-150= 360 
ru 001 5 2nA2S= 360 
rU 001 5 nATS= 360 
ru 001 5 2nA120= 360 
7 5 5nA40-100 400 
US 5  5nA 80-200 400 
US 5 5nA40-100 400 
U5 5  5nA 80-200 400 
US 5 5nA 18-90 400 


[300] Tx 17) A,Sd, UB 
[300] Tx 17) A,Sd, UB 
[300] Tx 17)A,$d, UB 


[300] Tx 17) A, Sd, UB 


'60 Ya 
. 0 . . 
. 40 (50) . 
2 0 . 200 
. (120) (80) . 
. u. 85 
. 2 er 85 
. 22 . 85 
. 22 . 85 
so 6 (80) 100; 
r 30, 300 
200 (15) (600) 100j 
200 (15) (16) 100; 
05 B0) . 150 
05 [30] 150 
(100) (175) 
(100) (200) - 
(100) (225) - 
(100) (250) 
(100) . 

(100) (200) 
(100) (225) 
(100) (250) . 
5 6 (800) 200 
. 20 (250) 300 
20 (250) 300 

.. (120) 185ns 
. (80) 185ns . 
500 40 (50) 200j 
500 40 (50) 200j 
. (40) 20ns 200j 
100 (20) (300) 100 
50 60 (60) 200j 
50 60 (60) 200j 
. 120 [100] 200i 
100 15 (360) 100j 
100 15 (360) 100j 
100 20 (300) 100i 
15A . uk 110j 
15A uk 110j 
15A . 4k 110; 
15A . uk 110j 
3 [20] 
%* RO 
15 RO] 
‘6 20 

(40) Ins 200j 


(125) (45) 200 NC; Rz:7dB,Tr 
(100) (45) 200 NC; Rz:4dB,Tr 
(80) (45) 200 NC;Rz:4dB,Tr 


60 
60 


(175) . 
(200) . 


(125) (175) - 
(125) (200) - 


60 


(150) . 


" GE20)81) 2 2 N 49A 
GE 20) 81) 2 N 494B 
Tr&pF | 
Tx, NC, Tr;-A: 45 V 
Fd 


Ry,Mo # 
Ry, Mo # 
Ry,Mo # 
Ry,Mo £ 
Sp6pF 
GE 21) 37), NC & 
Sy 

Sy 

Fd; A, Rz: 0,4dB 
Fd; A, Rz: 0,4 dB 


SD 5 pF 
SD5pF 
SD 5 pr 
SDSpF 
SDS5pF 


SD5pF 
SD5pF 

SDSpF 

RC, Sy, Fd, Fi, Va 
RC. NC, Mo, Sp 


RC, NC, Mo, Sp 
NC 12 pF 

NC 14 pF 

GE 21) 37), Mo, Sp 
GE 21) 37), Mo 


Sy 7), Mo, GE, Tx 

RC 

Fd, SG, GE, Va, M 
Co,NC, Tx, SD, Tr' 
NC 12 pF: -86: 140 V 


Sp3pF 
Sp3pF 
Sp3pF 
De, Mo 
De, Mo 


De, Mo 
De, Mo 


1187 
1187 
652 
N 652 


2N 
2N 
2N 
2 


Mo, Sy, Tr 


SD 6 pF 
SD 6 pF 
SD6pF 
SD 6 pF 
SD 6 pF 
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2N 2521...2N 2614 Dioden un 


ı 2 la la le | n 2 [1a 
K |Typ Ab |Fo |Awilr (Ur Is Us/B IN  NmaxUmastfo |imax Bemerkungen 
| | | IimA mw mA N MHz |° 
2N 2521 SnA36.90 40 , "go Kırsy'. "sDepr 
2N 2322 SP IMU 5 5 $nA76.333 40 . 60 (200). SD6pF 
2N 2523 S LM rU 001 . 2nAs0-120=40 . (60) . 200 NC; Rz:4.dB,SD 
2N 23524 S LM rU 0,01 . 2nA 100-300 (60) . 200 NC: Rz: 3 dB, SD 


10A 80 12k 110j Mo 
10A 120 12k 110j Mo;2 N 2528: 160 V 


2 N 2526 Gd Mi 
2N2527R28 Gd Mi 


3A 0,8 20-50= 
3A 0,8 . 20-.50= 


2N 2529 Sg Lm (1) (5) 12-22 25 (45) 20 . Tx 
2N 2530 Sg Lm (1) (5) - 18-42 25 (45) 23 . Tx 
2N 2531 Sg Lm (1) (5) » 36-90 150 25 (45) 25 . Tx 
2N 2532 Sg Lm (1) (5) - 76.225 150 25 (45) 25 . Tx 
2N 2533 Sg Lm 10 (5) - 20-55 150 25 (45) 21 . Tx 
2N 2534 Sg Lm 10 (5) 45-150 150 25 «d45) 27 . Tx 


2N 2537 SE Li 
2N 2538 SE Li 
2N 2539 SE Lm 


2N 2540 SE Lm 
2 N 2541 G Li 

2N 2551 Sa Li 
2 N 2552 Ga N 
bis 
2 N 2567 Ga L 


2N 2569/70 SP Lm 


150 10 0, 2550-150= 800 800 (60) (400) 2001| Mo,NC,Tx,Tr 
150 10 0,25100-300= 800 800 (60) (400) 200} Mo,NC,Tx, Tr 
150 10 0,2550-150= 500 800 (60) (400) 200} Mo,NC,Tx,Tr 


150 10 0,25100-300= 500 800 (60) (400) 200} Mo,NC,Tx,Tr 
40 . : SMm=| . . 30 10 100 Ry 

1 0,5 0,1 15-45 400 . 150 . . SD 

1A 0,5 125 20-60= 20W 3A (40) (0,25). Tx, Sy 


3A 1 125 20.60= 20W 3A (100) (0,25) . Tx,5y 
10nA 50= 300 100 (20) (100) 1755 Am, Va 


Fan A794 34444 444994 4749994 349994 0 04 4 49494 IIAaa HH 


2 N 2573 SV _Mp 0725 . 0. .BA 25 . 125j Mo 19) 

bis bis 

2 N 2579 SV Mp 07235. . 25A 500 . 1255 Mo 19) 

2N 2580 Ss 5 10-50= 150W 10A 400 . 150} De = DTS-400 
2N 2581 Ss Nt 5A 1 25-65= 150W 10A 400 50k 150j De 

2N 2582 Ss N 5A 0,7 10-40= 150W 10A 500 50k 150j De 

2N 2583 Ss Nt 5A 1 25-65= 150W 10A 500 50k 150} De 

2N 2584 s . SA 07 10-40= 150W . 600 30k 150j 

2N 2585 Ss . 10A 1 25-655= 150W . 600 30k 150j 

2N 2586 SP Lm 0555 Ana 330= 300 30 45 (60) 175j Tx9)Rz < 3dB, NC 
2 N 2590 SP LM 5 5 2nA40-80 400 60 (5) . SDSpF,Tr 

2N 2591 SP LM 5 5 2nA 70-135 400 . 60 (100) . SDSpF,Tr 

2N 2592 SP LM 5 5  2nA 115-200 400 . 60 (125) - SDSpF,Tr 

2 N 2593 SP LM 5 5  2nA 160-275 400 . 60 (150) -» SDSpF,Tr 

2N 2594 SP Li 10 5 0,1 50-150=5W . 80 (40) . Tr 20 pF 

2 N 2595 SP LM 5 5 25nA 15-60 400 . 60 . . SD6pF,Tr 

2 N 2596 SP LM 5 5 5nA40-100 400 . 60 (9) . SD 6 PpF,Tr 

2 N 2597 SP LM = 5  5SnA 80-200 400 . 60 (120) . SD6pF,Tr 

2 N 2598 SP LM 5 5 25mA >20 400 P 800 . . sD6 pF, Tr 
2N259,A SP LM 5 5 5nA40-100 400 . 80 (90) 

2N260,A SP LM 5 5 5nA 80-200 400 . 80 1120) > 

2 N 2601 Ss LM 1 - 0,5 18-90= 400 . 60 200 NC; Rz: 6. dB, SD 
2N 2602 Ss LM 1 0,5 36-90= 400 . 60 . 200 NC; Rz:5dB,SD 
2 N 2603 Ss LM 1 - 0,5 76-.333= 400 60 . 200 NC; Rz:5dB,Tr 
2 N 2604 SP LM 0,01 5 0,01 40-120= 400 100 60 (75) [200] Ry; Kpl:2 N 2483 
2N2605,A SPP LM N 0.01 5 0.01 100-300=400 100 60 (75) 1200) 85 Kpl: 2N 2484 
2 N 2606 Ss Lm’U [1nA] 30 0,11 . <05. . 6pF 

2 N 2607 Ss Lm’U [3nA] 30. 0,33 . <15. . . sa: A10pF 

2 N 2608 s Lm’ U [10nA]30 . 1 300 <45[30) - 200| Sd; ARz:3 dB 

2 N 2609 S Lm’ U [30nA]30 . 2,5 . 2-10 . - . Sd; A 30 pF 

2N 2610 Ss Re | Ss 2 920= 150 5 4. . Tr 

2 N 2613 Ga Kr N 05 4 5 120-200 120 50 (30) (10) 100 RC 

2N Ga 6 5 100-160 120 50 (40) (10) 100 RC 


Transistoren 


v IA Iv/- 


R MM) 


Nuss/B IN 


Bj 


8 
Is 


2N 2615 
2N 2616 
t 2N 2618 
2N 2631 
2N 2632 
2N 2633/34 
2N 2635 


2N 2639 
bis 

2N 2644 
2N 2645 
2N 2646 


2N 2647 
2 N 2648 
2N 2649 
2N 2650 
2N 2651 


2N 2652, A 


2N 2653 
2N 2657/58 
2N 2659 
bis 

2N 2670 
2N 2673 
2N 2674 
2N 2675 
2N 2676 
2N 2677 


2N 2678 
2N 2679 
bis 

2N 2682 


2N 2683 
bis 

ıN 2686 

2 N 2687 
bis 

2N 2690 
2N 2692 
2N 2693/94 
2 N 2695 

2 N 2696 
2N 2697/98 


2N 2708 
2N 2710 
2N 2711 
2N 2712 
2N 2713 
2N 2714 


2N 2715 
2N 2716 
2N 2719 
2N 2720/21 
2N 2722 
2N 2723 


z 
c 


[= 
Ir Zeiccce 


"AA 1A 
Lm’ 43) 10 


1 "Ink 20-200 


1 0,01 20.200= 300 (30) 


. 0,1 75.225= 600 750 (60) 
28 0,1 7,5W 8750 1,5A 60 
2 0,1 40-120=40W (10) 
2 0,1 40-120=40W (120) . 
1 3 >45= 150 100 (30) 
5  10nA 50-300= 0,6W 30 45 
5 10nA 100-300=0,6W 30 45 
10 0,01 100-300= 50 . 50 
4 12 0,56-0,75 4,7-9,1. 30 
8 0,2 0,68-0,82 4,7-9,1. 30 
0,5 5 80-.500= 300 (35) 
: >4,6dB 8,7W 65 
>6,5dB 8,7W 140 
360 (40) 
5 _10nA 50-.200=2x300 500 60 
15 . 140A 400 
0,5 40-120= Law 5A (80) 
125 30-.90= 400 3A 50 
bis 
125 30.90= 900 3A 90 
5 250 (60) 
5 250 (60) 
5 250 (60) 
5 0,1 45.290= 250 (60) 
5 0,1 20-55= 250 (45) 
5 0,1 45.150=150 . (45) 
1,25 0,02 0,7 350 30 
bis 
1,25 0,02 0,7 350 200 
1,25 0,02 0,8 280 30 
bis 
1,25 0,02 0,8 280 200 
1,5 02 1 280 30 
bis 
1555.0,271 280 200 
1 10nA 90-360=300 50 30 
1 10nA >60= 30 50 30 
104 65 2w 500 25 
104 65 1,2W 500 25 
2 0,1 40-120= 20W . (80) 
2 0,0130-200= 20 . (35) 
1 003>40= 360 500 (40) 
4,5 0,8 30-90= 20 -. 18 
4,5 0,8 75-225= 200 18 
45 0,1 30-90= 200 200 18 
4,5 0,1575-.225= 20 . 18 
45 2 30.90= 20 . 18 
45 2 75.225= 20 . 18 
« N 3 3600 200 25 
5 10nA 35 600 40 80 
5 1nA100 2x300 40 45 
5 0,01 >2000= 50 40 60 


mw av” v | 
= 300 ' (30)' (500) - 


2N 2615...2N 2723 


Bemerkungen 


(600) . Fd, Tx 

(200) 200; Sy, -46: [LM] 1 

(200) 200 RC 9), NC 83) 
D 


$ 
5 SD; 2 N 2634: (150 V) 
100j Tx, Mo 


1300] |Tx 37) 21) $p 
SD, Tr, Mo, Co 
[20] 1300] | Kpi: 2'N 280277 
(8) . : [Li]: 2 N 2049 
GE 20) 81), Cs, Sc 


GE 20) 81), Cs, Sc 
GI 9) 

NC 12 pF 

NC 12 pF 

sy 62) 


GE 21) 37), Mo 


Tx 18) 
NC, SD; -58: (100 V) 
Tx 


280 
[20] 


(10) 
[130] 
[130] 
75n . 


(60) 200j 


(20) 


Tr 19), Tx 


500ns [200] Tx 
0,5us [200] Tx 9); 2694: >30= 
(200) 200; Fd, Tx, Tr 
1200) 2) Fd, Tx, Tr 

SD; 2698: (100 V) 


(700) 200 RC,NC,Mo 
(500) 200| Mo 9)4 pF 
(200).  GE15PpF,Sp 
(200) - GE 10 pF, Sp 
85ns GE 10 pF, Sp 
Böns GE 10 pF, Sp 
(200) . GE4pF 
(200) - GE4pF 
6Ons . Sy 62) 


(80) 230 NC6pF,Mo 
(100) 230 NC 6 pF, Mo, SD 
(150) 200 SD 21), Mo 
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2N 2724...2 N 2843 


'2N 2724 
2N 2725 
2N 2726 
2N 2727 
2N 2728 


2N 2729 
2 N 2730 
bis 

2 N 2738 
2N 2739 


2N 2740 
2N 2741 
2N 2742 
2N 2745 
bis 

2N 2772 


2N 2775 
bis 

2N 2778 
2N 2784 


2N 2785 
2N 2787 
2N 2788 
2N 2789 
2N 2790 


2N 2791 
2N 2792 
2N 2795 
2N 2796 
2 N 2797 


2 N 2798 
2 N 279 
2 N 2800 
2 N 2801 
2 N 2802/03 


2 N 2804 
2 N 2805/06 
2 N 2807 
2N 2811 
2N 2812 


2N 2813 
2N 2814 
2N 2822 
2N 2824 
2N 2825 


2 N 2826/27 
2N 2831 
2 N 2832/33 


2) 


vn wuuuu ya” vun wnmn u 


"Lm’ za)" 


Lm’ 43) 
Li UL 
Li UL 
Nt NL 


LM VO 
Ni’ NL 


N_ 

Nd’ NL 
Na st 
Na st 
Na st 
Na sl 
Na sL 


Lm’rN 
Li 
Li 
Li 


ce 
BZ ZZRIZ gr Sigce cccc 


Lm’ U 


10 

0,1 5 
200 10 
200 10 
50a 0,1 


3 
65A 


65A 
10A 


10A 
10A 
10A 
15A 


20A 
25A 


25A 
10 


10 
150 10 
150 10 
150 10 
150 10 


150 10 
150 10 
10 
10 
10 


10 
10 
150 
150 
0,1 


0,1 
0,1 
0,1 
5A 
5A 


5A 
5A 
15A 
20A 
20A 


100 


wor mn ann an ne 
u 


200 
2 5855 


PDYwuu vuuuu WO0o000 


104 0,2 
10A 02 
150 0% 
150 0% 
0 02 
[inA] 30 
[3nA] 30 


[10nA] 30 . 


Dioden ur 
15 
Bemerkungen 
0,01 >70005 500 (175) 200) SD 21), Mo 
2mA >2000=500 30 45 (200) 200) SD 21), Mo 
110 30-90= 1W . 200 (15) . GE, Tr 
100 75-150= 1W . 200 (15) -.  GE,Tr 
>20= 170W 50A (15) 6k 110} Mo 
0,01 20-200= 300 . (30) (600) . Fd 
170W . 60 . . SD 
45 
140W . 30 s sD 
200W 20A 50 (0,2) 175j WB, Wh 
200W 20A 100 (0,2) 175j WB, Wh 
200W 20A 150 (0,2) 175} WB, Wh 
200W 20A 200 (0,2) 175j WB, Wh 
200W 20A 50 (0,2) 1755 WB, Wh 
bis 
200W 30A 200 (0,2) 175; Wh, WB 
200 30A 50 (200) wB 
1,5 10= 200 30A 200 (200) . wB 
5nA 40-120= 300 . (15) (16) Tr 
0,05 >1200= 500 20 40 10) 175j GE21)43),Mo 
0,4 20-60= 800 800 (60) (250) - NC, Sp 
0,4 40-120= 800 800 (60) (250) .  NC,Sp 
0,4 100-300=800 800 (60) (250) . NC, Sp 
0,4 20.60= 500 800 (60) (250) . NC, Sp 
0,4 40-120= 500 800 (60) (250) NC, Sp 
0,4 100-300=500 800 (60) (250) NC, Sp 
3 >= 75 100 25 (300) Sp3pF 
3 >%0= 75 100 20 (300) Sp4pF 
2 >= 7 100 40 (150) Sp 3,5 pF 
3 >3%0= 75 100 60 (120) Sp4pF 
3 75 100 30 «120) . Sp4pfF 
0,1 30-90= 800 800 (50) 60ns 200j Sy,Mo,NC 
0,1 75.225= 800 800 (50) 60ns 200j Sy, Mo, NC 
0,01 20-120= 500 30 20 (60) [200] % 21) 37), SD, Mo 
0,01 20-120= 500 30 20 (60) [200] Tx 21) 37), SD, Mo 
0,01 40-120= 500 30 20 (60) [200] Tx 21) 37), SD, Mo 
0,01 40-120= 500 30 20 (60) [200] Tx 21), 37)SD,Mo 
0,1 20.60= 50W . 60 . . SD 
0,1 40.120= 50W 60 sD 
0,1 . 80 sD 
0,1 . 80 » SD 
1,5 25A 200 . 200} Cs 
1,1 30A 100 (0,6) 200, Cs 
1,1 30A 150 . 200} Cs 
1,5A 15 17k De; 2 N 2827:30V 
. 200 (40) (200) . Sy 62) 
0,3 20A (80) 50k 110} Mo; 2 N 2833; 120 w 
0,3 20A (140)50k 110j Mo 
01 . (50) (120) 200} Mo, NC 
0,1 (50) (120) 200 Mo, NC 
1 . 30 . . GE 20) 81) 
. <0,125. Sd;A6pF 
<0,325 . Sd; A 10 pF 
0,2-1 . . Sd; A 17 pF, UB 


Transistoren 2N 2844..2 N 2929 


Ir Is Io 10 
K|Typ Ab |Fo|AwIr |Ur Is Us,/B IN 
| mA |V |uA|V/- mw 


Imax | Bemerkungen 
SC 


FO2N2844 '5 TLm’U '[30nA] 30. 114 | al, . 754; A 30 pF, UB 

T 2N 2845 SP Lm sX 150 10 0,2 30-120= 360 800 (60) (350). Fd,Mo,Sp 

T 2N28646 SP Li sX 150 10 0,2 30-120= 800 800 (60) (350). Fd, NC,Mo, Sp 

T 2N 2847 SP Lm sX 150 10 0,2 40-140= 360 800 (60) (350). Fd,Mo, Sp 

T 2N28348 SP Li sX 150 10 0,2 40-140= 800 800 (60) (350) . Fd, NC,Mo, Sp 

T 2N257_ SP LmVv 3 1 0,0130-150= 200 20 (30) (1G) 200j RC, Va, Mo 

T 2N2860 GE LmsH . - 150 150 150 (18) 4Ons 100j Sy 

T 2N 2861 SP U A 10 5 00150-450= 300 10 20 (45) . Tx9),Tr 

T 2N2862 SP LI A 10 5 0,0125-150= 30 10 20 (60) . Tx9),Tr 

T2N2863 SP Li VA 10 15 0,5 >20= 800 1A 40 [100] [300] Tx 9) 

T 2N 2864 SP Li vVO10 15 05 >12= 800 1A 40 [100] [300] Tx 9) 

T 2N 2865 SP Lm VU4 10 0,01 20-200 200 50 (25) [200] 1200) Tx 9) 

T 2N 2866 SP No UL 500 5 100 20-60= 20W . 80 (10) Tr 

T 2N 2867 SP No UL 500 5 100 40-120= 20W . 80 (10) . Tr 

T 2N 2868 SP Li sH 150 10 15 40-120= 860 . 40 . SUMGE 

T 2N2869 Ga Mi NL 1A 2 500 50-165= 30W 10A (60) (0,45)100j| RC # 2N 301 

T 2N28970 Ga Mi NL 1A 2 500 50-1655= 30W 10A (80) (0,45)100| RC # 2 N 301 A,S 

T 2N 2875 SP No UL 500 6 1nA20-60= 20W SOWR (25) HH Te 

T 2N2876 SP Nu LH 250 28 0,1 10W 17,5W2,5A 60 (200) 200 RC47),NC,SD,Tx 

T 2N 2877 Ss» No Lu 1A 0,25 20-600= 17,5W5A 60 (30) . NC,SD,Sp 

T 2N 2878 S NoLl 14 . 0,2540-120= 17,5W5A 60 (50) . NC,SD,Sp 

T2N2829 S NoL 1A . 0,2520-40= 175W5A 80 (30) . NC,SD, Sp 

T2N230 S NoL 1A 2 0,2540-120= 17,5W5A 80 (50) 200 NC,SD#Tx 

T 2N 2883/84 SP Li HO100 10 0,5 >20= 800 100 (40) (500) [200] Fd, Tx 

T 2N 2890 Ss Li L 12 05 3090= 28W 3A 80 (30) . NC,Tr,5,Cs 

T 2N 2891 SL L 1A 2 05 50-150= 28W 3A 80 (30) . NC,Tr,Cs 

T 2N 2892 S NoL 14 2 05 30.90= 17W 3A 80 (30) . NC,Tr 

T 2N 2893 S NoLl 14 2 0,5 50-150= 17W 3A 80 (30) . NC,Tr 

T 2N28%,A SP Lms 30 0,5 0,15 1,2W 200 12 (550) 200 Fd,In Kpl:2 N 2369 

T 2N 2895 SP Lms 150°. 18W . 80 (120).  RC,NC 

T 2N 2896 SP Lms 150 1,8W . 140 (120).  RC,NC 

T 2N 2897 SP Lms 150 1,8W 60 (100).  RC,NC 

T 2N 2899 SP Lms 150 1,8W . 140 (120). RC 

T 2N 2900 SP Lms 150 f 1,8W . 60 (100). RC 

T 2N 2903,A S Lv? AA 5 110 . (60) Tr 21) 37), Sp 

T 2N290%,A SE Li sH 150 0% 0.02 40-120= 600 500 (60) (200) 200j| Vo, Co, Mo, Ry, Ak, 

T 2N2905,A SE Li sH 150 0,4 0,02100-300= 600 500 (60) (200) 200 INC, Tx, In, Tr, Ss 

T 2N2906,A SE Lm sH 150 0,4 0,0240-120= 400 600 (60) (200) za NC, Tx, Mo 

T 2N2907,A SE Lm sH 150 0,4 0,02100-300= 400 600 (60) (200) 200jjJn. Tr, Sp, Va, MB 

T 2N 2909 SP LMsH 150 10 15 40-120= 40 . 40 . -». GE 

T 2N 2910 S Lv AA 1 1 001 >80= . a}, .. GE) 37), Tr, Sp 

T2N2911 5 ki EA sw. 125 (1) .... Sp 

T 2N 292 G MesL 10A 75W 25A (6) (30) 110) Mo 9) 

T 2N 2913 SP Li’ AA 1 0,35 0,01 >150= 2x300 30 45 (60) 200) | GE 21) 37) Fd 43 
bis bis In, Mo, Tr, Tx 

T 2N 2920 SP Li AA. 0,35 2nA >300= 2x300 30 60 (60) 200; | SD, UB, sp 

T 2N 2921 Ss Lmu 2 401°.N IIE70 EMO, & G 

T 2N29222 S LmtU 2 TOP9. 735110 2007. NOS, re) 

T 2N 2923 SP Lmu 2 4,5 0,8 90-180= 200 100 25 (200) 125j GE9PpF, Cs, Sp 

T 2N 2924 SP Lmu 2 4,5 0,8 150-300=200 100 25 (200) 125j GE9pF, Cs, Sp 

T 2N29235 SP LmUu 2 4,5 0,8 235-470=200 100 25 (200) 125j GE9 pF, Cs, Sp 

T 2N 2926 SP Lmu 2 4,5 0,8 35-470= 200 100 18 (200) 125j GE4) 73) = BC 109 

T 2N297 SP Li Vs 50 1 25 30.130= 800 500 (25) 75ns . Sy, Fd 

T 2N2%28 GE LmsH . SOKe 150 100 (15) (400) 100j Sy 

T 2N 2929 GE Li rA 10 10 0,1510-120 300 100 (25) (1G) 100j Mo 9) 1,75 pF 
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2N 2936...2 N 3024 Dioden un 


15 


Bemerkungen 


2N 5 = "300 . (30) 4175; Sp 21) 

2 N 2937 S Lı® AA 0,1 .__0,3 110= 300 55 (30) 175j Sp 21) 

2N 2938 SP LmsX 10 0,35 3 300 500 (25) Tins 175 RC #2N 3261 
2N 2942 Ga Li sH 10 0,3 2 150 100 50 (120) . Sp4pF 

2N 2943 Ga LI sH 10 0,3 3 150 100 30 (120) . Sp4pF 

2N 2944 SP LM sW 1 0,5 0,1nA >80= 400 100 10 (10) 200 Tx6pF,NC,SD, Sp 
2 N 2945 SP LM sW 1 0,5 0,2nA >40= 400 100 20 (5) 200 Tx6pF,NC,SD, Sp 
2 N 2946 SP LM sW 1 0,5 0,5nA >30= 400 100 35 (3) 200 Tx6PpF,NC,SD,Sp 
2N 2947 SE Li H 400 1 2,5-.35= 15W . (60) (200) 175j Mo 

2N 2948 SE Li H 400 1 2,5-.100= 15W . (40) (200) 1755 Mo 

2N 2949/50 SE Lm’H 40 0,1 5-100= 3,5W (60) (200) 175} Mo; 2 N 2950: [No] 
2N 2951/52 SE Li H 10 -» 0,1 20-150= 600 . (60) (400) 1755 Mo; 2 N 2952: [Lm) 
2 N 2953 Ga Kr NT 10 10 5 350 120 150 25 (200) 100; RC; ers: TA 2404 

2 N 2955 GM Lm Hs 10 2 . W= 150. « (40) (350) 100, Mo 

2 N 2956 GM Lm Hs 10 18. s4= 150 (40) (375) 100} Mo 


0, 
0 
2 N 2957 GM Lm Hs 10 0, 
0, 
0 


15. 1065= 150 . (40) (400) 100} Mo 

2N 2958 SE Li Hs 150 ‚5 25nA40-120= 600 600 (60) (250) 175) Mo, Sp 
2N 2959 SE Li Hs 150 ‚5 25nA100-300=600 600 (60) (250) 175} Mo, Sp 
2N 2962 G Nh’VL . ...15 6dB 3W 300 40 [160] 100j Sp 
2 N 2963 G Nh’ VL 4 45.73:4B 3Ww 300 40 L[160) 100 Sp 
2N 2964 G Nh’VL . 15 6dB 3W 300 30 [160] 100} Sp 
2 N 2965 G Nh’ VL sn ASTSiAB 3W 300 30 (160) 100} Sp 
2 N 2968 S Li iU 302 . 10nA> 150 50 10 (10) 140j Sp6pF 
2 N 2969 Ss U iU 302 . 10nA> 150 50 10 (10) 140| Sp6pF 
2 N 2970 Ss Li iU 402. 10nA>1 150 50 20 (8) 140j Sp6pF 

Ss LU ıU ZOR . 10nA>10= 150 50 20 (8) 140j Sp6pF 
2N 2972 SP Lm’rN 0,1 -  1nA 240= 750 30 45 (60) 200| Fd21)43), NC,Sp& 
bis l 
2N 2979 SP Lm’AA 0,1 -  1nA450= 750 30 60 (60) 200} Fd 21)43), NC, Sp & 
2N 2987/88 SP Li L 200 . 15 235.75= 1W 1A 80 . . Tx; 2 N 2988: 100 V| 
2N 2989/90 SP Li L 200 . 15 60-120= 1wW 1A 80 . . Tx; 2 N 2990: 100 V 
2N 2991/92 SPP N_L 200 . 15 25.75= 2W 1A 80 . . Tx;2 N 2992: 100 V 
2N 2993/94 SP N_L 200 . 15 60-120= 2W 1A 80 . . Tx; 2 N 2994: 100 V 
2N 2995 SM . UL 200 10 200 30.90= 1,5W . 100 (15) . GE 
2 N 2996 GE Lm’A 200 25-500= 75 50 15 (400) 100} Tx;3pFf,=2N 3263 
bis 30 bis 
2 N 2999 GE Lm’A 3 ip >10= 75 20 15 11390) 409 Tx;2 pF, = 2N 3283 
2 N 3001 SV SI Sr 1,1. 0,020,7 350 30 Tr, Tx 19) 
bis bis 
2 N 3004 uva 1,1. 0,02 0,7 350,77: 200 . . Tr, Tx 19) 
2 N 3005 sy Uu%Y 5 1,1 0,2 0,8 250 . 30 . . Tr, Tx 19) 
bis bis 
2 N 3008 SV. uU, eS ‚10,2 0,8 230: 5. 20 . . Tr, Tx 19) 


1 
2N 5009 Ss LR X 30 0,4 0,5 30-120= 360 30 15 (550) 200) Fd, Tx 
2N 3010 Ss Lm sH 10 45 235-1235= 30 10 6 (800) 200} Fd, Tx, Tr, Mo 


0 
2N 3011 s Lm sH 10 0,350,4 30-120= 360 30 12 (650) 200) Fd,Tx, Tr, Mo,RC 
2 N 3012 Lm s 30 0,5 80nA 30-120= 360 100 12 (550) 200; Fd, Tx,Tr 
2N 3013/14 sr LR sX 30 0,4 0,3 30-120= 360 200 (40) (550) 200} Fd, Tx, Mo, Cs 
2N 3013R SP SA HU 30 0,4 0,3 30-120= 300 500 (40) (350) 200} Cs5pF 


2N 3015 Ss Li sH 150 0 0,2 30-120= 800 500 30 (330) 200) Fd, NC, Mo, Sp 
2N 3019 s Li. 40237150 0 0,2 100-300=800 1A (140). NC, 12 pF, Tr, Mo 
2N 3020 SP Li U 150 0 0,0140-120= 5W . 80 (100) . Tr 12 pF, Mo, Va 


2N 3022/23 S Mi L 1A 25W 3A (45) (100) 1755 Mo; 2 N 3023: (60 V) 


T 2N 3024 s Mi L 1A : 50-180= 25W 3A (30) (100) 175j Mo | 
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1 
1 
1 
2 N 3021 Ss Mi L 1A e 25W 3A (30) (100) 175j Mo 
2 
2 


Transistoren 2N 3025/26...2 N 3135 


112 3 1a Is 6 |7 le I» 
K |Typ Ab |Fo |Aw| I \Ur Isp Usp/B N Inax Umaxt la" max Bemerkungen 
| Ima |v [nal ImW ma v MHz |°C 
aN 3025726 Ss Mi HA 2, NgoBot 2sw 3A (45) 175j' Mo; 2 N 3026: (60 V) 
2N303 SE U sH 1 5er 300 20 150 Ins [200] 1x9) | 
2N 3034/35 SE U sH 1 5 300 20 110 äns [200] Tx9)2 N 3035: 80 V 


2N 3036 SP Li As 150 10 0,01 50-150= 800 1200 80 70ns [300] Tx 9) 
2N 3037 SP Jy' U 150 10 0,01 40-120= 360 500 70 70ns [200] Tx; kpl:2 N 3039 


2N 3038 SP Jy’ U 150 10 0,01 80-240= 360 500 60 65ns [200] Tx; kpl:2 N 3040 


T 
T 
T 
T 
T 
E 
T 2N 3039 SPuEJE UN 1505 5 5020 360. 50 (50) 175j Tx 
T 2N3%0 SP iz U 150 02. 4 30. 40 (50) 175 Tx 
T Zu 3043 SP Sz AA 001 1 . >100= 2350 . 45 (30) 200| Tx,Mo21 37), Sp 
is bis 
T 2N 3052 SP Sz sP 10 025. 25-130= 250 . (35) (200) 175j Tx 21) 37), Sp 
T 2N 3053 SP Li U 150 10 0,2550-250= SW 700 60 [20] 200j RC 9), Tr, Va,Mo 
T 2N 3054 Sö Mu sN 50 4 . 25-100= 25W 4A 90 (10) 200| RC9),Tr,Ss 
T 2N3054S-4Sd Ma sN 500 1,51mA 25-63= 25W 4A 90 (0,8) 200 SH 9) 
T 2N3054S-6Sd Mq sN 500 1,51mA 40-100= 25W 4A 90 (0,8) 200j SH 9) 
T 2N 3055 Sdö Mi sN 4A 4 . 20.70= 115W 15A 100 (0,5) 200j RC 9), Mo, In, SH, & 
T 2N 3056,A SP LM U 150 10 0,0140-120= SW . 60 (80) -. Tr;-A: 30-120= 
T 2N 30577,A SP LM U 150 10 0,01100.300=5W . 60 (100). Tr;-A:80-300= 
T 2N 3058 S LM rU 0,025 . 0,1nA40-160=400 100 6 . 200 NC;Rz:3dB 
T 2N 3059 s LM rU 0,025 . 0,1nA 100-400=400 100 10 . 200 NC;Rz:3dB 
T 2N 3060/61 S IM U 3 »  5nA30-90= 400 10 60 1 200 NC; -61: 60-180= 
T 2N 3062/63 S IM U 3 -  10nA 20-80= 400 100 80 1 200 NC; -63: 50-150= 
T 2N 3064/65 S LM U 3 -  10nA 15-60= 400 100 100 1 200 NC:; -65: 30-120= 
F 2N 3066, A S Lm’ rU [ind] 50°.  <1 . 0,8-4 . E » Sd, UB; A 10 pF 
bis 2-10 . 
2N 3071 s Lm’U [1nA] 50. <2,5 3 0,1-0,6 . - Sd;A15pF, CD, UB 
2N 3072 SP Li Vs 560 1 10 30-130= 80 . (60) (150). Fd,Tr, Va.“. BDY 20 
2 N 3073 SP Lm Vs 50 1 10 30-130= 3600 . (60) (150). Fd,Tr 
2N 3077/78 SP LI U 1A 5 001>80= 360 . 60 (60) . Tr; 2N 3078: >235= 
2 N 3081 SP Li sH 50 [6] » >20= 600 600 (70) (150) 200 Sy 
2 N 3081/46 SP 600 (70) (150) . Sy 
2 N 3081/51 SP 600 (70) (150). Sy 


2N 3082/83 S 20 (100) 200 GE 21) 37) 


2N 3107 sp 1 (100) 100ns 200j Fd 9) 

2N 3108 sp 1 150 (100) (100) 200} Fd, Tr 

2N 3109 SP Li s 150 1 0,5 100-300=80 . (80) 100ns 200j Fd 9) 

2N 3110 SP Li s 150 1 10 40-120= 800 150 (80) (100) 200j Fd,Tr 

2 N 3112 Ss Lm’ U [50] 20. <0115 . <0,175. . . $Sd; A 3,5 pF 
2N 3113 Ss s’ U 1[50] <0,115 . <0,175 . Sd;A2pF 


07 - . . 
0 0,01 >15= 800 30 150 (100) [200] Fd, Tx 


40.120= 400 600 (60) (250) 175j Mo, Sp 
-  100-300=400 600 (60) (250) 175j Mo, Tr, Sp 
0,01 250-500=360 . 60 (120) . Fd, NC, SD, Tr 
8 0,1 50.275= 1W 500 85 (380) 200 RC 83) 
0 0,05>40= 1W 500 100 (250) 200 RC 83) 


2N 3114 sp} U 45% 01 


2 

1 
2N 3115 SE Lm Hs 150 0 
2N 3116 SE Lm Hs 150 0, 
2N 3117 SP LmrN 0,01 5 
2N 3118 SP Li Vs 25 2 
2N 3119 SP ='L) :3; 10 1 


HH 444444444 AT TÄH AH HH HH 


2 N 3120 pP Li Vs 50 1 10 30-130= 80 . (45) (200) . Fd, Tr 

2 N 3121 pP Lm Vs 50 1 10 30-130= 360 - (45) (200) - Fd, Tr 

2N 3123 s Li U 150 10 0,4 100-300=800 800 (60) . . NCB8pF 

2 N 3127 GM Lm’ VA 3 10 3 20-125 100 50 (25) (400) 100j Mo 6)47) 

2N 3128 Ss symya 1 »  10nA70= 150 . 20 (60) 150 NC6pF 

2N 3129 Ss SyUuı - " 10nA 150= 150 . 45 (60) 150 NC6pF 

2N 3130 Ss yuı - 10nA100= 150 . 60 (60) 150 NC6pF 

2N 3133 SP Li U 150 10 0,6 40-120= 600 600 35 (200) - NC, Va; Kpl: BSX 95 
2 N 3134 SP Li U 150 10 0,6 100-300=600 600 35 (200) . NC, Va; Kpl: BSX 96 
2N 3135 Ss U U 150 10 0,6 40-120= 300 600 35 (200) - NC 10 pF, Tr, Mo & 


265 


2N 3136...2 N 3255 Dioden un 
a ja Is le | ls Is 10 n 2 Jia 


Ab |Fo AwIr Up \Isp|Usp[B IN max Umazı fg 


Bemerkungen 
mA |V |pAlV/- ImW ImA v MHz 


Tansaı36 Ss 'u'u iso "10' 0,6 100.300=300 ' 600" 35 "(200 . "NC10pF,Tr,Mo& 
T 2N31377? SP Li H 50 10 50 20-120= 600 50 40) (750). Fd,Mo, Cs 
T2N3M3B8 S GE VLIA . . >S4dB 20W . 65 [70) 2001 NC 

T2N3139 S GFVLIA . . >85dB 20W . 140 [70] 200; NC 

T 2N3M0 SS GUVMLIAL. . >4dB 20W . 65 [130] 200) NC 

T2NMU S GE VLAA . . >6dB 20W . 140 [130] 2001 NC 

T2N3M142 S NLVL1M . .  >54dB 25W 65 [70) 2001 NC 

T2aNM3 S NIVLIA . 0 >83dB 233W . 140 [70] 200 NC 

T 2N34 S NIVLA . >4dB 25W . 65 [130] 200 NC 

T2N3145 SS NIVLA . >6dB 25W . 140 [130] 2001 NC 

T 2N314647 Ga Mi L 10A . 10mA 25-90=1750 15A 150 . . Tx;2 N 3147: 180 
T2N3M149 S N_L S0A 3 2mA >10= 200W . 80 . ...5D 

T 2N 315051 S_ N_L 50A 3 2mA >10= 20W . 100 . -  SD;2 N 3151:150 V 
T2N3M53 S U sW1iA . 2nA. 0 200 NC8pF 

T 2N3209 SP LmsH 30 0,5 80 30-120= 360 (20) (550). Fd,Tr 
T2N3210 S U sH 10 1 0,0130-120= 360 500 (40) (300) [300] Mo 6 pF 
T2N3211 S U sH 10 1 25nA50-150=360 500 (40) (350) [300] Mo 

TANM2 Gd MU MM . . 3090= 5W 5A 80 . 110 De 

T 2N 3213/14 Gd Mt U 3A ..30.90= 5W 5A 60 . 110 De;2 N 3214:40V 
T2aN3215 Gd MU 3A. . 35410= SW 5A 30 . 110 De 

T 2N317 S LMsW 300 . Ana. 400 100 10 (1) 200 NCBpF,SD, Sp 
T2ıN318 S LMsW 500 . nA. 400 100 35 (1) 200 NC8pF,SD, Sp 
T 2N319 S LMsW 600 . nA. 400 100 35 (1) 200 NC8pF,SD, Sp 
T 2N 3220/21 SE . L 500 5 100 20-60= 2W 2A 80 . GE; -21: 40-120= 
T 2N 3222/23 SO . L 500 5 100 20-60= 2W 2A 60 . .... GE: -23: 40-120= 
T 2N327 S U sH 10 1 0, 100-300=360 500 (40) 18ns 200j Mo4 pF 

D 2N3228 SP Mu Y 304 2,158 1,2 mK: 3,2A 120 100 RC 13) 18), Tr, Tg 
T 2N 3229 SP Nu VL 550 50 0,1 15W 17,5W 2,5A 60 (200) 200 RC47)ers. TA 2388 
T2N3230 S )J_. 2A 4 50 >200= . SA 60 (40) .  RC43)ers. TA 2513 
T2N3231 S 32.2 4 50 >200= . SA 80 (40) RC 43) ers. TA 2514 
T 2N3332 S Mi UL 1,5A 10 1mA >15= 117W 7,5A 60. 200j Mo, WB 
T2N323 S MiL 3A 10 2,5 18-55= 80W 15A 100 (1) WB& 
T2N2%4 S MiL 3A 10 25 18-55= 80W 15A 160 () . _ WB& 

T 2N3355 S Mi UL 3A 10 SmA 15-75= 117W 10A 55 200j Mo 

T2N236 S MiL 1A 4 1 85-30= 100W 15A 60 (1) .  WB& 

T 2N337 S MiL 10% 4 1,4 15-60= 100W 304 80 (1) .  WB& 
T2N238 S Mil 10A 4 1 8,5-30= 10W 15A 0 (1) .  WB& 
T2N239 S MiL 10A 4 1 8,5-30= 100W 15A 10 (1) .  WB& 

T 2N3W0 S Mil 10A 4 1 8,5-30= 100W 15A 160 (1) .__ WB& 

T 2N324,A SP LI’ rU 10 12 0,1 >50= 500 100 25 (60) 175i RC9) 

T 2N3242,A SP W rU 10 12 0,01>75= 500 200 25 «60) 175j RC9) 
T2N24 S Li st 150 1 005>60= 1W 1A 40 (175) 200 Mo, Tx 
T2N345 5S Li st 150 1 005>35= 1W 1A 50 (150) 200j Mo, Tx 
T2N346 S U rU05 . 1nA350= 350 . (60) . 200 NC; Rz:2 dB 
T2N3WU S Ui -.0,25400= 150 . 45 (60) 150 NC6pF 
T2N348 SP U sX 10 1 0,0280-150= 30 . 12 (250). Tr&pF,Mo,Ak 

T 2N3249 SP LU sX 10 1 0,02100-300=3600 . 12 (300). Tr&pF,Mo,Ak 
T 2N3250 SP U sX 10 1 0,0250-150= 30 . 40 (250) 200j Tr 6pF, Va 98), Ak 
T 2N3250A SP LmH 10 1 0,0140-120= 360 100 60 (450). Ry,Mo,Ak, Tx 
T2N3251 SP LU sX 10 1 0,02100-300=3600 . 40 (300) 200 Tr 6 pF, Va 98), Ak 
T 2N3251A SP LmH 10 1 0,01100-300=360 100 60 (450). Ry,Mo, Ak, Tx 

T 2N3252 SP Li ST 50 1 05 9= 1W 1A (60) (200) 200j Tx 9), Va, Mo, Cs 
T 2N3353 SP Li st 375 1 05 75= 1W 1A (75) (175) 200) Tx 9), Mo, Cs 

D 2N3254 SV LM Ys 4 1.252044 0,75 e 250 15 2,645150 Sy19)[y] 

D 2N3255 SV LMYs 4 1.252044 0,75 ; 250 30 2,6715 150 Sy 19) Uy] 


Transistoren 2 N 3256...2N 3365 


Bemerkungen 


ern A n 2.6 „3 150" Sy 19) Dy] 

LM Ys R 3.5 us 150 Sy 19) Iy] 

LM Ys ; 3,5 4150 Sy19)[Ly] 

IM Ys 3,5 us 150 Sy 19) Uy) 
sH 2 0-150=30 (600) 175j RC 


Lo s 500 0,1 >W= 8750 20ns 200 RC; ers. TA-2501 
IB’ s  15A kmA 25-75=. (20) . RC: ers: TA-2492 
IB’ s  15A (20) - RC: ers: TA-2493 
Nm’s  15A (20) . RC: ers: TA-2494 
2N 3266 Nm’s 154 20mA 20-80= . (20) . RC: ers: TA-2495 


2N 3267 Lm’ AU 3 F ni 10-500= 75 (900) 100 Tx2pF 

E26 16) Y 10A 0,8 500 3us 150 Fd 18) 
15 i 

2N 3272 16) Y  10A 10,8 500 3us 150 Fd18) 


2. 3273 Li Y 5A 08 100 3us 150 Fd18) 
1s i 

2 N 3276 EIRIYE SA ...08 100 3us 150 Fd18) 

2N 3277/78 LaN . E 25 7 [1] 150 Fd17) 

2N 3289/90 Lm”’VL 2 0,01 10-150= 300 (500) 200| NC 10 pF, Mo 
2N 3299 Li sH 150 0,01 40-120= 800 (400) 150 Fd, NC, In, Mo 


2N 3300 Li sH 150 0,01 40-120= 800 (400) 150 Fd, NC, In, Mo 
2N 3301/02 Lm sH 150 0,01 100-300=360 (400) 150 Fd, NC, Mo 
Li’ sH 300 0,1. 30-120= 600 (500) 150 Fd,Tx 9), Mo, MB 
im s 50 0.01 >20= 30 . (600) 150 Fd, Tx, Mo 
uw. . Ina. (6,4) 140j Sp9 prf 


U w. IRRE (1,6) 140j Sp 9 pF 
Uw. r Ä (12) 140j Sp10pF 
LI sH 20 - Sp3pF 

LU sH 10 E Sp 3,5 pF 
U sH 10 > F Sp 3,5 pF 


Nu VL. IR: i ....NC30pF 
Lm U [1nA] [6] ü : TX1T)A, 2 pF: Sd 
Lm rN 10 20 e [200] Tx 17) 47) A, Sd, UB 


Lm rN 10 20 600 2,2 a [200] Tx 17)47) A; UB 
2N 3333 TO89 AA[10nA] [1,6] . 1,8 i z . T%17)21)37) A 
153 
2 N 3336 TO89 AA [10nA] [1,6] - 1,8 : ö . 1%17)21) 37) A 
2N 3337 Lm rH 4 10 25nA>30= 40 (500) - Fd 
2N 3338/39 Im rH 4 10 25nA>30= (500).  Fd 


LM sX 0,01 1nA >40= ® (70) . sD 41) 
LM sX 0,01 0,01 >W= . (50 sD 

Li 5 0,02 > 30= 150ns 175j SD < 10 pF, Sp 
Li 35N . nA. P Sp7pF 

Li R nA. SD, Sp 

Li . 5nA . 4 i SD, Sp 

Li 5 SnA. ji SD, Sp 

Li’ . 10nA 60= B . NC 21), Tx, Sp 
Li’ . 2nA 130= . . NC 21), Tx, Sp 
Lit . 2nA 130= . . NC 21), Tx, Sp 


Liv > 2nA 130= 2 NC 21), Tx, Sp 
1,2 300 4 or. ji WB, Wh 18) 


ZUZZ ZZZZZ ZZ 


3 


. 250A 1,2 300 4 250A 1200 . i WB, Wh 18) 
Lm’U [5nA] 40. <2 . 084. . . Sd; A 15 pF, UB 


9 0-4 AHA HH an 


z 
w 
w 
o 
u“ 
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2 N 3366...2 N 3458 Dioden und 


Ur 
v 


2N 3366 Ss 1 Sd; A 15 pF 

2N 3367 Ss Lm’ U [5nA] 40 . <1i . <0,25. . Sd; A 15 pF 

2N 3368 s Lm’ U ([5nA] [12] - <4 . 2-12 [40] - . $Sd; A 20 pF, CD, UB 
2N 3369 Ss Lm’U [5nA] [7] 225 « < 2,5 [40] . . Sd; A 20 pF, CD, UB 
2N 3370 s Lm’U 1[5nA] [3,5] = KEE <0,6 [40] - . Sd; A 20 pF, CD, UB 
2 N 3371 GM U UA. Se . 150 100 25 (400) . Tx 4 pF | 
2N 3375 SP Nu VL 100 28 100 2,5W 11,6W 1,5A (65) (500) 200 RC,#Jn,Va 83),T1,5H 
2 N 3376 Ss Lm’sX [3nA] 30 0,4 2,3 . 0,66 . . Sd; A3; 5 pF 

bis bis bis 

2 N 3387 5 St’ sX [15nA]30 2,5 15 . 15-50 . . Sd; A5; 15 pF 

2N 3390 SP St rN 2 5 0,1 400-1250 200 100 25 (160) 1251 GE,Cs 

2N 3391,A SP St rN 2 5 0,1 250-800 200 100 25 (160) 125} GE, Cs, Sp 

2N 3392 sp u 2 x 150-300= 20 . 25 (140) 125 GE 

2N 3393 sp Us2 90-180= 200 25 (140) 125 GE 

2N 3394 sp v2 55-110= 200 . 25 (140) 125 GE 

2N 3395 SP .. QUIZ 150-500= 20 . 25 (140) 125 GE4) 

2N 3396 SP an UeR 90-500= 200 25 (140) 125 GE4) 

2N 3397/98 SP . U 2 55.500= 200 . 25 (140) 125 GE4) 

2 N 3399 GM Lm’U 15 12 8 >10= 80° . (20) (400) 100 Nu, PH, #Am 7 

2 N 3400 G sH 1 0,15. 50-300= 150 20 (150) 100 62) 

2 N 3401 S Li sw 0,25. 4 250 100 25 0,1 150 Cy,SD1 


2N 3414 SP St Ns 


2 
u 
o 
w 


(160) 160 GE, Cs, Sp = 2N3402 


5 
2N 3402 SP St Ns 2 4,5 0,3 75.2235= 560 500 25 (160) 150 GE, Cs mKf., Sp 
2N 3403 SP St Ns 2 4,5 0,3 180-540= 560 500 25 (160) 150 GE, Cs mKf., Sp 
2N 3404 SP St Ns 2 4,5 0,3 75-.225= 560 500 50 (160) 150 GE, Cs mKf., Sp 
2N 3405 SP St Ns 2 4,5 0,3 180-540= 560 500 50 (160) 150 GE, Cs mKf., Sp 
2N 3409 Ss Li? AA 0,1 10 0,01 200j Sp, Mo 21) | 
2N 3410 Ss Lie AA 0,1 10 0,01 200j Sp, Mo 21) Rz: 
2N 3411 S Li? AA 0,1 10 0,01 R 200| Sp, Mo 21) J <AdB 
2 N 3413 5 NA 50 1,2 (0,25) 200| 62) I 

2 

2 

2 

2 


An n4 AHHan TH HH HH HH HH Tann 


2N 3415 SP St Ns 4,5 0,3 180-540= 360 500 25 (160) 160 GE, Cs, Sp = 2N3403 
2N 3416 SP St Ns 4,5 0,3 75-.225= 360 500 50 (160) 160 GE, Cs, Sp = 2N340%4 
2N 3417 SP St Ns 4,5 0,3 180-540= 360 500 50 (160) 160 GE, Cs, Sp = 2N3405 
2N 3418/19 S Li L 1A 0. 20-60= 10W 5A 60 (40) NC, Tx; -19; 80 V 
2N 3420/21 S Li L 1A . 40-120= 10W 5A 60 «d(40) . NC, Tx; -21; 80 V 
2N 3423/24 S Lv® AA 10 0,4 0,01 20-200= 300 50 (30) (600) 200j Tr 21) 37), Mo 47) 
2N 3425 Ss Lv’ AA 10 1 25nA 30-120= 300 (40) (300) 200} Mo 21) 37) 47) 

2N 3426 SP Lo’ sH 10 0,5 0,1 30= 3Ww 1A 12 (200) 200} MB9) 1 

2N 3427 G Li Ns (l) 6 3 200-500 (200) 500 (45) (6) 100} Mo 47) 10 pF 

2N 3428 G Li Ns (1) 6 3 350-800 (200) 500 (45) (8) 100} Mo 47) 10 pF 

2N 3429 Ss No’sl 5A 2 1 >10= 150W7,5A 50 (0,25) 1755| WB, Wh 

bis bis 

2N 3433 Ss No’sL 5A 2 1 >10= 150W 7,5A 250 (0,25) 175} WB, Wh 

2N 3436 Ss Lm’U [500] 50 . < 10 . 3-15 . . 5 Sd; A 18 pF, UB 

2N 3437 Ss Lm’U [500] 50 . <6 0,8-4 . . Sd; A 18 pF, UB 

2N 3438 Ss Lm’U [500] 50. <45 . 0,2-1 . . . Sd; A 18 pF, UB 

2N 3439 Sd Li sH 20 10 20 40-160= 1W 1A (450) (15) 200 RC, ers: TA 2458 

2N 3440 Sd Li sH 20 10 50 40-160= 1W 1A (300) (15) 200 RC, ers: TA 2470 

2N 3441 Sd Mu U 500 4 5mA 20-80= 25W 3A 160 . 200 RC, ers: TA 2469 A 
2N 3442 Sd Mi U 3A 4 5mA 20-70= 117W10A 160 . 200 RC, ers: TA 2468 A 
2N 3444 s Li HT 500 1 0,5 20.60= 1W 1A 50 (150) [200] Mo; Kpl:2 N 3467,1x3 
2N 3452 Ss Lm’U [100] 50 . <12 . 0,8-4 . . Sd;A6pF 

bis bis bis 

2N 3457 s Lm”’U [40) 50 . <0,6 . <0,25. . . Sd; AS pF 

2N 3458 Ss Lm’U [250] [8] . <10 . 3-15 [50] Sd; A 18 pF, CD, UB 


268 


Transistoren 2N 3459...2 N 3571 


2N 3459 Tr 77 a B 3 . "$d; A 18 pF, CD, UB 
2N340  S Lm”’U [250] am > -.0241[50) . .._$d;A 18 pF, CD, UB 
2N367 SP Lo XT 500 0,1 40-420=1W 1A 40 (275) [200] Tx9)1 
2NZ6B SP Lo XT 500 0,1 25-75= 1W 1A 50 (150) [200] 1x9) 1 


2N 3469 Ss LE ag EZ 75 0,1 >10= 4W . 7 . SD 
a. 3470 5 Nm’sL 10A 3,6 »100= 150W10A 50 (0,5) 150} WB, Wh 

is bis 
2N 3473 S Nm’ sL 10A 3,6 >100= 150W10A 200 (0,5) 150} WB, Wh 
an 3474 Ss Nm’sL 10A 3,6 >400= 150W10A 50 (0,5) 150} WB, Wh 

is bis 

3,6 >400= 150W10A 200 (0,5) 150} WB, Wh 

2N 3478 SP LIE vv. 2 0,02 25-150= 20 . (30) (900) 200 RC, ers: TA 2606 
2 N 3479 SU . U RO] 12 0,47-0,629,1 ’ 358% r Sc 81) 


12 0,56-0,755 >47. 30 (0,2) 125j Co81), Cs, Sc 
12 0,70-0,8 >47. 30 (0,2) 125j Co81), Cs, Sc 


1 0,60.0,72 >47. 30 (0,2) 125j Coß1), Cs, Sc 
0,2 070.085 >62. 30 (0,2) 125 Co81), Cs, Sc 
3485,A SP LM sH 150 10 0,02 40-120= 400 600 (60) 30ns [200] Tx 9), Mo 
3486,A SP LM sH 150 10 0,02 100-300= 400 600 (60) 30ns [200] Tx 9), Mo 
3493  S  Lm”H 500 0,5 5nA 40-120= 150 10 (12) - 200; Mo < 0,7 pF 


600 100 80 (200) 200 Tr7pF,Mo 


[2] 
1 
1 
5 
[3 
6 
6 
2N 3477 S  Nm’sL 104 6 
8 
6 
4 
4 
4 
4 


N 
N 

N 

N 

2N3495 SP Li U 10 10 0,1 600 100 120 (150) 200| Tr6pF,Mo 
2N4%6 SP LU U 10 40 0,1 400 100 80 (200) 200| Tr7 pF,Mo 
2N3497 SP U U 10 10 0,1 400 100 120 (150) 200 Tr 6 pF,Mo 
2N352 SP Li U 50 1 00 700 600 45 (250) [200] Fd, NC, Tx, Tr 
2N3503 SP Li U 50 1 001 700 600 60 (250) [200] Fd, NC,Tx, Tr 
2N35% SP Lm U 50 1 0,01 400 600 45 (250) [200] Fd, NC,Tx, Tr 
2N3505 SP LmU 50 1 00 400 600 60 (250) [200] Fd, NC, Tx, Tr 
2N3512 SP Li sT 50 1 05 800 . (60) 17ns 2005 RC 9), NC 
2N3520 5 Sz AA 1 1 150-600=250  . (60) (60) 175 Sp 21) 

aN3SH 5S Lie AA 1 1 155-500=300 . (70) (30) 200) Sp 21) 

2N322? S LARA 1 155.500=250 ° . (70) (30) 200 2p 21) 

2N35235 SV Mu’Y 304 2,158 1,2 mKf: 3,2A 240= . 100 RC 318), Tr, Tg 
2N3528 SV Mc Y 30A 2,158 1,2 .  13A 120S. 100 RC 18) 

2N3529 SV Mc Y 30A 2,158 1,2 1,3A 240 . 100 Re 18) 
2N3543 SP Mi LH 45A 5 . 10-80= 60W 5A 60 (150). 4n9) 

2N3546 5 Li H 100 1,5 0,01 30-120= 360 100 12 (700) 200j Mo 9) 

2N347 S U rUı -  25nA 120-600=40 . 60 . 200 NC;Rz:5dB 
2N3S8 S U rUı -  10nA150-600=40 . 45 . 200 NC;Rz:4dB 
2N39 Ss UrUı 10nA 150-600=40 . 60 . 200 NC;Rz:4dB 
2N 3551/52 SP Si L 10A . 10mA 20-90= 2W 12A 60 Tx; 2 N 3552: 80 V 


2N3553 SP Li* VL 100 28 100 1,5W 7W 1A (65) (500) 200 RC, # In, Va83),Tf, SH 
2N 3554 SP Li sH 750 1 0,5 25-100= 800 1,2A 30 d40ns 1200] Tx 9) 


F 
E 
vB 
T 
T 
T 
Li 
T 
hy 
T 
T 
3 
ti; 
T 
NE 
EB 
T 
i0 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
% 
Pa 
T 
T 
T 
Na 
D 
D 
D 
T 
kE 
T 
T 
T 
Lx 
T 
T 
D 
D 
D 
D 
ii 
T 
T 
1 
I 
T 


2 N 3555 vv G.Y 9 1,4 0,02 0,7 SWETSA:SON Tr, Tx 19) 
ıs bis 

2N3558 SV LivYoa 1,4 0,02 0,7 ..1,6A 200 . - TnTx19) 
ZIN3559 SV; LIm YES 1,4 02 0,8 £ 1,6A 30 .» Tr, Tx 19) 

is bis 

2N362 SVvL vs 14 02 08 .  1,6A 20 . - 1,1x19) 
2N3563 S LmtU 8 10. 20.200= 20 » . (600). G) 

2N3564 SS LmtU 15 10 .  20-500= 20 . 20 (400). G) 

2N3565 SS LmtU 1 10. 150-600= 20 . » (0) . 6 

2N3566 S LmtU 10 10 . 150-600=30 . 100 (0) . GI 

2N35770 SP LmrV 5 6 0,01 20-200 200 50 (30) (1,56) [200] Va, Rz < 7 dB, Tx 
2N 35711 SP 5 0,01 20-250 200 (25) (1,26) [200] Va, Tx, MB 
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2 N 3572...2 N 3670 Dioden und 


6 | is b Im h2 ha Is Iıs 


Ir Ur I, Usp/B IN Imox |Umox fa |fmox| Bemerkungen 
A |V SC 


uA |V/- mW mA IV MHz 


'o, Me 20-350 200 >. as) (1G) [200] Va, Tx, MB 
>0,1 . <i . . ö Tx; A 
>0,2 s I Mr \ t Tx; A 
>0,3 . <1: %s Tx; A 
10 0,01 40-120= 360 200 15 (400) [200] Tx 9) 


[15nA] 20 . <3,5 = <4u5. . . Sd; A 

1 5 0,05 30-150 400 60 (9) . SD6PpF,Tr 
1 0,05 60-300 400 . 60 (100) . SD6PpF,Tr 
0,1 0,02 50-200=400 . 40 (110) . SD6PpF,Tr 
0,1 0,02 100-400 40 . 40 (120) . SD6PF,Tr 


100 10mA >40= 15W 2A (250). RC, ers: TA 2510 
100 5mA >40= 8W 2A (375) 3us RC, ers: TA 2511 
IN 3585 100 5SmA >40= SW 2A (500) 3us RC, ers: TA 2512 
2ıN 3587 1 80-500=30 . (60) (80) ji Sp 21) 
2N 3597 1 40-120 100W . 40 . ...5D,5p 


0 
2N 3598/99 0,1 40-120 100W . 60 . SD; 2 N 3599: 80V 
2N 3600 0,01 20-1 0 300 10) [200] RC, #2 N 918 
2N 3605 . . . . (350) » GE 62) #2 N 914 
2N 3606 - . . . (350) - GE 62) # 2N 708 
2N 3607 . (300) . G) 


2 N 3608/10 . 10» GM 12) 17) 62) 
2 N 3611 3A 30mA 35-70= 77W » SD, Mo 
N 3612 3A 30mA 35-70= 77W . SD, Mo 
3613 3A 30mA 60-120=77W . 
3614 3A 30mA 60-120=77W 


3A 30mA 30-60= 77W 
3A 30mA 30-60= 77W 
3A 30mA 45-91 7IWw 
3A 30mA 45-90= 77W 
10”) 0,1 <1,4 


100 250 >10W 23W 
10 5nA 50-150= 300 . “.. TE 25 pF 

so 0,1 100-300= 1W Mo 9) 

so >30= 300 . Gl; -A: 50V 
150 40-120= 350 G 


150 -  100-300= 350 . G) 

150 -  100-300= 300 GJ; 2 N 3645: 60 V 
16A 180 3 j Ss 18) Cs 200V/us 
150°. 1803 Cs 19) 200 V/us 
150 . 1803 Cs 19) 200 V/us 


150 . 180 3 Cs 19) 200 V/us 
71599... 180.3 Cs 19) 200 V/us 
350 42 180.3 - Cs 19) 200 V/us 
180 3 . i Cs 19) 200 V/us 
180 3 . Cs 19) 200 V/us 


180 3 . 35A» 300 Cs 19) 200 V/us 
180 3 35A 400 Cs 19) 200 V/us 
0,1 25-100= 5w 30 Tr; 2 N 3661: 50 V 


onooo aooaoo 
GIONN DUnn! 


u. 
s’338 8 


ww vunuu u 
o 


2N 3665 
2N 3666 
2N 3668 
2N 3669 
2N 3670 


4 
F 
F 
F 
T 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
At 
T 
F 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
M 
T 
T 
T 
M 
T 
T 
T 
D 
D 
D 
d 
D 
4 
d 
D 
d 
D 
T 
T 
T 
T 
T 
D 
D 
D 
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2= 20 . GH 


>20= 


0,05 40-120= 5W 
0,05 100-300= 5W 
25 1,5 
25 1,5 
25 15 


GE 62) # 2N 918 


Tr 12 pF 

Tr 12 pf 

RC 18) — TA 2621 
TA 2598 

RC 18) =. TA 2618 


Transistoren 2N 3671...2 N 3773 


‚2 75.200= 1W 50 300 (35) 200j Mo; Kpl:2 N 3743 


12 3 | 7 8 110 
K “ pP bad Awllr \Ur | Is, Us,/B IN Bemerkungen 

mA |V IpA | V/- mW 
T'2N 3671 s Tu "U 750 Moto 75.2252 3W 6007 50 
T2Ns2 S LI 150150 10 0,4 75.225= 1,8W 600 40 =... NC9pF 
T2N3873 S LMU 150 10 0,4 75.225= 3W 600 50 . .. NCIpF 
T 2N3677 SE IMs 1 6 4210 400 100 20 [1] 2001 Cy9) Kpl:2 N 5066 
T2N378 S Li U 150 10 0,4 40-120= 800 800 55 . -  NCB8pF 
T 2N360 S Lv P 2x 2N 2484>300= 2x300 30 (60) . BNTESENUTEE 
F2N3684 Si Lm’rU [100] (5) . >2 150) . CD; A, UB4pf 
F2N385S Si Lm’rU [100] B51- >1,5 150) . -. . CD;A,UB%4pf 
F2N3686 Sj Lm’rU [100] [2] >1 150) . .  CD:A,UB4pF 
F2N3687 Si Lm’rU [100] (1,2). >0,5 5[50) . .. CD; A, UB4pf 
T 2N 3691 S LmtU 10 1 . 40-160= 200 20 (20). 6 
T 2N392 5 LmtU 10 1. 100-400= 200 20 (200). GI,Fd 
T 2N370 SP LmA 150 . 0,01100-300=1,8W 1A 80 (100) 200) Va 9) 1 
T 2N3970 SP LmA 150 . 0,0140-120= 1,8W 1A 80 (80) 200 Va9)1 
T 2N37002 SP Sw NT 50 5 0,1 60-300= 360 200 25 (100) [150] Tx, ers. TIS 03; Tf 
T 2N3703 SP Sw NT 50 5 0,1 30-150= 360 200 30 100) [150] Tx, ers. TIS 04; Tf 
T 2N 3704 SP Sw NT 50 2 0,1 100-301 30 (100) [150] Tx, ers. TI 412; Tf 
T 2N3705 SP Sw NT5S0O 2 0,1 50-45 360 800 30 (100) [150j Tx, ers. TI413; Tf 
T 2N3706 SP Sw NT 50 2 0,1 30-160= 360 800 20 (100) [150] Tx, ers. TI 414; Tf 
T 2N 3707 SP SwrN 01 5 0,1 100-400= 250 30 30 [150] Tx, ers. TI 415 
T 2N308 SP swUu 1 Ss 0,1 45-.600= 250 30 30 . [150] Tx 4) 73) £ TI 416 
T 2N3709 sp swUu ı 5; 0,1 250: 30.130. [150] Tx 
T2N310 SP swu 1 s 01 250 30 30 . [150] Tx, ers. TI 417 
T 2N 3711 SP wu 4 5 0,1 180-660= 250 30 30 [150] Tx, ers. TI 418 
T2N3712 SP Li H 30 10 01 >23 800 200 150 (40) [200] Tx'9) 
T2N3713 S Mi NL1IA 2 1mA25-90= 150W10A 60 450ns 200j Mo; Kpl:2 N 3789 
T 2N314 5S Mi NL1A 2 1mA25-90= 150W10A 80 450ns 200| Mo; Kpl:2 N 3790 
T2N3V15 S Mi NL1A 2 1mA50-150= 150W10A 60 450ns 200 Mo; Kpl: 2 N 3791 
T2NWM16 5 Mi NL1A 2 1mA 50-150= 150W10A 80 450n2 200j Mo; Kpl:2 N 3792 
TaN3M19 Ss In Lies 25-180=6W 3A 40 (60) . Mo 
T 203720, 95 Inu MAIS 25-180=6W 3A 60 (60) . Mo 
T 2N 3721 Ss KmtUl 2 10 . 60-660 200 . 18 se 5) 
T 2N 3724, A SP Li sX 50 1 17 »>35= 800 1A 30 (300). 1n,5G, Sp, Tx -A: Mo 
T 2N 3725,A SP Li sX 500 1 1,7 >35= 800 1A 50 (300). 1n,5SG,Sp, Tx -A: Mo 
T 2N3730 Gd Mi Hs 2 200 . 10W 3A 200 . 85j RC, Mo 
T 2N 3731 Gd Mi Hs 1,5 200 sw 10A 320 1,245 85j RC,Mo, Cs 
T2N?72 Gd Mi Hs . 2200 % 3w 3A 100 . 85j RC, Mo 
T 2N3733 SP Nu VU 150 28 0,25>10W 23W 3A 40 (400) 200j RC, Va 83) 47), Mo & 
TAN? S MuL 100 10 . 40-200=20W 3A 250 (10) . Mo 
T2N3739 S MuL 100 10 . 40.200=20W 3A 325 (10) . Mo 
T 2N3740 Sd MuL 250 1 0,1 30-100=25W 1A 60 (4) 2001 Mo9)3 
2 0,1 30-100= 25W 1A 80 (4) 200 Mo9)3 
T 2N3%W%2 S Li HV30 100 
T2N37%43 5 Li HV 30 40 0,3 25-250= 1W 50 300 (35) 200} Mo; Kpl:2 N 3742 
T2N374 5 N<L 1A 2 01 20-60= 30W 5A 40 . 2 ‚sO,Se 
T 2N 3745/46 S NxL 1A 2 01 20.60= 30W 5A 60 . .... 5D;2 N 3746: 80 V 
T 2N3747 SS NxL 14 2 01 40-420= 30W 5A 40 . - SD,Sp 
T 2N 3748/49 S NL 1A 2 0,1 40-120= 30W 5A 60 . 2sD; IN 3749: 80 V 
T2N3750 S N<L 14 2 0, 100-300= 30W 5A 40 . SamSD; Se 
T 2N 375152 S NxL 1A 2 0,1 100-300= 30W 5A 60 SD; 7 N 3752: 80 V 
T 2N 3766 SP Mu UL 500 5 0,1 40-160= 20W 4A 60 5) 175; Tr, Mo 
T 2N 3767 SP Mu UL 500 5 0,1 40-160= 20W 4A 80 (15) 175j Tr, Mo 
T 2N 3771 S Mi UL 15A 4 150W 30A 40° . 200| RC 9) SD, Cs, Sp, 
T 2N3772 S Mi UL10A 4 150W 30A 60° . 200| RC 9) } Ss, MB, 
T 2N3773 S Mi ULB 4 150W 30A 200; RC 9) 
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2 N 3789...2 N 3873 Dioden un 


112 3 ja 5 6 7 Is [10 u f2 ha Si |ıs 
K Typ Ab |Fo |Awlr \Ur |Isp Us,/B N Imax |Umax| fa tmax| Bemerkungen 
a | | Ima IV [ua |v/- Imw mA |V_ [MHz |°C 
TıaN389 5 Mi NLA 10 'ImA 25.90=' 150W 104 60 (4) 1200 'Mo; Kpl: 2 N 3713 
T 2N3790 5 Mi NL1A 2 1mA25-90= 150W 10A 80 (4) 200) Mo; Kpl: 2 N 3714 
T 2N391 $S Mi NL1A 2 1mA 50-150= 150W 10A 60 (4) 200 Mo: Kpl:2 N 3715 
T 2N3792 5$ Mi NL1A 2 1mA 50-150= 150W 104 80 (4) 200) Mo; Kpl: 2 N 3716 
2N 3793 5S Sz U 100 10 0,4 >20= 250 500 (40) » .  NCA10pF 
2N379%4  S S$z U 100 10 0,4 >100= 250 500 (40) » . NE 10pF 
2N3%6 5 ImU ll . 0.009418 . 05-3425. . Mo 
2N397 9 Imu IM) 2... 153. 26 +0. .__Mo 
2N379 S U rH 05 5 0,01 300-900=1,2W 50 60 . 200) Mo 
2N3819 SP Sw U [200] 25 . >2 200 <2025 . [150] Tx; A; Ss, Va 30 
2N3820 SP Sw U [20nA]20 . >08 200 <1520 . [150] Tx;A;30 
2N 3821 S  Lm’HU [100] 50. <45 300 <2,550 . [20015d; A 6 pF,Tx&35 
2N 38222? S__Lm’HU [100] 50 <65 300 210 50° . [200] Sd; A 6 pF,Tx&35 
2N 3823 SP Lm”’HU [500] 300. <65 ._ 420 30 250 [200] Sd, UB; A, Tx, 5535 
2N 3824 S Lm”sU [100] 50 01 . 30 . 50 . [200]5d; A6 pF,Tx, CD, ! 
2N 3825 SP Sw HA2 0,25. >20= 250 . 15 (200) 150 Tx 
2N22235 S ImU 2 10. 20= 20 . 15 (20). G) 
2N 3826 SP Sw HO10 . . 40160=20 . 45 (200) 150 Tx 
2N 38277 SP Sw HO10 . .  100-400=200 45 (200) 150 Tx 
2N 3828 SP Sw Hs 12°. .  30-200= 300 . 40 (360) 150 Tx 
2N3828 S LmtU 12 20 . 30-200=30 . 40 (200). GI 
“0, 360 200 35 15ns [200] Tx 9) 


2N 3830 SP Li XT 150 
2N 3831 SP Li XT 150 


1W 1,2A 50 50ns [200] Tx 9) 


p! 
2N 38229 SP LR sH 30 0, 
1 
1 1W 1,2A 40 50ns [200] Tx 9) 


2N 3832 sp. ulm’ sn 2 200 6 (1000). Tx 
2N 3833 SP’ Jz. HH 30 20 . 15 (1900). Tx 
2N 3834/35 SP Jz H 30 . R 20 . 15 (1700). Tx 
2N 3836/37 SP LEE 2A 10 >2000= 1W 7A 60 (40) 200 Tx;2 N 3837:80 V 


2N 3838 SP Sz P 2. 2N 2222 +2 N 2907 


; BER . T%21)41), Mo, Sp 
1 0,0130-150= 300 40 (30) (1G) 2001 RC # KM 


2N 3839 SP Lm’rU 3 

2 N 3840 E Lm sW 202°. 0,5nA>50= 400 100 (50) (6) 200j Sp 9 pF 
2 N 3841 Ss U sW 2352 .. 2A >20= 300 100 (100) (1,5) 200} Sp 9 pf 
2 N 3842 Ss U sw.4on 20nA >10= 300 100 (120) (1) 200} Sp 9 pF 
2N 3843, A S Lmtu 2 45 . 20-40= 200 . 30 (60) . GJ, Sp 
2N 3844, A S Imtu 2 45 . 35.70= 20 . 30 (90) . GJ, Sp 
2N 3845, A S LmtuU 2 4,5 60-120= 200 . 30 (126) . Gl, Sp 
2N 3846 SP Nm L 10A 3 ?2mA10.60= 4W 20A 200 . 175 Tx 


bis 300 


2N 3849 SP NmL 15A . 2mA10-60= 4W 20A 200 . . Tx 
2N3854,A SP St HU2 45 0,5 35-.70= 360 100 18 (350) 150j Sp4;-A:30 V 
2N3855,A SP St HU2 4,5 0,5 60-120= 360 100 18 (450) 150j Sp&;-A:30 V 
2N 3856,A SP St HU2 4,5 0,5 100-200= 360 100 18 (500) 150j Sp4:-A:30 V 
2 N 3857 Ss uU 3 »  5nA50-200= 600 100 45 4 200 NC10pF 

2N 3858 Ss Lm’u 2 4,5 60-120= 200 . 30 (9) . GJ, Sp 

2N 3858 SP St HU2 4,5 0,5 60-120= 200 100 30 (250) 100} Sp&4 
2N3858A SP St sT 2 4,5 0,1 60-120= 360 100 60 (250) 150j Sp% 

2N 3859 SP St HU2 4,5 0,5 100-200= 200 100 30 (250) 100} Sp& 

2N 3859 Ss Lmtu 2 4,5 100-200= 200 . 30 (9) . GJ, Sp 
2N3859A SP St sT 2 4,5 0,1 100-200= 360 100 60 (250) 150} Sp& 

2 N 3860 sp St HU2 4,5 0,5 150-300= 200 100 30 (250) 100} Sp&4 

2N 3860 Ss Lmtu 2 45 . 150-300= 20 . 30 (9) . GJ, Sp 

2N 3862 SP LU sX 10 1 0,0550-150 1,2W - 20 (600) . Tr 

2N 3866 SP Lo VL 80 (15)20 >10= 5W 400 (55) (800) 2001 UA, RC, In 9), Tf,Mo 


D 044-4 3359797775537 797797777 79797292 IH 444 HZ 4 


2 N 3870 Ss vn),Y 20 1,7 3mA 100 500 22A 100 204us 100 RC 19) 
bis bis 
2 N 3873 SV R)Y 20 1,7 3mA_600 500 22A 600 20us 100 RC 19) 
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Transistoren 2N 3877, A...2N 3999 


3 z Is 9 110 

Ab |Fo |Awilr |Ur |Isp Us,/B IN Bemerkungen 

| ma |v Iualv/- mw 
Tan 3877, A'sp 'sı xt 2 4,5' 0,5 20-250= 360 '50 $ ji Sp4;-A:85 V 
T 2N38978 SE Mu NH500 5° 5mAS0-200= 35W 7A 50 . 200j RC, ers. TA 2509 
T 2N38979 SE Mu sH 4A 5 SmA20-80= 35W 7A 75 400ns 200 RC,ers. TA2509 A 
D ZN 30% SV Gy Y 20 1,7 3mA100 500 22A 100 20us 100 RC 19) 

is bis 
D 2N389 SV Gy Y 20 1,7 3mA600 500 22A 600 204s 100 RC 19) 
T 2N390,AS Lm+U 2 45 .  250-500= 20 . 18 . -. Gl #2N 5088 
T 2N3902 SM Mi NL 1A 5 250 20-100= 100W 2,5A 400 (4) 150 T19) = BDY47 
T 2N3903 SS IUmtu 10 1. 504150= 310 50 40 (250).  GJ,Mo[Sw], Sp 
T 2N3904 S Lmtu 10 1 100-300= 310 50 40 (300).  GJ,Mo[Sw], Sp 
T2aN3905 S Imtu 10 4 50-200= 310 50 40 (200). GJ,Mo[Sw], Sp 
T 2N3906 S Lmtu 10 1 100-400= 310 50 40 (250).  GJ,Mo[Sw], Sp 
T 2N3907 S Lv® AA 1 0,35 0,01 60-300= . As’, - Tr 21) 37) 
T 2N3908 S Lv’AaA 1 0,35 2nA 100-500= . 0. Tr 21) 37) 
F 2N3909, A SP Lm”U [10nA]20 . 2 300 0,3-15[20] r Baar; A; Sd, UB, 34 
FAaN3921 Si LI” AA [250] 50. >15 3 1-10 . UB;A 21) Rz:2 dB 
F2N3922 Si LI’ AA [250] 50°. >1,5 3 1.10. . U8; A 21) Rz:2 dB 
T 2N3924 SP Lo OH250 5 100 10-150= 7W 500 (36) (250) 200j Va, Mo 9) 83) 
T 2N 39226 SP Nu OL 550 5 100 5-150= 11,6W1A (36) (250) 200j Va, Mo 47) 83) 
f 2N3927_ SP Nu OL 1A 5 250 5-150= 23W 1,5A (36) (200) 200 Va, Mo 47) 83) 
T 2N3932 SP LT vU2 8 0,0140-150= 200 . (30) (750) 200| RC 47) 
T 2N3933 SP LT vU2 8 0.0160-200= 200 . (40) (750) 200i RC 47) 
T 2N3945 SP Lı U 150 10 . 40.250= 5SW . 50 (60) . Tri2pf 
F ZN 3954, A Si LI” rAA[100) 50°. >41 E 0,5-5 ß : UB; A 21) Rz: 0,5dB 
13 

F IıN 3958 Sj LI” rAA[100) 50 >1 “ 0,5-5 . = a, UB; A 21) Rz: 0,5dB 
T2N392 SP U ru i 5 0,01 100-450= 360 . 60 (40) 200 In9) < 6pF 
T 2N 3963 SP; Li ‚eU.4 5 0,01100-450= 360 . 80 (40) 200j In9) <6pF, Va 
T2N34 SP U rUı 5 0,01250-600= 3600 . 45 (50) 200 In9) <6pF, Va 
T 2N3%5 SP Li rU 0,01 5 0,01 250-500= 360 200 60 (50) [200] Fd6pF; Tx 1 
F2N3966 Si Lm’s [100] [6] 0,1 . 300 >2 =30100ns 200j CD; A, UB, MB 47) 35 
FON 3967,A Si Lm’U (100) [5] . 2,5 ö LIE CD; A, UBS pF 
F2N398,A Si Lm’Uu [100] B] . 2 ; (SE sl ni .  CD;A,UBSpF 
F2N3969,A Si Lm”Uu [100] [1,7]. 1,3 . 0,42. CD: A, UBS pf 
F 2N3970 Sj Lm’sU [250] 40 30 . 4 <150. 30ns .  Sd;A25pF, CD 
F 2N371 SI Lm’sU [250] 40 60 . e <T5 .  6Ons pi 
F 2N3972 Sji Lm’sU [250] 40 100 . 5.30 . 100ns. Sd;A25pF, CD 
T 2N3975 SP St As 10 1 0,5 35-100= 360 500 30 200ns 150j Sp 7 pF4 
T 2N3976 SP St As 10 1 0,5 55-200= 360 500 30 250ns 150 Sp7pF4 
T 2N3977 SP LMsW5 0,5 InA>40= 400 100 15 (1) 200j Sp&pFi 
T 2N3978 SP LM sW 5 0,5 InA>30= 400 100 25 (1) 200) Sp&pfi 
T 2N379 SP LMsW5 05 InA>20= 400 100 40 (1) 200 Sp&pFi 
T 2N3980 Ug U U 1A . 10mA0,68-0,9248 . 35 . .  Tx81) 
T2N391 S Li s 150 1 08 30-150= . -. (60) dns .  NC8pF 
T 2N3982 S Li s 150 1 08 4-1W0= . ...(50) ns .  NCBpF 
T 2N3983 SS Lmtu 4 10. 30= 20 . (30) (500). G) 
T 2N 3984/85 S Lmtu 4 10. 20= 200 . (30) (400). GJ;-85: (300 MHz) 
F 2N3993 SP Lm”W 10 25 150 6-12 30 >10235 . [200] Tx: A 16 pF 47) 34 
F 2N39%,A SP Lm”’W 10 25 300 4-10 300. >22 25, [200] Tx; A 16 pF 47) 34 
T 2N3995 GE Li HA. a" 300 100 20 (600). Tx4pF 
T 2N3996 SP NoL 1A 2 5 %0-120= 2W 5A 80 (40) [2001 Tx47) # Tr,5p7 
T 2N397 SP NoL 1A 2 5 80.20= 2W 5A 80 (40) [200] Tx47) # Tr,Sp7 
T 2N3998 SP No’L 1A 2 5 40-4120= 2W 5A 80 (40) [200] Tx # Tr 9) Sp 1 
T 2N 3999 No’L 2 5 80-240= 2W 5A 80 (40) [200] Tx # Tr9) Sp 1 
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2N 4000...2 N 4126 


2N 4000 
2N 4001 
2N 4002 
2N 4003 
2N 4004 


2N 4005 


2 N 4062 
2N 4063 
2N 4064 
2N 4068 
2N 4069 


2N 4070/71 
ZN 4074 
2 N 4080 
2N 4081 
ZN 4084 


2N 4085 
2N 4091 
2N 4092 
2N 4093 
2N 4100 


2N 4101 
2N 4102 
2N 4103 
2N 4104 
2N 4111 


2N 4112 
2N 4113 
2N 4114 


bis 


2N 4121 
2N4122 
2N 4123 
2N 4124 
2N 4125 
2N 4126 


AH44444 7 744444900 HATT T nr AHH HH HH HH HH HH HH HH 
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2N 4117, A 
2N 4119, A 


vownwunu wvuu 
ou 


1 


|7 |e ? 
\Ur Is Us/B IN 
\uA|V/- mW mA V 


Io |" 12 


‚00 TIER 


13 


14 


C 


Dioden und 
15 


Imox Bemerkungen 


Li su 500 "2 410’ 30.1202 ıw "1A "80 '300ns' 200 Tx9)1 
Li sH 500 2 10 40-120= 1W 1A 100 300ns 200) Tx 9) 1 
NmL 15A 4 1mA20-80= 4W 30A 80 3us [200] Tx 9) 1 
NmL 15A 4 1mA20-80= 4W 30A 100 3us [200] Tx 9) 1 
Si L 104 2mA 30-150= 1,2W 20A 80 . “ m 
Sı L 10A . 2mA30-150= 1,2W 20A 80 . Te 
Nu LH’ 150 28 100 3W 11,6W 1,5A 40 (500) 200 RC 83) < 10 pF, Mo 
Lm XT 100 1,7 60-150= 1200 1A 30 (300) Sp12pFi1 
Lm XT 100 1,7 60-150= 1200 1A 50 (300) . Sp 10 pF1 
Li UA 01 5 0,05 >30= 800 1A 60 (100) 200) In 9), SG 
Li UA 01 5 0,05 >30= 800 1A 80 (100) 200) In 9), SG 
Li VA01 5 005 >75= 800 1A 60 (150) 200} In 9),SG 
Li UA 01 5 005 >75= 800 1A 80 (150) 200) Fd, In 9), Va 
L U 01 10 0,5 40-140= 1W 1A (90) (60) 200} RC; Kpl:2N 2102 
Li U 01 10 5 50.250= 1W 1A (60) (60) 200 RC; Kpl:2N 3053 
JA VA (3:3W) 17,5W 3A 40 (500) Tx 
JA VL (1:3W) 10W 1A 40 (500) Tx 
Lv rAA 0,01 0,1nA 200-600= j (60) (200) UB 21) 83) 0,8 pF 
LvX AA 0,01 0,1nA 80-800= (45) (150) . UB 21) 83) 0,8 pf 
Lı sX 100 1 1,7 40.150= 800 500 30 (300) . In, Mo, SG 
Li sX 100 1 1,7 40-150= 800 500 50 (300) In, Mo, SG 
Sw rA 0,1 0,7 0,1 100-400= 360 30 30 . 150 Tx4 
Sw AU 1 0,7 0,1 45-660= 360 30 30 150 Tx4 | Kpl: 
Sw AU 01 5 0, 45-165= 360 30 30 150 Tx4 | 2N 3707 
Sw AU 0,1 5 0,1 90-330= 360 30 30 150 Tx4 f bis 

2N 3711 
Sw AU 0,1 5 0,1180-660= 360 30 30 150 Tx4 
LiX As 20 10 20 40-160= 10W 1A 350 (25) 2001 RC 9) # 2N 3439 
Lix As 20 10 SO 40-160= 10W 1A 250 (25) 200} RC 9) # 2 N 3440 
Kr U 30 10 5 8 500 200 150 (100) 175j RC 9), ers: TA 2786 
Kr U 30 105 80 1W 200 150 (100) 175j RC 9) mKf, # TA 27E 
Mi L 5A 5 0,1 40.120= 65W 10A (120) : SD; -71: (200 V) 
Lm’As 10 10 0,0175-300= 500 300 40 (50) 175j RC, ers. TA 2715 
Im H 3 - 0,01 20= 20 50 15 (16) . Ry; Kpl: 2 N 918 
LT ıvV 2 10 0,0240-200 200 . 40 (200) 200} RC47) 
LI” AA [250) 50 > 1-10 e UB; A 21) Rz = 2dB 
LI” AA [250] 50 Es; 1-10 ; UB; A 21) Rz = 2dB 
Lm s [200] [10] 30 1,8W 30 4Ons CD; A,MB,UB,Tx,]s 
Lm s L[200) [7] 50 . 1,8W 15 60.ns CD; A,MB,UB,Tx,ls 
Lm s [200] [5] 80 . 18W 8 : 80 ns CD;A,MB,UB,Tx,ls 
LvX AA 0,01 0,1nA 150-600= . : (55) (150) UB 21) 83) Rz: 3 dB 
Mu Y 30A 2,158 1,2 500 3,2A 600 15us 100 RC 18) 
Mc Y 30A 2,158 1,2 500 1,3A 600 15us 100 RC 18) 
Mi Y 25A 1,4 20 1,5 LOW BA 600 20us 100 RC 18) 
Lm NA 16 . 50= 300 50 60 (60) . Tx 4,5 pF 
Mi L 2A 5 40-120= 15W 5A 60 (50) sp 9) 
Mi L 2A 5 . 100-300=15W 5A 60 (60) Sp 9) 
MiL 2A 5 . 40-420=15W 5A 80 (50) Sp 9) 
Mi L 2A 5 100-300= 15W 5A 80 (60) Sp 9) 
Lm”U [10) 40°. <021 300 <0,09. [175] Sd; A 47) 3 pF 

bis bis 

Lm’U [1] 40 . <033 300 <0Oß6. [175] Sd; A 47) 3 pF 
Sw SG, Mo # 2 N 3905 
SA 3 2 R R x S 4 SG,Tr,Mo +: 2N3905 
swu 2 1 0,0550-150= 210 200 (40) (250) 135 Mo;Rz:6dB 
swu 2 1 0,05120-360= 210 200 (30) (300) 135 Mo;Rz:5dB | 41); 
swu 2 1 0,0550-150= 210 200 30 (200) 135 Mo;Rz:5dB [ Sp 
swu 2 1 0,05120-360= 210 200 25 (250) 135 Mo;Rz:4dB 


Transistoren 


Fo |Aw 


6 
I 


Il Is lo 10 


\Ur |, 1Us,/B |N 
uA|V/- mw 


2N 4130...2 N 4301 


2N 4130 
2N 4138 
2N 4140 
2N 4141 


2N4142 
2N4143 
2N 4144 
bis 

2N 4149 
2N 4150 
2N 4210 
2N 4211 


2N 4220 


S 
2N 4220 A 


2N 4221, A 
2N 4222, A 
2N 4223 
2N 4224 


2N 4227 
2N4228 
2N 4240 
2N4242 
2N 4243/44 


T 
T 

T 

T 

T 

T 

D 

b) 

T 

T 

T 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

T 

T 

T 

T 

T 

T 2N42%5 
T 2N 4246/47 
T 2N 4252 
T 2N4253 
T 2N 4254 
T 2N 4255 
T 2N 4259 
m 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T. 
T 
T 
T 
T 
T, 
M 
T 
' 


2N 4269 
2N 4270 
2N 4271 
2N 4272 
2N 4273 


2N 4284 
2N 4285 
2N 4286 
2N 4287 
2N 4288 


2N 4289 
2N 4290 
2 N 4291 
2N 4292 
2N 4293 


2N 4294 
2N 4295 
2N 4296 
2N 4297 
2N 4298 


2N 4299 
2N 4300 
2N 4301 


18* 


Mi LH 
LM W 
Lmru 
LmFu 


LmtFu 
Lmtu 
IR Y 


LR Y 
Li LU 
Nm U 
Nm U 


Lm’Uu 
Lm’ U 


Lm’ U 
Lm’Uu 
Lm’ VA 
Lm’’ VA 


LmFu 
Lmtu 
Mu As 
Mı L 
Mi L 


r 


SE, GEECGE CEcce Cecce 


mA FBF 
JOAN SER, 


(0,2) 
150 
150 


150 
150 
5 


5 
5A 
10A 
10A 


(100) 
[100] 


[100] 
{100) 
[250] 
1500) 


150 
150 
100 
5A 
5A 


>10= 120 
5 001 >2= 300 
10 40-120= 300 

- 100-300= 300 


40-120= 300 
100-300= 300 
0,8 F 


0,8 

40-120= 
20-100= 
20-100= 


30-150= 200 

>50= 200 
. >30= 20 
0,01 70-280 175 


40-200= 360 
40-200= 400 
20-140= 5W 
20-140= 5W 
20-140= 25W 


35.150= 250 
35.150= 250 
‚35 150-600 250 
5 150-600= 250 
5 150-600= 250 


5 150-600= 250 
50-300= 250 
100-300= 250 

250 
250 


0,25 30-120= 200 

0,2540 120= 200 500 
100 80= >2W 1A 
100 100= >2W 1A 
100 30= >2W 1A 


100 80= >2W 1A 
10 30-120= 15 W 2A 
10 30-120= 3,5W 10A 


vnuuun -A4aaa 0... 
©0000 


“a ansan 
oo 


nA; ‚due 
oO 000 


a: 


1200] . 


30 (250). 
40 (250) . 
1250) (15) 200) 


60 
45.» . 
(600) . 
(600) . 
(200) 175} 


sd, Ss, cd, 


Gl 
G 
RC 9) ers. TA 2871 
sD 


SD;2 N 4244:30 V 


SD 

SD;2 N 4247:30 V 
Tx 0,45 pF 

Tx 0,45 pF 

Tx 


(200) 175j Tx 


(16) 175j 


(10) 
(10) 


165 
165 
150 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
150 


150 
150 
175j 
175j 
175) 


175j 
(30) 
1,5 us 200 


RC 47) 0,55 pF 


Tr 
Tr 
Tr 
Tr 
Tr 


NC 10 pF, Pi 
NC 10 pF 
NC 6 pF, Pi 
NC6pF 
NC 8 pF, Pi 


NC 8 pF, Pi 
NC 10 pF 
NC 10 pF, Pi 
NC 3,5 pF, Pi 
NC 3,5 pF 


NC5pF 
NC4pF 

RC 9) ers. TA 2863 
RC 9) ers. TA 2863 A 
RC 9) ers. TA 2864 


RC 9) ers. TA 2864 A 
Tx 
Tx9)1 
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2N4302...2N 4441 


F'2N 4302 
F 2N 4303 
F 2N 4304 
T 2N 4305 
T 2N4314 
D 2N4320 
bis 
D 2N4225 
D 2N4326 
bis 
2N 4331 
2N4332 
bıs 
2N 4337 
2N 4338 


2N 4339 
2N 4340 
2N 4341 
2N 4346 
2N 4347 


2N 4348 
2N 4353 
2 N 4360 
2N 4381 
2N 4382 


2N 4383 
2N 4384 
2N 4385 
2N 4386 
2 N 4387/88 


2N 4390 
2N 4391 
2N 4392 
2N 4393 
2N 4395 


2N 4396 
2N 4397 
2N44LOL 


-nnnA A4-4-4-4 7rnnz- H40TTT7 TO 00 


z 
Bass 58 


BR 
>» >>>> 


ER 


9 A444 AAHTn A444 444 
n - 
ESS SEES 


DPENDDBN NDNNDN DNDUN ID 
zzzzz ZzzzZ zzzzz z 
REEER ABER 


a 
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[nA] (6) . >2 

{inA] [10]. >1 

1A 2 10 50-150= 
10 0,25>15= 


-10 


-10 
-10 


-10 
0,8 


0,8 
<1,8 


<24 

<3 

<4 
0,7520 >25= 
4 2mA20-70= 


4 2mA15-60= 
[4] 150 2,5 
20V. 4 


0,01 > 120= 
0,01 > 120= 
0,01 >100= 
0,01 > 100= 

25-100= 


1 20= 
30 

60 . 

100 <100N 
50 >75= 


500 >60= 


o 

eb. „iM 
4,5 

4,5 

0,5 20 1w 

5 1mA 20-200= 


5 2mA 20-200= 

5 4mA 20-200= 

1100 >5w 
30 0,7-1,5 


<10 [30] 
<15 [30] 


1,5W 5A 
1W 1A 


250 


250 
250 


250 
250 


250 


30 <0,86. 


(80) 
(90) 


30 
bis 
250 
30 
bis 


250 
30 
bis 
250 


30 <1,5. 
30 <36. 


300 3.9 


5w 10A >60 750ns 


100W 5A 
120W 10A 


10 


20W 

so . 
1,8W 150 
1,8W 75 
1,8W 30 
62,5W 5A 


62,5W 5A 

20 . 
1A 
1A 
2A 


F 2A 

600 600 
400 600 
600 600 
400 600 


30 6 
5-15 


0,03 180-540= 360 500 
0.03 180-540= 560 500 


3,5W 400 


sw 425 
10W 1A 
18W 2A 
11,6W 1,5A 
[5W) 8A 


140 
140 


0,2nA 30 


40 
(40) 


(55) 
(55) 
(55) 
40 
so 


Dioden un 
15 


CD; A; 6p 
i SP, Tr 9) 1 
j RC 


Tr 25) 


Tr 25) 
Tr 25) 


Tr 25) 
Tr 19) 


Tr 19) 
Sd; A7 pF, CD, UB 


Sd; A; kpl: FP 4339 
Sd; A; kpl: FP4340 
Sd; A7pF,Rz:1d 
RC 9) ers. TA 2920 
RC 9) ers. TA 2809 


RC 9) ers. TA 2908 
Gl;c 

Fd 

. 62) 

- 62) 


Sp; Rz: 
Sp; Rz: 
Sp; Rz: 
Sp; Rz: 
Tr; 2 N 4388: 60 V 


175 RC 9) ers. TA 7000 
| Sd, CD; A; 14 pf 
UB, Tx, 
Va, MB, Js 
150j RC 9) ers. TA 7068 


150j RC 9) ers. TA 7069 
200j RC 47) 88) 96) 0,25 pf 
. Mo 

Mo 

Mo 


. Mo 

[200] Sp 1;-A:60 V 
[200] Sp 1;-A:60 V 
[200] Sp 1;-A:60 V 
[200] Sp 1;-A:60 V 


[200] UB, &; A35;-A: 35 V 
B UB; A,Rz:4dB 
Cs, Sp 
Cs, mKf; Sp 
j RC 9) 83) 4 pF, TI 


UA, < 3,5 pF,Tx 
VA B3) < 5 pF 
UA < 10 pF 
ji RC47) 83) 6 pF, In 
100 Mo 19) 


Transistoren 


AHA AHAHHa AHA AA HH HH HH HAAS Tan Amann Bam "7900 


2N44s2 
2N444L3 SV 
2NA4LLL SV 
2N 4uus sp 
2N 4446 sp 
2N 4447 sp 
2N 4448 sp 
ı2N 4856, A SP 
2N 4857, A SP 
2N 4858, A SP 
2N 4859, A SP 
2N 4860, A SP 
2N 4861, A SP 
2N 4862 S 
2N 4863 Ss 
2N 4864 Ss 
2N 4865/66 S 
2N 4867, A S 
2N 4868, A S 
2N 4869, A S 
2N 4874 sp 
2N 4875 sp 
2N 4876 sp 
2N 4878 sp 
2N 4879 sp 
2N 4880 sp 
2N 4891 su 
2N 4892 su 
2N 4893 su 
2N 489 su 
2N 4898 S 
2N 4899 S 
2 N 4900 Ss 
2 N 4901 Sd 
2N 4902 Sd 
2N 4903 Sd 
2N 4904 Sd 
2N 4905 Sd 
2N 4906 Sd 
2N 4907 5 
2 N 4908 Ss 
2 N 5909 S 
2N 4910 Ss 
2N 4911 S 
2N 4912 Ss 
2N 4913 Sd 
2N 4914 Sd 
2N 4915 Sd 
2N 4918 sp 
2N 4919 sp 
2N4920 sp 
2N 4921 sp 
2N 4922 SP 
2N 4923 sp 
2N 


2N 44l2...2 N 4932 


30 '0,7-1,5 ' [5W] 


BA 
BA 
BA 
150 
100 


2A 
2A 


2A 


0,75 
05 
05 


0,75 
0,5 
0,5 
120 
120 


120 
80 


<1,2[40] 


1-3 


[40] 


<7,5 [40] 


1A 
1A 
1A 
5A 
5A 


5A 
5A 


KFY 40 30 0,7-1,5 [5W] 
KFY 40 . 30 0,7-1,5 [5W] 
Lm’sW [3nA] 25 5 . 400 
Lm’’sW [3nA] 25 10 400 
Lm’sW [3nA] 20 6 . 400 
Lm’’sW [3nA] 20 12 400 
Lm sW [250] [10] 25 360 
Lm sW [250] [6] 40 360 
Lm sW [250] [4] 60 360 
Lm sW [250] [10] 25 360 
Lm sw [250] [6] 40 360 
Lm sW [250] [4] 60 360 
LIML 50 2 0,1 50-150= 4W 
Lı L 50 2 0, 50.150= 4W 
Mu L 500 2 0,1 50-150= 16W 
1 SE NEE | 10-40= 200W . 
Lm”rU [250] 400°. <2 300 
Lm”rU [250] 40°. <3 300 
Lm” rU [250] 40 <h 300 
Lo VU 50 10 0,5 20-200 720 
Lo VU 50 10 0,5 20-200 720 
lo VU 50 10 0,5 20-200 720 
LI” rAA0,01 . 0,1nA200-600= . 
LI” AA 0,01 0,1nA 150-600= . 
LI” AA 0,01 . 0,1nA50-800= . 
Sw U 5 2 0,01 0,55-0,824-9,1 
Sw HO2 4 0,01 0,55-0,69 4-9,1 
Sw st 2 2 0,01 0,55-0,824-12 
Sw s 1 2 0,01 0,74-0,86 4-12 
Mu L 500 1 20-100= 25W 
Mu L 500 1 20-100= 25W 
Mu L 500 1 20-100= 25W 
Mi As 1A 2 1mA20-80= 4W 
Mi As 1A 2 1mA20-80= 4W 
Mi As 1A 2 1mA20-80= 4W 
Mi As 2,5A 2 1mA25-100= 4W 
Mi As 25A 2 1mA25-100= 4W 
Mi As 235A 2 1mA25-100= 4W 
Mi L 4A 4 20-80= 150W 
Mi L 4A 4 20-80= 150W 
Mi L 4A 4% 20-80= 150W 
Mu L 500 1 20-100= 25W 
Mu L 500 1 20-100= 25W 
Mu L 500 1 20-100= 25W 
Mi As 2,5A 2 1mA25-100= 4W 
Mi As 2,5A 2 1mA25-100= 4W 
Mi As 25A 2 1mA25-100= 4W 
Sz UL 500 1 500 20-100= 30W 
Sz UL 500 1 500 20-100= 30W 
Sz UL 500 1 500 20-100= 30W 
Sz UL 500 1 500 20-100= 30W 
$z UL 500 1 500 20-100 30W 
Sz UL 500 1 500 20-100= 30W 
LWV. ."  ImA12W 


70W 3,3A (50) 


20 
25 


858 55835 38585 58858 858 


80 


25 ns [200] 
SOns [200] 
100ns [200] 


25 ns [200] 
50 ns [200] 
100ns [200] 


1,9G 1200] 
1,9G 1200] 
1,9G [200] 
(150) . 
(150) . 


(150) . 
[150] 
[150] 
[150] 
[150] 


1200] 
[200] 


. [200] 
3 1200) 
. [200] 

1200) 


1,2 us 1200) 
1,2 ıs [200] 
12 us [200] 
(3) 150 
3) 150 


@) 150 
@) 150 
3) 150 
@) 150 
200; 


15 
Bemerkungen 


Mo 19) 
Mo 19) 
Mo 19) 
Tx; A50 pF 
Tx; AS50 pF 


Tx; A50pF 
Tx; ASOpF 


Tx; A 29, Va 
18 pF,-A: 10 pF 
MB: B, Js 


SD, Sp 
SD, Sp 


SD, Sp 
SD;2 N 4866: 120 V 
Sd; A25 pF, CD 
$d;A25 pF, CD 
Sd;A25pF, CD 


Tx1 
Tx1 
Tx1 
UB 21) 83) 
UB 21) 83) 


UB 21) 83) 
Tx 81) 25a 
Tx 81) 25a 
Tx 81) 25a 
Tx 81) 25a 


Tx 9) 
Tx 9) 


Tx 9) 
Tx 9) 
Tx 9) 
Tx 9) 
Mo 9) 


Mo 9) 
Mo 9) 
Mo 
Mo 
Mo 


Tx 9) 
Tx 9) 
Tx 9) 
Mo 110 pF 
Mo 100 pF 


Mo 100 pF 
Mo 100 pF 
Mo 100 pfF 
Mo 100 pf 
RC 47) 83) TA 2828 
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2N 4933...2 N 5125 
\a 


4 


jr Fo 


hun 
mA 


| 


7 ie Io 10 


U I, |Us,/B N 
v |uAlV/- mw 


|" 
Imox 


mA 


Dioden und 


15 


Bemerkungen 


T ZN 4933 = Nu iv mA2oW 70w '3,3A'(70) 00) 'RC 47) 83) TA 2792 
ı 2N434 SP LT rH 2 8 0,0145-195 200 (40) (700) 200| RC 47) 96) = TA 7023 
t 2N435 SP LT rH 2 8 0,0170-225 200 (50) (700) 200j RC 47) 96) = TA 7024 
t 2N4936 SP LT rH 2 8  0,0170-280 200 (50) (700) 200| RC 47) 96) = TA 7025 
T 2N4%47 SU Lm HO 2] 0,51-0,69 4-12 35 .... Tx81) 

T 2N48 SU Imst 2 . 0,55-0.824-12 . 35 Tx 81) 

T 2N49 SU Iims MM .7. 076086412 . : 35-1. Tx 81) 

T 2N451 SP St H 150 10 0,0560-200= 360 500 (60) (250) Cs *. 2 N 2222, Sp 
T 2N4952 SP St H 150 10 0,05100-300= 360 500 (60) (250) Ss, Cs, Sp 

T 2N4953 SP St H 150 10 0,05200-600= 360 500 (60) (250) Ss, Cs, Sp 

T 2N494 SP St H 150 10 0,05 60-600= 360 500 (40) (250) . Ss, Cs, Sp 

T 2N5016 SP Nu BL 500 15 10mA23W 30W 4,5A 40 (600) 200 RC 11)83) — TA 2675 
T 2N5017 SP Sz BL 500 15 10mA23W 30W 4,5A 40 (600) 200; RC 83) 95) — TA 2909 
T 2N50%4 SE Mı U 25A 4 1mA 20= 83W . 45 150j RC [Sz] 

T 2N535 SE Mi U 3A 4 1mA 20= 83W . 45 150j RC [Sz] 

T 2N5036 SE Mi U 25A 4 1mA 20= 83W 8A 60 (2,8) 150} RC [Sz] 

T 2N5007 SE Mi U 3A 4 1mA 20= 83W 8A 60 (2,8) 150j RC [Sz] 

T 2N508 SE Mi sl 2A 5 1 50-200= 140W 20A (150) (60) 200j RC 9) 83) 

T 2N50399 SE Mi sl 2A 5 1 30-150= 140W 20A (120) (60) 200; RC 9) 83) 

T 2NS%3 GP Im’rV 3 5 6 15150=30 30 (15) 1125] Tx 47) 7 

T 2NS0%% GP Lm’rV 3 5 6 15150=30 30 (15) [1125] Tx 47) 7 

F 2NS5045 SP LI)” iA [1A] [4,5] 15-6 400 0,5-8 15 [200] Tx; A, 21) 37) 47) 70 

F 2N5046 SP LI” iA [1A] [4,5] 1,56 400 0,5-8 15 [200] Tx: A, 21) 37) 47) 70 
F 2N50%47 SP LI” iA [1A] [4,5] 15-6 400 0,5-8 15 (200) Tx: A, 21) 37) 47) 70 
T 2N5068 SP Li U 30 . 35-150=1W 150 300 Tx 1 pF 

T 2N559 SP Li U 30 . 30-150=1W 150 250 .  Tx1pF 

D 2N5060 SV Sw sY 5 1,702 08 100) 500 30 125 Tr, Sp 19) 6 

D 2N5061 SV SwsY 5 17 02 08 (100) 500 60 125 Tr, Sp 19) 6 

D 2N5062 SV swY 5 170208 [100] 500 100 125 Tr19)6 

D 2N503 SV swY 5 170208 (100) 500 150 125 Tr19)6 

D 2N50%4 SV SswY 5 170208 (100) 500 200 . 125 Tr19)6 

T 2N506 SE IMs 1 6% 400 100 20 [1] 200| Cy 9) Kpl:2 N 3677 
T aN5067 5 Mika 1a OD, 875W SA 40 (4) .  Mo9) 

T 2N508 S MiL 1A 2 875W 5A 60 (4) Mo 9) 

T2N569 5 ML 1A 2 87.5W 5A 80 (4) Mo 9) 

T 2N500 SP Nu LA 70W 3,3A 40 [30] 200} RC47)83) x. TA 2793 
T 2N5071 SP NuLH. 70W 3.3A 40 [76] 200| RC47)83) 2. TA 2827 
T 2N5090 SP Nu UV 50 15 sw 400 55 (500) 200} RC47)83) =. TA 7146 
T 2N51022 SP Nu VA. 24 70W 3,3A 50 [136] 200) RC 11) 83). TA 2791 
F 2N5103 Sj Lm’’VA [100] [4] 1-8 CD, UB:; AS pF 

F 2NS104 Sj Lm’’VA [100] [4] 2-6 CD, UB;ASpf 

F 2N51065 Sj Lm’ VA [100] [4] 5-15 ; “CD, UB:ASpF 

T 2N5108 SP Lo VU 50 15 3,5W 400 55 [1G] 200j RC 9)83) = TA 2710 
T 2N5109 SP Lo rV 50 15 3,5W 400 40 [200] 200) RC 9)83) — TA 2800 
F 2NSI4 Si U s [500] 30 30-90 ns .  UB;A2SPpF,Js 
FO2NSM5 Si 1 s [500] 30 15-60 38ns UB; A 25 pF, Js 

F 2NStM6 Si LU s [500] 30 2 525 . 60ns .  UB;A25PpF,Js 

T 2N5117 SP LvXAA 0,01 . 0,1hA 100-300= . .. (45) (100) UB 

T 2NS118 SP LvXAA 0,01 0,1nA 100-300 (45) (100) UB 

T 2N5119 SP LyXAA 0,01 0,1nA 50-800= (45) (100) UB 

T 2N5120 SP LI” AA 0,01 0,1nA 100-300= . (45) (100) uB | 21)83) 

T 2N5121 SP LI” AA 0,01 0,1nA 100-300 (45) (100) .  UB VRz:4dB 

T 2N5122 SP LI” AA 0,01 . 0,1nA 50-800= (45) (100) uB [ 0,8 pF 

T 2N5123 SP Sy AA 0,01 0,1nA 100-300 (45) (100) UB 

T 2NSI%4 SP Sy AA 0,01 0,1nA 100-300= . (45) (100).  UB 

T 2NS1235 SP Sy AA 0,01 0,1nA 50-800= . (45) (100) UB 


Transistoren 2 N 5139...2 N 5303 


7 ie 0 | 15 
Iso Us,/B N [Ima« ‚Una Imax Bemerkungen 
WA|V/- mw [ma V y ° 


T 2N5139 = F > NS 
TSZNSI0.Ni5 To UL... . GW. (60) (800) . N No, Kol: 2N 8366 
T 2NS64 S Nu VL. 0. ZSWIRR (60) (500) . Mo 62) 
T2NS2 SS NuVL. we she WERTE .. (60) (500) .  Mo62) 
FANSIS Si SA U [10nA]lB) . 1,8 0. . ... CD;A12pF 
TaNSsı72 SP Ss U 10 10 . 500= 200 100 25 (120) 150 GE,Sp4 
IW2NISIZä.n SP .%. ar: 5 . a es . 5562) 

T 2N5179 SP Lm’rV 2 6 0,02 25-300 300 50 (20) (1G) 200| RC47) 2. TA 7319 
T 2NS10 SP LT vU2 8 25nA 6,5-16 180 (30) (900) 175) RC 47) .. TA 7303 
t 2NSts 2 SP LT HU(4) 6 0,02 27-275= 180 50 (45) (700) 175j RC47) 2 TA 7304 
! aNSI2 S ALT HUCt) 6 0,03 27.275= 180 4,0 (45) (700) 175j RC47) 2. TA 7305 
T 2NSt83 SP LT s 10 12 0,5 70-175 500 1A 18 (200) 175j RC 9)... TA 7301 
T 2NSt#4 S LT Hs 50 10 01 55= 500 50 120 (100) 175j RC 9) x. TA 7292 
T2NS85 S LT Hs 50 10 01 55= 1W 50 120 (100) 175j RC 9) mKf; „2. TA 7293 
T 2NSi86 SP LR sH 10 1 2nA >25= 300 300 (10) 25ns 200) RC 9). TA 7320 
T 2NSI97 SP LR sX 10 1 045 >30= 300 500 (25) 14ns 200j RC 9) 2. TA 2762 A 
T 2NSI88 SP Lo’ TX 150 0,505 >25= 80 . (60) (325) 200} RC 9) = TA 7184 A 
T 2N51899 SP Lo’ TX 500 1 05 <35= 1W (60) 70ns 200) RC 9) 2. TA 7322 
T 2NS190 S Sz L 1500 0,6 . 25-100=35W 4A 40 (>4) . Mo; Kpl:2 N 5193 
T2NSI91 S Sz L 1500 0,6 25-100=35W 4A 60 (>4).. Mo; Kpl:2 N 519% 
T 2N52 S $z L 1500 0,6 25-100=35W 4A 80 (>4). Mo; Kpl:2 N 5195 
T2NS193 S Sz L 1500 0,6 25-100=35W 4A 40 (>4). Mo; Kpl:2 N 5190 
T2NSI% S Sz L 1500 0,6 25-100=35W 4A 60 (>4). Mo; Kpl:2 N 5191 
T 2NS195 SS Sz L 1500 0,6 25-100=35W 4A 80 (>4). Mo; Kpl:2 N 5192 
F2NSI SS ep: [25] SO, <1 i BITTER, -  Sd; A 37) 6 pF 

FO 2NS17 Ss rP [25] 50 . <1 , 071. - . . 5d5A37)6 pf 
FOaNSIIB SS rP [25] 50 . <1 j 0,77. .  Sd;A 37) 6 pF 
F2NS9 5 ,. AAPIS 50 <1 e 01155 9% . 54; A 37) 

T 2N52022 SE MusH 4A 1,2 5mA 20-80 =35W 4A 75 (60) 2001 RC#2 N 3879 
T2NSM3 S Mt LH 500 5 10-80= 7,5W 500 (70) (350) . Int) 
TaNS4 S GOLH4S 5 >10= 60W 5A 9 (150). In 

TaNS1S5 S MNuLlH 1A 5 10-80= 23W 1A 70 (400) .  In47) 

T 2NS16 S GPALH1SA 5 . >10= 25W 1,54 80 (350). In 

T 2NS17 S GPLH 50 5 . >10= 7,5W 500 80 (350) In 
T2NS232, AS Ss U 2 5  0,03150.750 360 100 50 . 150j Sp4;-A:Rz< 5dB 
T 2N5239 SP Mi LU 400 10 5mA 20-80= 100W5A 225 (5) 200| RC:ers. TA_2765 
T 2N5240 SP Mi LU 400 10 2mA 20-80= 100W5A 300 (5) 200 RC;ers. TA 2765A 
FO2NSUS Si div. VA [InA][6) . >4 360 515 . [00] .  CD;A,Rz: <4dB;Tx« 
F O2NS246 SP Sw VM[inA] 30 . 3-6 30 1,57. 3 .. To;AbSpF 

F O2N547 SP Sw VM [1nA] 30 45.8 360 8-24 . Te; A4SpF 

F 2N5248 SP Sw VM[5nA] 30. 3,56 30 420. . ». Tx;A6pF 

T 2N52350 SP NGAL 70A 5 . 10-40= 200W 100 (10) . Sp 

T 2N5262 SP Lo XT 10 1 05 >202=1W. (75) 2 RC 12pF 1 

D 2N5273 SV Gy iY +12(+1,7)150 3,5 [2W] +23 200 125 Tx 86) 

D 2N527%4 SV Gy iY #12(41,7)150 3,5 Bw] +23 40 . 125 Tx 86) 

D 2N5275 SV Gy iY +12(+1,7)150 3,5 2W] +23 600 . 125 Tx 86) 
TıNS29 SH 5 UL 00 a 20 30.120 a 4A (80) (0,8) 150) RC 96) = TA 7155 
T 2N529%4 SH Sz ULg500 4 500 30-120= 1,8W 4A (80) (0,8) 150j RC 96) =. TA 2911 
T 2N5295 SH Sz UL 1A 4 2mA 30-120= 1,8W 4A (60) (0,8) 150 RC 96) .= TA 7156 
T 2N5296 SH Sz UlgiA 4 2mA 30-120= 1,8W 4A (60) (0,8) 150j RC 96) .- TA 7137 
T 2N5297_ SH S$z UL 1,5A 4 500 20-860= 1,8W 4A (80) (0,8) 150j RC 96) .“. TA 7362 
T 2N5298 SH Sz Ulg1,5A 4 500 20-80= 1,8W 4A (80) (0,8) 150} RC 96) . TA 7363 
T 2N53901 Sd Mi As 30A 2 > SW 30A 40 1ys [200] Tx 9) 

T 2N5302 Sd Mi As 30A 2 SW 30A 60 145 [200] Tx 9) 

T 2N Mi As 10A 2 SW 20A 80 1y5 [200] Tx 9) 
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2N5312...2N 5442 


ih 


12 


Imox |U, 


mA |V 


14 


max 
o 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


TnınL 0A 5 
NI NL 10A 
NI NL 10A 
NI 10A 
Li 500 


Li 
Li 
Li 
Mi 
Mi 
Li 


40-250=10W 


30-130=10W 

30-130=10W 

40-250=10W 
20-60= 56W 
20-60= 56W 


30-120= 1W 
40-120 360 
100-300= 360 
250-500= 360 
1-3 


1,2-3,6 
40-120= 360 
100-3 360 
250-500= 360 
05 20= 360 


‚0550= 360 
‚05 75= 
‚05 20= 
‚05 20= 
‚0575= 


‚05 150= 

‚05 30= 

‚01 120-600= 
‚01 100.300 


No U 


Banan DD=00 oOnuu 


oo 


“aan 
o oa2a 


a 
oo 
oo ooo0o 


o 


u 
3 
090 90900090 000090 90099: 


oo 00 


30mA 25-100= 
30mA 25-100= 


30mA 25-100= 
- 0,01 2-20000= 
11-6). 
1-6]. 

10 2,5  30-150=10W 


10 2 30-120=10W 


SER 
En> 


Doorrn AH4HI4-4-4 AnnH44 44444 4444444444044 Hard HH HH 
DPUYBDDD NDEND DNNNN DUDEN DUENNDNNNDDNKNNDHNHUHUNDDCINNDUNDDIONDDDNDANNDED 
Zzz2z z2z2Z2z zAZZZ zzzzZz ZZIZZ ZIZZZ ZZZIZZ ZzZzzZ 22222 zzZzZ Zzzzz 
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2A 
2A 


2A 
2A 


80 
80 
100 
100 
50 


75 
75 
so 


10A 150 
10A 200 


2A 


80 


[4oW] 0A 200 
[40W] 0A 400 


(30) 

(30) 

(30) 

(30) . 
(50) 200j 


(50) 200j 
(50) 200; 
(50) 200; 
(2) 
(2) 


450ns 200 
(250) 125j 
(250) 125j 
(250) 125, 


(250) 125j 
(250) 125j 
(250) 125) 
350ns 150; 


350ns 150j 
400ns 150j 
400ns 150j 
150ns 150; 
150ns 150j 


175ns 150j 
175ns 150) 
. 150; 
150; 
150j 


150j 
150; 
150j 
150 
150) 


200 
200 
200 
200 
200 


200 
200 
200 


SD 47) 


SD 47) } #0, $p 
SD 47) 

sD 47) 5 V.Sp 
RC: Kpl: 5323; 9) 1 


RC; Kpl: 5322; 9) 1 
RC; Kpl: 5321; 9) 1 
RC; Kpl: 5320; 9) 1 
Mo 


Mo 


Tx 9)1 
Cs < 8BpF,Sp 
Cs < BpF,Sp 
Cs < 8BpF,Sp 
Mo; A 


Mo; A 

Cs < BpF,Sp 
Cs < BpF,Sp 
Cs < 8pF,Sp 
Spi 


Spi 
Spi 
Spi 
Spi 
Spi 


Spi1 
Spi 
Spi1;Rz<2dB 
Spil;Rz<3dB 
Sp1;Rz<2dB 


Spi;Rz<3dB 
Spi 
Spt 
Spt 
Spi 


Tx 7; Kpl:2 N 3996 
Tx 1: Kpl:2 N 3998 
Tx 9) 1 
Tx9)1 
Tx 9)1 


Tx9)1 

Tx 43) 

SdRz: < 2,5 dB 
Sd < 5,5 pF 


i RC;9)1,Kpl: 2N 3440 


RC; 9) 1, Kpl:2 N 3439 
in 


Sd; A, Js 62) 
Sd; A, Js 62) 
Sd; A, Js 62) 
RC 72) 86) 200 V/us 
RC 72) 86) 150 V/us 


Transistoren 


D'2N 
D.2N »15 <2,5  [40W]4OAn 200 
DıN Gy iıY 25 1,7>15 <25 [40W]40A 400 
D 2NSU6 SV Gy iY_ 25 1,7>15 <25 [4OW]40A- 600 
T 2N547 SP Sw NT 5 91 60-300= 300 200 25 
T 2N 5 0,1 30-150= 300 200 30 
T 2N549 SP Sw NT SO 2 0,1 100-300= 360 800 30 
T 2N5450 SP Sw NT 50 2 0,1 50-150= 360 800 30 
T 2NS4SI SP Sw BT SO 2 0,1 30-600= 360 800 20 
F 2NS452 SE L)” AAS50O 50 . 1-3 2%x250 <5 [50] 
F2NS4S3 SE LI” AASO 50 1-3 2x250 <5 
F 2NSUS4 SE LI” AA SO 50 1-3 2x250 <5 [50] 
F 2N 5457 Ss Sw UA [1nA] 25 1-5 “ 157 , 
F 2N 5458 Ss Sw U [1nA] 25 1,5-5,5  - 29 . 
F2NSS 0 5S Sw U [1nA] 25 2-6 416 
F 2N 5460 Ss Sw U [5nA] 40 1-4 1-5 
F2NSsEG SS Sw U [5nA] 40 1,5-5 29. 
F2NSE2 SS Sw U [5nA] 40 2-6 416 
F2NSE3 S Sw U [S5nA] 60 1-4 1-5 
FO2NSEK SS Sw U [5nA] 60 1,5-5 29 
F2NS6S S Sw U [5nA] 60 2-6 2 ib. 
T 2N5466 Sd , ä Bi 5 „500 
T 2N547 Sd Mi NL 3A 0,5 15-60= . 700 
T ZN a „. de, : r 500 
T 2N549 Sd Mu NL 3A 0,5 15-0= . 700 
T 2N5470 SP 40) VU 30 (28)1mA10dB 3,5W 200 55 
FANSTI SS Lm’U [500] 40 . 0,06-0,18 . 0,06 0,06 
bis 
FO 2NSIE 5 Lm’U [500] 40 0,26-0,65 0,82 
F 2N 5484 Ss Sw U [1nA] 25 3-6 1-5 
FAaNSBS SS Sw U [1nAl25 . 3,57 440 . 
FaNSB6 S Sw U [nA]235 . 48 ; 8-20 . 
T 2N5490 SH $z gUL2A 4 11V 20-100= 1,8W 7A (60) 
T 2N541 SH Sz UL 2A 4 41V 20-100= 1,8W 7A (60) 
T 2N542 SH Sz gUL25A 4 1V 20-100= 1,8W 7A (75) 
T 2N543 SH Sz UL 25A 4 AV 20-100= 1,8W 7A (75) 
T 2N544 SH $z gUL3A 4 IV 20-100=1,8W 7A (60) 
T 2N545 SH $z UL 3A 4 41V 20-100=18W 7A (60) 
T 2N546 SH Sz gUL35A 4 1V 20-100=1,8W 7A (90) 
T 2N547 SH Sz UL 3,5A 4 41V 20-100= 1,8W 7A (90) 
F 2NSS43 SP Lo U [2nA] 75 0,75.3 500 2-10 
FO 2NSS% SP Lo U [2nA] 50 0,75.3 500 2-10 
M 2NSSB 5) Sw hW [50] 25 R 360 10nA. 
D 2N5567 SV NwiY 15 1,3510 1 (500) 10A- 200 
D 2NS568 SV Nvir 15 1,3510 1 [500] 10A— 400 
D 2N55699 SV GyiY 15 1,3510 1 [500] 10A- 200 
D 2N5570 SV GyiyY 15 1,3510 1 [500] 10A— 400 
D 2N551 SV NvViY 20 1,4 20 1 (500) 15A- 200 
D 2N5572 SV NviY 20 1,4 20 1 (500) 15A 400 
D 2N55773 SV GyiY 20 1,420 1 [500] 15 200 
D 2N557%4 SV GyiY 20 1,4 20 1 [500] 15A— 400 
T 2N5575 SH Mi’ LU 60A 4 10mA10-40= 300W 80A 70 
T 2N557%6 SH Mi’ LU 60A 4 10mA10-40= 300W 80A 70 
T 2N5577 SH Mi’ LU 60A 4 10mA10-40= 300W 80A 70 
T 2N5578 SH Mi’ LU 40A 4 10mA10-40= 300W 60A 90 


150) . 


RG] 


2N 5443...2 N 5578 


14 


°C 


j TI, Tx 


1150) 
200] UB21)37)A<4pF 


200; 
200j 


200; 


1755 
175j 
175j 
175j 


15 


Imox|Bemerkungen 


RC 86) 200 V/us 
RC 86) 150 Vjus 
RC 86) 100 V/ys 


Tx 1 


UB21) 37JA<4pF 
UB 21) 37)A<4pF 
Mo, NS; A 
Mo, NS; A 
Mo, NS; A 


Mo, NS; A 
Mo, NS; A 


RC 83)3 pF 
Mo; A 


RC 72) 86) 100 V/us 


281 


2 N 5579...2 NU 74 Dioden un: 


Bemerkungen 


i Mi’ LU wo 4 OmÄ 10-40=" 300 W ji RC 9) 
Mi’ LU 0A 4 10mA 10-40= 300W i RC9) 
Y VE . ». BdB7W . . UA 
NE. e » _8dB/20W * i UA 
J VE . 7,5dB/40W . e ji UA 


Lm”’ ru [10] [1,8]. 0,65 : e h .. Sd;A:Rz=1dB 62) 
Lm”’rU [10] [24] . ; ; : Sd: A: Rz = 1dB 62) 
Lm”’rU [10) 3] - 5 ; Sd: A: Rz = 1dB 62) 
Lm’VvU 10 10 0,5 150 CsT;Rz<1dB 
Lm’vU 10 10 0,5 150 (36) 150} Cs 7! Rz< 1,5dB 


Lm’ VU 10 10 0,5 150 (36) Cs 7;Rz<2dB 
Sw H [2nA] 235 . 2,5 8-20 . r s Mo, NS; A 62) 
Mi sL 15A 2 0,75 20-100= 140W 30A (120) (50) RC 9) 

Mi sL 15A 2 0,75 20-100= 140W 30A (150) (50) i RC9) 

Lm’U [1nA] 40 . ” 0,2-1.. : . Mo; A 


Lm’’ F x 0,8-4 . e g Mo; A 
Li’ : 2,5A 100 RC 86), ers. TA7 
X 2,5A 200 . RC 86), 100 V/us 
2,5A 400 . RC 86), =. TA 7502 
RC 86), = TA 7503 


Cs 16; Rz <4dB 
(86) 150| Cs 16; Rz< 5dB 
(100). Spı 
(100). sp mt 
(135) . 
(135) 


(100) . 
(100) . 

(120) 

(120) . 

WS). 5 
ET a) 


60-120= 500 . “ . Spi 
Sw R - Spi 
Sw R . 40 s . Spi 
Mq NL (1,5A)(0) 35 10= 1,5A 24 (0,1) 75 TI 
Mi NL (3A) (0) 100 10= 12,5W 3,5A 24 (0,15) 90 TI 


Mi NL (10A) (0) 1mA 20-600= 50W 15A 32 (0,15) 100j TI 


ZZZZZZ ZZzZzzZz ZZZZZ zZzzzz IZZZZ 
oo 


sınnuua 
22222 8 
GEGESEEREcEen 


Sw 


wuu D,OS,DDDD pupnNna- 


N ENNNN NNNNNN DSDNNNDNDDUHNNNHNNNNNNUNNONNNNN 


zZ ZZZZZ ZZZZZz 


= 
T 
T 
T 
T 
F 
F 
F 
12 
u 
- 
F 
in 
T 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
7 
T 
T 
T 
T 
T 
= 
T 
T 
T 
T 
Ti 
T 
T 
T 
N 
T 
T 
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Transistoren 2OA 72...25 103 


° : Fu er x r P ..  TP=2x 0C 308 
OC 318 Se a # Ei .  TP=2x 0C318 
° j i 


== 44 44-00 


C 825 Gi La BP 2 6 15 >20 150 150 (20) 03 75) VH 


T 20 
T 20C81 Gi Mr BP. „u RE 40 1A (30) . 75j| VH 
T2P389,A S MYL 1A . . 1260= 85W 3 80 . 8 
T2PA26A S ML 1A. . 1260= 85W 3A 80 . = ;.St 
T 25001 Sg Lq Ur (1) 5) 0,030,925 (150) 25 (45) 4 175j Tx 
T 25002 Sg La Ur (1) (5) 0,0309 (150) 25 (45) 4 175j Tx 
T 25003 Sg Lq Ur (1) (5) 0,030,96 (150) 25 (45) 10 175j Tx 
T 25004 Sg La Ur (1) (5) 0,03098 (150) 25 (45) 4 175j Tx 
T 25005 SS La sts 10 5 1 45.150=(155) 20 40 30 150j Tx 
T 25012 Sdö MmNB 30 03. 10 37,5W 2A 60 03 1150| Tx 


2S012A Sd MmUL 1,5A 1,5 1mA20-50= 4W 2A 70 5 150j Tx 
25013, A Sd MmTG 1,5A 1,5 10mA 15-50= 60W 1,5A 60 5 150| Tx 
1 


t 
3 
T 25014 S4 La su 10 5 20-55= 15 20 40 20 150j Tx 
t 25017 Sd Lq sU 30 30 15 20 4W 200 60 0,2 200 Tx 
t 25018 Sd Lq su 30 30 15 20 4W 200 100 0,2 200j Tx 
t 25019 Ss. NO 30. 6 iwW 20 0 02 . Tx 
t 25020 Ss. NN» 2. @ 4W 200 10 02 . Tx 
T 25021 Sa: # U 4030,30). 1080) 3005 6 25:0: 2 TX 
T 2502 Sa ii Wu=i0er 105. 35:50: 300: ansın 2570 0307 1x 
T 25033 Sa ı U) 1000.100: 2060. 300:.2.24 25,08, „Te 
T 25024 SM Mmls A . . >20= 3W 7510 12 . Tx 
T 2So25 SM Mmls A . . >20= 3W 754150 12 .  Tx 
T 25026 SM Mmls A. . >20= 3W 75420 12 .  Tx 
T 25033 SM Mi LU IA . . >30= 20W 4A 10 . Eu ai 

's 
T 25036 SM Mi LU IA . . >60= 20W 4A 150 . IT 
T 253 a ar mt 0 ; er .  Jp&2N407/8 
T 253% 2 
T 2535 
T 2536 
T 2537 R IpP&2N 217 
T 2538 : IP=2N270 
T 2539 d F F IP&2N220 
T 2540 a .  JP=2N 269 
T 254 A -  P=2N 301 
T 2542 - Ip&2N 301 A 
T 2543 PZ2N247 
T 254 z 2 » PzZ2N217 
T 2545 SR .  PZ2N2tB 
T 2552 ö 3 220% .. 3P&2N219 
T 2556 Me : Be. : eat .  J)p=&2N270 
T 259 : ei ka M F Dr ._. Jp=2N 270 
T 25101 SM Lm U 10 50 0,5 20-60= 300 50 25 (150) [175]Tx 
T 25102 SM Lm HU10 1 . 2050 . .. (60) (120).  Tx 
T 25103 SM Lm HU 10 1 . 40-10 . >. (6) (135) =. Tx< 
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2S 104...2 SA 175 Dioden und 
15 


Tx 
Jp 2N 370 
Ip 2N371f2 


10-40 
15-50 
25-75 
15-50 


10 30-90 

1 60-250 
10 10-40= 
Li 10 20-80= 
M 10mA 30= 


Kr 6 55 
Kr 6 60 
Kr s 4 70-200 
Kr s 7 70.300 
Kr HU 1 15 30 


Lr HO (1) 16 60 ; 
LF’ sX (1) so 45 i 
LF’ sX (1) . 45 

LFH (1) 15 70 
Kr HM (1) 15 70 


Kr H (0) 15 49 
Lmvo() 6 5 10 
U sH 10 033 = 
[FH (1) 10 80 
LH () 10 80 


LF’ HM (1) 10 70 
EEE) 10 49 
LF’ HM (1) 10 4 
LF’ VH (1) 10 70 
LF’ VH (1) 10 70 


LP sX (MM) (9) . 80 
LP HO (1) (4,5)10 70 
LP HM(1) (4,5)10 49 
U sH 10 W= 
Lm’ HM (1) 60 


Lm’ HA (1) 20 

Lm’ HA (1) 30 65j 
Lm’ HA (1) 50 65j 
Lm' HO (1) 50 65j 
Lm’ HM (1) 50 65j 


Lm’ HM (1) so 65j 

Li HA (1) 40-250 100 65; NE10)1 

Li’ HA (1) 40-250 140 65| NE10)1;-A:50m 
Li s 200 0,358 20-250= 175 75j| NE 10) mKf1 
LH (1) (9) 10 80 55 75; TT 


Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 
Li 


womunuun vuwumun wonoun 


44444 4444404444474 
ZESSG GEGE' 


wu wunuu wunun wunuu u 
>> >J>>>> >>>>> >>>>> > 


onan nanan no 
[7 
ooun vununu wu 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
22 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


t 

T 
T 
T 
T 
T: 
u 
U 

T 
T 
F 
T 
T 
); 
T 
T 
u 
t 

T 
T 
T 
I 
u 
af 
T 
LE 
T 
t 

T 


K 


Transistoren 2SA182...2SA 355 A 


.2SA 182 
2 SA 201 
2SA 202 


10-200 (100) 
10-200 (100) 
10-150 (100) 
20-180= 100 


20-180= 150 
55= 200 
60= 200 
40 120 
Li} 120 


<150 120 

30-120= (120) i 

40 15 i NE1; Ers:25SA 286) 
40 15 ji NE1I;Ers:25SA 287 
30-120= (120) ji Hi 


30-400 (70) ji Sa<6pF 
60-400 i Sa<6pF 
30-400 i Sa<ö6pf 
30-400 i Sa<s6pF 
30-400 i Sa<6pF 


80-300 i Sa<6pF 
10 TT 
70 [10,7] 85j Hi2,1 pF 
90 [100] 85j Hi2,1 pF 
50 en: 


Anäch 
ooo 


ao 


» 
o 


wu ww 


w 


vsagr rn anamn omno0 oo--a nana- 


€ 


50 La 

7 ji NE9)I 

10 ji TT 

20 j TT 

30 ji NE9)-A: 


SS 


30 NE 9) 
30-135 (100) 85j Hi47) 
50= 257.75 TT 

2,5-40 (300) 85j| Sa<3pf 
2,5-150 (300) 85j| Sa<3pF 


2,5-150 (500) 85j| Sa<3pF 
2,5-150 (500) 855 Sa<3pF 

2,5-150 (300) 85j| Sa<3pF 

18-300 40  75j NET;Ers:2SC 184 
[7#177 s0 75 NE7:Ers:25C 185 
4146 60  75i NET;ErS:2SC 185 
20-250 35 75 

20-250 “0 75j 

20-250 40 75 

30-300 ss 75 


100 70 
9 45 
70 30 
75 35 
70 30 


70 30 
70 30 
70 30 
90 30 
70 30 


OO DvVOVvorn nanan nannaan nayan 
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2SA 405...2SB 105 


Dioden und 
15 


Bemerkungen 


- 444 
DDDDD 
vounuwn 
oonno 
ww 


o 
w 


vuuuo 
“ano 
Dun 


vnnuu 


(60) 


>120 (60) 
45-30 (60) 15 
30-70= (150) 100 
80-150= (150) 
120-350= (150) 


35-120= (200) 
300 
500 
500 
(750) 


(750) 
250 
150 
150 
40-200= 750 


30-70= 400 
35-120= (200) 
30-120= (200) 
..  100-800= (200) 
1,5 15 50-300= (300) 


6 15 30-300 (100) 

(1,5) 16mA <110= 

(6) 14 150 125 
80= 150 
75° 150 
75 350 
50-1755 (350) 
60= 50 


vu vwmunu wumnun 
> 
zuunpa nano ==ann aanmnn m 


u uunuo 
o 


> 

u 

& 
son 


vovuu vunwun wuuu 


”» 
3 


on 
8 


T @ 
I 2) 
2 
er 
T2% 
T #2 
2 
Tr2, 
TR 
T% 
m 2 
2 
T 2 
T2 
T2 
1.2 
T 2 
T 2 
T 2 
© 
T2 
I: 2 
2 
T 2 
2} 
Tr (2 
a de 
Re 2 
T%2 
T%2 
IT 2 
T2 
7.2 
TER 
T2 
er} 
T 2 
T% 
T 2% 
T 2 
IT. ;2 
a 22 
A 
m 2 
173 
T. 2 
1,2 
T 2 
wer: 
Da} 


vounvu vunun 


>LE NU 200 100 20-120= 500 
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oO=-- 0o=2-00o 


NE 9) 1 

NE 10) 

NE 10) 

NE 9)| #2 SC 68, 
NE 9)|2 SC 639 


NE 9) 1 
Sa2pF 
Sa 0,8 pF 
Sa 0,8 pF 


Sa <2,5pF 
Hı 21) 37) 


Hi 65) 
Hi 21) 37) 
Hi4pfF 
Hi4pF 
Hi4pf 


Hı8pF 
Sa 9) 
Sa 9) 
Sa 9) 
Hi 9) 


Hi 9) 

NE4;?2 

Cs < 8pF # NE 
Cs < 8pF 
NE9)1 


NE mKf6; 1 


Hi 
Sa; Kpl:2 SD 30 


Sa 
TT 
TT 
TU 
Hi 


Hi 
Hı 
Hi 
Hi 
Hi 
Hi 
Hi 
Hi 
Hi 
Hı 


Hi 

NE 10) 

NE 10) 1 

NE 17) mKf 1 

NE 9), Ers: 25B 239 


Transistoren 2SB 106...2SB 251 


N 


S|<EeN 


25 "Sa 'mi ern 100 20-120= 3W 0,5 NE 9),Ers: 25B 239 
25B10,A Ga Mi’ NU1A 2 500 20-120=10W 2A 25 0,4 75j NE9), -A:35V/20W| 
2SB108B Ga . NL. 2 500 500 (80) . ._. NE80) 

SB 110 Ga Lm’NA (1) (6) 10 18-41 100 50 (25) 1 85; NE 

SB 111 Ga Lm’NA (1) (6) 10 30-57 100 50 (25) 1 85j NE 

SB 112 Ga LmN (1) (6) 10 43.79 100 50 (25) 1 8j NE 

SB 113 Ga Lm’N (1) (6) 10 61-101 100 50 (25) 1 8j NE 

SB 114 Ga LmN (1) (6) 10 45-.85= 100 50 (25) 15 85j NE, Ers:25B115 
SB 115 Ga Lm’N (1) (6) 10 60-110= 100 50 (25) 15 85j NE 

SB 116 Ga Lm’N (1) (6) 10 80-145= 100 50 (25) 1,5 855 NE 

SB 117 Ga Lm’N (1) (6) 10 105.235=100 50 (25) 1,5 85j NE 


SB 156 Ga Kr NB (150) 1 14 = (150) 300 (1) . 85j Hi 
SBI6A Ga Kr NB (150) 1 14 70= (150) 300 (20) 85j Hi 
SB185 Ga Lz NT 1 6 15 30.120 (200) 150 (25) 20k 85j Sa 
SB16 Ga Lz NT 1 6 15 100-450 (200) 150 (25) 10k 85j Sa; Kpl:2SD 186 


SB 187 Ga Lz NB 30 


1,5 15 50-300= (200) 150 (25) 1  85i Sa; Kpl:2 SD 187 
B18 Ga Kr NA 1 6 15 33dB 200 150 (85) . 85j Sa 


s 
SB 189 Ga 16) LN 100 (1) 250 250 (25) 1 75; TT 
SB 200 Ga L_ LN 150 (1) 40 400 (32) 05 75 TT 
SB 202 Ga L. LN 150 (1) 40 400 (32) 0,5 75j TT 
SB 216 Ga Mi NL 1A 1,5 500 25-300= (24W)3A 60 0,5 85j Sa 
SB 217 Ga Mi NL 1A 1,5 500 25-300= (24W)3A 25 0,5 85j Sa 
SB 218 Ga Li sN (1) (5) 10 17-121= 225 100 (80) 25 85j NE10) 
SB 219 Ga Li N (1) (5) 16 19-42= 225 20 20 1,5 85 NEO) Ers: 
SBM9A Ga Li N (1) (5) 16 19-42= 225 500 20 1,5 85; NE10)/258220 
T 25B220 Ga Li N (1) (5) 16 3465= 25 20 20 2 85j NE10) 
T 25B220A Ga Li N (1) (5) 16 34-65= 225 500 20 2 85j NE10) 
T 25B 221 Ga Lı N (1) (5) 16 53-90= 225 200 20 2 85; NE10) 
T 2SB21A Ga Li N (1) (5) 16 53-90= 225 500 20 2,5 85j NE10) 
T 258222 Ga Li N (1) (5) 16 72-121= 225 200 20 2,5 85j NE10) 
T 2SB2R2A Ga Li N (1) (5) 16 72-121= 225 500 20 2,8 85j NE10) 
T 258223 Ga Li N (1) (5) 16 99-198= 225 200 20 3 85j NE 10) 
T2SBM3A Ga Li N (1) (5) 16 99-198= 225 500 20 3 85j NE 10) 
t 25B224 Ga Li NL20 1 10 1942= 225 500 (45) 2 85j NE 10), Ers: 2 SB 225 
T 258225 Ga Li NL20 1 10 3465= 225 500 (45) 25 85j NE10) 
T 258226 Ga Li NL20 1 10 53.90= 25 500 30 13 85j NE10)1 
T 258227 Ga Li NL20 1 10 72-121=2235 500 30 1,3 85j NE10)mKfi 
T 258239, A Ga Mc sN 300 1 100 30-90= 13W 1A 45 05 90 NE9)1;-A:50V 
T 25SB240 Ga Mc NL 300 1 200 30.90= 13W 1A 30 0,2 90 NE9) 
T 2Ss Ga Mc NL 300 1 200 30.-90= 13W 1A 40 02 90j NE9) 
T 25 Ga Mc NL 300 1 200 30.90= 13W 1A 45 0,5 90j NE9) 
T 28 Ga Mc NL 300 1 200 30-90= 13W 1A 50 0,5 90 NE9) 
T 25 Ga Mc NL 300 1 1mA20-60= 13W 1A 20 0,5 90j NE9) 
T 28 Ga Mc NL 300 1 1mA20-60= 13W 1A 30 0,5 90j NE9) 
T 2% Ga Mc NL 300 1 1mA40-150= 13W 1A 20 05 90j NE9) 
T'%S Ga Mc NL 300 1 1mA40-150= 13W 1A 30 0,5 90 NE9) 
T 2s Ga Mc Ns 300 1 1mA20-60= 13W 1A 40 0,5 90j NE9) 
T 2s Ga Mc Ns 300 1 1mA40-150= 13W 1A 40 0,5 90 NE9) 
T 2s Ga Mi sN 2A 1,5 500 40-80= 54W 5A 35 02 90 NE9) 
T2 Ga Mi NL 2A 1,5 1mA40-80= 54W 5A 25 02 90 NE9) 
T2 Ga Mi NL 2A 1,5 1mA40-80= 54W 5A 35 0,2 90j NE9) 
T 2 Ga Mi NL 2A 1,5 1mA40-80= 54W 5A 40 02 90 NE9) 
T2 Ga Mi NL 2A 1,5 5mA20-600= 54W 5A 20 0,5 90j NE9) 
T2 Ga Mi NL 2A 1,5 5mA20-0= 54W 5A 40 0,35 90| NE9) 
T2 Ga Mi NL 2A 1,5 5mA40-100= 54W 5A 20 0,5 90} NE9) 
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2SB251 A...2SB 472 Dioden ı 


4 |5 7 g 

K |Typ Ab |Fo |AwIr Ur II \Us/B IN 
mA |V nA |V/- 

SB2SIA Ga 'Mı'NL2A 1, 


15 


Bemerkungen 


Ti2 1,5" 5mA 40-1005 54W NE 9) 
T 2SB2532 Ga Mi sl 2A 1,5 S5mA20-60= 54W NE 9) 
T 25B252A Ga Mi sl 2A 1,5 SmA20-60= 54W 5A 80 0,35 90} NE9) 
T 2SB2533 Ga Mi sl 2A 1,5 5SmA40-80= 54W 5A 50 0,35 90} NE9) 
T 2SB253A Ga Mi sl 2A 1,5 SmA40-80= 54W 5A 80 0,35 90) NE9) 
T 25B254 Ga Mag NL 200 1,5 200 30-300= (12W)1A 35 07 85j Sa 

T 2SB2356 Ga Mq NL 200 1,5 (12W)1A 25 07 85 Sa 

T 25B26%4 Ga LmrN (0,5) (1, 70 50 (30) 1 75 NE 
T 258272 Ga Lz NB10 1,5 (720) 500 235 08 85i Sa 
T 25B273 Ga Lz NB 100 1,5 60 30-300= (720) 500 35 08 85j Sa 

T 2SB292-100 Ga Li rN 1 6 7 60-100 65 40 (18) 1 85; NE10)1 
T 2SB292-226 Ga Li N 50 1 10 60-100= 150 100 (30) 1 85 NE10)1 
T 2SB303 Ga lz rN 05 2 15 30-450 (100) 20 (25) 10k 75j Sa 
T 25B326 Ga Li NL2 1 10 45.90= 225 500 (30) 3 85; NE10) 
T 25B327?_ Ga Li NL 1 10 70-450= 225 500 (30) 33 85} NE10) 
T 25B328 Ga lmN (1) (6) 10 40-110= 150 200 20 2 85j NE 
T 25B329 Ga LmN (1) (6) 10 85-220= 150 200 20 2 85; NE 
T 25830 Ga li NS 20 1 20 3= 225 150 (110005 85j NE10) 
T 25B331 Ga Nest 5A 2 120020-125= 80W 15A 25 0,35 100j Hi 9) 
T 25B3322? Ga NesL 5A 2 120020-125= 80W 15A 45 0,35 100j Hi9) 
T 258333 Ga Nest SA 2 120025-100= B0W 15A 55 0,35 100j Hi 9) 
T 2SB334 Ga Nest 5A 2 120025-100= 80W 15A 65 0,35 100j Hi 9) 
T 25B377_ Ga Mi NL1A 4 1mAW= AW 7A (60) .» 100j Hi 9) 
T 2SB38 Ga Mi NL 1A 1,5 500 45-155= 44W 7A (60) . 9j Hi9) 
T 25B399 Ga Mi st 4A 1,5 250 25-80= 44W 104 35 03 9i Hi9) 
T 25B%40 Ga Mi sl 4A 1,5 250 25-80= 44W 10A 40 0,3 91j Hi9) 
T 2SBM1 Ga Mi sl 4A 1,5 250 25-80= 44W 10A 50 03 91j Hi9) 
T 25B342 Gd Mi LN SA 1,5 0,6 25-250= (30W)6A 120 1,5 85j Sa 

T 25B%43 Gd Mi INSA 1,5 0,6 (30W)6A 150 1,5 85j Sa 
T 2SB3611 Gd Mi NL (1A) 2° 500 12W SA (80) . 9%; Hi 
T 25B322? Gd Mi NL (1A) 2 500 735= 12W 5A (100). 90 Hi 

T 25B34 Ga Kr N 10 0514 = 150 20 20 12 80 TT 
T 25B367° Ga Mi NL (500) 1,5 100 8 WW AA (25) 05 85j Hi 

T 25B368 Ga Mi’ NL (500) 1,5 100 85 WW AA (45) 05 85 Hi 

T 2SB370 Ga Kr NB (150) 1 20 150= (200) 500 (25) - 85; Hi 
T 25SB370A Ga Kr NB (150) 1 20 150= (200) 500 (32) . 85 Hi 
T 25B373 Ga Mo’NB200 1,5 50 30-300=(1,5W) 1A 15 07 85j Sa 

T 25SB3975 Gd Mi sA BA 1,5 SmA 50 (30Ww) 9A 150 07 85j Sa 
T 2SB390 Gd Mı sl 5A 1,5 5mA50 (25W) 6A 80 07 85j Sa 
T 2SB31 Gd Mi sl 3A 1,5 5mA75 (25W) 6A 50 07 85 Sa 
T 2SB40 Ga lz rn 1 6 15 100 (100) 20 (25) 1 75j Sa 
T 2SB45 Ga lz N 20 1 50 50-300=(720) 600 25 0,75 85j Sa 
T 2SB407_ Ga Mi sL 1A 1,5 500 25-300= (24W) 7A 50 05 85j Sa 

T 2SB410 Gd Mi NL 1A 1,5 250 60= (40W) 15A 60 (3) 85j Sa9) 
T 2SB41  Gd Mi NL1A 1,5 250 0= (40W) 1A 60 (0,25)85j Sa9) 
T 25B49 Ga KrN 1 6 14 130 150 150 20% 2 80 TT 
T 2SBB40 Ga KrN 1 6 14 130 150 150 20 2 80j TT 
T 25B43 Ga Kr rA (l) 6 10 150 (100) 10 (18) 3 8j Hi 
T 2SBA%4 Ga Kr rA () 6 7 4150 (100) 10 (18) 3 85; Hi 

T 2SB458 SP Sz UA (2) 12 0,5 180 (200) 100 (30) (230) 125j Hi 

T 25B459 Ga Kr VA(f) 6 12 180 (120) 50 (30) . 100; Hi 

T 25B40 Ga Kr VA(i) 6 6 180 (120) 50 (40) . 100j Hi 
T 2SB468 Gd Mk Hs (4A) 1,5 500 40-130= 10W 10A (200) . 8 Hi 

T 2SB41 Ga Mi NL (1A) 2 500 90= 12W 10A (60) 0,3 100j Hi 

T 2SB42 Ga Mi NL (1A) 2 500 90= 12W 10A (80) 03 100 Hi 


Transistoren 


10 
u 1 us, IN 


HA |V/- 


25B474 
SSB49 
25B496 
25B 498 
2SB 649 


2SB 650 
2SC 22 
2SC 23 
2SC 24 
2SC 30 


2Sc 31 
2SC 32, A 
2SC33 
2SC 37 
2SC 38 


2SC45 
2SC49 
2SC57 
2SC 59 
2SC 60 


2SC 64 
2SC 65 
2SC 66 
2SC 67 
2SC 68 


2SC 69 
2SC 80 
2SC 89 
25SC 90 
2Sc 9A 


2SC9 
2SC 93 
2SC 94 
2SC 97 
2SC 100 


2SC 116 
2SC 117 
2SC 120 
2SC 121 
2SC 122 


2SC 123 
2SC 124 
2SC 127 
2SC 134 
2SC 138 


2SC 138 A 
2SC 139 
2SC 149 
2SC 150 
2SC 151 


2SC 152 
2SC 154 
2SC 154 A 
2SC 154B 
2SC 179 


FAHHT AHA AA HAAS AHA AHA HA HH Aa Fade 44-444 


19 KTT 


1,5 

1,5 50 100= (6W) 1A 
1,5 0,65 90= 300 

6 5 100-300 100 

6 0,1 150 (200) 


6 0,1 300 (200) 
10 2 20-100= 13W 
10 5 20-100= 2W 
10 5 20-.100=2W 
10 0,1 20-100 500 


10 0,1 20-55 500 
PITIS 500 
10 0,1 25-125 150 
10 1 20-200 200 
101 50 500 


2 05 25= 500 
10 0,5 40-120= 800 
10 30 30= zw 
10 0,5 20-120= 800 

15 50 (100) 


1,5 7.200 (600) 
1,5 7-35 (600) 
1,5 30-200 (600) 
1 w= 300 
1 = 300 
2 20-120= 800 
20-150 200 
4w0= 120 
. 120 
<100= 120 


10 100 35 

10 100 35= 
10 100 35= 
10 1 6= 
1 25nA 30-120 


2 5 >8= 
2 5 >8= 
(10) 0,1 40= 
10 1 20-75 
10 1 50-150 


10 1 80.200 
10 02 4= 
10 2 150 

10 02 40= 
10 1 20-150 


10 

10 

10 

10 20-200= (750) 100 
20-200= (750) 100 


20-200= (750) 100 
5s0= (750) 100 
50= (750) 100 
50= (750) 100 
20-100= (120) 400 


200 100= '(12w) 2A 35 


2SB474...2SC 179 
14 |15 


f, |Imaz| Bemerkungen 
IMHz °C | 


85j Sa9) 

85j Sa9) 

18 » 85j| Hif,mKf;Kpl:25D96 
20 1 85j| NEI 

(30) (220) 175j Hi 


(30) (220) 175; Hi 
50 15 175 NE9)I 
50 (110) 175) NE 
70 (110) 175) NE 
30 17 1501 NE9)I 


25 (200) 175 NE9) 
200 150 NE 
15 150 NET 
(200) 150j NE9) 
280 150j NE 


18 150 NEN) 
(160) 175j 
(110) 175j 
(150) 175j 
(5) 85j 


(80) 175j 
(45) 175j 
(100) 175j 
(400) 150j 
(400) 150j 


17 175) 
29) 175) 


7 85 
10 85 


14 175j 
(190) 175j 

(190) 175j 

(250) 175j ) 

(400) 200 NE2; Ers:2SC 269 


(100) 175j Hi 9) 
(60) 175, Hı9) 
(200) 150| NE 9) 
(200) 175; NE9) 
(200) 175j NE 9) 


(200) 175j NE9) 
(200) 175j NE9) 1 
(200) 175; NE9) 
(200) 175} NE9) 
12 175 NE47)7 


12 175| NE47)T 
(400) 175j NE 
(160) 175j NE9) 
(100) 175) Hi 9) 
(80) 175) Hi9) 


(60) (80) 175j Hi 9) 
(120) (220) 175j Hi9) 
(150) (220) 175j Hi 9) 
(180) (220) 175| Hi 9) 
25) 3 85j Hi 
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2SC 180...2SC 412 Dioden ur 
11 12 13 14 is 6 Iz le |» lo In h2 Jıa 15 
N I I 
Ab |Fo law |Ur|Ip[Us/B IN mer lUmeelfe |tmes|Bemerkungen 
| v ualV/- Imw Ima IV IMHz |°C 
T Tr ya T T z 
T'2Sc 180 20-120= (1201400 (25) 5 85 Hı 
T 2SC181 Ga Kr s 200 0,3 8 30-200= (120)400 (25) (100) 85j Hi 
T 2SC1822 SP iy N (1) (6) 1 35-200= 150 150 15 (90) 150j NE #Cs 
T 2SC13 SP y HA(l) 6 1 60 100 30 18 (150) 125j NE #Cs 
T 2SCi4 SP y HAM) 6 1 60 100 30 18 (200) 125j NE #Cs 
T 2SCi5 SP iy HA) 6 1 60 100 30 18 (250) 125j NE #Cs 
T 2SCW SM Mi sl 1A 10 SmA3S= 75W SA 60 175| NE9) 
T 2SCM SE Mi HL 1A 10 10mAM0= 75W 5A 40 35 175) NE9) 
T 2SC%2 SE Mi HL 1A 10 10mAu0= 75W 5A 60 35 175 NE9) 
T 2SC43 SE Mi HL 1A 10 10mA40= 75W5A 80 35  175j NE9) 
T 25SC24 SE Mi HL1A 10 20mA40= 60WS5A 25 35  175j NES) 
T 2SC45 SE Mi HL 1A 10 20mA4= 60WS5A 45 35 175) NE9) 
T 2SCWm6 SE Mi HL 1A 10 20mA4= 60W 5A 60 35 175j NE9) 
T 2SC251,A SP Lm’VH($) 6 1 20-120 200 30 15 19 _150j NE7;-A:73) 
T 2SC32 SP U vUß) 6 1 20-120 200 30 15 (900) 150j NE 
T 2SC233 SP U vuU() 6 1 20-120 200 30 15 (900) 150j NE 
T 25026 SP iy VA(I) 6 0,1 40-120 100 30 20 (250) 150j NE,Cs 
T 25027 SP y IN() 6 1 40-120= 150 200 20 (90) 150j NE,Cs 
T 2SC28 SP Iy sk (il) 6 5  25-100= 150 30 60 (90) 150j NE 
T 2SC28A SP Iy sX (1) (6) 5  25-100= 150 30 80 150 150) NE,Cs 
T 25029 SP )y sH 10 1 1 90= 150 200 20 (400) 150j NE,Cs 
T2SCal SP y VvUR) 6 05 70 100 20 12 (1100) 150) NE 
T 2SC22 SP )y VUQ 6 01 70 100 20 12 (1200) 150; NE 
T2SC273 SP Li LA (3) 30 1 20.100= 500 50 120 (150) 150j NE 9) 
T 25C20 SE Le AA 01 6 0,01 >80= (80) 10 (30) » 125j Hi 21) 37) 
T 2SC231 SM Kr HU10 6 01 170= (200)100 (30) (80) 175j Hi 
T 2SC832 SM Kr s 10 6 0,1 60-320= (350)100 (30) (100) 175j Hi 
T 2SC233 SM Kr HL 10 6 01 65= (350)100 (50) (80) 175j Hi 
T 2SC234 SM Kr s 10 6 0,1 35-120= (350)100 (70) (100) 175j Hi 
‚ 2SC37,A SP y HUQ) 6 1 7 100 10 (20) (900) 150j NE, Cs; Ers:-A 
ı 2SC28 SP Li vom) 6 1 100 20 (30) (1100) 150j NE; Ers: - A 
T 2SC238A SP ly vVo() 10 1 80 150 20 15 (1100) 150] NE, Cs 
T 25SC29 SP 1 VAQ) 6 01 70 100 10 12 (1100) 150) NE,Cs 
T 2SC290 SP Mc VL 350 10 3mA 5-35= 2W 2A 40 (160) 175 NE47) 
T 25SC313 SP Lm’Vo 10 10 0,1 40= (200)50 (30) (1100) 200j Hi47) 1 pF 
T 2SC47 SM Kr s 10 6 0,1 35.200= (350)100 (70) (100) 175j Hi 
T 25SC319 SP Li VL 10 10 05 40= 1750 300 20 (500) 175 NE47) 
T 2SC320 SP Li VL 100 10 0,5 40= 2500 500 20 (600) 175j NE47) 
T 2SC321 SP U :H 10 1 0,25 30-120= (360)200 (40) (300) 175j Hi 
T 25SC350 SE Kr rH (0,1) 6 0,01 80-300 (200)100 (30) (100) 175j Hi 
T 2SC39 SP St U (1) (10)0,1 250= 200 4100 18 (150) 125i TT2 
T 2SC30 SP Ss U (1) (6) 1 40 200 100 25 (150) 125j TT2 
T 2SCH,G SP Ss U (1) (6) 1 80 200 100 25 (150) 125 TT2 
T 2SC32,G SP St U (1) (6) 1 140 200 100 25 (150) 125j TT2 
T 2SC3,G SP Ss U (1) (6) 1 250 200 100 25 (150) 125 TT2 
T 2SC374 SP Ss U (1) (6) 1 400 200 100 25 150) 125i TT2 
T 2SsC75s SP Ss U (8) (10)0,5 100= 200 50 12 (600) 125j IT2 
T 2sC3m SP Ss U (2) (12)05 #= 200 30 30 (150) 125j TT2 
T 2SC330 SP St U (2) (12)05 #0= 200 30 30 (250) 125j IT2 
T 2SC47 Sd M- NL [3A] . 50mA10-30= 100W 10A (150) 0,4 so 
T 2SC48 Sd M_ NL[3A] . SOmA4O= 100W 10A (150) 0.4 So 
T 2SC49 Sd M_. NL [3A] . 20mA10-30= 100W 10A (200) 0.4 sg 
T 2SC40 Sd M_ NL [3A] . 20mAW= 100W 10A (200) 0,4 so 
T 2SC4H1 Sd M_ NL BA] . 5mA 10-30= 100W 10A (300) 0,4 sg 
T 2SC42 Sd M_ NL [BA] . 5mA 40= 100W 10A (300) 0,4 


Transistoren 2SC 423...2SC 611 


3 Is Is le 7 
Ab |Fo |Awlr Ur | Imox| Bemerkungen 


I | I [ma IV SC 

2Ssc423 sp Mo’ HL’ (20) Ir (500) 300 ' (40) ' (180) 175] Sa 
2SC4H4 SP Mo’HL (20) : (200) 300 (40) (180) 175j Sa 
2SC4H5 SP Mo’HL (20) 2 (500) 300 (20) (180) 175j Sa 
2SC4H6 SP Mo’ HL (20) ; (200) 300 (20) (180) 175j Sa 
2SCHT SP Lms (20) 5 (300) 100 (40) (350) 175j Sa 


2SC 428 SP Lms (20) . (300) 100 (20) (350) 175j Sa 
2SC 429 SP Jy HA (1) 100 10 12 (380) 150j NE,Cs 
2SC 430 SP Jy OM(1) 100 10 12 (420) 150} NE,Cs 
2SC 431 M.. NL [10A] . 50mA 10-30= 200W 30A (150) 0,4 . 

2SC 432 NL [10A) . 50mA40= 200W 30A (150) 0,4 


2SC 433 NL [10A] . 20mA 10-30= 200W 30A (200) 0,4 
2SC 434 NL [104] . 200 W (200) 0,4 

2SC 435 NL [104] . 200 W (300) 0,4 

2SC 436 NL [104] . 200 W (300)04 . 8 
2SC 454 HM (2) 0,5 60-320= (200) (230) 125j 


2SC 455 HA (2) 22-70= (200) (230) 125j 
2SC458,L 0.02 60= 20 
2SC 460 HA (2) 35.250= (200) 

2SC 461 HM (2) 35-200= (200) 125j 
2SC 463 "VA2 35-150= (150) 175j 


2SC 464 HS (1) = (200) 200j 
2SC 465 "HM (1) wW= (200) 200j 
2SC 466 W= (200) 200; 
2SC 468 sH 35-200= (200) 175] 
2SC 469 HA 100 125j 


2SC475 rN 110-700= 150 150j 
2SC 476 N 110-700= 150 150j 
2SC 479 sH 40-130= (650) . 175j 
2SC 528 NB 60-320= (200) 5 125j 
2SC 535 NU 35-200= (100) 125j 


2SC 536 HU 80= 150 125j 
2SC 537 HU 80= 150 125j 
2SC 540 110-700= 150 150j 
2SC 544 80= 150 125j 
2SC 545 80= 150 125j 


2SC 546 50= 150 125j 

2SC 566 9= 1750 175j 

2SC 567 40-150 200 2 

2SC 568 40-150 200 (1300) 150} NE 

2SC 580 40-120= 800 (250) 175j NE 9) 1;Ers:25C751 


2SC 590 "40-120= 800 (100) 1751 NES)I 
2SC 591 1mA 10-40= 20W (75) 175j NE9)1 
2SC 594 0,1 60 750 (200) 175j NE9) 1 
2SC 595 1 60 (450) 150 NE9) 1 
2SC 596 0,5 50 (400) 175j| NET 


2SC 598 100 >20= (500) 175j NE 
2SC 600 250 > 10W (350) 175) NE 
2SC 801 0,1 80 (580) 175j NE9) 1 
2SC 602 160 (800) 150| NE7 
2SC 604 18 150; NE2 


2SC 605 0,2 20-200 (480) 150j NE,Co 
2SC 606 0,2 20-200 (530) 150j NE, co 
2SC 608 5 = (50) 175j Hi 
2SC 609 5 = (50) 175j Hi 
2SC 611 1 40-160 (16) 150| NE7 
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2 SC 612...2SC 831 Dioden und 


3 ja Is |6 8 E 14 15 
Ab |Fo Aw; @ Isp Us,/B 
| /ma IV [uA v/- 


1 
K 


fmax |Bemerkungen 
°C 


2SCH2 SP mv m 07 Tao.1so "180 (35) (1,36)175; NET 

2SC6H3_ SP Lms 10 4 01 100= 360 500 40 (750) 200} NE9)1;Ers:25C63 
2SC614 SP Li HL 250 10 100 80= 7,5W 1,5A (80) (200) 175j Sa 9) 

2SC615 SP Li HL 250 10 100 100= 7,5W 1,5A (30) (200) 175j Sa 9) 

2SC616 SP Mc HL 250 10 100 80= 13W 1,5A (80) (200) 175j Sa 

2SC617 SP Mc HL 250 10 100 100= 13W 1,5A (30) (200) 175j Sa 


2SC 628 SP Li VL (100) 10 0,4 20-120= 2,5W 500 20 (700) 175j NE10)1 
2SC 635 SP Nu VL (500) 10 3 15-200 1,5A 40 (450) 1755| NEI 
2SC 636 SP Nu VL (1A) 10 10 15-200=20W 3A 40 350 1755 NEI 


2SC 637 SP Nu VL (100) 13,5 100 6W 10W 1A 20 (450) 175j NE 
2SC 638 SP Nu VL (200) 12 5200 >12wW 20W 2A 20 (300) 175j NE 
2SC 639 SP LU sH 10 100 100= 360 200 15 (750) 200; NE9) 


2SC 640 SP Jy N (0,5) 0% 0,1 110-700 150 100 25 100 150} NE, Co 
2SC 641 SP Sz sH 10 1 0,2535-200= (100) 100 (40) (200) 125j Hi 


2SC 650 S Kr U 10 6 0,1 100= 200 30 25 (220) . Hi 
2SC 651 SP Li V (100) 10 0,1 20-200= 750 300 22 (1100)150} NE9)1 
2SC 652 SP Li V (100) 10 0,1 20= 750 300 20 (1100)150} NE9)1 


2SC 653 SP "Lm”V (2) 6 0,1 120 200 20 13  (1400)150} NE7 
2SC 654 SP La V (50) 15 1 40-120 800 300 35 (500) 150j| NE7 


2SC664 Sd Mi NL (5A) 5 . 35-200= 50W 5A (100). 150j Hi 
2SC65 Sd Mi NL (5A) 5 35-200= 50W 5A (125). 150j Hi 
2SC666 Sd Mi NL (5A) 5 35-200= 50W 5A (150). 150) Hi 
2SC667 SP Sw’ HU 1 6 1 = 150 30 (15) (600) 125j Sa 
2SC668 SP Sw’ HU 1 6 1 50= 150 30 (15) (600) 125j Sa 
2SC674 SP Sw Vu 1 6 1 50= 150 130 (15) (700) 125j Sa 
2SC679 Sd Mu NL (20) 10 . 50= 30W 2A (300). 175j Hi 
2SC680  Sd Mu sL (200) 10 180= 12,5W 2A (200). 175j Hi 
2SCHI Sd Mk sl (4A) 4 1mA30= 50W 6A (300) . 150j Hi 
2SC682 SP Lm’Hs (2) 10 0,1 60= (100) 20 (20) (550) 175j Hi 
2SC683 SP LmVA (2) 10 0,1 60= (100) 20 (20) (550) 175j Hi 
2SC684 SP Sz VO (10) 10 0,5 = (200) 50 (30) (1100) 125j Hi 
2SC6855 Sd Mu LA (50) 10. 60= 4W 100 (300) . 150j Hi 
2SC686 SP Li Hs 100 10 0,0160= 800 50 150 (180) 175j NE 9) 
2SC69_ SP U sH 10 1 025>40= (300) 100 (40) (600) 175j Hi 
2SC693 SP SwrN 1 6 1 2%0= 100 100 (30) (200) 125j Sa 
2SC6%4 SP SwrN 1 6 1 200= 100 100 (30) (200) 125j Sa 
2SC695 SP )y N 100 3 01 150= 10 30 15 . 125j NE2 
2SC698 SP LANs (500) 2 1 40-250=1W 2A 60 (90) 175j NET 
2SC705 SP Sw’ VO 1 6 1 5S0= 120 30 (15) (800) 125j Sa 
2SC707 SP Lm’VA (2) 10 0,1 30-200=(150) 20 (20) (550) 175| Hi47) 
2SC708,A Sd Li NL (50) 4 10 80= (750) 1A (60) (50) 150j Hi9)-A: (90 V) 
2SCT15 SP SwsH 1 6 1 80= 120 100 (40) (150) 125j Sa 
2SCr16 SP Sw’sH 1 6 1 80= 120 100 (20) (150) 125j Sa 
2SCH7 SP 5 VU() 6 0,5 >20= (200) 50 (30) (1100) 125j Hi 
2SC76%4 SP LmsH 10 1 0,1 40-200= 360 200 40 (500) 200) NE9)1 
2SC772 SP Sw HU 1 6 1 50= 120 30 (15) (350) 125j Sa 


AHHH44 4444444444444 444444444 HH 


2SC 781 SP Li V (150) 10 1mA20-80= 5W 1A (75) 350 175j NE9)1 
2SC 79 SP >Mt V (150) 10 1mA50-90= 10W 1A (80) 250 175] NE9)1 
2SC 800 SP Ivy YA BI 6 01 80= 100 10 (30) (800) 150; Cs 0,8 pF 
2SC 814 SP Sw N 50 5 02 150= 400 500 18 . 125j NE, mKf6 
2SC 815 SP Sw N 150 2 01 70= 250 200 45 125j| NE4 
2SC 823 SP LQaAV (15) 10 01 30= 600 60 19 (1500) 150j NE7 
2SC 824 sSP LQAV (0), 10 01 20= 650 120 25 (1300)150| NE7 
2SC 830 Ss Mu L 1A <1,5. 35-200= (25W) 3A (100) (20) . Hi 9) 
2SC 831 SP Nu VL (1A) 10 5 15-200=23W 2A 25 (300) 1755 NE1 
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Transistoren 2SC 838...2 SF 100 
9 10 


" 


Us,/B N Imox fmox\Bemerkungen 
wA|lV/- mW [ma |V_ MHz |°C 
'2sce8 sp sw H 200 75= 20 30 25 easy 125; 


2SC 839 SP Sw HV 
2SC 852 SP Li vVU2 500 50-200= 500 80 25 (1,56)1505 Cs, NE9) I 
2SC 853 SP Sw Vs 150 0,2 70= 400 200 5 . 125j NE, mKf6 
2SC 857 SP Kr U 10 0,1 30-300=200 50 (200) (60) 175j Hi 10pF 


2SC 881 SP Sw N 150 2 02 70= 400 200 45 . 125j NE,mKf6 
2SC1038 SP J_ YVU 150 10 100 20-200=7,5W 250 23 (2,5) 175j Cs 95) 


T 
T 200 75= 250 30 25 (250) 1235| NE4 
T 
T 
T 
A 
T 
T 2SC 1039 SP )_ vVU 70 10 100 20-200= 3750 150 23 (3) 175j Cs 95) 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 


2SC 10900 SP J. VU 30 1 05 30= 300 50 12 (3) 200 Cs 
2SC 1344... SE <TkrN 2 12 0,5160-1200=200 100 30 (230) 125j Hi73)2;1,8pF 


2SC1345.. SE <TkrN 2 12 0,5160-1200=200 100 30 (230) 125j Hi73)2;1,8pF 


2SD 11 Ga li N 20 1 10 25.300=125 300 20 1 75 NE10)1 
2SD15,16 S Mi UL. B 10-80= (80W) 6A 40 © 1p:2SD 16:55 V 
2SD17 2 5S Mr UL. 22 1040= (BOW)6A 70 . ie 
2SD4 SM M_ HL 50 10 1,5mA60= 4W 100 300 (25) 110j Sa9) 
I 2SD3 Ga KrN . Aa“ 110 100 (25) 2 .__ NE8O) 
T 2SD30 Ga Lz NB100 1,5 15 50-300=(300) 200 25 1 85j Sa; Kpl:25B22 
T 25SD67 SM Mı HL 1A 5 10mA60= 50W 5A 120 (40) 150j Sa9) 
T 2SD68 SM Mi HL 1A 5 10mA60= 50W 5A 60 (40) 150j Sa9) 
T 25SD70 SP Mq’NL 1A 2 100 40-160=15W 2A 235 . 175j NE 9), Co 
T 25D7i SP Mq’NL 500 2 100 40-160=15W 2A 60 . 175j NE 9), Co 
T 2SD72 Ga Kr N 200 1 50 120= 720 600 (25) 0,75 85j Sa; Kpl:2SB405 
T 2SD73 SE Mi NL 1A 10 5mA 25-80= 60W 5A 60 . 175j NE9) 
T 2SD4 SE Mi NL1A 10 5mA 25-80= 60W 5A 90 . 175j NE9) 
T 25D75 Ga KAM) 6 % (150) 100 (25) 4 85 Hi 
T 2SDISA Ga Kr NA() 6 25 40 (150) 100 (45) 4 85j Hi 
T 25D77 Ga Kr NB (50) 1,5 14 85= (150) 100 (25) . 85 Hi 
T 2SDWA Ga Kr NB (50) 1,5 25 85= (150) 100 (45) - 85j Hi 
T 25SD 9% G Kr N 50 1,5 0,6590= 300 250 18 . 85j Hi, mKfi 
T 25SD10 Sd Li s 200 4” 410 15-100=4W 1,5440 1,9 175) Hi9) 
T 2SD14 Sd Li s 200 4 410 15-100=4W 1,5455 1,9  175j Hi9) 
T 2SD124A Sd MksL 1,5A 4 25 20.80= 60W 7A 50 1 175j Hi 9) 
T 2SD125SA Sd Mk NL (1,5) 4 25 >25= 60W 6A  (100)1 175) Hi 
T 2SD126 Sd Mk NL (1.5) 4 25 >25= 60W 7A (150) 1 175j Hi 
T 25SD132 SE Mx s 20A 5 5mA20-100=150W 2A 65 .  175j NE 
T 2SDti4 SP Mq’NLA1A 2 100 30-240= 15W 2A 12 . 175j NE 9), Co 
T 2SD142 SP Mq’NL 1A 2 100 30-240= 15W 2A 20 - 175j NE9), Co 
T 2SD143 SP Mq’NL 500 2 100 30-240= 15W 1A 40 . 175j NE9), Co 
T 2SD144 SP Ma’NL 500 2 100 30-240= 15W 1A 50 . 175j NE 9), Co 
T 25SD150 SP Ma’N 1A 2 100.30.240=15W 1A 40 (10) 150) NE9) 
T 2SDi15t SE Mi sl. SA 10 1mA20-100= 120W 104 60°.  175j NE9) 
T 2SD152 SE Mq’N 500 2 100 30-145= (15W) 1A 70 . 175j NE9) 
T 2SD10 SE Mi NL3A 2 2mA60= (50W) 5A 60 (20) 150j NE9) 
T 2SDi6 Ga lz NTI 6 15 30-450 (200) 150 (25) 20k 85j Sa; Kpl:25B186 
T 25D187°_ Ga Lz NB30 1,5 15 50-300= (200) 150 (25) 1 85; Sa: Kpl:25B 187 
D 25F11 sv Ge Y 2A 2320 21 I IRRE SON. 100j NE 18) 
bis bis 
D 25SF18 SV Gt Y 20A 23 20 2,1 I EIRN LO0r 100; NE 18) 
D 25F21 SV GvY 504 2.8 40 3 Be 35h: „EOE 100; NE 18) 
bis bis 
D 25SF28 SV GvY 504 2,840 3 SA 40 . 100j NE 18) 
D2SFMA SV GvY 5A 2 40 3 10 50. 125j NE 18) 
bis bis 
D2SFBA SV GvY 5A 2 40 3 408 400 . 125j NE 18) 
D 25F100 SV Gr Y 2A 2,3 20 2 mKf: 5A 200 . 125j NE 18) 
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2SF 101... 2,5/15 Dioden un 
15 


max | Bemerkungen 
Ke 


D'2SF 101 . . 100; NE 18) 
bis 

2 SF 108 i . . 100; NE 18) 
2 SF 111 : . 100) NE 18) 
bis 

2 SF 120 a . 100j NE 18) 
2 SF 121 : 125j NE 18) 
bis 

2 SF 130 } . 125j NE 18) 
2 SF200 . 100) NE 18) 


2 SF 201 . . 100; NE 18) 
2 SF 202 . . 100} NE 18) 
2 SF 205 . . 100} NE 18) 
2 SF 206 . . 100 NE 18) 
2 SF 207 . . 100; NE 18) 


2SF210A . 125j NE 18) 
2SF211 A . . 125} NE 18) 
2SF212 A . . 1255 NE 18) 
2 SF 310 . 125j NE 18) 
bis i 
2 SF 316 . . 125j NE 18) 
2SF411 B . 100j NE 18) 
2SF416 . . 125j NE 18) 
25SF552 Ruf . e 125j NE 18) 
SF 553 Y v . 125j NE 18) 


1200 . 125j NE 18) 
100A 800 . 125j NE 18) 
100A 1000 . 125; NE 18) 
100A 1200 . 125j NE 18) 


300A 400 . 125j NE 18) 

bis 
300A 1200 125; NE 18) 
380 100 Co 19) 5 A/us 
380 100 Co19)5 A/us 
380 100 Co 19) 5 A/ys 


50 . 150| NE 81) 
50 . 150j NE 81) 
50 5 150j NE 81) 
2 R F Cs 81) 
Cs 81) 300 mW 27 


Cs 81) 
° Cs 81) 300 mW 27 
150k Hi; A 47) 
. » B . » JR 33) 
90uA/V 50 : 5520) 


Ip. 2 N 366 


zcec ECCCcC <<< < <<< 
„ee ANNO DDNNNDNN- 


LI 
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200 . 
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Transistoren 3 A 3030 A...3N 81 
15 


Bemerkungen 


D'3A300A sv uy” ot, 3 N Top 
bis bis 
D 3AR20A SV LY . ar B 800 200 . ....5P19) 
D3BI1A,B., 5 16) 56). A #5 mkf: 5A 750 . IRZLINS4O 
D 38308 vuvY 0%. 2 1A +30. ....5P19) 
bis bis 
D3B20S sv u Y an =: ; 1A +200. ....5P19) 
D 3C15A vuv ver j 3 AS, ....5P19) 
bis bis 
D 3C2 0A sv Li Y 8 200 SP 19) 
D 3C100A sv Li Y 20 30 . Fa EU; 
bis bis 
DICNWA SV LY . Er i 200 200 . .._ .SP19N 
D 3E8 Si Ds G 500 2,6 500 800 2 300 800 . 100 JR 
- 3F2 E N ste 5 ie ah . ». Fotohalbl. 
D 3G8 S Fe G s0 1 ı 30 ; 750 30 . 150 Py 
D 3H1A,B..S 16) 32). ae mKf: 2,5A 1200 . -» JRZINS4O 
D 3M& S CnG 380 1 0,2 300 r 400 300 . 150 Py 
D 3MS10 S Fan L 1A 1,35200 100 R 300 100 0,05 125 JR 
D 3 MS 20 Ss Fn L 1A 1,35200 200 { 300 200 0,05 125 JR 
D 3MS40 S Fan L 1A 1,35200 400 z 300 400 0,05 125 JR 
T 3N29 G Ki; 25 10dB 50 20 (M 40 85j GE20) 
T 3N 30 Gi La H 25 10dB 50 20 (M) 80 85j GE20) 
T 3N 31 Gi La H 25 1048 (50) 20 (N) 15 85j GE20) 
t! 3N32 Ss H x 12: RE. ARM: .. Tx20)#3N35 
t 3N33 s Bu; 5 R u RE .__ Tx20) 
T 3N 34 Sdö Lt HO(13) 20. >41 125 20 (30) 100 200j Tx 20) 
T3N35 Sd Lt HO (1,3) 20 >1 125 20 (30) 150 200j Tx 8) 20) 
T 3N 36 Gi Lt HO. P 2,2 30 22 M) 50 . _GE2PF 
I 3N 37 Gi Lt Ho 1,1 30 22 M) 0% .  GEA,SPF 
zZ INA SE Is BI u 030 - 50 :9,05:59 0,005 Tr 65) + 0,75 V 
Z 3N43 sk ie Rz we, /% ; 5 9,05%% 0,003 Tr 65) + 0,75 V 
Z 3N4 SR Rz. e 5 905. 0,002 Tr 65) + 0,75 V 
Z 3N4AA SK L_ RZ’20 f x 5 3.05% 0,001 Tr 65) + 0,75 V 
T 3N4S Ga NyNs SA 2 30-120=75W 12A 35 (0,6) 100j Hw 20), SD 
T 3N46 Ga NyNs 5A 2 20-90= 75W 12A 50 (0,3) 100j Hw 20), SD 
T 3N47 Ga NyNs 5A 2 30-120=75W 12A 25 (0,5) 100j Hw 20), SD 
T 3N48 Ga Ny Ns 3A 2 20-80= 75W 124 40 (0,3) 100} Hw 20), SD 
T 3N49 Ga Nr’ Ns 5A 2 30-120= 94W 15A 35 (0,6) 100j Hw 20), SD 
T 3N50 Ga Nr Ns 5A 2 20-80= 94W 15A 50 (0,3) 100j Hw 20), SD 
T3NS51 Ga Nr Ns 5A 2 . 30.4120=9%W 15A 25 (0,5) 100j Hw 20), SD 
T 3N3 Ga NY Ns 5A 2 . 20-180=9%W 15A 40 (0,6) 100j Hw 20), SD 
D 3NS6 sv All 56405. 10216 150 30 15 Aus 150 Tr24) 
D 3N57 sy dl sX10m 101% € 45D.,243014 13: 2% 100 Tr 24) 
D 3N58 SV „ut isYa ” ei 05 150 10 40 . GEW) 
D 3N59 Sy üiesiie; u 10 150 10 40 . GE) 
D 3N60 sv ill st. serie 0.5, 150 10 40 . GEW) 
T 3N 62 SL Lm”sw ion . 5nA. 100... ee (10)4% 200 NC, Tr 22) 
bis bis 
T3N7 SL Lm’sW 600 . 10nA. 30 . (0) - 200 NC,Tr 22) 
T3N71 Sd Lmw (SnA) (15) (180). SDR) 
T 3N72 sd Lmw . (SnA) (15) (180). SD22) 
T 3N73 Sö LmWw . (SnA) (15) (180) .  SD22), Sc 22) 
D 3N80 SV LmsY . 3 200 40 . .. GE), Sc 22) 
D 3N81 SV LmsY . ._ 210 :0,5 400 20 65 . ». GE24), Sc 22) 
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3N 82...3N 159 Dioden und 


la ls Is je I7 Is 6 10 n Iı2 13 14 Iıs 
Ab Fo |Awilr |Ur Is, Us,/B N Imox |Umax| fa |fmax | Bemerkungen 
1 [ma |V IeAlV- [mw ma |V IMHz 1°C 
D'3N® SV m To 0,5 400 1200 100 '. . GER), Sc 22) 
D 3N83 SV LmsY . 20 05 200 100 70 . . GEW), Sc 22) 
D 3N&% SV Lm sy ..20 05 400 200 40 . - .GE24), Sc 22) 
D 3N85 SV LmsY . ... 20.0.5 400 200 100 . GEW), Sc 22) 
D 3N86 SV LmsYr . 10 05 400 200 40 . GE) 
T 3N87 Ss Lm’sW (0) (20) Ind. 300. 10 [014]. FAM):Rd<100N 
T 3N 88 SH Lm’sW (0) (20) InA. 300.10 [014].  Fd2);Rd< 1500 
F 3N89 SH Lm”U [S5nA] 30. <13 300  <2,5[20) . .  Sd; A3 pF 
T 3N9 SP Lm”sWi0on . 1nA. 300 20° 30 «6) I[ROOJ NG, Sp 22) 58 
bis 
T 3N95 SP Lm”sWi00n . 1nA. 300 20 (50) (6) [200] NC, Sp 22) 58 
FIN Ss MAR: . <04 . <a .  Sd; A 37) 62) 
F 3N97 Sb W-AA. 30. <0465 . EN PER . $d: A 37) 62) 
M 3N 98 SF Lm’NH [50] [6] 900 >1 150 55° +3260 85 RC: B. TA 2624 
M 3N 99 SF Lm’NH[50] [6] 800 >1 150 75 +3260 85 RC:B. TA 2625 
T 3N100 S Lm’W 502 . O,3nA. 0°. 10 200j Sp 22) 57 
T 3N40 S Lm"W 502 . O,3nA. 300 20: » 200j Sp 22) 57 
T 3N102 S Lm”Ww 502 . O,3nA. 300: + 300. 200j Sp 22) 57 
T 3N103 S Lm’Ww 502 . 0,3nA. 30. 4 . 200j Sp 22) 57 
T 3N10 S Lm’Ww 5002 . O,3nA. 300. De 50, 200 Sp 22) 57 
|\T 3N105 S Lm’W 1002. S5nA. 300: AA, 200j Sp 22) 57 
|\T 3N 106 S Lm’Ww 1002. SnA. 30...390 . 200j Sp 22) 57 
\T 3N 107 S Lm’Ww 1002. 5nA. 300° Msn 506, 200j Sp 22) 57 
T 3N108 S  Lm”sW [502] . O,lnA. 300 . 50 (12) 200j Sp 22) 96) 62) 
T 3N109 S  _Lm”sW [502] . 0,1nA 300 . 50 (12) 200j Sp 22) 96) 62) 
T 2N110 S  Lm”sW [500] . 0,5nA. 300 30 (12) 200j Sp 22) 96) 62) 
T 3N11 S  Lm’sW [502] . 0,5nA. 300 . 30 (12) 200j Sp 22) 96) 62) 
T 3N12 S 52 sW., © nA. 2005 u 30, 7% 200j Sp 22) 62) 
T 3N113 S 5 sw. . nA. 2004 in 50: = 200j Sp 22) 62) 
T 3N114 S Lm”swson . nA. 300 20 30) (20) 200 NC, Sp 22) 58 
bis 
T 3N119 S Lm’swson . Ana. 300 20 (50) (20) 200 NC, Sp 22) 58 
T 3N120 SL Lm’sW3Nn . . . ö “= 08. . Tr22)4 pF 62) 
T 3N121 SL Lmrsw in 0.0. : 0). . Tr22)4 pF 62) 
T 3N123 Ss Lm”sW 1002 InA 10.23 (6) 200j Sp 22)58 
FIN 124 S Lm”U [250] 50100<2 . 0,22 . .  Mo;A22) 
FIN 12 S Lm”U [250] 50 750 0,824 . GE sei. Mo: A 22) 
FIN 126 S Lm”U [250] 50 500 1,2.3,6 . 39.0 5 Am, „Mo: A 22) 
T 3N127 SL Lm’swsn . . . : 2 @olw: . _ Tr22)2 pF 62) 
M 3N 128 Ss Lm”VvU[so] -8 200 7,3 400 15 +20 [200] 175 RC; BRz:4dB 47 
M 3N 138 Ss)  Lm”Uuwfo] +100,5 6 150 50 3560 125 RC; B47).2. TA 7032 
M 3N 139 S)  Lm’” NH [100] +10500 6 150 50 -+35 [200] 125 RC; B47) = TA 7244 
M 3N 140 Ss)  Lm”AM1nA [-2]200HA8 150 50 -+20 [200] 150 RC; B12)22), G) 
M 3N 141 S) Lm”’AMinA [-2]200.A8 150 50 -+20 [200] 150 RC: B12)22), G) 
M 3N 142 SI) LT HU [nA] [-5] 100uA 7,5 100 50 -+20 175 100 RC: B47) 
M3NA13 SI Lm’VU [1000]-8 504A7,5 400 20 +20 [200] 175 RC; B,Rz:3,5 dB, 47 
M3N 151 ss Lau . [4] 250 2 > 0,2nA 30 . 135 G);C21) 
M3N1S2  S) Lm’VA [1000]-8 50, 7,5 400 20 +20 [200] 175 RC: B,Rz:3,5dB 
M3N13 SI Lm’W [50] +6/-8 1 10 400 <50 -+20 [60] 175 RC;B<8pF 
M3NIS4 5) Lm’”’ VA [0,05] -8 50 2A 7,5 400 <50 -+20 [200] 175 RC: B,Rz:3,5 dB 
M3NIS5,A 5) Lm”U [nA] 35 600 1-4 5 I 2. Mo 
M3N156,A S) Lm’U [nA] 35 600 1-4 5 Der ee; Mo 
M3N157,A 5) Lm’U [10] 35. 14 { u. 2. Mo 
M3N158,A S) Lm’U [10] 35. 1-4 ; a . Mo 
M3N159  S)  Lm’’HA [1000] -H1/-8. 10 400 18 +20 300 175 RC; B,Rz:3,5dB 22) 


Transistoren 3N 160...4 D20 


3 ja |s 6 |7 Is | 2 


Ab |Fo |AwIr Ur I, lag Imox Bemerkungen 
mA |V | v/ | 

SP 'Lm’hWLio] 458. ; 

SP Lm’’ hW [100] 1,5-5 . 5 , Tx; C 65) 38 

SJ Lm’’ WA [10] 3-6,5 250 50ns 150} UB;C47) 

Ss] Lm‘’ WA [10] 2,5-6,5300 50ns 150} UB;C47)2,5 pF 

sJ Lv* AA [10]3-6,5 300 1,5-3 50ns 1501 UB;C21)Rz:1 dB 


SI Lv* AA [10]3-6,5 s: Sons 150j UB; C21)Rz:1dB 
s’ imrU . 25 200. f er. .  Mo62) 
S LmU . 25 ; ; 5 >. Mo82) 

Im’U . 25 : ö 0,0155 > Mo 62) 

Ih o 2 15. 1=70-120(120) 4 10 40 RF 


Ihs 2 15 . 1=70-120 (120) 4 10 40 RF 

Mq NL (1,5A)(0) 35 10= 4W 1,5A 0,1) 75 TI 

Mi NL (3A) (0) 100 10= 12,5W 3,5A (0,15) 90; TI 

Mi NL (10A) (0) 1mA 50-130= 50W 15A 015) 100j He 
s . . . . . . . 


Gl’ Y 3A 1,25. . . 3A 2 . 105 JR 


Z2ZZ 22222 
&E 


CEO Dee 22 
FEELT ERS 
°© 


"ZEEE EZELEE 
wow wwwww wwWwWw WWwwiw 


“» vVZZZz zZ 
{8} 
»n : < 


Gr Yı 3A A2sk: 5 ; 3A 2 105 IR 
Lt Hr (1,3) 20 04 4 125 20 100 150j Tx20) 
Lt Hr (1,3) 20 0,4 1,6 152% 150 150j Tx 20) 


Im’NA[2] 5 . 600 0 1 ....100k NE46 
Lm ha [1] 6 . 06.2 100 10 3 150k Hi 22) 
Lm sw [1] 300 >2,5 100 10 h 150k Hi 22) 
LT’ HM [10] 7,5 200 320. ._ 150k Hi;A22)36a 
LT’ HM [10] 2:75 20 320. . 150k Hi;A22)36a 


ui’ H . „90V 90 110). 5 
Mi LH 10A : 120W 12A (90) (200). In 11) 
Mi LH 5A 60W 5A (90) (180). Int) 
Mi LH 4,5A 60W 5A (80) (150).  In11) 
Mi LH 1,5A 48W JA (80) (200). Int) 


Mi’ HL 500 25W 3A (70) (270) 1755 In 11) 
Gx' HL 500 25w 1500 80 (350) - In 11) 
Gx’ HL 500 7,5w 500 80 (350) . In 11) 
Mi HL 2,5A 60W 5A (60) (150) 175j In 
Mi HL 2,5A 45W 5A (80) (150) 175j In 


Mi HL 2,5A 45W 5A (100) (150) 175j Jn 

G- LZ. - er 3,5W 850 3,95 0,5 -0,04 JR +0,35V 
bis 

G IL E E b 3,5W 30 0,095 JR +3V 

Cr U - . 70 


Cr U 
I 
Ew XY 1- 
Ew XY 9 
Ew XY 


Ew XY 
Ew XY 
Ew XY 
Ew XY 1 
Ew XY 


Li’ hs 
Li’ hs 
Li’ hs 
Li’ hs 
Li‘ hs 


nn num 


K 
K 


s 

Ss 

T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 


x xxmmm mmmmw 


NEN 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
bi 
3 


DD w 


4444-4 00000 0000@ an NH A444 4m TT2ZZ 440 0 OÄÄ9- 
>>>>> 


BSPERREDAHANn N 
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4 D 20-3...4 J 200-25 Dioden un: 


In 12 


ID 


13 14 115 


Imox |Umax|fa  |fmox| Bemerkungen 
mA IV MHz |°C 
ww 3 soch, 1.5 Tesrlinch 
Ev ® 50 
Ev ° 50 
Li’ % “ 
re R 120-250= 


Li’ . . 15-50= . 
Li’ . . 40-135= . 
Li’ . . 120-250= 
Ev 30 15 125 P 
Ev 30 15 125 


Ev 30 15 125 
Ev 40 15 125 
Ev 40 15 125 
Ev 40 15 125 
Ev 50 15 125 


Ev 50 15 125 
Ev so 15 125 
Ev 80 15 125 
Ev 80 15 125 
Ev 120 15 125 


Ev 120 15 125 
Ev 200 15 125 
Ev 200 15 125 
Be’ x 


R 

ww 
= 
a} 


PR SRnUn ARE DAnnn DDnnn ADDED DPERnnNn 
» 
> 
w 
[>} 


nun nn 
SEHE NE 


0000 00000 00000 
unaAnw w 


D8855 
GL 


20 15 125 
20 15 125 


mm#m mmo00 00000 0 


200 15 125 . . 5 65 
200 15 125 . . 7 65 
8 15.2515 250 . Sus 65 


8 25.3515 250 . Sys 65 
“8 35.5015 250 . Sys 65 
. . s. Fotohalbl. 


soo 50 R 500 50 200ns . II 


500 400 . 200ns . Jı 
1mA50 . 200ns . Fi 


. » 1mA400 . 200ns . u 

50 1 1,5 400 . . 150 Py CV 7028 
1-50 50 35 250 “ . 65 In, Br,Sh 1) 
1-50 100 35 250 . . . 65 In, Br, Sh 1) 


1-50 200 35 250 . . a 65 In, Br,Sh 1) 
350 Sana 24 0,055 Sc + 5% 
bis bis bis 

20 Ad 4e 260 0,095 Sc ++ 5% 
1-10 50+5 35 . Sons 65 In1) 


9-45 50+5 35 . SOns 65 JIn1) 
1-10 100 35 . . . 65 JIn1) 
9-45 100 35 e . . 65 JIn1) 
1-10 200 35 . . 65 4n,Sh1) 
9-45 200 35 5 5 65 In1) 


Daaaa an Na aauıo DO O0 0'000 DUO O9 UAD000 UUU0UO UU00D DO-HHH4 44000 
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Transistoren 4 JA 70B...5 MS 4 


4JA70B Sd 
bis 

4JAT7OM “ LG 70A 0,45 24mA 600 
4JAL2O LEGE . - . 

4JA421 LG . . k a 4 650 10KV.. 


JAN IGEE . R P 1,5A 2KV . 
LG . 5 s , P 4BA 630 . 
LG . ö u & - 67A 1800 . 
LG . E e 2 . 573A 840 
LG ; . 


u; : (150) 20 15 
x. : (150) 20 10 
H. £ (150) 20 15 
H . : (150) 20 15 
x% ne 250 (50) 45 
ur 5 ; : 

2 I: 2 ; 


1X . 
400 


(1,5A)(0) 35 10= 4W 1,5A (0,1) 75j 
(3A) (0) 100 10= 12,5W 3.5A (0,15) 90; 


(10A) (0) 1imA20-60= 50W 15A (0,15) 100; 
5 1 200 10 : 20 [4] 70 
800 30 e 10 [300] 70 
1.18 10 5 20 [1300] 70 
130 10 50 ) 
Ar: ö ME .  TK2 GSD 5/40 
17% 30 [300] 70 TKA4) 
17% : 30 [300] 70 TK4) 
a Zu : ET .  TK. GSD 5/103 
TK= GSD 5/10% 


[10,7] » 
0,92 200 200 

0,92 200 400 

0,92 200 600 

1,1550 50 Y 

. F . s. Fotohalbl. 
s. Fotohalbl. 


IR 97) 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
I: 
T 
T 
if 
uf 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
d 
T 
T 
T 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 
D 
Do 
D 
D 


onvuuuo 
nu>> > 


oO"o 


Dunn an a-, 
An : 
000 P 


10 100 
500 400 
500 600 


1,75 500 
0,2 500 
10 100 
10 200 
10 400 


00000 0000 9 
vunuu vnug 
ZZZZ0 mme 
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5 MS 60...10 RC 40 Dioden und 


10 n | 15 


N  \Imox |Umox 


Imax | Bemerkungen 
ImW  ImA |V ° 


D'S MS 60 s rn’ TA 1,210 "600 2 500" 600 "0,05 "165 IR 
4 5N1 S .„ 1650: 1 10 50 z 500 35 . 150 ST 
d 5N2 Ss . LG 50 1 10 50 2 500 35 . 150 ST 
T 5SNU72 G Ma NL (1,5A)(0) 35 10= 4W 1,54 60 (0,1) 75 TI 
T 5NU3 G Mi NL (3A) (0) 100 10= 12,5W 3,5A 60 (0.15) 90 TI 
T 5NU% G Mi NL (10A) (0) 1mA50-130= 50W 15A 48 (0,15) 100j TI 
4 5P1 S- «© LG SAP Aimas0 so i SA 35 % 150 ST 
d 5P2 S: +2 LG SAw in 250 ı50 i SA 35 150 ST 
D SRC2 Sy CE Kranie > F LAB . 105 JR 
bis bis 
D 5RC4O SY: GEN RTA Ts ATA 400 . 105 IR 
d 5Q4 S> A LGEISA: Ars 10mA0 15A 35 . 150 ST 
d 5RAG Ss WLG. Faser Wi . 270 1550. 
d SRAGY. . 5  W)LG. ur x 250 2100 . 
-  55M 1020 E4...8 pe Sn © ; Be IR 33) 
d 6A G 5 ae a . 3 10% .  TP 
d 6B Ss ER: ; TE. I m 
D 6F5 Sd Gp LG 6A 0,5 2,5mA50 . 50 4k 1251 JR 
D 6F10 sd Gp LG 6A 0,5 2,5mA100 . 100 ik 125) IR 
D 6F20 Sd Gp LG 6A 0,5 2,5mA20 . 200 ik  125j JR 
D 6F40 Sd Gp LG 6A 0,5 2,5mA400 . 400 ik  125j IR 
D 6F50 Sd Gp LG 6A 0,5 2,5mA50 . >.500 ik  125j JR 
D 6FG5 H ICH} .  3mAS0 i 6A 50 200ns . II 
bis bıs 
D 6FG40 Ss - GIEGM- .  3mA0  .» 6A 400 20005 .  J1 
D 668 Ss Fe G 50 1 2 600 n 750 600 . 150 Py CV 7029 
D 6M&4 S CnG 380 1 0,2 600 : 400 600 . 150 Py 
T 6NU73 G Mi NL (3A) (0) 100 10= 12,5W 3,5A 70 (0,15) 90 TI 
T 6NU7% G Mi NL (10A) (0) 1mA20-60= 50W 15A 70 (0,15) 100 TI 
D 6RWSSAC SV 16) YG . 100 2,1 h 1504 50 4us 125 GE18) 
bis bis 
D 6RWS6KC SV 16) YG . 100 2,1 E 150A 500 4us 125 GE18) 
D685C202 . Fe K Sr F ...200 500 .  JR3-30 pF 
D 7FTS S| iGg:G 10mA50  . 35A 50 200ns . II 
bis bis 
D 7FT40 5 :6IG 10mA400  . 35A 400 200ns . II 
T INU73 G Mi NL (3A) (0) 100 10= 12,5W 3,5A 80 (0,15) 90| TI 
T 7NUT G Mi NL (10A) (0) 1mA50-130= 50W 15A 70 (0,15) 100j TI 
D 8G7 Sa Fe G 50 1 3 800 i 750 800 . 150 Py CV 7030 
D 10AS Sa Fe G 500 1,1550 100 ; 500 100 . 150 Py 
D 1001 sd Sy G 1A 0,9 200 200 ; 1A 100 50k 150 IR 
D 1002 Sdö Sy G 1A 0,9 100 200 \ 1A 200 SOk 150 JR 
D 1004 sd Sy G 1A 09 50 400 i 1A 400 50k 150 JR=1N 2070 
D 1006 sd Sy G 1A 09 50 600 1A 600 50k 150 JR 
D 10D8 sd Sy G 1A 09 50 800 E 1A 800 50k 150 JR 
D 10010 sd sY G 1A 0950 1000  . 1A 1000 50k 150 JR 
D 1064 Sa Fe G 500 1,5 10 1kV  . 400 1kV . 150 Py 
D 1012 Si Fk’ G 300 0,5 300. £ 500 50 0,05 100 TH,#ST,Cs 21N53 
D 10M S 16) LG 50 1 2mA1i0 . 500 70 . 100 ST 
d 10N1.N2 S . LG 50 1 10 100 : s0o0 70 . 150 ST 
d 10P1,P2 S LG 5A 1 50 100 } SAP TOM, 150 ST 
d 10Q4 S . LG 15A 1 10mA100 - 15SA 70. 150 ST 
D i0RC2 SV GmY 1A 1235. . ; 10A 23 . AR 
bis bis 
D 400 


Transistoren 108 3...16 31 


ST 1N 1803 & 


sT 


. 125 ST 
250A 100 . 125 ST 
Bi -0,04 JR 58). 1 N 1599 
bis 
27 0,095 JR 58) = 1 N 1609 


100 100 Cs =1N537 
10 . 100 Cs 

30 165j 5 

4,5 -0,05 TH, Ss 

. . Ss 62) 


: ar 30- @ 200 . 96° +57 
12-BB 105 A ..01 28 . 280; i MB ws 2,3-2,8 pF 
12-BB 105 B ..01 28 E 2: . MB ws 2-2,3 pF 
12-BB 105G - 01.2 2: } i MB ws/gn 1,8-2,8 pF 
12-BB 106 ... 0,0528 : IE i MBrt4S5,6pF 


12F5 0,5 2,5mA50 . 50 IR 
bis 
0,5 2,5mA 500 er IR 
$, = ° 2 1200 . 3 Py 
0,5 300 . R 200 0, TH, Cs 1N538 


0,5 300 200 & 200 . <s 
1 0,5 200 . 20 . = 5, Cs 
0,63 5mA 2007 : 17,5A200 . 150 5 
° 25 30 165j Ss 
10 5,5 +0,03 TH, Ss 


500 300 0, 100 TH, Cs 21N539 
100 20 . 70 TH4) 
P 40 200 150 TH4), Cs 
0,63 5mA 300 »  17,5A 300 150 Ss 
. 6,5 +0,05 Ss 


. De . 400 . S ST 

0,5 300 . . 400 100 TH,Cs 2 1N540 
0,5 300 400 . 40 . 100 

1 60 60 . © . 70 

1705 . . 150 . 150 


0,63 5mA 400 : 17,5A400 . 150 
Br : 10° 8 0,07 Ss 
1 doof  . © io . 7 
12.0.5 100, = ko 10 . 150 
0,63 5mA 500 : 1754500 . 150 
MW. . : i8 0,07 


: a ISEAT0 ; (160) : 
16 A 667 . N a 7:77 / ER . (160) » 


16 A 668 fi % 2 » 150-470 . . (160) - 

16 A 669 Y . ü » 400-800 . . (160) . 

16 B 670 1 & . -  180-540= 360 (180) .- 

16G2 5 e r . . (1100). GE; ers. 2 N 918 
1631 "x. Mr. j (350). GE#2N9I4 


AHHHHd AHONDO ODaANG 00000 NO000O NÄTODOO 000 O0 00000 NNTOO N NOO N N-O 
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16 J 2...2IR4 Dioden unı 


4 |s |6 | le Io oo In Iı2 15 
|Fo\AwIr |Up IspUspfB IN max |Umax 
| Ima VBA mw ma |V 

T T 


Im’sx'. BETTER . 2 as). "GEAHINTOR 
Fk’ G 150 0,5 300600  . 150 600 . 100 Ss,Cs 1 N 547 
Fv_ UG 15A 05 30060. 300 600 . 100 

ImH . ge 30 (250) . 

Im H . 30 (300) . 


ImMH . I: e 30 (350) . 
ImH . ee 2.02.30 (400) . 
ImH . Be a 30 (250) . 
Lm’H 30 (300) . 
Lm’H 30 (350) . 


Lm’H 30 (400) . 
Lm’H 18 . P 
Lm’H 18 (250) . 
Lm’H 18 (300) . 
Lm’H (50) . 
Lm’H . . 
Lm’H (250) - 
imH . . « . (300) . 
iImH . m.‘ F & (350) . 
Cr GU20 1 . 

Er Us 1 1 

Gk’Y 16A 


Bemerkungen 


Gk’Y  16A e . P 

BZ. ’ . 5 . Ss +1,7V 
Fk’ Ss +1,9V 
EA ST 

5 cv Ja 
18 FA4O 


18 FBS5 
bis 

18 FB40 
18FC5 
bis 

18 FC40 
1812 
18J2F 
18P2 F . , . 
19 P1 a TH 4), Cs 


19P2 . TH), Cs 
20 AS . . Py 

20H E De . . 

20 M 
20N1 


20N2 
20 P1 
20 P1 
20P2 
20Q4 


20ZB 
21P1 
21P2 
21R1 
21R4 


0000 00 o00N 


140 


140 
140 
60 
. 140 
10mA 200 . 15A 140 


WM - e 1000A 
100 20 ö 100 20 
0,5 20 : 30 20 

Mes. K ; 75A 90 

1,2 100mA : 1604 100 


T 
D 
D 
T 
T 
T: 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Ef 
T 
An 
T 
D 
D 
D 
D 
z 
v2 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 


“zovmov vogunv nun 
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Transistoren 


I 


|Ab |Fo Awll, \Ur 


mA |V 


1,2 100mA 


12 100mA 


n„o2oa 2rorAQ 


1,22500 400 
0,8 10mA 50 
0,8 10mA 500 


2220.80= 
1 50 50 
1,21500 600 
1.21500 600 
. 20-80= 
2 1mA 800 
8-20= 
2 820= 
1,1550 300 


75mA 50 
2mA 300 


10 300 
50 300 
10mA 300 
65mA 75 
1mA 1000 


55mA 100 
42mA 150 
35mA 200 
25mA 300 


1, 


vwwunuun vounuun vu 


31 F2...35 F2 
32Z4 Sj 
bis 

37Z4 

33 B 08 
33...35F2 
33NQA52 

34 NQ 52 

35 NQ 52 


36 NQ52 
40 AS 
40H 
4031 
4012 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ. 
T 
D 
D 
D 
T 
D 
T 
T. 
D 
D 
D 
d 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
zZ 
zZ 


2erg 
Zerg 
terg 


O0O000 000] | 


22P1..40J2 
15 


Bemerkungen 


Ss 
Ss 
TH 
cs 
160A 200 . Ss 


75A 50°. . TH 
160A 300 . Ss 
75A 20 . B TH 
20A 40 . Cs 


45A 50 i JRZ1N 2128 A 
45A 


45A 
35A 


bis 
IRZ1N 2137 A 
R 


J 
IR. 1 N 2128 
bis 


35A IR 1N 2137 


35A 


Py 

Cs Fotohalbl. 
ST, JR 

ST 


ST 

. sT 

210 . ST 
IR,“ IR 
1000 . cs 


100 . IR 
150 . IR 
70A 200 . IR 
70A 300 . IR 
100A . . ST 


200A . 


ei e ST 
. SP-Fotofransistoren von Ss bzw. Cs 
330 5,5 20 0,05 TH +1V 


bis 
120 14,1 40 


70A 


0,15 TH +1,9V 


Cs 49) 
Cs Fotohalbl. 
3-10cm . TI 
3-10cm . TI 
5000. 3-5cm. TI 
6 6 BO) . TI; Rauschdiode 
500 400 . 150 Py 
750 400 . sT 
ST 
sT 


soon. 
50002. 


15A . 
10A 400 


40 M...66R2 
3 


Ab Fo Aw 


BR 


85 55555 
vv 0ZZZZ 
S 
[e} 


41 HF100,R 
“IR? 
44 OCE 


44R2 
44,71 
4515 
45 L10 
bis 

45 180 


60S3N,P 
bis 


D 
d 
d 
D 
D 
d 
d 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
t 
D 
T 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
d 
D 
D 
zZ 
v4 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


14m 


z 
B 


45 


6 iz is bo 
IE |Ur |, Us,/B 
mA |V nA |V/- 


N 


Dioden un 


Imax | Bemerkungen 
°C 


GI UG 
sY 
UG 
GI UG 


LM 
cv 


Li’ s 


LM sY 


"500 '1 


" mA 400 
10 400 
10 400 


50 1 
500 1 
0,45 IimWw 
10 1 


5A 1 
5A 1 


100 10 
50 400 
50 400 


4500 200 


2500 400 
16 54 
40mA 50 
40mA 100 


40mA 800 


1500 600 
1500 600 
1mA 800 


1mA 800 


1,2 1mA 1000 


1,1550 600 
20mA 
60mA 


02 08 
60 100 


02 0,8 


400 60 200 
10A 4500 200 
200 02 0,8 
400 50 400 
10A 2500 400 
10 . . 85= 


200 1,1 02 08 
0,6 


5mWinp 10 
z 30 


(450) 


280 . 

25 L[12G] 
20 . 

5A 280 
5A 280 
35A 400 
100A 400 
250A 400 


40A 50 
bis 
1000 . 
200 


AOA 
6A 


6A 400 
300 45 
130A 50 
130A 100 

bis 
130A 800 


6A 
6A 
6A 
6A 


500 


100 
150 
150 
45 


150 
150 


ST 
ST 
sT 
20 pF 
[er 3 


ST 
sT 
sT 
ST 
ST 


IR, -R: 35) 
IR,-R: 35) 


[ei 3 
My 


[et 

TH mKf 

JR; LR: 13) 
IR. 1N 3085 


IR 1 N 3091 
45 1...67) 


TH,Ss +1V 

TH, Ss +1,9V 

Py 

ST 

ST 

ST; P: 12), N: 13) 


ST; P:12), N: 13 
Cs 19) 50 V/us 1 
Cs 


Cs 19) 50 V/us 1 
Mu 32) 


Mu 32) 
[ei 3 


<s 
Cs 19) 50 V/us 1 


Cs 19) 50 V/us 1 
Ak; A10pF 


» U T[2nA] (12). 
Li’ s 10 . . 
Cr UG 400 
GI UG 10A 


100= 
1,2 50 600 
1,1 1500 600 


(so) 2 Ss 
= . Cs 
cs 


vo0-no -1ouoo o' 
STAER RERR 


-- 
DD“ 


Transistoren 66 R2S...160SM 


\5 E Is Io lo {n 2 Is Jia Jıs 
I | 1} 
\Ab Fo Aw Ur Is Usp[B |N Imcı Wnsify:* HasılBömerkungen 
I Ima |V |uA IV/- ImW mA IV MHz |°C 


Gı'G "0A "1,1 1500 000 '. 104 600. ‘150 
. LG.  11275mA50 mkf: 56A 50 . 150 


66R2S Ss 
68-0551 s 
bis bis 
68-3091 Ss > LG 1,0525mA 300 mKf: 33A 300 . 150 
68R2 Ss UG 10A 1,1 1mA 800 e 10A 800 . 150 
Ss 
Ss 
Ss 


68R2S 10A 1,1 1mA 800 . 10A 800 . 150 
70DT2 
7OR2S 
70 S... 

TOT... n s P . . . . 
un 5 . » 55mA 50 . ik 190; 

is 

70 U60 ® -»  55mA600 . 1k 190) 
70 W... . k & 2 . . . . 

71T2 2 15 9= (50) 175j 


NT2 > 1,5 200= (50) 175j 
nz4 > 5 & : . 1 0,05 $: 
bis 

8074 « P 5 . . 10 0,09 
80 AS 1,1550 800 . a 150 


80H r Fu - e x ST 
80 SM . u : ER . - STZ1N 1108 
85 pP 1 100 50 £ : u 

EI 25040. ® 2350ns. Cs 
100 er 2 wer 150 e Wh 


101 A, B,M 10 >40= 150 x (320) 100 Mo 

104 24 u % r R : 52 -0,05 Ss +0,5V 

bis 

115274 F r . , 24 +0,08 Ss +0,64 
106 CXY ‘. - 720 12G 150j Va;n= 0,6% 


108T2 1,4 20-60= 175W (120) 700ns 200} Cs 9) 
109T2 1,4 20-60= 175W (160) 700ns 200 Cs 9) 
109 UA .  .. >10= 200W 50 . 175j Wh 
bis bis 

109 XD a Ar 10= 200W 20 . 175j Wh 


120 SM 5 yo ut ; 3 ME . STZ1N 119 
146 71 i 2. W2= (30W) (40) . 8j 5 
14711 2. 42= (30W) (60) . 85; Ss 
149 BSYa 10,230-70= 125 20 100ns . Va 


149 BSYb 10,2>50= 125 20 100ns. Va 
151-04 ; 0. >M= 100W 0 . 150| Wh 
bis bis 

151-10 A .  >M= 100W 10 . 150j Wh 


152-04 ® 20... >48= 100W 77 Je 150j Wh 
bis bis 

152-10 2... >18= 100W 20 . 150j Wh 

152 BSYa 0,3 20-60= 125 15 12ns . Va. 2N 2368 
152 BSYb 0,3 40-120= 125 12ns -» Van 2N 2369 
15471 i He 030) 0) 85j Ss 


155 11 j = (30) (0) 85j Ss 
156 11 w: „a. Set (90) 85ji Ss 
15711 j i es 180) (90) 85j Ss 
159 T1 ....50= (80) (240) 85j Ss 
160 SM R 0. RS , 4 .  STZ21IN1110 


10A 1,1 ImA 1000 . 10A 1000. 150 


0000 ON N- 00 O0 000-0 00 00 


T 
74 
y£ 
D 
23 
T 
T 
T 
D 
1 
1. 
T 
T 
T 
T 
T 
T. 
17 
1% 
I 
T 
1 
T 
T 
D 


20 KTT 305 


160 T 1...508 T 1 Dioden un 


89 ho In u 3 fs Jıs 
| 
Isp|UspfB IN max Umax tmax| Bemerkungen 
HA |V/- mw N I sc 


T 160 T1 . I Tgo= eo) "as0)'85; 5 
161 T1 20.2.50= (80) 2 (280) 85j Ss 
162 T1 2. 50= (80) io 12 (280) 85| Ss 
193 DT 2 i ; 30= 85W 10A (210) (5) 200j Cs 9) 
198 - E u 5 750 100 . 160 Py 


200 >9 (50) 5 0, 50 Tx 
200 A 9-19= 150 2 5 Tx; Ers:2 N 364 
200 SM 
201 

201 A 


201 A,B,M 


; ar, .  STAAN 1 
>19= (50) so Tx 
19-49= 150 » Tx; Ers:2 N 365 


>4= 10 . i Mo 
>49 (50) Tx 
49-142= 150 5 Tx; Ers:2 N 366 
9-49= 150 . Tx 
35 (50) B Tx 


19 


LEE EIZZ ZGEGIE CC: Ec 


-Ja- 
c 
= 


(80) . 95j 


2 750 200 . 160 

10 15 so 30 07 15] Tx 

30mAS0  . 70a 50 . 150 Wh. 1N 1396 
bis bis 

30mA50 . 70A 500 . 150 Wh. 1N 1402 


40mA 50 . 160A 50 . 1235 Wh... 1N 1660 
bis bis 
40mA 500 . 160A 500 . 125 Wh. 1N 1666 
50mA 50 : 240A50 . 125 Wh. 1N 1670 
bis bis 
50mA 500 . 240A 500 125 Wh. 1N 1676 
10mA 50 ö 6A 50 . 150 Wh. 1N 1341 
bis bis 
10mA 600 r 6A 600 . 150 Wh... 1N 1348 


500 50 . 1,6A 50 . 140 Wh. 1 N 1537 
bis bis 
500 600 . 1,6A 600 . 140 Wh. 1N 1544 
- e 15A 100. P WwB 
750 300 . 160 Py 


en £ z ; [100] RC 
50mA 50 . 240A50 . 125 
bis 
50mA 600 . 240A 600 . 125 
A Ri . 750 400 . 160 


30 80 10 (280) 85) 
15 80 10 (280) 85j 
100 80 10 s 85j 
30 80 10 (240) 85} 
15 80 10 (240) 85j 


vu mu vu vun vu 


2 


vn on 
C) 


2 


d 
D 
t 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
T 
D 
D 
D 
T 
u 
13 
T 
af, 


oaoaooo 


Transistoren 528 BSY...1247 


15 
Bemerkungen 


Lm” w TE } Va; € 10)47 
Fv 
Fv 
Fv 
Fv 


Fv 
EI 
EI 
Ei 
Ei 
Ei 


EI 
Ei 


Ei 
EI 
Ei 
EI 
Ei 
Ei 
EI 
EI 
EI 


EI 


= 


o0o00o 
nun 


Dy nypau 


S.aDas amade sarah, 


EI 
EI 


a 


EI 
Ei 


oO 02 22 © ==o00 2009000 


mu 
vn nun vn wir... 


EI 
Ei 


2 
pre 


Ei 


EI 
EI 


00 © 
sz38 
wu u 


Bx 2 NINIA& 
bis 
Bx 2. 2N 1030C & 
ji TXZ2N 1149 & 
bis 
Sj . i TX. 2 2N 1156 & 
sp « e . HP 1,5 pF 
Sp e : . HP3 pF 
sp ? B “ HP2pF 
sp . . . HP4pF 
sp ‘ . . HP 1,1 pF 


Sj > EN, ' . Eb 10%, c: 5% 


Si B x > Eb10%,c:5% 
Si ; RE .  E610%.c:5% 


M 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
z 
2 

zZ 

zZ 

z 

zZ 

zZ 
zZ 
2 
zZ 
Mn 

T 

T 

rt 


N NN NOOO0O0O0 - 


1247-K9,c Si : ! - E610%,c:5% 


20* 307 


1301 ...3024 Dioden und 


tmax | Bemerkungen 
mA Be 


HBn" ZU"; Er 5 R Eb 10%, c:5% 


137:K6,C :S| 16) ZL_. 
2301 Si Bk’ XW10 


2301 Cr’ DM 1 
2302 Cr’ DM 1 
2302 i Bm’XW10 
2303 BR’ XWI1A 
2303 Cr’ DM 1 


2304 i BR’ XWw10 ji Eb 

2305 2 HP 84) 1 pF 
2306 Ei: i iz - HP 37) 
2308 En. B I ib © HP 37) 
2356 . ® ; MW; HP 62) 
2370 HP 1 pF 
2396 2 : a HP 62) 
2400-2418 iv. i Se - 3 HP 
2401 i : Eb 
2403 Eb 


2405 Eb 
Eb 
Eb 


Eb 10%, c:5% 
j Eb 
HP 84) 1 pF 
HP 84) 1 pF 
ji Eb 
1,5us ji Eb 
100ps . HP 84) 1,2 pF 


ww 


ru Pa 


w 


©= 0=-=-00 -- 
en Bauas9o9 aa 


> 
w 


na. 


vu bbuuu vi 


a ehe A 


2501-2558 
2601-2628 3 . . e . . . 
2602, R . Eb 13), -R: 12) 


2604, R . Eb 13), -R: 12) 
2606, R . a 
2611, R 

2612, R 

2614, R 


2701-2708 
2702, R 
2705,R 
2710,R 
2900 


2912 

2912 i 100 
2913 100 
2914 i 100 
2915 i 100 


2916 i 100 
2917 j 100 
2918 j 100 
2970 37) Da 20 
2996 $z DQ@’20 


2997 Sz DQ 20 de b h 5 5 3 
3001 Cr VM10 . . . E 1,50 150 100ns - 
3002 Ca" VMIOOT 1.4028 - 1,50 200 100ns . 
3004 HR 10... s 5 14 411 40 40,01 
3024 SSIER- 1608 . » R R 14 11 40 +0,01 


u 


aaa Nanw- 
»o 
[5 
-ownuun nun: 


r£ 
z 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
ı D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
y4 
74 


Transistoren 


Ur Ip |Us,/B IN 


guuw nwnunun wovon un 


r 


.u 
r 


N NN NN N 00000 DOONDON NOON-T{ NNUONN NNON DO ONN NNNNN NOONN OOONN 


AwiIr 

| [m 
16) R 200 
16) R 200 
Cr’ VM’100 
Sd’ VM’100 
Sd’ VM’100 


95) R 160 
95) R 160 
38) VM’ 100 
38) VM’ 100 
16) R 200 


Sp zZ 
Eqg’ Z’ 
GI zZ’ 
Bn zZ’ . 
Eo Z’C. 
16) Z’C. 
16) Z’C. 
Vs 


mm<nn mnm<m < 
[e} 0 ” 

an .ıu www 

co ©°°059 


OONI 
33 23 


Ba WAIV/-  Imw 


0,985 
014 
0,1 10 
0,1 10 
001 15 
0-1 10pA 2 
0-1 30pA 2 
0-1 0,1nA 2 


8,55 15 


8,6 


3034...4351 


13 14 15 
0 |fmax|Bemerkungen 
MHz |°C 


0,01 Eb + 0,25 V 


12° +0,001 Eb + 0,1V 
75ns .  HPO,%ApF 
HP 0,32 pF 


100ns . 
100ns . 


Z12G . 

4-18G 

12G 

14 +0,005 Eb + 0,15 V 
. . HP 62) 

15 
15 


15 
15 


15 
15 


“6 .. RC2) 
2 .  E62% 
; ... HP&2) 
HP 35) 62) 
Eb 2% 
Eb 2% 
HP 36) 62) 
Eb 2% 
Eb 100 + 15 pF 
Eb 100 + 15 pF 


Eb 100 + 15 pF 


Eb 12) + 10%, c:5% 


Eb 12) + 10%, c:5% 
Eb 13) ++ 10%, c:5% 


Eb 13) + 10%, c:5% 
Eb 12) 10%, c:5% 


Eb 12) 10%, c:5% 


309 


4420...9690 Dioden und 


Io nm Iı2 15 


N Imax |Umox Bemerkungen 
Imw mA ıV 


Z 4420, c se Ga zı - "zZow To ' > EB 13) 10%, c:5% 
bis bis 

4uS1,c 53. IGanZih- eo 30W 20 200 > E613) 10%, c:5% 
4403, 4404, 4448, 4451, 4453, 7163 u. a. RC 32) £ 


4520, c Sd Gv ZL- er 100W 500 10 . Eb 12) 10%, c:5% 
bis bis 

A5hh,c Sd Gv ZL = 100W 50 . Eb 12) 10%, c:5% 
4620, c Sd Gv ZL tr 100W 500 . Eb 13) 10%, c:5% 
bis i 

46hh,c Sd Gv ZL u 0 100W 50 . Eb 13) 10%, c:5% 
4N20,c Sd Gb’LZ. P 15 . Eb 74) + 10%, c:5% 
bis ı 
4751, c Sd Gb’'LZ. . 15 20 Eb 74) + 10%,c:5% 
4820, c Sd Gd'CZ. . 30W . Eb 10%, c:5% 

bis 

4851,c Sd Gd’'cz. . 30W 20 B Eb 10%, c: 5% 
4920, c sd Gv CZ. . 100W . Eb 10%, c:5% 

bıs 

WILL, c Sid Gv cz. . Eb 10%, c: 5% 
5082-2800 Cz HX . HP 85) 2 pF 


5120, c Se CpZ R Eb + 10%, c:5% 
bis i 

5151, c Sö Cp zZ e Eb + 10%, c:5% 
5220, c Sd Cp ZC. = . Eb 74) 10%, c: 5% 
bis i 

5251,c Gpı 20H. = B Eb 74) 10%, c: 5% 
5320, c Bn Z - . Eb + 10%, c:5% 
bis 

5351,c Bn Z - . Eb :+ 10%, c:5% 
5420, c Bn ZC . r . Eb 74) 10%, c: 5% 
bis 
5451,c 
5501 
5502 
5503 


5506 
bis 

5541 
7701 


a 


Bn ZC. 5 ° Eb 74) 10%, c:5% 
cc . Eb 70) + 5% 
cc  Eb70) + 5% 
cv’ c . Eb 70) + 5% 


cv z ; F ; . E54+5% 


4 . - Eb + 5% 
Ca’ c 1100 100 ’ Eb 70) + 5% 
7702 Ca’ c 1100 100 ‘ Eb 70) + 5% 


7706 Ca’ z . r 1100 100 2,7 e Eb + 5% 
bis 20 bis 

7741 Ca’ z a 38 1100 5 75 B Eb + 5% 
9015 Bn eD . -  1mA4,4+0,1 1W 10 44 Eb 

9424 16) G . 2,5A5kV 

9604 Eg’ DZ. . 125 1 5,6 


9605 Eg’ DZ. = 125 1 6,2 Eb +5% 
9606 Eqg’ DZ . 125 1 6,8 & Eb +5% 
9607 Eqg’ DZ » 125 1 7,5 . Eb +5% 
9648 Gx’G mKf: 2A 200 R Eb 13) 
9649 16) G . 2,5A 1400 e Eb 


9650 16) G . 2,5A— 2800 2 Eb 
9651 16) G . 2,5A— 4200 H Eb 
9652 16) G - 2,5A— 5600 F Eb 
9689 Gx’G mKi: 6A 100 & Eb 12) 
9690 Gx’G mKf: 6A 100 Fi Eb 13) 


vw vun vv vwun 


y4 
7£ 
zZ 
zZ 
z 
z 
gä 
z 
zZ 
y4 
z 
D 
zZ 
zZ 
zZ 
z 
z 
zZ 
z 
zZ 
z 
z 
zZ 
2 
zZ 
zZ 
z 
zZ 
zZ 
D 
D 
z 
74 
£S 
z 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


wunuunu wuuuu vun“ 
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Transistoren 


ANNNN NNN 


---90 00 9 --Ä--4* 


t 

t 
t 
T 
T 
T 
Tr 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
r 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
t 
T 
T 
T 
t 
T 
T 
T 


9779 ...40292 


15 
Bemerkungen 


9779 Ss Es De’ . 08. 4,440,1 250 L P B "0,5 Eb 

9980 Ss Br 235 ; # 2 1W 100 3 % ; Eb+5% ;mKf:2+5W 
9981 Ss Bn’ Z 210 . B 2 1w 100 36 7 Eb-+5% ;mKf:2--5W 
9982 Ss Bn’ Z 190 . ’ e 1W 100 43 7 Eb+5%;mKf:2+5W 
9983 Ss Bn’ Z 165 . a . 1W 100 51 5 P Eb+5% ;mKf:2-+5W 
9984 Ss Bn@z a5? it 1W 10 62 3 ’ Eb+5%:mKf:2+5W 
9992 Ss Gx’ ZL 1500 . : .mKf: 8+15W500 43 2 . Eb+5% 

9993 Ss Gx’ ZL 1300 . . „mKf: 8+15W500 51 1 “ Eb + 5% 

9994 Ss Gx’ ZL 1120. 1 1;mKf: 8-415W500 6,2 0,5 z Eb+5% 

40022 Ga Mi NL 1A . 500 50= 12,5W 5A (32) (03) - RC 

40053 5 ® . $ © : ; 4 . RC; Ers:2 N 3053 
40080 SP Lo so 17dB 500 . 30 (350) . RCS5pF 

40081 SP Lo so 7EB 2W . 60 (350). RCSpF 

40082 SP Le; sO- . . *.: \9dB 5w oo . . RC 15 pF 

40084 SP Lms 150 . 025>50= 18W 1A (60) (100) . RC 

40108 SV Gf LG 10A 0, 75 50 . 10A 50 . 1755 RC 12), -R: 13) 

bıs bis bıs 

40116 SV Gf LG 10A 0,6 75 1000 . 10A 1000 . 175j RC 12), -R: 13) 
40208 SV Gg LG 18A 0,65100 50 . 184 50 . 175j RC 12), -R: 13) 

bis bis bis 

40214 SV Gg LG 18A 0,65100 600 . 18A 600 . 175j RC 12), -R: 13) 

40216 SV Gy sY 20 15 25 1,1 [500] 35A 600 1,2545125 RC 13) 19) 

40217 SP LR sA 10 1 300 . (25) 60ns 175j RC9), Ers:2 N 3261 
40218 SP LR sA 10 1 300 50 (25) 25ns 175j RC 9), Ers:2 N 3261 
40219 SP LR sA 10 1 = 360 . (40) 25ns 200j 

40220 SP LR sA 10 1 05 235= 300 200 (40) 25ns 175j 

40221 SP LR sA 10 1 . (40) 20ns 200; = 

40222 SP LR sA 10 1 200 (25) 25ns 175j RC9), 2 N 2205 
40231 SESFWENER 100 18 (60) . RC 

40232 sp DL “or 2 . 100 18 (60) . RC 

40233 sp "ka N 2 » 0,25 90-175= 500 100 18 (60) . RC 

40234 SP L rN 2 0,5 0,2535-80= 500 100 18 (60) 175j RC 

40235 Ss LT VU (1) 6 0,0240 -170= 180 50 45 (16) 175 RC4T)T;Rz=3,3 dB 
40236 Ss LT VU (1) 6 0,0240-27 180 50 4 (16) 175 RC47)7 

40237 Ss LT Vu (1) 6  0,0227-.275= 180 50 45 (16) 175 RCA47)T;0,6 pF 
40238 Ss LT Hs (1) 6  0,0240-170= 180 50 45 (800) 175 RC47)7 

40239 Ss 6 50 45 (800) 175 RCA47)7 

40240 Ss 6 50 45 (800) 175 RC47)7 

40242 sp 6 50 45 [100] 175 RC47);Rı:2,5dB 
40243 sp 6 50 45 110 175 RC47)1,35 pF 
[17177 sp 6 50 45 110 175 RC47)0,5pF 

40245 Sp 6 50 45 [10,7] 175 RC47)1,5 pF 

40246 sp 6 50 45 [10,7] 175 RC47)1,5 pF 

40250, Vi S 4 4A 40 (1) 200) RC,-V1:mKf 
40251 Ss 4 15A 40 (0,5) 2001 RC # AC 

40255 Sd 1A (450). 200 RC 2 N 3439 
40256 Sd 1A (300) . 200 RC .2.,2 N 3440 
40264 SP Mu NL 50 10 100 30= 4W 100 (300) (25) 150 RC z: 40424/5 
40280 SP Lo VL 100 13,5100 1W 7Ww 500 18 (550) 200| RC 83) 9) 

40281 SP Nu VL 400 13,5100 4W 11,6W 1A 18 (400) 200j RC 83) 47) 

40282 SP Nu VL 800 13,5250 12W 23,2W 2A 18 (350) 200) RC 83) 47) 

40283 SP LMsT 50 1 05 >10= 400 . 30 (250) 200} RC 

40290 SP Lo VL 100 12,5100 2W 7W 500 50 (500) 200 RC 83) 9) 

40291 SP Nu VL 100 12,5100 2W 11,6W 500 50 (500) 200j RC 83) 47) 

40292 SP Nu VL 400 12,5250 6W 23,2W 1250 50 (300) 200} RC 83) 47) 


311 


40294...40413 Dioden un 
ı 2 


3 4 E se |7 E 9 lo [In h2 ha Is 


40UO4 
40405 
40406 
40407 
40408 


40409 


LR HH’50 2 25nA 25-65= 300 500 (40) 200 175 RCI)<ApF 
LR HU 100 1 0,4 >20 300 500 40 (850) 175 RC9) 
Li NU 0,1 10 1 30-200= 1W 700 50 (100) 200} RC 9) } 4) 
Li NU1 10 1 40-200= 1W 700 50 (100) 200| RC 9) 
Li NU 10 4 1 40-.200= 1W 700 90 (100) 200} RC 9) 

1 


50-250= 3W 700 90 (100) 200} RC 9) mKf } 4) 
40410 Li’ NU150 4 1 50-250=3W 700 90 (100) 200j RC 9) mKf 

40411 Mi NU4A 4 500 35-100= 150W 30A 90 (0,8) 200} RC 9) ! 
40412/V 1,2 Sd Li NA 30 201mA >40= >4W 1A 250 . 200} RC9)V1:mKf, V2: [Li 
40413 SP Lm’VU 2 2 10nA 30-180 300 , (35) (700) 2005 RC47)<1pF 


K Typ \Ab Fo |AwIr ‚Ur Is Us,/B N Imox ‚Umax fg tmax | Bemerkungen 
| | mA |V nA |V/- mW |ma |V MHz |°C 
T' 40294 "sp Im“ rv'3 7 Kon 30-1502 300 40 | (30)' 500 200 RC47),Rr<5dB 
T 40296 SP Lm’rV 3 1 10nA 30-150= 300 40 (30) 500 200 RC47),Rz< 3,9 dB 
T 40305 SE Lo VU 150 5 0,1 10= 7w 1A (65) 175 200j RC 9) 83)# 2 N 3553 
T 40306 SE Nu VU 150 5 0,1 10= 11,6W 1,5A (65) 400 200} RC47)83) # 2N3375 
T 40307 SE Nu VU 30 5 0,2510= 23W 3A (65) 175 200j RC47)83) + 2N3632 
T 40309 sd Li NLSO %4 02570.350=5W 700 18 (100) 2001 RC 
T 40310 Sd Mu NL 1A 2 10 20-120=29W 4A 35 (0,75) 2001 RC | 9) 
T 40311 Sd Li NLSO 4 02570.350=5W 700 30 (100) 2001 RC + —Vi:mKf 
T 40312 Sd Mu NL 1A 2 10 20-120=29W 4A 60 (0,75) 2001 RC | —V2:[Lix] 
T 40313 Sd Mu NL 100 10 SmA40-250= 35W 2A 300 . 200, RC 
T 40314 SP Li NL50 4 02570-350=5W 700 40 (100) 200} RC; Kpl:40319 
T 40315 Sdö Li NL50 4 0,2570.350=5W 700 35 (100) 200j 
T 40316 Sd Mu NL 1A 2 10 20-420=29W 4A 40 (0,75) 200j 
T 40317 SP Li NL10 4 02540-200=5W 700 40 200; 
T 40318 Sd Mu NL 500 10 5mA>50= 35W 2A 300 200; 
T 40319 $Sd Li NL50 4 02535.200=5W 700 40 (100) 200 RC; Kpl:40314 
T 40328 Sd Mu NL 20 10 500 >40= 35W 2A 300 . 2004 RC 
T 40340 SP Nu VL. 13,51mA25W 70W 3300 25 100 200j RC 83) 11) 
T 40341 SP Nu VL. 24 1mA30W 70W 3300 35 100 200) RC 83) 11) 
T 40346/V1,2 Sdö Li XT 10 10 5 175 2001 RC 
T 40347/V1,2 SH Li UL4SO 4 1 0. 200; RC |  y4.mKt 
T 40348/V 1,2 SH Li UL 30 4 1 90; = 2005 RC | Zy2: [Lie 
T 40349/V 1,2 SH Li UL 150 4 1 25-10=>1W 1,5A 160 . 2004 RC 2 
T 40354 S LTHs 10 10 SnA55= 500 50 150 (100) 175 RC 9) 2,8 pF 
T 40355 S ILTHs 10 10 5nAS55= 1W 50 150 (100) 175j RC 9) mKf 
T 40359 Kr NA 1 6 12 40-165 120 50 18 . 100 RC47) 
T 40360 Li NL1O 4 1 40.20=5W 700 70 (100) 200 RC 9) 
T 40361 Li NT50 4 1 70.350=5W 700 70 (100) 200j RC 9) Kpl:40362 
T 40362 Li NTSO 4 1 35.200=5W 700 70 (100) 200} RC 9) Kpl:40361 
T 40363 Mi NU4A 4 1mA 20-70= 115W 15A 70 (0,7) 200 RC 9) 
T 40364 Mu NL 500 5 500 35-1755=35W 7A 60 (15) 200| RC9) 
T 40372 mKf RC 
T 40373 mKf (Aw: Ug) RC 
T 40374 mKf (Aw: Ug) RC 
T 40375 . mKf (Aw: ULg) RC 
D 40378 Eu. 12. 19,8 12 [200] 4,5A 120 2, 100 RC 13) 19) 
D 40379 WLy/i2) 19,8 12 [200] 4,5A 140 2, 100 RC 13) 19) 
T 40389 . mKf RC 
T 40390 mKf (Aw: Ag) RC 
T 40391 mKf (Aw: HLg) RC 
T 40392 (Lix] RC 
T 40393 RC 
T 4039 >. [Lix] RC 
T 40395 Kr rn 1 6 12 170.250 120 50 (20) 10 100} RC47) 
T 40396 Kr NL +50 +1 -14 50= ie300 -+500418 2,5 85j RC41)47) 
! 
T 
T 
7 
T 
MT: 
T 
7. 
T 
T 
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Transistoren 4OU14 ... 40573 


7 ie |» 15 
U Is, Us,/B Bemerkungen 


HOLIL 5 "6 10nA 50.220 200 40 (30) ij RC4T)< 1 pF 
40429 25 22 20 6A 200 RC 86) 30 V/yus 
40430 25 2,2 20 6A 400 RC 86) 20 V/us 
40431 i . -OAkF- 3 6A 200 - RC 86) 30 V/yus 91) 
40432 . -O,lu- ‚ 6A 40 . RC 86) 20 V/us 91) 


HOUU 5 20mA 30-150= 140 W 120 j RC 9) 83) 7) 
40458 LT’ NH 10 10 10nA 100-300=2W 1A 40 ji RC 9) 

4OLS9 LT’ NH 10 10 10nA 100-300= 2W 40 | RC 9), mKf 
4OU6O Lm’W [0,1] +100,5 3,5 150 RC; B47)S pF 
KOU6N Lm’’ NH [0,1] [-4,5] 13K 3,5 150 RC: B47)S pF 


40467 LT VA [200] [5] 74 100 +20 [200] RC; B47) [0,2 pF] 
40U67 A Lm” VA [1nA] [5] 200 7,5 400 +20 [200] RC; B 47) [0,2 pF] 
4OL6B LT HA 1200) ] . 7,5 100 RC: B47) 5,5 pF 
LOU6B A Lm’’ HA [1nA] -8100,.A7,5 375 RC: B47) 5,5 pF 
40469 LT HsV(t) 6 20nA 40-170= 180 i RC 47) 88) 


40470 LT HsV(1) 6 20nA 27-100= 180 i RC47) 88) 
40471 LT HsV(1) 27-100= 180 ji RC47) 88) 
40485 Li’ ıY 10 . 2,2 . . RC 86) 30 V/us 
40486 wir iY 10 22 . . RC 86) 20 V/us 
40487 Kr M 1 40-2775 80 RC 47) 27) 


40488 Kr O 1 27-2775 80 RC 47) 27) 
40489 Kr H 1 40-350 80 RC 47) 27) 
40490 Kr NT 1 170-425 120 . RC 47) 27) 
40491 Mu’ NL 50 10 100 30-250= 3,8W RC, mKf 9) 27) 
40513 Sz gL 2,5A 4 2,5mA20-70= 83W RC 


40514 Sz UL 2,5A 4 2,5mA20-70= 83W ji RC[»= Mi] 
40517 Lm’rV 3 1 10nA 30-150= 300 ji RC4T) 
40518 Lm’’rV 3 1 10nA 30-150= 300 ji RC47) 
40519 LR H’U50 1 25nA >20= 300 RC 9) 1,8 pF 
40525 Li’ ıY .. "3022 . " RC 86) 5 V/us 


40526 Li iY wer . u E RC 86) 5 V/us 
40527 [5 2023 . N . RC 86) 5 V/us 
40528 Le iY . 10 . b . RC 86) 10 V/us 
40529 Lie iv . 10 . RC 86) 10 V/us 
40530 LIHY u 110 . a . RC 86) 10 V/us 


40542 Sz NL 4 1mA (0,8) RC #:[Mi] 
40543 Sz NL 4 1mA (0,8) RC #: [Mi] 
40553 Mu Y 2,2 15 SA Aus RC 13) 19) 250 V/us 
40554 Mu Y 22 15 SA hyıs RC 13) 19) 250 V/us 
40555 Mu Y 22 15 SAD Ays RC 13) 19) 250 V/us 


40559 LIT HM [1nA] 4] . 20 [100] RC; B47)5,5 pF 
40559 A Lm’ HM [1nA] -8 1OnAGc=2} 8 375 15 [100] RC; BAT) 5,5 pF 
40561 DwEH 4,5 43. SmW 3 1,8ns RC 25 pF 
40562 DwEH 9 eo.“ 10mW 2,5 900ps 100 RC25pF 
40563 Dw EH 18 5 20mW 2 600ps 100 RC 30 pF 


40564 Dw EH e 2 50mW 1,5 350ps 100 RC4OpF 
40565 Dw EH » . 100mW1 150ps 100 RC4O0pF 
40566 Dw 50 . SmW 3 1,2ns 100 RC15pF 
40567 Dw 55 . 10mW 2,5 600ps 100 RC 15 pF 
40568 Dw 65 . 20mW 2 400ps 100 RC2O0PpF 


40569 Dw 80 50mW 1,5 200ps 100 RC25pF 
40570 Dw 90 . 100mW1 100ps 100 RC25pF 
40571 Dw 50 49. S5SmW 3 600ps 100 RC 8 pF 
40572 Dw 55 , 10mW 2,5 300ps 100 RC8pF 
40573 Dw 65 . 20mW 2 200ps 100 RC 10 pF 


mmmmm mmmmm mmm2Z2 00044 00000 0-44 AT A444 40044 Iz222 ZZH-4-4 0000-4 


anmom wmaan nam 
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40574 ....40829 Dioden und Transistoren 


la Is |6e | le n |ı2 


[| Awl U ls ur |N In Imox |Umox Bemerkungen 
| er [Y HAIV/- mw [mA v % 


7777 IT 35 50Omw'1,5s '8 100ps 100 RC12pF 
1501615 1 [450] 15A 200 345 100 RC 13) 86) 
15 1615 1 [450] 15A 400 3us 100 RC 13) 86) 
100 5° 0,0150-.275=500 500 60 [150] 200j RC 9)83) . TA7079 


so 15 0,1 1,8W 1W 400 55 (800) 200 RC 9) 83) .—. TA 7080 
o +3 50 27-37 500 +2A +32. 100} RC 21) 36) 3 V 
30 4 0,8 70-350= 1200 2A 95 . 200 RC9) 

30 4 0,8 70-350=120 2A 9 . 200 RC9) 


[inA] -20 . 400 18 +20 [200) 175 RC; B47)22) 
[1nA] -20 . 18 +20 [200) 175 RC; B47)22) 
[1nA] -20 . 18 +20 [44] 175 RC; B47)22) 
) 
) 


[1nA] -20 . 18 +20 [100] 175 RC; B47) 22 
[nA] -20 .. 18 +20 150 175 RC; B47)22 


so 15 = 400 40 (700) 2001 RC 83) 9) 1 
0 4 700 25 200 RC9) 

1A 2 30-150= 1250 5A 235 . 100 RC9) 

1A 30-120= 180 4A 3 . 150 RC9) #:[Mu] 
50 70-50=-1W 70 2 . 200 RC9) 


1A 30-120= 1800 4A 30 . 150 RC9) #:[Mu] 
1500 25-100= 1800 4A 32 RC 9) #: [Mu] 
1500 25-100= 18600 4A 40 RC 9) 4: [Mu] 
1A 50-170= 12,5W5A 45 ö RC 9) [+ Mu] 
2500 20-100= 1800 6A 45 . RC 9) [# Mu] 


150 0,25 100-300=3,5W 1A 45 . RC 9) mKf 
1A 500 50-170= 12,5W5A 55 . RC 9) mKf 
2500 1 20-100= 1,8W 6A 55 . RC 9) [# Mu] 
150 0,25 100-300= 3,5W 1A 55 . RC 9) mKf 
1A 20-70= 18W 4A 35 . RC 9) [# Mu] 


1500 20-70= 18W 4A 40 . RC 9) [# Mu] 
2A 20-70= 18W AA 45 . RC 9) [7 Mu] 
3A 20-70= 18W 6A 60 . RC 9) [; Mu] 
kA 20.-0= 2W 8A 75 . RC 9) [’ Mi] 
150 50-250= 1W 700 75 . RC 9) 


150 50-2350= 1W 700 95 . RC 9) 
AA 20-70= 115W 15A 95 RC 9) 
[20nA] (20) {10] 12 3300 15 +20 (200) 175 RC; B47) 22) 65) 
6-35 5-40 0,9 150 1,9A 100 . 100 RC 86) mKf 
bis 100 V/us 
6-35 . 5-400,9 150 1,9A 600 . 100 RC 86) mKf 


(= 2x AC 127 + 2x AC 128) . . Va 89), MB 
(> AC 187 + AC 188 + AC 187/01 + 'Ac 188/01) MB 43) 36) 37) 
(= BF 194 B + BF 195 C + BF 195 8 MB 43) 37) 
(Ers: BF 177, BF 178, BF 179) . . Va 37) 


(= BF 179 A + BF 179 B + BF 179 C) MB 43) 37) 
(= BF 254 B + BF 255 C + BF 255 D) MB 43) 37) 


o 


vun wmounuu vuugu vovrvmu vugo 
an RRRARN RIRND Annan pn 


D 
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M 
7 
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Tr 
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T 
T 
T 
Tr 
T 
al 
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T 
T 
‚ 
W 
T 
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T 
7 
T 
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D 
D 
T 
: 
Fr 
T 
T 
T 


Anmerkung: Wegen Platzmangels können in dieser Auflage nicht alle fünfstelligen Zahleniypen 
der RCA aufgeführt werden. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an die deutsche 
Vertretung [E 2]. 
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Fotohalbleiter (Fotoelemente) 


EATE3 

HSSP-2-40 x 

LD 22 AO 
LD 23 AO 
LD 24 AO 


LD24 E ANJO 
LD 30 
LS 221 
LS 222 
LS 223 


MS1 
MS1A,AE 
MS1B,BE 
MS1C,CE 
MS? 


MS2A 
MS4 
MSAA 
MS5 
MS5A 


MS 6 
MS6A 
MS7 
MSTA 
MSBA 


MS9 
MS9A, AE 
MS 9 B, BE 
MS 10 
MS 11 


MV 50 
5 0510 E 4-11 
$ 0520 E 4-11 
S 1020 E 4-11 
SA 5-M 


vnnun nmuunvun wnmnunn vmnonn nuu> 
< 


ö 


u. 


Maße |lauf- 


mm |spg.V| mA 
48%x22x0,6 0,25 0,03 
46x8x5 0,2-0,3 0,2 aA 
7,6x25x22 0,35 0,016 
48x2,2x0,9 02 0,005 
Hg 0,13 0,0015 
Hg 0,2 0,002 
10x20x0,9 0,45 10 
10x20x0,9 > 0,1 0,09 
10x20x2 > 0,1 0,09 
6,5x123,8xX2 >= 0,1 0,03 
10x10x2 > 0,1 0,045 
6,4%X64x2 > 0,1 0,016 
20 x 20 04 >30 
20x 10 04 >15 
12x3 <035 >25 
— E;18A2 04 0,04 
5,98 x6,3 = (20) 
29 x 12,7 03 0,3 
2ER IRT 03 0,3 
29 x 12,7 025 0,25 
64x25 2 42 
= —  (15A) 
» _ (22 A) 
0,41 x 0,002 - (30 A) 
= Lm _ 1mW 
= Lm _ 20 uw 
H- 0235 . 

Hg’ z 0,29 
H- 0,35 
48%X23x08 04 0,025 
verschieden 0,45 0,75 
8,7 mm?.eff. 0,15 0,75 
verschieden . 0,05 
19x12,7x0,8 0,35 0,65 
222 mm?-eff. 0,45 19,5 
6,3%X6,3x08 04 0,1 

34 mm?-eff. 045 3 

6,3 x 12,7 x 0,8 0,39 0,2 
67,7 mm’-eff. 0,45 6 
6,3%x19x0,8 0,38 0,3 
101,5 mm?-eff. 0,45 9 

6,3 x 25,4 x 0,8 0,37 0,4 
135 mm’-eff. 0,45 12 

6,3 mm?-eff. 045 0,2 
3,4x1,3x08 04 0,02 
verschieden 0,45 0,3 
verschieden 02 0,02 
34,5 mm?-eff. 0,45 3 
25,48 x08 0,33 1,33 
29x25 _ 20 (40) 
5x10x0,6 4.11 
5x20x0,6 8..22 
10xX20x06 . 18-49 
329 x9,5 0,4 S6jinch” 


| Leer-| Kurzschlußstrom 


| bei 


1000 Ix 
1000 Ix 
1000 Ix 
100 Ix 
100 Ix 


100 Ix 
10000 Ix 
100 Ix 
100 Ix 
100 Ix 


100 Ix 
100 Ix 
10000 Ix 
10000 Ix 
10000 Ix 


1000 Ix 
(1,7V) 


1250 ft. cdi. 
1250 ft. cdl. 


1250 ft. cdi. 
100 mW/cm*® 


950 nm 
660 nm 
280 ft. cdl. 
1250 ft. cdl. 
1250 ft. cdl. 


100 ft. cdi. 
3000 ft. cdl. 
30 ft. cdi. 
200 ft. cd. 
100 ft. cdi. 


3000 ft. cd. 
100 ft. cdi. 
3000 ft. cdi. 
100 fi. cdl. 
3000 ft. cd. 


100 ft. cdl. 
3000 ft. cdl. 
100 ft. cd. 
3000 ft. ed. 
3000 ft. cdl. 


100 ft. cdl. 
3000 ft. cdi. 
3000 ft. cdi. 
3000 ft. cd. 
100 ft. cdi. 


av) 

0,4 Volt 

0,4 Volt 
0,4 Volt 
2000 ft. cdi. 


0,236 


5 3] !max 

HE= 

<aR sc 

L 150 

1 75 

« 100 j 

12 150 

$ 100 

. 100 

e 100 
100 
100 

P 100 
100 

” 100 

14 100 

7 100 

25 100 

3 100 

10ns 100 

20 

20 

20 

{OkHz. 

10kKHz. 

10kHz. 

0,15  100i 

;| 85; 125 

1 85; 125 

1 85; 125 
85 

5 85; 125 
120 

5 120 
120 

5 120 
120 

5 120 
120 

5 120 

1 85; 125 
120 
85; 125 
85; 125 

1 120 

1 85; 120 

ins 70 


Herstel- 
ler, Be- 
| merkgn. 


SH 

Tf21) 50 Ei. 
MB, f.Leseg. 
SH 


SH 71) 
SH 71) 
SH 


SH 0,85 um 
SH 0,85 um 
SH 0,85 um 


SH 0,85 am 
SH 0,85 um 


LD; Laserd. 
LD; Laserd. 


[E2] 650 nm 
IR 68) 

IR 68) 

IR 68) 

IR 
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Fotohalbleiter (Fotoelemente) 


n 1 Ui 
Typ |Art Form, Leer-| Kurzschlußstrom N £ | tmax Herstel- 
Maße lauf- max nem ler, Be- 
| mm 'spg.V| mA | bei mW \< 2°C | merkgn 
SAS-PL s 299x5 0,4  S6jinch” 2000 ft. cdi. . . . IR 
SA5SA-M Ss 320 x9,5 0,5 75/inch” 2000 ft. cdi. . . « IR 64) 
SASA-PL Ss 299x5 0,5 75/inch” 2000 ft. cdi. . . . IR 64) 
SS-10 Ss 10x20 04 28 100 mW/cm? 11,2 . 5 So 
bis bis 
SS-22 Ss 5%5 04 3 100 mW/cm? 1,2 So 
SS-23 S E 0,4 1,5 100 mW/cm? 0,6 So 
SS-30 s 04 75 100 mW/cm? 30 . . So 
SS-31 Ss . 04 18 100 mW/cm? 7,2 . . So 
TP60 s Ho 0,44 10 10000 Ix u . 80 SH 80) 
TP61 [BPY 63) S 168 x2 0,44 10 10000 Ix 4 100 SH 80) 


Nachträge und Notizen: 
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Fotohalbleiter (Fotodioden D und -transistoren T) 
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0s=95s3 “100 EE 0 L 0r € y xı/vw 800'0 wH dudıo Jose 53 
oy 05 Yo 008 05 0L 01° 'E 0, vr wiw/yriooe by 19 d+3 
(ar(99 31 !osı " or 008 vwı 05 vo x A SUXI 0001 „WII AAS 8L Add 
ZHO LSIa'aw looz sus'o 005S(A00L) SLOO'0 0 vwuz Lo "SSUTEIKTES as LLAd8 
ew Iszı [4 0L 0 €o0 0€ vo 80 Mu-OIXS'T=IN Mus yX wg) 41dS 9LAdE 
(Ts (irPAaw Iszı 9 08 (A09F) vr 0s soo 860 xı/yrl 2E'0 osu daPpS 69 Add 
(wiizeA'aw Iszı tr 08 (A09F) s'ı os soo 860 xy So Psuı]!yExXSa'T daps 89 Add 
9S'p3 looz 01> 005 < $; (09) vuL 80 ‚wa/Mmw/vriosz ‚m LdS sIAdd 
“ıy>suD | ws Iszı Ss 007 As!wga So st vus sz2o (X1 000, 199) w 1111/79 Add 

‚sısog | vuyoHs ISTı s AS ag els'/s’o st vus sLo (*X1 000, 129) 6H 

95 'p4 floor [I 028 06 Ss 07 vus go ‚wo/Mw/vriosT Dal 

DA : 00€ Er k z “ si R x1 000,/ vr! 0% FIR 

DA 4 0 H d r 3 £ E x] 000.,/vı" 0% 118 

HS 001 005 3 R vo 07 so seo xı/vu 00, < EOXSXS 

DA'aW 051 € 0s La u: 0E sTo go "SUTTEX DIL 
(9aw !osı 07T 0ST 00, Tr (0 vo 80 5 „WII AAS d99 Xdd 
(er) Iszı 007 097 0S S s vo 820 xı/vıt os Lau ES IS 65 Xdd 
BorlızJı 159 "007 05 sro S To 820 T EXZ'IXOE 15 85 Xdd 
HS 001 005 R 4 £0'0 0, vo seo xı/vusı < STXYXS'I9 dQdS 89 Xdd 
HS Iszı "00€ x L sT vo 8o x K'EVBL'TIFT 1dS £7 Xd8 
roraw Iszı (Au) 05 vo 0 9 80 (10001/A0L)Xxı/wuoTL EOXSXL QdS 7 Xdd 
(oraw Iszı "(A8l) 0, ‘0 sh Tr 80 (XI000V/ASWXIVUOE EIOXTTXLY QdS 17 Xda 
toraw Iszı "(A8l) Ss 600'0 st 90 80 (x1000,/ASHXI/VwUOL EOXELXYE QdS 09 Xdd 
Hs ISzı "00€ ’ sı ST ro 80 VEVBLTTS® — 1dS SE XIg 
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(mL Iszı SIE STE 02 8 07 » sto (vw y/As)xılvig ITS 15 87T Xd8 
DA'aw losı S'k 00€ 001 8 Yı 80 x 000,/ vw s ssuyj:p wir IdS STXdE 
Hs Iszı “007 2 70:2 ST sto 820 "NY XRBTS L1dS 0 da 
(eLHs 08 07 05 0 : (3 8 Ss’,  xı/vwuozz/ogr/oor “wu Q9 IMIEL AdV 
(eLHs 08 or 08 0, 00, 8 ss  xılvuorz/ogr/ool ‚wı a9 INMI/TE AdV 
(8Hs 085 ü 07 T ST sc xı/vw .-OL’0L 5H 9 II bh AdV 
(Hs 05 Y 07 T ST 8. 5 xı/vw .-0,°9 6H P} I bh AdYV 
(eHs 05 ji 07 T 05 s st xı/vw .-OL’04 65H P} 110) AdY 
(eHs 05 07 T 05 5 xı/vw ..0,°9 5H PD} 10) AdV 
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>o 6)| mw| yw yw A yrl wri | ayuız pun yayı ww | 13J= 
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"ajajsuag | DW, -uy Pu] woss-pH (xXow)iag -jeyung Pyyaıpunydwg |yozeE 's's 'wsoy BY dAL 


ee 


ads | 


Fotohalbleiter (Fotodioden D und -transistoren T) 
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Schlüsseltabelle für Ausführungsformen (Fo = Spalte 4 der Haupttabelle) 


Die in Spalte 4 der Haupttabelle angegebenen Ausführungsformen sind nicht allgemeingültig, wenn mehrere 
Hersteller angegeben sind. Außerdem kommt es häufig vor, daß ein Typ eines Herstellers neben- oder nach- 
einander in verschiedenen Gehäusen geliefert wird. Ein’ (z. B. Fk’) bedeutet kleine Abweichungen von den 
hier genannten Maßen; ein" oder” (z.B. Li", Lm°) ist in Fußnoten oder in eigenen Datenzeilen erklärt. 


Anmerkungen zu dieser Schlüsseltabelle: 


Zollangaben (z. B. Y,’’) und fette Zahlen in Spalte di sind amerikanische Gewindemaße 
SW in Spalte D oder dd = Schlüsselweite 
in Spalte Bemerkungen: 


A = Anode F = Fahnenanschlüsse (Zahl = Länge) ” 
B = Basis L = Litzenanschlüsse (Zahl = Länge) Yerkindliche/Anseluß- bawe. die 
€ = Kollektor oD = ohne Drähte, meist Steckanschlüsse Druckschriften der Hersteller. 
E = Emitter K = Katode oder Plus 
D = Drahtanschlüsse m = mark.= markiert Farbkennzeichnung nach DIN 40820 
P = Patrone E= braun, B= gelb, C =rot. 
St = (Löt-) Stifte 


Die Zahlen sind nach oben aufgerundete (Höchst-) Maße (in mm); hierzu die Skizzen S. 332-338 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


Norm 
Aa 19 = . 7 D 0,63% x41;K=Ring 
Ab 2,8 12,9 4,3 ca.20 1,8 5 D 0,5% x 30 
Ac 2,8 10,6-12,9 4,3 ca.20,1 1,8; 2,4 5 oD 
Ad 2.8 9,4 2.8 1547 1,8 5 D 0,5% x 30/33 
Ac a 15 4,5 
Af 5 13,5 5 . 6 » D0,6@ x 40 
Ag 2,2 7,6 22 za 4,5 . D0,5@ x 30 
Ah 5 13,4 5 234 18 42 r oD K=Ring 
Ai 2,1 7,6 2,1 . 2,15 4,8 “ D0,4@ x 33,5 
Ak 4,5-5,7  12,5-12,7 4,7-5,7 22-24 2 6,35 . D 0,8% -H41 K=Ring 
Ba PR 21 4,5 72 D 0,65 x 40 
Bb 4 21 4 29 4,4 5,85 oDK = versilbert 
Bc . 8-12 . 20 1,8 4 D 0,5% x 26 0.32 
Bd 32+24 . 3,2+2,4 19 2-4 5:5 D 
Be > 8,9 = 19 2 5 oDK = Ring 
BIT. . 7,6 . 19 2 3,3 D 
Bo .- . 13,5 - 19 1,9 6,35 D 0,60 x42 K=Punkt 
Bh . 47 . 4,7 19,6 1,9-2,5 6,1 oD u. D 0,6 x 41 4) 
Bh’’ DO-23 4,5-4,83  9,8-11 wiel1 19,4-21 2,3-2,4 6,1 P,oD 
Bi. &% 10,3 4,4 R 1,9 6,35 D 0,63& 
Bk. 3,2 12,7 3,2 19,1 2 5,7 D 0,505 x25 K=Ring 
Bl 4,5 . 3,5 13,5 R 4 D 0,5% x 30K bei 13 
Bm . 3 12,5 3 18,5 1,8 5,5 oDK=rt 
Bn 3 7 3 13 2-3 5,5 D0,85 x > 35 
Bo 5,1 42 5,1 14,4 5,1 6,9 0D; 0,5 0.19 x 1,8 
Bp . 2 7,5 2 235 2 6 D0,75 x 40 
Bq 3 13 3 16,2 . 6 D069 x 40 
Br . 2,5 | 2,5 7,1 M2 3,8 oDK = Farbpunkt 
Bs . 8 4 5,6 21,4 R 9,5 oD 
B . 3,2 2,54 3,2 8,9 3,2 « 3,9 oD; Schlitz = Anode 
Bu = 7,6 ö 3,8 DK=Ring 
Bv 2 67 h 3,56 D 
Bw 7,23 19,3 ca. 1,9 3,56 D und oD 
Bx div. <14 div. z.B.22 div. . <8,3 D0,85x> 26 
By 51A2 0 <7,5 =, . 2,32,6 DO,4@ x26...36*) 


320 *) K-Draht gequetscht 
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Fo| 11 12 13 Anschlüsse, Bemerkgn. 
Norm 

Bz 5242 0 <15 o =I, c 2,6-5,1 D0,5...0,78 x 26...45 

BA . 02-2 3,9 0,2 43-7. 5 1,9 D25...32 

BB 1,5 1,27 ca.1,6 <45 1,57 . 2-+3,1 oD 

BB’ 1,5 41-45 1,5 6,6-7,2 1,6-1,8 2,5+26 oD;K=m 

BC DO-15 0 5,8-7,62 0 = Draht-@ . 2,6-3,6 2D 09 9x2 254 

BD DO-34 0 2,1-3,1 0 =2 Draht-@# . 1,2-1,9 2D=.059x212,7 

BE 54A2 0 3,5-5,4 0 =nR 0,5 1,5-2,2 2D*058x225 

Ca . 5 5 18 6 D0,8 x 41 

Cb 17,5 7,95 D>23,4 

Cc 17 e 4 D 0,5x25,5 K=Ring 

Ga 5 ® x 14 3,7 D27K = Ring 

Ge#, s ’ \ 13,5 2 4,1 D2,5K = wsRing 

cf (SOD-6/1) . » . 12,7 c 5 D 0,6-0,75 x > 33 

c . € = 3 10,5 5 F 4 D>22 K=4Kerben 

Ch DO-26 { s A 8,7-10,4 . « 3,4-4 D<0,4% x 29...42 

ci . n 5 3 10,5 . a 45,5 D 0,5-0,88 x 25u.41 

ck . . « © 8112 . e 3,5 D 0,4% x 34,5u.37,5 

ci DO-29 . “ = 8-9,2 . . 3,8 D<S089xS38 

Cm . . « . 7,6 . . 3,2-8 D 0,59 x25,4 ü 

Cn (DO-15) . " A 71-76 . B 3,2 D 0,5@x 25,4 K=Ring4) 

Co DO-14 <7,6 & 2,7-3,6 D 0,5% x25,4K=Ring 

Cp (DO-7) ® 7 & 2,6 D 0,5% x 30.38 K=Ring 

<a. 6,73 B 2,7-3,3 D0,5% x 25,4 

Cr 6,7 3,3 D 25,7 mit Hülle 

Cs . 6,35 5,1 D0,89 x 28,5 

< 6,35 2,8 D0,5% x 28,5 

Cu 2 8 2,5-2,8 D 0,5% x30 K=mark. 

Cv DO-7°) 5,8-7,65 22-275 D058x>225K=m. 

<w 1,73 1,07 D 0,25% x>11 K=m. 

x 10,2 6,3 D0755 x 30 

Sy: ; 9,5 5,1 D19 x 25,4 

Cz DO-41 E . e 45,2 <27 D=08x 2 28 

CA DO-35 , 56 A 2 — SOD-17 3-5,1 1,5-2,3 D059x>12,7 

CB DO-16 R - - 1,2-2,54 1,3 2D*039x2>114 

cc DO-18 a e h 1,2-2,54 1,52 2F*05x2127 

Da . 4,5 a 5,8 16,6 7 F 21 

Db . s . . 12 . . 6 D0,39 x 29 

De . . 7,5 5 12,7 . . 6 D 0,60 x 35 

Dd/D . . e 6,7[48 . B 3,3/5,5 D od. F[D 36 

Di. . & ca. 3 = 2,2 2,6 D25 

Ds . 1 . 4,8 20,6 2,4 6,4 7,5 B 

Dh DIN 1,4 14 475 213 2% 6,5/6,1/5,5 7,5 P K=Stift DIN 41861 

Di 7% 1 % 5 15 2,1 5 6 P 

Dk DO-2 12-415 156 48 214 239 6,35 747,62 P 

DI . 5 e 3 12 . 6 

Dm . 1,27 21 14,5 1,28 8,7 9,3-9,5 pP 

Dn . 3,7 h 17,5 1,6 . 8,7 koax. P 

Do . 6,3 19,5 1,3 8,7 koax.P I 

Dp DO-37 >3,7 19,5 0,84 3 5,4-5,6 koax.PK = Stift 

Dg . . . . 12,5 . 6 7 D049 x 25,4 

Dr’ . B R 3,2 . . 9,53 D 0,635 & 

Ds « A . . 15,9 . 5 12,7 D 0,635& 

DE % . P $ 3,2 . . 6,35 D 0,6358 

Du. , 2 ; 105. : 6 oD B 

Dv. - e 5 8 Ä - 3x3 200,58 x 227,K=Ring 


21 KTT *) DO-7 2. Glasgehäuse DIN 51 A2;s. a. By und Ef 321 
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Fv DO-13 
Fw 116A2 
Fw 117A2 
Fw'’ 222 A4 


Fw’’ 223 A4 
Fw’ 224 A4 
Fx DO-6 
Fy (DO-48) 
Ga. 


Gb. 
Ge . 
Gd. 
Ge. 
Gf 


Gf” DO-10 
Gg DO-5 
Gh. 
Gi . 
Gk TO-49 


Gk’ DO-30 
GI DO-4 


Gs SOD-8/1 
Gt SOD-5/1 


Gx’ 200A 3 


GJ 108A2 
GK 101A2 
GK 101B2 
GL 10242 
GL 103A2 


21* 


7,6 42,7, 

= 9,53 

3,32 10,7 

0,6 7,5 

- 7,94 

0 <9 

8-12 

10-12 . 

B 135-165 

B 180-220 
225-275 

4,2x0,5@ 3,94 

0 8-8,9 

9,5 10,2 

7-9 8-11 

7,5-9,5 6 

F 14 

10,3 16 

11,2 9,5 

<11,5 <1i14 

<s11,5 <11,5 

11,1 10,2 

11,1 8-9 

15-20 25-29 

15-21 64 

10-12 9-10,3 

11,1 10 

10-13  7,6-10,2 

11,1 17-21 

10-11 9,5-11 

62 10,3 

9,3 9 

18 21 

13,5 15 

5,5 . 

8 14 

10 10 

10-12 div. 

7-9 div. 

10-12  10-12,5 

116 7,6-14,4 

12 

11 

12-15 13-19 

6,35 B 

11,2 3,5 

9,5 9,5 

10 13,5 

6,35 8,3 

12-14 div. 

7-8 10-15 

7-8 10-15 

8-10 >10 

9-11 >10 


2.B.5 
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28 3,2 
>20 - 
17,5 1,63 
184 5 
13,5 0,6 
ca.5 

<14,5 

95 

110 .» 

= 3,68 11,8 0,56 

13,4-14,3 2,3 
38,7 M4 
29 M4 
(33) M& 
21 M4 
36,5 r 
31,75 10-32 
<36 10-32 
32-377 11,”,M6 
30,5 Ya 
30 10-32 
<65 3/8" 


113-142 1/2”-20 
<32 M5,10-32 


28,6 A 
28-35 10-32 
36 10-32 
31-34 10-32 
<2 MS 

24 M4 
62,5 M12 
46,5 M8 

23 M3 

38 M6 

37 M5 
35-377°°_ M5 
32-34 M5 

41 Yı'o.a. 
43,4-36 Y4'-28 
33 (M3) 
36,5 Ya 
184 28 

21 (M)6 
22,2 10-32 
24,2 6-32 
86 M6 

. 4-40 
274 M20x1,5 
62-73 M5 
<113 MS 
118-140 M6 
119-141 M8 


DB SrnoNn 
Nu wWIPon 
“a, = 


85 Sırıaıa 
u 


8 


[anw 

Din 
” 
S 


5 


54 
35,5-36,5 


43,5-44,5 
53,5-54,5 
4,37-4,78 
=d2 


sw 27 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


D 0,76% x 25,4 

3 D0,8% x 25,4 
D0,25 x > 25,4 
D 0,85 x 38 

D 0,615 x 38 


Se 
gu 
. 


man -NDvan 
oo oO 
[2 
® 
Q 
x 
w 
” 
w 
S 


Pr 
» 


D und/oder F; # DO-10 


axiale + radiale F 
1F 
1D = 2Lötstifte 


L(+ Fod.D) # Do-8 


1L 


SW11-13 (11g.+)1k.51.;2SOD-4/5 


sw17 
sw11 
sw11 


SW 11 
SW9 +0,5 
10,3 
sw27 
sw17 


7 

Swi4 
sw11 
sw 11 
sw 11 


Swi4 
swi7 
(SW) 14 
sw13 
sw29 


6,4 
sw11 
sw8 
Sw19 
Sw6 


SWw36 
sw11 
sw11 
SWwi4 
sw17 


111g. + 1 kurzer Stift 
1Ig. + 1 kurzer Stift 
1 Lötstift 


1 Lötstift (evil. + 1 F) 
2 F(koax.) 

DiS x 36 

11113 

Lod.F 


2F10u.18 
1 Ig. + 1 kurzer Stift 
1 Lötstift 


m 
- 
zw 


0,88 x 38 +41 
9,5 u.18 


(AWG Nr. 23) 


. B. 220 
39 


n 


“Aaana alDan DD 
aan 
Terfe 


0000r Ororor 


90901 
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Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Fo| 11 Anschlüsse, Bemerkgn. 
Norm 

GL’’201A3 8-10 div. div. 120-148 M6 14 SWwi14 1 dicke, 1 dünneLo.D 

GL? 201 B3 11-13 div. div. 123-151 M6 14 SW1i4 1+1Lod.D 

GL+202A3 9-11 div. div. 144-176 M8 17 SW 17 1+1Lod.D 

GL“ 202B3 13-15 div. div. 148-180 M8 17 SW 17 1+1L0d.D 

GM 105A2 12-14 <60 div. 139-179 M12 <?77 sw27 1Dod.L 

GM'’204A3 12-14 div. div. 147-179 M12 27 SW277?_ 1+1Lod.D 

GM°204B3 17-19 div. div. 152-184 M12 27 SW277_ 1+1Lod.D 

GM+204C3 17-19 div. div. 152-184 M12 24 SW%4 1+1Lod.D 

GN 106A2 12-14 <80 div. 167-199 M16x1,5 <32 SW 32 1Dod.L 

GN 10742 12-14 <110 div. 222-274 M24x1,5 <41 SW41 1Dod.L 

co. 10,5 9-12 o 20-23 1/4 15 sw 17 } Metall/Kunststoff 

GP. 10,5 7-10 0 17-20 M 5; 10-32 10 sw 11 Stripline 11) 

GQa DO-9 20-21 37,15 . 147-173 3/4-16 31 SW 31 IL 

GR DO-11 10,7-11,516,3 12,3 40,2 1/4''-28 17 SW 17 1 Lötstift, 1 F 

GS TO-83 20,3-21 div. div. 46 1/2211 26,2 sw27 1kl.-+ 1 gr. St.m.F 

GT TO-103 12-13,1 div. div. 42-53 5/16”-24 18,5 SW 18,5-191 kurz. + 1 Ig. Lötst. 

GU 203A3 10-12 div. div. 145-177 M10 22 sw22 1+1L0d.D 

GU’”’203 B3 15-17 div div. 150-182 M 10 22 sw22 1+1Lo0d.D 

GV 205A4 12-14 div. div. 147-179 M16x 1,5 32 SW 32 1+2L0d.D 

GV’205B4 19-21 div. div. 154-186 M16 x 1,5 32 SW 32 1+2L0od.D 

GW 206 A4 12-14 div. div. 192-234 M20 x 1,5 36 SW 36 1+2L0d.D 

GW'’206B4 23-25 div. div. 203-2455 M20x 1,5 36 SW 36 1+2L0d.D 

GX 207A4 12-14 div. 225-275 237-289 M24 x 1,5 41 SW 41 1-+2L0od.D 

GX'’207B4 27-29 div. div. 252-304 M24 x 1,5 41 SW 41 1-+2L0d.D 

GX’207C4 12-14 div. div. 237-289 M24 x 1,5 55 SW 41 1+2L0d.D 

GY 208A4 17-19 div. div. 242-294 M30x2 50 SW 50 1+2L0d.D 

GY’208B4 31-33 div. div. 256-308 M30x2 50 SW 50 1+2Lod.D 

Ha . . . . 6 2,5 . 6 D30K= rt 

Hb . . . . 7,5 3,5 . 9 D40K=rt 

BE! . . - 4,88 7,1 4,6 . 1 D055 x38K=rt 

Hd. E 5 4 7,5 2,8 6,5 6,5 D0495 x30 A=rt 

Hl . . . . 16 » 9,5 12,7 D3B8C=1rl 

Hg (M 71) & R r 12,5 f « 2,2 D 0,25 -+ 0,55© x 15 

Fh% B 19 2,4 D 

Hi 15,3 . 2,08 D 0,2505 x 33,vergoldet 

Hk . . 12 . 2,6 D23 

Hi. . . 20 « 4 D23 

Hm 8 . 10 5 . D 

Hn . 2,1 15 . 5,9 3D0,43% x 37 

Ho 6 6 - 12 . M12 15,5 2D5% x 30 

Ja 5 49 93 4,83 9,7 12,45 D0,450 x 37 

Jb . 1,22 4,85 8 7 . 10,9 D 0,435 x 38 mKf 

Je = & % 11,7 5,8 10,7 D 

dd. P; 12 4,8 7,8 5 10,5 D 0,455 x 40 

Je (TO-22) 2,5 1,22 4,85 8 5,4 10,3 D 0,43@ x 38 

. 4,88 8 5,4 « 10,3 D 0,45% x 38 

lg . R 5 12,5 4,5 9,5 10 D 

Jh F 12 48 93 4,83 9,7 12,6 D 0,438 x 38 

Ji - 1,22 4,88 8,2 4,5 . 9,5 D 0,435 x 38 

Jk 2,4 . . ZeLL 4,37 9,3 10 D 0,459 x 38 

1. 2,3 1,22 4,88 11,2 4,37 9,3 10 D 0,450 x 38 

Im TO22 1,5 12 415  <835 47 8,25 <875 3D0,450 x 38 

In. - 1,7 5,3 7 4 - 8 D 

30:87 5 3 12,7 6,1 7,4 e DC=rt 

Jp A 8 3,6 5,1 DC=rn 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


lq & « D 
Ir ® D = Sockelstifte 
ls " D 
a & 4D (2 Systeme) 
IA e 8,5 5 ; 10 3D38 
iv TO-119 . z A 141,65. =D 4,657 3F%06x>6/1 
Jw DO40 . £ a 3631 « ; 15173 2Fx1x0% 
Ix MT-59,66 . E * 42 R 99,5 3 — 4 F od. D 95) 96) 
y TO-51 % R s 1,53<2 . F 3,642 | D0,38 + 0,649 x 12,7 
Jz TO-50 : ü e 1,53<2 . 4,3-5,4 } 0d.F0,1x <0,7x 6,35 
lz 5083 a A R 2,1-2,7 =D 43-52  3F1,2x 0,2 X 50d.9 
%, 084 %. i ’ 21-27 . =D 43-52  4F12x 02x 50d.9 
JA TO-117, » SOT-36, -48 5 3,5-5,9 [8-32] <D 61-96  95)4Dod.F04@ 
B TO11 . N ; 3751 . 132-151 15-173 4F»1xX04x25 
Ic TO-128 . i N 7,1-7,3 [8-32] : 11,412,7 95)4F& 2,3 x 0,4 x 12 
JD TO-129 5-5,84 [8-32] ; 92-94 IS)2F-+2F14u.11 
JE TO-130 . : ; 3747 . ; 99,52 4Fx08x 038 x> 12 
JE TO-131  7,6-9,9 10,7-12 5,08 19,6-22 10-32 9,9-104 SW11 3D04-0,538x> 12 
IG SOT-5 . ; x 8,5 14.8 =D 16 H)AF=6X6X 0,25 
Ka. : 3,8 12 - R 5,5 Sockelstifte 0,8 x 7 
Kb. ü ; 3,8 12,1 5,5 ; 6,85 Sockelstifie0,8x 7 
mit Schutzhülse 
Ke . h ; : 13 - P 72 D40 10) 
Kd . F R > g P e 4 Sockelstifte 10) 
Ke . ; ; 2 - r 5,5 D4C=rt 
Kr. 0,85: ‚2,1 20 - i 5,9 D 0,439 x 37 C=rt 
Kg. 0,85 2,1 15 - R 5259 D0439 x 37 C=rt 
Kh. 0,85 2,1 15 5,5 D <5,9 D 0,49 x 20-40 C=rl 
Ki. 0,7 2 14 5 ; 6,1 09 C=rt 
Kk TO-40 <3 1414 475  <127 <61 5,9-6,6 3 Stifte 0,4-0,5 © x 4-5 
KIı. ‚ f h 10,55 48 " ; D 0,38-0,43 x > 38 
Km TO-2 0,7-09 <6,5-7 - ; <3,5 D 0,359 x <38 C=rt 
Kan. : 6,5 = 2,9 D039 x <40 C=tt, 
E=ge 
Ko S £ & 6,8 - 2,8 Ds C=r,E=ge 
Kp. \ 08 22 157 - 6 D 0,459 x >30 C=rt 
Ka . B € 3 an. 8 7 D0,39 x38C=ws,E=r 
Kr TO-1 1,8 <104 . <6,1 D0,455x >38 C=m. 
Ks. . 17 3,2 6x6 D40 
Kı 2,54 18,6 5,8 7,5 D0,43@ x 38 
Ku 7 e 3,7 D27 + 28,5 + 30 
C = markiert 
Kr. 2,2 15345 5,33 D0,49 x 32 
Kw 106 7 7,29 
Kx . 20;40 
Ky TOM-13 a ‘ 3-3,6 2,326 D22-24,C = markiert 
Kz . R R 5 11 x 8 10 D 30 
KA TO-30 2,427 728 189 95-11 44,6 h 49-58 3D38..43 
KB TO-24 : 72.8 180 10,8-12,14,6 R 5,861 3D0459 x 38..42 
KC TO-23 P 1323 <46 <A “ <3,6 3D0,33% x 38..42 
KD. « 1,8 157 32 & 7x7 3 D 0,459 x38; C=m. 
KE TO-126 . 2.254 451 10-11,43 2,5-3,3 2 ca.3 7184 3F%08x05x >15 
KF TO-127 3,8-4,6 7,6-9,2 15,7-17 3,148  3-3,81 122-135 2F=12x05x >15 
KG 12A3 2,3 2,3 4,6 10,5-11,1 3-3,2 2327 7278 3F08x05x>15 
KH 13A3 42 42 8,4 16-16,5 3388 32-37 125-1313 2F1,2+1F1,8x >15 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


La (TO-5) ; 5.8 67,6 8,5 8,9-10  D0,439 x38-41 410-9 

Lb TO-9 4 ; 3,6 40,5% = 8,6 9.4 00,55 x 15 

Le (TO-11) 3,464 . 4,9 8,6-15 82-95 10-135  D0,43@ x 30..38 

Ld . : ; 42 8 1 5 5,5 D 0,45% x30 C=Punkt 

Le : 23 8-8,5 5,1 5.6-5,8  D0,459 X32-38 Cart 

Lt TO-7 1418 5 9-9,6 - 83-92) 4D0450x >38 

LE 7A4 135 5 9-9,6 = 83-92 | # TO-45 

KETOIEHTAS' . 189 <108 . 5,6-7 6,4-9 005 ©x 20...38 
=r 

Ih. h — 5 11,5 10 10,6 Stifte oder F 

Li TO-5 0232r- 5.8 66,6 7836 85-94 3D0,459 x 23...40 

Li 543 a3 =L 5 6 - 7886 85-94 3D0,450 x 23...40 

Li 5A4 30 al 5 6 - 78-86 85-94 4D0,450 x 23...40 

Li® SAG ca = ns 6 - 7886 85-94 6D0,45% x 23...40 

Lit SAB ce Ti 6. 7886 8594 8D 


LX*® = Li mit Flansch 25,4 x 12,7 . r 
Li” = Li mit Nase zwischen B, und E (JEDEC RO 33) 


IAIA" * 
w 

» 
Mr: 
a 

KA 


Lk (TO-8) rd - 72 1 D 0,9% x 9...11 

LI TO9 02-32 - 5,08 8,5 7,4-9,4 D0,45@ x 38 # TO-5 
Lm TO-18 <0,8 - 2,54 4,5-5 5,3-5,8 3-4 D 0,4-0,5 5 X 13...40 
Lm’’18A4 <0,8 - 2,54 4,5-5 5,3-5,8 meist 4 D %) 
Lm’TO-72 . . 2,54 4,5-5 5,3-5,85 meist4D 9%) # L) 
Lm° 18A6 <08 - . 4,5-5 5,3-5,8 6D 

Lm+TO-18 unststoffgehäuse . F R s 

US <s18 - 5,08 7,9-8,4 8,6-9,2 D0,450 x 38 

Lo TO-39 —5C3- 5,08 8,5 9,4 30059 x >9 

Lp TO-29 02-32 <6 5,08 7,7-8,5 8,5-9,4 3 D 0,4-.0,505 x >38 
Lq 0,38 - 5,08 8,35 8,9 D 0,4555 x 7,6/9,500.38 
Lr (TO-5) 0,42 - 5,08 8-8,5 8,7-9,4 3D0,5% x <40#4T0-33 
Ls TO-16 . - 5,08 7-8,5 7,3-9,4 D 0,43% x 12,70d.22,2 
Lt TO-12 02-32 - 5,08 7,7-8,5 8,4-9,4 4D.0,55%x > 12,7 
Lu TO-47 <1,N2 - 3,65 5,9-6,1 6,1-6,9 3 D 0,3.0,505 x > 12,7 
Lv TO-11 0,5-6 - 5,08 7,7-8,6 8,9-9,4 D 0,450 x 38 

Lv® TO-79 ca.1 =L 5,08 7,7-8,5 8,5-9,4 6-8D; TO-78:6D=Lv* 
Lvx TO-78 oLr 60d.8D 

Lv+ TO-99 ca.1 =L 5,08 4,2-4,7 7,7-8,5 8,5-9,4 z. B.6-8D 

Lv’ TO-100 ca.1 =L 5,85 4,2-4,7 7,7-8,5 8,5-9,4 z.B.10D 

Lw . % . 1,8 9,4 5,1-6 6,4 D 38 

Lx (TO-2) - - 1,1 4,1 - 3,3 D 0,25-0,3505 x 22-37 
Lyo x . . 9,5 5 6 D15 

Lz4 2 : - <10,5 5-.5,9 3D0,5@ x 38...40 
Lz’’ TO-125 2,1-2,6 2,548 2,5-3,2 7,2-7,4 10,8-11 3D045 8 x > 11,4 
LA TO-1 ‚ . 2,5 8,5-10,4 5 5,8 3D059 x >13 

LB TO-25 ® <8 40 <12 > <71 <82 3D05% x >36 

LC TO-58 02-08 . 2,54 81-89 . 5,7-6,2 6,5-7 D <0,54x 238 

LD (TO-44) . P 10,3 une. 6,1 4D38 

LEI: 2,92 8,8 7,2-7,5 12,7 3D0,48%5 x30 C=ws 
LF TO-44 1,7-2 <103 . <6,1 4D 0,4-.0,5% x 38 

LG 5,08 9,6-10,2 . 7:3 94 3D0,43% x 38 11) 
IH. . . . . siehe Je 

L) TO-18 — 18A3=L 2,54 43-6 4,5-5 <5,8 3D0, 

U 1043 0,8 =L 2,5-2,6 43-55 . 4,5-5 <5,8 3DO0 

U 10A4 0,8 =L 2,5-2,6 43-55 . 4,5-5 <5,8 4D0, ‚16 
LJ” TO-71 2,54 <5, . <4,8 5-5,8 ‘6D> 


5 . 3 
LJx RO-38G .. LJ, mit Nase zwischen Bund E 
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Fo 


| Norm 


LM TO-46 
IN . 
LO . 
LP TO-17 
LQ TO-33 


LQ 5B4 
La’ TO-77 
LR TO-52 
LS 1A3 


LT TO-104 


LU TO-28 
LV TO-42 
LW TO-54 
LxX TO-55 
Lr TO-56 


LZ TO-112 


Ma . 


Mf_(TO-27) 
Mg 


MR (TO-3) 


Mi TO-3 
Mi 2A2 
Mi 3A2 
Mi 3A3 
Mi 383 


Mk . 
M . 
Mm TO-53 
Mn . 
Mo TO-30 


Mo" TO-107 


Mp TO-41 
Mp 3C3 
Mq 9A2 
Ma 9A3 


Mq SOT9 
Mr. 
Ms . 
Mt TO-37 
Mu TO-66 


Mv TO-123 
Mw TO-124 


Mx — 
Na TO-82 
Na’ TO-81 


Nb. 

Ne TO-36 
Ne’ TO-6 
Nd 

Ne 


o vonus 


B 


vu 


.n- 
a 


wwugen 


- 


een 


vr 
u 
® 
IR 


o 


10,4 


710,4 26,2 


6,3-12,2 25-27,2 
8,5-12,2 25-27,2 


6-8,5 


822 
h% 
mn 


SIA IAIA 
NEN 
© 


div. 


10,3 5/16-24 
9,7-10,6 5/16-24 


17,5 
<16 
16 


8-12 


IAIAIA 
BERR 
» 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


5,3-5,9 3D0,3-.0,59 x > 12,7 
11,2 3 D 30 10) 
. son koax. 
4,1-5,5 4D0,40,59 x 12...14 
8,5-9,4 4D0,40,59 x 23...40 
4sD 
8D 
5,3-5,8 300459 x > 12,7 
5,665 3D0,459 x 12...40 
5,6-6,1 3-)4D0,4595 x > 12 
5,3-5,9 3Dr0459x>38 
7,3-9,4 4D%045@x >38 
53-58 3D*045 8x > 12,7 
9-9,4 3D0,5x 38...42 
53-58 3D0,5x 12,7...16 
7,7-8,2 30=0458x>10 
8 2D=1FC=rt10) 
33 D od. Stift mK: 
14-165 D0,-0,8% x <30 
14-16,5 3D <0,95 x 9...11,2; 96) 
232 D12%9 x20C=rnE=gn 
25 Lötstifte Ns 5 
22,5(<42) D40 C-n, E=gn 
39,6 Stite1@ x 11 
39,6 Stifte10 x 12,8 
37,9-40 Stifte 19x 7,9. .14 
37,940  2Stifte19 x 7,9-14 
37,940  2Stifte1@ x 7,9-14 
37,940 3$tifte 19 x 7,9-14 
37,940 3 Lötstifte 14..20 
38,9 Stifte19 x 12..16 9) 
22 Lötstifte 10,5 
<19,7 3 Lötstifte 15 x <10,7 
17-18 Lötstifte 9,4 
9,15 D0,565 x 38 
8189 3D*0508x>127 
<39,5 Lötstifte 1,59 x 14...17,3 
37,940 3 Lötstifte 1,59 x > 14 
<31,1 2 Stifte 9) 
<31,5 3 Stifte 47); 9A4: 4 Stifte 
<31,5 Stifte19 x 1...10 
27 D0,89 x 25 
37,6 2 Stiel x > 9,5 
19.203 3D0,5@ x >38 
2 Stifte 0,7..0,99 x9,2 
25.089 x 2915 
e 2St.=08@ x > 9,15 
59 25.20 x 14 
32,5-31,5 Stifte <1,6@ x 19 
31,2-33  251.1,41,8@ x >12 
24 D25E=bI 9) 
<3 od. F16 9) # TO-6 
30,2 L> 41;1 Ti 


22,6 
(11,2) 


Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


Nf. 12,6 11,1 4,6 
Ng . 5 F - 

Nh TO-57 <0,8 9,6-10,4 5,08 
Nh <1 9,6-10,4 5,34 
Nh’TO-32 8 5,08 
Ni 10 8 5,5 
Nk . . 15 . 
Nk”TO-10 H 8,5-9,53 

Nk® TO-14 R . 

NI TO-61 8,4-11 11,2 <10,6 
Nm TO-63 12,7 12,1 12,7 
No TO-59 9,6 10,8 9,5 
Np . = 10 = 

Nq 36A2 _ 9,5-12,7 17,5 
Ng”’TO-67 9,5-12,7 17-18 
Ng® TO-68 . 9,5-12,7 17-18 
Nr. 2,8 9,5 5,08 
Ns TO-26 2,8 10-12,5 5,08 
Ns TO-31 2,8 10-12,5 5,08 
Nt TO-36 9-13 17,5 
Nu TO-60 6-7,6 <11,5 <52 
Nu’6A3 6,6-7,1 12 5,08 
Nv. 2,6 « S 
Nv’ DO-21 2-4,83 5,95 3 

Nw TO-62 9,7-11. 10-11,2 9,2-10 
Nx TO-111 8,7-10,2 10-11,2 4-5,3 
Ny TO-15 16,5 <12,7 10,2 
Nz DO-24 6-7,4 10-11,5 wieli 
NA TO-93 9 27,4 < 

NB TO-94 64 20,2-21 

NC TO-102 7,24 1,7-7,42 2,548 
ND TO-108 102 35-39 > 

NE TO-118 102 26-28 > 

NF TO-132 89 10-11,5 5,08 & 
NG TO-114 div 21,1 

NH TO-115 div. 23,4-25 

N) 118A2 48 6-9 

Pa . 5,5 11,3 

Pb. o 12 

Pe . . 

Qa. 

ob. - . 

Q@ . . . 

Q. . . 

Ra . . 

Rb 


Rec (Gießharz) ü 
Rec (Keramik) 
Rd. 


Re 


Sa, Sb gestrichen Ä . 
Sc. £ 

Sc’’ DO-38 . . . 
Sd (DO-19) . . . 
se . . : 


28,4 
8 
4,9-5,5 
5.08 
12,1 


12,5 MS 
31 M8 
15,8-20,710-32 
16-26 10-32 
16,3-22 7,” 


5/16” 
10-32 
M& 
M5 
10-32 


10-32 
8-32 
8-32 
8-32 
10-32,M5 


10-32 
MS5 


yur 


6-32 
6-32 
190-32 


<13,2 
742,7 


7-12,7 
12-13 
9,3-10,3 
6,2-7,3 
13,2 


<11,7 
912,2 
<11 
7,1-11,2 3,6 
17,5-20,4 10-32 


15,5-17,2 10-32 
<165 %” 
8,4-9,5 2,6-3,1 
187-206 3/4”-16 
174-191 1/2”-20 
19,1-21 6-32 
245-258 17-12 
245-258 3/4”-16 
19,6-21 10-32 
ku,h 1/2-20 


23,4.25 5/8-18 
9-12,3 14 


<7,5 


Standard Stripline Gehäuse, Maße im Bild Re 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


10,2 SW 17 3 Stifte 
B 12 2D0,38@ x 51 9) 
10-10,7 11-11,6 3 D 0,4-0,485 x > 37,7 
10-10,7 11-11,7. 2-3 D 0,45@ x38#TO-32 
17,4 22,5 2D=080x> 7,14 
25 30 3D05% x45 
R 26,5 2L4 mm? x 121 
10,4-14,3 16,51 3 St. 5-9,4 Ig. 
= 16,51 3 St. ‚1 Gehäuse-F 
<15,5 Sw17 2F+1D #TO-15 
19,4 sw22 2F+1D11,3 
9,5 sw1i1 3F # TO-10 
19 ä Stifte 11 
<31,75 =d2 2 Lötstifte>1,4@ x <18 
25-25,7 31,8 2 St. 15-18; 1 Führgsstift 
25-25,7 31,8 251.1-2,4 8 x 15-18 
SW6,4 7,6-9,4  DO0,43G x 38 
<8/SW 6,4 9,2-9,4 3D0,45% x 38-43 
<B8/SW 6,4 9,2-9,4 3 D 0,4505 x 38-43 
s28 =31,8 2-3 2F <18 
8-8,7 SW 7/16” 3 Stifte 0,9...1,5@ x <4;47) 
8,5 sw 11 35.189 x 4;47) 
<13 <17 D1,4@ x >20;r0t1:12)sw: 13) 
12,7-12,83 15,5-16,3 72)D1,3 @ x > 12,7 
10,4-10,9 SW22 2F--1D 
8,6-9 SW 11 20d.3F+1D 
<18,1 <11,6  3od.4F 
12,1 12,4-13 2)1S.d1x12 
30,8 SW305 1L+2D 
26,2 SW2365 1L-+2D 
8,9-9,2 SW 9,2-9,53 D x 0,46 & x > 12,7 
41,5 Sw42 1L-++2D 
41,5 Ssw42 1L+2D 
9,9-10,4 SW 11 3D0,4.0,538 x >12 
22,5-26,1 SW26,5 3-4 St. Zählpunkt m. 
28,2-30,7 SW 31,5 3-4 St. Zählpunkt m. 
12,7 16 D od. F: 72) = IECA6 
4,5 72 3 D 0,25 + 0,69 x 40 
(4,8) 4,8 300% +0,80 x 27 
. 9,53 
i 14) 33,49 x 64 
; 14) 33,40 x 43 
: 14) 33,49 x 41 
. 15)189 x 26,2 
. s. Skizze Ra 
s. Skizze Rb 
5%x5x14; D0,5@ x 40 
6%x6x15; D0,5@ x 40 
<42 <4,5 D05% x >25 
11) 
= 2 s. Tabelle Sa, Sb in 9. Aufl. 
: 1 oD 
2,5-2,75 45-465 oD 
1,9-2,54 2,9-3,3 oD Keramik 
. . D30 
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Schlüsseltabelle für Ausführungsformen 


h"DO-42 


(Keramik) ä 
(Keramik) 


sort32 
SOT 33 


TO-98 


SOD 23 
SOT 25 
SoT0 . 
TO-2 1% 


an: 
ou 


10A3 127 


1083 1,27 A . . 
= allgemein Subminiaturtypen in Perlen- oder Tropfenform 


5-5,2 


= allgemein Subminiaturtypen in rechteckiger oder zylindrischer Form 


= allgemein Typen in Plastikgehäuse oder -einbettung 
TO-106, RO-110 F 


DO-20 
TO-105 
TO-110 


TO-113 0,63 


TO-120 
TO-122 


23A3 -SOT23. 
i 1,27 


Do.25 


DOM-22 0,6 
TOM-13 1 
TOM-3 0, 
TOM-3 0, 
L3m2 . 


MA2 2 
4A3 2, 
TO-6P 6 
1183. 


11A3 


a wn 
nw 
on 


© 


>» 


union 


“nn 
» 


3,1-6 


0,5-0,91 . 
3,1-6 


23,6-24 3,2 
23,6-24 3,2 
15,3-+11 3,8 
11,3 . 


10,4-10,7 3,5 
15,7 4,1 


Anschlüsse, Bemerkgn. 


1,27 D 4) K = Punkt 
1,58 oD 
ca. 3 oD 
2-2,16 oD 
10-18 D, auch wie Jy, Jz 
1,52 D 
3-4 F 10-18, z.B. x 2,1 
12 o.D.,stapelbar 
<1 200,79 x 236 
<13 2D>36 
<6 20058 x225 
7,8 3F16 
<7,62 3F425;C = schräg 
4,8 3-4 F'"Pancake” 
5-5,21 3D0,55x >12, 9%) 
2,5 2FK = Punkt 
7,5 3F5,4 
5-5,2 3D0,455x2 12,5 
5-.5,2 300,598 x > 12,5 
5-.5,2 3D005@x2125 
5-5,2 3D058x2125 
s. a. Jy (TO-51) und Jz (TO-50) 
49-57 3—40*0478x212,7 
1-1,65 2 F0,38...0,64 breit 
7,7-8,3 3D*r0478x2127 
7,98,4 10D*0478x>127 
4,5-5,1 2F05x3-+2F12x 13 
1,7233 %4F 
1,7-2 4 Kontaktflächen 
3 3 Winkelfüße 
8,76/9,4 6D0,42 x >12 
1,85/1,65 3F0,14 x 0,26 x 6,6 
2,9-3,3 2F29...3,6 x 0,18 
1,7 2F0,2x 0, 
3,6 3F0,3 x 0,1 
1,7 3F02x 0,1 
1,7 3F0,2 x 0,1 96) 
42 3F0,3x 0% 
10 2F12x05x 21235 
10 3F1,2x05x21235 
10,7 3F>12 
7,6 3F%7 
7,6 3F 
15,7 3F0,46 x 1,4 


329 


Normenvergleich der Gehäuseformen (Auszug) 


ie} 
O 
u) 
° 


vouaunwn- 


330 


DIN u.a. 


sOo-16 
= 101 A 2; SO-10 
sO-13 


SIA2 


 SO-7 


SO-40 


= SOD-34 


56A 2, & SOD-17 u.a. 


TO- Fo 


vouanwwn- 


Kr 
Km 
Mi 
Mi 
Li 
Nc’’ 
Lf 


DIN v.a. 
1A3,1A2 
3A2,3;2A2:382,3 


SO-5 B; KO-12 
5A3,4,6;5C3; RO-33 
7 


8 
K 


3 


‚O-.! 
A 
Ab 
A 
©-13 


KOo-5 


5A45B4 
36 A 2, SO-37 


5C3u.a. 
IC 3 


SO-30 A 


5G3,=5F3 


DIN u.a. 


[TOP-66: Ti] 


vunuuuW 


10 83, SOT-30, 10 A 3 


= 5E10 


SOT-32 


Schlüsseltabelle für Anschlußreihenfolgen 


Schlüsseltabelle für Anschlußreihenfolgen 


Beginnend mit den Ergänzungen und Korrekturen für die 10. Auflage der KTT wurden viele Transistorentypen 
mit fett gedruckten Zahlen in Spalte 15 versehen, die zu der in Spalte 4 (Ausführungsform) genannten Ge- 
häuseart die zugehörige Anschlußreihenfolge nach der nun folgenden Schlüsseltabelle angeben. Die Zählrich- 
tung folgt dabei dem Uhrzeigerlauf und meist in Richtung auf eine (Kollektor- oder andere) Markierung hi 
wenn die Bodenseite betrachtet wird. Bei flachen Gehäusen mit linearer Anordnung der Anschlüsse läuft d 


ZENIFlehiung bei Betrachtung der Beschriftungsseite und nach unten weisenden Anschlüssen von links nach 
rechts, 

Da es für die Zählrichtung keine einheitlichen Richtlinien gibt und Typen auf dem Markt sind, die mit verschie- 
denen Anschlußreihenfolgen erhältlich sind, kann für die Verbindlichkeit der angegebenen Schlüsselzahlen keine 
Gewähr übernommen werden. Maßgebend ist in jedem Fall das zum Typ gehörige Datenblatt des Herstellers. 


Reihenfolge Schlüssel- Reihenfolge Schlüssel- Reihenfolge 

! EBC E B2 B1 s 

2 ECB B1 B2E G 

3 BEC SGD GDSb/g$ 

4 BCE SDG SG2DS 

5 CEB 30 DGS DDGG 

6 C BE (AGK) 30a DGS/Sb GS1D52 

7 EBCg 31 DSG EB1CB2 

8 EBgC 32 GSD EB1EB2 

9 BECg 33 GDS E1BCE2 
BEgC 34 SGDyg E1 BE2C 
ECBC 35 sDGg CEIBE2 
BCgE 35a SDGg/Sb E2EIBC 
CBEE 36 DSGg E2BEIC 
EBCC 36a DSG1G2/g BEICE2 
EBEC 37 DGSg BIECB2 
ECEB 38 DGSbjg$ BICEB2 
B-E— 39 S/Sb G D Sb/g EB2BIC 
CBEB 40 DGSSb/g E2B— 
CEBE 4 S/SbDG 
E-c-— [73 SGDSbjg 
BCEg 43 DGSbS C1 B1E1E2B2C2 
BECE ul DGSSb 51 D1 G152D2G2 
BEBC 45 SG1DG2/o D151G15bG252D2 
E B1 — B2/g SG1D s262D2D1G1S1 
B DSGSb 
B D 
E 


A = Anode E = Emitter (Katode) S = Source 

B = Basis (Gitter) G = Gate =Tor, Gitter Sb = Substrat (Bulk) 
© = Kollektor (Anode) g = Gehäuse und/oder Schirm 

D = Drain K = Kalode 
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Aa...Dv Ausführungsformen 
L L L 
Ta sr an 12 u. ae; ö- 
UN Tas at Rgz ar 
Aa-Ae,Ah Af,Ag,Ai,Ak Ba-c,Be,Bf,Bi-n,Bp,Bq 
Bx-z, BA-BE 


Tr 
Bd,Bg,Bh,Bu-w Bo Br 
L—- Ku L +el L 
En Tr % £ 
(ee Di EEE 
Bs Bt, =BB,BB” Ca-z,CA-C 


Form auch wie E.- Typen 


ann 
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Ausführungsformen Ea...Ho 
u 


Ea Eb,EB,EG,E) Ec,Ef Ed,Ee 
Moße auch wie Ca-z 


L d2 d2 
7] en 
Di 
Fe 13 on 
-0 0 

Eg,=EA,EF Eh-1,ECED Em En-z 

EE 

rer 

u nz u | + Er 

Alar- IE ir 


Fa-l,Fn-q,Fs-v,x,y Fm,Fm’;Fw,Fw", Fr 


L d1 
at [61T 
£ tL ze Ze e 
Hd fi 


Ga,Gb,Gd-z,GA-6Y Gc -d 


z 
Licht 13 
= 


Hg-L 
Hn 333 
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Ausführungsformen 


ee zur I L 
Er: e Eu ’ 
& c EBC L EBC 

[) 3 Zi %g 

> 
- v- % "JA-I6 Ky 
Zul a ie ser - + -r- 
Ir ALS Ar Lg, 
2 2] [ 
4 130 
& Ex se: 
@eß®) 
ey De ne 
Ka,Kb Kc,Kd n i Kq,Ku-w Kk,Kl Kp,Kr > pn Ei 
Kp, 
a, Ara Bi m 
or mi L Ri \ W; 
I 7 } 13% 
z Bl i 4 & EBC n 
fi E 8 L le 
a 
Tr  (KEff.hinter 2 6 D 
Kt S-Iypen) KA,KB,KC La,LG, LB Lb,Lc 
2 
d2 u) —r- 
u E L | L Dt 77 = a 
= > „Ir? mh TC jt j 
“| st EBSC \ 11-138 
n 8 + (ange) BIE) 
@ 3)" 
iS) 8) @) I: 5, Injektor, LO 
CBE ESC Tor.oder Schirm 


Lg,Lh,Lw Ld,Le LF Lf Lx,z Li-v,Ly,LC,LD,L) 
LA,LC LE,LN LM, LP, LQ,LS,LT,LU-LY 


..Nx 


Ma. 


Ausführungsformen 


Mf 


Mc-e 


Na,Nh 


Ms 


E3 
= 
1 
= 
Ss 
= 
E 
= 
EI 


B}-E-B29)] 


Nx[mit 3F 
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Nf,NA-NH Ni 


Ne,Ng, (Nr) 


Ausführungsformen 


tet 
AR" 
a 
(Rd s.unten) 
Fir u 
„Sm Se, Sy 
d 
!E, 
4 im 
F "ar 12 
Sh 
l d2 
22 3 
| Fr 
BC Rd 
Bi 
12 d2 
(St bei LE,LN) 5q,51,5v us = 
Su 
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‚Ausführungsformen Ss...SH 


3 
HB 
1043/S0T-30 1083/T0-92=50T-42 70-92 
Ss SW, 5] 
rd 

7 a2 I 

L / | [ | L 

0 j 


SH 12343; sor-23) 
22 KIT 337 


KATHODE 


[4 


u 


Sg, KE,KF;= K6,KH 


Ausführungsformen 


Hersteller- und Lieferfirmen *) 


Advanced Research Associates Inc., Box 68, Kensington, Md. (USA) u Bra. 
ATES Componenti Elettronici S. p. A. Milano (Italien) [B1, U1 u.a.], seit Herbst 1971 mit SG fusioniert 
AEG, 6 Frankfurt (Main)-Süd 10, AEG Hochhaus, und Werk (4785) Belecke/Möhne r 
AssociatedElectrical Industries Ltd. ; AEI-Thorn; AElSemiconductors, Ltd., Carholm Rd., Lincoln (England)[L1] 
Akers S. A. Electronics, 3151 Horten, P.O.Box 83 (Norwegen) [E2] 

Automatic Manufacturing Corp., Div. of General Instrument Corp., Newark 4, N. J. (USA) 

Amperex Electronic Corp., Providence Pike Slatersville, R. I. (USA) 

Amroh N. V., Muiden (Holland) 

American Semiconductor Corp., 4 North Hickory Av., Arlington Heights, Ill. (USA) 

Associated Transistors Ltd., South Rislip, Middlesex (England) 


Bendix Aviation Corp. (1960 geändert), siehe Bx 

Brown, Boveri & Cie. AG, 684 Lampertheim, Postfach 200 [S1] 

G & E Bradley Ltd., Neasden Lane, London N.W. 10 (England), s.a. Lu 

Britton Electronics Corp. (USA) 

Bogue Electric Mfg. Co., 52 lowa Av., Paterson 3, N. J. (USA) 

Bentron [N1] 

Varian/Bomac Labs. bzw. Varian Solid State Microwave Project, Salem Rd., Beverley, Mass. (USA) 
Brush Crystal CO., Ltd., Hythe, Southampton (England) 

British Thomson-Houston, sieh AJ und TH 

The Bendix Corp., Semiconductor Div., Holmdel, N. J. (USA) [N1] 


Cayuga Assoc. (USA) [S4 
CBS Bere enges Operations, 900 Chelmsford St., Lowell, Mass. (USA) 
Controls Company of America (USA) 
Continental Device Corp., 12515 Chadron Av., Hawthorne, Calif. (USA) 
Columbus Electronics Corp. (USA) 
esman Laboratories, Box 3997, Lincoln 5, Neb. (USA) 
» P. Clare Transistor Corp. (USA) 
COSEM (Puteaux/Seine, akreien) und andere Firmen der CSF-Gruppe (SILEC, MISTRAL, CICE), vgl. 
Cs [R1 
Si (aus Sesco = Ss und Cosem = Co, mitTH) Halbleiter GmbH & CoKG,8München 25, Fallstr.42[R1] 
Computer Diode Corp., Pollit Drive, Fair Lawn, N. J. (USA) 
Clevite Transistor (USA), s. JT, In 
Crystalonics Inc., 147 Sherman St., Cambridge 42, Mass. (USA) [S2] 


Diodes Incorporated, 20235 Nordhoff St., Chatsworth, Calif. (USA) [S5] 

Cornell-Dubilier Electronics Div., 921 Providence Highway, Norwood, Mass. (USA) 

Delco Electronics Div., General Motors Corp., KoKomo, Ind. (USA) [R1] 

Dickson Electronics Corp., 8700 E. Thomas Rd., Scottsdale, Ariz. (USA) 

Diotron Incorporated (USA) ; 

Delta Semiconductors Inc., 835 Production Place, Newport Beach, Calif. (USA) 

Detectron, Bordeaux (Frankreich) 

(Eberle, Köhler & Co Elektronik KG; seit 1968): Nortron, Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co, 85 Nürn- 
berg 30, Postfach 7 

Electronic Control Corp., 1010 Pamela Drive, Euless, Texas (USA) [S4] 

Electronic Devices Inc., 21 Gray Oaks Av., Yonkers, N. Y. (USA) [E2] 

Electron Research Inc., Sub. of Erie Resistor Corp., 530 W. 12ih St., Erie, Pennsylv. (USA) 

Ebauches $. A. Neuchätel (Schweiz); Leo Melters, 5 Köln, Gilbachstr. 18 

Electronic Transistors Corp., 153-13 Northern Blvd., Flushing, N. Y. (USA) 

Fanon Transistor Corp., 439 Frelinhuysen Av., Newark 12, N. J. (USA) E\ r 
Fairchild Somkcenducee Corp., Mountain View, Calif. (USA); 1961 — 1968 an SGS beteiligt, s. SG. Fair- 
child Halbleiter GMBH, 6202 Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Str. 38 [S1, U1] 

Ferranti Ltd., Gem Mill, Chadderton, Oldham, Lancs. (England) [N1] 

Fansteel Metallurgical Corp., Tantalum Place, North Chicago, Ill. (USA) 

Fretco Inc. (USA) 

Federal Semi-Conductor (USA), erloschen 

Federal Telephone and Radio Corp., (USA), erloschen 

Finney Company, 34. W. Interstate St., Bedford, Ohio (USA) . h 
General Electric Co., Ltd., Hazel Grove, Stockport, Cheshire (England); 6 Frankfurt (Main), Eschersheimer 
Landstraße 60 


Re Sn etc 
n, deren 


br) 


22* 


ie Li ä i inzwi Fertigunge 
Die Liste enthält auch Namen (meist ohne Adressenangabe) inzwischen erloschener 
Bauelemente aber noch in Geräten vorkommen und daher in dieser oder einer früheren Ausgobe der KTT 
aufgenommen wurden. Die Zeichen in [] weisen — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — auf Adressen in 


der nachfolgenden Liste der Werksvertretungen und Distributorfirmen hin. 
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Hersteller- und Lieferfirmen 


GE 
G) 


General Electric Co GEC, Northern Conc. Bldg., North Syracuse, N. Y. (USA) [M1, N2] 

General Instruments Corp., Hicksville, N. Y. (USA). General Instrument Deutschland, 8 München 80, 
Neumarkter Straße 61 [B3, M1, M2, U1] 

General Micro-electronics Inc., Santa Clara, Calif. (USA) [N1] 

Germanium Products Corp., Jersey City 5, N. J. (USA) 

General Transistor Corp., Div. of General Instruments Corp., s. GJ 

Hydro-Aire Inc., Burbank, Calif. (USA) 

Halbleiterwerk Botevgrad, (Bulgarien) 

Hoffman Electronics Corp., (USA); (4 Düsseldorf, Postfach 8034) 

Hitachi Ltd., Tokio (Japan); 4 Düsseldorf, Graf-Adolf-Str. 37; 1 Berlin 31, Kurfürstendamm 102 

Kieler Howaldtswerke AG, Kiel-Gaarden (Halbleiterproduktion eingestellt) 

Herrmann KG, Fabrik für Elektrotechnik, 85 Nürnberg, Grünberger Str. 43 

Hewlett-Packard Co., Palo Alto, Calif. (USA); 6 Frankfurt (Main) 56, Berliner Str. 117 

Hughes Semiconductor Div., 500 Superior Av., Newport Beach, Calif (USA) und Hughes International Lid., 
Glenrothes (Schottland) 

Hilger and Watts Ltd., 98 St. Pancras Way, Camden rd., London N. W. 1 (England) 

Honeywell GmbH, 6 Frankfurt (Main), Rheingauallee 112 

CBS-Hytron =. CBS Electronics, Danvers, Mass. (USA), s. CB 


International Diode Corp., 90 Forrest St., Jersey City, N. J. (USA) 

Industro Transistor Corp., 35 — 10 36th Av. Long Island City, N. Y. (USA) 

Isofilm International, Chatsworth, Calif. (USA) [S4] 

International Resistance Corp., IRC (USA); Deutsche Vitrohm GmbH & Co KG, 208 Pinneberg 
International Microwave Corp., IMC, Coscob, Conn. (USA) [E2] 

Intermetall, Halbleiterwerk der Deutsche ITT Industries GmbH, 78 Freiburg/Brsg., Hans-Bunte-Str. 19 [51] 
= allgemein: japanische Hersteller 

International Rectifier Corp., 223 Kansas S$t., El Segundo, Calif. (USA) und IR GmbH, 6 Frankfurt (Main) 1, 
Savignystr. 41 [B2, S1, S4, T1] 

Intersil Incorporated Spezial-Electronic, 8 München 55, Loisachstr. 3 [N1] 

ITT Semiconductors, 3301 Electronics Way, West Palm Beach, Florida (USA) [M1] 


Kearfott Div., General Precision Inc., 1150 McBride Av., Little Falls, N. J. (USA) 

Kemtron Electron Products Inc., 14 Prince Pl., Newburyport, Mass. (USA) 

KMC Semiconductor Corp., Parker Rd., Long Valley, N. J. (USA) [54] 

Laboratoire Central des Tel&communications (Frankreich) 

Laser Diode Laboratories Inc. (USA) [S4] 

Lignes Tel&graphiques et Tel&phoniques, 89 Rue de la Faisanderie, Paris 16 und F-78 Conflans-Ste-Hono- 
rine (Yvelines; Frankreich) 

Ling-Temco Electronics Inc., P. ©. Box S-1, Anaheim, Calif. (USA) 

Joseph Lucas Electrical Ltd., Mere Green Rd., Sutton Coldfield, Warwicksh. (England); Joseph Lucas Ger- 
many GmbH, 505 Porz b. Köln, Urbacher Weg 6 


Microwave Associates Inc., Burlington, Mass. (USA) [E2] 

USSR-Typen, Mashpriborintorg V/o, Moskau G-200 (USSR) [T2] 

Manufacture Belge des Lampes et de Materiel Electroniaue MBLE, Rue des Deux Gares, B-1070 Brüssel 
Microwave and Semiconductor Devices Ltd., Luton, Bedfordsh. (England) [E2] 

Micro State Electronics Corp., 152 Floral Av., Murray Hill, N. J. (USA), gehört zur Raytheon-Gruppe 
Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 1015 S. Sixth St., Minneapolis 4, Minn. (USA) 

Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix 8, Ariz. (USA) und Motorola Halbleiter GmbH, 62 Wies- 
baden, Luisenstr. 28 [E1,R2,S1,T1] 

Micro Semiconductor Corp., 11250 Playa Ct., Culver City, Calif. (USA) [S4] 

Meco Superior Transistors, New York (USA) [S4] 

Mullard Limited bzw. Associated Semicon. Mfrs., Torrington Pl. London W. C. 1 (England) 

Mallory Semiconductor Co., 425 S. Madison St., Du Quoin, Ill. (USA) [E2] 

North American Electronics Inc., 71 Linden St., West Lynn, Mass. (USA) 

National Semiconductor Corp., Santa Clara, Calif. (USA) und 8München 22, Herzog-Rudolf-Str.3 [M1,N1,51] 
Nippon Electric Comp. Ltd. NEC, P. ©. Box 1, Takanawa, Tokio (Japan) und Vertretung Fa. Omni Ray, 
München 19, Nymphenburger Straße 

Newmarket Transistors Ltd., Exning Rd., Newmarket, Cambridge (England) 

National Union Radio Corp. (USA) 

National Semiconductor Products (Div. of Hoffman = Hf), s. NC 

Nucleonic Products Co Inc., 6660 Variel St., Canoga Park, Calif. (USA) 

Ohmite Manufacturing Co., 3601 Howard St., Skokie, Ill. (USA) 

Princeton Elektronics Corp., Box 127, Princeton, N. J. (USA) 

Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Holland) 

Philco Corp., Landsdale Div., Landsdale, Pa. (USA); Philco Ford [N1] 

Piher Semiconductors [L1] 


Hersteller- und Lieferfirmen 


Pacific Semiconductors Inc., 14520 Aviation Bivd., Lwandale, Calif. (USA) f 
The Plessey Co. Ltd. (Simet), Towcester, Northants (England); Plessey Microelectronics, Cheney Manor, 
Swindon, Wiltsh. (England); Plessey Bauelemente Vertriebs GmbH, 7 Stultgart 1, Olgastr. 111 [N1] 


Rank-Cintel Ltd., Worsley Bridge Rd., London S. E. 26 (England) 

RCA Electronic Components, Harrison, N. J. (USA) [E2] 

Radio Development and Research Mfg. Co, Sub. of Bogue Electric = Bg 

Rauland Corp., 4245 N. Knox Av., Chicago 41, Ill. (USA) 

Rectico Inc., 20 Village Park Rd., Cedar Grove, N. J. (USA) 

RFT electronic, VEB Werk für Bauelemente der Nachrichtentechnik, s. VH 

Rheem Semiconductor Corp., 350 Ellis St. Mountain View, Calif. (USA), s. Ry 

Dr.-Ing. R. Rost, Kristalloden, 3 Hannover 1, Ubbenstr. 13 

Radio Receptor Co. Inc., 240 Wythe Av. Brooklyn 11, N. Y. (USA) 

La Radiotechnique-Compelec, Av. Ledru Rollin 130, Paris 2 (Frankreich) . ö 
Raytheon Semiconductor Div., 350 Ellis St., Mountain View, Calif. (USA) und Raytheon-Elsi AG, Zürich 9/48, 
Hohlstr. 12, bzw. Tg [M1] 

Radio Industrie Zagreb RIZ (früher: ISKRA), Zagreb (Jugoslawien) 


ITT Standard Elektrik Lorenz AG, Bauelementefabrik SAF, 85 Nürnberg 

Sanyo Electric Co. Ltd. Osaka (Japan) und 4001 Basel (Schweiz), Steingraben 21 

Standard Telephones and Cables Ltd., 63 Aldwych, London W. C. 2 (England) 

Silec Semiconducteurs, Rue Nollet 122, Paris 17 (Frankreich) [R3, U1] 

Solitron Devices Inc., 1177 Blue Heron Bivd., Riviera Beach, Florida (USA) [N 1] 

Siliconix Incorporated, 1140 W. Evelyn Av., Sunnyvale, Calif. (USA) und Siliconix GmbH, 7024 Bernhau- 
sen, Postfach 1340 [S4] 

Secoa Electronics Corp. (USA) 

Semiconductors Ltd., Cheney Manor, Swindon, Wilts (England), gehört zur Plessey-Gruppe, s. Py 
Secheron (Schweiz) [K1] 

Societä Generale Semiconduttori S. p. A., 20041 Agrate Brianza-Milano (Italien) und SGS Deutschland 
Halbleiter-Bauelemente GmbH (809 Wasserburg/Inn, Postfach 1269), s. a. Fd [B1, B2, J1], seit Herbst 1971 
mit AC fusioniert 

Shindengen Electric Mfg. Co. Ltd., New Ohtemachi Bldg., Tokio 100 (Japan) 

Siemens AG, 8 München 8, Balanstr. 73 [S1] 

Shockley Transistor (Clevite), Pao Alto, Calif. (USA) 

Semicon Incorporated, 10 N. Av., Burlington, Mass. (USA) 

Silicon Transistor Corp., E. Gate Bivd., Garden City, N. Y. (USA) 

Semikron Ges. für Gleichrichterbau und Elektronik mbH, 85 Nürnberg, Wiesentalstr. 40 
Sylvania-Thorn Colour TV Laboratories, Gt. Cambridge Rd., Enfield, Middx. (England) 

Slater Electric Co., 45 Seacliff Av., Glen Cove, Long Island, N. Y. (USA) 

Sanford Miller Co (USA) 

Semielemenis Inc., Saxonburg Bivd., Saxonburg, Pa. (USA) 

Syntron Company, 2231 Lexington Av., Homer City, Pa. (USA) 

Solar Systems Inc., 8124 N. Central Park, Skokie, Ill. (USA) - 1 A. 
Solid-State Products Inc.; Solid-State Devices Inc., Santa Fe Springs, Calif. und Solid State Scientific Inc., 
Montgomeryville, Pennsylvania (USA) [M1, 52,54] S E 
Sprague Electric Co, 491 Marshall St., North Adams, Mass. (USA), einschl. Pirgo und Power Physics Elec- 
tronics Inc., Farmingdale N. Y. (USA) und Sprague GmbH, 6 Frankfurt (Main), Friedberger Anlage 24 [U1] 
Sperry Rand Corp., Sperry Semiconductor Div., South Norwalk, Conn. (USA) 

Schauer Manufacturing Corp., 4521 Alpine Av., Cincinnati, Ohio (USA) [S4] 

Saratoga Semiconductor Div., Saratoga Springs, N. Y. (USA) H 
Sesco Societ& Europeenne des Semiconducteurs, Paris 13, s. Cs [$3], auch Abt. der Thomson Gmb! 

6 Frankfurt (Main), Eschenheimer Anlage 28 

Sarkes Tarzian, 415 N. College Av., Bloomington, Ind. (USA) 

Standard Rectifier Co, 620 E. Dyer Rd., Santa Ana, Calif. (USA) 

Sel-Rex Corp., Meaker Subsidiary, 75 River Rd., Nutley 10, N. J. (USA) r 5 bH 
Sylvania Electric Products Inc., 100 Sylvan Rd., Woburn, Mass. (USA); Sylvania Vakuumtechnik Gm 
8521 Frauenaurach, Graf-Zeppelin-Str. 9 

Technical Apparatus Builders, 109 Liberty St., New York 6, N. Y. (USA) 

Technical Ceramics Lid., Wood Burcote Way, Towcester, Northants (England) 

Ther Electric, 17 S. Jefferson St., Chicago 6, Ill. (USA) 

AEG-Telefunken, 71 Heilbronn, Postfach 1042 [E2, R2, S1] 3 

Transistor AG, Schweiz. Halbleiterfabrik Zürich (Raylheon-Gruppe); Frankfurt (Main), W.-Leuschner- 
und Transistor Bau- und Vertriebs-GmbH, 75 Karlsruhe-Durlach, Strübelerweg 57 [M1] an 
Compagnie Frangaise Thomson Houston, Paris 13 (Frankreich) und Thomson-CSF GmbH, 8 München, 
Fallstr. 42, s. a. Ss und Cs 

TeKaDe Nürnberg, Fabrikation von Halbleitersystemen eingestellt 


Str.93, 
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Hersteller- und Lieferfirmen, Werksvertretungen 


Wer 
[A1] 
[B1] 
[B2] 
[83] 
[E1] 


Tesla Roänow (CSSR); Export: Kovo Abt. 8, Prag (CSSR) 

Tungsram GmbH, 6 Frankfurt (Main), Hohenstaufenstr. 8 

Transistor Products, Div. of Clevite (= Cv 

Transitron Electronic Corp., Wakefield, Mass. (USA); Transitron electronic GmbH, 8 München 80, Rosen- 
heimer Str. 139 [M1, R2, S1] 

Tung-Sol Div. Wagner Electric Corp., 630 W. Mt. Plasant Av., Livingstone, N. J. (USA) 

Trans-Sil Corporation (USA) 

Toshiba Tokyo Shibaura Electric Co. Ltd., 2 Ginza Nishi 5-chome, Chuo-ku, Tokio (Japan), auch: Toshiba- 
Mitsui & Co GmbH, 4 Düsseldorf, Berliner Allee 26 

TRW Semiconductors Inc., Lawndale, Calif. (USA) [H 1] 

Texas Instruments, Box 5012, Dallas 22, Texas (USA), Manton Lane, Bedford (England), und Texas Instru- 
ments Deutschland GmbH, 8050 Freising, Haggertystr. 1, eigene Verkaufsbüros und v. a. [M1] 

Tyco Semiconductor Corp., Bear Hill, Waltham 54, Mass. (USA) 


United Aircraft Corporation (USA) [N1] 

Union Carbide Deutschland GmbH, Abt. Electronic, 8 München 22, Von-der-Tann-Str. 11a [M1, S1, 52]; 
Abwicklung der Halbleiterfertigung durch Solitron [N 1] 

United Components, Inc. (USA) 

U. S. Dynamics Inc., 10 Dedham St., Newton Highlands, Mass. (USA) 

Ultron Elektronik GmbH, 8 München 15, Schillerstr. 40 

Unitrode Transistor Products Inc., 580 Pleasant St. Watertown, Mass. (USA); Selectron GmbH, 8 München 2, 
Pappenheimstr. 7 [E1, S2] 

U. S. Semiconductor Products Inc., 3536 W. Osborn Rd., Phoenix, Ariz. (USA) 

U. S. Transistor Corp. (USA) 


Valvo GmbH, 2 Hamburg 1, Burchardstr. 19 [E3, M1, S1] 

Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder), DDR, Vertrieb: Elektrotechnik Export-Import, DDR-102 
Berlin, Alexanderplatz, Haus der Elektroindustrie 

Vickers Inc., Electric Product Div., 1815 Locust St., St. Louis, Mo. (USA) 


Westinghouse Brake and Signal Co. Ltd., 82 York Way, London N. 1 (England) und Westinghouse Brem- 
sen- und Apparatebau GmbH, Geschäftsbereich Gleichrichter, 3 Hannover-Linden, Postfach 21280 [A1] 
Westcrel (Frankreich) 

Western Electric International Co., 200 Park Av., New York 17, N. Y. (USA) 

Westinghouse Electric Corp., Young Wood, Pa. (USA), s. a. WB 

Western Semiconductors Inc., 2200 Fairview St., Santa Ana, Calif. (USA) 

Western Transistor Corp. (USA) 


ksvertretungen, Distributor- und andere Vertriebsfirmen 


Anglia Elektrotechnik GmbH, 505 Porz, Hauptstr. 444: WB 

Gustav Beck KG, 85 Nürnberg 5, Postfach 150280, und 8 München 19, Waisenhausstr. 33: AC, SG 
Bürger KG, 5 Köln 1, Salierring 43: JR, SG 

Dr. Hans Bürklin, 8 München 15, Schillerstr. 40: GJ 

EBV-Elektronik GmbH, 8 München 2, Augustenstr. 79: Mo, NS, Signetics, UP 

Alfred Neye Enatechnik GmbH, 2085 Quickborn-Hamburg, Postfach 1240: ED, MA, MD, My, RC, Tf 
Enatechnik-Elektronik-Distributor GmbH, 4 Düsseldorf 1, Birkenstr. 107: Va 

HEK-GmbH, 24 Lübeck 1, Postfach 1810: TW 

Indeg GmbH, u.a. 678 Pirmasens, Postfach 104: SG 

Kiepe Industrie-Elektronik GmbH, 4 Düsseldorf-Reisholz 1, Postfach 39: Se 

Labudda GmbH, 565 Solingen, Postfach 408: Al, Pi 

Ingenieurbüro Herbert M. Müller, 56 Wuppertal-Elberfeld, Postfach 1456: GE, GJ, JT, NC, Ry, SP, Tg, Tr, 
Tx, UB, Va 

Leo Melters KG, 5 Köln, Große Witschgasse 9—11: GJ 

Neumüller GmbH, 8 München 2, Karlstr. 55: Bn, Bx, Fi, GM, Js, NC, Ph, Py, SD, UA, UB 

Nucletron Vertriebs-GmbH, 8 München 50, Gärtnerstr. 60: GE 

Ernst Roederstein GmbH, Ditratherm/Sescosem, 83 Landshut, Posifach 588: Co, Cs, De, Sc 

RTG Rheinische Telefon-Gesellschaft E. Springorum KG, 46 Dortmund, Postfach 426: Mo, Tf, Tr 

Radiall GmbH, 6079 Buchschlag/Frankfurt (Main), Im Steingrund 3: Sc 

Sasco GmbH, 8011 Putzbrunn, Hermann-Oberth-Str. 16: Fd, BB, ITT-Jn, JR, Mo, NC, SH, Sp, Tf, Tr, UB,Va 
Selectron GmbH, 8 München 2, Pappenheimstr. 7/Ill: Cy, SP, UB, UP 

Sescosem Halbleiter GmbH & Co KG, 8 München 25, Fallstr. 42: Co, Cs, NE, Sc, Ss 

Ing. Erich Sommer Elektronik GmbH, 6 Frankfurt (Main), Jahnstr. 43 und 8 München 80, Schumannstr.2: 
Ca, EC, JR, KM, MS, MT, Sd, SP, Sr 

Souriau Electric GmbH, 4006 Erkrath-Unterbach, Hertzstraße: Dd 

Technoprojekt Hubert Mansfeld, 7 Stuttgart-Bad Cannstatt, Postfach 1127: JR, Mo 

Trans-Electronic Alfred Hempel KG, 516 Düren, Postfach 582: Ma 

Unitronic Ing. Rudolf Breiden, 4 Düsseldorf, Postfach 521429: AC, Fd, GJ, Sc, Sp 


Alttypenregister 


(Verzeichnis von älteren, aus Platzgründen gestrichenen oder überzähligen Typenzeilen. Die Endziffer kenn- 
zeichnet die letzte KTT-Auflage, in der diese Typen noch enthalten waren). 


A 1698, 1768, 1858 


AA 20...50 
AD 51. 5 

AD 251... 

AD 1001, 1502 
AD 1503...2003 
CK 27...861 
e511...31 L 

ST 1739...1746 
CTP 301...308 
CTP 309...1002 
CTP 1112...1355 
CV 291...7127 
CX 5/25...10/300 
D1N...D 4957 
D 938...1003 
DD 321...526, A 
DN 34a...96 
DPD 3...12 A 
DR 100-126, 403, 404 
DR 128...402 

DS 11,20 

DT &0, 100 
E84...89 

EW 51...59 

FO 3...8 


G1CA..GSC 
GA 1...53 A, 528, 529 
..62 


GET 9...892 

GEX 13...952 

GFT O1 

GTA...GTS 
GT-14...-24, -34...-35 
Gvi 

H-11...-38 


HC..., HD..., HF... HG... 


HD 1871...2765 
HD 6571...6575 
HD 6752...6775 
HF-1, -100, -200 
HFWR-1 

HR 10211...-10681 
HS 200...3110 


IFA, 3-1...-3 


J 460...631 
JK 100 


K 34...KF 12 
LD-47...-145 


3 
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M 34...95 

M 550, 1470 
M 550a...6100 
MA 408, 409 
MC 104...107 
Mn 38a...60 


OSH 2500...OSK 4500 
OY 6045, 6046 


PC-112-10...-137-47 
PD 3...11 

PS 500...724 

PT 531...901 


R 1698, 1729, 1734 
RD 120...250 
RD-2517...-2525 A 
RDX-300...302 

RR 14, 14 YD, 14 Z 
RR 20...160 

RR 161, 162 

RV 8-8 PCA 


S-0....2; SB 100...103 
SFD 4...7, 106...113; Co 
SF-R 105/1...155: Co 
SF-T 106...207; Co 

Sit E,G,K 

Si1,5,10 

SICH,A 

SIM 2...6; SN 337 
SR-10...12 

SR 2201-A...4501-A 
SS-11....22 

ST 11...13, 31...33 

ST 41,42, 45 

ST 400...450, 903...9000 
STC 102...107 

SV 5...24, 804...924 

X 632...637, 642...644 
Syl 1312...2189 


T 1000...1059 

T 1167, 1168 
TA-161 B 

TF 48, 66, 78, 80 
TG 21...62 

TH 152, 252...402 
TI-145...451, 680 
TIX 608...623, 985 
TJ5,5 A, 10,40 A 
TJ 10 A...35 A 
TK 250...259 

TL 12...TM 124 
TM 62...66 
TMD-01.,.-916 
TMT 839...843 
TP-01 

TP 34 A...55 A 
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TR 53, 103, 203, 269 
TR 383, 508 

TR 503, 601, 603 

TS-1 A...-3, -162...176 
TS 612...616 

TS 617...1000 


USA 5051 A-K, 5091 A-K 


V-7...60/201 P 
V-68...-403 
VAW 712 D...G 


WA-4051 

WE 400 A...D 

WP 5051 A...5053 M 
WX 115UA...XD 
WX 814...4812 


X-2, 4, -15, -16, -22/-47 
X-78....125 

XA 141...143 

XC 141...156 

XD 500...901 

XS 101; XU 604 


Z2,6,8 

ZD 508...533 
ZDT-10...-21 

Z.7-3, -12, -14, -20 

ZS 20...24, 31 A...33 B 


0210...0227 K 6 
0912...0918 

1A,1 A11,1A12 
1N248 A, B, 

1 N 1353... 

N 3149, N 3190, 3191 
221 A 


N 

Ss 

s 

s 

S 

N 

N 

N 1690, 1691" 

N 1702, 1703, 1720, 1721 
N 1726, 1727, 1742-1744 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 N 1896, 1987 
2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Alttypenregister 


2 N 2527, 2528 

2 N 2569, 2570 

2 N 2639...2644 

2 N 2652, A; 2693, 2694 

2 N 2745...2772 

2 N 2802...2833 

2 N 2883, 2884, 2913-2920 
2 N 2949-2952, 3013, 3014 
2 N 3022...3026 

2 N 3082, 3083, 3213, 3214 
2 N 3220...3223 
2 N 3277, 3278 
2 N 3301, 3302 
2 N 3338, 3339 


344 
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3397, 3398 
3470...3477 


SSUSNUNSANDMANSNNUNS 


7A...10B 
10N1...P2 

11 A,B,J 2:;1512...Q4 
17A,P1,P2 
30N1,N2,P1,P2 
102; 103 

301...328, 350...377 
400 A...D 

486 T 1, 498, 501 
680...688 T 1, 700...970 
987 T 1...1033 
1405...1768 
3604...3609 

3907 
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Spezielle Halbleiter von 


HEWLETT | NY, PACKARD 


Für HF-Anwendungen 
PIN-Dioden: für HF-Regelung, 1 MHz bis 18 GHz 


Schottky-Dioden: als Mischer, Detektoren, schnellste Schal- 
ter, auch als Chip 


Step-Recovery-Dioden: für Vervielfacher und als Pulsformer, 
bis 18 GHz 


Impatt-Dioden: als Oszillatoren bis 1,5 W im X-Band 

Mikrowellen-Transistoren: max. 14 GHz, 0,5 W bei 3 GHz 

Ring-/symmetrische Mischer: verschiedene Ausführungen 
und Bauformen 

Optoelektronische Bauelemente 

Leuchtdioden: extrem lange Lebensdauer, viele Bauformen 


Optoelektronische Koppelelemente: Bandbreite 5 MHz, Iso- 
lation 2,5 KV 


Halbleiter-Anzeigeeinheiten: Zeichenhöhe bis 4 cm, auch 
mit Decodierer und Speicher 


Unsere Applikations-Mitteilungen werden Sie sicher interessieren! 


6 Nieder-Eschbach/Fim 56 
Berliner Straße 117 
Telefon 06 11-50 04-1 


1 Berlin 12 
Wilmersdorfer Straße 113 
Telefon 3 13 70 46 


4 Düsseldorf 
Vogelsanger Weg 38 
Telefon 63 80 31-5 


8012 Ottobrunn 
Unterhachinger Straße 28 
Telefon 08 11-6 01 30 61-67 


2 Hamburg 1 
Wendenstraße 23 
Telefon 24 05 51/52 


703 Böblingen 
Herrenberger Straße 110 
Telefon 0 70 31-66 72 86/7 


NORTRON 


Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co 
85 Nürnberg 30 - Schafhofstr. 30 - Tel.0911/5697 -1 


Ein Halbleiter-Qualitätsprogramm 


mit Spitzenprodukten 


Si-Gleichrichterdioden, Si-Referenzdioden, Si-Zener- 
dioden, Si-Brückengleichrichter, Si-Thyristoren 


Unsere Vertragsgroßhändler führen das komplette 
Nortron-Programm ab Lager: 


Hannover/Hamburg Nürnberg 
WALTER KLUXEN GUSTAV BECK KG 
2000 Hamburg - 0411/24891 8500 Nürnberg : 0911/268947 


Düsseldorf München 
ROBERT MERKELBACH KG GUSTAV BECK KG 
4300 Essen - 02141/20506 8000 München - 0811/7155900 


Frankfurt Freiburg DIMA-Elektronik 
SPOERLE ELECTRONIC KARL MANGER KG 
6079 Sprendlingen - 06103/62031 7800 Freiburg : 0761/54361 


Mannheim Stuttgart DIMA-Elektronik 
JUNG KG KARL MANGER KG 
6800 Mannheim - 0621/26875 7000 Stuttgart-Vaih.: 0711/734059 


TM 744 


Integrierte Schaltungen, 
Transistoren und Dioden für Geräte 
der modernen Elektronik, 

mem. hergestellt in Nürnberg, Freiburg 
und Waldkirch bei 


INTERMETALL 


Miller VVuppertal 


ae Vertrieb elektronischer Bautelle und MeBgeräte mer 


Elektronikbauteile, Baugruppen und Meßgeräte von A-Z zum Aufbau von 
Meß-, Steuer- und Regelanlagen für Industrie, Institute und Schulen 


Müller Wuppertal 
liefert: 


Aktive Filter 
Brückengleichrichter 
Condensatoren 

Digitale ICs DTL, LSL, MOS, TTL 
Einbaumeßgeräte 
Feldeffekttransistoren 
Gleichrichter 

Halbleiter 
Impulstransformatoren 
Kühlkörper 

Langsame störsichere Logik 


24 Stunden Schnellieferservice — 
Ausführlicher Katalog auf Anfrage 


Meßgeräte 

Netzteile 
Optoelektronische Bauteile 
Phasenmeter 
Raysistoren 
Spannungsregulatoren 
Thyristoren/Triacs 
Unijunction-Transistoren 
Vielfachmeßgeräte 
Wärmeleitpaste 
Zenerdioden 


Herbert M Miiller vertrieb elektronischer Bauteile und Meßgeräte 
5600 Wuppertal 1- Postfach 130956 - Telefon 02121/450181: Telex 8591543 muel d 


Partner für Qualität 
und Fortschritt 


Neuheit! 


A 14 Serle jetzt 2,5 A 
A 15 Serie 5A bel 
25°C 

"MOV" Metalloxyd- 
Varlstoren zum 
Vernichten der 
Spannungs- 

spitzen In 


GENERAL ELECTRIC 


wır 
LIEFERN 


Germanlum und 
Silizlum Dioden 
und Transistoren 


Glelchrichter und 


Thyristoren Trlac's 
UnlJunctlion Transistoren 


Sende-, Empfangs- und Ziffern- 


Ihrem anzelgeröhren Ignitrons VIidicons 
Netz Motor- und Computerkondensatoren 


NUCLETRON-VERTRIEBS-GMBH 


8 München 50 -» Gärtnerstraße 60 
Telefon (0811) 146081 -5 
Telex 5215297 


RPB 


electronic-taschenbücher 


Die Konzentration des Wissens 
und der Erfahrung auf das 
Wesentliche. Das suchen die 
Praktiker, das ist in den RPB 
electronic-taschenbüchern ver- 
wirklicht. So kann nun jeder für 
ein paar Mark das Wissensgut 
anderer einfach kaufen. Welch 
eine Zeitersparnis, welch ein 
Rationalisierungseffekt! 


Das haben fast 5 Millionen 
Praktiker erkannt. (Soviel Bände 
sind seit Entstehen der RPB 
verkauft.) Und wenn jeder Band 
nur viermal befragt wurde — was 
vermutlich zu niedrig geschätzt 
ist — so hat die RPB 20 Millionen 
mal zuverlässig Auskunft 
gegeben. Zuverlässig, das ist das 
Geheimnis des RPB-Erfolges. 
Anders wären bei Fachthemen 
Zahlen wie 10. oder 12. Auflage 


nicht zu erklären. Wer hätte dazu 
noch gedacht, daß in den rund 
90 RPB-Titeln über 700 Bau- 
anleitungen enthalten sind. Wenn 
Zahlen überhaupt etwas aus- 
sagen, so dies: Die RPB 
electronic-taschenbücher sind 
praxisnah, zuverlässig, fach- 
gerecht. Sie haben sich bewährt, 
sie werden sich auch in Zukunft 
bewähren. 

Auf den folgenden Seiten finden 
Sie die gesamte RPB aufgeführt: 
Nach Sachgruppen geordnet, die 
Neuerscheinungen und Neuauf- 
lagen der Saison ausführlich 
herausgestellt und zuletzt das 
gesamte RPB-Programm in 
numerischer Reihenfolge. Bitte, 
suchen Sie sich ihren RPB-Band 
heraus. 


Franzis 
Verlag 
München 


electronic-baubücher 


heute und morgen 


Diese Gruppe innerhalb der RPB 
electronic-taschenbücher lehrt 
das problemlose Zusammenset- 
zen von Elektronik-Geräten. Wer 
Freude am eigenen Schaffen hat, 
der findet hier handfeste Bauan- 
leitungen. Die Auswahl ist groß: 
Elektronik-Geräte zur Erweite- 
rung vorhandener Anlagen, Gerä- 
te für das Labor, für die Werk- 
statt, zur Demonstration im Unter- 
richt oder zur Verwendung im 
Heim. Durchweg sind es Neuent- 
wicklungen mit modernen Bautei- 
len, die leicht besorgt werden 
können. Auch sind die Schaltun- 
gen fertig dimensioniert, so daß 
zeitraubende Rechen- und Meß- 
arbeiten unnötig sind. Jeder Bau- 
stein-Vorschlag gliedert sich in: 
1. Kurze Beschreibung des Ge- 
rätes. 
2. Anwendung. 
3. Schaltung mit Verdrahtungs- 
vorschrift (3 Abbildungen). 
4. Stückliste einschließlich der 
passiven Bauteile. 
Jeder Bauvorschlag wurde aus- 
geführt und das fertige Gerät 
einem strengen Labortest unter- 
worfen. Nur so konnte sicherge- 
stellt werden, daß sorgfältig 
nachgebaute Geräte zuverlässig 
arbeiten. 


Preis je Band DM 8.80/DM 11.80 


Franzis 
Verlag 
München 


301/303 ISBN 3-7723-3012-6 
Nf-Elektronik. Von Lothar Sa- 
browsky. 


304/306 ISBN 3-7723-3042-8 
Transistor-Schaltverstärker für 
bellebige Verwendung. Von Lo- 
thar Sabrowsky. 


307/309 ISBN 3-7723-3072-X 
Elektronische Schranken und 
Wächter. Von Lothar Sabrowsky. 


310/312 ISBN 3-7723-3101-7 
Thyristor-Schalter und -Regler für 
den Heim- und Werkstattge- 
brauch. Von Lothar Sabrowsky. 


313/315 ISBN 3-7723-3131-9 
Elektronische Hilfsgeräte für den 
Helm- und Werkstattgebrauch. 
Von Lothar Sabrowsky. 


316/318 ISBN 3-7723-3161-0 
Digitale Experimentler-Bausteine. 
Von Lothar Sabrowsky. 


319/321 ISBN 3-7723-3191-2 
Der leichte Start zum Funkfern- 
steuern. Von Lothar Sabrowsky. 


322/324 ISBN 3-7723-3221-8 
Impulstechnik für jedermann. Von 
Lothar Sabrowsky. 


325/327 ISBN 3-7723-3251-X 
Sinus-, Rechteck- und Impulsge- 
neratoren für Prüf- und Meßzwek- 
ke. Von Lothar Sabrowsky. 


328/330 ISBN 3-7723-3281-1 
Integrierte Nf-Elektronik. Von Lo- 
thar Sabrowsky. 


331 ISBN 3-7723-3312-5 
Verstärkerbau mit integrierten 
Schaltungen. Von Siegfried Wir- 
sum. 


Telefunken-Laborbücher 


für Entwicklung, Werkstatt und Service 


Es gibt wohl keinen vorwärtsstre- 
benden Elektroniker, der nicht ir- 
gendwo in seiner Labor- oder 
Schreibtisch-Schublade eine klei- 
ne Sammlung der für ihn beson- 
ders nützlichen Arbeitsunterlagen 
gehortet hat — Meßdaten, Tabel- 
len, Nomogramme, Formeln, Be- 
rechnungsgänge, Kennlinien, 
Grundschaltungen mit ihren Di- 
mensionierungsregeln. Auch in 
den großen Labors von AEG-Te- 
lefunken sitzen solche Leute, dar- 
unter führende Spezialisten, er- 
folgreiche Praktiker, anerkannte 
Theoretiker. Sie trugen in sorg- 
fältig überarbeiteter, allgemein 
verständlicher Form ihre wertvoll- 
sten Unterlagen zusammen, um 
daraus ein gemeinnütziges Nach- 
schlagewerk für Labor, Werkstatt 
und Unterricht zusammenzustel- 
len: das Telefunken-Laborbuch. 


Inhalt, Herkunft und Ziel dieser 
Bücher, zusammen mit ihrer an- 
sprechenden Gestaltung als Ta- 
schenbücher in solidem Plastik- 
Einband, waren die Grundlagen 
ihres durchschlagenden Erfolges. 


Franzis 
Verlag 
München 


Telefunken-Laborbuch 2 


5. Auflage 1969. 384 Seiten mit 
580 Abbildungen. 
PI. DM 12,80 


ISBN 3-7723-5785-7 


Telefunken-Laborbuch 3 


3. Auflage 1968. 388 Seiten mit 
430 Abbildungen. 
PI. DM 12,80 


ISBN 3-7723-5793-8 


Telefunken-Laborbuch 4 


3. Auflage 1971. 356 Seiten mit 
410 Abbildungen. 
PI. DM 12,80 


ISBN 3-7723-5803-9 


Telefunken-Laborbuch 5 


1. Auflage 1971. 414 Seiten mit 
453 Abbildungen. 

PI. DM 14,80 

ISBN 3-7723-5811-X 


= Aufbau in (Epitaxial-)Planartechnik 

= Spitzentypen (point contact) 

=Silizium-System, S’ = Metall-Si. 

= Oberflächengrenzschicht- und andere 
Typen (surface barrier, alloy) 

= Unijunction-System 

= Vierschichten-Aufbau (pnpn) 

= System mit geschweißten Elektroden 
(welded contact) 


Schlüsseltabellen zu Spalte 4 
= Ausführungsform s. S. 320 ff. (Fo) 


Spalte 5 = bevorzugte Anwendung (Aw) s. a. S. 6 


A = A-Verstärkung, 

AA = Differential-Verstärker 
B = B-Verstärkung 
b = bilaterale Typen 

(Doppelbasis-, Doppelanoden-) 
= Clipper-Dioden, C’ = Triggerdiode 
= Schwarzpegeldiode (dc-restorer) 
Demodulator, Detektor, Meßdiode 
Esaki-(Tunnel-)Diode, e = log. Kennlinie 
Gleichrichter, Meßgleichrichter, 
Regelspannungserzeugung 
= für geätzte bzw. gedruckte Schaltungen 
= Hochfrequenzanwendungen, Hs = Video- 
H’ = Frequenzvervielfachung 
hochohmig 
wegen symmetrischen Aufbaus auch für 
inversen Betrieb (bi-directional) 
Kopozitätsdiode, Varactor, K’=Speichervar. 
Leistungstyp 
für Mischstufen, M’ = Modulator, PIN-D. 
Niederfrequenzanwendungen 
niederohmig im Durchlaßbereich 
für Oszillatoren 
= Paar, Angaben je Einzelsystem 
= Quartett, Angaben je Einzelsystem 
= Referenzdiode, Referenzelement 
= rauscharmer Typ 
= Schalteranwendungen, Impulsbetrieb 
= für Treiberstufen 
= für hohe Temperaturen, 

t’ = für oder mit Temperaturkompensation 
= Universaltyp, verschiedene Anwendungen 
= VHf- und UHf-Anwendungen 
= für Wechselrichter, Zerhacker, 

Gleichspannungswandler 
X = für Zählkreise, Rechner, 

datenverarbeitende Schaltungen 
Y = steuerbare Gleichrichter, Thyratron- 
schaltungen, Servostufen, Thyristoren 
Z = Z-Dioden und nichtlineare Widerstände 
Z' = Stabistoren, Stabilisatoren 
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Service-Werkstattbücher 


zeichnen sich durch knappe Dar- 
stellung spezieller Serviceberei- 
che aus. Fachleute aus der Praxis 
zeigen, wie sie erfolgreich gear- 
beitet und welche Methoden sie 
dabei angewandt haben. Die 
Bände sind preiswert; in ihrer 
Gesamtheit stellen sie eine um- 
fassende Service-Bibliothek dar. 


Fernseh-Bildfehler-Fibel 


Von Werner Aring 
Plastik DM 24,80 
ISBN 3-7723-5055-0 


Farbfernseh-Service 
praktisch und rationell 


Von Ing. Gerhard Heinrichs 
Kart. DM 35,— 
ISBN 3-7723-5592-7 


Fehler-Katalog für den 
Fernseh-Service-Techniker 
für Schwarzweiß und Farbe 


Von Ernst Nieder 
Plastik DM 24,80 
ISBN 3-7723-5403-3 


Franzis 
Verlag 
München 


Reparaturtechnik für 
gedruckte Schaltungen 


Von Ing. Heinz Lummer 
Plastik DM 19,80 
ISBN 3-7723-5681-8 


Erfolgreicher Fernseh- 
Service 


Von Ing. Heinz Lummer 
Plastik DM 19,80 
ISBN 3-7723-5582-X 


HiFi-Stereo-Handbuch 


Von Manfred A. Heinrichs 
Leinen DM 44,— 
ISBN 3-7723-5221-9 


Farbfernseh-Bildfehler- 
Fibel 


Von Bernd Rodekurth 
Plastik DM 35,— 
ISBN 3-7723-5201-4 


Schirmbilddiagnose und 


Messungen am Farbfernseh- 


empfänger 

Von Bochum / Dögl 

(= RPB 178) Lam. DM 11,80 
ISBN 3-7723-1781-2 


Elektronische Bauelemente und Geräte 


UNITRONIC 


jektronik / Semiconduktors 


TRANSISTOREN / DIODEN 


SEMICONDUCTOR HANDBOOK 


Wir helfen Ihnen 
bei der Auswahl 
und Beschaffung 
von Halbleitern 


Dioden / Gleichrichter 
Thyristoren / Triacs 
Transistoren 
Zener-Dioden 
Microwellen - Bauteile 
Baugruppen / Brücken 
Optoelektronischen 
Bauelementen 


Wir liefern Ihnen 
Originaltypen 
Ersatztypen 
Spezialtypen 

vieler Fabrikate ab Lager 


SUNITRONIC 


UNITRONIC HAMBURG GMBH & CO.KG. 
2101 Meckelfald/Hbg., Lerchenwag 11 
Telefon 0411/7636549, Telex 922 084 


SSUNITRONIC 


ING. LOTHAR SCHLÜTER GMBH & CO.KG. 
3160 Lehrte, Postfsch 101, Markscheiderweg 41 
Telefon 05132 / 44 00, Telex 922 084 


KGÜUNITRONIC 


ING. RUDOLF BREIDEN 

4000 Düsseldorf, Postfach 330429, 

An dar Thomaskirche 503 

Telefon 0211/6342 14 / 624439, Telex 8586434 


BZUNITRONIC 


DIPL, ING. J. GRAU KG. 
6100 Darmstadt - Mühltal, Waldhof 
Telefon 06151 / 552093, Telex 419489 


= 2 Ze nn ne 
SUNITRONIC 
ee meer dr u BB m I m 
SONNTAG GMBH & CO.KG. 

7410 Reutlingen, Postfsch 850, 

Pfullingen, Kaiserstraße 92 

Telston 07121/7585 / 7586, Telex 729 772 


Technische Daten, Applikationen und Preislisten fordern Sie bitte 
bei Ihrem nächsten Vertriebsbüro an. 


Das VALVO-Vorzugsprogramm: 
12 mal in der Bundesrepublik 


\ Halbleiter- ar 
Walter Danöhl B f t & Co. GmbH 
1 Berlin 30 auelemente 78 Freibu 
Keithstraße 26 3 Wilhelmstraße 3a 
Tel. 0311/2611588 Integrierte Tel. 0761/3111 F 
Schaltungen 

Spezialröhren 
Enatechnik Sasco GmbH 
Elektronik- Putzbrunn 
Distributor. GmbH Kondensatoren en 
An Lee " er Hermann-Oberth-Str. 
Tel. 0211/68624 Widerstände U 

Potentiometer 


NTG- und PTC- 
Genan Eekronh Widerstände, VDR rn 


Az Shrlden Bstg, Rodeweg 20 
lommelshauser Str. 3 Kasseler Landstr.16 
Tel. 0711/5118 38 Lautsprecher 2 Tel. 0551/6 40.07 


Motoren 
Getriebe 
H Mütron 
Hans Hager Ing. KG Bausteine Müller ®& Co.KG 
RR Dortmund 28 Bremen 
leiliger Weg 60 „ 
Tel. 0231/57 9131 Mechanische ER 
Bauelemente 
Ferroxcube-Kerne 
Willi Jung KG Walter Kluxen 
Mainz/Frankfurt pP erman ent- 2 Hamburg 1 
6 Frankfurt/Main Nordkanalstraße 52 
Hamburg. Allee 48-53 magnete Tel. 0411/24 89 276 


Tel. 0611/7705 36 0411/24 89 255 


Will Jung KG 
68 Mannheim Hermann Kaets 


y 85 Nürnberg 
ie En nn, & Neutorstraße 3 


Tel 0821726875 Tel. 0911/21386 


VALVO GmbH Bauelemente 
2 Hamburg 1, Burchardstr. 19 für die gesamte 
Telefon (0411) 32962 52/253 Elektronik 


F 0972/1142 


